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1.1. Typenübersicht 
nach Anwendungen sortiert 
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Typenübersicht, nach Anwendungen sortiert 


Typ Seite | Typ Seite 
Germanium-NF-Transistoren BC 167 158 
AC 121 75 | BC 168 158 
AC 151 8ı | BC 169 158 
AC 151r 8ı | BC 177 161 
AC 152 75 | BC 178 161 
ACY 23 87 | BC 179 '161 
ACY 32 87 | BC 182 169 
ASY 48 133 | BC 183 169 
ASY 70 133 | BC 201 172 
BC 202 172 
Germanium-HF-Transistoren = en iz 
Ar 109R 99 | Bc213 180 
AF 139 104 | BC 237 183 
AF 2398 rs | BEI 183 
AF 240 122 | BE@B7 191 
AF 2798 125 | BOSBB 191 
AF 2808 ar | 2Seee 191 
AF 289 129 | BC 307 194 
AF 379 131 BC 308 194 
BC 309 194 
Silizium-NF-Transistoren Ei a en 
ber: 135 | gc 337 206 
Be 108 135 | BC 338 206 
BC 109 135 BC 368 210 
6121 143 | Bc 369 213 
BC 122 143 BC 413 216 
BC 123 143 BC 414 216 
BC 140 150 BC 415 223 
BG 1-61 150 | gc 416 223 
BE TEC 154 | BC 546 236 
BC 161 154 BC 547 236 
BC 548 236 
BC 549 236 
BC 550 236 
BC 556 242 
BC 557 242 
BC 558 242 
BC 559 242 
BC 560 242 
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Typ Seite | Typ Seite 
Silizium-NF-Transistoren BCX 71 283 
BC 635 252 | BCX 71R 283 
BC 636 256 | BCX 73 338 
BC 637 252 | BCX 74 338 
BC 638 256 | BCX 75 342 
BC 639 252 | BCX 76 342 
BC 640 256 | BCX 78 346 
BCW 60 276 | BCX 79 346 
BCW 60F 276 | BCX 94 300 
BCW 60R 276 | BCY58 352 
BCW 61 283 | BCY 59 352 
BCW 61F 283 | BCY 65E 352 
BCW 61R 283 | BCY 66 358 
BCW 65 290 | BCY 67 365 
BCW 65R 290 | BCY 77 371 
BCW 66 290 | BCY 78 371 
BCW 66R 290 | BCY 79 371 
BCW 67 295 
BCW 67R 295 | Silizium-NF-Leistungs- 
BCW 68 295 | transistoren 
BCW 68R 295 | 2N 3055 957 
BCX 22 300 | BD 135 378 
BCX 23 304 | BD 136 383 
BCX 24 300 | BD 137 378 
BCX 39 304 | BD 138 383 
BCX 41 308 | BD 139 378 
BCX 41R 308 | BD 140 383 
BCX 42 312 | BD 287 388 
BCX 42R 312 | BD 288 388 
BCX 51 316 | BD 329 392 
BCX 52 316 | BD 330 395 
BCX 53 316 | BD 424 398 
BCX 54 320 | BD 429 401 
BCX 55 320 | BD 430 405 
BCX 56 320 | BD 433 409 
BCX 58 324 | BD 434 414 
BCX 59 324 | BD 435 409 
BCX 68 330 | BD 436 414 
BCX 69 334 | BD 437 409 
BCX 70 276 | BD 438 414 
BCX 70R 276 | BD439 409 
BD 440 414 


Vx 


Typenübersicht, nach Anwendungen sortiert 


Typ Ai Seite | Typ Seite 
Silizium-NF-Leistungs- BUX 28 900 
transistoren BUX 80 903 
BD 441 a0g | BUX 81 903 
BD 442 414 | BUX 82 908 
BD 487 419 | BUX 83 908 
BD 488 419 | BUX 84 913 
BD 524 423 | BUX 85 913° 
BD 611 425 | BUX 86 918 
BD 612 429 | BUX 87 918 
BD 613 425 
BD 614 429 | Komplementär gepaart liefer- 
BD 615 425 | bare NF-Transistoren 
BD 616 429 | BC 140/BC 160 150 
BD 617 425 | BC 141/BC 161 150 
BD 618 429 | BC 337/BC 327 206 
BD 619 425 | BC 338/BC 328 206 
BD 620 429 | BD 135/BD 136 378 
BD 825 449 | BD 137/BD 138 378 
BD 826 454 | BD 139/BD 140 378 
BD 827 449 | BD 329/BD 330 392 
BD 828 454 | BD 429/BD 430 401 
BD 829 449 | BD 433/BD 434 409 
BD 830 454 | BD 435/BD 436 409 
BDW 25 479 | BD 437/BD 438 409 
BDX 27 486 | BD 439/BD 440 409 
BDX 28 486 | BD 441/BD 442 409 
BDX 29 486 | BD 611/BD 612 425 
BDX 30 486 | BD 613/BD 614 425 
BDY 12 479 | BD 615/BD 616 425 
BDY 13 479 | BD 617/BD 618 425 
BU 205 884 | BD 619/BD 620 425 
BU 208 886 | BD 643/BD 644 433 
BU 208A 886 | BD 645/BD 646 433 
BU 326A 890 | BD 647/BD 648 433 
BU 426 893 | BD 649/BD 650 433 
BU 426A 893 | BD 675/BD 676 441 
BU 626A 896 | BD 677/BD 678 441 
BUW 70 898 | BD 679/BD 680 441 
BUW 71 893 | BD 825/BD 826 449 
BUW 72 898 | BD 827/BD 828 449 
BD 829/BD 830 449 
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Typ Seite | Typ Seite 
re 

Silizium-NF-Darlington- Silizium-Schalttransistoren 
transistoren 2N 2218 926 
BC 516 230 | 2N 2218A 926 
BC 517 233 | 2N 2219 926 
BC 617 248 | 2N 2219A 926 
BC 618 248 | 2N 2220 932 
BC 875 260 | 2N 2221 932 
BC 876 264 | 2N 2221A 934 
BC 877 260 | 2N 2222 932 
BC 878 264 | 2N 2222A 934 
BC 879 260 | 2N 2904 938 
BC 880 264 | 2N 2904A 940 
BCV 26 268 | 2N 2905 938 
BCV 27 272 | 2N 2905A 940 
BCV 46 268 | 2N 2906 945 
BCV 47 272 | 2N 2906A 947 
BD 643 433 | 2N 2907 945 
BD 644 437 | 2N 2907A 947 
BD 645 433 | 2N 3019 952 
BD 646 437 | 2N 4033 961 
BD 647 433 | BFP 22 651 
BD 648 437 | BFP 23 653 
BD 649 433 | BSS 63 824 
BD 650 437 | BSS64 828 
BD 675 441 | BSS 79 832 
BD 676 445 | BSS 80 836 
BD 677 441 | BSS 81 832 
BD 678 445 | BSS82 836 
BD 679 441 | BSV 15 840 
BD 680 445 | BSV 16 840 
BD 861 459 | BSV 17 840 
BD 862 463 | BSV 65 848 
BD 863 459 | BSV 65R 848 
BD 864 463 | BSX45 853 
BD 865 459 | BSX46 853 
BD 866 463 | BSX47 853 
BD 875 467 | BSX48 861 
BD 876 489 | BSX49 861 
BD 877 .467 | BSX62 865 
BD 878 469 | BSX 63 865 
BD 879 467 

BD 880 469 

BD 975 471 

BD 976 475 

BD 977 471 

BD 978 475 

BD 979 471 

BD 980 475 
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Typenübersicht, nach Anwendungen sortiert 


Typ Seite | Typ Seite 
Silizium-Schalttransistoren BF 254 513 
BSY 17 870 | BF 255 513 
BSY 18 870 | BF 324 519 
BSY 34 877 | BF 362 523 
BSY 58 877 | BF 363 523 
BSY 62 870 | BF414 528 
BSY 63 87o | BF 450 536 
BF 451 536 
Silizium-Transistoren BF 502 551 
für Video-Stufen “ 2 Be 
BF a21 533 | BF 506 557 
BF 422 En | 559 
BF 423 533 BF 550 561 
BF 457 521 | BF 554 565 
BF 458 541 BF 562 567 
BF 459 nu | BESMS 569 
BF 469 245 | BF 569 571 
BF 470 sag | BF 579 573 
BF 471 Ba | 575 
BF472 sag | BF 606A 577 
BF 622 579 | BF 660 583 
BF 623 But: | BER 585 
BF 847 587 | BF 226 600 
BF 848 Ban | Be 602 
BE 849 687 | BF 959 604 
BF 857 oso | 86.967 624 
BF 858 g9o | BESEB 626 
BF 859 290 | BF 970 628 
BF 869 5g4 | EES7SS 630 
BF 870 sg7 | BFS17 736 
BF 871 694 | BFS 17R 736 
BF 872 u Be 739 
BFN 16 u | 739 
BEN 17 654 | ers 1e 739 
BFN 18 632 | BFS 19R 739 
BFN 19 634 | BFS 20 741 
BFN 21 640 | BFS 55A 743 
BFN 22 644 | ZN 6619 720 
BFN 23 648 | ZN 6620 716 
2N 6621 1777 
Silizium-HF-Transistoren 
BF 198 492 
BF 199 497 
BF 240 501 
BF 241 501 
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Typ Seite | Typ Ri Seite 
MOS-Feldeffekttransistoren 1: BFT 12 747 
BF 960 607 | BFT 65 751 
BF 961 616 | BFT66 754 
BFT 67 754 
Sperrschicht-Feldeffekttransistoren BFT 75 759 
BF 245B 503 | BFT28 766 
BF 245C 503 | BFT 99 766 
BF 246A 510 BFW 16A 771 
BF 246B 510 BFW 30 774 
BF 246C sıo | BFW 22 777 
BF 256A 516 BFW 93 780 
BF 256B gie | BFXBS 783 
BF 256C 516 BFX 59 788 
BFA10A 525 BFX 59F 788 
BF A10B 525 BFX 60 792 
BF 410C 526 | BFX 2 795 
BF 410D 525 | BFY 798 
Transistoren für Antennen- und Mikrowellentransistoren 
Breitbandverstärker Sn e ei 
ER 655 | BFOSB 680 
BFQ 28 662 BFO 59 684 
BFQ 29 669 BFQO 60 689 
BFO 57 673 BFR 14A 694 
BFO.58 680 | BFR 14B 703 
BFQO. 59 684 BFR 14C 708 
ne ne End Transistoren für Schicht- 
BFR 14B 703 | sehaltungen 
BFR 14C 708 | BCV 26 268 
BFR 15A 712 | BCV 27 272 
BFR 34A 716 | BCV 46 268 
BFR 35A 720 | BCV 47 272 
BFR 35AR 720 
BFR 90 724 
BFR 91 727 
BFR 92 730 
BFR 93 730 
BFR 96 7133 
BFS 17 736 
BFS 55A 743 
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Typenübersicht, nach Anwendungen sortiert 


er 
Typ Seite | Typ 

Transistoren für Schicht- BFR 93 
schaltungen BFS 17 

BCW 60 276 | BFS 17R 

BCW 61 283 | BFS 18 

BCW 65 290 | BFS 18R 

BCW 66 290 | BFS 19 

BCW 67 295 | BFS 19R 

BCW 68 295 | BFS20 

BCX 41 308 | BFS 20R 

BCX 42 312 | BFT 75 

BCX 51 316 | BSS 63 

BCX 52 316 | BSS 64 

BCX 53 316 | BSS 79 

BCX 54 320 | BSS 80 

BCX 55 320 | BSS 81 

BCX 56 320 | BSS 82 

BCX 58 324 | BSV 65 

BCX 59 324 | BSV 65R 

BCX 68 330 

BCX 69 334 | Si-Fototransistoren 
BCX 70 276 | BP 103 

BCX 71 283 | BPX 38; BPX 43, BPX 81 
BF 550 561 | BPY 61 

BF 554 565 

BF 568 569 | Regelbaustein 

BF 569 571 | BZW 20 

BF 579 573 

a 3 — Unijunctiontransistor 
BF 623 Ba | er 

= ee Se Kleinstthyristoren 
BFN 16 632 | BR 103 

BFN 17 634 | BR 303 

BFN 18 632 | BR 403 

BFN 19 634 | BRY 20 

BFN 20 636 | BRY 21 

BFN 21 640 | BRY 55/30 

BFN 23 648 | BRY 55/60 

BFO 19 659 | BRY 55/200 

BFO 29 669 | BRY 55/300 

BFR 35A 720 

BFR 35AR 720 

BFR 92 730 
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Seite 


730 
736 
736 
739 
739 
739 
739 
741 

741 

759 
824 
828 
832 
836 
832 
836 
848 
848 


Siehe 
Opto- 
Daten- 
buch 


923 


819 


801 
805 
807 
809 
813 
815 
815 


. 815 


815 
815 
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1. 2. Typenübersicht 
alphanumerisch sortiert 
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Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom- frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 


(P=PNP) UcBo; V 
(N=NPN) | (Uces); V 


Ic; mA 
(Icm) mA 


fr; MHz Rınsu; K/Ww 
(Rınya; K/W 


< 300 (50)| TO-1 ähnl. 75 


BAC121 P -20 


BAC151 P -32 <s 300 (50) TO-1 ähnl. 81 
BAC151r P -32 5 |s 300 (50)| TO-1 ähnl. 81 
BAC152 P | 32 <s 300 (50) TO-1 ähnl. 75 
BACY23 P -32 < 300 TO-1 ähnl. 87 


BACY32 P -32 
AF106 P -25 
AF109R P 
AF139 P 
AF239 P 
AF2395 P 


TO-1 ähnl. 87 
TO-72 93 


AF240 P | -(20) - 10 500 <s 750(400)| TO-72 122 
AF279S P | -(20) - 10 820 <s 600 TO-119/ähnl.| 125 
AF280S P | -(20) - 10 550 <s 600 TO-119 ähnl.| 127 
TO-119ähnl. 
P TO-119 ähnl.| 131 
BASY48 P -64 -300 1,2 |z 300 | TO-1 ähnl. 133 
BASY7O P -32 -300 1,5 |< 300 TO-1 ähnl. 133 
BC107 N (50) (200) 250 s 500 TO-18 135 
BC108 N (30) (200) 250 s 500 _ TO-18 135 
BC109 N (30) 50 300 <s 500 TO-18 135 
BC121 N 5 75 250 s 1000 U 32 143 
BC122 N 30 75 250 s 1000 U32 143 
BC123 N | 45 75 250 s 1000 U 32 143 
BC140 N 80 1000 >50 s 200 TO-39 150 
BC141 N 100 1000 >50 s 200 TO-39 150 
m Nicht für Neuentwicklung 1) UCER 
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— 
Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- ] Gehäuse Seite 


Sperr- strom- frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 

(P=PNP) | Ucao; V Ic; mA fr; MHz | Rınyu; K/W 

(N=NPN) | (Ucss); V Ucm) mA 

r — zu 
BC160 P | -40 -1000 > 50 | S 200 | TO-39 a 154 
BC161 P | -60 -1000 IE: 50 s 200 TO-39 154 
BC167 N| (500 | 1200) 250 |s 420 |10.9 | 158 
| | = —t 2 _— 
BC168 N| ( 30) (200) 250 s 420 TO-92 158 
BC169 N| ( 30) 50 300 - |& 420 TO-92 158 
BC177 P| (-50) - 100 130 s 500 TO-18 161 
ih (geseger 

BC178 P | (-30) - 100 ib 130 <s 500 TO-18 161 
BC179 P| (-25) = 50 130 <s 500 TO-18 161 
BC182 N 60 200 > 150 Is 420 TO-92 169 
BC183 N 45 200 > 150 s 420 TO-92 169 
BC201 P = 5 = W8 80 s 1000 U-32 172 
BC202 P -30 - 7 80 s 1000 U-32 172 
BC203 P 45 =ı 7/6 80 s 1000 U-32 172 
BC212 P -60 - 200 > 200 s 420 TO-92 180 
BC213 P| -45 - 200 > 200 s 420 TO-92 180 


< 
BC258 P | (-30) - (200) 130 |s 420 TO-92 191 
BC259 P | (-25) =. 50 130 |s 420 TO-92 191 
BC307 P | (-50) - (200) 20 |< 420 TO-92 194 
BC308 P | (-30) -(2000 | 200 |s 420 T0.2_ | 194 
BC309 P | (-25) = 50 200 | s 420 TO-92 194 
BC327 P | (-50) - 800 | 100 _|s 200 TO-92 128 
BC328 P | (-30) - 800 | 100 |s 200 TO-92 | 202 
BC337 N| ( 50) 800 100 |< 200 TO-92 206 
—— I ep — 
BC338 N| ( 30) 800 100 |s 200 TO-92 206 
BC368 N|( 25) 1000 | 6 |s 156 | TO-92 | 210 
BC369 P | (-25) -1000 65 |s 156 TO-92 213 
BCA13 N| 45 100 | 250 | s 420 TO-92 | 216 
BC414 N | 50 ı00 | 250 |s 420 TO-92 216 


Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- | Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom- frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) | Ucso; V Ic; mA fr; MHz | Rınsu; KW 


(N=NPN) | (Uces) V 


BC415 P -45 -100 200 s 400 TO-92 223 
BC416 P -50 -100 200 s400 TO-92 223 


BC516" P -40 -400 220 s 200 TO-92 230 
BC517) N 40 400 220 s 200 TO-92 233 
BC546 N 80 100 300 < 250 TO-92 236 
BC547 N 50 100 300 s 250 TO-92 236 
BC548 N 30 100 300 s 250 TO-92 236 


BC549 N 100 
BC550 N 100 
BC556 P -80 -100 150 < 250 TO-92 242 
BC557 P -50 -100 150 < 250 TO-92 242 
BC558 P -30 -100 150 s 250 TO-92 242 
BC559 P -30 -100 300 s 250 TO-92 242 
BC560 P -50 -100 300 <s 250 TO-92 242 


BC617 N 
BC618" N 


BC639 N|( 100) 1000 130 < 156 TO-92 252 
en | 
BC640 P | (-100) -1000 130 < 156 TO-92 256 


BC875" N 60 1000 200 < 156 TO-92 260 


BC876" P -60 -1000 200 < 156 TO-92 264 
BC877" N 80 1000 200 s 156 TO-92 260 


BC878" P -80 -1000 . 200 < 156 TO-92 264 
BC879" N 100 1000 200 < 156 TO-92 260 


BC880" P | -100 -1000 200 < 156 TO-92 264 


1) Darlington-Transistoren 
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Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P = PNP) Uceo; V Ic; mA fr; MHz Rehsu; K/Ww 
N=NPN Uceo); V R K/W 
( ) (Uceo) u (Rınusr) K/ | R 
BCV26 P| - 40 -500 200 < 358 TO-236 268 
= I — [= 
BC2?7 N 40 | 500 200 s 358 TO-236 272 
BCVvA6 P| - 80 -500 | 200 < 358 TO-236 268 
BCV47 N 80 500 200 | s 358 TO-236 272 
BCw60 NI (32) | 200 250 s450 TO-236 276 
KARL I 1 
BCWE6OF N (32) 200 250 | s 450 TO-236 276 
BCW6OR N| (32) 200 250 <s450 TO-236 276 
L— „— ein Bene m. 
BCW61 P|(- 32) -200 180 s450 | T0-236 283 
BCWE6I1F Pl- 32) -200 180 <s450 TO-236 283 
BCW6IR P|(- 32) -200 180 s450 TO-236 283 


BCX22 N| (125) 800 100 < 390 TO-18 300 
BCx23  P|(-125) -800 100 < 390 TO-18 304 
BCX24 N| (100) 800 100 ss0 | To-18 300 
BCX39 P|(-100) -800 100 < 390 TO-18 304 
2 DB 4 = 
BCXA1 N| 125 800 100 380 | To-236 308 
| 3 
BCXAIR N| 125 800 100 sss0 |To236 | 308 
BcX42 P| -125 -800 100 |ssso T0-236 312 
BCXA2R P| -125 _800 100 < 380 TO-236 312 
BcX1ı PI-45  |-1000 50 |(s 30) SOT-89 | 316 
BCX52 P|I- 60 |-1000 | 50 (« 30) |sor.sg 316 
BCX53 P| -100 -1000 50 (s 30) SOT-89 316 
17 
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Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 

(P=PNP) Ucso; V Ic; (mA) fr; MHz | Rınuu; K/W 
(N=NPN) (Uceo); V (Rınssr) K/W 
BCX54 N 45 1000 50 (<s 30) SOT-89 320 
BCX55 N 60 1000 50 < 30) SOT-89 320 
BCX56 _N| 100 1000 50 (<s 30) SOT-89 320 
BCX58 N| (32) 100 250 < 280 TO-92 324 

N 100 2 324 
BCX68 N 330 
BCX69 P 334 
BCX70 N 4 276 
BCX70OR N (45) 200 250 <s450 TO-236 276 
BCX71 P|I -45 - 200 180 <s450 TO-236 283 
BCX7IR P| -45 - 200 180 s450 TO-236 283 
BCX73 N (32) 800 > 100 <s 200 TO-92 338 
BCX74 N (45) 800 > 100 s 200 TO-92 338 
BCX75 P|l -32 - 800 > 100 s 200 TO-92 342 
BCX76 Pl -45 - 800 > 100 s200 TO-92 342 
BCX78 Pl -32 - 100 > 200 <s 280 TO-92 346 

P 2 

N 3 
BCY58 N (32) 200 250 s450 TO-18 352 
BCY59 N (45) 200 250 <s450 TO-18 352 
BCY65E N| (60) 100 250 <s450 TO-18 352 
BCY66 N| (45) 50 250 <s450 TO-18 358 
BCY67 P| (-45) - 50 180 <s450 TO-18 365 
BCY77 P| (-60) - 100 180 <450 TO-18 371 
BCY78 P| (-32) - 200 180 s450 TO-18 371 
BCY79 P|ı (-45) - 200 180 <450 TO-18 371 
18 
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Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) | Ucao;V | Icla) fr; MHz | Rınsu: K/W 
(N=NPN) (Uceo); V (Runsc; K/W) 
BDDI5 N 45 | 15 >50 |sııo | To-ı26 T 378 
BDI36 P| - 45 -1,5 |> 75 | s 110 TO-126 | 383 
BDI37 N| 60 Es >50 | s110 | T0-126 378 
—— 
BD138 „eye 60 15 |>75 |sto TO-126 383 
ip on 
BD1393 N 80 | 1,5 > 50 s110 TO-126 378 
& % 1 
BD140  P| (- 80) -1,5 > 75 s110 TO-126 383 
50287 _ P| - 30 2 > 50 <100 TO-126 388 
BD288 P TO-126 388 
N 
P 
N 
N 
P 
N > 83 
P > 8 
N > 3 
P > 3 
N 5. s 
BDA38 P|- 45 -4 3 s 100 TO-12 414 
3 > 6 
BD4393 N| 60 4 > 3 s100 TO-126 409 
BD440 P| - 60 -4 » 8 s 100 TO-126 414 
BD441 N 80 4 > 3 |sıoo | TO-126 409 
BD442 P| - 80 -4 <a s 100 TO-126 414 
BD487_ P| - 30 13 | > 50 Is 10) T0-202_ [419 
BDA88 P| - 45 12 >50 |(s 10) TO-202 419 
BD524 N| (100) 0,8 100 sııo |T0-126 |423 
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Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) Uceo; V Ic; mA fr; MHz | Rıuu; K/W 
(N=NPN) (Uceo); V (A) (Rınsc); KW 
BD611 22 s 62,5 TO-202 425 
BD612 -22 <s 62,5 TO-202 429 
BD613 32 TO-202 425 
BD614 -32 -4 429 


BD615 


N 

P 

N 

P 

N 

P 

N 

P 
BD619 N| 80 4 < 62,5 TO-202 425 
BD220 P|I-50 4 |-4 <62,5 TO-202 429 
BD6430 N| 45 8 <80 TO-220 433 
BD644) P| -45 -(8) <80 TO-220 437 
BD645) N] 60 (8) <80 TO-220 433 
BD649 N| 100 EimTE 433 
BDeso" PO |-9 |>1 437 
BD6750 N| 45 4 E 441 
BD676" P| -45 ar > 1 445 
BD677" Nn| 60 4 > 1 441 
BD678') P| -60 I » 1 445 
BD679) N| 80 4 1 441 
BD680" P| -80 4 54 445 
BD825 N| 45 1,5 > 50 449 
BD826 P| -45 454 
BD827_ N| 60 229 
BD828 P| -60 454 
BD829 N| (80) 449 
BD830 P|(-80) 454 


1) Darlington-Transistoren 
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Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Sperr- strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) Ucso; V Ic; (A) ff; MHz | Rınsu; K/W 
(Uces); V (Run; KW) 
———  — —— — z 
BD8619 N 45 4 >1 ( 8,3) TO-202 459 
BD862" P| - 45 - >1 el ( 8,3) TO-202 463 
BD863) N 60 4 >1 =) ( 8,3) TO-202 459 
BD864" P| - 60 4 >1 ( 8,3) TO-202 463 
U) 
BD865 N 80 4 >1 ( 8,3) TO-202 459 
BD866" P| - 80 4 >1 ( 8,3) TO-202 463 
BD8750 N 60 1 200 < 100 TO-126 467 
BD876) P 
BD8773 N 
BD878) P 


BD879? N 80 1 200 < 100 TO-126 467 
BD880) P| -100 -1 200 < 100 TO-126 469 


BD975) N 
BD976" P 
BD977) N 
BD9781 P 


80 
- 80 


200 
200 


78 
78 


TO-202 
TO-202 


471 
475 


BD979 N| 100 1 200 78 TO-202 471 
78 TO-202 475 


1) Darlington-Transistoren 


(Mn IR 
a| ao 
oa|a 
[e2Ke) 
IA | IA 
© | 0 
a|ao 
818 
Pr 
o|o 
Fr 
o©|o 
o9|0 
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Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Basis-Sperr-| strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) Ucso; V Ic; mA fr; MHZ | Rınsu; K/W 
(N=NPN) (+Ups); V Unss] mA (Rınya K/W) 

BDX29 P| - 80 -5000 | 50 2:35} SOT-9 486 
BDx30 P| -125 -5000 50 <( 3,5) SOT-9 486 
N 3000 70(>30)| s( 5) SOT-9 479 

N 3000 70(>30)| s( 5) SOT-9 479 

N 25 2400 |s250 |T0-2 492 

N 25 550 <250 TO-92 497 

N 25 400 <420 TO:92 501 

N 25 400 < 420 TO-92 501 

BF245A N| ( 30) [2bis6,5] | ? s 250 TO-92 ähnl. | 503 
BF245B N| ( 30) [6bis15] | ? < 250 TO-92 ähnl. | 503 
BF245C N] ( 30) [12bis25] | ? < 250 TO-92 ähnl. | 503 
BF246A N|( 25) [30 bis80] | ?) s 250 TO-92 510 
BF246B N l s 250 TO-92 510 
BF246C | N|( 25) [NObis250]| ?) s 250 TO-92 510 
BF254 4 N| 30 30 260 <450 TO-92 513 
BFr25 N] 30 30 200 ° <450 TO-92 513 
BF256A N|( 30) [3bis 7] ' < 250 TO-92 ähnl. | 516 
BF256B N|( 30) [6bis1ı3] | ? < 250 TO-92 ähnl. | 516 
BF256C N|( 30) Mbisıg) | ? < 250 TO-92 ähnl. | 516 
BF324 P| - 30 350 s420 TO-92 519 
BF62 N] 20 | 20 800 TO-119 ähnl.| 523 
BF363 N] 20 20 800 < 580 TO-119 ähnl.| 523 
BF410A N|( 20) [0,7bis3] | ®) < 250 TO-92 ähnl. | 525 
BF410B N|( 20) [25bs7] |  1|xs250 | TO-92ähnl. | 525 
BF410C N|( 20) [6bis12] | ? < 250 TO-92 ähnl. | 525 
BF410D N|( 20) [0bis18] | ?) s 250 TO-92 ähnl. | 525 
BF414 2 P]|- 40 < 350 TO-92 528 
N TO-92 530 

P 533 

BF4222 N| 250 25 <60 < 150 TO-92 530 
- 25 260 < 150 TO-92 533 

- 25 325 < 660 TO-92 536 

- 25 325 < 660 TO-92 536 

100 90 > 104 TO-126 541 

BF458 250 100 | 90 |sı04 TO-126 541 
BF459 N| 300 100 90 < 104 TO-126 541 
BF469 N| 250 30 260 < 100 TO-126 545 


1) N-Kanal Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 
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Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 


Basis-Sperr-| strom frequenz | widerstand | JEDEC- 

spannung Bezeichnung 
(P = PNP) Ucpo; V Ic; mA fr; MHz Rehyu; K/W 
(N=NPN) 

I 
BF470 P| -250 - 30 2 60 s 100 TO-126 548 
BFA7I  N| 300 30 2 60 <s100 | TO-126 545 
—- 
BFA72 P| -300. - 30 = 60 < 100 TO-126 548 
= a ee 

BF502 N 40 20 700 s 250 TO-92 551 
BF503 N 40 20 750 s 250 TO-92 553 
BF505 N 30 20 2750 s 250 TO-92 555 


>= 
BF506 P| - 40 - 30 550 <s 350 TO-92 557 


BF507°_ N| 30 20 2750 | <250 TO-92 559 

P 

N 

N 

P 

P 

P 

N 

P 

N 
Br623 P| -250 |- 20 >60 s 451 SOT-89 581 
BF660 P| - 40 - 25 | 650 | s500 TO-236 583 

8 

BF7677_ P| - 30 - 20 950 < 500 TO-236 585 
BF847_ P| -160 -100 so |s 0 | T0-202 587 
BF848 P| -270 -100 90 |< 70 TO-202 587 
BF849 P| -300 100 900 |< 70 TO-202 587 
BF857_  N| 160 im | 8% 1276 T0-2022 | 590 
BF858 N zn | 100 90 s 70 | To-202 590 
BF859 N| 300 100 90 |s TO-202 590 
BF869 N 250 | 30 > 60 < 70 TO-202 594 
BF870 P| -250 -320 |260 Is 0 _| 10-202 597 
BF871  N| 300 30 = 60 < 70 TO-202 594 
BF872_ P| -300 -30 |2c0 s 0 | T0-202 597 
BF926 P| - 40 — 25 600 < 350 T0-92 600 


1) RtnJSR 


Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Basis-Sperr-| strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) UeBo; V Ic; mA f; MHz Rensu; K/W 
(N=NPN) | Ucer; V (Rnssr) KAM 
BF939 P| - 30 - 750 <500 TO-92 602 
BF959 N 30 30 1100 <250 TO-92 604 
BF960 Nn| 30° 30% <450 TO-120 ähnl.| 607 
N| 30% s600 TO-120 ähnl.| 616 
P 30 s600 TO-119 ähnl.| 624 
R ee TO-119 ähnl.| 626 
P s600 TO-119 ähnl.| 628 
P s600 TO-119 ähnl.| 630 
BFN16 N| 250 200 >60 s 45 SOT-89 632 
BFN17 P| -250 200 >60 s 45 SOT-89 634 
BFN18 N| 300 200 >60 <s 45 SOT-89 632 
BFN19 P| -300 -200 >60 s 45 SOT-89 634 
BFN2O N| 300 20 >60 (s 45) SOT-89 636 
BFN21 P| -300 - 20 >60 (<s 45) SOT-89 640 
BFN22 N| 250 25 260 <s450 TO-236 644 
BFN23 P| -250 - 25 260 <s450 TO-236 648 
BFP22 N| 200 500 >50 <s200 TO-92 651 
BFP23 P| -200 -500 >50 <200 TO-92 653 
BFO17 N 40 150 1200 (< 60) SOT-89 655 
@BFO19 N 20 75 5000 (s 90) SOT-89 659 
@BFO28 N 20 15 5000 <s250 K.BG.100-Mil.| 662 
@BFQO29 N 4000 s400 TO-236 669 
@BFO57 N 6500 250 K.BG.100-Mil.| 673 
@ BFO58 N 30 6500 250 K.BG.100-Mil.| 680 
@BFO59 N 35 4000 (<s 70) K.BG.200-Mil.| 684 
@ BFO60 N 35 4000 s250 K.BG.100-Mil.| 689 
@®@BFRI4A N 30 5000 <250 K.BG.140-Mil.| 694 
@BFR14B N 30 6000 <250 K.BG.100-Mil.| 703 
@BFRI4C N 35 4300 s 702 K.BG.200-Mil., 708 
1) MOS-Feldeffekttransistor 3) Ups 5) UcBs 
2) RthJG 4) ID 


@®) Ausfuhrgenehmigungspflichtig 
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Typ Kollektor- | Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Basis-Sperr-| strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 
(P=PNP) Ucpo; V Ic; mA f; MHz Rınsu; K/W 
(N=NPN) (Ucer); V (Rınyc); K/W 
BFR15A N| (20) 30 4500 <700 TO-72 712 
BFR34A N| (20) 30 | 5000 Be <s500 "ı TO-1.19 ähnl.| 716 
BFR35A N! (20) 30 5000 <500 TO-236 720 
BFR35AR N] (20) | 30 | 5000 s500 TO-236 720 
@ BFR9O N| (20) 30 5000 s500 TO-119 ähnl.| 724 
@® BFR91 N| (20) 50 65080 s400 TO-119 ähnl.| 727 
@®BFR92 N| (20) 30 BONO 600 TO-236 730 
@ BFR93 N!| (20) 50 4500 s500 TO-236 730 
® BFR96 N| 20 90 5000 s200 TO-119 ähnl.| 733 
BFS17 N| 25 25 1300 s500 TO-236 736 
BFS17R N| 25 25 1300 s500 TO-236 736 
BFS18 N| 30 30 200 <s520 TO-236 739 
BFS18R N| 30 30 200 <s520 TO-236 739 
BFS19 N| 30 30 260 s520 TO-236 739 
BFSI9QR N| 30 30 260 s520 TO-236 739 
BFS20 N| 30 25 450 s520 TO-236 741 
BFS20R N| 30 25 450 s520 TO-236 741 
@BFS55A N| (20) 50 4500 <700 TO-72 743 
BFT12 N| 25 150 1900 <s120 TO-119 ähnl.|) 747 
@ BFT65 nl (20) 50 5000 <700 TO-119 ähnl.| 751 
@ BFT66 N| 20 30 4000 <700 TO-72 754 
@ BFT67 N| 20 Fra 30 4000 <700 TO-72 754 
@ BFT75 N % 20 50 5000 s500 TO-236 759 
@ BFT97 N| 20 30 [4000 <400 TO-119 ähnl.| 762 
® BFT9Y8 N| (20)? [200 3000 (< 35) TO-117 ähnl.| 766 
eBrtea NL (20)" 50 |3000 |< 35) TO-117 ähnl.| 766 
BFW16A N| 40 150 1200 <250 TO-39 771 
mBEFWSO N| 20 50 1600 |s00o |T0-72 774 
BFW92 N| 25 25 | 1 900 400 Boa 19 ähnl.| 777 
EBFW93 N| 18 50 1600 <400 TO-119 ähnl.| 780 
BE Nicht für Neuentwicklung 1) UcEs 
@ Ausfuhrgenehmigungspflichtig 
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Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Basis-Sperr-| strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
spannung Bezeichnung 

(P=PNP) Ucso; V Ic; mA f:MHz | Ru; K/W 

(N=NPN) (Uees); V 

BFrX55  N| 60 400 700 <220 

BFX59 N| 30 100 1000 <650 

BFX59F N| 30 100 1050 <650 TO-72 788 

mBFX60 N| 40 25 550 | s650 

BFrX89 N| 30 25 1200 | s700 

BFY90  N| 30 25 1200 | s700 

BR103* P| -30* - 69) _ _ TO-92 801 

BR3039 P| -309) -8000) TO-126 805 

BR4039% P| -30°) -8000) s125 TO-202 ähnl.| 807 

BRY20®) 40°) 5000 |- | x220 8412 809 

BRY21*) 80°) 5000 |- | 2220 TO-12 813 

BRY55/30* | 30”) 8000®) - s230 TO-92 815 

BRY55/60* | 60”) 8000°) s230 TO-92 815 

BRY55/100®) 1007) 8000®) - s230 TO-92 815 

BRY55/200®| 200”) 8000®) = s230 TO-92 815 

BRY55/300*®| 300”) 8000®) = s230 TO-92 815 

BRY56) N 1753) E <250 TO-92 819 

BSS63 P|-110 -100 > 50 <620 TO-236 824 

BSS64  N| 120 <620 TO-236 828 

BSS79 N| 75 800 250 832 

BSS860 P|-60 -800 200 TO-236 836 
250 <360 TO-236 832 
200 <360 TO-236 836 
50 <200 TO-39 840 


1) Programmierbarer Unijunktion Transistor 
2) UGA, = Spannung Steueranschluß-Anode 
3) I[A= Anodenstrom 


El Nicht für Neuentwicklung 
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4) Kleinstthyristor 

5) -UR = negative Sperrspannung 

6) IF = Durchlaßstrom 

7) Periodische Spitzensperrspannung 
8) Stoßstrom 


Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 

Basis-Sperr- | strom frequenz | widerstand | JEDEC- 

spannung Bezeichnung 
(P=PNP) Ucso; V Ic; mA(A) | fr; MHz | Rınuu; K/W 
(N=NPN) (Uees); V | (Rinsc); K/W 

a | 

BSV16 P -(60) | -(M) > 50 <s 200 TO-39 840 
BSVı7 P| -(80) -1) > 50 | s200 TO-39 | 840 
BSV65 N 20 150 > 280 s450 TO-236 848 
BSV65R N 20 | 150 > 280 <s450 TO-236 848 
BSX45 N (40) (1) > 50 s 200 TO-39 853 
BSX46 N (60) (1) 1 > 50. s 200 TO-39 853 
BSX47 N (80) (1) > 50 s 200 TO-39 |. 853 
BSX48 N 50 600 400 s 500 TO-18 861 
BSX49 N 60 600 400 s 500 TO-18 861 
BSX62 N (40) ( 3) 70 <200 | TO-39 865 
BSX63 N (50) (3) 70 s 200 TO-39 865 
BSY17 N 20 200 > 280 s 500 | 10-18 7; 870 
BSY18 N 20 200 > 280 s 500 TO-18 870 
BSY34 N 60 600 400 s220 TO-39 877 
BSY58 N 50 600 400 s220 TO-39 877 
BSY62 N 25 200 > 200 s 500 TO-18 870 
BSY63 N 40 200 > 300 <s 500 TO-18 870 
BU205 N) (1500) ( 2,5) 75 \(<s 2,5) TO-3 884 
BU208 N|  (1500)® (5) 1 (< 1,6) TO-3 886 
BU208A N| (1500)® (5) 7 (s 1,6) TO-3 886 
BU326A N| (900) (6) 890 
BU426 N (800) *) (6) 6 (<s 1,1) SOT-93 893 
BU426A N (900) *) (6) 6 (s 11) SOT-93 893 
BU626A N 10009) (10) 6 (< 1,5) TO-3 896 
BUW70 N 150 (10) 6 (s 1,5) TO-3 898 
BUW71 N 450 (5) 6 (<s 1,25) |'TO-3 898 
BUW72 N 450 (10) 6 (<s 1,25) | TO-3 898 
BUX28 N 350 2) ( 8) 6 (s 12) TO-3 900 
BUX80 N (800) (10) 6 (s 1,1) TO-3 903 
BUX81 N| (1000) (10) een 6 (s 19) TO-3 903 
BUX82 N (800) (6) 6 (< 1,65) | TO-3 908 
BUX83 N| (1000) (6) 6 (< 1,65) | TO-3 908 
BUX84 N (800) (2) 20 (< 2,5) | TO-220 913 
BUX85 N! (1000) (2) 20 (s 2,5) TO-220 913 
BuUx8s6 N| (800) (05) | _20 |(s 45) | 10-126 918 
BUX87 N| (1000) ( 0,5) 20 (<s 4,5) TO-126 [918 
BZW200 N 202) 100 Ne | z450 TO-236 923 
1) Regelbaustein Stempelcode „TZ” 
2) UcEO 
4) UCESM 
5) UcBs 27 
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Typenübersicht, alphanumerisch sortiert 


. Typ Kollektor- Kollektor- | Grenz- Wärme- Gehäuse Seite 
Basis-Sp. strom frequenz | widerstand | JEDEC- 
Ucso; V Bezeichnung 
(P=PNP) (Ucos) V Ic;mA fr; MHz | Rınsu; K/W 
(N=NPN) [Uceo] V 
2N2218 N| 60 800 2 250 <188 TO-39 926 
2N2218A N| 75 800 2 250 <188 TO-39 926 
2N2219 N| 60 800 > 250 <188 TO-39 926 
2N2219A N| 75 2 300 <188 TO-39 926 
2N2220 MER > 250 <300 TO-18 932 
2N2221 N| 60 > 250 <300 TO-18 932 
2N2221A N 5 — | >250 | <300 _ [me [34 
2N2222 N 800 > 250 <300 TO-18 932 
2N2222A N <300 T0-8 | 934 
2N2904 P 
2N2904A P| [-60] -600 2 200 <292 TO-39 940 
2N2905 P| [-40] -600 2 200 <292 TO-39 938 


2N2905A P 
2N2906 P 
2N2906A P 
2N2907 _P 
2N2907A P 
2N3019 N 
2N3055 


100 


2N4033 P| -80 -1000 | 2150 | <220 TO-39 961 
@2N6619 N| (20) 30 | 5000 | <500 TO-236 720 
@2N6620 N| (20) 30 | 5000 | <500 | T0-119 ähnı. 716 

2N6621 N 25 25 | 1900 | <ao0 TO-119 ähnl.| 777 


@®) Ausfuhrgenehmigungspflichtig 
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2. Vorwort 
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2. Vorwort 


2.1. Bezeichnungsschema für Halbleiter 


1% 


zz ou> 


> 


TpETZrzaOnTmooum 


N<xc 0 


Für Typen, die vorwiegend in Rundfunk-, Fernseh- und Magnettongeräten verwendet 
werden, besteht die Typenbezeichnung aus: 


2 Buchstaben und 3 Ziffern 
2 


. Für Typen, die vorwiegend für andere Aufgaben als unter 1. angegeben, also vornehmlich 


für kommerzielle Zwecke, eingesetzt werden, besteht die Typenbezeichnung aus: 
3 Buchstaben und 2 Ziffern 

Darin bedeuten: 

als erster Buchstabe 


Ausgangsmaterial Germanium (Material mit einem Energiebandabstand von 0,6-1,0 eV) 
Ausgangsmaterial Silizium (Material mit einem Energiebandabstand von 1,0-1,3 eV) 
III-V-Material, z.B. Gallium Arsenid (Material mit einem Energiebandabstand von 1,3 und 
mehr eV) 

Halbleiter-Material für Photoleiter und Hallgeneratoren 


als zweiter Buchstabe 


Diode (ausgenommen Tunnel-, Leistungs-Z-Diode und strahlungsempfindliche Diode, 
Bezugsdiode und Spannungsregler, Abstimmdiode) 

Diode mit veränderlicher Sperrschichtkapazität (Abstimmdiode) 

Transistor für Anwendungen im Tonfrequenzbereich (Rınyc: >15 K/W) 
Leistungstransistor für Anwendung im Tonfrequenzbereich (Rınyg: <15 K/W) 
Tunneldiode 

Hochfrequenz-Transistor (Rınyg >15 K/W) 

Multichip’s etc. 

Hall-Feldsonde 

Hochfrequenz-Leistungstransistor (Rtn,g: <15 K/W) 

Optokoppler 

Strahlungsempfindliches Halbleiterbauelement (z.B. Photoelement) 
Strahlungserzeugendes Halbleiterbauelement (z.B. Lumineszenzdiode) 

Elektrisch ausgelöste Steuer- oder Schaltbauteile mit Durchbruchcharakteristik 

(Ring >15 K/W), z.B. Thyristortetrode 

Transistor für Schaltanwendungen (Rınyg >15 K/W) 

Elektrisch oder mittels Licht ausgelöste Steuer- oder Schaltbauteile mit Durchbruch- 
charakteristik (Rtnyg <15 K/W), z.B. Thyristortetrode, steuerbarer Leistungsgleichrichter 
Leistungstransistor für Schaltanwendungen (Rınyg <15 K/W) 

Vervielfacher-Diode, z.B. Varaktor-Diode und Step-recovery-Diode 

Leistungsdiode, Spannungsrückgewinnungsdiode, „booster”-Diode 

Bezugs- oder Spannungsreglerdiode Z-Diode (früher Zenerdiode genannt), als dritter 
Buchstabe wird für Typen gemäß 2..der Buchstabe Z oder Y oder X usw. verwendet. 


Die den Buchstaben folgenden Ziffern haben nur die Bedeutung einer Registriernummer, 
sie beinhalten also keine technische Aussage. 
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2.2. Erläuterung der Begriffe Grenzdaten und Kenndaten (DIN 41791) 


Grenzdaten 


Die in den Datenblättern angegebenen Grenzdaten sind absolute Grenzwerte. Wird einer 
dieser Grenzwerte überschritten, so kann dies zur Zerstörung des Halbleiter-Bauelementes 
führen, auch wenn die anderen Grenzdaten nicht ganz ausgenutzt werden. Grenzdaten 
gelten, wenn nicht anders angegeben für 25 °C. 


Kenndaten 


Kenndaten sind Eigenschaften des Halbleiterbauelementes, die das Verhalten bei definierten 
Arbeitspunkten kennzeichnen. 

Statische Kenndaten beschreiben das Gleichstromverhalten, dynamische Kenndaten das 
Verhalten bei Wechselstrom- oder Impulsbetrieb. 

Kenndaten (Zahlenwerte oder Kurven) charakterisieren das Verhalten des Bauelementetyps, 
sie sind auf Grund der Exemplarstreuungen nicht als Daten eines einzelnen Bauelementes 
aufzufassen, die Streubereiche sind in Zahlen oder Kennliniendarstellungen angegeben. 
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2.3. Schreibweise und Zusammenstellung 
der verwendeten Symbole und Begriffe (DIN 41785) 


Die Kennzeichnung der Strom-, Spannungs-, Leistungs- (Wechselwerte, Gleich- bzw. Mittel- 
werte) und Widerstandsart (Wechsel- bzw. Gleichwerte) wird durch Groß- und Klein- 
schreibung der Symbole vorgenommen. 


2.3.1. Kurzzeichen 


Kurzzeichen für Größen 

Für Augenblickswerte zeitlich veränderlicher Größen werden kleine Buchstaben verwendet. 
Beispiele: i, u, p 

Für Gleichwerte, Mittel- und Effektivwerte und für Scheitelwerte periodischer Funktionen 


des Stromes, der Spannung und der Leistung, d. h. für zeitlich konstante Größen, werden 
große Buchstaben verwendet. 


Beispiele: I, U, P 


Indizes für Kurzzeichen von Größen 


Es werden folgende Indizes verwendet. 


E,e Emitter 

B,b Basis 

6,6 Kollektor 

Rf Vorwärtsrichtung (Diode in Durchlaßrichtung) 
R,r Rückwärtsrichtung (Diode in Sperrichtung) 
M,m Scheitelwert 

av Mittelwert 


Der Index für die Kennzeichnung von Scheitel- und Mittelwerten kann weggelassen werden, 
wenn eine Verwechslung nicht möglich ist. 


Für Gesamtwerte (Augenblickswerte, Gleichwerte, Mittel-, Effektiv- und Scheitelwerte) vom 
Wert Null an gezählt werden Indizes mit großen Buchstaben verwendet. 


Beispiele: ic, Ic, Use Use, Pc. Pc 


Für Werte der veränderlichen Komponenten (z. B. für Augenblickswerte, Scheitel- und 
Effektivwerte vom arithmetischen Mittelwert an gezählt) werden Indizes mit kleinen Buch- 
staben verwendet. 


Beispiele: ic, Ic, Uber Uber Pc, Pc 


Um Scheitel-, Mittel- und Effektivwerte voneinander zu unterscheiden, können weitere 
Indizes hinzugefügt werden. Als Abkürzungen werden empfohlen: 


Scheitelwerte M,m 
Mittelwerte (arithmetische Mittelwerte) Av, av 


Beispiele: Icm, Icwı Fer Isay 
Bei Scheitelwerten kann auch ein ‚\” über dem Buchstaben verwendet werden. 


Beispiele: Kr E 
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Ic Ic 
[N : A 
S 
BR - 0 
S 
R 
0-+ 
——e Zeit 
1 ohne Signal 1 > - mit Signal = —— 
Ic Gleichstromwert ohne Signal 
Icav (arithmetischer) Mittelwert des Gesamtstromes 
(vom Wert Null an gezählt) 
Icm: k Scheitelwert des Gesamtstromes (vom Wert Null an gezählt) 
Icrms Effektivwert des Gesamtstromes (vom Wert Null an gezählt) 
Lay (arithmetischer) Mittelwert der dem Ruhegleichstrom Ic überlagerten 
veränderlichen Komponente (vom Gleichstromwert ohne Signal I. an gezählt) 
Icı Icrms  Effektivwert der veränderlichen Komponente 
(vom arithmetischen Mittelwert Icay an gezählt) 
Icmı R7 Scheitelwert der veränderlichen Komponente 
(vom arithmetischen Mittelwert Icay an gezählt) 
ic Augenblicksgesamtwert (vom Wert Null an gezählt) 
ie Augenblickswert der veränderlichen Komponente 
(vom arithmetischen Mittelwert Icay an gezählt) 
Für die in dem obenstehenden Bild angegebenen Größen gelten die 
nachstehenden Beziehungen: 
Icav = Ic+t kav 
Tem = Ic=Icav + Im 
Icams =V Poav + Perms 
ek -dati 
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Grundtabelle der Kurzzeichen 


Ob die Buchstaben der Symbole groß oder klein zu schreiben sind, kann der folgenden 
Tabelle entnommen werden. Die nachstehende Abbildung dient der näheren Erläuterung. 


Kurzzeichen 


,u,p LAU,P 
e 


b 
c Augenblickswert der Effektivwert, Mittel- 
f veränderlichen und Scheitelwert der 
r Komponente veränderlichen Komponente 
m 
® av u 
Re} 
£ E 
B 
[6 Augenblicksgesamtwert Gleichwert, Mittel-, 
F (vom Wert Null Effektiv- und Scheitelwert 
R an gezählt) vom Wert Null 
M an gezählt 
AV 


Anordnung der Indizes 


Spannungen 

Als Regel gilt, daß zwei Indizes verwendet werden, die die Punkte bezeichnen, zwischen denen 
die Spannung gezählt wird. 

Positiven Zahlenwerten der Spannungen entsprechen positive Potentiale des mit dem ersten 
Index bezeichneten Punktes, gegenüber dem mit dem zweiten Index bezeichneten Punkt 
(Bezugspunkt). 

Der zweite Index kann weggelassen werden, wenn dadurch keine Verwirrung oder kein Miß- 
verständnis entsteht. 

Eine Versorgungsspannung kann durch Wiederholung des Anschluß-Index gekennzeichnet 
werden. 


Beispiel: Uges, Ussc- Ucce 


Ströme 


Als Regel gilt, daß mindestens ein Index verwendet wird. Positiven Zahlenwerten des Stromes 
entsprechen positive Ströme, die an dem mit dem ersten Index bezeichneten Anschluß in 
das Bauelement eintreten. 


Indizes für Anschlüsse 


Bei Bauelementen, die mehr als einen Anschluß desselben Typs haben, können die Indizes 
für dieAnschlüsseabgewandelt werden, durch Hinzufügen einer Zahl hinterdem betreffenden 
Index, und zwar auf derselben Zeile. 


Beispiel: Uga.e (Spannung zwischen dem zweiten Basisanschluß und dem Emitter) 
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Bei Mehrfachanordnungen von Bauelementen können die Indizes für die Anschlüsse modifi- 
ziert werden, durch Hinzufügen einer Zahl vor dem Index, und zwar auf derselben Zeile. 


Beispiel: U} 5.28 (Spannung zwischen der Basis des ersten Bauelementes und derjenigen 
des zweiten Bauelementes) 

Leitwerte, Widerstände, Vierpolkoeffizienten usw. 

Kurzzeichen für Leitwerte, Widerstände, Vierpolkoeffizienten usw. 

Für Vierpolkoeffizienten sowie Widerstände, Leitwerte, Kapazitäten, Induktivitäten usw., 

die die Eigenschaften des Bauelementes beschrieben, werden kleine Buchstaben mit ent- 

sprechenden Indizes verwendet. 

Beispiele: hy, Arie, Z2ib: Y22c 

Für Vierpolkoeffizienten sowie Widerstände, Leitwerte, Kapazitäten, Induktivitäten usw. von 

äußeren Netzwerken oder von Netzwerken, in denen das Bauelement lediglich einen Teil 

darstellt, werden große Buchstaben mit entsprechenden Indizes verwendet. 

Beispiele: Hybı Hiller Z21b Y22 

Für Gleichwerte (auch Großsignalwerte) von Vierpolkoeffizienten sowie von Widerständen, 

Leitwerten usw. werden Indizes mit großen Buchstaben verwendet. 

Der Gleichwert ist die Neigung der Geraden vom Koordinatenursprung zum Arbeitspunkt 

auf der jeweiligen Kennlinie des Bauelementes. 

Beispiele: rg, hg, hre 

Für Wechselwerte (Kleinsignalwerte) von Vierpolkoeffizienten sowie von Widerständen, Leit- 

werten, Kapazitäten, Induktivitäten usw. werden Indizes‘ mit kleinen Buchstaben verwendet. 

Beispiele: ryp; Ab; Nre 


Für Wechselwerte (Kleinsignalwerte) von Vierpolkoeffizienten sowie von Widerständen, Leit- 
werten, Kapazitäten, Induktivitäten usw. werden Indizes mit kleinen Buchstaben verwendet. 


11 (oder i) = Eingang 

22 (oder o) = Ausgang 

21 (oder f) = Übertragung in Vorwärtsrichtung 

12 (oderr) = Übertragung in Rückwärtsrichtung 

Beispiele: U} = hy: I + 42° Un 
LR=ha'h+tha2' Up 


Anmerkung 


In der Matrizenschreibweise (oder als Elemente von Matrizen) werden die Formelzeichen 
für Spannung und Strom mit einem Index versehen, der aus einer einzelnen Ziffer besteht. 

Index 1 = Eingang; Index 2 = Ausgang. 
Der zweite Index oder der Index, der dem Ziffernpaar folgt, bezeichnet die Grundschaltung. 
Wenn der gemeinsame Anschluß selbstverständlich ist, kann der zweite Index weggelassen 
werden. 

e = Emitterschaltung b = Basisschaltung c = Kollektorschaltung 
Beispiele: (Basisschaltung) 

I = yııb * Und + Yızo ' Und 

I2 = Yaıp ' Urb + Ya2o ' Up 
Bei der Anwendung von Vierpolschreibweisen für den Transistor wird empfohlen, die Zähl- 
pfeile für den Eingangsstrom und den Ausgangsstrom in Richtung auf den Vierpol festzulegen. 
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2.3.2. Alphabetische Zusammenstellung der verwendeten Symbole 


Ausräumfaktor 

Statische Stromverstärkung in Basisschaltung 

Anode 

Dynamische Kurzschluß-Stromverstärkung in Basisschaltung (& = -hz1b) 
Innerer Stromgenerator 

Dynamische Kurzschluß-Stromverstärkung in Basisschaltung bei f = 1 kHz 


Imaginärteil der y-Parameter 

Imaginärteil des Kurzschluß-Eingangsleitwertes (des Parameters y1) 

Imaginärteil der Kurzschluß-Rückwätrtssteilheit (des Parameters yı2), 

Imaginärteil der Kurzschluß-Vorwärtssteilheit (des Parameters y>ı) 

Imaginärteil des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes (des Parameters y5>) 

Basisanschluß 

Statische Stromverstärkung in Emitterschaltung 

Dynamische Kurzschluß-Stromverstärkung in Emitterschaltung (j} = haıe) 

Dynamische Kurzschluß-Stromverstärkung in Emitterschaltung 
beif=1kHz 


Kollektoranschluß 
Kapazität 
Kollektor-Sperrschichtkapazität 
Emitter-Diffusionskapazität 
Kollektor-Sperrschichtkapazität (allgemein) 
Kollektor-Basis-Gehäusekapazität 
Kollektor-Basis-Kapazität (einschließlich der Gehäusekapazität) 

bei offenem Emitter (/£ = 0) 
Kollektor-Sperrschichtkapazität 
Kollektor-Sperrschichtkapazität 
Kollektor-Emitter-Gehäusekapazität 
Emitter-Basis-Gehäusekapazität 
Emitter-Basis-Kapazität (einschließlich der Gehäusekapazität) 

bei offenem Kollektor (Ic = O0) 
Emitter-Diffusionskapazität 
Gehäusekapazität (allgemein) 
Belastungskapazität : 
Wärmekapazität (ohne Berücksichtigung der Wärmeabgabe an die Umgebung) 
Kapazität des Kurzschluß-Eingangsleitwertes (des Parameters y;ı) 
Kapazität der Kurzschluß-Rückwärtssteilheit (des Parameters yı2) 
Kapazität der Kurzschluß-Vorwärtssteilheit (des Parameters yz1) 
Kapazität des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes (des Parameters y22) 


Emitteranschluß 
Frequenzdifferenz 


Frequenz 
Grenzfrequenz 
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Grenzfrequenz der Kurzschluß-Stromverstärkung in Basisschaltung 
Grenzfrequenz der Kurzschluß-Stromverstärkung in Emitterschaltung 
Frequenz für 8 = 1 

Höchste Schwingfrequenz 

Transit-Frequenz (extrapolierte Grenzfrequenz für 5 = 1; fr-= faı) 
Rauschzahl 


Realteil der y-Parameter 

Leitwert (Augenblickswert) 

Kollektor-Leitwert 

Emitter-Leitwert 

Kollektor-Emitter-Leitwert 

Wärmeleitwert (Augenblicksgesamtwert) 

Wärmeleitwert (Augenblicksgesamtwert) zwischen Wärmequelle und 
Gehäuse bei unendlich guter Wärmeableitung vom Gehäuse (Tg = Tu) 

Realteil des Kurzschluß-Eingangsleitwertes (des Parameters y; 1) 

Realteil der Kurzschluß-Rückwärtssteilheit (des Parameters yı5) 

Realteil der Kurzschluß-Vorwiärtssteilheit (des Parameters y>,) 

Realteil des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes (des Parameters) 

Leitwert (Gleich- bzw. Mittelwert) 

Anodengitter (Anodentor) = Steuerelektrode 

Generator-Innenleitwert 

Kathodengitter (Kathodentor) = Steuerelektrode 

Lastleitwert j 

Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) 

Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Wärmequelle und Gehäuse bei 
unendlich guter Wärmeableitung vom Gehäuse (Tg = T,) 

Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Wärmequelle und ruhender um- 
gebender Luft bei Verwendung eines Kühlbleches bestimmter Größe 

Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Wärmequelle und ruhender um- 
gebender Luft 

Dynamische Kurzschluß-Stromverstärkung in Kollektorschaltung 


Parameter der Hybrid-Matrix; (h-Matrix) 
Kurzschluß-Eingangswiderstand 
Leerlauf-Spannungsrückwirkung 
Kurzschluß-Stromverstärkung 
Leerlauf-Ausgangsleitwert 


Basis-Spitzenstrom (Scheitelwert) 

Kollektor-Spitzenstrom (Scheitelwert) 

Emitter-Spitzenstrom (Scheitelwert) 

Durchlaß-Spitzenstrom (Scheitelwert; Di) 

Stoßstrom, maximal 1 s (Di) 

Eingangswechselstrom 

Ausgangswechselstrom (allgemein) 

Basisstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 

Steuerstrom 

Ausräumstrom 

Kollektorstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 

Kollektor-Basis-Reststrom bei offenem Emitter (IE = 0) 
Kollektor-Emitter-Reststrom bei offener Basis (Is = 0) 
Kollektor-Emitter-Reststrom mit einem Widerstand Age zwischen Basis und Emitter 
Kollektor-Emitter-Reststrom bei kurzgeschlossener Emitterdiode (Ugr£ = 0) 
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Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode 
Emitterstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 
Emitter-Basis-Reststrom bei offenem Kollektor (Ic = O) 
Durchlaßstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 
Kurzschlußstrom 

Richtstrom 

Sperrstrom 


Klirrfaktor 


Induktivität 

Serien-Induktivität 

Im Index, maximal (Scheitelwert) 
Modulationsgrad 

Im Index, maximal (z.B.obere Streugrenze) 
Im Index, minimal (z.B. untere Streugrenze) 
Im Index, maximal (Scheitelwert) 


Verlustleistung 

Impulsverlustleistung 

Gesamtverlustleistung 

Phasenwinkel der y-Parameter 

Phasenwinkel des Kurzschluß-Eingangsleitwertes (des Parameters yı,) 
Phasenwinkel der Kurzschluß-Rückwärtssteilheit (des Parameters yı2) 
Phasenwinkel der Kurzschluß-Vorwärtssteilheit (des Parameters yzı) 
Phasenwinkel des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes (des Parameters y»2) 


Gütefaktor 


Widerstand (Augenblickswert) 
Basis-Bahnwiderstand 
Rückwirkungszeitkonstante 
Kollektor-Bahnwiderstand 
Emitter-Bahnwiderstand 

Widerstand (Gleich- bzw. Mittelwert) 
Basis-Vorwiderstand 

Widerstand zwischen Basis und Emitter 
Kollektor-Vorwiderstand 


Dämpfungswiderstand (Di) 

Emitter-Vorwiderstand 

Generator-Innenwiderstand 

Lastwiderstand 

Serienwiderstand 

Wärmewiderstand 

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und 
Gehäuse bei unendlich guter Wärmeableitung vom Gehäuse (Tg = Tu) 

Wärmewiderstand eines Chassisbleches (Kühlblech nicht Kühlkörper) 

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und ruhender 
umgebender Luft bei Verwendung eines Kühlbleches bestimmter Größe 

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und ruhender 
umgebender Luft 


Zeit 
Impulsdauer 
Ausschaltzeit (tzus =ts + &) 
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Integrationszeit 
Verzögerungszeit 
Einschaltzeit (ten "ta + t) 
Abfallzeit 

Im Index, thermisch 
Anstiegszeit 
Rückwärtserholungszeit; Sperrverzögerungszeit 
Speicherzeit 

Temperatur 
Gehäusetemperatur 
Sperrschichttemperatur 
Abkürzung für Transistor 
Lagertemperatur 
Umgebungstemperatur 


Spannung (Augenblickswert) 

Übersteuerungsfaktor 

Durchlaß-Spitzenspannung 

Eingangs-Hochfrequenzspannung 

Spitzen-Sperrspannung (Scheitelwert; Di) 

Stoßspannung, maximal 1 (Di) 

Eingangswechselspannung 

Ausgangswechselspannung 

Spannung (gleich- bzw. Mittelwert) 

Ausgangsspannung (gemessen Spitze-Spitze) 

Batteriespannung 

Basis-Betriebsspannung 

Basis-Emitter-Spannung 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis-Spannung 

Kollektor-Basis-Sperrspannung bei offenem Emitter (IE = O0) 

Kollektor-Betriebs-Spannung 

Kollektor-Emitter-Spannung 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis (I = O0) 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung mit einem Widerstand 
zwischen Basis und Emitter 

Kollektor-Emitter-Spannung bei kurzgeschlossener Emitterdiode 
(Uge = 0) 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei gesperrter Emitterdiode 

Eingangsspannung 

Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Kollektor (Ic = 0) 

Durchlaßspannung 

Leerlaufspannung 


Leistungsverstärkung 

Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
Leistungsverstärkung in Emitterschaltung 
Optimale Leistungsverstärkung 
Rückwärtsdämpfung 

Optimale Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
Optimale Leistungsverstärkung in Emitterschaltung 
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Parameter der Leitwert-Matrix (y-Matrix) 
Kurzschluß-Eingangsleitwert j 
Kurzschluß-Rückwärtssteilheit 
Kurzschluß-Vorwärtssteilheit 
Kurzschluß-Ausgangsleitwert 


Rückwirkungsimpedanz bei offenem Eingang 
Eingangswiderstand (allgemein) 
Ausgangswiderstand (allgemein) 


Tastverhältnis 


Kreisfrequenz w=2 nf 
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2.3.3. Alphabetische Zusammenstellung der verwendeten Begriffe 


Abfallzeit 

Abschirmung 

. Anode 

Anodenjgitter (Anodentor) = Streuelektrode 
Anstiegszeit \ 

Ausganggsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang 
Ausganggsleitwert bei offenem Eingang 
Ausganggsleitwert, Imaginärteil des (des Parameters y>5) 
Ausganggsleitwert, Kapazität des (des Parameters y»>) 
Ausganggsleitwert, Phasenwinkel des (des Parameters y>>) 
Ausganggsleitwert, Realteil des (des Parameters y5>) 
Ausgangsspannung (gemessen Spitze-Spitze U,) 
Ausgangs-Wechselspannung (allgemein) 
Ausgangs-Wechselstrom (allgemein) 
Ausgangs-Widerstand (allgemein) 

Ausräumfaktor 

Ausräumstrom 

Ausschaltzeit (taus = ts + t) 


Basisanschluß 
Basis-Bahnwiderstand 
Basis-Betriebsspannung 
Basis-Emitterspannung 
Basisstrom 
Basis-Spitzenstrom 
Basis-Vorwiderstand 
Batteriespannung 
Belastungskapazität 
Belastungswiderstand 
Betriebsfrequenz 
Bezugstemperatur 


Dämpfungswiderstand 

Determinante der Hybrid-(h-)Matrix 
Determinante der Leitwert-(y-)Matrix 
Durchbruchspannung 

Durchlaßspannung 
Durchlaß-Spitzenstrom (Scheitelwert) 
Durchlaß-Spitzenspannung (Scheitelwert) 
Durchlaßstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 


Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang 
Eingangsleitwert, Imaginärteil des (des Parameters y;,) 
Eingangsleitwert, Kapazität des (des Parameters yı) 
Eingangsleitwert, Phasenwinkel des (des Parameters y}ı) 
Eingangsleitwert, Realteil des (des Parameters y}}) 
Eingangsspannung 

Eingangs-Wechselspannung (allgemein) 
Eingangs-Hochfrequenz-Wechselspannung 
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Eingangs-Wechselstrom (allgemein) 
Eingangs-Widerstand (allgemein) 
Eingangs-Widerstand bei kurzgeschlossenem Ausgang 
Einschaltzeit (ty + ta) 

Emitteranschluß 

Emitter-Bahnwiderstand 
Emitter-Basis-Gehäusekapazität 
Emitter-Basis-Reststrom bei offenem Kollektor (Ic = 0) 
Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Kollektor (Ic = 0) 
Emitter-Diffusionskapazität 

Emitter-Leitwert 

Emitter-Spitzenstrom (Scheitelwert) 

Emitterstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 

Frequenz 

Frequenz für 5 =1 

Frequenzdifferenz 


Gehäusekapazität (allgemein) 

Gehäusekapazität, Emitter-Basis- 

Gehäusekapazität, Kollektor-Basis- 

Gehäusekapazität, Kollektor-Emitter 

Gehäusetemperatur 

Generator-Innenwiderstand 

Generator-Innenleitwert 

Gesamtverlustleistung 

Grenzfrequenz 

Grenzfrequenz der Kurzschluß-Stromverstärkung in Basisschaltung 
Grenzfrequenz der Kurzschluß-Stromverstärker in Emitterschaltung 
Gütefaktor 


Hybrid-Matrix, Parameter der 

Imaginärteil der Kurzschluß-Rückwärtssteilheit 
(des Parameters yı>) 

Imaginärtei der Kurzschluß-Vorwiärtssteilheit 
(des Parameters y51) 

Imaginärteil der y„-Parameter 

Imaginärteil des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes 
(des Parameters y>>) 

Imaginärteil des Kurzschluß-Eingangsleitwertes 
(des Parameters yı) 

Impulsdauer 

Induktivität 

Integrationszeit 


Kapazität 

Kapazität der Kurzschluß-Rückwiärtssteilheit 
(des Parameters yı>) 

Kapazität der Kurzschluß-Vorwärtssteilheit 
(des Parameters y>1) 

Kapazität des Kurzschluß-Ausganggsleitwertes 
(des Parameters y5>) 

Kapazität des Kurzschluß-Eingangsleitwertes 
(des Parameters y71) 


Ueso 
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Kapazität normierte 

Kathodengitter (Kathodentor) = Steuerelektrode 

Klirrfaktor 

Kollektoranschluß 

Kollektor-Bahnwiderstand 

Kollektor-Basis-Gehäusekapazität 

Kollektor-Basis-Reststrom bei offenem Emitter (/g = O) 

Kollektor-Basis-Spannung 

Kollektor-Basis-Sperrspannung bei offenem Emitter (Ig = 0) 

Kollektor-Betriebsspannung 

Kollektor-Emitter-Gehäusekapazität 

Kollektor-Emitter-Leitwert 

Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode 

Kollektor-Emitter-Reststrom bei offener Basis (/g = O) 

Kollektor-Emitter-Reststrom mit einem Widerstand Age 
zwischen Basis und Emitter 

Kollektor-Emitter-Spannung 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei kurzgeschlossener 
Emitterdiode (Uge = 0) 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis (/g = 0) 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung mit einem Widerstand Rge 
zwischen Basis und Emitter 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei gesperrter Emitter-Diode 

Kollektor-Sperrschichtkapazität 

Kollektor-Sperrschichtkapazität (allgemein) 

Kollektor-Leitwert 

Kollektor-Sperrschichtkapazität 

Kollektor-Basis-Kapazität (einschließlich Gehäusekapazität) 

Kollektorstrom (Gleich- bzw. Mittelwert) 

Kollektor-Spitzenstrom (Scheitelwert) 

Kollektor-Vorwiderstand 

Kreisfrequenz (2 rn: f) 

Kurzschluß-Ausganggsleitwert 


Kurzschluß-Ausgangsleitwert, Phasenwinkel des (des Parameters y5») 


Kurzschluß-Eingangsleitwert 


Kurzschluß-Eingangsleitwert, Phasenwinkel des (des Parameters y}ı) 


Kurzschluß-Eingangswiderstand 
Kurzschluß-Rückwiärtssteilheit 


Kurzschluß-Rückwärtssteilheit, Phasenwinkel der (des Parameters y1>) 


Kurzschlußstrom 
Kurzschluß-Stromverstärkung 
Kurzschluß-Stromverstärkung, dynamische, in Basisschaltung 
Kurzschluß-Stromverstärkung, dynamische, 

in Basisschaltung bei f = 1 kHz 
Kurzschluß-Stromverstärkung, dynamische, in Emitterschaltung 
Kurzschluß-Stromverstärkung, dynamische, 

in Emitterschaltung bei f = 1 kHz 


Kurzschluß-Stromverstärkung, dynamische, in Kollektorschaltung 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit 
Kurzschluß-Vorwärtssteilheit, Phasenwinkel der 
(des Parameters y>}) 
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Lagertemperatur 

Lastleitwert 

Lastwiderstand 

Leerlauf-Ausgangsleitwert 

Leerlaufspannung 
Leerlauf-Spannungsrückwirkung 
Leistungsverstärkung 

Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung, optimale 
Leistungsverstärkung in Emitterschaltung 
Leistungsverstärkung in Emitterschaltung, optimale 
Leitwert (Augenblickswert) 

Leitwert (Gleichwert) 

Leitwert-Matrix, Parameter der 


Maximal, im Index (Scheitelwert) 

Maximal, im Index (z.B. obere Streugrenze) 
Minimal, im Index (z.B. untere Streugrenze) 
Mischrauschmaß 

Modulationsgrad 


Parallelkapazität 

Periodendauer 

Phasenwinkel der Kurzschluß-Rückwärtssteilheit 
(des Parameters yı>) 


Phasenwinkel der Kurzschluß-Vorwärtssteilheit (des Parameters y>ı ) 


Phasenwinkel der y-Parameter 
Phasenwinkel des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes 
(des Parameters y»5>) 


Phasenwinkel des Kurzschluß-Eingangsleitwertes (des Parameters y; ı) 


Rauschzahl 
Rauschzahl, Misch- 


Realteil der Kurzschluß-Rückwärtssteilheit (des Parameters yı2) 


Realteil der Vorwärtssteilheit 

(des Parameters y>ı) 
Realteil der y„-Parameter 
Realteil des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes 

(des Parameters y»>) 
Realteil des Kurzschluß-Eingangsleitwertes 

(des Parameters yıı) 
Richtspannung 
Richtstrom 
Rückwirkungsimpedanz bei offenem Eingang 
Rückwirkungszeitkonstante 
Rückwärtsdämpfung 
Rückwärtserholungszeit 
Rückwäfrtssteilheit bei kurzgeschlossenem Eingang 
Rückwärtssteilheit, Imaginärteil der (des Parameters y}>) 
Rückwätrtssteilheit, Kapazität der (des Parameters yı>) 
Rückwärtssteilheit, Phasenwinkel der (des Parameters yı>) 
Rückwäfrtssteilheit, Realteil der (des Parameters y1>) 
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Schaltzeitkonstante 
Schwing-Grenzfrequenz 
Serieninduktivität 
Serienwiderstand 
Spannung 
Spannungsrichtverhältnis 
Spannungsrückwirkung bei offenem Eingang 
Speicherzeit 
Speicherkonstante 
Sperrschichttemperatur 
Sperrverzögerungszeit 
Steilheit, innere 
Steuerstrom 
Stromverstärkung bei kurzgeschlossenem Ausgang 
Stromverstärkung, dynamische Kurzschluß-, in Basisschaltung 
Stromverstärkung, dynamische Kurzschluß-, 
in Basisschaltung bei f=1kHz 
Stromverstärkung, dynamische Kurzschluß-, in Emitterschaltung 
Stromverstärkung, dynamische Kurzschluß-, 
in Emitterschaltung bei f = 1 kHz 
Stromverstärkung, dynamische Kurzschluß-, in Kollektorschaltung 
Stromverstärkung, statische, in Basisschaltung 
Stromverstärkung, statische, in Emitterschaltung 
Stromverstärkung, statische, in Emitterschaltung normiert 


Tastverhältnis 

Temperatur 

Temperaturdifferenz 

Transitfrequenz (extrapolierte Grenzfrequenz) für ß = 1; fr.= fpı 


Übersteuerungsfaktor 
Umgebungstemperatur 


Verlustleistung 

Verlustleistung, Gesamt- 

Verlustleistung, Impuls- 

Verzögerungszeit 

Vorwärtserholungszeit 

Vorwärtssteilheit bei kurzgeschlossenem Ausgang 
Vorwärtssteilheit, Imaginärteil der (des Parameters yzı) 
Vorwärtssteilheit, Kapazität der (des Parameters y>ı) 
Vorwärtssteilheit, Phasenwinkel der (des Parameters y>1) 
Vorwiärtssteilheit, Realteil der (des Parameters y;ı) 
Vorwiderstand 
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Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) 

Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Sperrschicht 
(Wärmequelle) und Gehäuse bei unendlich guter Wärmeableitung 
vom Gehäuse (Tg = Tu) 

Wärmeleitwert (Ableitungskonstante) zwischen Sperrschicht 
(Wärmequelle) und ruhender umgebender Luft, bei Verwendung 
eines Kühlbleches bestimmter Größe 

Wärmeleitwert zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und ruhender 
umgebender Luft 

Wärmewiderstand 

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und 
ruhender umgebender Luft 

Wärmewiderstand eines Chassisbleches (Kühlblech, nicht Kühlkörper) 

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und 
ruhender umgebender Luft bei Verwendung eines Kühlbleches 
bestimmter Größe 

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht (Wärmequelle) und 
Gehäuse bei unendlich guter Wärmeableitung vom Gehäuse 
(Ts = Tu) 

Wert des Vorwiderstandes 

Widerstand (Augenblickswert) 

Widerstand bei der Temperatur T 

Widerstand (Gleitwert) 


y-Parameter, Imaginärteil des 
y-Parameter, Kapazität der 
y-Parameter, Phasenwinkel des 
y-Parameter, Realteil des 


Zeit 


Gen; In 
GrnyG 
IthyG 
GthL 


Grhyu 
Rın 


Rensu 
Renc 
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2.3.4. Erläuterungen zu den verwendeten Symbolen und Begriffen 


Im folgenden sind die für die Daten der Transistoren verwendeten Symbole und Begriffe 
kurz erläutert. 

Um die verschiedenen Spannungen und Ströme des Transistors kennzeichnen zu können, 
verwendet man einen aus Buchstaben bestehenden Index. 

Die verwendeten Buchstaben geben Aufschluß über die jeweilige Anschlußart der Transis- 
toranschlüsse. Ihre Reihenfolge in Verbindung mit dem Vorzeichen (+ oder —) kennzeichnet 
die Richtung der Spannung bzw. des Stromes. Es gilt hierbei die technische Stromrichtung 
(Strom von + nach -). 


Die drei Transistoranschlüsse werden wie folgt bezeichnet: 


Emitter E 
Basis B 
Kollektor CK 


Zur Kennzeichnung der Restströme und Sperrspannungen wird ein dritter Buchstabe im 
Index verwendet. Dieser Buchstabe gibt Aufschluß über die Anschlußart des nicht ge- 
nannten, dritten Anschlusses. 


Es werden folgende Abkürzungen verwendet: 


[6] Der dritte, nicht genannte Anschluß ist offen. 

R Ohmscher Widerstand zwischen dem an zweiter Stelle und dem nicht genannten 
Anschluß. 

Ss Kurzschluß zwischen dem an zweiter Stelle und dem nicht genannten Anschluß. 


2 Vorspannung in Sperrichtung zwischen dem an zweiter Stelle und dem nicht ge- 
nannten Anschluß. 
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2.4. Technische Erläuterungen 


2.4.1. Grundschaltungen von Transistoren 


Emitterschaltung Basisschaltung 


N: a 
I 
U: I: I I: 


Kollektorschaltung 


Charakteristische Eigenschaften der Grundschaltungen 


Emitterschaltung Basisschaltung Kollektorschaltung 
Eingangswiderstand mittel klein groß 
zZ 
Z, Zie Zu 8 N Zıue®ß RL 
Ausgangswiderstand groß sehr groß klein 
ZıetR 
Z3 Ze Zap & Zae Zac ar Zu 
Stromverstärkung groß <1 groß 
j 
ß we zß+1 
ß NH af 
Spannungsverstärkung groß groß <1 
Leistungsverstärkung sehr groß groß mittel 
Grenzfrequenz niedrig hoch niedrig 
fr GB fn Sp 
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Erläuterung wichtiger elektrischer Kenngrößen 


z.B. Strom und Spannung bei Silizium NPN-Transistoren 


Ucer (Icer) 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
(Kollektor-Emitter-Reststrom) 

mit einem Widerstand zwischen 
Basis und Emitter. Der maximal 
zulässige Wert des Widerstandes 
Rge Ist in den Datenblättern an- 
gegeben. Bei höheren Werten von 
Re gilt die Sperrspannung Uceo 


+ (so (ca 
us 


Ucso (Icso) 
Kollektor-Basis-Sperrspannung 
(Kollektor-Basis-Reststrom) 

bei offenem Emitter; Ige = 0 


Ugso (Jeso) 
Emitter-Basis-Sperrspannung 
(Emitter-Basis-Reststrom) 

bei offenem Kollektor; Ic = O 
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Uceo (Iceo) 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 


(Kollektor-Emitter-Reststrom) 

bei offener Basis; /g = 0. Der Zu- 
stand Ip = O kann z.B. im Schal- 
terbetrieb auch dann kurzzeitig 
auftreten, wenn zwischen Basis 
und Emitter ein Widerstand ange- 
ordnet ist. 


Ucev (Icev) 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 


(Kollektor-Emitter-Reststrom) 
bei gesperrter Emitterdiode, d.h. 
Vorspannung in Sperrichtung 
zwischen Basis und Emitter 


Uces (less) 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 


(Kollektor-Emitter-Reststrom) 
bei kurzgeschlossener Emitter- 
diode; Uge =0 
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2.4.2. Zulässige Gesamtverlustleistung bei Transistoren 


Bei Leistungstransistoren ist die zulässige Gesamtverlustleistung in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur Ty mit der Spannung Uce als Parameter in Form von Kurvenscharen 


angegeben. 


Diese Kurven gelten unter dem Gesichts- 
punkt gleicher Zuverlässigkeit. Dabei 
nimmt die zulässige Gesamtverlustlei- 
stung mit steigender Kollektorspannung 
ab. 


Die folgenden Kurven sind als Bei- 
spiele zu betrachten. 


Die Wärmeverteilung im Kristall des 
Halbleiterbauelementes ist bei Belastung 
nicht gleichmäßig, sondern abhängig 
vom Strom und der angelegten Span- 
nung. Bei größeren Kollektorspannungen 
verändert sich mit steigendem Tempera- 
turgradienten im Kristall der am Strom- 
fluß beteiligte Querschnitt im Halbleiter, 
so daß es zu einer Zunahme des Wärme- 
widerstandes kommt. 


Prot 
A 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Prr=Ff (Te); (Uce= Parameter) 
30 


Ugg=0 bis 13V 


K  Strom- und Spannungsabhängigkeit des Wärmewiderstandes Aunss =f (Uc); 


"W (Ic= Parameter) 


ı Im 7 ET —— >77 
tie 1 - | 
R r 
1108 08A 05A | 
Kirzı 1 
I 
L 
i Ig=02A 
in 10 20 30 40 50V 
—- U 
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Wird dieses, durch Aufbau und Größe des Halbleiterbauelements bedingte Verhalten nicht 
beachtet, so kann eine so starke Stromeinschnürung auftreten, daß schon bei relativ kleinen 
Leistungen gegenüber der maximal zulässigen Verlustleistung so hohe Temperaturen im 
Kristall auftreten, daß dieser lokal aufschmilzt, d. h. der Transistor kann zerstört werden. 
Die Wärmekapazität eines solchen Stromkanals ist äußerst gering, so daß trotz des hohen 
Wärmewiderstandes Zeitkonstanten von z. B. 10-7s auftreten. Die Sperrspannung bricht 
aufgrund der plötzlich auftretenden hohen Temperatur zusammen. Man spricht deshalb 
vom Durchbruch „zweiter Art” (second breakdown.), welcher praktisch nicht von der 
Temperatur abhängt. 


Mit Transistoren können Leistungen geschaltet werden, die größer als die statische Verlust- 
leistung sind. Während eines Umschaltvorganges wird im allgemeinen die für die Dauerlast 
gültige Verlustleistungs-Kurve überschritten. Dies ist dann zulässig, wenn die Wärme- 
kapazität des Systems und die Wärmeableitung verhindern, daß die kurzzeitig auftreten- 
den Verluste das Transistorsystem über die maximal zulässige Sperrschichttemperatur 
erwärmen. 


Es werden Diagramme angegeben, um die maximal auftretenden Sperrschichttemperaturen 
errechnen zu können. Die Angabe solcher Diagramme ist besonders notwendig für Lei- 
stungstransistoren und Transistoren, bei denen durch Aufstecken von Kühlkörpern höhere 
Belastbarkeit angestrebt wird. 


K 
W Impulswärmewiderstand runs =f (t) (Tastverhältnis v = Parameter) 


1 


5 
"inde rat 


1° 


-1 
SE: H h HH ii 
ERS I lm I 
v-4 Pit 
mus TEE REEN wi ‚a 4 


INTREN! 


Ps 10* 10° 0: 10" 10° 1" 


—f 


Ei —— 


o m 


10 ul 
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Untenstehendes Diagramm wurde aus dem thermischen Einschwingvorgang eines Tran- 
sistors abgeleitet. Das Ersatzschaltbild des Wärmewiderstandes Rı, kann als Leistung mit 
verteilten R- und C-Gliedern dargestellt werden. Dadurch, daß Wärmekapazitäten vor- 
handen sind, halten Transistoren Impulsleistungen aus, die größer sind als die statisch 
zulässige Gesamitverlustleistung (vgl. DIN 41862). 


Umgebung Kühlkörper 
R, R, R: R 
Anm) Er 2 
Cinc In [z EC, Sperrschichttemperatur 
- Gehäusetemperatur 
Umgebungstemperatur 


Will man den Transistor in der Nähe der maximal zulässigen Sperrschichttemperatur be- 
treiben, so sind zwei Diagramme für die Errechnung der maximalen Sperrschichttemperatur 
zu beachten. Das Diagramm für den Wärmewiderstand als Funktion der Zeit gilt uneinge- 
schränkt für den Betrieb bei sekundärdurchbruchfreiem Spannungsbereich. Bei sekundär- 
durchbruchbegrenztem Spannungsbereich ist jedoch die Spannungsabhängigkeit des 
thermischen Widerstandes zu berücksichtigen. In diesem Falle ist der Impulswärmewider- 
stand nyg = f (t) mit einem spannungsabhängigen Korrekturfaktor Ky zu multiplizieren. 
Dieser Faktor wird aus dem Diagramm P;ot = f (Te) als das Verhältnis Pot zu Pu ermittelt. 
Prot ist die maximale zulässige Gesamtverlustleistung, Pu ist die maximal zulässige Impuls- 
verlustleistung bei der im Betrieb auftretenden Spannung Uce. 


Der spannungsabhängige Korrekturfaktor wird auf ähnliche Weise auch für statische Be- 
lastung berechnet. 


Prot 
Renscw= Ku Runsc= BD Rense 
U 


PR: t 
Fnscw)= Ku fıinsc= pP. 


PthyG 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


f 
ie B k Mit dem Diagramm „Zulässige Impuls- 
eHrs belastbarkeit” kann man eine maximale 
m Hi! zulässige Impulsverlustleistung P7 errech- 
r Jun Il nen. 
0 Zuerst wird ein Faktor m aus dem Dia- 
gramm für das im Anwendungsfall vor- 
0,005 liegende Tastverhältnis v und Impulsdauer 
on ll t abgelesen, hernach wird Pu aus dem 
w? 8 Diagramm „Temperaturabhängigkeit der 
00 zulässigen Gesamtverlutleistung” bei der 
Bi Betriebsspannung ermittelt. 
1 Die maximal zulässige Impulsverlustlei- 
10! [9,1 stung ergibt sich sodann aus der Formel 
0,2 P; =m- Pu- 
10,5 11] Im) 
10° 1 
05 os 
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Ist der Impulsverlauf nicht rechteckig, so ist die volle Impulshöhe zu berücksichtigen und 
für die Impulsdauer eine Näherung einzusetzen, die sich aus der Impulsbreite bei 20% der 
Impulshöhe ergibt. Eine Umrechnung in ein flächengleiches Rechteck ist aus Gründen des 
komplexen Wärmewiderstandes nicht zulässig. 


Das Maximum der Sperrschichttemperatur kann dann berechnet werden nach der Formel: 


T= (Po+ vPı) (Rinsu-Kuftnsc)+ PoKuRtnsct PrKurtnsct Tu 

Renc 
Wird hierbei die maximale zulässige Sperrschichttemperatur überschritten, ist die Rechnung 
mit einem größeren Kühlkörper zu wiederholen. 
Die einzelnen Beiträge zur Erhöhung der Sperrschichttemperatur sind aus folgender Ab- 
bildung ersichtlich. 


R 
a Wärme- 


N 
Wärmeströmung quelle 
nn Fl 


äußerer innerer 
Wärmewiderstand | Wärmewiderstand 


Umgebung Gehäuse Y öperrschicht 
Mm [f Rechenwert 1; 


| Rtnc | | 
— 
(RK Arad —— Foku Ainas —— Ak Ange 


Dabei bedeutet: 


P; Scheitelwert der Verlustleistung (Impulsverlustleistung) 

Po Gleichstromverlustleistung 

vP; über die Dauer einer Periode gemittelte Impulsverlustleistung 
t Dauer der Impulsverlustleistung 

v Tastverhältnis 4- 

T Periode 


fınag Impulswärmewiderstand 

Ku Spannungsabhängiger Korrekturfaktor 

Pu maximale zulässige Gesamtverlustleistung bei Uc£ 
Rtnc  Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung 
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Verlustleistung im Transistor bei Betrieb als Schalter 


Ausgangs- U 
impuls ' / | | 
BB 
Verlustleistung PA 
im Transistor IogP 
bei: ' 
Pr 
Ps Pb 
induktiver Last i ; 
JogP 
ohmscher Last | 
JogP | 
kapazitiver Last {| 


Während einer Schaltperiode wird 
der Transistor durch Sperr-, Ein- 
schalt-, Durchlaß- und Ausschalt- 
verluste belastet. Die Zeitdiagram- 
me der dabei im Transistor auftre- 
tenden Verlustleistungen sind für 
induktive, ohmsche und kapazitive 
Last in den folgenden Abbildungen 
dargestellt. 


| Pi, 


= be 
Anstelle der kurvenförmigen Verläufe kann man hier beim Ein- und Ausschalten recht- 
eckige Impulsformen annehmen. Bei einer ohmschen oder überwiegend ohmschen Be- 
lastung kann vereinfacht angenommen werden, daß der Ausschaltimpuls ohne Zwischen- 
pause dem Einschaltimpuls folgt. Dann gilt folgende Tabelle: 


Last Impulsdauer t Impulsverlust- Über die Dauer einer Periode 
leistung gemittelte Verlustleistung 

taus Pı Ps+Pe+ Po 
fein + laus | Pe= Pr | Ps 

c | lein Pe | Ps+ Po+ Ph 

Ps Sperrverlustleistung 

Pe Scheitelwert der Einschaltverlustleistung 

Po Durchlaßverlustleistung 

Pa Scheitelwert der Ausschaltverlustleistung 
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2.4.3. Zulässiger Betriebsbereich 


Bei fast allen Transistortypen wird im Ic/Uce-Kennlinienfeld ein zulässiger Betriebsbereich 
(SOAR-Kurve) gemäß dem untenstehenden Bild angegeben. Innerhalb dieses Bereiches 
sind alle Werte von Ic und Uer erlaubt. 

Es ist darauf zu achten, daß die im Kennlinienfeld angegebene Verweilzeit nicht über- 
schritten wird. 

Die dort dargestellten Kurvenscharen beinhalten sowohl die Spannungsabhängigkeit 
(Ptot = f (Tg)-Kurve) als auch die Stromabhängigkeit. Ferner ist auch die Folgefrequenz der 
maximal möglichen Beanspruchung angegeben. 

Die Unstetigkeiten der Kurvenscharen sind auf die unterschiedlichen Grenzdaten zurück- 
zuführen, wie maximale Sperrschichttemperatur, Strombelastbarkeit und Einfluß der Span- 
nungsabhängigkeit (Sekundärer Durchbruch). 


10' R 


SONS hg 
NER \ NL TDN ERNN 
A NEN SINN 0.01 
L IINAENN.N 


w? 


10° I) 10? v 
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2.4.4. Wärmeableitung bei Transistoren 


Leistungstransistoren werden zur Erzielung besserer Wärmeableitung auf Chassisbleche 
montiert. In diesem Falle ist anstelle von Rınyu (vorheriger Abschnitt) der Wärmewiderstand 
zwischen Sperrschicht über das Chassisblech zur Umgebung Rınu anzusetzen. 


R+hL=Ritnc + Rınys 


Der Wärmewiderstand des Chassisbleches Rınc wird nach der folgenden Näherungsformel 
(gültig für Kühlblech - nicht für Kühlkörper) berechnet: 


3,3 650 
Rıenc= —= C925 C 
ne" 7 "FF 
A Wärmeleitwert des Chassisbleches in W/Kcm 

Material A(W/K cm) 

Aluminium 2,1 

Kupfer 3,8 

Messing 1,1 

Stahl 0,46 


Dicke des Chassisbleches in mm 
Fläche des Chassisbleches in cm? 
Korrekturfaktor für die Lage und die Oberflächenbeschaffenheit des Chassisbleches 


d 
A 
C 


Oberfläche geschwärzt 


0,43 
0,5 


senkrecht 
waagrecht 


Die Formel gilt für annähernd quadratisch geformte Chassisbleche, wenn der Transistor in 
der Mitte des Kühlbleches montiert, die einzige Wärmequelle am Chassisblech darstellt. 
Die Werte der Konstanten A und C gelten in ruhender Luft bis zu einer Umgebungstempe- 
ratur von etwa 45 °C, wenn keine heißen, wärmestrahlenden Teile in der Nähe sind. 


Wärmeübergangswiderstand einer Glimmerscheibe Rın (K/W) 
Dicke der Scheibe trocken beidseitig eingefettete Scheibe 


Gehäuse 50 u 100 u reduziert den Widerstand um: 
TO-3 1,25 1,5 0,9 K/W 
SOT-9 2,5 3 1,5 K/W 
TO-126 8 10 4 K/W 
TO-202 8 10 4 K/W 
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2.4.5. Schaltzeiten von Transistoren 


Beim Einsatz von Transistoren als Schalter wird der Ausgangsimpuls gegenüber dem Ein- 
gangsimpuls verformt und verzögert. 


Folgendes Bild zeigt das Schaltverhalten eines Transistors in Emitterschaltung: 


I 
H Eingangsimpuls 
|. r 
# | 
| 
| Uog-0 
Ic ” bl 
k 
Ausgangsimpuls 
RL 
= Lee 
Rh-tef —> Ur 


Anhand des obigen Bildes definiert man folgende Zeiten: 


Einschaltzeit tn =ta +, 


Die Einschaltzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) nach Einschalten 
des Steuerstromes (Basisstrom) auf 90% seines Maximalwertes ansteigt. Sie setzt sich 
zusammen aus der Verzögerungszeit t4 und der Anstiegszeit tr. Die Verzögerungszeit ist 
die Zeit, in der nach Einschalten des Steuerimpulses der Kollektorstrom auf 10% seines 
Endwertes angestiegen ist. Die Anstiegszeit ist jene Zeit, in der der Kollektorstrom von 10% 
auf 90% seines Endwertes ansteigt. 


Ausschaltzeit tus = ts + 

Die Ausschaltzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerimpulses der Ausgangs- 
strom auf 10% seines Maximalwertes absinkt. 

Sie setzt sich zusammen aus der Speicherzeit t, und der Abfallzeit t;. 


Die Speicherzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstromes (Basisstrom) der 
Ausgangsstrom (Kollektorstrom) auf 90% seines Maximalwertes absinkt. 


Die Abfallzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) von 90% auf 10% 
seines Maximalwertes absinkt. 
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Die kürzesten Schaltzeiten lassen sich wegen der hohen Steuerströme in Basisschaltung 
erreichen, während die Ausschaltzeit bei Kollektorstufen wegen fehlender Sättigung beson- 
ders gering ist. 

Die anschließende Diskussion der Schaltzeiten gilt bei gesättigtem Betrieb in Emitter- 
schaltung. 

Dabei ist 

Iso der Basisstrom, der den Transistor bis zur Übersteuerungsgrenze durchsteuert 
Isı > Iso der Einschaltbasisstrom 

Is2 z Iso der Ausräumbasisstrom 


a) Verzögerungszeit tg 

Nach dem Anlegen eines Steuersignals vergeht eine Zeit t4, bis die Emitterbasissperr- 
schichtkapazität Cgg umgeladen und die Emitterdiode in Flußrichtung gepolt ist. tq verkürzt 
sich bei zunehmendem Steuerstrom Ipı- Bei Leistungstransistoren ist häufig tg < tr. 


b) Anstiegszeit t, 
Während t, muß über den Steuerstrom die Steuerladung in der Basis aufgebaut werden. 
Nach Definition ist t=Tain Isı/Igo—0,1 

Ig1/180—0,9 


Der Bauelementefaktor Tc (Zeitkonstane bei Stromsteuerung) ist von der Größenordnung 
der Trägerlebensdauer, d. h. typisch 1-10 us bei Leistungstransistoren und 1-2 Größen- 
ordnungen geringer bei schnellen Schaltern. Der Arbeitspunktfaktor zeigt, daß t, bei großen 
Steuerströmen Igı > Iso sehr klein wird. Wegen der Abhängigkeit von der Stromver- 
stärkung erhöht sich t, mit zunehmendem Ic. 


c) Speicherzeit ts _ 
Nach Erreichen der Übersteuerungsgrenze wird der Basisstromanteil /g1 > Iso zum Aufbau 
einer Sättigungsspeicherladung verwendet. 


Beim Abschalten muß während t, zunächst diese Speicherladung abgebaut werden, bevor 
Ic sich verringern kann. Dabei ist 


= /82/ Iao+ Iaı/ Tao 0 
t=T, In Tosfloo+1 +2 (90% Ic) 
Der 2. Term, der definitionsgemäß die Abnahme von Ic auf 90% beschreibt, ist gegen den 
ersten Ausdruck i. a. zu vernachlässigen. Die Speicherzeitkonstante Ts ist ebenfalls mit der 
Trägerlebensdauer vergleichbar, siehe b). Der Arbeitspunktfaktor läßt erkennen, daß kurze 
Speicherzeit bei kleinem /pı aber großem Ausräumstrom I/g2 zu erreichen ist. Entsprechend 
der Abnahme von B - Zunahme von /so — zu hohen Kollektorströmen nimmt die Speicher- 
zeit zu hohen Kollektorströmen hin ab. 


d) Abfallzeit t 

In der Abfallzeit nimmt die Basissteuerladung zusarnmen mit Ic theoretisch gemäß folgen- 
der Beziehung ab: Iga/Igo+ 09,9 

Iga/Igo+ 0,1 

Diese Gleichung, die eine Abnahme von t; bei größerem Ausräumstrom voraussagt, gilt in 
der Praxis nur für Transistoren ohne Kollektorspeicherladung, d.h. für Epibasis- und einfach- 
diffundierte Transistoren, oder für die niedersperrenden Planartransistoren. Bei hochsperren- 
den dreifachdiffundierten Typen wird t dagegen davon beeinflußt, wie beim Abschalten 
die Kollektorrestladung über die Basis aus dem Transistor entfernt werden kann. In der Praxis 
resultiert daraus oft eine Zunahme von t+ mit Ig2; und Ic. Auch eine in obiger Gleichung 
nicht ausgedrückte Zunahme mit Iı wird häufig beobachtet. 


4= Tc In 
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Für schnelle hochsperrende Leistungsschalter lassen sich die Schaltzeit-Datenblattangaben 
besonders einfach in folgender bewährter Meßschaltung angeben und überprüfen. 


Die gezeichnete Ansteuerschaltung ist zweckmäßig, wenn kein Impulsgenerator für einige 
Amperes Steuerstrom verfügbar ist. Es gilt folgender Zusammenhang zwischen den ge- 
wünschten Strömen und den entsprechenden Widerstandswerten 


R, ns (Ueesat des BSX 62= 0 V) 
B1 B2 
IUgal+ U 
By= B2 BEsat 
e ga! 


Ucc-U 
R= cc CEsat 
L ee en 
Folgende Spannungswerte werden für dreifachdiffundierte Transistoren empfohlen: 


Ucc= 60 V IUg:1=5 V 
Us1=11V 


Es kann angenähert Uggsat = 1 V, Ucgsat =O V für die geprüften Transistoren angenommen 
werden. 
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2.4.6. Der Transistor als linearer Vierpol 


Beschreibung des Transistors mit h-Parametern im Niederfrequenzbereich. 
Die h- oder Hybridparameter werden in der Regel als reelle Größen angegeben. 


I la 


Transistor - 


Vierpol 


Mgdg Baarlı 


Be En Kurzschluß- M® I Leerlauf- 
ii) ua=o  Eingangswiderstand U2 ) 1=0 Spannungsrückwirkung 


Aay= “) Kurzschluß- ee Leerlauf- 
ii / ua=0 Vorwärtsstrom- U2) i\=0  Ausgangsleitwert 
verstärkung i 


Zusammenhang zwischen den h-Parametern in Basis- und 
Emitterschaltung 


ee z 1 ( nie et 


haıv N220 1+ Azre—Mi2et Ahe \-(haı+ Ahe) R22e 
2 AT: ( Anıe nass) 
Ran Ra20 1+ Rzıe \-Rz1e R22e 
( Ü _ 1 ( hııv | 
Rare N22e 1+ AaıoAıau+ An \-(Azıvt A Av)  Rao 
Hi Ba N. ( ha ea 
Ra1e N22e 1+ Aaıp \—Rz1e Ra220 


Ah= hy, ha22-Rı2 Raı 


Beschreibung des Transistors mit y„-Parametern im Hochfrequenzbereich. 
Die y- oder Leitwertparameter werden in der Regel als komplexe Größen angegeben. 


Transistor - 


Vierpol 


h=Yıı Urt Yıa ' Ua 


Ia= Yaı ' Urt Yaa2 ' Ua 


. Te 2 Kurzschluß- 
Yı= ıt /jbu1= ( AR och Eingangsleitwert 
r RR 2 Kurzschluß- 
Yı2= ı2+ /b12= ( . ) ee Rückwiärtssteilheit 
4 N Kurzschluß- 
Y21= 9z1+ jba1= ( U, ) a Vorwärtssteilheit 
Yan ee Mg Ei Kurzschluß- 
2) u1=0 Ausgangsleitwert 


Zusammenhang zwischen den y-Parametern in Basis- und 
Emitterschaltung 


Yırb Yızb \ _ Yıle+ Yızet Y21et Y22e -(Yızet Y22e)) 
Y2ıb Y22b -(Ya1et Y22e) Y22e 

Kr Ynae \- ( Yırbt Yızbt Yaınt Yazb -(Yızvt Ya) 
Y2ıe Y22e —-(Yaıv+ Ya20) Y22b 


Berechnungshinweise bei Verwendung der h- bzw. y-Parameter. 
(In den h-Parameter-Formeln sind ausschließlich reelle Größen verwendet.) 


Zusammenhang zwischen den h- und y-Parametern 


hu= RS ha= Yzı 
yıı Yıı 

Ay 

b=-72 h>= —— 
” Yıı ” Yıı 


U =Uo-h" Ze | 

U, = ig zZ ZG "yg y Transistor- Zze1 
ZER+IX u Vierpol 2. 
y=G+jB 


+Ah- + 
Eingangswiderstand Z= ” a a rn . 2 E a Hay 


i _ 1 _w__MmtRes __ Yetym 
Ausgangswiderstand Za2= EEE Drau Tavst ig 
" ‚_h_ ha1 _...yaı Yı 
Stromverstärkung N TWeh um FAy 
: u _ ha RA =y21 
Spannungsverstärkung Vu= u Aut Er h = AL Ty+ty2 
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Leistungsverstärkung (vom Generatorwiderstand unabhängige Klemmenverstärkung) 


p= 2.n]?.&- Azı? Rı & y»1|? GL 
Pı Gi (1#h22°A)lm+AhR) Re {Ye yu+Ay) (N + ya2”)} 


Leistungsverstärkung, bezogen auf die verfügbare Generatorleistung 
(diese Definition ist in der Regel Grundlage für Datenblattangaben Vp) 


A 4: h21? Ra Rı ER. Ya? Ge Gı 
Paopt[{1 + h22° Ru)lhn + Ro)- hi2 ' hai» Rı? [Ye + Ya) (NL + Ya2) Yı2 ° ya] 


Die optimale Leistungsverstärkung bei Anpassung am Ein- und Ausgang, d. h. mit Zg = Zf') 

Zı = Z5') kann nur erzielt werden, wenn die Stabilitätsbedingung eingehalten wird: 

Yı2 yaı) _1 yı2 * Y2ı 
Ya (Im {ann 02 


2 
7 Sr 2) >0; Ah>o (alle h reell) 


1-Re{ 4 


911922 
Die Berechnung von Vpopt erfolgt für den (angenommenen) Fall der Rückwirkungsfreiheit 


hia = 0; yı2 = O durch: 


VEERER ha? y21]? 
PoPET 4 hun ha2 4 91'922 


Im Fall der Neutralisation sind die durch den Neutralisationsvierpol (modifizierten Werte 


h’ik, Y'ik einzusetzen. 


Beschreibung des Transistors mit S-Parametern im Hochfrequenzbereich 


Die S- oder Streuparameter werden als komplexe Größen unter Bezug auf den Wellen- 
widerstand Zo des Meßsystems angegeben. 


- b1 = Sı1 aı + Sı2 &2 
b2 = S21 aı + S22 &2 


linearer 
Miergal Th, a2 hinlaufende Wellen 
b1,2 weglaufende Wellen 


b Eingangs- ' Rückwärtsüber- 
S12=S12 d1= (— j SS ed != (I 
u: (&*) a,-0 reflexionsfaktor '' ( 4 ).. -o tragungsfaktor 


a zn (=) Vorwärtsüber- Ausgangs- 
21 =e21 >= Br 
a,=0 


ge e22_ [2 ; 
2: tragungsfaktor °2? ee | ls _.o feflexionsfaktor 


AsS=D = 51 S22-512 S2ı 
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Berechnungshinweise bei Verwendung der S-Parameter 


S12s2ıTL 


Eingangsreflexionsfaktor bei beliebigem Abschluß Z\ s1=sıt 
1-822 Tı 


512 S2ı1G 
1-571 Ig 


Ausgangsreflexionsfaktor bei beliebigem Abschluß Zg S'a2 = 822 + 
Reflexionsfaktoren von Zg, Z,, bezogen auf Zo T«,Tı 


u sal+N) 


u (-822 N) + sn) 
Leistungsverstärkung Pz 


Ve nen 2 
(Klemmenverstärkung) P pP, (1- sl +Tıl 2 (Is2J? - DI - 2 Re {min} 
Leistungsverstärkung, bezogen wo Po sl 2 - ||) 1-12 
auf verfügbare Generatorleistung PPgopı M-suIR) 1 -822l)- Sıasall sl? 
1+|D]?- su|?- 2 
Stabilitätsfaktor K= 5 Sl S22 
12 $21 


Maximal verfügbare Leistungsverstärkung (K > 1) 


Spannungsverstärkung bei beliebigem Abschluß Z&,ZL Vu = 


S Bı +VB2-4M 2 
Vpmax = lKtV K2-1) für positive Bı In = mt—. 7 1 

s Par „ae 82 am 7] 
Vpmax = (K-v K2-1) für negative B} In = N a 
Bı =1+ Bali en 2: M = sı1-Ds%a 
B3 = 1+ |S22 2_ $11 2_ DI 2 N = s22-Ds* ı 


Unilaterale Leistungsverstärkung (sı2 = 0) 


_ _3-]]2 1-|n|2 
Vpu = Vpo Vor Vpa 5 Vpo=|sal? ;  Vpr= lR: ae rer 


Optimale Leistungsverstärkung (sı2 = O; Anpassung) > s2|? 
Vopt = Vpo ‘ Vpo * Vpimax * Vp2max, wobei IG =sY, [= Sa (1-|s1|2) (1-| s22l )? 


Zusammenhang zwischen den S-Parametern und den y-Parametern 


_1-ym) (+ y'a2) + yı2 y’aı _ _A+s2) (1- sn) +Sı2 s2ı 


s = 
+ ym) (14 Y'a2) - Yııa Y'zı En (1+s1) (+ 822) - Sı2 S2ı 
-2y2 ; -2812 
Ss = n , ’ 7 > 
12 (1+ym) (1+ y’22) - Yı2 Yı v2 tn) (14 22) - Sı2 S2ı 
- 2 y’aı - 2521 
$21 = e 
a (ty) I+ty'22)-y m ts) (+ 822) - 512 521 
5 ty) = Y’a2).+ Ya y’2ı re a re 
22 y22 


(I+y'm) (+ y'22) - Yı2y'aı  (1+522) (1+ sn) -S12 521 


Die y-Parameter in diesen Formeln sind auf Zo normiert. 
Die wahren Werte yik = Y'k: Zo; h k=1,2 
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Zusammenhang zwischen den S-Parametern und den h-Parametern 


er (ha=1) (ha2+ 1) Mahn b; (1+ 511) (1+ 822) 512 821 
(h4a+1) (ha2+ 1)-Arahsı (1-511) (1 4822) + 512 S2ı 

S12= 2hi2 ARE 2512 
(h44+ 1) (h22+ 1)-<Arahsı (1-511) (14822) #512 Saı 

—2 hy j 2531 


& 
2 (h41+ 1) (ha2+ 1)-hiahzı (1511) (14 822)+ 512 S2ı 


& (1+ A411) (1-h32)+ Mahzı h! (1-822) (1811) 512821 
(h1a+1) (Raa+ 1)-Mahzı (1-511) (14 822)+ Sı2 S2ı 


Die h-Parameter in diesen Formeln sind auf Zo normiert. 
Die wahren Werte h sind: 
j h; 
h11=h1ı Zu; Ma=M2i ha1= haı; ha= 7 
o 


Physikalische Ersatzschaltbilder von Transistoren 


Neben der Beschreibung der Eigenschaften eines Transistors durch die Vierpolparameter 
(formale Ersatzschaltbilder) gibt es die Darstellung in Form von physikalischen Ersatz- 
schaltbildern. In den Kenndaten sind gelegentlich Elemente dieser Ersatzschaltungen an- 
gegeben. 


r-Ersatzschaltbild eines Transistors (nach Giacoletto; Emitterschaltung) 
Es gilt näherungsweise 


a 1 
Ivre= 7 Bo 


Eye 


ze Fe 2 
Im=1/re 

Inc und ge. To 
re= Ur/le 


U-= 26 mV 


Zusammenhang zwischen den y-Parametern und den Elementen des n-Ersatzschaltbildes 


Yıre Yızel __1 [ Yorc+Yore —Yore 
Y2ı Y22e M\gm-Yorc (Vor +Vce) M+fovr Yore (Im—Yorc) 
Yorc= Ivrct+ ®Chre Yce”= Icet+ /® Cce 


Yore =Ibre +/o Chi M=1+ (Yorct Ybre) "ob 
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Hochfrequenz-T-Ersatzschaltbild eines Transistors (Basisschaltung) 
Dieses Ersatzschaltbild ist nicht für die Anwendung im Niederfrequenzbereich geeignet. 
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2.5. Angaben zur Qualität von Bauelementen 


Ein Fertigungslos diskreter Bauelemente wird bei Siemens nur nach der 100%igen Prüfung 
und einer zusätzlichen Stichprobenprüfung vor der Auslieferung freigegeben. Der Durch- 
schlupf fehlerhafter Bauteile wird statistisch über die sogenannten AQL-Werte (annehmbare 
Qualitätslage) beschrieben. Sollten dennoch beim Anwender Stichproben durchgeführt 
werden, so werden nachstehende Stichprobenpläne empfohlen, wobei die Annahmekenn- 
linien entsprechend dem Stichprobenumfang zu berücksichtigen sind: 
MiL Std 105 D, DIN 40.080. 
Um die Qualität von Einzelhalbleitern in Datenblättern zu kennzeichnen, wird für Industrie- 
typen folgendes angegeben: 
a) Grenzwerte sowie obere und untere Streuwerte bei Kenngrößen. 
b) AQL-Werte d. h. maximale Anteile fehlerhafter Bauelemente, für die unter a) genannten 
Werte. 
Bei der Beurteilung der Lieferqualität sind die Gesetze der Statistik zu berücksichtigen. 


Die Anlieferungsqualität wird über den AQL-Wert folgendermaßen beschrieben: 
Standard-Typen 


Industrie-Typen Summen- 
Fehlerart Fehlerart fehler 
Fehler an Gehäusen und AOL Fehler der elektrischen AQL ZAOL 
Zuleitungen Eigenschaften 
Totalfehler 0,25 Totalfehler 0,25 0,25 
Hauptfehler 1,9 Hauptfehler 0,65 1,5 
Nebenfehler 2,5 Nebenfehler 1,5 2,5 


Fehlerdefinition 

Für jede Fehlerklasse, für die ein AQL-Wert festgelegt ist, wird nur die Anzahl der fehler- 
haften Stücke (mit je einer oder mehreren fehlerhaften Kenngrößen in dieser Fehlerklasse) 
gewertet, d.h. ein fehlerhaftes Bauteil wird nur einmal gezählt. 

Totalfehler (kritische Fehler) 


Bei Vorliegen eines solchen Fehlers ist jede funktionsgemäße Verwendung des Bauele- 
mentes stark beeinträchtigt oder ausgeschlossen, wie es durch Draht- bzw. Gehäusebruch, 
falsche oder fehlende Kennzeichnung, grobe Risse und Lunker, Kontaktunterbrechung 
oder Kurzschluß sowie grobe Kenngrößenabweichungen gegeben ist. 

Hauptfehler 


Die Brauchbarkeit des Bauelementes ist merklich beeinträchtigt. 


Nebenfehler 


Das Bauelement ist voll funktionsfähig, z. B. leicht verbogene Anschlußdrähte, geringfügige 
Schäden am Gehäuse, schlecht lesbare Typenbezeichnung oder nicht wesentliche, dyna- 
mische oder optische Kenngrößenüberschreitungen. 
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Hinweise zur Stichprobenprüfung 

Wird eine Stichprobenprüfung nach DIN 40080 mit dem Hauptprüfniveau Il für die Los- 
größe 3200 bis 10000 Stück durchgeführt, ergibt sich Kennbuchstabe L mit einer Stich- 
probengröße von 200 Stück. Die zulässigen Fehler sind Tabelle IIA (siehe Seite59)zu ent- 
nehmen. 
Da gesperrte Lose 100% nachgemessen werden müssen, muß die Rückweisungsquote 
nach den 100%-Prüfungen so klein wie möglich gehalten werden. 

Der tatsächliche Fehleranteil der ausgelieferten Ware liegt daher deutlich unter den von 
uns in den Datenblättern angegebenen AQL-Werten. 


Kennbuchstaben 


Tabelle. Kennbuchstaben für den Stichprobenumfang 


Los- 
oder Chargenumfang 


151 bis 
281 bis 500 
501 bis 


1201 bis 
3201 bis 10000 
10001 bis 35000 


zzmrm 


35 001 bis 150 000 
150001 bis 500000 
500001 und darüber 
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2.6. Montagevorschriften 


Allgemeines 


Jedes Halbleiter-Bauelement ist äußerst empfindlich gegen Überschreitung der höchstzu- 
lässigen Sperrschichttemperatur. Man soll bei der Konstruktion der Geräte beachten, daß 
der Abstand zwischen Wärmeerzeugern und Halbleiter-Bauelementen ausreichend groß ist. 
Bei Vorwärmung auf 75 °C müssen die Lötzeiten um 30% vermindert werden. 


Lötvorschriften 


Lötangaben für kunststoffumhüllte Bauelemente 


DrahtlängeL =') 0,5 1,5 5 mm 
Löttemperatur 245 °C 4 5 10 s 
Löttemperatur 260 °C 3 5 5 s 
Löttemperatur 300 °C) 2,5 3 5 s 
Lötangaben für hermetisch dichte Bauelemente 

DrahtlängeL =') 1,5 2,5 5 mm 
Löttemperatur 245 °C 5 6 13 s 
Löttemperatur 260 °C 3,5 4 10 s 
Löttemperatur300 °C2) 3 3,5 8 s 


Montagevorschriften 


Die Einbaulage der Transistoren und Dioden ist beliebig. Folgende Punkte sollten bei der 

Biegung des Anschlußbeinchens berücksichtigt werden: 

1. Anschlußbänder zwischen Biegepunkt und Plastikgehäuse zur Vermeidung von mechani- 
schen Spannungen zwischen Gehäuse und Anschluß für den Biegevorgang entlasten. 


2. Bei Biegung senkrecht zur Bandebene mindestens 1 x Anschlußbeindiagonale von Ge- 
häuse einhalten. Biegeradius nicht geringer als 2x Anschlußbeindiagonale. 

3. Bei Biegung in der Bandebene (Spreizung) soll dies im Abstand von mindestens 4 x An- 
schlußbeindiagonale vom Gehäuse, bei einem Mindest-Biegeradius von 4 x Anschluß- 
beindiagonale erfolgen. 

4. Vermeidung wiederholten Biegens, da die Biegefestigkeit auf drei 90°-Biegungen be- 
schränkt ist. 

5. Biegen der Anschlußbeine direkt am Gehäuse ist nur bei der 50 B3 Bauform (ähnlich 

. TO 50) zulässig. 

6. Die Anschlüsse des Gehäuses TO 126, TO 202 und TO 220 können nur geringfügige 
Axialkräfte aufnehmen, daher ist eine Biegung ohne Biegevorrichtung nur in geringem 
Maße (ca. 30°) zulässig. Es sollen daher die wenig flexiblen Anschlüsse nicht über 
Gebühr gebogen oder verdreht werden. Zur Biegung empfiehlt sich die Benutzung einer 
Biegevorrichtung oder einer Schnabelzange, wobei diese zwischen Gehäuse und Biege- 
punkt zur Stabilisierung der Anschlußbänder dient. Es werden damit mechanische 
Spannungen am Gehäuse vermieden. 


Die Drahtlänge wird von der Lötstelle an gemessen, d. h. bei normalen kaschierten Platten von der Plattenunter- 
seite, bei durchmetallisierten Bohrungen von der Plattenoberseite. 

Drahtlänge L = O ist für Transistoren zulässig, sofern das Gehäuse nicht mit dem Lötkolben berührt wird. Hier gilt 
zusätzlich eine spezielle Lötvorschrift, ebenso für Schichtschaltungsbauelemente (TO-236 usw.) 


Gilt nur für Kolbenlötung. 


1 


2 
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Montage und Lötvorschriften für Transistoren mit Kunststoffumhüllung besonders 
der Typen 12 A3 DIN 41869 (TO-126) und 10 A3 DIN 41868 (TO-92). 


1,25min. ä 
zit 


Die Befestigung der TO-126-Gehäuse sollte 

mit M3-Schraube bei einem Anzugsmoment E 
von min 5 cm/kp, max 8 cm/kp (entspr. 50- c 
80 cm N) erfolgen. B 


Eine Unterlegscheibe, oder besser die Feder- 


er en 
scheibe A3 DIN 137, ist zu verwenden. 


(Bestell-Nr. Q62902-B 63.) — 


Eine Isolation der TO-126-Gehäuse ist mit a ö 
Glimmerscheibe 50 um stark (Best. Nr. Gehäuse 12 A3 DIN 41869 (TO-126) 
062902-B 62) möglich. Der Wärmewider- 
stand erhöht sich mit der ungefetteten 
Scheibe um 8 K/W und mit Wärmeleitpaste 
gefettet um 4 K/W. 


25*02 


Zu große Bohrungen für die Montagebefesti- 

gung (größer 3,5 ©) sind zu vermeiden, eben- 

so axiale Kräfte auf die Anschlußdrähte ag 
während der Befestigung. 


Lötvorschrift für Halbleiterbauelemente im Kunststoffgehäuse TO-236 = SOT-89 


Halbleiterbauelemente im Kunststoffgehäuse SOT-23 sind als aktive Bauelemente für 

Dünn- und Dickfilmschaltungen vorgesehen. Die angegebenen Lötvorschriften beziehen 

sich auf die Verwendung von Substraten mit Widerständen und Leiterbahnen, wobei die 

Leiterbahnen im Tauchlötverfahren mit einer Zinn-Blei-Auflage versehen sind. 

Zum Erzielen zuverlässiger Verbindungen sind folgende Punkte zu beachten: 

1. Die richtige Löttemperatur und die geeigneten Flußmittel sind von Bedeutung. Das Fluß- 
mittel darf die Widerstände nicht angreifen, seine Rückstände müssen vom Substrat 
auf einfache Weise entfernt werden können. 

2. Temperatur (max. 240 °C während max. 5 s) und Temperaturwechsel während des 
Lötens dürfen keine hohen mechanischen Spannungen auf das Substrat ausüben, damit 
Substratbrüche oder Risse vermieden werden. 

3. Die Plazierung der Halbleiterbauelemente auf dem Substrat muß mit großer Genauigkeit 
durchgeführt werden. Es muß erreicht werden, daß die Anschlußfahnen genau auf den 
Leiterbahnen liegen, da die Gefahr von Rissen an Stellen, wo die erwärmten Anschluß- 
fahnen das Substrat direkt berühren, hoch ist. 

Die Wahl der Lötmethode wird bestimmt durch die Seriengröße, durch die Zahl der Halb- 

leiterbauelemente pro Schaltung, durch die geforderte Genauigkeit der Plazierung und 

durch die Möglichkeit, Halbleiterbauelemente auswechseln zu können. 


Nachstehend die wesentlichen Montageverfahren: 


Methode 1, Schwallötung 


Die Bauteile im SOT-23-Gehäuse werden auf das Dickschichtsubstrat (Glas, Keramik), 


oder die geätzte, gedruckte Leiterplatte (Glasfaser) mit Silikonkleber aufgeklebt. Das Auf- 
bringen des Klebers kann mit Siebdruck durchgeführt werden. Zu beachten ist dabei, daß 
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der Kleber nicht die Kontaktflächen bedeckt. Die Bauelemente werden auf das Substrat 
gedrückt. Eine Kleberschichtdicke von 60 bis 80 um ergibt eine ausgezeichnete Haftung, 
und beim Andrücken der Bauelemente werden die Kontaktflächen nicht verunreinigt. 
Das Löten kann durch Schwall- oder Tauchlötung erfolgen. Als Lot hat sich eine Sn-Po- 
Legierung in der Nähe des Eutektikums mit 3,5 bis 4% Ag-Zusatz bewährt (z. B. Solldamol 
170 Sn/Pb/ Ag: 60/35/4). Die Badtemperatur soll 225 + 10 °C betragen, eine max. Lötzeit 
von 5 sec. ist zugelassen. Als Flußmittel ist ein nicht aktiviertes Kolophoniumharz 45%, 
gelöst in Äthylalkohol 55% + Glyzerinzusatz, geeignet. Nach dem Auflöten der Bauteile 
sollten die Flußmittelreste entfernt werden; dafür sind Reinigungsbäder mit Isopropylalkohol 
als Waschmittel geeignet. 


Methode 2, Reflowlöten 


Dabei wird das Lot in Pulverform in Verbindung mit einem Flußmittel als Paste auf die 
gedruckte Leiterplatte gebracht. Dieser Vorgang ist zweckmäßigerweise mit Siebdruck- 
verfahren durchzuführen. Die Schichtdicke sollte dabei ca. 80 um betragen. 


Das Substrat mit den Bauelementen wird über ein Förderband oder eine Heizplatte ca. 
5 sec. auf 240 °C erwärmt, wobei die Paste aufschmilzt und der Lötvorgang erfolgt. 
Nähere Hinweise sind den Angaben der Hersteller von Reflow-Lötpasten zu entnehmen. 


Methode 3, Nadellötung 


Das Substrat wird auf einer Vorwärmeplatte mit einer Temperatur von ca. 100 °C ange- 
ordnet. Das Halbleiterbauelement wird optisch vergrößert abgebildet und in die richtige 
Lage gebracht. Mittels einer Unterdruckdüse wird das Halbleiterbauelement erfaßt und 
auf das Substrat gesetzt. Gleichzeitig werden drei (noch kalte) Mikro-Lötnadeln auf die 
Anschlußfahnen des Halbleiterbauelements gesetzt und zur Verbesserung des Wärme- 
übergangs angedrückt. Die Lötnadeln müssen so ausgebildet sein, daß der Wärmeüber- 
gang nur an der Spitze erfolgt. Die Lötnadeln werden kurzzeitig (8 sec.) mit je 20 W ge- 
speist. Innerhalb dieser Spanne ist das Lot für ie Dauer von 3 sec. flüssig, wodurch eine 
sichere Benetzung erreicht wird. Wegen der geringen Wärmekapazität kühlen die Löt- 
nadeln nach dem Abschalten sehr schnell ab, das Lot kann bei aufliegenden Lötnadeln 
weiter unter den Schmelzpunkt abkühlen. 

Als Material für die Lötnadeln sollte Edelstahl (18% Cr. 8% Ni) verwendet werden; dieses 
Material wird nicht vom Lot benetzt und hat eine gute Korrosionsbeständigkeit. Als Fluß- 
mittel ist Kolophonium geeignet; nach dem Auflöten sind die Flußmittelreste mit Isopro- 
pylalkohol zu entfernen. 

Das Kunststoffgehäuse wird bei diesem Verfahren nicht heißer als die Vorwärmplatte. 
Die Gefahr von Substratrissen unterhalb der Leiterbahnen ist nicht groß, sofern die Vor- 
wärmplatte nicht über 100 °C erwärmt wird und die Lötdauer von 5 s nicht überschritten 
wird. Die Sperrschicht-Temperatur steigt bei dieser Methode auf etwa 250 °C an. 


Dieses Verfahren ist auch zum Auswechseln einzelner Halbleiterbauelemente geeignet. 


Methode 4, Kolbenlötung 


Als vierte Methode kommt das Löten von Hand mit einem Miniatur-Lötkolben in Frage. 
Diesem Verfahren haften folgende Nachteile an: 

Die Placierung der Halbleiterbauelemente kann nicht mit sehr großer Genauigkeit durch- 
geführt werden, d. h. es können an Stellen, wo die Anschlußfahnen dann das Substrat direkt 
berühren, beim Löten Substratrisse auftreten. Da die Lötung der Anschlüsse nacheinander 
erfolgt, können durch mechanische Spannungen Substratbrüche eintreten, es können auch 
die Verbindungen innerhalb der Halbleiterbauelemente beschädigt werden. Eine Beschädi- 
gung des Kunststoffgehäuses durch die Lötkolben ist möglich. 

Diese Methode ist nur für den Einbau einzelner Halbleiterbauelemente geeignet. 
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3. Datenblätter 


Vx 


blank page 


Vx 


PNP-Germanium-Transistoren AC 121 
AC 152 


für NF-, Treiber- und Endstufen mittlerer Leistung 

Obige Transistoren sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehäuse 1A 3DIN 41871 
(ähnlich TO-1). 

Die Anschlüsse dieser Transistoren sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Kollektoran- 
schluß wird mit einem roten Punkt am Gehäuserand gekennzeichnet. Für Gegentakt-End- 
stufen können die Transistoren AC 121 und AC 152 gepaart geliefert werden. Zur Befestigung 
auf einem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kühlschelle)') vorgesehen; dieses ist zusätzlich 


] zu bestellen. 
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer 
AC 121 IV 060103-D121 AC 152 IV 060103-X152-D 
AC 121 V 060103-E121 AC 152 V 060103-X152-E 
AC 121 VI 060103-F121 AC 152 VI 060103-X152-F 
AC 121 VIl 060103-G121 AC 152 gepaart 060103-X152-P 
AC 121 gepaart 060103-P121-X1 Kühlschelle 062901-B1 


INICNT TUr NeUENTWICKIUNG 


L 


90,45 
[——} 
— 
1 


L_ 3, al 64 


Gewicht etwa 2g Gewicht etwa 1 g Maße in mm 


1,8203 


9,15 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Uge 2 0,2 V) 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 


Basisstrom 

Sperrschichttemperatur T, 90 90 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +75 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 900 | 900 mW 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rthyu | s 300 | s 300 K/W 
Kollektorsperrschicht-Transistorgeh. Rınys s50 s50 K/w 


1) Bei sorgfältiger Montage Wärmewiderstand zwischen Transistorgehäuse und Kühlblech unter der Befestigungs- 
schraube Ath s 10 K/W 
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AC 121 
AC 152 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Die Transistoren AC 121, AC 152 werden bei -/c = 100 mA nach der statischen Strom- 
verstärkung B gruppiert und mit römischen Ziffern gekennzeichnet. Die Werte gelten bei 
einer Kollektorspannung von -Uce = 0,5 V und nachstehenden Kollektorströmen: 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


45 


48 [47] 


(30 bis 60)| (50 bis 100) 
35 [28] 


80 [78] 115 [114] 0,13 (<0,22) 
75 110 0,32 (<0,55) 
(75 bis 150) 
58 [47] 86 [68] 0,44 (<0,8) 
[0,52 (<1,0)] 


(-Ic = 100 mA; B = 20) Ucesat ) 0,11 (<0,3) V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 300 mA; B = 20) Ucesat ) 0,15 (<0,35) V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung -Ucesat 0,28 (<0,45)?) | V 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ueso = 10V) -Ueso 4 (<25) nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 20V) -Icso 5 (<25) yA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Ucev = 20 V; Uge 2 0,2 V) Icev 5 (<25) nA 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) AC 152 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


(-Ic = 100 mA; B = 20) —Ucesat ) 0,11 (<0,18) V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 300 mA; B = 20) -Ucgsat. 0,15 (<0,25) V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung —Ucesat 0,32 (<0,5)2) V 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 32 V) -Icso 6 (<25) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucey = 32 V); 

(Use = 0,2 V) -Icev 6 (<25) nA 
Emitter-Basis-Reststrom (Ueso = 10V) -IEso 4 (<25) nA 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
2) (-Ic = 500 mA für die Kennlinie, die bei konstantem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt -/c = 550 mA; 
-Uce = 0,5 V geht.) 
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Paarungsbedingungen: AC 152/AC 152 
(-Ic = 100 mA; -Uce = 0,5 V) 
Paarungsbedingungen: AC 127/AC 152 
(+ Ic = 300 mA; Uce = 0) 
Paarungsbedingungen: AC 121/AC 121 
(-Ic = 300 mA; -Uce = 0,5 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Grenzfrequenz 

‘(Ic = 20 mA; -Uce = 5V) 
Transitfrequenz 

Basis-Bahnwiderstand 
Kollektor-Basis-Kapazität (-Ucgo = 5 V) 


Grenzfrequenz 

(-Ic =5 mA; -Uce = 5V) 
Transitfrequenz 

Basis-Bahnwiderstand 
Kollektor-Basis-Kapazität (-Ucgo = 5 V) 


AC 152 

AUge <35 mV 
Bi 1,25 2 
Bz 
B, 
B; <1,25 = 
Age 5 mV 
Bi <1,25 = 
Bz 

AC 121 
fg 17 kHz 
fr 1,5 MHz 
fbb' 60 9) 
CcBo 25 (<40) pF 


15 


1,5 
75 (<200) 
25 (<40) 
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Prot 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pox=f (T); R.) = Parameter 

AC121, AC 152 


0 50 100° 


—>7T 
')Kühlblech: Aluminium 12,5 cm?x2 mm 


AC 121 
AC 152 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


K_ rnss =flt) ; V= Parameter 
W AC121, AC152 
Wer 
FIREFSIERRE 
5 H 
mas [| || 
| I) Z 
B=. = = 
0,05 
H 
0,02 
0 
un Ei 
ü 0.005 
| 
wo! | | | 
23 
b t f} 
[Ye IV = I 
102 U 1 ll ı ll ll Fall 
0 0m nn oT 


—-? 


Stromverstärkung 3 =f(I.) 
—Uce=0,5 V; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 

AC 121, AC152 


0 EFF 1 
== 


+! 


100 ul 
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AC 121 
AC 152 


Kollektorstrom Ic=f(Uge) 
—-Uce=0,5 V; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


c 152 


mA AC121, A 
103 


rm ren ER Mittelwerte 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
I, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


—— Streuwerfe bei," 25°C 


0,8 V 


AC 121 


mA 
400 HE 


IT 


Eingangskennlinien I,=f(Us:) 
—Uc:=0,5 V; T, =Parameter 


( 
mA 


Emitterschaltung) 


AC 121, AC152 


10 


5 


=| 
N 
4 
05V —4 
0,2 0,4 0,6 0,8V 
—e lg 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 


mA 
600 


Ia = Parameter 


(Emitterschaltung) 


AC 152 


mA 
400 


Ausgangskennlinien Ic=f (U.:) 
Use = Parameter 
(Emitterschaltung) 
AC121, AC 152 
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Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icao=f (7,) 
Für Uce=Ucemas 


AC 121, AC152 


AC 121 
AC 152 


Sättigungsspannung Ucesaı=f (Ic) 

Streuwerte für 7,=25°C; B=20 

(Emitterschaltung) 
mA AC121, AC152 


"EHER 


-25°6 25° Tec 


0 01 02 03V 
en ÜpE sat 


Sperrspannung Ucen=f (Race) 
AC152 
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_ Nicht für Neuentwicklung 


AC 151 
AC 151 r 


PNP-Germanium-Transistoren 


für NF-Vor- und Treiberstufen mittlerer Leistung 

Obige Transistoren sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehäuse 1A3DIN 41871 
(ähnlich TO-1). 

Die Anschlüsse dieser Transistoren sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Kollektoran- 
schluß wird mit einem roten Punkt am Gehäuserand gekennzeichnet. Zur Befestigung 
auf einem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kühlschelle)') vorgesehen, dieses ist zusätzlich 
zu bestellen. 


Typ Bestellnummer 
AC 151 IV 060103-X151-D 
AC 151 rlV 060103-X151-D1 
AC 151 V 060103-X151-E 
AC 151 rV 060103-X151-E1 
AC 151 VI 060103-X151-F 
AC 151 rVI 060103-X151-F1 
AC 151 VIl 060103-X151-G 
Kühlschelle 062901-B1 
E6GB 
Ei yr 
6) 
Gewicht etwa 1g Maße in mm Gewicht etwa2g 
Grenzdaten AC 151 
AC 151 r 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 24 V 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Use 20,2 V) —Ucev 32 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Uc8o 32 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 10 V 
Kollektorstrom -Ic 200 mA 
Basisstrom RB 40 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +75 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 900 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rthsu <s 300 K/W 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse RtnyG s 50 K/w 


1)Bei sorgfältiger Montage Wärmewiderstand zwischen Transistorgehäuse und Kühlblech unter der Befestigungs- 


schraube Ath s10 K/W 
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AC 151 


AC 151r 
AC 151 

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)?) AC 151 r 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 200 mA; B = 20) Ueesat ) 0,13 (<0,22) V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Ucesat 0,25 (<0,4)?) V 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) -IcBo <10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 32 V) -IcBo 6 (<25) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucev = 32 V); 

(Uge2 0,2V) -Icev 6 (<25) nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugso = 10 V) -IEBo 4 (<25) nA 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) AC 151 AC 151 r 
Grenzfrequenz 
(-Ic = 1 mA; -Uce =5V) fp 15 15 kHz 
Transitfrequenz fr 1,5 1,5 MHz 
Basis-Bahnwiderstand Top’ 75 75 Q 
Kollektor-Sperrschichtkapazität Cie 27 27 pF 
Rauschzahl (-/c = 0,5 mA; -Uce =5V; 
f = 200 Hz; Rg = 500 Q; f=1kHz) F 4 (<10) 3(<6) dB 


Die Transistoren AC 151 und AC 151 r werden nach der dynamischen Stromverstärkung 
ß. gruppiert und mit römischen Ziffern gekennzeichnet. 
Arbeitspunkt: (-/c = 2 mA; -Uce = 1 V; f= 1 kHz) 


AC 151 


0,75 (0,4 bis 1,3)| 1,2 (0,6 bis 2,1) | 1,8 (1,0 bis 3,2) |2,7 (1,7 bis 5,3) |kQ 
h12e 9 (<20) 13 (<25) 16 (<28) 19 (<30) . 104 
hale 45 (30 bis 60) |75 (50 bis 100) | 110 (75 bis 150)| 170 (125 bis 250)| - 
h22e 100 (<200) 140 (<250) 160 (<280) 160 (<300) uS 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
2) (-Ic = 200 mA für die Kennlinie, die bei konstantem, Basisstrom durch den Kennlinienpunkt -/c = 200 mA; 

-Uce = 0,5 V geht.) 
3) Siehe auch nächste Seitel 
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AC 151 
AC 151 r 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pox=f (N); Rn = Parameter 
w i AC 151, AC 151r 
10 T er 1 


0° 50 100% 
—— 
')Kühlblech: Aluminium 12,5 cm? x2 mm 


Statische Kenndaten (Ty= 25°C) 


-Uce= 0,5 V 
Typ AC 151, 151 r 
RN; len Gern u — 
Ic —Is B Use 
mA mA Ic/Is V 
2 0,043 | 47 0,125 
(< 0,2) 
10 0,2 50 0,18 
(< 0,3) 
50 2 ” hr 
100 2,222 | 45 0,32 
(<0,55) 
200 5 40 0,39 
(<0,7) 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
K_ Fınsc =flt) ; v= Parameter 
w AC 151, AC151r 


“f 


t 
LIE 


MT: 1) 


a a re CA a 1: 


—-! 


Stromverstärkung 3'=/(I.) 
—-Uce=0,5 V; T, =Parameter 
(Emitterschaltung) 


AC 151, AC 151 r 


[II 
EEE EHEN TETIN 
od LA] I ATIENN JATTEN 
10 I) 1° mA 
—ari 


AC 151 
AC 151 r 


Kollektorstrom I. =f(Uae) 
—Uecr=0,5 V; T, =Parameter 
(Emitterschaltung) 

mA AC 151, AC151r 


— Streuwerfe beiTy* 25°C 


0 0,2 0,4 0,6 0,8 V 
—--Üpe 


Eingangskennlinien Is =f(Use) 
—Uce=0,5 V; T, =Parameter 
(Emitterschaltung) 

mA AC 151, AC151r 


10' 


0 0,2 0,4 0,6 0,8V 
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Ausgangskennlinien Ic=f(Uc.) 
I, =Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA AC 151, AC151r 
250 
5 
200 
en 45. 
| 4! 
Pl 3514 
150 3 
r 
& IT| 
100 LLLT2 
1,51 
J 
1 
50 
=/g = 0,5mA] 
0 bag BEE ER | 
0 0,5 1,0 15V 
— + Urt 
Ausgangskennlinien I. =f (Uc..) 
Use = Parameter 
(Emitterschaltung) 
mA AC 151, AC151r 
400 7777 
450 
30 
Ic 0 
/\ 
200 
100 
0 
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AC 151 
AC 151 r 


Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
Streuwerte für 7,=25 C; 3=20 
(Emitterschaltung) 


ee 


AC 151, AC151r 


5 


— 


| 
am 
25°C 25°0 TC 


= 
Fi 
=e 
I 
IH 
Hi 


5 I] 
ala! Eu 
—— Mittelwert 4 
—— Streuwerte beiTj=25°C 
10° ji 
0 01 02 0,3V 
a Üoe sat 
Stromabhängigkeit der h-Parameter 
Wie helle) =f(k,) 
"mle=-2mA) ° 


—Uce=1V; f=1kHz 


AC 151, AC 151r 


H 
Eure Si 
5 m 
H F | 
228 Ball 
I! He 
1c" IBBILN| IBBIlL J 
10" 5 10° 5 m 5 10°mA 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icso=f (Tu) 
Für Uce=Uce mar 


AC 151, AC151r 


2 =: SE 
mas 


—— Mittelwert — 
—— Streuwert 
100 lt ee el] 
0 50 100°C 


—ej 


Spannungsabhängigkeit der h-Parameter 
h.(V; 
= He Ve) year) 
helVce=-1V) 
—Ic=2mA; f=1kHz 


AC 151, AC151r 


5 Lu 
Ba) mama mama, 
rt ul rm 
He H21 
1° = EEHH 
> He 
5 


Stromabhängigkeit des Rauschens 
F=f (Ic); Rs=500 09; -Uce=5V 


f=1 kHz 
dB AC151, AC151r 
12 
F 
10 
B 
6 Im 
AC151r 
1, I 1 1 tr tlll 
2 
0 -1 0 ] 
10? 5 @ 5 m 5 mA 
—Hh 
Spannungsabhängigkeit 
des Rauschens F=f (U..) 
f=1 kHz; Rs =500 0 
-1Ic=0,5 mA 
dB AC 151r 
6 
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AC 151 
AC 151 r 


Sperrspannung Ucen=f (Rae) 
AC 151, AC151r 


V 


40 


nn 


1) 
10 


User Thermische 
Stabilität mu 


gewährleistet seln||\ 


H 


Rauschmaß in Abhängigkeit vom 
Generatorinnenwiderstand 
F=f (Re); f=1 kHz; - Ic=0,5 mA 


-Uce=5V 
AC 151r 
8 tm 
s It 
ıTıTTm 
a.ıl! er N 
111 
I LITE 
10" 5 10° 5 10'kQ 
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PNP-Transistoren für NF-Vorstufen ACY 23 
ACY 32 


ACY 23 und ACY 32 sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehäuse 1 A3DIN 41871 
(TO-1 ähnl.). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Kollektoranschluß 
wird mit einem roten Punkt am Gehäuserand gekennzeichnet. Die Transistoren sind beson- 
ders für NF-Vorstufen verwendbar. 


=} 
= 2 
3| Tv Bestellnummer Kühlschelle 
2| ACY 23V 060103-Y23-E 
&| acy 23 v1 060103-Y23-F 
° ACY 32 V 060103-Y32-E 
o| ACY 32 VI 060103-Y32-F 
2| Kühlschelle 062901-B1 
22 + 
br 
z 
‚Q 
r E6CB 
| 3 Bei sorgfältiger Montage ist der Wärmewiderstand 
Zi zwischen Transistorgehäuse und Kühlblech unter 
m der Befestigungsschraube Rtn S 10 K/W. 
Gewicht etwa 1g Maße in mm 
Grenzdaten ACY 23, ACY 32 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 30 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge 2 0,2 V) -Ucev 32 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 32 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 16 V 
Kollektorstrom -Ic 200 mA 
Basisstrom -IB 40 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +75 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Prot 900 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft ; Rthyu s300 K/w 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse Rınus s50 K/w 
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ACY 32 

Statische Kenndaten (T, = 25 °C) ACY 23, ACY 32 

Tu 25 | 60 °C 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 10V) -Icso 3 (<10) 60 (<100) nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 32V)  -IcBo 5 (<18) <150 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Ucev = 32 V; Uge 2 0,2 V) -Icev 5 (<18)* <150 | yA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugso = 16 V) -IEso 4 (<18)* <120 nA 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) ACY 23, ACY 32 


-Uce | Ic -IB | B Üpe 
mA nA Ic/Is V 
0,5 2 30 67 0,13 (<0,2) 
0,5 10 137 73 0,18 (<0,3) 
0,5 100 1560 64 0,32 (<0,55) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung —Ucesat | 0,11 (<0,18) V 
(Ic = 100 mA; I = 5 mA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 200 mA für die Kennlinie, die bei konstantem 
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt 
-Ic = 220 mA und -Uce = 0,5 V geht) —Ucesat | 0,25 (<0,4) V 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


ACY 23 und ACY 32 werden nach der dynamischen Stromverstärkung B, gruppiert und mit 
römischen Ziffern gekennzeichnet. 


Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Uce =5V; f=1 kHz 


Stromverstärkungsgruppe V vl 
Stromverstärkung ßo 50 bis 100 75 bis 150* _ 
ACY 23 ACY 32 

Arbeitspunkt: 

-Ic =1 mA; -UcE =5V 

Transitfrequenz fr 1,5 (>0,5) 1,5 (>0,5) MHz 

Basis-Bahnwiderstand fbb’ 75 (<200) 75 (<200) Q 

Kollektor-Sperrschichtkapazität Cy’c 27 27 pF 

Rauschzahl (-/c = 0,5 mA; 

-Uce =5 V;f= 1 khz; 

Af=200Hz;Rs =5000) F 4.(<10)* 3 (<6)* dB 

Arbeitspunkt: -/Ic =1 mA; hyıe 3 (1,2 bis 5) 3(1,2 bis 5) kQ 

-Uce =5V;f=1 kHz hi2e 7(<15) 7(<15) 10-4 
Bo = haıe 100 (50 bis 150) | 100 (50 bis 150) - 

Aöpe 40 (<75) 40 (<75) uS 
* AQL = 0,65% 
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Vx 


ACY 23 
ACY 32 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pror = F(T); Rın = Parameter 

ACY 23, ACY 32 


mit Kühlblech: Aluminium 12,5 cm?, 2 mm stark 


Eingangskennlinien Ig = f (Use) 
Une = 0,5 V; Tu = Parameter 
(Emitterschaltung) 

mA ACY 23, ACY 32 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Kruse = f(£); » = Parameter 
W ACY 23, ACY 32 
10° 


Ku Lee La 1.7 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
-Uce = 0,5 V, Tu = Parameter 
(Emitterschaltung) 

mA ACY 23, ACY 32 


10 
5 


12 


—— IE 
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ACY 23 
ACY 32 


1° 


5 


10° 5 0 


mA 
250 


200 


150 


100 


0 
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Stromverstärkung B = f (I.) 
—Uce = 0,5 V; Tu = Parameter 
(Emitterschaltung) 

ACY 23V, ACY 32 V 


ei —— !ittelwerte m 
— — Streuwerte bei7y-25°C 1111] 


5 108 5 10°mA 
—-4 


Ausgangskennlinien /c = f (Uc;) 
Is = Parameter (Emitterschaltung) 
ACY 23, ACY 32 


0 ) 20 30V 
EN 


Stromverstärkung 3 =/ (I.) 
=Uce = 0,5 V; Tu = Parameter 
(Emitterschaltung) 


ACY 23 VI, ACY 32 VI 


H=:; 


10 


0 
100 N] 5 1% 


90°C 
25°0 > 
U 11 
-40°C 
HH 
IT — Mittelwerte 
| 7 — — Streuwerte 


5 10°mA 


—--ik 


Ausgangskennlinie /c = f (Uce) 
Ig = Parameter CEmIRBSERSNUNE) 


mA Y 23, ACY 32 
250 ve 
s GEBeIaE 
200 2 
-L g 
[= 
2511| 
150 
2 
45 
100 — | 
LER 
0,8 
50 06 
7 04 
-/p= 0,2mA 
0 | 
0 05 10 15V 
— Tr 


Vx 


ACY 23 
ACY 32 


mA 
10 


(Emitters 


Sättigun 
= 2 . 


chaltung) 
A 


ter 


gsspannung Ücesat = f (Ic) 
Ty, = Parame 


CY 23, ACY 32 


0 
10 HHaleH > Ei 
bi} m 1} 
ey | | NIIT] 
Ayell 
3 
1 
10" 5 10° 5 1" 5 10?mA 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cso = f (Tu) 
—Ueso = 32 V; -Ucao = 10V 

WA" ACY 23, ACY 32 


10° 


tl [ef 
—— Mittelwerte 
el Le — Streuwerte 


Spannungsabhängigkeit 

der h-Parameter 

H.= Poller) 

“ Aa lUce = -1V) 

-Ic=2 mA; f=1 kHz 
ACY 23, ACY 32 


=f(Uee) 


() 
He 
10" 
5 
Hite Hzie 
10° 
HnefAHite 
5 
Iı% 
' 5 0° 5 m" 5 10V 
—ole 
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SRanmunTBeaBhanglgkalt 

des Rauschens F=f (U. 

Re = 500 0; f=1 kHz; ie = 05 mA 
ACY 32 


SERTRRRDENBIOERT, 

des Rauschens F=f(le 

Ra = 500 2; f=1 kHz; Uce=5V 
dB ACY 23, ACY 32 
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ACY 23 
ACY 32 


Rauschmaß in Abhängigkeit 
vom Generatorinnenwiderstand 


F=f (Re); f=1 kHz; -Ic = 0,5 mA; 
-Uce=5V 


SERHIPTHIN 
Eu al 


Vx 


PNP-Germanium HF-Transistor AF 106 


für Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz 


AF 106 ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Universal-Transistor in Mesa-Technik im 
Gehäuse 18 A 4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. 


Typ Bestellnummer Pe 
AF 106 060106-X106 — 
en 52 - 
rc 254203 
Gewicht etwa 0,4 9 Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 18 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 25 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEso 0,3 V 
Kollektorstrom Ic 10 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 °C 
Lagertemperatur j Ts -30 bis +75 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 45 °C) Prot 60 mW 
Wärmewiderstand 
“ Kollektorsperrschicht - Luft Rensu s 750 K/W 
Kollektorsperrschicht - Transistorgehäuse RensG s 400 K/Ww 


Statische Kenndaten (T = 25 °C) 


—Uce Is 

V 

12 20 (< 40) 50 (> 25) 0,325 (0,25 bis 0,38) 

6 29 70 0,34 (0,28 bis 0,4) 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 12 V) -Icßo 0,5 (< 10) uA 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

(-Icso = 100 uA) -UsrjcBo | > 25 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(-Icgo = 500 uA) -Usrjceo | > 18 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 4 

(-Ieso = 100 „A) -Urjeso | > 0,3 V 


93 
Vx 


AF 106 


Dynamische Kenndaten (T, =25 °C) 


Arbeitspunkt: -Ic = 1 mA; -Ucg bzw. -Uc£ = 12 V 

Transitfrequenz (f = 100 MHz) fr 220 MHz 

Schwinggrenzfrequenz Tax en Tmax 1,2 GHz 
ET ro Core 

Dynamische Stromverstärkung (f = 1 kHz) Bo 65 (>30) - 

Rauschzahl (f = 200 MHz; Rg = 60 0) F 5,5 (<7,5) dB 

Kurzschluß-Rückwirkungskapazität (f = 450 kHz) -C12e 0,45 pF 

Rückwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,5 MHz) Pop’ ' Orc 6 ps 

Arbeitspunkt: -/c = 3 mA; -Ucg = 10V 

f= 200 MHz; R, = 920 Q 

Leistungsverstärkung (in untenstehender 

Schaltung gemessen) Vpb 17,5 (>14) dB 

Vierpoldaten: 

Ic = 1 mA; -Ucg = 12 V; f = 200 MHz 

9116 = 31 mS 912»? = O0 mS | va1u|= 27 mS 922 = 0,15 mS 

b11b = -12 mS b12b = - 0,5 mS Pz310 = 115° ba22 = 1,9 mS 

C110d = - 9,5 pF C12b = - 0,4 pF Caa = 1,5 pF 

Ic = 1 mA; -Uce = 6 V; f = 100 MHz 

911b * 36 mS 9ı2b = 0,04 mS 931b 7 -27 mS 922 = 0,09 mS 

b11b = -6 mS bı2b = -0,48 mS ba1p = 20 mS b22 = 1 mS 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung bei /=200 MHz 


60n ZnF L4 
YA 


f=200MHZ 


L} = 3 Wdg; d = 1 mm; D = 6,5 mm 
La = 2 Wdg; d = 1 mm; D = 6,5 mm 
L3 = La = 20 Wäg 0,5 Culs 
auf Kern B63310-K1-A12,3 
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602 


Cx = 1,5 bis 5 pF so, daß R|L = 9200 


Cı = 6,5 bis 18 pF 
C; = 9,5 bis 20 pF 
C, = 3 bis 10 pF 


Vx 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pax = f(T); An = Parameter 

mw AF106 


Kollektorstrom Ic =f(Upe) 
-Uee=5V 
(Emitterschaltung) 

AF106 
rt reı 


0 01 02 0,3 0,4 05V 
—— Up 


AF 106 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icao =f(Tu) 


-Ucao =12 V 
wA ö AF106 
"EE = 
=/cB0 17 
l_ li IH m | 
-Ucgo "12V 
I) 
5 it 
Hast Haus (am Tanz | 
rl —rT 
q00 
5 
7 1 BR (BER a RE 


Kollektorstrom Ic =f(I5) 
-U:r=5V 
(Emitterschaltung) 


mA 
12 
10 
I; 
Male 


Yn opt 
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Ausgangskennlinien I. =f(Uce) 
I, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


AF106 


0 5 10V 
"Ve 


Optimale Leistungsverstärkung 
Von =flN; -Uce=6V; -Ic=2 mA 


(Emitterschaltung) 
dB AF106 
60 
70 
60 
50 
"Uge=6V [||| 
M -Ie=emA| ||| 
30 rm 
4 
20 m 
ii) 
0 1 @ 3 
10° 50 5 0 5 1°MHz 
ef 


AF 106 


Ausgangskennlinien Ic =f(Uce) 
Use = Parameter 
(Emitterschaltung) 


AF106 


—enUbse 


Frequenzabhängigkeit des Rauschens 
F=f{f); -Ucan=12V; -Ic=1mA 
Rs=60N (Basisschaltung) 


dB AF106 

28 | | ill) 
‚FT Iran 1 
1 -UpprieV 

20 Hl -Ig-1mA sl) 

Rgrson „1! 
16 ji [HI -HtHN 
12 tt ttttl Bi 


07 m m N 1? 10? MHz 


Vx 


AF 106 


Transitfrequenz fı = (Ic) Eingangsleitwert yı1e 
Uce = Parameter (Emitterschaltung) 
MHz AF106 ms AF106 
400 30 ao H 
0 


Rückwärtssteilheit yı2. Vorwärtssteilheit yz1. 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
ms AF106 m$ AF106 
L- 0 —T — 
0,5mA;IoV F 
Pr 20 \ 
bye mA;iOV & | 
One f -40 4 f=40MHZ - 
— L2mA;l0V- —| 
| AOMHZ - 60 
-02 
- 80 1f200Mkz’ 
ER -100 HIH4 oMnz it. /orbma || 
Mr I 400 MHz It Upe10V 1 
| -120 
06 -140 — 
u -160 
1 
-08 
-I0,5mA 1 
-200 
-10 J 
06-05 -04-03 -02-01 0 01 0,2ms -0 0 20 40 60 80 100 120mS 
—> In — > I2ıe 


97 
Vx 


AF 106 


Eingangsleitwert y;,, Rückwärtssteilheit yı2» 
(Basisschaltung) (Basisschaltung) 
ms AF106 ms AF106 
20 ern 0 


05 a 


“Uge10V sl 135 [2 | 1] Jos | e>0,1ma 


0 20 40 60 80 100 120ms -0,5 0 0,5mS$ 
—e — > Ib 


Vorwärtssteilheit ya}, Ausgangsleitwert ya, 
(Basisschaltung) (Emitter- und Basisschaltung) 
ms AF106 ms AF 106 


"UbE® 10V 


20° f=200MHz 


-80 | 


— 0 
140 120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20mS 10 1,0mS 


—> Ib — 
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PNP-Germanium-HF-Transistor AF 109 R 


für regelbare Vorstufen bis 260 MHz 


AF 109 R ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik im Gehäuse 
18 A4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert 


Typ Bestellnummer 
AF 109R 060106-X109-R1 


254+03 

Gewicht etwa 0,35 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 0,3 V 
Kollektorstrom Ic 10 mA 
Emitterstrom IE 11 mA 
Basisstrom Iß 1 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 C 
Lagertemperatur Tz -30 bis+75 GC 
Gesamtverlustleistung (T, =45 C) Prot 60 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu <s750 K/w 
Kollektorsperrschicht -Transistorgehäuse Rırys s400 _ K/w 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
-Uce Ic IB Use 
V mA A mV 
12 1,5 30 50 (> 20) 380 (320 bis 430) 
6 2. 36 55 380 (320 bis 430) 
6 5 66 75 405 (360 bis 450) 
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Vx 


AF 109 R 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 20 V) /c8o 0,5 (<8) nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Uepo = 0,3 V) —IEBo 0,5 (<100) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgo = 15 V) -Iceo <500 nA 


Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 


(-Ic = 1 mA; -Uce = 12 V; f= 450 kHz) -C12e 0,25 pF 
Arbeitspunkt: 

—Ucc = 12 V; Reg = 1 kQ; f= 200 MHz 

Leistungsverstärkung (-/c = 2 mA; Rı = 92009) Vob 16,5 (>13) dB 
Rauschzahl (-/c = 2 mA; Re = 600) F 4(<4,8) dB 
Regelbarer Verstärkungsbereich (!E<9 mA) Vob 36 dB 
Störspannung im Arbeitspunkt geringster 

Kreuzmodulationsfestigkeit Us 1% 22 mV 


Us 1% ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 
100% sinusmodulierten Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 2400, 
der auf dem Nutzträger 1% Amplituden-Modulatiort verursacht. 


911b = 24 mS 912b = -0,2 mS 9216 = -12 mS 922b = 0,2 mS 
b11b = -32 mS b12b = -0,16 mS ba1» = 35 mS b22» = 1,6 mS 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung (f=200 MHz) 


son ZnF ) 
—-I 
602 

f=200MHZ 
L} = 3 Wdg; d = 1 mm; D = 6,5 mm Cx = 1,5 bis 5 pF, so daß AR, = 9200 
La = 2 Wdg; d = 1 mm; D = 6,5 mm Cı = 6,5 bis 18 pF 
L3 = La = 20 Wdg 0,5 CuLs Ca = 9,5 bis 20 pF 
auf Kern B63310-K-1A12,3 C, = 3 bis 10 pF 
100 


Vx 


AF 109 R 


Temperaturabhängigkeit der Eingangskennlinie I, = (Une) 

zulässigen Gesamtverlustleistung Use =5V 

Por =f(T); Rn = Parameter (Emitterschaltung) 
mw AF109R Mi AF109R 
80 40 zu 

Prot 
200 
Ip 


| 160 


120 


40 


80 
20 
40 
0 0 
0 60 100°C 
u 
Kollektorstrom Ic =/(I,;) Kollektorstrom I. =f(Use) 
-Uce=5V Ur =5V 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
AF109R mA AF109R 
0. 2 
de 
10 
4 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 


(Emitterschaltung) 
mA AF109R 
12 
10 
-Ic 
Is 
6 
[78 
2 
0 
0 5 10 1 20V 
—e Use 
Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icso = (Tu) 
—-Ucno =20 V 
WA AF109R 


N=======: 


100 
5 Eon 
| 
10 
0 50 100°C 
BE 
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AF 109 R 


Ausgangskennlinien I.=f (U.;) 
Ig= Parameter 
(Basisschaltung) 


mA AF109R 
10 D 
+ 
8 ER 
N] + 7 
} se) 6 
5 
’ 4 
3 
: 2 
er ImA 
Km -02 0 5 10V 


—LUcs 


Störspannung U,, 1% =f(Ic) 
Leistungsverstärkung V„.=f (Ic) 
f=200 MHz; -Upau=12 V;Ry=1KQ 
R\=0,9KN (Basisschaltung) 


AF109R dB 
20 


Yh 


Vx 


AF 109 R 


Eingangsleitwert yıı» 
(Basisschaltung) 


-Ucc=12 V; Ree=1 kN; f=200 MHz 


mö AF109R 
0 
dym 
0 
va! 
[ 
-20 L HH 
——t —t 
[ I] 
Basen: im 
-30 4 
ie! 
rn 
BE 
0 10 
Rückwärtssteilheit y,2, 
(Basisschaltung) 
-Ucc =12 V; Rer =1 kQ; f= 200 MHz 
mö AF109R 
04 —— 717 
. 
02 — 


/g:8mA 


-2 


Vorwärtssteilheit ya1» 


(Basisschaltung) 
-Uce=12 V; Ree=1 kQ; f=200 MHz 


ms AF109R 
40 
Oz 
25 
I HHEN. 
30 [3 
-/g15mA 
5 - 
20 6 
10 1 
8 
var SEE 
1 u u u Zu 0 4 mö 
m 
Ausgangsleitwert y2>» 
(Basisschaltung) 
—-Uce=12V; Ree=1KQ; f=200 MHz 
ms AF109R 
20 a Ar 
by Ill | 1] I 
8 
| 2 345 6 FT) 
15 -/e=1,5mA | 
Ku 
10 
Il! Hi 
05 
h [I 
a a Bu 5 us 
gg 
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PNP-Germanium HF-Transistor 


AF 139 


für Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz 


AF 139 ist ein PNP-Germanium- Transistor in Mesa-Technik im Gehäuse 18 A 4 DIN 41876 


(TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. 


Typ | Bestellnummer 
AF 139 060106-X139 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Luft 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse 
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90° 
-30 bis +75 
60 


< 750 
<s 400 


Maße in mm 


K/w 


Vx 


AF 139 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


—Uce Ic IB B -UBE 
V mA nA IcHe mV 
12 1,5 30 50 (>10) 380 (320 bis 430) 
6 2 36 55 380 (320 bis 430) 
6 5 66 75 405 (360 bis 450) 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 20 V) IcBo 0,5 (<8) nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Uero = 0,3 V) —IEBo 2(<100) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uceo = 15 V) -Iceo <500 nA 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Arbeitspunkt: -/c = 1,5 mA; -Uce = 12 V 
Transitfrequenz (f = 100 MHz) fr 550 MHz 
Rückwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,5 MHz) Pb Cvc | 3 ps 
Schwinggrenzfrequenz fmax = Va u 2,7 GHz 
sn‘ Pop’ ' Corc 

Kurzschluß-Rückwirkungskapazität (f = 450 kHz) -C12e 0,25 pF 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(f = 800 MHz; AR, = 1,4 kQ) Vpb") 11 (>9) dB 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(f = 900 Mhz) Vob 9 (>6,5) dB 
Rückwärtsdämpfung (f = 800 MHz) -Vpbinv') 23 dB 
Rauschzahl (f = 800 MHz; Rg = 600) F') 7 (<8,2) dB 
Rauschzahl (f = 900 MHz; Rı = 0,5 kQ; 
-Uce = 10 V;IE = 2 mA) F 7,5 (s9) dB 
Vierpoldaten: 
Ic = 1,5 mA; -Ucr = 12 V; f= 200 MHz 

911b = 28 mS -912» = 0,06mS -g21b = 22 mS g22b = 0,09 mS 
by 1p = 24 mS -b12» = 0,16 mS b21b = 30 mS ba2b = 1,9 mS 
-Ic = 1,5 ma; -Uce = 12 V;f= 800MHz 

gı1= 7mS Yızb = 0,4 mS |yaıvl= 14 mS 922b = 0,5 mS 
-b41vd, = 11 ms P12b = -120° 9715 = 35° ba» = 7,5 mS 


Nin angegebener Schaltung gemessen 
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AF 139 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen bei f = 200 MHz 


son ZnF I 
600 
f=200MHZ 
Ur Uee 

Lı = 3 Wdg; d = 1 mm; D = 6,5 mm Ck = 1,5 bis pF so daß R, = 920 Q 
L2 = 2 Wdg; d = 1 mm; D = 6,5 mm Cı = 6,5 bis 18 pF 
L3 = La = 20 Wdg 0,5 CuLs Ca = 9,5 bis 20 pF 
auf Kern B63310-K1-A12,3 C, = 3 bis 10 pF 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen bei f=800 MHz 


Leitungskreis 
mit Auskopplung 
Aı-1,4kQ 
609 


(Empfänger) 


5windg, 


106 Vx 


AF 139 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pax = FT); An = Parameter 


mw AF 139 


80 


0 
0 50 100°C 
ut 
Kollektorstrom I. =f (Is) 
-Uce=5V 
(Emitterschaltung) 
AF139 
200 uA 


dio 


Eingangskennlinie Ia =f (Une) 


-Uce=5V 


(Emitterschaltung) 


AF139 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 


-Uc=5V 
(Emitterschaltung) 


mA 


17 


AF139 


4 


AF 139 


Ausgangskennlinien Ic =f (Uce) 
I, = Parameter 
(Emitterschaltung) 
mA AF139 


0 so 5 zov 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icno =/ (Tu) 


-Ucno = 20 V 
WA AF139 
"E == =: = 
5 
-Icso 
10 
| -- === 
5 
0 
10 = : 
5 
101 
0 50 100°C 
— U 
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Ausgangskennlinien Ic =f (Uca) 
I. = Parameter 
(Basisschaltung) 


mA AF139 
" n 
-. 
; LS 
I 8 
| Zune 
ö / 6 
| 5 
L 7 
3 
: 2 
-1mA 
0 
-0,4 -02 0 5 10V 


Transitfrequenz / =f (I.) 
Uce = Parameter 
MHz AF139 


: =12V 


6V 


Vx 


AF 139 


!) U,.1%;ist der Effektivwert der halben 
EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) 
eines 100% sinusmodulierten Fernseh- 
trägers bei einem Generator-Innenwider- 
stand von 240 Q, der auf dem Nutzträger 
1% Amplituden-Modulation verursacht. 


Leistungsverstärkung V„, =/(Ic) 
f=800 MHz; -Upax =12 V 
Rv=1k0Q; Rl=1,4kQ 
(Basisschaltung) 


Störspannung U, 1%')=f (Ic) 
Leistungsverstärkung V„=/(Ic) 
f=200 MHz; -Upau= 12 V 
Rv=1KN; RL=0,9KQ 
(Basisschaltung) 
mV AF139 dB 
200 20 


Usri% 
N 
150 


10 


100 


50 


-20 
0123458678 9ImA 
—- 


Leistungsverstärkung V„»=f (Ic) 
f=500MHz; -Ugau=12V 
Ry=1k0; R=1,4kQ 
(Basisschaltung) 


dB AF139 
20 

Vob | Ei 

[\ 
0 
0 
-10 
-20 
0 2 [ 6 8mA., 
—-- 
109 


ms 
70 


60 
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Eingangsleitwert y,,» 

—Uc» =12 V (Basisschaltung) 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
AF139 
| 


-Uege12V 


0 20 4 60 80 100msS 
—o Am 


Vorwärtssteilheit ya,» 

—Ucn = 12 V; (Basisschaltung) 

Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
AF139 


-100 -80 -60 0 20 0 20ms 


—> Ip 


AF 139 


Rückwärtssteilheit y,., 
—Ucs = 12 V (Basisschaltung) 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
AF139 
0,1 


-Ungs 12V 


f=100MHz 
| -01 


Mr 200MHZz- m 


-/c=0,5mA 


-0,3 -0,2 -01 0 0,1mS 


Ausgangsleitwert ya, 
I. = 1,5 mA (Emitter, Basisschaltung) 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
ms AF139 
12 
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AF 139 


Frequenzabhängigkeit der 
Leistungsverstärkung Ypnonr = (N 
-Ic=15 mA; -Ucr =12 V 
(Basisschaltung) 

AF139 


Frequenzabhängigkeit des 


Rauschens f=f(f) 


—Uce =12 V; -Ic=1,5 mA; Rs, =600 


dB AF139 
20 
1 —— Mittelwert | 
Bill ||| — — Sfreuwert 
15 ini I 
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PNP-Germanium HF-Transistor 


AF 239 


für UHF-Vorstufen bis 900 MHz 


AF 239 ist ein PNP-Germanium-Tränsistor in Mesa-Technik im Gehäuse 18 A 4 DIN 41876 
(TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. 


Typ | Bestellnummer 
AF 239 | 060106-x239 

Gewicht etwa 0,4 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 0,3 V 
Kollektorstrom -Ic 10 mA 
Emitterstrom Ie 11 mA 
Basisstrom I 1 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 °C 
Lagertemperatur Ts -30 bis +75 ie 
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Prot 60 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rırsu < 750 K/w 
Kollektorsperrschicht - Transistorgehäuse Rınys s400 K/w 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Für folgende Arbeitspunkte gilt: 
-UcE Ic IB B -UÜBE 
V mA nA Ic/Hg mV 
10 2 40 50 (> 10) 350 
5 5 120 42 400 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgs = 20 V) -Ices 0,5 (< 8) A 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgo = 15 V) -Iceo < 500 uA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Uepo = 0,3 V) /eBo < 100 uA 
112 VX 


AF 239 


Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) 


Transitfrequenz (-Ic =2 mA; -Uce =10V;f=100MHz) fr 700 MHz 
Kurzschluß-Rückwirkungs-Kapazität 
(-L =2 mA; -Uce = 10V;f=450 kHz) -C4 2e 0,23 pF 


Arbeitspunkt: -/c = 2 mA; -Ucg = 10V 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 


(f = 800 MHz; R, = 500 Q) Vpb 11,5 (> 9) dB 
(f = 800 MHz; RL =2 KO) Vpb 14,5 (> 11,5) dB 
(f = 900 MHz; R, = 5000) Vpb 10,5 (2 8,5) dB 
(f = 900 MHz; RL =2kQ) Vpb 12,5 dB 
Rauschzahl 

(f = 800 MHz; Rg = 60 Q)) F 5 (<6) dB 
(f = 900 MHz; Ra = 60 Q) F 6(< 7) dB 


Vierpoldaten (-I- = 2 mA; -Uce = 10 V; Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden) 
f= 200 MHz 


911» =45 mS | Yı2»|= 0,09 mS |y210l= 52 mS 9226 = 0,05 ms 
-b11b .=29 mS P12p = -90° 215 = 135° ba2b = 1,6 mS 
f= 800 MHz 

911» =2 mS | Yı2v| = 0,38 ms | Y21b|= 20 mS g922b = 0,5 mS 
-b1 1b = 17,5 mS P,2p = -100° P 210 = 37° ba2» = 6,3 mS 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen bei f = 800 MHz 


Leitungskreis 
mit Auskopplung 


R,=2kQ 


609 
(Empfänger) 


120pF 2] 
U It, 
Mind, 


[y 


Uce 
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AF 239 


Temperaturabhängigkeit der j Temperaturabhängigkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung des Reststromes Icso = (7,) 
Pır = (T); An = Parameter -Ucso = 20 V 
mw AF 239 & AF 239 
80 n 7 
Prot ud i 
| es | 
60 | 


—_ 
E3 
ja 
tz] 


40 Inaß | 


B Rrnau 3) 


Ic 


5 SS 
Q 5 
— 
1 
0—- 1 
0 50 100°C 0 50 100° 
zen —, 
Kollektorstrom Ic =f (I,) Kollektorstrom Ic = f (Upe) 
Ucr = Parameter Uce = Parameter 
Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
mA AF 239 mA AF 239 
ul 
Ie eV 
kein 
"Uge "10V 
6 
[1 1 
2 
0 
0 01 0,2 0,3 04mA 2 0 01 0,2 0,3 0,4 0,5V 
——-=-jB —e = 
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AF 239 


Ausgangskennlinien I. =f (Uce) 
I, = Parameter 


(Emitterschaltung) 


mA AF 239 
{N ' 
400 50 
250 
220 
> 200 
180 
160 T 
140 
6 120 S] 
| 100 
80 
4 | 
il 60 
4 
2 
-Ig=20uA | 
0 
0 10 20V 
—— obte 
Transitfrequenz f; =/ (Ic) 
—Uce = 10 V; f=100 MHz 
MHZ AF 239 
800 
-Ucg=10V 
pe 
600 
| 
400 
200 
0 
0 2 4 bmA 
PER -k 


Ausgangskennlinien Ic.=f (Uc,) 
I; = Parameter 
(Basisschaltung) 
mA AF 239 


Leistungsverstärkung V», =f (Ic) 

f=500 MHz; -Upau =10V;Ry=1KN 

Rı=2kN (Basisschaltung) 
dB 


AF 239 
20 
r 
10 
0 
-n 
-20 
0 2 4 6 8mA 


Leistungsverstärkung Vpp = / (Ic) 


f=800 MHz; -Ugau=10V; Ay=1K0D; 


R\=500 0; (Basisschaltung) 


dB AF 239 


20 


Yhh 


1 


Frequenzabhängigkeit des 
Rauschens F=f(f) 
—-Ucs= 10V; -Ic=2 mA; R3=60 N 

dB AF 239 


= l LI 


£ | I Lil 
I „EEHFEHFHNEN 
% I EBEN 
l) Ill ll 
fl 
I [| | I 
Lil wi tet 
5 1 Bil 
MBRBII| 
1" 1° 40" 1? 10° MHZ 
—-f 
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AF 239 


Leistungsverstärkung V„»=f (Ic) 

f=800MHz; - Ugsau=10V; A,=1K09; 

Rı=2kN; (Basisschaltung) 
dB 


AF239 
20 
’ 
in 
nl 
ki 
0 
jr = _ 
-1 
| MSCREEREGE: BEGBREEAEG | 
— 
-20 VEN WEBER 
2 4 N mA 
—-k 
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AF 239 


Eingangsleitwert y; 1» Rückwärtssteilheit yı2» 
—Ucs =10 V (Basisschaltung) —Uecs =10 V (Basisschaltung) 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
mS AF 239 ms AF 239 
03 TI 
DON u 
-60 
-80 
-Ugg=10V 
-100 
-120 
0 20 40 60 80 mö 0,3mS 
——- Im 
Vorwärtssteilheit yz,, Ausgangsleitwert ya, 
—Ucn = 10 V (Basisschaltung) —Uca = 10 V (Basisschaltung) 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
AF 239 ms AF 239 
120 9 
Dızo 3 
100 -Upg=10V i 
Dam 7 
800MHz 
"Ung= 10V 
| 80 AR 6 
5 | -Aeima 2, 
60 - - 
[1 
[A] 3 400 MHZ 
2 = 
200 MHz 
20 
TEHty-100 MHz 
0 800 MHZ 0 
-60 40 -2 0 20 ms 0 01 02 03 04 05 0,6ms 
—- I = I22b 
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PNP-Germanium HF-Transistor 


AF239S 


für Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz 


AF 239S ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesa-Technik im Gehäuse 18 AA DIN 41 876 


(TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. 


Typ | Bestellnummer 
AF 239 S | 062701-F51 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse 
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Gewicht etwa 0,4 g 


90 
-30 bis +75 
60 


<s 750 
s 400 


Maße in mm 


K/w 
K/w 


Vx 


AF 2395 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


—Uce Ic -B B -UBE 
V mA nA Ic/Is mV 
10 2 40 | 50 (>10) | 350 
5 5 110 45 400 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uces = 20 V) -Ices 0,5 (<8) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgo = 15 V) -IcEo <500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ueso = 0,3 V) lego <100 nA 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (-Ic = 2 mA; —Uce = 10 V; f = 100 MHz fr 780 MHz 
Kurzschluß-Rückwirkungs-Kapazität 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 450 kHz) -C12e 0,2 pF 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
Arbeitspunkt: -Ic = 2 mA; -Uce = 10V 
(f = 800 MHz; R\ = 500 Q) Vpb 12,5 dB 
(f = 800 MHz; R.=2kO) Vpb 15 (>12,5) dB 
(f = 900 MHz; R\ = 500 Q) Vpb 12 dB 
Rauschzahl 
(f = 800 MHz; Reg = 60 Q)) F <5 dB 
(f = 900 MHz; Rg = 60 Q) F <6 dB 
Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen bei /=800 MHz 
200pF 
IA I 
Rg609 i Leitungskreis 
BRIHL: A mit Auskopplung 
RL=2kn 
1,0402 
608) 
BODMHZ i 
) (Empfänger) 
120pF 
Ute 
8, 
Windg. 
I 
Ice 
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Io 


120 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por =f (T); Rn = Parameter 
mw AF239S 
80 —1 


60 


40 


<0 


0 Fe 100°6 


Kollektorstrom I. =/ (I,) 

Uce = Parameter 

(Emitterschaltung) 
mA AF239S 
n 


-} 


0 ) 12 08 0KmA 


AF239S 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icno =f (T,) 


—Uecao =20 V 


ua 


. AF2395 


w 


= 


il) IM 
= 
ee I 
" Ba: 
0 50 100° 
Be iM 
Kollektorstrom I. =f (Use) 
Uc« = Parameter 
(Emitterschaltung) 
mA AF239S 
a + 
I av 
8 
"ge ® 0V 
6 
k 
2 
0 
0 01 0,2 0,3 0,4 0,5V 
——a Upe 


Vx 


AF239S 


Ic 


Ausgangskennlinien Ic =f (Uce) 
I = Parameter 
RISSE) 


AF239$ 
) ' 
7 T 
220 | 
a 1200 I 
180 
160 —7 
140 
de 117 
10 
fl) 
[A IB 
60 
A 
2 
-/p=20 uA 
0 
0 10 20V 


Ausgangskennlinien Ic =f (Ucs) 
I; = Parameter 
(Basisschaltung) 
mA AF239S 


10 
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PNP-Germanium-HF-Transistor 


AF 240 


für Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz 


AF 240 ist ein PNP-Germanium-Transistor im Gehäuse 18 A 4 DIN 41 876 (TO-72). Die 


Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. 


Typ Bestellnummer 
AF 240 | Q60106-X240 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty s 45 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft 


Kollektorsperrschicht - Transistorgehäuse 
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EBEc 

0,45 n 

Ko Bi = 
4 Gehäuse 

135+1— 15, 
>2 254+03 

Gewicht etwa 0,4. g Maße in mm 
—UcEo 15 V 
—UceEs 20 v 
—UEBo 0,3 V 
Ic 10 mA 
IE 11 mA 
IB 1 mA 
T; 90 °C 
Ts -30 bis +75 °C 
Prot 60 mW 
Rınsu <s 750 K/w 
Reh < 400 K/W 


Vx 


AF 240 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


UceE -I -B B —Uße 
V mA nA Ic/I mV 
10 2 80 | 25 (>10) 370 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uces = 20 V) -Ices 0,5 (<8) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uceo = 15 V) -Iceo <500 pA 
Emitter-Basis- Reststrom (-Ueso = 0,3 V) -Ieso <100 nA 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr 500 MHz 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(-/c = 1 mA; -Uce = 10 V; f= 1 MHz) -C12e 0,26 pF 
Leistungsverstärkung 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f = 800 MHz; 
RL=2ko) Vpb 13 dB 
Leistungsverstärkung 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 800 MHz; 
Rı = 500 Q) Vpb 11 dB 
Rauschzahl 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 800 MHz; 
Reg = 609) F 6,5 dB 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f = 200 MHz; 
Re = 60 0) F 3 dB 
Vierpolparameter: (Anschlußlänge L = 1 mm) 
Arbeitspunkt: -/c = 3 mA; -Uce = 10V; 
f= 800 MHz: 
9116 = 4,8 mS Iyı2u|= 0,31 mS Iv2ıvl= 22 mS 922» = 0,5 mS 
b11b = -25 mS P412b = -108° Pa1p = 25° ba2p = 5,2 mS 
f = 400 Mhz: 
g11» = 30 mS |yı2u|= 0,25 mS Iv21n|= 51 mS g22b = 0,2 mS 
b11b = -46 mS P12p = -90° P31b = 85° ba2p = 2,5 mS 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por =f(T); Rn = Parameter 
mW AF 240 
80 


0 60 100°C 


Temperaturabhängigkeit des 
Bas Icao=f (T,) 
—Ucoo =20 V 
as AF 240 
il 


0 50 100° 
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AF 240 


Ausgangskennlinien I. =f(Uce) 


mA 


» = Parameter 


AF 240 


10 


500 


3 


8 


-/g=201A 


MHZ 
800 


Transitfrequenz fr =f (I.) 
Uce = Parameter; f= 100 MHz 


AF240 


-Ugg-10V 


Vx 


PNP-Germanium-UHF-Transistor AF 279S 


für Vorstufen bis 900 MHz 

AF 279 S ist ein PNP-Germanium-UHF-Planar-Transistor mit passivierter Oberfläche im 
kapazitätsarmen Kunststoffgehäuse 50 B 3 DIN 41 867 (ähnl. TO-119). Der Transistor ist 
besonders geeignet zur Verwendung in rauscharmen, geregelten Vorstufen bis 900 MHz in 
Tunern mit Diodenabstimmung. 


6:01 05 
5.05 5:02 


Typ Bestellnummer 
AF 279S 062701-F87 E 


0,9x0,16*002 


Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 


Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 0,3 V 
Kollektorstrom Ic 10 mA 
Emitterstrom LE 11 mA 
Basisstrom IB 1 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 °C 
Lagertemperatur Ts -30 bis +75 | °C 
Gesamtverlustleistung Prot 60 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rtnyu s 600 K/w 
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AF 2795 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


-UceE Ic | IB B | -UBE 

V mA nA IcHg mV 

10 2 | 40 | 50 (< 10) | 350 

5 5 110 45 400 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgs = 20 V) -IcEs 1 (< 15) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Ucgo = 15 V) -Iceo < 500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Uepo = 0,3 V) -IEBo < 100 nA 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 

Transitfrequenz 

(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr 820 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität (-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) -Cc80 0,4 pF 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 

(„Ic = 2 mA; -Uce = 10 V;f=800 MHz; RL =2kQ) Vob 20 dB 
(„Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 900 MHz; R, = 500.0) Ypb 12 dB 
Rauschzahl (-/c = 2 mA; -Uce = 10V; 

f = 800 MHz; R, = 60. Q) F <4,5 dB 


Vierpoldaten: 
-/c = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 800 MHz (Anschlußlänge L = 1,5 mm) 


911bd = 23 mS |Y12b| = 0,6 mS |yY21v |= 38 mS 9220 = 0,3 mS 
-b}1p = 33 mS 12» = 90° P51n = 75° b2a2» = 2,5 mS 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen bei /=800 MHz 


— 
200 pF 


I = 


Leitungskreis 


5 Windg mit 
B Auskopplung 
120 pf —G Rı=2kQ 
m en 
1,5k | u en son 
(Empfänger) 
) Sur 


133 Zu ee; 


° Ur 
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PNP-Germanium-UHF-Transistor AF280S 


für Misch- und Oszillatorschaltungen bis 900 MHz 


AF 280 S ist ein PNP-Germanium-UHF-Planar-Transistor mit passivierter Oberfläche im kapa- 
zitätsarmen Kunststoffgehäuse 50 B 3 DIN 41 867 (ähnl. TO-119). Der Transistor AF 280 S 
ist besonders geeignet zur Verwendung in Misch- und Oszillatorschaltungen bis 900 MHz in 


Tunern mit Diodenabstimmung. 


Typ + Bestellnummer 
AF 280 S 062701-F88 
N09-046:0R 

Gewicht etwa 0,25 g Maße in.mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeEBo 0,3 V 
Kollektorstrom -Ic 10 mA 
Emitterstrom Ie 11 mA 
Basisstrom IB 1 mA 
Sperrschichttemperatur T; 90 °C 
Lagertemperatur Ds -30 bis +75 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 60 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung Rınsu s 600 K/W 
Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
-UcE Ic Is B -UBE 
V mA nA Ic/Is mV 
10 2 80 25 (> 8) | 370 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uces = 20 V) -Ices 1 (< 15) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uceo = 15 V) Icgo < 500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugso = 0,3V) -/EBo < 100 nA 

127 


AF 280 S 


Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz (-/c = 2 mA; -Ucg = 10V; 


f= 100 MHz) fr 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucg = 10V; f=1 MHz) -Cc80o 


Leistungsverstärkung 

(-Ic =2 mA; -Uce = 10 V; f= 800 MHz; 

RL =2kO) Vpb 
Leistungsverstärkung 

(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f = 800 Mhz; 


RL = 5009) Vpb 
Rauschzahl 

(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 800 MHz; 

Res = 6009) F 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f = 200 MHz; 

Re = 600) F 


Vierpoldaten: 


-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V (Anschlußlänge L = 1,5 mm) 
f = 200 Mhz: 


gıw=94mS |yın|=0,15mS |ya1B| = 88 mS 
-b11b = 32 mS P12b = -90° P215 = 144° 
f= 800 MHz: 

911b = 22 mS | Yı2b| = 0,6 mS |v2ıpl = 37 mS 
-b11b = 46 mS P12b = -100° p21b = 48° 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen bei f=800 MHz 


200 pF 
ee) | an 
Leitungskreis 
Rg= 609 5 Windg. mit 
Auskopplung 
f=800MHz F— A=2 kQ 
1,5k 60N 
' ’ (Empfänger) 
33 
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550 MHz 
0,42 pF 
16,5 dB 
14,5 dB 
6 dB 
2,6 dB 

922b = 0,02 mS 

b22b = 0,6 mS 

9225 0,5 mS 

ba2b =3mS 


Vx 


PNP-Germanium-UHF-Transistor AF 289 


AF 289 ist ein PNP-Germanium-UHF-Planar-Transistor mit passivierter Oberflächeim kapazitäts- 
armen Kunststoffgehäuse 50 B 3 DIN 41 867 (ähnlich TO-119). Der Transistor ist besonders 
geeignet zur Verwendung in rauscharmen, geregelten Vorstufen bis 950 MHz in Tunern 
mit Diodenabstimmung. 


6:01,05 
Typ — Bestellnummer 5.05 | 5202 
AF 289 Q 62701-F 92 
0,9x0,16+0.02 
Gewicht 0,25 g Maße in mm 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 0,3 V 
Kollektorstrom Ic 10 mA 
Emitterstrom IE 11 mA 
Basisstrom -IB 1 mA 
Sperrschichttemperatur T; 96 °C 
Lagertemperatur Ts -30 bis 75 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 60 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rthuu < 600 K/w 
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AF 289 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Stromverstärkung 

(-/ce = 2 mA; -Uce = 10V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucso = 20 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 3 MA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(-Uce = 1V; f=1Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V; f= 800 MHz; 
R\ = 2 kOhm) 

Leistungsverstärkung 

(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f= 800 MHz; 
R\ = 500 kOhm) 

Kollektorstrom für max. Leistungsver- 
stärkung (Ucc = 12 V; Rcc = 1 kOhm; 
f= 800 MHz) 

Rauschzahl 

(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f= 800 MHz; 
Ra = 60 Ohm) 

Störspannungsminimum 

(-Ucc = 12V; Rec = 1 kOhm; 

fun = 200 MHz; Rg = 75 Ohm, 

Rı = 900 Ohm) 


Icvpbmax 


Ustöri% 


30 (>12) 


<15 


950 
50 


0,4 


19 


12,5 


>3 


3,4 (<4,5) 


20 


pF 


dB 


dB 


mA 


dB 


"mV 


1) Ustör1% ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehträgers mit RG = 75 Ohm, 


der auf dem Nutzträger 1% AM verursacht. 
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PNP-Germanium-HF-Transistor | AF 379 


für Großsignalanwendung bis 900 MHz 


AF 379 ist ein PNP-Ge-Planar-Hochfrequenz-Transistor im Kunststoffgehäuse 50 B 3 DIN 
41867 (ähnl. TO-119). Der Transistor ist besonders für nichtgeregelte kreuzmodulations- 
arme Vorstufen in Fernsehtunern geeignet. 


Typ Bestellnummer 
AF 379 062701-F72 


9 0,9x0,16002 

Gewicht 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 13 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge s 500 Q) —UCcER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 0,3 V 
Kollektorstrom _ Ic 20 mA 
Emitterstrom Ie 20 mA 
Sperrschichttemperatur T, 90 °C 
Lagertemperatur i Ts -30 bis +75 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty s 45 C)') Prot 100 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht -— Gehäuse Rınys < 450 K/W 
Statische Kenndaten (T, = 25°C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =500 uA) -U(BR)CEO > 13 V 
(-/c = 100 uA; Age = 500 Q) —UÜßrjcer | > 20 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(le = 1004A) -Uarjeso | > 0,3 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg =20V) IcBo <15 nA 
Stromverstärkung 


(-Ic = 8 mA; -Uce = 8 V) B 80 (> 25) en 


1) Wärmeableitung über die Kollektorlötstelle in eingebautem Zustand. 


Ev 


AF 379 


Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 8 mA; -Uce = 8 V; f= 100 MHz) 
Leerlauf-Ausgangskapazität 

(-Ucg = 8 V; f= 1 MHz) 

Rauschzahl 

(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 200 MHz); 
Re =60 0) 

(-Ic = 8 mA; -Uce = 8 V; f= 800 Mhz; 
Re =60 0) 

Störspannung!') 

(-Ic = 8 mA; -Uce = 8 V; f= 200 MHz; 
Rs = 6009) 

Leistungsverstärkung 

(-Ic = 8 mA; -Uce = 8 V; f= 800 MHz; 
Rs =600;RL=2 ka) 


% 1250 MHz 
E56 0,6 pF 
F 2,5 dB 
F 5 dB 
Us% 250 mV 
Vpb 18 dB 
Transitfrequenz fr =/ (Ic) 
-Uce=8 V 
MHz AF379 
1400 
fr 1200 
| 1000 
800 
600 
400 
200 
0 
4 6 10 12 14mA 
—--i 


!) Us, 1% ist der Effektivwert der EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehträgers bei einem Generatorinnenwiderstand 


von 60.0, der auf dem Nutzträger 1% Amplituden-Modulation verursacht. 
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| Nicht für Neuentwicklung | 


PNP-Transistoren für Schalteranwendungen 


ASY 48 
ASY 70 


ASY 48 und ASY 70 sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehäuse 1 A 3DIN 41871 
(TO-1 ähnl.). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Kollektoranschluß 
wird mit einem roten Punkt am Gehäuserand gekennzeichnet. Die Transistoren sind beson- 


ders für Schalteranwendungen geeignet. 


Typ 


Bestellnummer 


ASY 482) 
ASY 48 IV 
ASY48V 
ASY 48 VI 
ASY 702) 
ASY 70 IV 
ASY 70V 
ASY 70 VI 
Kühlschelle 


Grenzdaten 


0601 18-Y82 
0601 18-Y48-D 
0601 18-Y48-E 
0601 18-Y48-F 
Q601 18-Y81 
0601 18-Y70-D 
0601 18-Y70-E 
0601 18-Y70-F 
062901-B1 


Kollektor-Emitter-Spannung 


Kollektor-Emitter-Spannung (Uge 2 0,2 V) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 
Basisstrom 


Sperrschichttemperatur 


Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft 


Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 10 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucpo = 32 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 64 V) 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugso = 5 V) 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugso = 16 V) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Ucev = 32 V; Use 2 0,2 V) 
(-Ucev = 64 V; Upe 2 0,2 V) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


(Ic = 300 mA; Ig = 15 mA) 


ECB 


1,820,3 


6 


Maße in mm 


ASY 48 ASY 70 
u 30 V 
-Ucev 64 32 V 
-Ucpo |64 32 V 
-Ueso |16 16 V 
Ic 300 300 mA 
-RB 60 60 mA 
T; 90 90 °C 
Ts 55 bis +75 |-55 bis +75 °C 
Prot 900 900 mW 
Rınyu |s300 300 K/W 
Rınyg |s50 s50 K/W 
ASY 48 ASY 70 
-Icso |<10 3(<10) nA 
-Icso |- 5(<18) „A 
-Icso |61<18) - pA 
-IEeso |- 3 nA 
-Ieso |41<18) 4.(< 18) A 
-Icev |- 5 (< 18) nA 
-Icev |6 (<18) - „A 
-Ucesat |0,15<0,25 0,15<0,25 V 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 


1 


ASY 48 
ASY 70 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren werden bei —/c = 100 mA nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert 


und mit römischen Ziffern gekennzeichnet. 


B-Gruppe IV V V 
-Ic -Uce | B B B -UBE 
mA | V Ic/Ig Ic/IB II V 
2 0,5 47 79 114 0,13 (<O,20) 
100 | 0,5 45 (30 bis 60) | 75 (50 bis 100) 110 (75 bis 150) | 0,32 (<O,55) 
300 | 0,5 35 58 86 0,44 (<0,80) 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) ASY 48 ASY 70 
Transitfrequenz -Ic =5 mA; -Ucc =5V fr 1,2 1,5 MHz 
Basis-Bahnwiderstand fbb’ 75 (<200) 75 (<200) | Q 
Kollektor-Basis-Kapazität -Ucgo = 5 V CcBo 25 (<40) 25 (<40) pF 
Schaltzeiten 
Stromansteuerung 
Arbeitspunkt: -/c = 100 mA; tein 3,5 (<10) 3,5 (<10) us 
ü=1,5bis 3;a = 1 bis 2; tz 1,1 (<3) 1,1 (<3) uS 
-Ucc = 10V fr 2,1 (<7) 2,1 (<7) uS 
Spannungsansteuerung 
Arbeitspunkt: -/c = 100 mA; tein 0,25 (<1) 0,15 (<1) uS 
-Ugpeı = 4 V; Use = 1V; ts 1,3 (<2,5) 1,3(<2,5) | us 
Res = 100 Q tr 0,5 (<1,5) 0,5 (<1,5) HS 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Feng = F (t); » = Parameter 
Pror = F (T); Rn = Parameter 
W ASY 48, ASY 70 ASY 48, ASY 70 
10 w 
5 
706 
08 „102 
Prot | v en 
| 0; 
0,05, 
06 
0,02 
5 0,01 7 
04 0,005 1] 
1? 
; re 
02 5 r 
v=0 "7 mern 
HI 
REM ae 1? N AN! |ı ıl ll 
0 50 100% 0 0 0 12 
=——s —! 


* Kühlblech: Aluminium 12,5 cm2, 2 mm stark 
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NPN-Silizium-Transistoren 


BC 107 
BC 108 


BC 109 


BC 107, BC 108 und BC 109 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Metall- 
Gehäuse 18 A 3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist elektrisch mit dem Gehäuse 


verbunden. 


Die Transistoren eignen sich besonders für NF-Vor- und Treiberstufen. 


Typ Bestellnummer 
Te 

BC 107 2) 062702-C680 
BC 107 A 060203-X107-A 
BC 107 B 060203-X107-B 
BC 108 2) 060203-X108 
BC 108 A 060203-X108-A 
BC 108 B 060203-X108-B 
BC 108C 060203-X108-C 
BC 109 2) Q060203-X109 
BC 109 B 060203-X109-B 
BC 109C 060203-X109-C 
Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 
Kollektorstrom Ic 
Kellektor-Spitzenstrom Icm 
Basisstrom I 
Sperrschichttemperatur T, 
Lagertemperatur T; 
Gesamtverlustleistung Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rtnuyu 
Kollektorsperrschicht — 
Transistorgehäuse RinyG 


BC 107 


80,45 


m BE 52 1 


Gewicht etwa 0,3 g 


BC 108 BC 109 
30 30 
20 20 

5 5 

100 50 
200 - 

50 5 

175 175 
-55 bis +175 

300 300 
< 500 < 500 
< 200 < 200 


.' 
2,54+03 


Maße in mm 


K/w 


K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 107 
BC 108 
BC 109 


Statische Kenndaten (Ty = 125 °C). Die Transistoren werden nach der statischen Strom- 
verstärkung B gruppiert und mit A, B, C gekennzeichnet. Bei Uc£ = 5 V und untenstehenden 
Kollektorströmen gelten die nachfolgenden statischen Werte: 


B-Gruppe A B C 
Typ BC 107 BC 107 - 
BC 108 BC 108 BC 108 
x BC 109 BC 109 
Ic B B B 
mA Ic Ic/Hg Ic/Ig 
0,01 90 150 270 
2 170 (1.20 bis 220) 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
1002) 120 2002) 4002) 


BC 107 BC 108 BC 109 


Upesat ) 
V 


0,1 0,55 0,07 (<0,2) 0,73 (<0,83) 
2. 0,62 (0,55 bis 0,7) 
1002) 0.832) 0,2 (<0,6)2) 0,87 (<1,05)?) 


Statische Kenndaten 


(Tu = 25 °C) BC 107 BC 108 BC 109 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 50 V) Ices 0,2 (<15) = _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 30 V) Ices - 0,2 (<15) 0,2 (<15) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces =50 V; Tu = 125 °C) Ices 0,2 (<4) = _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 30 V; Tu = 125 °C) Ices - 0,2 (<4) 0,2 (<4) nA 
Emitter-Basis-Durchbruch- 

spannung (lego = 1A) Urjesol >6 >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Durch- 

bruchspannung 

(Iceo = 2 mA) Urjceo! >45 >20 >20 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert vonB = 20 abgesunken ist. 
2) Meßwerte gelten nicht für BC 109. 
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BC 107 


BC 108 
BC 109 
Dynamische Kenndaten (T,=25°C) | BC 107 BC 108 BC 109 
Transitfrequenz 
(Ic = 0,5 mA; Uce = 3V) fr 85 85 85 MHz 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 250 (>150) | 250 (>150) | 300 (<150) | MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucgo = 10V; f=1MHz) Cceo 3,5 (<6) 3,5 (<6) 3,5 (<6) pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Uero = 0,5 V;f=1MHz) Ceso 8 8 8 pF 
Rauschzahl (Ic = 0,2 mA; 
Uce =5V; Ra =2K0; 
A f = 30 Hz bis 15 kHz) F - - <4 dB 
Rauschzahl (Ic = 0,2 mA 
Uce =5V;Rg=2KQ, 
f= 1 kHz; Af= 200 Hz) F 2 (<10) 2 (<10) <4 dB 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Ice =2 mA; Uc =5V;f=1 kHz 


B-Gruppe A B C 
Typ BC 107 BC 107 - 
BC 108 BC 108 BC 108 


hıle 2,7 (1,6 bis 4,5) 
h12e 1,8 

Rale 220 

R22e 18 (<30) 


BC 109 BC 109 
4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 16) kQ 
2 3 10* 
330 600 _ 
30 (<60) 60 (<110) „S 


13%,% 


BC 107 


BC 108 
BC 109 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung K Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Por =f (T); Rn = Parameter ww ne = f (t); v= Parameter 
BC 107, BC 108, BC 109 BC 107, BC 108, BC 109 
a 10° EeHHEREHSERRPeHeEHTeR 


100 200°C 


Kollektorstrom Ic =f (Use) 
=5 V (Emitterschaltung) 
BC 107, BC 108, BC 109 


mA Uce 


m SEE 


le 


HF —— Miltelwerte 
—— SITEUWERTE 
10 -—- ven 
5 mi 
lg L 
0 
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05 10V 


Dr-tH 
tt 


Fh36 


Eingangskennlinie I, =f (Use) 
„Yee=5 V (Emitterschaltung) 
u BC 107, BC 108, BC 109 


103 


5 


0 


Vx 


BC 107 
BC 108 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Ig = Parameter (Emitterschaltung) 


uA BC 107, BC 108, BC 109 
1000 
I 
N so 
600 
400 
200 
0 
Sättigungsspannung Ucesar=f (lc) 
B=20; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 
Mm BC 107, BC 108, BC 109 
10 = 71- En LEER 2 
= s= —= 
RE 25°C ZI 
og ri 


—— Mittelwerte — 
— —Sireuwerte bei Tj=25°C 


{iR 02 03 0% 05 06V 
— m UVegsar 


BC 109 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Use = Parameter (Emitterschältung) 


MA BC 107, BC 108, BC 109 
1000 
I 
1.800 
600 
400 
200 | 
‚ne 
0 1 2 3 4 5V 
—rÜse 
Sättigungsspannung Uazsar=f (Ic) 
B=20; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 
mA BC 107, BC108, BC109 
1 = ——p E 
5 an 
kt 
iv 7 
; ze || 
n 4 
100°c Hl -50°C 
5 Fi 
{ HH 
Hl FH 
—— Mittelwerte I et 441 
——sremerte | || |\ 
100 Ei Ty°25° Er 
Em) 
Il l 
Il 
I 
gl U 
2 “00 1 
——n Üpe sa 


"% 


nA 


MHZ BC 107, BC 108, BC 109 
" SEFENFE HEHE 
u: HAHN l Lil 
HUHN 
I! BV) 
Uop® V| 
10° 
5 
| null 
h| 
IN 
0’ 5 m 5 1" 5 10° mA 
— 
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Temperaturabhängigkeit 

des Reststromes I.so = f (T,) 

für maximal zulässige Sperrspannung 
BC 107, BC 108, BC 109 


EEE 


= 


Transitfrequenz f = f (I.) 
U. = Parameter 


BC 107 
BC 108 


w 


—n 


w 


1) 


BC 109 


StromverstärkungB = f (Ic) 
U.e = 5 V; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


BC 107, BC 108, BC 109 
r 100°C 
Bat 
-50°L| 
I (u 1 FIIll 1 TTLHHN 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Ccso = flUcao) 
Emitter-Basis-Kapazität 
Sao = FlUrso) j 
BC 107, BC 108, BC 109 


u 
BC147, 148,149 7] 
2 B6167,168,169 
0 il 0 1 
0 5 0 5 mv 


——= Lean ; Veso 


Vx 


BC 107 


Stromabhängigkeit der h-Parameter 


H,= 


h,(le=2mA) 


h.dl. 
ev 


BC 107, BC 108, BC 109 


SEE EEE 


Sl 

<? X] 
Si Ü 

SEHE 


Rauschmaß F=f (Ic) 
Uce=5V; f=120 Hz; 
Ra= Parameter 


dB BC 109 
20 
F IH 14-44 
1 EHI EEANC HEINE 
| Rezima fioone | JIORS 
u ( I Ysoos| 
5 Be 
Il 
1KQ2 
0 -J -2 -1 {1} 4 1 
10 10 il) 0 10. mA 
—-h 


2,0 


BC 103 
BC 109 
Spannungsabhängigkeit der h-Parameter 
H u ee );Ic=2mA 
° Re (Ver=5V) ir 


BC 107, BC 108, BC 109 


/g=2mA 


30V 
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BC 109 


Rauschmaß F=f (I.) 


Rauschmaß F=/ (Ic) 
Uce=5 V; f=1 kHz; Rg = Parameter 


U..=5V; f=10kHz; R,=Parameter 


dB BC 109 dB BC 109 
20; 20 1 
IE | 
F I F Il 
A ui 
1 HAHN 1 + 
- ] Rg=1MR 
Resima A tor / [tor ll 
LI [Il N al) li Il 
" IA u Il OKR 
u I | Ill L 
AI ZT 5008 All 10Ko 
h) IN 5 Il [| 
5008 | kn I 
44H 
Al I 
5 2 1 ns 0 = 1 0 1 
il) 10 W 10 10 mA 0° m (I 10 10'mA 
——lk >; 
Rauschmaß F=f(U..) Rauschmaß F=f (f) 
Ic=0,2 mA; Rg=2 kN; F=1 kHz Uce=5 V; Ic=0,2 mA 
A/=200 Hz; 7,=25°C Rs=2kN;7,=25 °C 
dB BC 109 dB BC 109 
20 n m 20 
EHI EHHIFEHNN HIN HHN] 
I HH f | 
Il [I Ill) 
ih 15 I 
II) III] ill) 
il all Il IN I 
10 um un 10 u {| 
| II I 
11 Il) 
11 Lil 
5 Ah II 11 a) 5 
0 nd Ver: u = D) 1 
1! 5 q? 5 m 5 10V [() ii) 0 10 10 kHz 
m Use z——.i 
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NPN-Silizium-Transistoren 


BC 121 
BC 122 


BC 121,BC 122 und BC 123 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren in Miniatur- 
Ausführungen mit Kunststoffumhüllung (U-32). Der Typ ist jeweils durch einen gelben 
(BC 121), weißen (BC 122) und roten (BC 123) Farbstreifen am Gehäuse gekennzeichnet. 
Die Transistoren sind besonders für den Einsatz in rauscharmen NF-Verstärkerstufen und 
als Komplementär-Transistoren zu BC 201, BC 202 und BC 203 gedacht. 


Typ 


BC 121 2 

BC 121 weiß 
BC 121 gelb 
BC 121 grün 
BC 121 blau 
BC 122 2) 

BC 122 weiß 
BC 122 gelb 
BC 122 grün 
BC 122 blau 
BC 123 2) 

BC 123 weiß 
BC 123 gelb 
BC 123 grün 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 
Emitterstrom 
Basisstrom 


Sperrschichttemperatur 


Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung 
Bandlänge L = 2 mm; 
siehe Diagr. Rın = f (L) 


Wärmewiderstand 


siehe Diagr. Rn = f{L) 


Bestellnummer 


060203-X121 

060203-X121-X9 
060203-X121-X4 
060203-X121-S6 
060203-X121-X6 
Q060203-X122 

060203-X122-X9 
060203-X122-X4 


060203-X122-X10 


060203-X122-X6 
Q060203-X123 

060203-X123-X9 
060203-X123-X4 
060203-X123-X5 


Prot 


Rınsu 


250 


< 1000 


Gewicht etwa 20 mg 


250 


<s 1000 


Stromverstärkung 


0,3 


0,2: 006 


Maße in mm 
BC 123 
30 V 
45 V 
5 V 
75 mA 
85 mA 
10 mA 
150 °C 
-55 bis °G 
+125 
250 mW 
< 1000 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 121 
BC 122 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstärkung ß, gruppiert und mit einem 
Farbstreifen gekennzeichnet. Bei einer Spannung von Uc£ = 2 V und untenstehenden Kollek- 
torströmen gelten die nachfolgenden statischen Werte. 


BC 123 


ßo-Gruppen | weiß gelb grün blau 
Typ BC 121 BC 121 BC 121 BC 121 BC 121 
BC 122 BC 122 BC 122 BC 122 BC 122 
BC 123 BC 123 BC 123 - BC 123 
k B B B ir B ÜBe 
mA Ic/Ig Ic/lg Ic/Ig Ic/Ig mV 
0,01 63 110 180 330 530 
0,25 100 175 290 520 560 (500-630) 
10 125 220 320 620 610 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Sättigungsspannungen 


ÜBesat 


(Ice = mA; I5= 0,5 mA) 0,07 (< 0,2) 0,73 (< 0,83) | V 

(Ic = 50 mA; Ip = 2,5 mA) 0,13 6< 0,4) 0,82 (> 0,95) | V 
BC 121 | BC 122 | BC 123 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uceo = 25 V) Icso _ _ <10 nA 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uceo =15 V) Icso = < 10 — nA 

Kollektor Basis-Reststrom 

(Ucso =2V) Icso <10 = = nA 

Kollektor-Emitter-Durchbruch- 

spannung (Icgo = 100 uA) Ulgr)cEo >5 >20 > 30 V 

Kollektor-Basis-Durchbruch- 

spannung (Icso = 100 uA) U(Br)cBo >5 > 30 >45 V 

Emitter-Basis-Durchbruch- 

spannung (lego = 100 uA) U(BR)EBO >56 = >:5 V 
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BC 122 
BC 123 

Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) BC 121 BC 122 | BC 123 
Transitfrequenz I il in I 
(Ic = 250 yA; Uce = 0,5 V) fr 50 50 50 MHz 
Transitfrequenz \ 
(le = 10 mA; Uce = 0,5 V) fr 250 250 250 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Uceo = 2 V; f= 1 MHz) CcBo 4,4(<11) | - - pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Uceo = 10 V; f= 1 MHz) Ccso - 3,5 (<7)| 3,5 (<7] pF 
Rauschzahl (Ic = 200 uA; 
Uce = 0,5 V;f=1 kHz; 
A f= 200-Hz; Rg = 2 kQ) F 2,5(<5)| 23,5 (<5)| 23,5(<5)| dB 


Stromverstärkungsgruppen 

Die Transistoren BC 121, BC 122 und BC 123 werden nach der dynamischen Stromver- 
stärkung ß, gruppiert und mit einem Farbstreifen gekennzeichnet. 

Arbeitspunkt: Ucg = 0,5 V; Ic = 250 yA, f = 1 kHz 


Farbstreifen 


Stromverstärkung ßo 75 bis 150 | 125 bis 260| 240 bis 500| 450 bis 900 
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BC 121 


BC 122 
BC 123 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Wärmewiderstand 
Pwor=f (Tu) Bandlänge „L"= Parameter _K_ Ru=f (Bandlänge „L") 
Ww BC 121, BC122, BC 123 17 BC121, BC122, BC 123 
0,3 1000 
Por 
' 800 
A 
L=2m 
02 n 
5mm 
" 600 | 
mm 
Jzmm 
400 — 
0,1 
bie Kurve gilt für 
200 unendlich gute Wärme- _| 
ableitung von der Löt- 
It 1 | | stelle am Kollektor- _ 
anschluß 
0 0 sfr ef a8 1] 
0 50 100 150 °C 0 2 46 8 0 12mm 


SEE 1 


Stromverstärkung 3=/ (Ic) 

Uce=2 V; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 

BC 121 gelb, BC 122gelb, BC 123gelb 


WE 


B H- Hl 
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—— > Bandlänge L 


Kollektorstrom Ic=f (Use) 
Uce=2 V; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA BC 121, BC122, BC123 
10° £ —r=F=2= = 
11 
.esjee 
k 
| w 
- =5000 1 
5 


Pr —— Mittelwerte 


si SPTEUWEITE 
100 L—t— bein=25% 
4 
5 
" 
0 0,5 10V 
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BC 121 
BC 122 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
I, =Parameter 
(Emitterschaltung), 7, =25°C 


n 05 0,4 nr BC 123 
PS 
a RS 
I 
I) 40 0,2mA| | \| 
0,15mA | 
30 mı 
0,1mA 
20 
I5=0,05mA I 
10 
Au Da [oa I EB ER | 
0 a DE a KR De 
0 10 20 30V 
—eLe 
Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
B=220; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 
a BC 121, BC122, BC123 
10 
5 50°C --25°6 
k S 
ı He 


ie 
1" 
EE 
5 


1° | I 
5 N —— Mittelwerte — 
— — Sireuwerte 
beily-25°0 | 

er ar 


Do U 02 08 0% 05 06V 
> Ügesat 


BC 123 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Ig Parameter (Emitterschaltung) 


uA BC 121, BC122, BC 123 
100 DSDnA 
h 0,45 uA— 
I)! 0,40 uA 
0,35 uA| 
60 0,30 wAl 
0,25 uA 
40 0,20 WAT 
0,15 1A7 
0 0,10 WA-ı 
150,05 UA 
G 1 2 g 4 5V 
—alet 
Sättigungsspannung Unssar=/ (Ic) 
B=20; T, = Parameter 
mA (Emitterschaltung) 
BC121, BC 122, BC123 
======Ss: 
5 
k —| 
/\ 
| pl | a m 
F- 100°C 
5 m 
1) - 
F — MilteIwerte 
5 - —— Streuwerfe 
I DEIT>25°C 
w 
0 0,5 10V 
—— = Ühesat 
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Temperaturabhängigkeit des 

Reststromes Icso=f (Tu) 

Ucso=2V; Ucso=15V, Uco=25 V 
nA BC 121, BC 122, BC 123 


‚EEE 


1 
Icgo MIR Urgo® 2V (6121) 


Veno=25V(Be123) 


10° i 


1! A I KR ER 
0 50 100 150% 


—-Nn 


Emitter-Basis-Kapazität Ceso=f (Uerno) 
Kollektor-Basis-Kapazität Copo =f (Ucao) 
pF BC 121, BC122, BC123 


u 
Cco I 
u HH 
| Ei 


10 5 1° 5 m'y 
——= Usa; Veso 
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BC 121 
BC 122 
BC 123 


Transitfrequenz f=f (Ice) 
(Uce=0,5 V; 2,0 V) 
MHZ BC 121, BC122, BC123 


1* = 
Ei] a) 
M . 
10° - 
== 


20V 
0,5V 
I 
5 
1 I I 11117] 
‚| zul tl 
o' 


107 5 1° 5 m" 5 10?mA 


ee 


Eingangskennlinie Iy„=f (Use) 
Uce=2V (Emitterschaltung) 
A BC121, BC122, BC123 


Vx 


io ; 


dB 
20 


1 


Rauschzahl /=f 0) 


(Re=2.KQ, Uce=5V, Ic= 0,2 mA) 


BC 121, BC 122, BC 123 
I TTTT0m 
| Il IHN 
Hl 
| ae Hr IL 
Ba El 
IT 
[| 
— ul 
0? 517 5 10° 5 10° khz 
—-f 


BC 121 
BC 122 
BC 123 


RauschzahlF=f (U..) 
(Ic=0,2 mA, Rs=2 kQ f=1 kHz) 
dB BC121, BC122, BC 123 


20 BEE, 
ui LITE 


10 


0 "5:10 


Rauschzahl F=f (I.) 

(Uee=5 V;f=1 kHz, T,=25 °C) 
dB BC121, BC122, BC123 
20 


I! ma) 


4 TI [11 I 


= 
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NPN-Silizium-Transistoren BC 140 
BC 141 


BC 140 und BC 141 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren im Gehäuse 5 C 3 DIN 
41 873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die Transistoren 
sind besonders für NF-Verstärker und als Komplementär-Transistoren zu BC 160 und BC 161 
gedacht sowie für NF-Schalter-Anwendungen bis 1 A geeignet. Die Transistoren BC 140 und 
BC 141 werden auf Wunsch auch gepaart geliefert. 


Typ Bestellnummer 

BC 140 2) 060203-X140 

BC 140-6 060203-X140-V6 

BC 140-10 060203-X140-V10 

BC 140-16 060203-X140-V16 

BC 140 gepaart 060203-X140-P 

BC 140/BC 160 gep. | 062702-C228-52 

BC 141 2) 062702-C719 

BC 141-6 062702-C234 

BC 141-10 062702-C235 

BC 141-16 062702-C236 Gewicht etwa sig 

BC 141 gepaart 062702-C209 

BC 141/BC 161 gep. | 062702-C230-52 

Grenzdaten 

Kollektor-Basis-Spannung UcBo 80 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 60 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 7 V 
Kollektorstrom Ic 1 1 A 
Basisstrom Is 0,1 0,1 A 
Sperrschichttemperatur T; 175 175 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis + 175 -55 bis + 175 | °C 
Gesamtverlustleistung Prot 3,7 3,7 W 
Wärmewiderstand i 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu | s200 s200 K/w 
Kollektorsperrschicht — Transistor- 

gehäuse Ring | 535 <s35 K/Ww 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren BC 140 und BC 141 werden bei Ic = 100 mA; Ucg£ = 1 V nach der statischen 
Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normreihe gekennzeichnet. Für die 
unten angegebenen Arbeitspunkte gelten die nachstehenden Werte. 


Typ BC 140, BC 141 

B-Gruppe 6 ( 

Ic B B B 

mA Il Ic/Is Ic/Ig 

0,1 28 40 90 — 

100 63 (40 bis 100) 100 (63 bis 160) 160 (100 bis 250) | - 

1000 15 20 30 1,2 (<1,8) 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 141 
BC 140 BC 141 
: EZ 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 60 V) Ices 10 (< 100) 10 (< 100) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Ucgs = 60 V; Tu = 150 °C) Ices 10 (< 100) 10 (< 100) nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Icgo= 30 mA; 
Impulslänge = 200 us; 
Tastverhältnis 1%) U8r)cEo >40 > 60 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ices = 100 uA) UlBrIcEs >80 > 100 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (lego = 100 uA) U(BR)EBO >7 =7 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic =0,5 A; Ig = 25 mA) Ucesat') 0,6 (<1,0) 0,6 (<1,0) V 
Paarungsbedingungen: 
(Ic = 100 mA; Ucg = 1 V) E= s 1,25 < 1,25 
2 

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (/c = 50 mA; 
Uce£ = 10 V; f= 20 MHz) fr > 50 > 50 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucg = 10 V;f= 1 MHz) CcBo &i25 < 25 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Uep = 0,5 V; f= 1 MHz) CeB0 <80 <80 pF 
Meßschaltung 

Schaltzeiten für Transistoren 

BC 140, BC 141: 

lc = 100 mA; Ipı = -IB2 = 5 mA) 

"us I fein en 
VL (r helbns taus ns 
mens Zgz100k 
Ar <löns 
R=50R 
1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von 3 =20 abgesunken ist. 
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BC 140 


BC 141 
Temperaturabhängigkeit der Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pıx=Ff(T); Rn = Parameter Por=f(T); Run = Parameter 
h BC 140 Ww BC 141 
T T Tr 4 T T 
[Ugg= 0 bis7V [urr-odisahv 
tr Prot 
EI Ä 
3 3 10V 
v 13V 
’ Amas Kein An 
20V 
30V 
40V 60V 
= 
1 1 
Pınau Rmul || E 
u 
| 
0 0 | 
0 100 200 °C 0 100 200°C 
fi BER. 
Zulässige Impulsbelastbarkeit, Transitfrequenz f=f (I.) 
— rnuc=f (t); v= Parameter Uce=10 V 
ri BC 140, BC 141 a BC140, BC 141 
==: EFIZp Ep es 0 
Hi HEHE = Hill = 5 si 
5 [1 5 IH || Il 
Arab de sg Hifi AN ERERREL 
4) l 4 
| 10"+92 | HI 
r = „| 150°E 
5074 1 I j 
| 0,0 Ii 5 EZSNL u um \ 
0,02 (| 
100 Il [-50°0 all) 
S = 
5 SS FH | i H =5 HH HH 
g, 
D N I) ii Cr 
| /v=0 im 
"EEE "U" aan main 
SEHE? A Il | 
|| 
| il 
10 ul Jill an! All All 10° N 
a a TE u 7 1" a? 0! 0? O'mA 
—f —=[, 
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BC 140 
BC 141 


Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
B=10; T, =Parameter 
(Emitterschaltung) 


> BC140, BC 14 
u) AH T — 
ZZ ı 
; 2 rt =. 
7 
14 
k 7 
i a, 
z I 
1 == = nt ; =; Bi 
“E 
H = | 
I 
| | 
ot EL — 
HERE Zm—=z=_2= 
5 F I BE BE 
N —— Mittelwerte 
1 Straumerte bi Ty-25°C | 
\ 71 m —- L 
w - 
0 05 10V 
— beesat 
Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icoo=f (Tu) 
Ueno=60 V 
nA BC140, BC 141 


Icho 


0 50 100 150°C 


Sättigungsspannung Usesar=f (Ic) 
B=10; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 

BC 140, BC 141 


3 
il) =: =: >| 
I T 
k 
| [J=== =A 
Bert Ole== 
5 4 = Ne 
I / 
Iy || 
w = FE) 
io : 
| 
! [11 
N lı 
100 I BE a 
= — Mittelwerte 
Cor — — streuwerte 
- 125%] 
urn) 
I I 
ME 
0 05 10 10V 
—— Le sat 


Transitfrequenz /r=f (Ic) 
Uc=10V 
BC 140, BC 141 


E 


1’ 


10° 5 5 9? 5 10’ mA 


—b 


PNP-Silizium-Transistoren BC 160 
BC 161 


BC 160 und BC 161 sind epitaktische PNP-Silizium-Transistoren im Gehäuse 5 C 3 DIN 
41 873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die Transistoren 
sind als Komplementär-Transistoren zu BC 140, BC 141 gedacht und werden auf Wunsch 
auch gepaart geliefert. 


Typ Bestellnummer 

BC 160 2) 062702-C228 

BC 160-6 062702-C228-V6 
BC 160-10 062702-C228-V10 
BC 160-16 062702-C228-V16 
BC 160 gepaart 062702-C228-P 
BC 160/BC 140 gep. | 062702-C228-52 
BC 161 2) 062702-C252 

BC 161-6 062702-C230 

ee > Er See Gewicht etwa 1,5 g Maße in mm 
BC 161 gepaart 062702-C230-P 
BC 161/BC 141 gep. | 062702-C230-82 


Grenzdaten 

Kollektor-Basis-Spannung —Ucso | 40 60 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo | 40 60 V 
Emitter-Basis-Spannung —Ueso | 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 1 1 A 
Basisstrom I; 0,1 0,1 A 
Sperrschichttemperatur T; 175 175 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +175| -55 bis +175| °C 
Gesamtverlustleistung Prot 3,7 3,7 Ww 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu | = 200 s 200 K/w 
Kollektorsperrschicht - Transistor- 

gehäuse Russ | s 35 s 35 K/w 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren BC 160 und BC 161 werden bei -/c = 100 mA; -Uce = 1 V nach der 
statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normreihe gekennzeich- 
net. Für die unten angegebenen Arbeitspunkte gelten die nachstehenden Werte. 


BC 160, BC 161 


0,1 46 80 120 - 
100 63 (40 bis 100) | 100(63bis160) | 160(100bis250) | - 
1000 15 20 30 1,0 (< 1,7) 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 40 V bzw. 60 V) -Ices 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = AO V bzw. 60 V; 
Ty = 150 °C) -Ices 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Iceo = 50 mA 
Impulslänge = 200 us; 
Tastverhältnis 1%) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ices = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (-Ieso = 100 uA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (-/c =0,5 A; 
-Is = 25 mA) 
Paarungsbedingungen: F 
1 
( Ic 100 mA; UceE =1 V) Ba 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (-Ic = 50 mA; 

—Uce = 10 V; f= 20 MHz) fr 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) Cc8o 
Emitter-Basis-Kapazität 

(-Ueg = 0,5 V; f= 1 MHz) CeBo 


Meßschaltung: Up Use 


1015 
Vır 
M<öns 
M<löns 
Ri=s0R 


-U(srjceo . 
-UlBr)ces 


-U(8R)EBO 


1 
—Ucesat ) 


BC 160 BC 161 ei 


10 (< 100) 10 (< 100) nA 


10 (< 100) 10 (< 100) nA 


>40 >60 V 


>40 >60 V 


>5 >.5 V 


0,6 (< 1,0) 0,6 (< 1,0) V 


s 1,25 s 1,25 


> 50 >50 MHz 


< 30 < 30 pF 


< 180 < 180 pf 


Schaltzeiten für Transistoren: 
BC 160, BC 161: 


(-Ic = 100 mA; Igı = -Is2 = 5 mA) 


tein < 500 ns 
taus < 650 ns 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B =20 abgesunken ist. 
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BC 160 


BC 161 
Temperaturabhängigkeit der Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung zulässigen Gesamtverlustleistung 
m Pit =F(T); Run = Parameter Bc-160 wer =f(T); Rn = Parameter BC 161 
kr - 4 T 
U Ugg=0 d57V Lupg-001s85V 
Prot Piot 
[\ 
10V R 
3 
13V. — 
al Aynag 
24120 = 
30V le 
60V u 
1 
_ _tnau | 
0 
0 100 200 °C 0 100 200°C 
—af —-7T 
Stromverstärkung 8 =/ (Ic) 
Zulässige Impulsbelastbarkeit —Uce zu an Tu Rarameler 
— runs =f (t); v= Parameter Emitterschaltung) 
u BC 160, BC 161 ; BC 160, BC 161 
n HE HH 0 
SIEHE SEHE 
5 Ei Er 
B aunllli m (RN 
kin 05 = || | 
| ange mar | toocc | 
5 [0,1 7 Hz! 1 H 
0.05 [ 25% ii 
100,0.02 i =50°C Bull 
„Do H Eu II 
0,005 H 
v=0 . 
| 101 EEB tt H 
w Door al I H (mm 
=H I Il 
5 Ent A il ll 
F Ha —T- ‚ HE 11 ll 
FAN ENNENNENNENNOnN LM ll II 
et mM ws 10" g? 10 w 10’ma 
—-f —-I 
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BC 160 
BC 161 


Sättigungsspannung Ucesar = (Ic) 
B=10; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 

BC 160, BC 161 


ev Arzt 
: nr > F 
} — 
-h 2 ie 
Fr | 
12 / a) 
Z 
5 
| o,: un nr u" 
il) | | 
5 2 
—— Mittelwerle 
I — — Streuwertt bei Tj>25°C 7 
| 
a’ 
0 05 10V 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icso=f (Tu) 


-Ucao =60 V 
nA BC 160, BC 161 
Icho 
IRA 
10° 3] z 
10° ä IBEMN 
1 
10 —_— 
—— !ittelwert 
— — Streuwert 
DR zZ 
10° [ J | I 
0 50 100 150°C 
N 


fr 


MHz 
10° 


b 


12 


Sättigungsspannung Usgesar=fllc) 
B=10; T,= Parameter 
(Emitterschaltung) 


BC 160, BC 161 


Transitfrequenz /=/(Ic) 
(-Uee=10V) 


BC 160, BC 161 


El 


u] 5 102 5 1°mA 


NPN-Silizium-Transistoren 


BC 167 
BC 168 
BC 169 


Obige Transistoren sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren 

im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) für NF-Vor- und Treiberstufen sowie 
als Komplementärtransistoren zu BC 257, BC 258 und BC 259 geeignet. 

BC 109 ist besonders für rauscharme Vorstufen gedacht. 


Typ Bestellnummer 
BC 167 2) 062702-C706 
BC 167 A 062702-C74 
BC 167 B 062702-C75 
BC 168 2) 062702-C707 
BC 168 A 062702-C76 
BC 168 B 062702-C77 
BC 168 C 062702-C78 
BC 169 2) 062702-C708 
BC 169 B 062702-C79 
BC 169C 062702-C80 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Emitter-Basis-Spannung EBO 
Kollektorstrom Ic 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 
Basisstrom Is 
Sperrschichttemperatur T, 
Lagertemperatur Tz 
Gesamtverlustleistung Prot 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rehryu 


BC 167 


45 


300 


| 420 


15*02 B 
L 
£ 

Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 

Einbauhinweise und Bohrungs-& 

siehe Vorwort 

BC 168 BC 169 
30 30 V 
20 20 V 
5 5 V 
100 50 mA 
200 = mA 
50 5 mA 
150 150 °C 
-55 bis +150 °C 
300 300 mW 
| s420 < 420 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 167 
BC 163 


BC 169 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C). Die Transistoren werden nach der statischen Strom- 
verstärkung B gruppiert und mit A, B, C gekennzeichnet. Bei Uce = 5 V und untenstehenden 
Kollektorströmen gelten die nachfolgenden statischen Werte: 


B-Gruppe A | B c 
Typ BC 167 BC 167 _ 

BC 168 BC 168 BC 168 

- BC 169 BC 169 
k B B B 
mA Ic/ Ig Ic/Ig Ic/Is 
0,01 90 150 270 
2 170 (120 bis 220) 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
100?) 120 200?) 4002) 
Typ BC 167, BC 168, BC 169 

Is | Ucesat ) | Upesat ) 
mA V V 
0,1 0,55 10 0,5 0,07 (<0,2) 0,73 (<0,83) 
2 0,62 (0,55 bis 0,7) 
100?) 0,83?) 100?) 5 0,2 (<0,6)?) 0,87 (<1,05)?) 
Statische Kenndaten 
(Ty = 25 °C) BC 167 BC 168 | BC 169 
= mr 

Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces =50 V) Ices 0,2 (<1 5) zu = nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 30 V) Ices - 0,2 (<15) 0,2 (<15) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 50 V; Ty = 125 °C) Ices 0,2 (<4) = - nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 30 V; Ty = 125 °C) Ices - 0,2 (<4) 0,2 (<4) nA 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (leso = 1 yA) U(Br)EBO >6 >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Durch- 
bruchspannung 
Uceo = 2 mA) U(BR)CEO >45 >20 >20 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 


2) Meßwerte gelten nicht für BC 169. 
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Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


BC 167 


Transitfrequenz 

le = 0,5 mA; Uce = 3 V) fr 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) Ccso 
Emitter-Basis-Kapazität 

(Ueso = 0,5 V;f=1MHz) Cepo 
Rauschzahl (Ic = 0,2 mA; 

Uce = 5V; Reg =2kKQ; 

Af = 30 Hz bis 15 kHz) F 
Rauschzahl (Ic = 0,2 mA 

UceE = 5V;Rs =2Kko, 

f= 1 kHz; Af = 200 Hz) F 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Ice = 2 mA; Uce = 5V; f=1 kHz 
B-Gruppe A 


Typ BC 167 
BC 168 
hie 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) 
R12e 1,5 2 
haje 220 330 
ha2e 18 (< 30) 30 (< 60) 


BC 168 
BC 169 
BC 167 BC 168 BC 169 
85 85 85 MHz 
250 (> 150) | 250 (> 150)| 300 (> 150)| MHz 
3,5 (< 6) 3,5 (< 6) 3,5 (< 6) pF 
8 8 8 pF 
= _ <A dB 
2 (< 10) 2< 10) <4 dB 


8,7 (6 bis 16) 
3 

600 
60 (< 110) 


Die Kurven zu diesen Transistoren entsprechen denen der Typen BC 237, BC 238 und 


BC 239. 
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PNP-Silizium-Transistoren 


BC 177, BC 178 und BC 179 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren 
im Gehäuse 18 A 3, DIN 41 876 (TO-18). 
Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die Transistoren eignen sich 


besonders für NF- Vor- und Treiberstufen. 


Typ Bestellnummer 
BC 1772 062702-C684 
BC 177 A 062702-C141 
BC 177B 062702-C142 
BC 1782) 062702-C685 
BC 178 A 062702-C153 
BC 178B 062702-C154 
BC 178C 062702-C155 
BC 179 2) 062702-C686 
BC 179 B 062702-C303 
BC 179C 062702-C145 


Grenzdaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Basisstrom 
Basis-Spitzenstrom 


Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft 
Kollektorsperrschicht - 
Transistorgehäuse 


-Uces 
-Uceo 
-Ueso 
MR 
-Icm 
> 
-Iem 
T; 

T; 

Prot 


Renyu 


RtnyG 


0,45 


a 
zw 52_93 


Gewicht etwa 0,33 g 


175 
-55 bis +125 
300 


<s 500 


s 200 


300 


s 500 


s 200 


BC 177 
BC 178 
BC 179 


2,5403 


Maße in mm 


K/w 


K/W 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 177 
BC 178 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit A, B, C 


gekennzeichnet 


BC 179 


Bei -Uce = 5 V und untenstehenden Kollektorströmen gelten folgende statische Werte. 


B-Gruppe A B c 
Typ BC 177 BC 177 m 

BC 178 BC 178 BC 178 

= BC 179 BC 179 

—ı ER 

Ic B B B 
mA Ile Ic/Ig Ic/HIg 
0,01 90 150 270 
2 170 (120 bis 220) 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
100') 120°) 200°) 400°) 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Typ BC 177, BC 178, BC 179 
Uce Ic Is :: 

mA mA V 
5 0,1 - 0,57 
5 2 - 0,62 (0,55 bis 0,7) 
5 100 - 0,8 - - 
- 10 0,5 = 0,1 (<0,2)') 0,7 (<0,8) 
_ 100°) | 5 e& 0,2 (<0,6)')°) 0,85 (<1)?) 

10 & = 0,2 (<0,6)?) “= 

BC 177 BC 178 BC 179 

Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 20 V) -Ices 2 (<100) 2 (<100) 2 (<100) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 20V; Tu = 125 °C) -Ices <4 <4 <4 uA 
Emitter-Basis-Durchbruch- " 
spannung (-Igs = 10 A) -UßrJeso | >5 >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ice =2 mA) —U(BR)CEO >45 >25 >20 V. 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ice = 10 uA) -UlBRJcES >50 >30 >25 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
2)Ic = 10 mA für die Kennlinie, welche bei konstantem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt /c = 11 mA; 


UcE = 1 V geht. 


3) Diese Werte gelten nicht für BC 179. 
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BC 177 


BC 178 
BC 179 
Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) BC 177 BC 178 BC 179 | 
Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; 1 
-Uce =5 V; f= 50 MHz) fr 130 130 130 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) Cc8o 4,5 (<7) 4,5 (<7) 4,5 (<7) pF 
Rauschzahl 
(Ic = 0,2 mA; -Uce = 5 V) 
Re = 2 kQ; Af= 200 Hz; 
f=1kHz F <10 <10 <4 dB 
f = 30 bis 15 000 Hz F _ - 2 (<4) dB 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Ic =2 mA; Ucp =5V; f= 1 kHz 
B-Gruppe| A B c 
WEBER) WEEHES un 
Typ BC 177 BC 177 - 
BC 178 BC 178 BC 178 
- BC 179 BC 179 
Ale 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 15) kQ 
h12e 1,5 2 3 10* 
hz1e 220 330 600 _ 
ha2e 18 (<30) 35 (<60) 60 (<110) uS) 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Ins =f (t); v=Parameter 
Pror=F (T); Rn = Parameter K 
W BC 177, BC 178, BC 179 W BC 177, BC 178, BC179 
RT I: ®* EERIEESHEERTEERJEFFIEFFIEFE 
1 5 FEHeSHReeHeerecHieremch 
Be - _ Fih26 HEHE RR FR 
Prot u Ill 
"08 | ar öl 
Keele lien 97 H{eHlF 
4 ik 
02 | Arno —,- N ce EEE MB ERLLEEN 
Rınyu ar ASSHirEE Eee 
%v/dulanıllanı mul HN n— 
SI SAIETTIET 
0 mA rm i 
5 FE. Pı 
Li “T u IH 
0 ! 1 Lulu Lil BANENIgAN Il ılıl 
# en au ws 0 tn Ms 
——Tr —f 
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Kollektorstrom I. = f (U;.) 


-Ug =5V 
mA BC 177, BC 178, BC 179 
1? — z 
i IE 
A 
gi 
1 / 
100°C /1 25°C -50°% 
0 = l / 
5 | H 
_ l 
ap, —— Mreiwerte || I 
F— — Streuwere 
; tr mine 
I | 
mw 1 
0 05 10V 
m nike 
Eingangskennlinie /, = f (Use) 
-Uc =5 V; T, = 25 °C 
BC 177, BC 178, BC 179 
10° 
ER 
| 
10? 
5 
1’ 
5 
10° 
0 05 10 V 
—e Lg 
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1° 


BC 177 


Temperaturabhängigkeit des 


Reststromes 


Mittel- und Streuwerte für max. zul. 


Icao= FT, 


Sperrspannung 
BC 177, BC 178, BC 179 


BC 178 
BC 179 
StromverstärkungB = f (I.) 
-Ug=5V 
BC 177, BC 178, BC 179 
Fr i + FH 
hooec 
20, 
HIN ZPEHHHSEFFEHR 
I j 
ee TH 
-50°C {{ 
TanıT ef LITE 
SE II 111) 
IH Hl 11 
— 
j EN ER ER 
mau | 
TI ii 
ul | in 
o? 0" 10 1! 02mA 
—-] 


— — Streuwert 


150°C 


Vx 


BC 177 


BC 178 
BC 179 
Sättigungsspannung Ucesa = f Ic) Sättigungsspannung U, = f( I.) 
B= 20 B=20 s 
Fi BC 177, BC 178, BC 179 n BC 177, BC 178, BC 179 
10 u 1 SH 
—H0%% 25°C tr = = i 
+ + 
5 1000 4 - 5 
a % 7] 
Hr 
I / | 100°C Hal / |-50°C 
A I =; — a] — — / 
b) 1 =! — ie 5 
f 1 l 
1 mt] I 
Cu mn 
o\_ lH , ı\j\l 
il) a ar u a a u [i — = im 
tr Mittelwerte [ : 
5 H = Streuwerte beiT,” 25°C a en IE 
f Kr MP — — SIreuwerte —— 
an 
it 43] z all bei 25°C mi 
| \ı | | | 
a" [1 | no! l 
0 0 02 03 0,4 05V 0,5 10V 
— > Vgpsat > Üpesat 
Stromabhängigkeit der h-Parameter Spannungsabhängigkeit der h-Parameter 
— Uce = 5 V; Tu = 25 °C - Ic= 2 mA; T, = 25 °C 
rn he (Ic) 
Hs ge \c a 
Arc = 2ma) Ue) 
; BC 177, BC 178, BC 179 BC 177, BC 178, BC 179 
0 2,0 
= ET i 
5 ZU 
Hl L He =Ig=2mA - Mi 
; F hzı 
SE NEIIRE 5 To 15 
| ne Ei 
Wr EBEIUge=SV SE 
(de = — 
ESEHHE E 
ll 10 ; 
Mze | v 
1 
Br hg 
CH Lt) } 
5 Age 
—t LH 
mw" u N 
w' sm 5 10m 0 0 20 30V 
—h 2 


BC 177 
BC 178 


mA 
100 


80 


60 


40 


20 


Ausgangskennlinien I.=f(U,.) 


I3= Parameter 


BC 177 


600 


400 


200 
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Ausganskennlinien /.=f (U.;) 


Use = Parameter 


BC 179 


1 T 


BC 179 


Ausganskennlinien /. = f(Uce) 


mA BC 178, BC 179 
100 10 mA ; 
’ 0,9 mA 
vr 0,9mA 
80 n 
0,1mA 
7 0,6 mA 
0,5mA 
60 uw 
0,4mA 
0,3mA 
40 = 
02 mA-| 
20 /g=0,1mA 
% F 2v 
be 
Ausganskennlinien /. = f (Ucz) 
I, = Parameter 
uA BC 179 
1000 
10,5 1A 
4 95 U A—— 
800 8,5 UA 
T5UA 
600 I 6,5 UA] 
5,5 UA] 
400 45 uA- 
3,5 UA 
200 2,5 UA 
=15 uA 
0 
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BC 177 
BC 178 


Transitfrequenz f=/(I.) 


(1,=25°C) 
Nik: BC177, BC178, BC179 
u HH SLIM 
5 Il 
fr 
IM Bu Bi U -Upg10V Il) 
yV 
2V 
w 
5 II Il 
[| Hill 
H N 
IMBENIL 
m' 
m 5° 5 m 5 10’mA 
— 
Rauschmaß f=f (Uce) 
— 1c=0,2 mA; Rg=2 kR; f=1 kHz 
Tu=25°C 
dB BC 179 
20 ITTMm 
F 


10 


BC 179 


Kollektor-Basis-Kapazität Ccoo=f(Ucso) 
Emitter-Basis-Kapazität Ceno=f(Ueno) 


f=1 MHz; 7,=25°C 
pF BC 177, BC178, BC 179 
5 m m 
CeBo m 
Cco 
| 
10 
5 
0 IN 
10" 5 m 5 mv 
— >" Upgo »VeBo 
Rauschmaß F=f (f) 
Re=2 kR;-Uce=5 Vi- Ic=0,2 mA 
Tu=25°C 
dB BC 179 
20 N 
Il u. TI 
F dit Hl 
T111 Im rm 
[IN] Il 
15 [| Ill 
H 
tl AN BI 6 
Ill IH HH 
5 rt 
[N 
0 2 -] 0 = 1 2 
il) 1 10 10 10° kHz 
BRee 
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BC 179 


Rauschmaß F=f (I.) 


Rauschmaß F=f (Ic) 
—Uce=5 V; f=120 Hz; T,=25°C 


—Uce=5 V; f=1 kHz; T, =25°C 


dB BC179 dB BC 179 
20 20 
F au LI F [I] 
NN | 
15 ) |} 15 ıT wi 717 17 Im 
UT /rgımo foone [Tirol || BA 
I ARE ll \ Rgsima A 1okn/ [ton 
10 | Hl BEL EN RN HI 
| Il Ysoon on Bu 
BP RT FARHNNN IN A Ye 
I ill) ‚ec I 
ii A| EINS 5002 
m Al 
oL - LEI N u 
10 m w" 0 10'ma 10° 0 1° 10'mA 
—l ” Ig 


Rauschmaß F=f (Ic) 
-Uce=5 V; f=10 kHz; T,=25°C 


dB BC 179 
20 
B Ill | 
N N || 
Mal mul) ı 
| Reina Jill 
| | || Il 
Il I! 
Ill OK 
soon | 11) I 10k@ | 
5 
1KQ IV I4 
{IA I 
0 n IL ei Lt 
a ve | a 
>; 
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NPN-Silizium-Transistoren 


BC 182 
BC 183 


BC 182 und BC 183 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren in Plastikgehäuse 
10 A 3 DIN 41 868 (TO-92) zur Verwendung in NF-Vor- und Treiberstufen sowie in 
Gleichspannungsverstärkern. Die Transistorensind für rauscharme Vorstufen vorgesehen und 
als Komplemnentär-Transistoren zu BC 212 und BC 213 geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BC 182 2) 062702-C455 
BC 182 A 062702-C372 
BC 182 B 062702-C373 
BC 183 2) 062702-0833 
BC 183 A 062702-C388 
BC 183 B 062702-C387 
BC 183 C 062702-C524 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht -— Luft 


2,5max. 


0,4x0,4 


tn 


EEE 
We, 520 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 


Gewicht 0,25 g 


150 
-65 bis +150 
300 


<s 420 


EBC 


25:0,5 


Maße in mm 
BC 183 
30 V 
45 V 
6 V 
200 mA 
50 mA 
150 °C 
-65 bis +150| °C 
300 mW 
< 420 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 132 
BC 183 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren werden nach der statistische Stromverstärkung B gruppiert und mit A, B 
gekennzeichnet: Bei Ucg = 5 V und nachfolgenden Kollektorströmen gelten untenstehende 
statischen Werte. 


Typ | BC 182, BC 183 BC 182, BC 183 BC 183 

B-Gruppe | A B C 

Ic (mA) BIc/Ig B Ic/Ig | Ic/R 

0,01 >40 150 270 

2 170 (120 bis 220) 290 (180) bis 460) 500 (380 bis 800) 
100 120 200 400 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Typ BC 182, BC 183 


0,62 (0,55 bis 0,7) 


10 0,5 - 
100 5 = 
100 - 0,82 


BC 182 BC 183 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 50V) Icso <15 < 15 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =4V) Ieso < 15 <15 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
We =2 mA) Ulgr)cEo >50 > 30 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
lc = 10 4A) Uerjcso | >60 >45 v 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(ec = 10 4A) U(BrjJEBo >6 >6 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statistische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
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BC 182 


BC 183 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Ic = 2 mA; Uce =5V; f=1 kHz 
Typ BC 182 BC 182 ] 
BC 183 BC 183 BC 183 


B-Gruppe A B 
| 
hıle 2,7 (1,6 bis a5 | 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 15) 
h12e 15. 2 3 10* 
ha1e 220 330 600 - 
h22e 18 (<30) 30 (<60) 60 (<110) „S 
Dynamische Kenndaten (Tı, = 25 °C) BC 182 | BC 183 UMEE 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr >150 >150 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucg = 10 V;E = 0; f= 1 MHz) CcBo 2,5 (<5) | 23,5 (<5) | pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ues =0,5 V;lIe =0;f=1 MHz) CEBo 8 8 pF 
Rauschzahl (/c = 0,2 mA; 
Uce =5 V;f=1 kHz; Rg = 2 kQ) F 2 (<10) 2(<10) dB 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Poa=f(T,) K fınsu =f (t); v= Parameter 
W Ww 
CT Sara ” 
IT 5H 
Piot "na r 0,5 
' var 
5 01 
10,0 
: [PIE II EIN 
4 0,02 
10 an 
5 RS» FH! 
ll Ei) 
Rn v=0 
0 > }e- ı Hi 
| L_ ID: 
ag er 


0 50 100 150°C 


—>7 


„ CLARA DENIE TORTEN 


AT a a a 1) 


—-f 


n° ws 


Die übrigen Kurven zu diesen Transistoren entsprechen den Typen BC 237 und BC 238 und wurden aus Platz- 


gründen an dieser Stelle weglassen. 
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BC 201 
BC 202 
BC 203 


PNP-Silizium-Transistoren 


BC 201, BC 202 und BC 203 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren in Miniatur- 
ausführungen mit Kunststoffumhüllung (U-32). Der Typ ist jeweils durch einen Farbstreifen 
am Gehäuse gekennzeichnet, grün (BC 201), blau (BC 202) und grau (BC 203). Die 
Transistoren sind besonders zum Einsatz in rauscharmen NF-Verstärkerstufen und als 
Komplementär-Transistoren zu BC 121, BC 122 und BC 123 gedacht. 


Typ Bestellnummer Stromverstärkung 03 

BC 201 2) 062702-C149 0,1x0,25 01085 8 
BC 201 weiß 062702-C167 B : = 
BC 201 gelb 062702-C168 E 

BC 201 grün 062702-C310 IR, 1 

BC 201 blau 062702-C170 Gewicht etwa 209 Maße in mm 
BC 202 2) 062702-C150 

BC 202 weiß 062702-C172 

BC 202 gelb 062702-C173 

BC 202 grün 062702-C361-X1 

BC 202 blau 062702-C175 

BC 203 2) 062702-C151 

BC 203 weiß 062702-C177 

BC 203 gelb 062702-C178 

BC 203 grün 062702-C362 

Grenzdaten BC 201 | BC 202 BC 203 
Kollektor-Emitter-Spannung —UcEo 5 20 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung —UcBo 5 30 45 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 75 75 75 mA 
Emitterstrom IE 85 85 85 mA 
Basisstrom I 10 10 10 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung 

[Bandlänge „L” = 2 mm; 

Siehe Diagramm Rın = f (L)] Prot 250 250 250 mW’ 
Wärmewiderstand 

siehe Diagramm Rır = f (L) Rınyu <1000 <1000 <1000 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 201 
BC 202 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


BC 203 


Die Transistoren werden nach der dynamischen Stromverstärkung ßo gruppiert und mit 
einem Farbstreifen gekennzeichnet. Bei einer, Spannung von Uc£ = 2 V und untenstehen- 
dem Kollektorstrom gelten folgende statischen Werte. 


ß.-Gruppe | weiß gelb grün blau 
Typ BC 201 BC 201 BC 201 Tr BC 201 BC 201 
BC 202 BC 202 BC 202 BC 202 BC 202 
BC 203 BC 203 BC 203 BC 203 BC 203 
; Ye 
-Ic -Uße 
mA Ic/Is Ic/Is Ic/Is Ic/Is V 
| 
0,25 100 175 290 520 0,58 (0,52 bis 0,68) 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °) 
Sättigungsspannung —Ucesat 


(-Ic = 10 mA; -Is = 0,5 mA) 
(-Ic = 50 mA; -Ip = 2,5 mA) 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucp = 2 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 15 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Uce = 25 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ice = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-Icg = 100 yA) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (-Igg = 100 uA) 


0,1 (<O,2) 0,7 (<0,8) V 
0,18 (<O0,35) 0,8 (<0,92) V 
BC 201 BC 202 Br BC 203 1 
-Icgo 2 (<100) | - - nA 
—Icso - 2 (<100) | - nA 
-Ic8o - - 2 (<100) | nA 
Honsh.) 5 20 30 V 
-Üßsjono: | 5 30 45 V 
-Ußrjeso | 9 5 5 V 
1783 


Vx 


BC 202 

BC 203 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) BC 201 BC 202 | BC 203 

— 

Transitfrequenz 
(-/c = 10 mA; -Uce = 0,5 V) fr 80 80 80 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Uceo = 2 V; f = 1 Mhz) CcBo 5,4 (<11)| - - pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucso = 10 V; f= 1 MHz) 5 Cc8o - 3,5 (<7) | 3,5 (<7)| pF 
Rauschzahl (-/c = 200 yuA; 
—Uce =0,5 V; f=1 kHz; 
A f=200Hz;R, =2 ka) F 2,5 (<10)| 2,5 (<10)| 2,5 (<10)| dB 


Stromverstärkungsgruppen 

Die Transistoren BC 201, BC 202 und BC 203 werden nach der dynamischen Strom- 
verstärkung ß, gruppiert und mit einem Farbstreifen am Gehäuse gekennzeichnet. 
Arbeitspunkt: -Uce = 0,5 V; -Ic = 250 uA 


Farbstreifen 


Stromverstärkung ß, 75 bis 150 125 bis 260 240 bis 500 450 bis 900 


1 24 Vx 


BC 201 


BC 202 
BC 203 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Wärmewiderstand 
Puar=f (Tu) Bandlänge „L' ist Parameter K_ Au =f (Bandlänge „L") 
BC 201, BC 202, BC 203 W BC 201, BC 202, BC 203 


0,3 71 
+ 1 


Kollektorstrom Ic =f (Use) 
—Uce =5 V; Ty = Parameter 
m BC 201, BC 202, BC 203 


A| Mittewerle 
E— — SITBUWErTE 
LeiT,=25°C 


a 


000 


400 a a a 


Die Kurve gilt für 
unendlich gute Wärme- _| 
ableitung von der Löf- 
stelle am Kollektor-- 
anschluß 


at 


0 ı 4 6 8 1 2 12mm 
——= Bandlänge L 


Eingangskennlinien Is = f (Use) 
=Uce=5 V; Tu =25 °C 
Be BC 201, BC 202, BC 203 
10 


I 5 


0? u EN 
=== ==-==== 


10? 


0 05 10V 


—+ U 
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Ausgangskennlinien Ic =f (Uce) 
Ia = Parameter . 


mA BC 201, BC 202, BC 203 
50 | 
4 0,30mA— | 
4 
a 
0,20mA 
30 
0,15mA 
20 0,10mA 
10 -/5=0,05 mA 
0 
0 10 20 30V 
ee 
Stromverstärkung B=/(I.) 
—U.e=2 V Mittelwertskurven 
BC 201 gelb, BC 202 gelb, BC 203 gelb 
0 
5 Il {il 
NN 
BL met 


102 2 85°C 
ee 
je I 
Lift! 
A +4 


II 
LIT TI 
w = Ei | 
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BC 201 
BC 202 


BC 203 


Ausgangskennlinien Ic =f (Uce) 
I ge = Parameter 


mA BC 201, BC 202, BC 203 
50 
"k 
| 40 
30 
20 
10 
0 
Ausgangskennlinien I. =f (Uc.) 
Use = Parameter 
mA BC 201, BC 202, BC 203 
5 ee 
660 mV 124 
= 
[\ 4 | 
—n+— 
650 mV 
3 
640 mV 
2 
69omV | 
1 "Upg=620 mV | 
% 1 2V 
Zu 
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Ausgangskennlinien I. =f (Uce) 
I, = Parameter 


BC 201, BC 202, BC 203 


ua 
100 
80 
60 
40 
20 
Sättigungsspannung Ucesa: = (Ic) 
B = 20; T, = Parameter 
MA BC 201, BC 202, BC 203 
m 
5: 50°C, 25°C 100°C, 
A 17 
Ei A 


—— Mittelwerte | 


—— Strauwerte bel T,-25°C 


BEBEI 
3 04 05V 
> lbesat 


BC 201 
BC 202 
BC 203 


Ausgangskennlinien Ic =f (Uce) 


1a = Parameter 
BC 201, BC 202, BC 203 


5 —T Ei 


2V 


Sättigungsspannung Uaesar = f (Ic) 


B =220; T, = Parameter 
mA BC 201, BC 202, BC 203 


1° : —— 


5 


7 
[= 8 | 
100°C j 2507 |/ [-50°C 


5 2 — Mittemerte It 
IP — Streuwerte 
—— ein 25°C 


| 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icso =f (7,) 


“ BC 201, BC 202, BC 203 
{ Bee 
/keo Ss 
N Urpo=toV (B020 n 


2) 
m YUV 
oJ 


0 50 100 150°C 
—T 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Cero =f (Ucno) 
Emitter-Basis-Kapazität 
Ceoo =f (U eso)f=1 MHz; Ty, = 25 °C 
F BC 201, BC 202, BC 203 


15 . 
— B ME NER DR NER CI KU | 

T IH 

10 Oepo 

5 

0 

10 5 71° 51V 
—eVogo, "Ver 
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BC 201 
BC 202 


BC 203 


Transitfrequenz f; =/ (Ic) 
T, =25 °C; U. = Parameter 


MHz BC 201, BC 202, BC 203 
0° aan ii 
fr ET il 
N 17 
1 Mu ENT USERN | Lilli 
077 51° 5 m 5 10?mA 
ERDE © zn 
Rauschzahlf=f (Ic) 
-Uce=5 V; f=1 kHz; Tu =25 °C 
dB BC 201, BC 202, BC 203 
20 
[1 Il) | 
F 
N 
Bun au! 
NR 1MB Arookofloke till 
| kQ) 
all 
5 | 5000 
Il Il 
2° .m! 1? 10° 10’uA 
Bee I 


RauschzahlF=f(f) 


BC 201 
BC 202 


Re=2k9; -Uce=5V; - Ic=0,2 mA 


T,=25 °C 
B BC 201, BC 202, BC 203 
20 ImamElN) m 
I I [| | 
5 IH 


10 


SCHI) 


tm 
(I U 
102 510 5 10° 5 1’KHz ' 
—f 


Rauschzahl = (Uc.) 
-1c=0,2 mA; Rs =2kK0; f=1 kHz 


BC 203 


u = 25 °C 

dB BC 201, BC 202, BC 203 

20 Eu 

FH) 

10 h IN 

5 

ja [I 

07 51° 5 10" 5 10?V 

— be 
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PNP-Silizium-Transistoren 


BC 212 
BC 213 


BC 212 und BC 213 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffgehäuse 
10 A 3 DIN 41868 (TO-92) zur Verwendung in NF-Vor- und Treiberstufen sowie in Gleich- 
spannungsverstärkern. Die Transistoren sind für rauscharme Vorstufen vorgesehen und als 
Komplementär-Transistor zu BC 182 und BC 183 geeignet. 


2,5max. 


0,4x0,4 


es 
et 
Mi, 5 Ei, 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 


Typ Bestellnummer 
BC 212 2) 062702-C242 
BC 212 A 062702-C374-V1 
BC 212B 062702-C374-V2 
BC 2132) 062702-C564 
BC 213 A 062702-C1159 
BC 213B 062702-C1160 
BC 213C 062702-C1158 
Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 
Kollektorstrom -Ic . 
Basisstrom IB 
Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur T; 
Gesamtverlustleistung Rot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rthyu 


Gewicht etwa 0,25 g 


BC 212 


50 
60 


150 
-65 bis +150 
300 


| 5420 


— 


EBC 


25:05 


Maße in mm 
BC 213 
30 V 
45 V 
6 V 
200 mA 
50 mA 
150 °C 
-65 bis +150 °C 
300 mW 
<s420 Kyw 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 212 
BC 213 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Der Transistor BC 212 wird nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit Buch- 
staben A und B gekennzeichnet. Bei -Uce = 5 V und nachfolgenden Kollektorströmen 


gelten untenstehende statische Werte. 


Typ BC 212, BC 213 BC 212, BC 213 BC 213 
bs 
B-Gruppe A B C 
-Ic (mA) B Uc/I) B UIc/I;) B (Ic/Ig) 
0,01 >90 150 270 
2 170 (120 bis 220) | 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
100 120 200 400 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Typ 


BC 212, BC 213 


0,57 


0,82 


Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucg = 30 V) 

Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ues =4V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =2 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 yA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 yA) 


0,62 (0,55 bis 0,7) 


BC 212 | BC 213 
-Ic8o <15 <15 nA 
Ego <15 <15 nA 
-Uisrjceo | >50 >30 | V 
-Urjcao | >60 >45 V 
-Usrjeso | >5 >5 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
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BC 212 


BC 213 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Ice =2 mA; -Uce =5 V; f=1 kHz 
Typ | BC 212, BC 213 BC 212, BC 213 
B-Gruppe | A B 
Arie 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6'bis 15) kQ 
h12e 1,5 2 104 
hz1e 220 330 
haae 18 (<30) 30 (<60) uS 


Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Transitfrequenz (-/ce = 10 mA; 

-Uce = 5 V; f= 100 MHz) 

Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V;IE = 0; f= 1 MHz) 

Emitter-Basis-Kapazität 

(-Uzs = 0,5 V; IE = 0; f=1 MHz) 

Rauschzahl (-Ic = 0,2 mA; 

—Uce =5V;f=1kHz;Rg =2KkQ) 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


Prar=t (Tu) 
W BC 212, BC 213 
04 | — 
Par SET 
| 03 
02 
0 
0 
0 50 m ms 
—— 


( 


2 (<10) 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
ransu = (t); v= Parameter 


MHz 


BC 212, BC 213 


0° 0° mn 03 02 w' nt ms 


—f 


Die übrigen Kurven zu diesen Transistoren entsprechen den Typen BC 307; BC 308 und wurden aus Platzgründen 


an dieser Stelle weggelassen. 
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NPN-Silizium-Transistoren BC 237 
BC 2383 
BC 239 


BC 237, BC 238 und BC 239 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) zur Verwendung in NF-Vor- und Treiberstufen 
sowie als Komplementär-Transistoren zu BC 307, BC 308 und BC 309 geeignet. BC 239 
ist für rauscharme Vorstufen vorgesehen. ; 


Typ Bestellnummer 

ut 
BC 237 2) 062702-C697 2,5 max. EBC 
BC 237 A 062702-C276 0,4x0,4 Fe = 
BC 237 B 062702-C277 " = 
BC 238 2) 062702-C698 | F S 
BC 238 A 062702-C278 | IE 
BC 238 B 062702-C279 Eu?" Sn 
BC 238 C 062702-C280 Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 
BC 239 2) 062702-C699 Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
BC 239 B 062702-C281 
BC 239 C 062702-C282 
Grenzdaten BC 237 BC 238 BC 239 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 50 30 30 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 45 20 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 6 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 100 100 50 mA 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 200 200 - mA 
Basisstrom Ig 50 50 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 300 300 300 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu s420 s420 | s420 K/W 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 237 
BC 238 
BC 239 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C). Die Transistoren werden nach der statischen Strom- 
verstärkung B gruppiert und mit A, B, C gekennzeichnet. Bei Uc£ = 5 V und untenstehen- 
den Kollektorströmen gelten die nachfolgenden statischen Werte: 


B-Gruppe A B C 
Typ BC 237 BC 237 = 
BC 238 BC 238 BC 238 
- BC 239 BC 239 
k B B B 
mA Ic/Ig Ic/Ig Ic/Ig 
0,01 90 150 270 
2 170 (120 bis 220) |290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
1002) 120 2002) 4002) 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


BC 237, BC 238, BC 239 


0,07 (<0,2) 0,73 (<0,83) 


100 


0,2 (<0,6)2) 0,87 (<1,05)2) 


BC 237 BC 238 BC 239 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 50 V) Ices 0,2 (<15) | - _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 30 V) Ices - 0,2 (<15)| 0,2 (<15) | nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 50 V; Tu = 125 °C) lces 0,05 (<4) | - _ pA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 30 V; Ty = 125 °C) Ices - 0,05 (<4)| 0,05 (<4) | yA 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (/eso = 1 A) UBR)EBO >6 >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Icgo = 2 mA) UBr)cEo >45 >20 >20 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
2) Diese Werte gelten nicht für BC 239. 
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BC 237 
BC 238 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) | BC 237 


Transitfrequenz (Ic = 0,5 mA; 
Uce = 3V) 

Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucpo = 10 V; f= 1 Mhz) 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Uego = 0,5 V; f= 1 MHz) 
Rauschzahl (/c = 0,2 mA); 
Uce =5V; Ra = 2KkQ; 

A f= 30 Hz bis 15 kHz) 
Rauschzahl (!. = 0,2 mA; 
Uce =5V; Rs =2kQ, 

f= 1 kHz; Af= 200 Hz) 


BC 239 


BC 238 BC 239 


f7 
fr 
Ccso 


Ceso 


F 


85 


<4,5 


8 


2 (<10) 


Arbeitspunkt: Ic = 2 mA; Uce =5 V; f=1khHz: 


B-Gruppe 


h12e 1,5 
Raie 220 
h22e 18 (<30) 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 


2,7 (1,6 bis 4,5) 


Pox=f (Tu) 
W BC 237, BC 238, BC 239 
04 7] 
I 
mu 
Phot I = 
Io 
02 
1) 
0 
0 50 100 150° 


—-l 


2 
330 
30 (<60) 


4,5 (3,2 bis 8,5) 


85 85 MHz 


250 (>150) | 250 (<150)| 300 (<150) | MHz 


<4,5 <4,5 pF 
8 8 pF 

= <A dB 
2 (<10) <A dB 


8,7 (6 bis 15) kQ 
3 10* 
600 = 
60 (<110) „Ss 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Fınsu=f (t); v= Parameter 
BC 237, BC 238, BC 239 


050 ana nt Ws 


ef 
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Stromverstärkung 3=f (Ie.) 
Uce=5 V; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 

BC 237, BC 238, BC 239 


3 
10 EFEH 4 jun Hi 
5 11 SH 
100°C 
1 14 
25 
n? | 
naeh 
Il} 
> Ze 
Hl Hl 
10) 
5 
10? \ u 
0? m w° "] 0? mA 
1 
Kollektorstrom Ic=f (Une) 
maJce=5 V (Emitterschaltung) 
2 BC 237, BC 238, BC 239 
% ze=s 
=E == 
ie 


F—— Mittelwerte 
—— StPEUWErTE 


m —- Bin 
4 
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BC 237 
BC 233 


BC 239 


Ausgangskennlinien I/.=f (Ue.e); 
Ia = Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA BC 237, BC 238, BC 239 
100 T 
065 mA 
0,70m an 
0,55 mA 
i En 
‚#0 M 
a) 0,H0mA 
0,35mA 
0,30mA 
60 / 0,25mA 
0,20mA-1 
wL 0,15mA 
0,10mA_| 
20 /5=0,05 mA-ı 
0 
0 1 2V 
|: 


Ausgangskennlinien /c=f (Uce); 
I, = Parameter 


(Emitterschaltung) Ä 
mA BC 237 
100 a7 Ama 
’ f 0,25mA 
k 
A L 
80 0,20 mA 
kl 
60 0,15 mA-| 
0,10 mA 
40 
/5=0,05mA 
20 
0 
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BC 237 


BC 238 
BC 239 
Ausgangskennlinien I.=f(Uce) Ausgangskennlinien I.=f(Uce) 
Ig= Parameter U, = Parameter 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
uA BC 237, BC 238, BC 239 ua BC 237, BC 238, BC 239 
1000 
, yTN B 
h 35 un 
too = in 
3,0 UA 
4 
600 2,5 1A— 
DA 
400 15 r\ 
10WA 
200 u 
15 0,5 uA 
2 u u Se u ae 


Sättigungsspannung Ucssar=/ (Ic) Sättigungsspannung Ugesa:=/ (Ic) 
B=20; T,=Parameter B=20; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 

mA BC 237, BC 238, BC 239 mA BC 237, BC 238, BC 239 


2 


W272 " EEEFEES ES 
-50°% Pi — 


un 100°C h 
aan Ms 


1 
: SE n opel -50°% | 3 
5 n 5 | na 
| 


- —— Mittelwerte }- 
—— Streuwerle | f 


10° 10 Lo zeins25et 
Ei = ei — 


5 5 ji {1 
—— Mittelwerte l 
| — —Streuwerle bei Ty=25°0 | 1 
| | 
v l 
oo 2 03 0 05 08V 0 02 0 00 10 12V 
— Ügesat —n pe gar 
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Eingangskennlinie /,=/ (U;:) 
Uce=5 V 
(Emitterschaltung) 


nA BC 237, BC 238, BC 239 
10? 
b 
R 
[\ 
| 1° 
5 
I) 
b 
qm 
0 05 10V 
—-d 
Kollektor-Basis-Kapazität 
Coso=f (Ucao) 
Emitter-Basis-Kapazität 
Ceno=f (Uroo) 
pF BC 237, BC 238, BC 239 
72 Im 
Ccpo 
(Cepo) 
[) 
8 
6. 
[3 
2 
f ur: 
‚10 5 10 5 10 v 
— Upon; Yepn 
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BC 237 
BC 238 


BC 239 


Transitfrequenz f=f (I.) 


Uce = Parameter 
MHz BC 237, BC 238, BC 239 


"HEHE 
Mes 


10V 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icso=/ (T,) 
für maximal zulässige Sperrspannung 
nA BC 237, BC 238, BC 239 


== == E 
Es = 


Vx 


BC 237 


BC 238 
BC 239 
Spannungsabhängigkeit der h-Parameter e Stromabhängigkeit der h-Parameter 
Ha he (Uce) AU) Bisg h. (le) rk.) 
Melle) © ulk=2mA) . ° 
BC 237 N BC 237, BC 238, BC 239 
2,0 il) FH 1 EFEHH 
— II 4 
5 [-Ygg=5V! 
l 
He hi 
19 & 
Ag 
10’ 
1 —_ 
5 
-A 
10 12e 
ln 
Maar DR I MEN MEN Ele 
05 5 
M22e 
0" 5 5  10'mA 
Rauschzahl F=/ (I.) Rauschzahl f=f (Ic) 
Ucer=5V;f=1 kHz Uce=5 V; f=120 Hz 
dB BC 239 BC 239 
20 - or 
1 | MIT) I 
r Il | F BIN RN? ||| RRTANN URTLANN 
[\ N | tl! B 
» SIT ZIZLIT L Rzıma fıoone | Fore/i] 
Remo A tone/ Tore WAR) I 
10 H Hr 10 l HH Vsoos| 
11 1KR 
1, N) he 
5 A 5 Hi 
sooR KQ 
3 2 -1 0 1 er 2 A 0 4 
10 10 10 10 10 mA 10 () \) i) 10 mA 
—l —-l 


Rauschzahl#=/ (U..) 


Ic=0,2 mA; AR, =2kQ;f/=1 kHz 


4Af=200 Hz; T,=25 C 


0B 
20 
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BC 239 


TTTITIIT 


a u BR 


BC 239 


Rauschzahl F=f (N) 
Uce=5 V; Ic=0,2 mA 
Re=2K0:T,=25 C 


m BC 239 
20 1 IM 

F l m 
15 


Rauschzahlf=f (I.) 
Ucr=5 V; f=10 kHz 


BC 239 
0 - 
[ MI 
IHR KH FFIEIN] 
i {Ill 
% ii i 
Re=ıma Ji| 
in ri more] 
Nisoon [IM || 1062 
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PNP-Silizium-Transistoren 


BC 257 
BC 258 
BC 259 


BC 257, BC 258 und BC 259 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) für NF-Vor- und Treiberstufen sowie als Komple- 
mentär-Transistoren zu BC 167, BC 168 und BC 169 geeignet. 
BC 259 ist besonders für rauscharme Vorstufen vorgesehen. 


Typ 


BC 2572 
BC 257 A 
BC 257 B 
BC 258 2 
BC 258 A 
BC 258 B 
BC 258 C 
BC 259 2) 
BC 259 B 
BC 259 C 


Bestellnummer 


062702-C700 
062702-C184 
062702-C206 
062702-C701 
062702-C187 
062702-C188 
062702-C438 
062702-C702 
062702-C192 
062702-C439 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Basisstrom 
Basis-Spitzenstrom 


Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft 


Gewicht etwa 0,25 g 


Maße in mm 


Einbauhinweise und Bohrungs-& 
siehe Vorwort 


-55 bis +150 
| 300 


| s420 


mas 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 257 
BC 258 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


BC 259 


Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit 


A, B, C gekennzeichnet. 


Bei -Uce = 5 V und untenstehenden Kollektorströmen gelten folgende statische Werte. 


B-Gruppe A C 
Typ BC 257 = 
BC 258 BC 258 
— BC 259 
Ic B B 
mA Ic/Hg Ic/Ig 
0,01 90 150 .| 270 
2 170 (120 bis 220) 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
100°) 1203) 300°) 400°) 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


5 0,57 

5 2 = 

5 100 - 0,8 

- 10 0,5 - 

= 100%) | 5 = 
10 _ 


0,62 (0,55 bis 0,7) 


BC 257, BC 258, BC 259 


0,1 (<0,2)') 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uces = 20 V) -Ices 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uces = 20 V; Ty = 125 °C) -IcEs 
Emitter-Basis-Durchbruch 


spannung (-/Es = 10 1A) -U(Br)EBO 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/ce = 2 mA) -UlBr)cEo 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/ce = 10 A) -U(BRIcES 


0,7 (<0,8) 

0,2 (<0,6)')?) 0,85 (<1)?) 

0,2 (<0,6)? = 
BC 257 BC 258 | BC 259 
2 (<100) 2 (<100) | 2(<100) | nA 
<4 <4 <A nA 
>5 >5 >5 V 
>45 >25 >20 V 
>50 >30 >25 V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 
2)/c = 10 mA für die Kennlinie, welche bei konstantem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt /c = 11 mA; 


UcE = 1 V geht. 
3) Diese Werte gelten nicht für BC 259. 
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BC 257 


BC 258 
BC 259 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Ic=2 mA; Us =5V;f=1 kHz 
B-Gruppe| A B 6 
Typ BC 257 BC 257 or 
BC 258 BC 258 BC 258 
- | BC 259 BC 259 
hıle 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 15) kQ 
R12e 1,5 2 3 10* 
ha1e 220 330 600 - 
ha2e 18 (<30) 35 (<60) 60 (<110) uS 


Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) BC 257 BC 258 BC 259 
Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; 

—Uce = 5 V; f= 50 Mhz) fr 130 130 130 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucpo = 10 V; f= 1 MHz) CcB0 <6 <6 <6 pF 
Rauschzahl 

(-Ic =0,2 mA; -Uce = 5V; 

Rg = 2 kQ; A f= 200 Hz; 

f= 1 kHz) F <10 <10 <4 dB 
f=30 bis 15000 Hz F -_ - 2 (<4) dB 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
_rnusu =f (f); v= Parameter 
Ww 


Pox=f (Tu) 
W BC 257, BC 258, BC 259 BC 257, BC 258, BC 259 
04 103 n 
BEE IL 5 
Pat aa mau 105 1 
[\ 
I I ‚02 
03 10 
5 01 
rn [00 il 
iM i 1,02 
02 " o Ar 
IM (= 5 RS 
F AUPZRALLEE 
01 ı > ?a- 1 
[ 5 Et | | [?ı : 
en = nn HI 
0 ol hlu li IL Il ill 
0 50 100 10°C 0 nn? wT nm ms 
EEE n a 
Die Kurven zu diesen Transistoren entsprechen den Typen BC 307, BC 303 und BC 309 
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PNP-Silizium-Transistoren BC 307 
BC 308 
——— BC 309 


BC 307, BC 308 und BC 309 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) zur Verwendung in NF-Vor- und Treiber- 
stufen sowie als Komplementär-Transistoren zu BC 237, BC 238 und BC 239 geeignet. 
BC 309 ist für rauscharme Vorstufen vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 
BC 307 2) 062702-C703 Aa Eh 
BC 307 A 062702-C283 0,04 u e 
BC 307 B 062702-C324 S 2 
BC 308 2) 062702-C704 kn l [ 
BC 308 A 062702-C285  , 52, 
BC 308 B 062702-C286 TREE ERBE 
ontage! inweis: 
u 
> ewicht etwa O, g 
BC 309 B 062702-C289 
BC 309 C 062702-C323 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Basisstrom 
Basis-Spitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 


Lagertemperatur 

Gesamtverlustleistung Prot 300 | 300 300 mw 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rrhsu | s420 | s 420 s420 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 307 
BC 308 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit 


A, B, C gekennzeichnet. 


BC 309 


Bei -Ucg = 5 V und untenstehendem Kollektorstrom gelten folgende statische Werte. 


B-Gruppe A B | C 
Typ BC 307, BC 308, BC 307, BC 308, BC 309 | BC 308, BC 309 
-Ic B B B 
mA Ic/Is Ic/Is Ic/Ig 

90 150 270 
2 170 (120 bis 220) 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 
100°) 120 200°) 400° 


5 

5 

5 100 = 
5 10 e 
u 10 0,5 
- 100°) | 5 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(-Uces = 50 V) 
(-Uces = 30 V) 
(-Uces = 25 V) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 20 V; Tu = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 30 V; Ty = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 50 V; Tu = 125 °C) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (-Igg = 10 yA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ice = 2 mA) 


0,57 
0,62 (0,55-0,7) 
0,8 


-Ices 
-Ices 
-Ices 
-Ices 
-Ices 


—U(BR)EBO 


—U(BR)CEO 


BC 307, BC 308, BC 309 


—Ucesat 
V 


0,3 (<0,6)2) 
0,1 (<0,2)') 
0,2 (<0,6)")?) 


BC 307 BC 308 
0,2 (<15) | - 

- 0,2 (<15) 
0,05 (<4) | - 

-_ 0,05 (<4) 
>5 >5 

>45 >25 


—Ußesat 
V 


0,7 (<O0,8) 
0,85 (<1)?) 


BC 309 


0,2 (<15) 


0,05 (<4) 


>5 


>20 


V 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 20 abgesunken ist. 


2) Ic = 10 mA für die Kennlinie, welche bei konstantern Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Ic = 11mA; 


UcE = 1V geht. 


3) Diese Werte gelten nicht für BC 309. 
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BC 307 


BC 308 
BC 309 

Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
I =2mA; Uc =5V; f=1 kHz. 
B-Gruppe| A B c 
Typ BC 307 T Bc 307 7 

BC 308 BC 308 BC 308 

- BC 309 BC 309 
R11e 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) @l 8,7 (6 bis 15) kQ 
hi2e 1,5 2 3 10* 
ha1e 220 330 600 - 
haae 18 (<30) 30 (<60) 60 (<110) uS 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) BC 307 BC 308 BC 309 
Transitfrequenz (-/c = 10 mA; 
-Uce = 5 V; f= 50 MHz) fr 200 200 200 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucso = 10V; f=1 MHz) CcB0 <6 <6 <6 pF 
Rauschmaß 
(-Ic =0,2 mA; —Uce =5 V; 
Rs =2ko;f= 1 kHz; 
Af = 200 Hz) F <10 <10 <4 dB 
f= 30 bis 15000 Hz F - - 2 (<4) dB 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 


Post (Tu) 
W BC 307, BC 308, BC 309 
04 
Pot IM 
% 
- 
02 
IH [= 
[ 
0 
0 50 100 10°C 
— 
196 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Insu=f (t); v=Parameter 
BC 307, BC 308, BC 309 


-1L_Lullli 


AEATERTERNENN 


0 nat 


— 
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BC 307 
BC 308 


Stromverstärkung 3B=f (Ic) 
-Uce=5V 


BC 307, BC 308, BC 309 


EFHHIF 


[ec 
==: 
> fo im 
am | 
ul | I! tt 
I) IH 
5 


TINO LIT 


1" 100 n 10?mA 


Kollektorstrom Ic=f (Use) 


ik -Uce=5 V 
; BC 307, BC 308, BC 309 
5 
-I 
a / 
\ | 
10°C 1 25°C -50°% 
I / 


} 
—— Mittelwerte || | | 


ME _._ Streumerte 
ES bei r2ost = 
+ i N 
II a 
| L 
| l 
qg | | 
[ 05 10V 
le 


BC 309 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Ia = Parameter 
mA BC 307, BC 308, BC 309 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uc:) 
Ig= Parameter 


mA BC 307 
AA mn 
0,.mA 
-I 
N 
80 0,5 MA 
0,4 mA 
60 0,3mA 
0,2mA 
40 
IR =0,1mA | 
20 
0 


Oo © 90 A 50V 
—-Ve 
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BC 307 
BC 308 
BC 309 


Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 


I, = Parameter 
UA BC 307, BC 308, BC 309 


Sättigungsspannung Ucesa=f (Ic) 
B=20; T,=Parameter 


je’ BC 307, BC 308, BC 309 
u r 
fs, 25°C = 
s— nos Je 
iz Is Ze — 
h W Fon Z 
1 
10 4 I -; == =] 
5 Ai 
f 
AB IINN: 
) 1; ri 
Mittelwerte 7 
5 iF = = ÖIr@UWwerte beiT "25°C 
r a 
I l 
4 
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Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Use = Parameter 
BC 309 


Sättigungsspannung Usssa=f (Ic) 


B=20; T,,= Parameter 
1 BC 307, BC 308, BC 309 
ia SEE BES 
J=== 
4 4 | 
| 100°C a f 50°C 
m 
Seo 
5 ji) 
14 
I I 
18 ] 
10 — | 
5 2 ——— Mittelwerte | } | 
7 — Streuwerte N 
} ainatn 
] l ı 
w | 
0 05 10V 
> ÜpEsat 
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BC 307 


BC 308 
BC 309 
Eingangskennlinie In=f (Use) Transitfrequenz f=f (Ic) 
-Uee=5 V; Ty=25°C T,=25°C 
a BC 307, BC 308, BC 309 HR: BC307, BC 308, BC 309 
1 0 
SFR == Ei HEHE 
5 ini | 1 
-/g [l 
5 
r INN ill 
10? = -Upgrov II 
5 E 3 a) IV 
- w° = 
| HEHE ZZ 
1 I I 
10 + -1 5 A j | 
5 Tr ie 
W [] le | IBBBNN 
| Vor Hz De 
0° 40" IBE BERLIN 
DE, V a u a u a u" 
BE — 
Kollektor-Basis-Kapazität 
Temperaturabhängigkeit des Ceno=f (Ucno) 
Reststromes Icso=f (Tu) Emitter-Basis-Kapazität 
Mittel- u. Streuwerte für max. zul. Sperr- Ceoo=f (Ueno) 
N spannung f=1 MHz; T,=25°C 
n ı BC 307, BC 308, BC 309 pF BC 307, BC 308, BC 309 
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BC 307 
BC 308 


Stromabhängigkeit der h-Parameter 
-Uce=5V; T,=25°C 


H,= 


helle) 
h. (Ic=2mA) 


=/(lc) 
BC 307, 


BC 308, BC 309 


SEE 


SEHE 


I 


Rauschzahl F=f ( 1.) 
-Uce=5 V; f=120 Hz; T,=25°C 


dB BC 309 
20 I 3 
ui Il Il 
tee 
® Es Reime fiooke | Joe 
r 'H 
” 50082 
[ Ill) 
51H || | 
| 
0 -_. ill L al 
(en a ey" 
—h 
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BC 309 


Spannungsabhängigkeit der h-Parameter 
—Ic=2mA; T,=25°C 


helUce) 
ME lu = Vy —Uee) 
BC 307, BC 308, BC 309 
20 
H I Ip" 2mA h 
i Er. hz 
15 
1 
| 4—+ 
+ Tr 
1,0 
TT [1 
1ER | IE! I 
(IT 2 | 
0,5 + 14 
OR Nee BR 
zus ERNRERE| 
Er ER ua) Ka DE (u 
1 NE a Da a m U 


Rauschzahl F=f (Ic) 
—-Uce=5 V; f=1 kHz; T,=25°C 
dB BC 309 


TINEHIESHETE 


1° 10 il) 


Vx 


BC 309 


Rauschzahl F=f (U..) 


Rauschzahl F=/ (N) -1c=0,2 mA; Ra=2 kN; f=1 kHz 


Ra=2KQ; -Uge=5 V; -Ic=0,2 mA 


To=25°C 
T,=25°C BC 309 
dB BC 309 u I a 
A) 
mm Fr „CHEM 
il | 
15 ill % 
41-1 HH 4 LLIIN 
IT 
10 munııı ll zei 
| Milli 
Il LI j VO BEER DR DER ER I 5 5 RER RE 
THAI EINEN INN Ei 8: 
| GE DEN DE DE BE a 
BEN 
N 0 
a a 10° KHz TE u 5 m 5 nv 
—f —Süch: 


Rauschzahl F=f (I.) 
—Uce=5 V; f=10 kHz; T,=25°C 
dB BC 309 


Ri) n 
Aalen Re=1M | | I 
[Ill | 
|| Ill 
Il | ii 

“ OHR 

N Non III 1060) 
h 
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PNP-Silizium-Transistoren 


BC 327 
BC 328 


BC 327 und BC 328 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92). Die Transistoren sind als Komplementär-Transistoren 
zu BC 337 und BC 338 geeignet. 


2,5 max. 


0,4x0,4 


is 
ba = 


eh 
Montagehinweis: 


Befestigungsbohrung 9 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g 


Typ a Bestellnummer 

BC 327 2) 062702-C311 

BC 327-16 062702-C311-V3 

BC 327-25 062702-C311-V4 

BC 327 40 062702-C311-V2 

BC 328 2) 062702-C312 

BC 328-16 062702-C312-V3 

BC 328-25 062702-C312-V4 

BC 328-40 062702-C312-V2 

BC 327/BC 337 gep. | 062702-C366-51 

BC 328/BC 338 gep. | 062702-C367-S1 
Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 
Kollektor-Emitter-Spannung -UcEo 
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 
Kollektorstrom -Ic 
Kollektorspitzenstrom -IcMm 
Basisstrom -IB 
Sperrschichttemperatur Tj 
Lagertemperatur Ts 
Gesamtverlustleistung Tu s 25 °C Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse RınyG 


2520.15 


525, 


Maße in mm 


BC 327 BC 328 

50 30 V 
45 25 V 

5 5 V 
800 800 mA 
1 1 A 
100 100 mA 
150 150 °C 
-55 bis +150 °C 
625 625 mW 
s 200 s 200 K/w 
s90 s90 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 327 


BC 328 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) | BC327 | BC 328 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce =25V) —IcEs = 2 (<100) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 25 V; Ty = 125 °C) -IcEs - <10 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 45 V) —Ices 2 (<100) - nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 45 V; Tu = 125 °C) -IcEs <10 - nA 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Is = 100 uA) —U(BR)JEBO >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Icg = 100 yA) —U(Br)cES >50 >30 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ice = 10 mA) -U(8R)cEO >45 >20 V 
Sättigungsspannung 
(-Ic = 500 mA; Ig = 50 mA) Ucesat <0,7') <0,7') V 


Die Transistoren werden beilc = 100 mA nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert 
und mit Zahlen der DIN-Normenreihe gekennzeichnet. 


Bei -Ucg = 1 V und untenstehendem Kollektorstrom gelten folgende statischen Werte. 


16 


BC 327, BC 328 


25 


BC 327, BC 328 


B-Gruppe 40 


BC 327, BC 328 


-Ic B 
(mA) Ic/Ig 
100 160 (100 bis 250) | 250 (160 bis 400) | 400 (250 bis 630) 
300 130 (>60) 200 (>100) 320 (>170) 
Paarungsbedingung: 5 
(Ic = 100 mA; Ucg = 1 —- 51,41 

Ba 
Dynamische Kenndaten (Ty=25 °C) BC 327 BC 328 
Transitfrequenz (-I/c = 10 mA; 
-Uce = 5 V; f= 50 MHz) fr 100 100 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucs = 10 V; f= 1 MHz) Cc8o 12 12 pF 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 10 abgesunken ist. 
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BC 327 
BC 328 


Z= 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Po=f (Tu) 

BC 327, BC 328 


0 50 100 150°C 


mA 
0 


204 


Kollektorstrom Ic=f (Uge) 
BC 327, BC 328 


—— Mittelwerte | 


—-- Streuwerte 
bei 1=25°C II 
Zizent 
0 2V 
Use 


Zulässige Impulsbelastbarkeit ° 


K finsu=f (t); v= Parameter 

w BC 327, BC 328 

10 ch "FH - mn etpnkauneme 
el EEH {t IH=-= 

ae EHeeHeeHietee 


AB U 
mean 
H 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Ices=f (Tu) 
nA BC 327, BC 328 


10’ oe = 


MESSE SS; 


10 I -t 
;5H = 
10 
0 50 100 150°C 
ie IM 
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BC 327 
BC 328 


w a 
5 T 
150°C 
‚ot 
in es0ot 
5 
ei 
LLC Il 
Hi At Alt tilt 
no 
o L_ ll Il ul I 
0! so so 5102 5 10m 


Ic 


Stromverstärkung 3B=f (Ic) 
—Uce=1 V; T,=Parameter 
BC 327, BC 328 


——ı 


Sättigungsspannung Uessa=f (Ic) 
B=10; T,= Parameter 


mA BC 327, BC 328 
w ==: 
5 >deno 
50°C T 
BED: 21 al 
So Er 
1 2 
un /ZEer === 
FB a m an sum === 
5 n PE= =} 
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h 
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Transitfrequenz f=f (Ic) 
f=20 MHz; T,=25°C 


MHz BC 327, BC 328 
0° H EHE 
1 
FE 
5 rm—— 
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Sättigungsspannung Upesar=f (Ic) 
B=10; T,= Parameter 
mA BC 327, BC 328 
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NPN-Silizium-Transistoren 


BC 337 
BC 338 


BC 337 und BC 338 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92). Die Transistoren sind als Komplementär-Transistoren 
zu BC 327 und BC 328 geeignet. 


Typ Bestellnummer 

BC 337 2) 062702-C313 

BC 337-16 062702-C313-V3 

BC 337-25 062702-C313-V1 

BC 337-40 062702-C313-V2 

BC 338 2) 062702-C314 

BC 338-16 062702-C314-V1 

BC 338-25 062702-C314-V2 

BC 3383-40 062702-C314-V3 

BC 337/BC 327 gep. | 062702-C366-51 

BC 338/BC 328gep. | 062702-C367-S1 
Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Emitter-Basis-Spannung Uepo 
Kollektorstrom Ic 
Kollektorspitzenstrom Icm 
Basisstrom Is 
Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur T, 
Gesamtverlustleistung (T,, s 25 °C) Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rıhsu 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse RehsG 


2,5 max. 


un 


Ma: zZ % 


Montagehinweis: 
Befestigungsbohrung & 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g 


50 30 
45 25 
5 5 
800 800 
1 1 
100 100 
150 150 
-55 bis +150 

625 [ 625 
< 200 | < 200 
<90 <90 


252015 


2 


Maße in mm 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 337 


Statische Kenndaten (Ty, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 25 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 25 V; Tu = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 45 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 45 V; Tu = 125 °C) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(leg = 100 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
UÜce = 100 1A) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ice = 10 mA) 

Sättigungsspannung 

(Ic = 500 mA; Ig = 50 mA) 


Ices 
Ices 
Ices 
Ices 
U(Br)EBo 
Ulsrjces 
U(BR)cEO 


Ucesat 


BC 337 BC 338 | 


2 (<100) 
<10 

>5 

>50 

>45 


<0,7') 


BC 333 
2 (<100) nA 
<10 nA 
_ nA 
= nA 
>5 V 
>30 V 
>20 V 
<0,7') V 


Die Transistoren werden bei /c = 100 mA nach der statischen Stromverstärkung B grup- 
piert und mit Zahlen der DIN-Normenreihe gekennzeichnet. 


Bei Uce = 1 V und untenstehendem Kollektorstrom gelten folgende statischen Werte. 


B-Gruppe 


Dis B 
(v) Ic/Is 


130 (>60) 
Paarungsbedingung 
(ce = 100 mA; Uce=1V) Bi 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce =5 V; f = 50 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucg = 10V; f= 1 MHz) 


BC 337, BC 338 


160 (100 bis 250) 


s1,41 


B 


Ic/Is 


250 (160 bis 400) 400 (250 bis 630) 
200 (>100) 320 (>170) 
BC 337 BC 338 
fr 100 100 MHz 
CcBo 12 12 pF 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert vonB = 10 abgesunken ist. 
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Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung 
Por=F(T,) 

W BC 337, BC338 


0 50 100 150°C 


Kollektorstrom Ic=f (Use) 
mA BC 337, BC 338 


0 
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BC 337 
BC 338 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


K nnsu=f (t); v= Parameter 
W BC 337, BC 338 
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Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ices=f (T,) 


n H BC 337, BC 338 
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BC 337 
BC 338 


Stromverstärkung 3=f (Ic) 


Uee=1V 


T,=Parameter 
BC 337, BC 338 


1° FFH FH FEFHM 
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Sättigungsspannung Uecesar=f (Ic) 
B=10; T,=Parameter 
mA BC 337, BC 338 
10° Br . 3 


T 
—— Mittelwerte 


E=—— Streuwerte = 
: BE beilj=25°C 
11 


,8V 


Transitfrequenz f-=/ (I.) 
f=20 MHz; T,=25 C 
BC 337, BC 338 


MHz 
103 
5 
| 
1% 
5 
0 tb boleLtbll 
0° 5 m 50 5 0’mA 
—L 
Sättigungsspannung Usssar=f (Ic) 
B=10; T,=Parameter 
mA BC 337, BC 338 
(= 
5 Er MESE 
was 
k 
' 1% 
5 


—— Mittelwerte 


— —- Streuwerte 
bei 7,=25°C 


NPN-Silizium-Planar Transistor 


BC 368 


BC 368 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 
DIN 41868 (TO-92), zur Verwendung in Endstufen kleiner Leistung. Der Transistor ist als 


Komplementär-Transistor zu BC 369 geeignet. 


Typ | Bestellnummer 


BC 368 062702-C747 
BC 368/BC 369gep. | 062702-C788 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom 
Basisstrom 
Basisspitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung') 

(Tu = 25 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft!) 


Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


Montagehinweis: 
Befestigungsbohrung 9 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g 


100 
200 
150 
-55 bis +150 


0.8 (1) 


Maße inmm 


” Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatten mit min. 10 mm x 10 mm großer 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß befestigt, ist Anuu = 125 K/W und damit Por max (Tu = 25°C) = 1 W. 
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W 
1,5 


BC 368 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic =1A; IB = 100 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 25 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucg = 25 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Un =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Uce = 10 V;Ie = 5 mA) 

(Uce =1 V;le =1 A) 
Stromverstärkung 

Üce = 10V;Ic = 5 mA 

Üce =1 V;Ic =0,5 A 

Uc =1V;Ile=1A 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Uce = 5 V; Ic = 10 mA) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pox=Ff(Tı) 


200 °C 


Ucesat s0,5 V 
Icßo s10 nA 
Icso s1 mA 
Ießo s10 nA 
Uge 0,6 V 
ÜBe s1 V 

B >50 _ 

B 85 bis 375 - 

B >60 = 

fr 65 MHz 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icno = (Tu) 
PA Uca = Ucamor 


Icae? 
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BC 368 


— Üeesat 


Sättigungsspannung Ucesar = f (Ic) 
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PNP-Silizium-Planar Transistor BC 369 


BC 369 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10A3 
DIN 41868 (TO-92), zur Verwendung in Endstufen kleiner Leistung. Der Transistor ist als 
Komplementär-Transistor zu BC 368 geeignet. 


Typ | Bestellnummer 


BC 369 062702-C748 
BC 369/BC368 gep. 062702-C788 


Montagehinweis: 
Befestigungsbohrung 9 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 25 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung . —UeBo 5 V 
Kollektorstrom 5 -Ic 1 A 
Kollektorspitzenstrom -Icm 2 A 
Basisstrom IB 100 mA 
Basisspitzenstrom IBM 200 mA 
Sperrschicht-Temperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °G 
Gesamtverlustleistung!) 

(Tu = 25 °C) Prot 0,8 (1) Ww 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft") Renyu < 156 K/Ww 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RınyG s 60 K/w 


1) Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatten mit min. 10 mm x 10 mm großer 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß befestigt, ist Rthyu = 125 K/W und damit Ptot max (Tu = 25°C) = 1W. 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 1A; -I8 = 100 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucp = 25 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 25 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Uce = 10 V; -Ic = 5 mA) 
(-Uce =1V; -I = 1 A) 
Gleichstromverstärkung 
—Uce = 10 V; -Ic =5 mA 
—UcE =1V; -Ic=0,5A 
-Uce = 1V;-c=1A 


Dynamische Kenndaten (T, = 25°C) 


Transitfrequenz 
(Uce = 5 V; Ic = 10 mA) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pox=f (T,) 


0 100 200 °C 
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Ucesat 
-Icso 
-IcBo 
-/EBoO 


-Uge 
—UßeE 


s10 


0,6 
s1 


>50 


85 bis 375 
>60 


65 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icso=f (7,) 


BC 369 


nA 


mA 


MHz 


150 °C 


Vx 


BC 369 


Kollektrostrom Ic = f (Use) 
R — Uce =1V; Tu = 25 °C 


StromverstärkungB = f (I.) 
— Uce = 1V; Tu = Parameter 


Sättigungsspannung Uecssa = f (Ic) 
B = 10; Ty= 25 °C 


— 
| 
| Va HE HR TE EV 
Skala, sie 
0 


01 02 0,3 0 05V 
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BC 413 
BC 414 


NPN-Silizium-Transistoren 


BC 413 und BC 414 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) für rauscharme NF-Vorstufen sowie als Komplementär- 
Transistoren zu BC 415 und BC 416 geeignet. 


Typ Bestellnummer 25max. EBC 
BC 4132) 062702-C375 0,4x0,4 a e 
BC 413B 062702-C375-V1 S z 
BC413C 062702-C375-V2 W ° 
BC 414 2) 062702-C376 14,1 m |R a As 
BC 414 B 062702-C376-V1 An Bi; 
BC 414C 062702-C376-V2 Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 

Gewicht 0,25 9 ABA 
Grenzdaten BC 413 BC 414 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo Kie) 45 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uceo 45 50 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 100 100 mA 
Basisstrom Is 20 20 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur T, -65 bis +150 2C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 300 300 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu 420 420 | K/w 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit den 
Buchstaben B und C gekennzeichnet. Bei Ucg = 5 V und nachfolgendem Kollektorstrom 


gelten untenstehende statischen Werte. 


B-Gruppe B C 

Typ BC 413, BC 414 BC 413, BC 414 
I B B 

(mA) Ic/Ig Ic/ 

0,01 150 (>100) 270 (>100) 

2 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 800) 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 413 


BC 414 

Typ BC 413, BC 414 
Uce Ic Is Uge Ucesat ÜBesat 
(v) (mA) (mA) (V) (V) (V) 

— = T— 
5 0,01 _ 0,52 - - 
5 0,1 _ 0,55 = 24 
- 10 0,5 - 0,075 (<O0,25) _ 
- 100 5 - 0,25 (<0,6) 0,9 
5 2. - 0,62 (0,55-0,75) | - - 
1 10 - = 0,3 (<0,6)') = 
Statische Kenndaten (T, = 25°C) |_BC 413 BC 414 
Kollektor-Basis Reststrom 
(Ucg = 30 V) Icso <15 <15 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 30 V; Tu = 150 °C) IcBo <5 <5 A 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =4V) Ieso <18 <15 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Uc = 10 mA) U(gr)cEo >30 >45 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(lc = 10 4A) U(Br)cBO >45 >50 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
We = 10 4A) U(arJEBO >5 >5 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 250 250 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucg = 10 V;IE =0; f= 1 MHz) CcBo 2,5 2,5 pF 
Rauschzahl (fc 0,2 mA; 
Uce = 5 V; f= 30 Hz bis 15 kHz) F <2,5 <2,5 dB 
Äquivalente auf die Basis bezogene 
Rauschspannung?) Ve = 0,2 mA; 
Uce =5V; Re =2k0; 
f = 10 bis 50 Hz) En <0,135 <0,135 nV 
Meßschaltung Prüfling Verstärker Bandpan Röhrenvoltmeter 


für die Rauschspannungsmessung: 


Gegenkopplung (Vy =konst.) 
> 


1) Für die Kennlinie, die bei konstantem Basisstrom/ß durch den Kennlinienpunkt/c = 11 mA; UcE =1 V verläuft. 
2) Meßschaltung für die Rauschspannungsmessung: 
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BC 413 


BC 414 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Ic=2 mA; Uc =5V;f=1 kHz 
Typ BC 413, BC 414 | sc 413, BC 414 
B-Gruppe B 
hile 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 15) kQ 
hi2e 2 3 10* 
Rz1e 330 600 _ 
h22e 30 (<60) 60 (<110) uS 
Temperaturabhängigkeit der zulässigen Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Gesamtverlustleistung Tunsu=f (t); v=Parameter 
Poa=f(T,) RK 
W BC 413, BC414 w BC 413, BC 414 
04 10° 
a] 5 
Prot hau 05 
[\ 
| 03 wel 
sed = 
[60 RIM 
- _ [| 
da —t u i 0,02 
, 10 in 
5 NSSy ai 5 
| 1 
0 mol a! Pi 
5 v2 — P ı 
0 10. ERIJARNNEAN BANN EAN) 
0 50 100 150°C 000 nat nt ws 
—l BE 
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BC 413 
BC 414 


Stromverstärkung 3=f (Ie.) 
Uce=5 V; Tu, =Parameter 
(Emitterschaltung) 


1% 


mA 


ii) 
5 


il 


BC 413, BC 414 


02mA 


Kollektorstrom Ic=f (Use) 
Uce=5 V (Emitterschaltung) 


BC 413, BC 414 


FH —— Miltelwerte 
—— SIIEUWERTE 


veity=25°0 Eu 


= 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icso=f (Tu) 


Uca=30 V 
nA BC 413, BC 414 
We=2=-=-==-= = 
5 = —- E 
T 1 2 en 
I 711 
Here 8: 
j 4=- Se zee == 
| =: = 
M 
WE iE —- f =| 
2 :- 
0 u 
5 == 
F hama 
--- isese 
5 FH N 
10" | 
50 100 150°C 
ii 


Eingangskennlinie Io=f (Use) 
N Uce=5 V (Emitterschaltung) 
“ BC413, BC414 


0 (IE L 
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BC 413 


BC 414 
Sättigungsspannung Ucssar=/ (Ic) Sättigungsspannung Upssar=f (Ic) 
B=20; T,=Parameter B=20; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
m BC 413, BC 414 m BC 413, BC 414 
ii a D —_ r 
Fr == 
E SEES = 
5 Fi 5 se 
k “* — k N 
| : 25°C / 
I) ® 
= z> 100% 50°C 
5 5 al 
= 
- —— Mittelwerte —-— —— Mittewerte + a a u 
= Streuwere ——sraumarte | | ||} 
0 eye | T= 
I) n =] 100 veiTj=25°C 
5 Ser 5 
er 
| | 
w' ai 
0 04 05 06V a Fa a VB ı a Te 2 
—e Vepsat —r Üpesat 
Kollektor-Basis-Kapazität 
Ceno=f (Ueno) 
Transitfrequenz /;=/ (I.) Emitter-Basis-Kapazität 
Ue: = Parameter Ceno=f (Urno) 
MHz BC 413, BC 414 pF BC 413, BC 414 


10° IH FFH 12 AT -TTTIT 


Erao 
(Ceao) 


n . NN £tso AN 
Bu m 1 
IN ai BE 
it) E) 0 a 2 0 - 
10 5 0 5 10 5 10 mA 0" 5 0° 5 'v 
—eh —— Ucso (Ueno) 
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BC 413 


BC 414 
Stromabhängigkeit der h-Parameter Spannungsabhängigkeit der h-Parameter 
Wi h. dc) 1 Ic=2mA 
= Guzama) Me) m __PYoe) Be 
Uce=5V nelVee5V) 
BC 413, BC 414 BC 413, BC414 
ge 20 | 
EEE =: a AeZmh 
5 Uegr SV 
mu TI 
„ TE Ku 
Are ' 
no 
5/7 
En | m 
q0 L/24e 
5 0,5 
h22e l Fans ZıENRa 
Be | ER BD I 11 RER BR I RR LOL |  ERUBEERERRRDRR 
wo" 5 m 5 10'mA 0 10 20 30V 


RauschzahlF#=/ (Ic) Rauschzahl £=/ (1) 


Uce=5V;f=1 kHz U.e=5V; f=120 Hz 
Ro =Parameter Ro, = Parameter 
dB BC 413, BC 414 dB BC 413, BC414 
20 I] 20 
MtrHN mE 
F lt ll I 
N il ' Il All 
15 IM 2 RgiMS f1ooe. | fiorn 
Rgz1MO A 1okR/_1oKR, | I | 
| IL Bi IL [II 
Ir [| ll y Tl Ill 
” IIERIN I A # soost | 
IKR, \ il 
5 1 5 
5008 wi 
| IN aim I 
Il | 
0 [I 0 tl U 
0° 0?” mW 1° oma 10° 0? m" 1° 10'mA 
—l —>l 
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BC 413 


BC 414 
Rauschzahl F=f (I.) Rauschzahlf=f (U..) 
Ucr=5 V; f=10 kHz Ic=0,2 mA; Ra =2k0Q; f=10 kHz 
Rs = Parameter Af=200 Hz; 7u=25 °C f 
dB BC 413, BC 414 dB BC 413, BC 414 
20 20 
F IN 


F I! I] 


HH 
= Bei 
sl Il " EHEN 
IRg=1MR /1|| || 


ll il nun Kt 
tan 
Il Ay IN — 
ln Ill more || ®o Il 
sog [17 | rail Bi tt 
5 5 
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0 z } : Lil 044111111 1 1 LI 1 0 I LLLEN 
1 [I 10° 10° 10'mA 1 5 1 5 5 108v 


—ln ——=/; 


RauschzahlF=f (N 
Uce=5V;lc=0,2 mA; Ra =2 kn 


T,=25°C 
dB BC 413, BC 414 
20 — 
FEN 
F il | 
15 Hl Lt 
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| 111 rımr 
5 
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all 
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10 10 10 10 10 kHz 
BEER. 


222 VX 


PNP-Silizium-Transistoren BC 415 
BC 416 


BC 415 und BC 416 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) für rauscharme NF-Vorstufen sowie als Komplementär- 
Transistoren zu BC 413 und BC 414 geeignet. 


Typ Bestellnummer 2,5max. EBC 

ei er 
BC 415% 062702-C377 Upe0s 3 e 
BC415 A 062702-C377-V1 SF 2 
BC 415 B 062702-C377-V2 u | L 
BC415C 062702-C377-V3 2 52 
BC 416 2) 062702-C378 Bar N 

t :Befest boh 0,5 

BCA16A 062702-C378-V1 Montagehinweis: Befestigungsbohrung SRORNB 
BC 416 B 062702-C378-V2 
BC416C 062702-C378-V3 
PRBNERAN u DE I 
Kollektor-Emitter-Spannung .-UcEo 35 45 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Uc8o 45 50 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 100 100 mA 
Basisstrom -IB 20 20 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 300 | 300 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rthsu 400 | 400 | K/W 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 

Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit den 
Buchstaben A, B und C gekennzeichnet. Bei -Uce = 5 V und nachfolgendem Kollektor- 
strom gelten untenstehende statischen Werte. 


B-Gruppe | A B (6) 

Typ BC 415, BC 416 BC 415, BC 416 BC 415, BC 416 
-Ic —UcE B B B 

(mA) (V) Ic/Ig Ic/Is Ic/Is 

0,01 5 90 (>40) 150 (>100) 270 (>100) 

2 5 170 (120 bis 220) | 290 (180 bis 460) | 500 (380 bis 800) 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC 415 


BC 416 
BC 415, BC 416 

-Is —UBE —Ucesat —Ußesat 

ma) | m | m 

- 0,52 - - 

- 0,55 - - 

0,5 - 0,075 (<0,25) _ 

5 - 0,25 (<0,6) 0,9 

- 0,65 (0,55-0,75)| - _ 

= = 0,25 (<0,6)') - 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BC 415 BC 416 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 30 V) -Icso < 15 < 15 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 30 V; Ty = 150 °C) -Ic8o <b <b nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Uep =4V) -IEso <15 <15 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) -U(Br)cEo >35 >45 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 kA) -U(Br)CBO >45 >50 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic =10 nA) -U(BR)JEBO >5 >5 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; 
—-Uce = 5 V; f= 100 Mhz) fr 200 200 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucg = 10V; E=0;f=1 Mhz) Cc8o 4,5 4,5 pF 
Rauschzahl (-Ic = 0,2 mA; 
-Uce = 5 V; f= 30 Hz bis 15 kHz) F <2 <2 dB 
Äquivalente auf die Basis 
bezogene Rauschspannung?) 
(-Ic = 0,2 mA; -Uce = 5 V; 
Ra =2kQ; f = 10 bis 50 Hz) E, <0,11 <0,11 nV 

NF- 

Meßschaltung Prüfling Verstärker Bandpaß Röhrenvoltmeter 


fürdieRauschspannungsmessung: 


Gegenkopplung (V, =konst.) 
au 


1) Für die Kennlinie, die bei konstantem Basisstrom -/g durch den Kennlinienpunkt -Ic = 11 mA; Uce = 1 V verläuft. 
2) Meßschaltung für die Rauschspannungsmessung: 
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BC 415 


BC 416 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
I =2 mA; -Uc =5V;f=1 kHz 
Typ BC 415, BC 416 
B-Gruppe| A B c 
hjie 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 15) kQ 
h12e 1,5 2 3 10* 
ha1e 220 330 600 - 
ha2e 18 (<30) 30 (<60) 60 (<110) uS 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Poar=f(Tu) 

W BC 415, BC 416 


04 — 


02 


01 


0 50 100 10°C 


Tl 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


Finsu =f (t); v= Parameter 
BC 415, BC 416 
ie 
05 
0,2 
01 
10,0 m 
0,02 
am 
SS 
v=0 || | 
De 
| Tu T- 5: 
ll JB Al) II ll LI 
105 050 nam ms 
—-f 
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Stromverstärkung 3 =/ (Ie) 


10’mA 


(-Uee=5V) 
BC 415, BC 416 
0° FI . 
Beisein 
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Kollektorstrom Ic = (U;.) 


(- Uce =5 v) 
ji BC 415, BC 416 
0 —_— 
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5 4 Streuwerte 
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BC 415 
BC 416 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icao=f (Tu) 


a BC 415, BC 416 
1 + Ess Fr 
; ES=SS=eFeSsh = 
B | jet, | 

"cao M: al 
| 1 = ze: r=f- ==; = 

==: a m 

BuEHPZ 
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j Ser Ft 
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vu 

10 —= 

ee 

w Mittelwert 
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Einigangskennlinie Iy =f (Use) 
-Uce=5V; Tu =25 °C 
m 7 . BC 415, BC 416 
10 


10! 
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en 10V 
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BC 415 
BC 416 


Sättigungsspannung Ucesar = (Ic) 
B=20; T,, = Parameter 


mA 


BC 415, BC 416 
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Transitfrequenz fr =/ (Ic) 


T,=25 °C 
2 'v 
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BC 415, BC 416 
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Sättigungsspannung Uszsar =f (Ic) 
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Kollektor-Basis-Kapazität 
Cooo=f (Ucoo) 
Emitter-Basis-Kapazität 
Ceno =f (Ueoo) 
f=1 MHz 
pF BC 415, BC 416 
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BC 415 


BC 416 
Stromabhängigkeit der h-Parameter Spannungsabhängigkeit der h-Parameter 
—Uce=5V, T,=25°C -Ic=2mA; T,=25°C 
he (le) heller) _ 
a ne 
> BC 415, BC 416 BC 415, BC 416 
10 T 
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I m Sees 
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—) 
Rauschzahlf =/ (I.) Rauschzahlf=f(I.) 
-Uce=5 V; f=120 Hz; 7,=25 °C -Uce=5 V; f=1 kHz; Ty=25 °C 
dB BC 415, BC 416 dB BC 415, BC 416 
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BC 415 


Rauschzahl F=f (Uce) 
Rauschzahl #=/(I.) R,=2 kN; f=1 kHz; -Ic=0,2 mA 
i ; Ty=25 °C 
-Ucr=5V; f=10kHz; T,=25 °C u 
dB = BC415, BC 416 dB BC 415, BC 416 
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Rauschzahlf =/ (f) 
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PNP-Silizium-Planar-Darlington-Transistor BC 516 


BC 516 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Darlington-Transistor im Kunststoff- 
gehäuse 10 A3 DIN 41868 (TO-92). Dieser Darlington-Transistor mit seiner besonders 
großen Stromverstärkung ist für folgende NF-Anwendungen geeignet: Als Relaistreiber 
oder Komplementärtreiber für Leistungsendstufen zum Einsatz in Netzgeräten oder anderen 
hochverstärkenden Stufen. 


Als Komplementär-Typ dazu ist BC 517 vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 
BC 516 062702-C944 


KR Te ser u 2,5 max. EBC 
B l | s 0.4x0,4 In & 
| | ae Ei 
I | > a 
| | EAN 
ae Bum, Mi, 52, 52, 
Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung —UcEo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 10 V 
Kollektorstrom Ic 400 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur I -55 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (T, <s 25 °C) Prot 625 mW 
‘Wärmewiderstand . 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınsu s 200 K/Ww 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RınyG s90 K/w 
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BC 516 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucp = 30 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 2 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 1A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 100 nA) 

Stromverstärkung 

(-Ic = 20 mA, -Uce = 2V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 100 mA, -Ig = 0,1 mA) 
Basis-Emitterspannung (Ic =10 MA, Uce =5 V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Ic = 10 mA; -Uce = 5 V; f =100 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
n Pro =# (Tu) BC 516 


1 
0 50 100 150°C 


-IcBo 
-UlßR)cEO 
-U(r)cBo 
-U(BRJEBO 
B 


—Ucesat 
-Uße 


fr 


220 


nA 


MHz 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
W Fensu = (t); v = Parameter 


1) 
106 10° 10% 10? 102 10T 10° a0's 


——f 
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Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ice; = f (T,) 


StromverstärkungB = f (I.) 
-Uce =2V;T = Parameter 


10° 
B 
| 125 °C 
5 
10 se 
-55°C 
10° 
0 
10" 10° 10" 102 
—o-I 
232 


10? mA 


BC 516 


Kollektorstrom /.= f (U;.) 
Uce = 2 V;T,= 25 °C 


nA 


10° Ta 
u En BER ar En NETT a a a a a | 


Ic 


0 02 04 06 08 10 12 14 16 18V 


——-Us 


Sättigungsspannung Ucesa = f (Ic) 
A B = 1000; T, = Parameter 
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NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistor 


BC 517 


BC 517 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistor im Kunststoffgehäuse 
10 A3 DN 41868 (TO-92). Dieser Darlington-Transistor mit seiner besonders großen 
Stromverstärkung ist für folgende NF-Anwendungen geeignet: Als Relaistreiber, oder 
Komplementärtreiber für Leistungsendstufen zum Einsatz in Netzgeräten oder anderen 


hochverstärkenden Stufen. 


Als Komplementär-Typ dazu ist BC 516 vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 
BC 517 062702-C825 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu < 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


2,5max. 


0,4x0,4 


BO 


. 52 


25:05 


92 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 


Gewicht etwa 0,25 g 


Maße in mm 


30 V 

40 V 

10 V 

400 mA 

150 °C 

-55 bis 150 °C 

625 mW 

s 200 K/w 

<90 K/w 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 30 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 2 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 1A) 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung (l£ = 100 nA) 


Stromverstärkung 

Üc = 20 mA; Uce =2V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 100 mA, Is = 0,1 mA) 


Basis-Emitterspannung (-Ic = 10 mA; -Uce = 5 V) 


Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Ic = 10 mA, Uce = 5 V, f= 100 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Por=f(Tu) 


0 50 100 150°C 
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BC 517 


Icso < 100 nA’ 
-Ur)ceo | > 30 V 
UBr)cBo > 40 V 
U(BR)EBO > 10 V 
B > 30.000 - 
Ucesat <1 V 
Uge < 1,4 V 
fr 220 MHz 


K Zulässige Impulsbelastbarkeit 
W unsu=f (t); v=Parameter 


10° 10° 10% 10? 102 10! 10° 10's 
—-t 


Vx 


BC 517 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /ces = f (T)) 
nA BC 517 


0 


—— Mittelwert 
I Streuwert 


0 50 100 150°C 


StromverstärkungB = f (Ic) 
U.; = 2 V; T,= Parameter 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
„Ya =2V;1,= 25°C 


0 02 04 06 08 10 12 14 16 18V 


—— Upe 


Sättigungsspannung U... = f (Ic) 
A B = 1000; T,, = Parameter 


0 02 0% 06 08 10 12V 


> Ucesat 
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NPN-Silizium-Transistoren BC 546... 
...BC550 


BC 546, BC 547, BC 548, BC 549 und BC 550 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar- 
Transistoren im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) zur Verwendung in NF-Vor- 
und Treiberstufen (BC 549; BC 550 für rauscharme Vorstufen) sowie als Komplementär- 
Transistoren zu BC 556, BC 557, BC 558, BC 559 und BC 560 geeignet. 


Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer 
BC 546 2) 062702-C687 BC 549 2) 062702-C690 
BC 546 VI 062702-C687-V3 BC 549B 062702-C690-V1 
BC 546 A 062702-C687-V1 BC 549 C 062702-C690-V2 
BC 546 B 062702-C687-V2 BC 550 2) 062702-C691 
BC 547 2) 062702-C688 BC 550 B 062702-C691-V1 
BC 547 VI 062702-Cosg-vg BC 550C ABATDZ-CRITVZ 
BC 547 A 062702-C688-V1 
BC 547 B 062702-C688-V2 2,5max. EBE 
BC 548 2) 062702-C689 0,hr0.4 a m 
BC 548 VI 062702-C689-V4 S ä 
BC 548 A 062702-C689-V1 = 
BC 548B 062702-C689-V2 Ai or L 52 
BC 548 C 062702-C689-V3 1 or . 

Montagehinweis: Befestigungsbohrung ®0,6 

Gewicht etwa 0,25 Maße in mm 
Grenzdaten BC546 | BC547 | BC548 | BC549 | BC550 
Kollekor-Basis-Spannung Ucgo | 80 50 30 30 50 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces | 80 50 30 30 50 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 65 45 30 30 45 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueo | 6 6 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 100 100 100 100 100 mA 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 200 |200 200 I200 I|200 [mA 
Basis-Spitzenstrom Ism 200 |200 |200 |200 |200 |mA 
Emitter-Spitzenstrom Ie 200 |200 |200 |200 |200 |mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Tg -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25°C) Piotr |500 |500 |500 |500 |500 |mw 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu | x 250 | s 250 | s 250 | < 250 | s 250 | K/w 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse Rınuc | 3 150 | s 150 | s 150 | s 150 | x 150 | K/Ww 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC546... 
...BC550 


Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert undmit den Buch- 
staben A, B und C gekennzeichnet. Bei Ucg = 5 V und nachfolgendem Kollektorstrom gelten 
untenstehende statischen Werte. 


Typ BC 546 BC 546 BC 546 BC 548, 

BC 547 BC 547 BC 547, BC 549| BC 549, 

BC 548 BC 548 BC 548, BC 550| BC 550 

| ka 

B-Gruppe VI A B 8 
Ic B Ei; B B B 
mA Ic/Ig Ic/Ig Ic/Ig Ic/Ig 
0,01 90 150 270 
2 110 180 290 500 

(75 bis 150) (110 bis 220) (200 bis 450) (420 bis 800) 
100 120 200 400 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 30 V) IcBo <15 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucgo = 30 V; Tu = 150 °C Ico s5 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ice = 10 mA; Ig = 0,5 mA) Ucesat 90 (<250) mV 
(Ic = 100 mA; BR = 5 mA) Ucesat 200 (<600) mV 
(Ice = 10 mA)') Ucesat 300 (<600) mV 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung?) 
(Ic = 10 mA; Ig = 0,5 mA) Üpesat 700 mV 
(Ic = 100 mA; Ig = 5 mA) ÜBesat 900 mV 
Basis-Emitter-Spannung . 
Uce=5V;le=2 mA) Uge 660 (580 bis 700) | mV 
Basis-Emitter-Spannung 
(Uce =5V; Lk =10 mA) Uge <720 mV 


1) für die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Uce= 1 V; lc = 11 mA geht. 


2) Alsesaı 
AT; 


x =1,7mV/K; 


Age 
ar 


i 


x =-2mV/K 
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BC 546... 


...BC550 

BC 546 

BC 547 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) BC 548 | BC549 | BC 550 
Transitfrequenz 
(Uce = 5 V; Ic = 10 mA; f = 100 Mhz) fr 300 300 300 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucso = 10 V; f= 1 MHz) Cceo | 3,5(<4,5)| 2,5«4,5)| 2,5(«4,5) | pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Uepo = 0,5 V; f= 1 MHz) Ceso | 9 9 9 pF 
Rauschzahl 
(Uce =5 V;Ic = 200 1A; Rg = 2 kQ 
f= 1 kHz; Af=200Hz) F 2 (<10) 1,2 (<4) | 1(<4) dB 
Äquivalente Rauschspannung 
(Uce = 5 V; Ic = 200 4A; Re = 2 k9; 
f=10bis50 Hz; Ty = 25 °C) En - <0,135 <0,135 uV 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Ic=2 mA; Uce =5V;f=1kHz 


BC 546 
BC 547, BC 549| BC 549, 
BC 548, BC 550 


BC 547 BC 547 


1,2 (0,4 bis 2,2) | 2,7 (1,6 bis 4,5) | 4,5 (3,2 bis 8,5) | 8,7 (6 bis 15) 
h12e 2,5 1,5 2 3 10* 
Ayte 110 220 330 600 - 
Ra2e 20 (< 40) 18 (< 30) 30 (< 60) 60 (< 110) us 
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BC546... 
...BC550 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässige Impulsbelastbarkeit 


Por=f(Tı) KL nnsu = lt); v= Parameter 
mW BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 N BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 
500 Tr 1 10 
Prot Ana 
[\ 
10? 0,2 
0,1 
05 
tt 44H 
Ny: 
250 Il 
10 N 
Ny3 
cu 
0 ud P 
10 v7 I 
v:0 T 
11a U BR 1 REN N N a PK 10" 
0 50 100 150°C 08 s 


—-T, —t 
Stromverstärkung 3=/ (Ic) 
Uce =5 V; Tu = Parameter 
(Emitterschaltung) 


Uce=5V 
BC 546 B, BC 547 B, BC 548B. (Emitterschaltung) 
2 BC 549 B, BC 550 B mA BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 
1 


Eee = 


8 Fiogec ra | =i 
0? 1 - 1000C —| 
u 
= 50oc ill ll A| 


Kollektorstrom Ic =f (Use) 


Aal ill | 
LI! N RN 50°C 
! 0 
[ı [ı E —| 
Se = : 
I HI LI! Il 1 | 4 
m | all) T 
10 [ll 10" 
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—el ——a ls 


Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
B=20; T, = Parameter 
Emitterschaltung) 


BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 


Transitfrequenz fr =f (Ic) 
U. = Parameter; T, = 25 °C 


MHz BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 


w 
f 
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10' 
10" 10° TEN, 
—-«k 
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mA 


Erao 
Cego 


nA 
w' 


pF 
12 
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BC546... 
„..BC550 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icso =f (Tu) 
für max. zulässige Sperrspannung 


BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 


Sr] 


—— Mittelwert - 
—_ — Streuwert 
— = 


Kollektor-Basis-Kapazität Ccno =f (Ucno) 
Emitter-Basis-Kapazität Ceao = f (Urso) 
BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 


„1 0? o'y 
—— > Ueno.VeBo 
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BC546... 
...BC550 


mA 
w 


dB 
20 


Stromabhängigkeit 
der h-Parameter 


= hell) __ 
He lem ma) le) 
BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550 
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Uce=oV 
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Rauschzahl f=f (Ice) 
Uce=5V;f=1 kHz 
BC 549, BC 550 


HH H 
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Rauschzahl F=f (Uce) 

Ic=0,2 mA; Rg,=2 kN; f=1 kHz 
Af=200 Hz; 7, =25 °C 

BC 549, BC 550 
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Rauschzahl F=f(I«.) 
Ucer =5V;f=120 Hz 
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PNP-Silizium-Transistoren BC556... 
.„.BC560 


für NF-Vor- und Treiberstufen 

BC 556, BC 557; BC 558, BC 559 und BC 560 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar- 
Transistoren im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92) zur Verwendung in NF-Vor- 
und Treiberstufen (BC 559; BC 560 für rauscharme Vorstufen) sowie als Komplementär- 
Transistoren zu BC 546, BC 547, BC 548, BC 549 und BC 550 geeignet. 


Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer 
BC 556 2) 062702-C692 BC 559 2) 062702-C695 
BC 556 VI 062702-C692-V3 BC 559 A 062702-C695-V1 
BC 556 A 062702-C692-V1 BC 559 B 062702-C695-V2 
BC 556 B 062702-C692-V2 BC 559 C 062702-C695-V3 
BC 557 2) 062702-0693 BC 560 2) 062702-C696 
BC 557 VI 062702-C693-V3 BC 560 A 062702-C696-V1 
BC 557 A 062702-C693-V1 BC 560 B 062702-C696-V2 
BC 557 B 062702-C693-V2 BC 560 C 062702-C696-V3 
BC 558 2) 062702-C694 
BC 558 VI 062702-C694-V4 2.5max. EBC 
BC 558 A 062702-C694-V1 0,4x0,4 fg, es 
BC 558 B 062702-C694-V2 N 5 
BC 558 C 062702-C694-V3 | F Er 

—i, I in 52, 

EBEN ehe 0,6 
Maße in mm 

Grenzdaten BC 556 | BC 557 | BC 558 | BC 559 | BC 560 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso) 80 50 30 30 50 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucss!| 80 50 30 30 50 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo! 65 45 30 30 45 V 
Emitter-Basis-Spannung —Uepo! 5 5 5 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 100 100 100 100 100 mA 
Kollektor-Spitzenstrom -Icm | 200 200 200 200 200 mA 
Basis-Spitzenstrom -Ism | 200 200 200 200 200 mA 
Emitter-Spitzenstrom —IEem | 200 200 200 200 200 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 .150 150 150 150 °C 
Lagertemperatur T, -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung Ptot 500 500 500 500 500 mW 
(Ty = 25 °C) 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rıruu | s250 s250 s250 <s250 s250 K/Ww 
Kollektorsperrschicht- Ring | s150 <s150 s150 s150 <150 K/w 
Gehäuse 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BC556... 
...BC560 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 

Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit den 
Buchstaben VI, A, B und C gekennzeichnet. Bei -Uce = 5 V und nachfolgendem Kol- 
lektorstrom gelten untenstehende statischen Werte. 


Typ BC 556 BC 556 BC 556 BC 558, 
BC 557 BC 557, BC 559 BC 557,BC 559 | BC 559, 
BC 558 BC 558, BC 560 BC 558, BC 560 | BC 560 
a! 
B-Gruppe | VI A B [6 
TS 
-Ic B B B B 
mA IclIg Ic/Ig Ic IcHHg 
ern Tr 
0,01 “- 90 150 270 
2 110 180 290 500 
(75 bis 150)| (110 bis 220) (200 bis 450) (420 bis 800) 
100 - 120°) 200°) 400°) 
BC 556 
BC 557 BC 559 
BC 558 BC 560 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucso = 30 V) -/cBo s15 s15 nA 
(-Ucgo = 30 V; Tu = 150 °C) -IcBo s5 s5 uA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 10 mA; -Ig = 0,5 mA) -Ucesat | 90 (<300) 90 (<300) mV 
(-Ic = 100 mA; -Is = 5 mA) -Ucesat | 250 (<650) 250 (<650) | mV 
(-Ic = 10 mA)') -Ucesat | 300 (<600) 300 (<600) | mV 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung?) 
(-Ic = 10 mA; -/g = 0,5 mA) -Ugesat | 700 700 mV 
(-Ic = 100 mA; -Is = 5 mA) —Ußesat | 900 900 mV 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Uce = 5 V; -Ic = 2 mA) -Use 660 (600 bis 700) | (580 bis 700)| mV 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Uce = 5 V; -Ic = 10 mA) —UBE <800 <720 mV 


1) für die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt Ucr = 1 V; Ic = 11 mA geht. 
2) “Tree 2 =1,1mv/K: Ars =_2mV/K 3) gilt nur für BC 556, BC 557, BC 558 
ı i 
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Vx 


BC556... 


...BC560 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) BC 556 
BC 557 
BC 558 | BC 559 | BC 560 

Transitfrequenz 
(-Uce = 5 V; -Ic = 10 mA; f =100 MHz fr 150 300 300 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucgo = 10V; f=1 MHz CcBo 4,5 2,5 (<4,5) 2,5(<4,5) pF 
Rauschzahl 
(-Uce = 5 V; Ic = 200 uA;Rg =2kKQ 
f= 1 kHz; Af= 200 Hz) F 2(<10) |1(<4) 1 (<4) dB 
(-Uce = 5 V; -Ic = 200 1A; Rg =2kQ 
f = 30 bis 15000 Hz) F = 1,2(<4) |1,2 (<2) | dB 
Aquivalente Rauschspannung 
(-Uce = 5 V; -Ic = 200 1A; Rg = 2 kQ; 
f = 10 bis 50 Hz) En - < 0,11 <s 0,11 nV 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Ice =2 mA; -Uc =5V;f= 1 kHz 
Zum 20 
Typ | BC 556 BC 556 BC 556 BC 558, 

BC 557 BC 557, BC 559 |BC557,BC559 |BC559, 

BC 558 BC 558, BC 560 | BC 558, BC 560 |BC 560 
B-Gr| VI A B c “ 
h11e| 1,2 (0,4 bis 2,2) | 2,7 (1,6 bis 4,5) 4,5 (3,2 bis 8,5) 8,7 (6 bis 15) kQ 
hi2e| 25 1,5 2 3 10* 
haje| 110 220 330 600 _ 
ha2e | 20 (<40) 18 (<30) 30 (<60) 60 (<110) uS 
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Vx 


BC556... 


...BC560 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Pr=fi(To) k Tınsu =f (f); v= Parameter 
mW BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 N BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 
500 10 =: = 
fi H 
Piot nu I 
[\ 
10° 0,2 


Ge Ei 


0,05 F Ei I 
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Stromverstärkung 3=f(I.) 


Uce=5 V; T, = Parameter Kollektorstrom Ic =f (Use) 
(Emitterschaltung) -Uce=5V 
BC 5568, BC 5578, BC 558B, BC 559B, BC 560B mA BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 
8 100°C]]] Ic BEE BEE PN IE BR EEE 
| | —— - 
25°C 


-1 


0? a" 0? 0 0? mA 0 05 10V 
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-Ic 


Sättigungsspannung Ucssaı=f (Ic) 
B=20; T,= Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 


" PRESan SEE 
100°C IBM! 
" BESEESEESEEB 
1 
1 
5 
Wi [1 a] [4 


0 022 03 04 05 06V 


Transitfrequenz /;=/ (I.) 
T,=25°C; U.. = Parameter 


MHz BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 


"’ SFR SEHE =HEE 
f, 4 H 
T I ll 
-Ugg=10V l 
5Y 
2V 
10° 
m H 
10! il I) 
w' 1 } Ina 
—-k 
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BC556... 
...BC560 


-Icao 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icao=f (Tu) 
für max: zulässige Sperrspannungen 
nA BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 


"EEEEEEFERn 


0 50 100 150°C 
—/j 


Kollektor-Basis-Kapazität Cc» =/ (Ucso) 
Emitter-Basis-Kapazität Ceso=f (Urao) 
f=1 MHz; T,=25°C 

pF BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 


18, 0 7 II 


0 \ ll 


N ) Oma 
— > -Urgge-Vepo 


Vx 


BC556... 
...BC560 


mA 


-] 


dB 
20 


Stromabhängigkeit der h-Parameter 


helle) 
He= = 2mA) =fllc) 
BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560 
= A HH 
FH | Fer 
IBBEL 
Are Uce=5V 
I Ben 
III | 
Me 
lo 
Ente 
II 
Ale 
ne] BER] 
1" 1 {mA 


Rauschzahl f=f (Ic) 
Uce=5 V; f=1 kHz 
BC 559, BC 560 


re 
DT Rssım az wornf none 
I| 
ill 
| 50022] 
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dB 
20 


dB 
20 


Rauschzahl F=/(Uc.) 
Ic=0,2 mA; Re=2 KR; f=1 kHz 
Af=200 Hz; T,=25°C 

BC 559, BC 560 


Il Mm 


| 


ln 


HE 
I [1 
“ 


.—- Ute 


Rauschzahl F=f (I.) 
Uce=5 V; f=120 Hz 
BC 559, BC 560 
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NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren 


BC 617 
BC 613 


BC 617 und BC 618 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren im 
Kunststoffgehäuse 10 A3 DIN 41868 (TO-92). Diese Darlington-Transistoren mit ihrer 
großen Stromverstärkung sind besonders für Relaistreiber, sowie für allgemeine NF-Anwen- 


dungen geeignet. 


Typ | Bestellnummer 
BC 617 | 062702-C1137 


BC 618 062702-C1138 
ee & 
j 1 c 
B 1 | 
| | 
| 
| e 
) 
a ee 


BC 617, BC 618 


Grenzdaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektor-Strom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung (Ty < 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 
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2,5max 
wu IT 0,4 


—- er F 


es REN R 0,6 


Gewicht etwa 0,25 g 


Ts -55 bis + 150 


Prot 625 | 625 
Rnuu <200 | s 200 
RtnyG <90 <90 


5:0,5 


Maße in mm 


Vx 


BC 617 


BC 613 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BC 617 BC 618 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 40V/60V) IcBo <50 <50 nA 
(Ucg = 40V/60V; Tu = 100 °C) Icso <10 <10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ues = 10V)) Ieso <50 <50 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 10 mA) Uerjceo | >40 >55 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung Usrjcso | >50 >80 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 200 mA; Ig = 0,2 mA) Ucesat <1,1 <1,1 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 200 mA; Ig = 0,2 mA) Ügesat <1,6 <1,6 V 
Gleichstromverstärkung 
(Ic = 100 yA; Uce = 5V) B >4000 >2000 . 
(Ic = 10mA; Uce = 5V) B >10000 >4000 - 
(Ic = 200 mA; Uce =5V) B 20000- 10000- - 
70000 50000 
We = 1A; Uce = 5V) B >10000 >4000 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 500 mA; Uce = BV; 
f = 100 MHz) fr >150 >150 MHz 
Leerlauf-Ausgangskapazität 
(Ucs = 10V; E = 0; f=1 Mhz) Cob <4,5 <4,5 pF 
Leerlauf-Eingangskapazität 
(Uep =5 V; IE = 0; f=1MHz) Ci <5 <5 pF 
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Vx 


Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung 
Poa=fM) 

W BC 617, BC 618 


0 50 100 150°C 
— 


StromverstärkungB = f (k.) 
Uce = 10V 
T, = Parameter 


BC 617, BC 618 
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BC 617 
BC 618 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


K finau = f{t); v= Parameter 
7 BC 617, BC 618 
0 
5 | 1 
nu IT) | rt 
[? 
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Sättigungsspannung Ucssa = f (Ic) 
B = 5000; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 

mA BC 617, BC 618 


BC 617 


BC 613 
Kollektor-Basis-Kapazität 
Temperaturabhängigkeit des Ccao = f (Ucso) SM 
Reststromes Ic.o= f (T,) Emitter-Basis-Kapazität 
U., = Parameter Ceso = FlUgso) 
Mi BC 617, BC 618 pF BC 617, BC 618 
2 
w 10 
Cebo 
(Ücao) 
cBo 
5 
1 leso 
10" 10 107 v 
—> Urpo lUcao) 
Kollektorstrom Ic = f (Use) Kleinsignal Stromverstärkung ß = f {f) 
(Ucr =2V, Ic = 200 mA, Ty = 25 °C) 
mA BC 617, BC 618 BC 617, BC 618 
3 r 
10 
5 


a u 


125°C4J] 25 °CJ-55°C 

10" i 
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| 
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10° | | | 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BC 635 
BC 637 


BC 639 


BC 635, BC 637 und BC 639 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im 
Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Die Transistoren sind als Komplementär- 
Transistoren zu BC 636, BC 638 und BC 640 geeignet. 


Typ 


BC 635 2) 
BC 635 gepaart 


BC 635/BC 636 gep. 


BC 637 2) 
BC 637 gepaart 


BC 637/BC 638 gep. 


BC 639 2) 
BC 639 gepaart 


BC 639/BC 640 gep. 


Bestellnummer 


Q 68000-A 3360 


Q 68000-A 3360-P 1 
Q 68000-A 3362-P 1 
Q 68000-A 2285 

Q 68000-A 2285-P 1 
0. 68000-A 3363-P 1 
0. 68000-A 3361 

Q 68000-A 3361-P 1 
Q 68000-A 3364-P 1 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung 

(Re = 1 KO) Ucer 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 
Kollektorstrom Ic 
Kollektorspitzenstrom Icm 
Basis-Strom Ig 
Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur Ts 


Gesamtverlustleistung') (Tu = 25 °C) Pot 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft') Rınsu 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Rınys 


Montagehinweis: 
Befestigungsbohrung 9 0,6 


Gewicht etwa 0,25 g 


BC 637 | BC 639 
60 100 
60 100 
60 80 

5 5 

1 1 

1,5 1,5 
100 100 
150 150 
-65 bis +150 
0,8 (1) 0,8.(1) 
156 156 
55 55 


—=15,2-02 


PP<<<< 


3 
> 


1) Werden die Transistoren mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatten mit min. 10 mm x 10 mm großen 
Kupferflächen für den Kollektoranschluß befestigt, ist Rın.u = 125 K/W und damit Ptot max (Tu = 25 °C) = 1 W. 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Vx 


Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 500 mA, /g = 50 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucs = 30 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 30 V, T; = 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Up =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Uce = 2 V, Ic = 500 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Iceo = 10 mA) 


Stromverstärkung 

Ic =5 mA, Uce = 2 V 

Ic = 150 mA, Uce = 2V 
Ic = 500 mA, UÜce =2V 
Paarungsbedingungen 

(Ic = 150 mA; Uce = 2 V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 
UÜce =5 V,Ic = 110 mA 


BC 637 
BC 639 
BC 635 | BC 637 | BC 639 
ie 
Ucesat | S0,5 <0,5 <0,5 V 
Iceo <100 <100 <s100 nA 
Icso <10 sı0 <10 nA 
Ieso <10 <10 <10 nA 
UgE <1 <1 <1 V 
Uprjceo) 45 60 80 V 
B >25 >25 >25 - 
B 40-250 | 40-160 | 40-160 | - 
B >25 >25 >25 _ 
Bı 1,3 1,3 1,3 - 
Bz (<1,6) (<1,6) (<1,6) 
fr 130 130 130 MHz 
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Vx 


BC 635 
BC 637 
BC 639 
Temperaturabhängigkeit der Stromverstärkung B = f/f[Ic) 
zulässigen Gesamtverlustleistung Uce=2V 
W Por = AT) 
18 = nn = 1000 TH FIEM TIM 
Pat j ill i EHE EHEN 
100 I II\ 
Hl u 
ii 1 Il 
0,75 
0,50 
INN ei Bl 
0.25 N 
II tl Kl. 
0 0 7 N a er" 
0 50 100 150 °C 10 0 10 0 I0'mA 
—fj — 
Ausgangskennlinien /c = f(Uc:) Ausgangskennlinien /c = f(Uce) 
Is = Parameter Is = Parameter 
A A 
ra Bau aaa 
15 
09 9 re 
ko ko 
08 08 ur 
TmA 
07 0,7 
0,6 08 SmA7] 
0,5 05 r 
1mA 
0,4 0,4 mA 
0,3 0,3 
ZmA 
0.2 02 — 
Ig-ImA 
0. 0) 
0 0 
V 0 10 20 30 40 Y 
—m de 
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Vx 


BC 635 


BC 637 
BC 639 
Kollektorstrom Ic = f{Use) Sättigungsspannung Ucksa: = F[lc) 
mA mA 
10° a Bene. 0° > : Se 
S- = E = 
mi 
Ic I 
0? 02 \ 4 
E i = = | 
1 1 
) 0 4—t 
— = =: 
IL VOR 
2] 
ol Bet = =| oo? ILL —- — 
5 ——H 
FE ai ee S= = 
je EI, Free aa BE Bea EZ 
| 
ot J 0" we 
2 % 06 08 10 12 0 0) 02 03 04 05 06 07 08 
— le Lee sat 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren BC 636 
BC 638 


BC 640 


BC 636, BC 638 und BC 640 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Die Transistoren sind als Komplementär-Transi- 
storen zu BC 635, BC 637 und BC 639 geeignet. 


Typ Bestellnummer 2,5max BCE 
| 

BC 636 2) 068000-A3365 

BC 636 gepaart Q068000-A3365-P1 B- 


BC 636/BC 635 gep. 


BC 6382) 
BC 638 gepaart. 


BC 638/BC 637 gep. 


068000-A3362-P1 


068000-A3366 
068000-A3366-P1 
068000-A3363-P1 


Yla 


3,292 


Montagehinweis: 


5,2-02 


BC 6402) 068000-A3367 En 

BC 640 gepaart 068000-A3367-P1 

BC 640/BC 639 gep. 068000-A3364-P1 

Grenzdaten BC 636 | BC 638 | BC 640 
Kollektor-Emitter-Spannung 

(Rge = 1Kko0) —UcER 45 60 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 45 60 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -UcEeo 45 60 80 V 
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 1 1 1 A 
Kollektorspitzenstrom -IcM 1,5 1,5 1,5 A 
Basisstrom I 100 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Tg -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung') (Ty = 25 °C) Pot 0,8 (1) 0,8. (1) 0,8 (1) W 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft!) Rthyu 156 156 156 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RthyG 55 55 55 K/w 


1) Werden die Transistoren mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatten mit min. 10 x 10 mm 
großen Kupferflächen für den Kollektoranschluß befestigt, ist Rınau =125 K/W und damit Prormax (Tu =25°C) =1W. 

2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Vx 


2,5:0,15 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 


spannung (-/c = 500 mA, -/s = 50 mA)-Ucesat 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 30 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 30 V, T; = 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ues =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Uce = 2 V, -Ic = 500 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Icgo = 10 mA) 


Stromverstärkung 

Ic =5 mA, -Uce = 2 V 
Ic = 150 mA, -Uce = 2 V 
-Ic = 500 mA, -Uce = 2 V 
Paarungsbedingungen 

(Ice = 150 mA; Uce = 2 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
—Uce =5V, -Ic = 10 mA 


BC 638 
BC 640 
BC 636 | BC 638 | BC 640 
— 
<0,5 <0,5 <0,5 V 
-/cBo <s100 s100 s100 nA 
—IcBo s10 s10 <10 nA 
-IEBo s10 s10 s10 nA 
—UßE s1 s1 s1 V 
UlsrjcEo 45 60 80 V 
B >25 >25 >25 - 
B 40-250 | 40-160 | 40-160 | - 
B >25 >25 >25 - 
Bı 1,8 1,3 1,3 _ 
B2 (<1,6) (<1,6) (<1,6) 
f- 130 130 130 MHz 
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Vx 


BC 636 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


Ausgangskennlinien /c = f(Uce) 


BC 638 
BC 640 
Stromverstärkung 3 = f (Ic) 
-Uce = 2V 
1000 NMZLLIT 7] IM 


— 1 110 
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Ausgangskennlinien /c = f(Uce) 
Is = Parameter 


A 
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Vx 


Se 


mA 
10° 


BC 636 
BC 633 


Kollektorstrom Ic = f(Use) 


BC 640 


Sättigungsspannung Ucesa: = lc) 


mA 
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NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren BC 875 
BC 877 
BC 879 


BC 875, BC 877 und BC 879 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren 
mit integrierter Diode und Widerstand im Kunststoffgehäuse 10 A3 DIN 41868 (TO-92). 
Diese Transistoren eignen sich besonders als Relaistreiber sowie für allgemeine 
NF-Anwendungen. 


Als Komplementär-Transistoren dazu sind BC 876, BC 878 und BC 880 vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 


BC 875 062702-C853 
BC 877 062702-C854 
BC 879 062702-C855 


2,520,5 


Wu 52 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,5 


DE en z] 

| Ta Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
B | 

| 

| 8 

EEE EEE | 
Grenzdaten (T,, = 25 °C) BC 875 BC 877 BC 879 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso | 60 80 100 V 
Emitter-Basis-Spannung Uso | 5 5 5 V 
Kollektorstrom k 1 1 1 A 
Kollektorspitzenstrom Icm 2 2 2 A 
Basisstrom Is 0,1 0,1 0,1 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis+150 °C 
Gesamtverlustleistung') Pot | 0,8(1) 0,8(1) 0,8(1) w 
(Tu s 25 °C) 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft') Rınyu | <156 <156 <156 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Rınuc | <55 <b5 <55 K/w 


!) Werden die Transistoren mit max. 3 mm langen Aschlußdrähten auf Leiterplatten mit min. 10 X 10 mm? großer 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß befestigt, ist Anuu 125 K/W und damit Pat max (Tu = 25°C) = 1 W. 
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BC 875 


BC 877 
BC 879 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BC 875 | BC 877 BC 879 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = UcBmax) IcBo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax) Iceo <500 <500 <500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =4V) IEso <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 50 mA) UBrR)cEo >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 uA) Uar)cBo >60 >80 >100 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (/g = 100 uA) U(Br)EBO >5 >5 >5 V 
Stromverstärkung‘ 
(Ic = 150 mA; Uce = 10V) B >1000 >1000 >1000 - 
(Ic = 0,5 A; Uce = 10V) B >2000 >2000 >2000 - 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(Ic = 0,5 A; Ip = 0,5 mA) Ucesat <1,3 =1,8 <1,83 V 
lIc=1A;R=1mA) Ucesat <1,8 <1,8 1,8 V 
Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(lIc=1A; IB =1mA) Ügesat <2,2 <2,2 <2,2 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 0,5 A; Ucg=5V;f=35 MHz) fr | 200 | 200 200 MHz 
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30000 


20000 


10000 
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Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesämtverlustleistung 


Po = My) 


ı 


StromverstärkungB = f (T,) 
Uc: = 10V; I. = Parameter 


1411 


150 °C 


50 


150 °C 


BC 875 


BC 877 

BC 879 
Zulässige Impulsbelastung r,,, = f{t) 
ie 


Kollektorstrom Ic = f (Uge) 
ma Ya "10V 


Vx 


BC 875 


BC 877 
BC 879 
Sättigungsspannung Ucesa = f(Ic) Sättigungsspannung Uses. = f Ic) 
mA 
0” 
I 

10° 
1 


— Uce sat 


StromverstärkungB = f (Ic) 
Uoe =10V 


Dynamische Stromverstärkung ß = f (I.) 
Ucr = 5 V;f= 35 MHz 


Tittetue 
I 


PNP-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren BC 876 
BC 878 
BC 880 


BC 876, BC 878 und BC 880 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Darlington-Transi- 
storen mit integrierter Diode und Widerstand im Kunststoffgehäuse 10 A3 DIN 41868 
(TO-92). Diese Transistoren eignen sich besonders als Relaistreiber sowie für allgemeine 
NF-Anwendungen. 


Als Komplementär-Transistoren dazu sind BC 875, BC 877 und BC 879 vorgesehen. 


Typ | Bestellnummer 


BC 876 | 062702-C943 2,5max 
BC 878 | 062702-C942 
BC 880 | 062702-C941 


2,520,5 


ul. m, 3,292 Fi 

m > . Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 

| 
B | Gewicht etwa 0,25 g Maße inmm 

| | 

| | 

E 

N Tee i 
Grenzdaten (T, = 25 °C) BC 876 BC 878 BC 880 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso | 60 80 100 V 
Emitter-Basis-Spannung -Ueso | 5 5 5 V 
Kollektorstrom I 1 1 1 A 
Kollektorspitzenstrom Icm 2. 2 2 \ A 
Basisstrom Ip 0,1 0,1 0,1 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung') 
(Tu s 25 °C) Prot 0,8(1) 0,8(1) 0,8(1) W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft!) Rthyu <156 <156 <156 K/W 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Rıhyg <55 <55 <55 K/Ww 


1) Werden die Transistoren mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatten mit min. 10 x 10 mm? 
großer Kupferfläche für den Kollektoranschluß befestigt, ist Rınu = 125 K/Wunddamit P (I = 25°C) = 1W. 


tot max 
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BC 876 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = Ucamax) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 0,5 Ucemax) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ues =4V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ic = 50 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
“spannung (-Ic = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (/g = 100 uA) 
Stromverstärkung 

(-Ic = 150 mA; —UcE =10%V) 
(-Ic = 0,5 A; -Uce = 10 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 

(-Ic = 0,5 A; -Ig = 0,5 mA) 
(-Ic= 1A; -IR = 1 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung 

(-Ic=1A;-IB = 1 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Ic = 0,5 A; -Uce =5V; 
f= 35 MHz) 


BC 878 
BC 880 
BC 876 BC 878 | BC 8830 
Im 
-Icso <100 <100 <100 nA 
=Iceo <500 <500 < 500 nA 
—IEBo <100 <100 <100 nA 
-U(BR)cEO >45 >60 >80 V 
-U(BR)CBO >60 >80 >1 00 V 
—U(BR)JEBO >5 >5 >5 V 
B >1000 >1000 >1000 - 
B >2000 >2000 >2000 - 
—Ucesat <1,3 <1,3 <1,3 V 
—Ucesat <1,8 1,8 1,8 V 
—UBesat <2,2 <2,2 <2.2 V 
ir 200 | 200 | 200 | MHz 
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BC 876 


BC 878 
BC 880 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastung 
zulässigen Gesamtverlustleistung Zın =f(7) 
W Ra = Ffm) Rn 
15 T TTTTTT 
a DR a BE BR 2 De 
be 
PR IT ION ri 
tot I si | 
ml mi EN Ban FEN 
10 | 


0,5 


0 
0 50 100 80°C 
>=T, 
Stromverstärkung B = f (T,) Kollektorstrom Ic = f (Uz:) 
— I. = Parameter; - U, =10 V An Ucr =10V 

30000 » Tr Pan 
EEE? (am. ame 
MEET BEER VEEERER 
I/II 
B ER Er DEN 
-Ic I fl 
| Au 

2 
20000 10 g | 
=== 
FH 
= | 

10000 I) 

0 10° 

0 50 100 150 °C 0 1 2V 
—>n ——> Us 
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BC 876 
BC 878 


Ic 


Sättigungsspannung Ucesa = f (Ic) 
mA 


"EH H 


re 


- U. = 10V 


Sättigungsspannung Ugesa = F (IL) 


mA 
3 


BC 830 


10 = FH 
I 


10" 


Dynamische Stromverstärkung ß = f(Ie) 
- Ucr =5V; f= 35 MHz 


2 
1° 


10' 


Mtelwen 


N 


PNP-Silizium-Planar-Darlingtontransistoren BCV 26 
für Schichtschaltungen BCV 46 


BCV 26 und BCV 46 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren im 
Kunststoffgehäuse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236). Sie besitzen eine besonders hohe Strom- 
verstärkung und eignen sich infolge hoher Spannungs- und Strombelastbarkeit für den 
Einsatz als Relaistreiber, als Komplementärtreiber für Leistungsendstufen sowie für hoch- 
verstärkende Stufen in allgemeinen NF-Anwendungen. Komplementärtyp zu BCV 27 und 
BCV 47. 


1+0,05 120,05 


01+0015 


Typ Stempel\ Bestellnummer 
BCV 26| FD 062702-C1151 
BCV46| FE 062702-C1153 
0,4:0,03 0,1..0,25 

r---------- 4 3-045 a 

c Gewicht etwa 0,0229 Maße in mm 
B 

| | 

| | 

re er 
Grenzdaten BCV 26 BCV 46 
Kollektor-Emitter-Spannu ng -Uceo | 30 60 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo | 40 80 V 
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo | 10 10 V 
Kollektorstrom Ic 500 500 mA 
Kollektorspitzenstrom -Icm | 800 800 mA 
Basisstrom -IB 100 100 mA 
Lagertemperatur Ts -55bis+125| -55bis+125| °C 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung (T,s25°C) Prot 350 350 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınu | s358 <s358 | K/W 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') Rınusr | s260 <s260 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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BCV 26 


BCV 46 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BCV 26 BCV 46 2 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucso = 30 V) -Icso <100 = nA 
(-Ucgo = 60 V) -Icso = <100 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ues = 10V) -IEBo <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) —U(BR)CEO >30 >60 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 kA) i -U(BR)cBo >40 >80 V 
Emitter-Bäsis-Durchbruchspannung 
(-Ie = 100 nA) -Ulerjeso | >10 >10 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 100 mA; -Ip = 0,1mA) —UcEsat <1 <1 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 100 mA; -Ig = 0,1 mA) —UÜBesat <1,5 <1,5 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 100 yA; -Uce = 5 V) B >4000 >2000 - 
(-Ic = 10 mA; -Uce = 5 V) B >10000 >4000 _ 
(-Ic = 100 mA; -Uce = 5 V) B >20000 >10000 = 
(-Ic = 0,5 A; -Uce=5V) B >4000 >2000 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ic = 10 mA; -Uce =5V;f=100MHz) fr 200 200 MHz 
Leerlauf-Ausgangskaäpazität 
(-Ucg = 10V; IE =0) Cob 3,5 3,5 pF 
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BCV 26 
BCV 46 


Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung P,.. = AT) 
mW 
400 rT- 7 —— 


Kollektorstrom I. = f (U,.) 


IL 
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18V 


lg 


270 


Impulswiderstand &R = (1) 


r 
D = Parameter Rınssn 


nısr E05 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ices = f(Ty) 


a 


-—— Mittelwert 
+ uwert 
| 


0 Br 10 50°C 


Vx 


BCV 26 
BCV 46 


Sättigungsspannung Uce,. = f Ic) 


0 02 04 06 08 10 12V 


— Ucesat 


StromverstärkungB = (Ic) 


Sättigungsspannung Usesa = f (Ic) 


Kollektor-Basis-Kapazität Co = f (Ucso) 
F Emitter-Basis-Kapazität Ceso = f (Urso) 


10° 10° 10" v 
——-Urso Flcao) 
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NPN-Silizium-Planar-Darlingtontransistoren BCV 27 
für Schichtschaltungen BCV 47 


BCV 27 und BCV 47 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren im 
Kunststoffgehäuse 23 A 3 DIN 41 869 (TO-236). Sie besitzen eine besonders hohe Strom- 
verstärkung und eignen sich infolge hoher Spannungs- und Strombelastbarkeit für den 
Einsatz als Relaistreiber, als Komplementärtreiber für Leistungsendstufen sowie für hoch- 
verstärkende Stufen in allgemeinen NF-Anwendungen. Komplementärtyp zu BCV 26 und 
BCV 46. 


Stempel 


Bestellnummer 1200512005 


062702-C1152 
062702-C1154 


012005 


BCV 27 
BCV 47 


0,4.20,03 


3.045 


Gewicht etwa 0,0229  Maßeinmm 


Grenzdaten BCV 27 BCV 47 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 60 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 40 80 V 
Basis-Emitter-Spannung Ueso 10 10 V 
Kollektorstrom Ic 500 500 mA 
Kollektorspitzenstrom Icm 800 800 mA 
Basisstrom Is 100 100 mA 
Lagertemperatur Ts -55bis+125| -55bis+125| °C 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung 

(Ty s 25 °C) Prot 350 350 mW 
Wärmewviderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu | 5358 s358 K/w 
Kollektorsperrschicht — Substratrückseite Rınssr | s260 s260 K/Ww 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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BCV 27 


BCV 47 
Statische Kenndaten (7, = 25 °C) BCV 27 | BCV 47 I 
Kollektor-Basis-Reststrom 1 
(Ucso = 30) IcBo <100 | - nA 
(Ucso = 60) IcBo _ < 100 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ues =10V) IeBo < 100 < 100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Urjceo | > 30 >60 V 
(Ic = 10 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uerjcso | > 40 >80 V 
Uc = 10 1A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Ußrjeso | > 10 >10 V 
(Ic = 100 nA) 
Stromverstärkung 
(Ic = 100 uA; Uce =5V) B >4000 | > 2000 | - 
(Ic = 10 mA; Uce =5V) B > 10000] >4000 | - 
(Ic = 100 mA; Uce =5V) B > 20000| > 10000] - 
(Ic=05A;Uce=5V) B >4000 | > 2000 | - 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 100 mA; RB = 0,1 mA) Ucesat <1 <1 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 100 mA; Ip = 0,1 mA) Ußesat < 1,5 < 1,8 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 10 mA; Uce =5 V; f= 100 MHz) fr 200 200 MHz 
Leerlauf-Ausgangskapazität 
(Uep = 10V; E=0) Cob S:5 3,5 pF 
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BCV 27 
BCV 47 


Temperaturabhängigkeit der zulässigen Imputswiderstand ZUR =f{t) 
Gesamtverlustleistung P,. = f (T,) D = Parameter 8 


1 
50 100 150 °C 10° 10° 10° 10° 10? 10? 10 10°s 
—en Zu 


Kollektorstrom I. = f (U;.) Temperaturabhängigkeit des Reststromes 


Ices = (T,) 
nA nA CES U 
N —r- pr: 
5 : 
Ik ; — Mittelwert 1—-- 
El FH l —-- Streuwert+- 4 
x ces 
' ge —- 
: EEE pr 
” 
3 ei 
w RUN En 
10 
| | 5 | ES 
| I OHHrN 
0° L | go ll U, 
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18V 0 50 100 150°C 
—-n 


——- Up 
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BCV 27 
BCV 47 


Sättigungsspannung U ges = FÜIc) 


mA 
o 


Ic 


er [N 


10? 


== 
+ = 

-H em 

mia er 

w SAN [ 
Zeamen I 
[Sp rl 1 
ea m 

14] 


0.02 0 06 


——— UÜeesat 


StromverstärkungB = f (Ic) 


10° 


UN 
U 1 


08 10 


Sättigungsspannung Usgesa = f (Ic) 


Kollektor-Basis-Kapazität Cosa = f (Ucao) 
Emitter-Basis-Kapazität Ceao = f (Ueso) 


Bull 
all 


10° 10! v 
——> Ueso IUcao) 


_ 
SO 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCW 60 
BCW6OF BCX 70 
BCW6OR BCXTOR 


BCW 60 und BCX 70 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 23 A 3 DIN 41 869 (TO-236) für NF-Vorstufen und Schalteranwendungen. Sie 
eignen sich besonders für Dick- und Dünnfilmschaltungen. Beide Typen BCW 60 und 
BCX 70 werden durch den Buchstaben »A« gekennzeichnet, der danebenstehende Buch- 
stabe (A, B, C oder D für den Typ BCW 60 und G, H, J oder K für den Typ BCX 70) gibt 
die jeweilige Stromverstärkung des Transistors an. Die Komplementärtransistoren dazu sind 
BCW 61 und BCX 71. Auf Wunsch ist BCW 60 besonders rauscharm (F <2 dB) unter der 
Bezeichnung BCW 60 F mit der Bestempelung »AF< und »AN« lieferbar. Die Transistoren 
BCW 60 und BCX 70 sind auf Wunsch mit geänderter Anschlußfolge bE< und »B< vertauscht) 
unter der Bezeichnung BCW 60 R (Stempel »AOk bis »AS<) sowie BCX 70 R (Stempel »AU«< 
bis »AY() lieferbar. 


Typ Stempel | Bestellnummer Typ _\Stempel Bestellnummer 
Bcweo |2) 062702-C709 BCWE6EOFF |AF 062702-C1052 
BCW6OA |AA 062702-C331 BCWEOFN | AN 062702-C1053 
BCW60B |AB 062702-C332 BCX70 2) 062702-C434 
BCWE6OC |AC 062702-C333 BCX70G [AG 062702-C423 
BCW6OD |AD 062702-C334 BCX70H |AH 062702-C424 
BCWE6EORA | AO 062702-C1054 BCX70) |AJ 062702-C425 
BCWE6ORB | AP 062702-C1055 BCX70K |AK 062702-C426 
BCWEORC | AR 062702-C1056 BCX70ORG | AU 062702-C901 
BCWE6ORD | AS 062702-C1057 BCX70RH |AW 062702-C900 
Naeh BCX70ORJ |AX 062702-C899 
le BCX70RK |AY 062702-C88 


0120015 


Maße in mm Gewicht etwa 0,02g 


101..0,25 

1,2-0,35 
Grenzdaten BCW 60 BCX 70 

er | 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 32 45 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 45 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 200 200 mA 
Basisstrom Is 50 50 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur T, -55bis+125 |-55bis+125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tarp = 50 °C) Prot 310 310 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s450 <s450 K/W 
Kollektorsperrschicht- 
Substratrückseite') Rırssr | 320 < 320 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. : 
2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BCW 60 
BCW6OF BCX 70 
BCW6OR BCX7OR 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Die Transistoren BCW 60 und BCX 70 werden nach der statischen Stromverstärkung B grup- 
piert und mit Buchstaben gekennzeichnet. 


B-Gruppe 
für BECW60| A B c | D BCW 60 
fürBCX70 |G H J K BCX 70 
— | 
Ue I B B B B Use 
V mA | Ic/Is Ic/Is BE: Ic/Is V 
5 0,01 | 78 | 145 (>20) 220 (>40) 300 (>100) Kin 
5 2 I 170 250 350 | 500 0,65 
(120 bis 220)" (180 bis 310)*| (250 bis 460)*| (380 bis 630)*| (0,55 bis 
0,75)* 
et a Me eng mer 
1 50 >50 >70 >90 >100 0,78 
Sättigungsspannungen Ucesat (V) | Ußesat (V) 
Ic = 10 mA; Ip = 0,25 mA 0,12 (s 0,35) | 0,7 (s0,85) 
Ic = 50 mA; Is = 1,25 mA 0,2 (s 0,55) 0,83 (< 1,05) 
BCW 60 BCX 70 
I 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 32 V) Ices <20 _ nA* 
(Uces = 45 V) Ices _ <20 nA* 
. Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 32 V; Ty = 150 °C) Ices <20 - nA 
(Uces =45 V; Ty = 150 °C) Ices = <20 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueso = 4V) Ieso <20 <20 nA* 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icco = 2 mA) UgrjcEo >32 >45 Vv* 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Ueso = 1 A) U(sr)EBO >5 >5 vr 
*) AQL = 0,65% 
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BCW 60 
BCW60F BCX70 


BCW6OR BCX TOR 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) >| BCW 60 BCX 70 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 250 (>125)| 250 (>125)| MH 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucgo = 10 V; f = MHz) CcBo <4,5 <4,5 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso =0,5 V;f=1 MHz) [0/7:76) 8 8 pF 
Rauschzahl (/c = 0,2 mA; 
Uce=5V;Rg =2k0; 
f= 1 kHz; Af= 200 Hz) F 2 (<6) 2 (<6) dB 
Vierpoldaten: (Ic = 2 mA; Uce =5 V;f=1kHz) 
A;G | B;H GC; J D;K 
2,7 3,6 4,5 7,5 kQ 
(1,6 bis 4,5) (2,5 bis 6) (3,2 bis 8,5) (4,5 bis 12) 
1,5 2 2 3 10* 
200 260 330 520 - 
18 (<30) 24 (<50) 30 (<60) 50 (<100) HS 
Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: 
IcHs1:-Ip2 = 10:1:1 mA: R} =5k9; Ra.= 5KkQ; Up = 3,6 V; Rı = 9900 
tq 35 ns ts 400 ns 
t. 50 ns & 80 ns’ 
tein 85 (<150) ns eis 480 (<800) ns 
Meßschaltung für Schaltzeiten: 
-UßB +10V(Uer) 
1us 
nv 
05Z. 
ie kesn 
A-02 Ze=100KQ 
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mW 
400 


200 


100 


BCW 60 
BCW6OF BCX 70 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pa=tN 


m 


BCW6OR BCX7OR 


Impulswiderstand en fit) 


D = Parameter 


10 
Anısr 65 
R tnısR 1m 
02 ll 
10’ 40 
‚0 
0.02 
00: 
10? 
$® 
10° 10° 10° 10° 10? 10? 10 10’s 


279 
Vx 


BCW 60 
BCW60F BCX70 


Stromverstärkung 3 =f (I.) 
Uce=1 V; T,=Parameter 


BCW60 B 
BCX 70 H 


Hi ammnası ZEIT masslı] 


FI 


mmes 
FH ISEEN Bu NITH 
5 mtr IB Jam DB 3 TIMm 
Mi —— Hittelwerte ii) 
— — Streuwert bei 7y-25°C 
100 All 
wo? 50T 5m 


ua 
1° 


o' 
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Eingangskennlinie I, =f (Uge) 
Uce=5V 
(Emitterschaltung) 


BCW6OR BCX70R 


Ausgangskennlinien /. =f (Uce) 
Ia=Parameter (Emitterschaltung) 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Ices = f (T,) 
n H für maximal zulässig&Sperrspannung 


10 SEE 
Ices ? = == | 
LE FE 
| ji ‚EnEN? = 


Il | E| 
sESBE 
AH 
=== =: 
E = 
5 7 [| 
10 
5 a = 
Be -—— Mittelwert II 
Pr — — Streiiwert —— 
a! | 
0 50 100 150 °C 
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BCW 60 
BCW60F BCX70 


Sättigungsspannung Ucesa =F- (Ic) 
B = 40; T, =Parameter 
mA (Emitterschaltung) 
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BCW60R BCX7OR 


Sättigungsspannung Usesar=f (Ic) 
B=40; T,= Parameter 

mA (Emitterschaltung) 
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Transitfrequenz fr =f (Ic) 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCW 61 
BCW61F BCX 71 
BCW61R BCXT7IR 


BCW 61 und BCX 71 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236) für NF-Vorstufen und Schalteranwendungen. Sie 
eignen sich besonders für Dick- und Dünnfilmschaltungen. Beide Typen BCW 61 und BCX 71 
werden durch den Buchstaben »B« gekennzeichnet, der danebenstehende Buchstabe (A, B, 
C oder D für den Typ BCW 61 und G, H,J oder K für den Typ BCX 71) gibt die 
jeweilige Stromverstärkung des Transistors an. Die Komplementärtransistoren dazu sind 
BCW 60 und BCX 70. Auf Wunsch ist BCW 61 besonders rauscharm (F <2 dB) unter 
der Bezeichnung BCW 61F mit der Bestempelung »BF« und »BN« lieferbar. Die Transistoren 
BCW 61 und BCX 71 sind auf Wunsch mit geänderter Anschlußfolge (E< und »B« ver- 
tauscht) unter der Bezeichnung BCW 61R (Stempel »BO« bis »BS«) sowie BCX 71R 
(Stempel »BU« bis »BY(«) lieferbar. 


Typ Stempel |Bestellnummer Typ | Stempel Bestellnummer 
BCW 612) 062702-C710 BCWS61RA |BO | 062702-C897 
BCW61A |BA 062702-C335 BCWE6IRB |BP 062702-C896 
BCW61B |BB 062702-C336 BCW6IRC |BR 062702-C895 
BCW61C |BC 062702-C337 BCW6I1RD |BS 062702-C890 
BCW61D I|BD 062702-C338 BCWE6IFF |BF 062702-C1058 
RE BCW6IFN |BN 062702-C1059 
en BCX 71 2) 062702-C435 


0120015 BCX71G |BG 062702-C427 


BCX 71H BH 062702-C428 
BCX 71J BJ 062702-C429 
BCX71K BK 062702-C430 
BCX71RG |BU 062702-C906 
0,4200 BCX71RH |BW 062702-C893 
3.045 BCX71RJ |BX 062702-C892 
BCX71RK |BY 062702-C889 
Gewicht etwa 0,02 g 
Maße inmm 
Grenzdaten BCW 61 BCX 71 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces 32 45 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 32 45 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 200 200 mA 
Basisstrom -IB 50 50 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 Se 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125| -55 bis +125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 50 °C) Pick 310 310 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rıhsu s450 <s450 K/W 
Kollektorsperrschicht- 
Substratrückseite!) Rınssr | s320 <320 K/W 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. 
2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BCW 61 
BCW61F BCX71 
BCW61R BCX7IR 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit 


Buchstaben gekennzeichnet. 


B-Gruppe 

für BCW 61 BCW 61 
für BCX 71 BCX 71 
—UcE Ic B B —Uge 

V mA Iclg Ic/Ig Ic/Ig 

5 0,01 140 200 (>30) 270 (>40) 340 (>100) 


5 2 170 


(120 bis 220)* 


250 


(140 bis 310)* 


350 


(250 bis 460)* 


500 


(380 bis 630)* 


0,65 


—Ußesat (V) 


Sättigungsspannungen —Ucesat (V) 
-Ic = 10 mA; -Ig = 0,25 mA 0,12 (<s 0,25) 0,7 (s0,85) 
-Ic = 50 mA; -R = 1,25 mA 0,25 (s 0,55) 0,8 (s1,05) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uces = 32 V) -Ices 

(-Uces = 45 V) -Ices 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uces = 32 V; Ty = 150 °C) -Ices <20 - nA 
(-Uces = 45 V; Ty = 150 °C) -Ices - <20 nA 
Emitter-Basis-Reststrom -IEBo <20 <20 nA* 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(-Iceo = 2 mA) —U(BR)CEO >32 >45 v* 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(-Ieso = 1 A) -U(BR)EBO >5 >5 v 

" AQL = 0,65% 
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BCW 61 
BCW61F BCX71 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
-Uce = 5 V; f= 100 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Uceo = 10 V; f= 1 MHz) 
Emitter-Basis-Kapazität 
(-Ueso = 0,5 V; f= 1 MHz) 
Rauschzahl (-/c =0,2 mA); 
-Uce =5V;Rg =2k9; 

f= 1 kHz; Af = 200 Hz) 


BCW61R BCX71IR 


BCW 61 BCX 71 
fr 180 180 MHz 
Cceo <6 <6 pF 
Ceso 11 11 pF 
F 2 (<6) 2 (<6) dB 


Vierpoldaten: (Ic = 2 mA; Uce = 5 V; f= 1 kHz) 


B-Gruppe B;H 
Rıle 2,7 3,6 
(1,6 bis 4,5) (2,5 bis 6) 
R12e 1,5 2 
Rz21e 200 260 
R22e 18 (<30) 24 (<50) 
Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: 


-Ie : -Ipı :Ip2 = 10:1:1 mA; Rı =5k09; Ra =5kKkQ; Up = 3,6; RL = 9900 


tq 35 ns 
t 50 ns 
tein 85 (<150) ns 


Meßschaltung für Schaltzeiten 


| oo 


4,5 7,5 kQ 
(3,2 bis 8,5) | (4,5 bis 12) 
2 3 10* 
330 520 a 
30 (<60) 50 (<100) uS 
ts 400 ns 
tı 80 ns 
taus 480 (<800) ns 
+UgB -10V (dee) 
052. 
R<5ns 
BAYBA Z32100K8. 
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BCW 61 
BCW61F BCX71 
BCW61R BCX7IR 


Temperaturabhängigkeit der Impulswiderstand z"&R =) 
zulässigen Gesamtverlustleistung D = Parameter Sup 
mWPr.-fın 
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BCW 61 
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-/5 


Stromverstärkung 3 =f (Ic) 
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Ausgangskennlinien /c =f (Uce) 
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BCW 61 
BCW6I1F BCX71 
BCW6I1R BCX7IR 


Sättigungsspannung Ucesa =f (Ic) 
B=40; T,=Parameter 


Sättigungsspannung Ugesa =f (Ic) 
B =40; T,=Parameter 
mA mA 
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Stromabhängigkeit der 
h-Parameter 
helle) 
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Kollektor-Basis-Kapazität Ccso =f (Ucao) 

Emitter-Basis-Kapazität Ceao =f (Ueso) 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCW 65 BCW 66 
BCW 65 R BCW 66R 


BCW 65 und BCW 66 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren mit Plastikumhüllung 
23 A3 DIN 41869 (TO-236) für NF-Treiberstufen und Schalteranwendungen sowie univer- 
sellem Einsatz. Sie eignen sich besonders für Dick- und Dünnfilmschaltungen. Beide Typen 
BCW 65 und BCW 66 werden durch den Buchstaben »E< gekennzeichnet, der danebenstehen- 
de Buchstabe (A, B oder C für den Typ BCW 65 und F, G, H, für den Typ BCW 66) 
gibt die jeweilige Stromverstärkung des Transistors an. Die Komplementärtransistoren 
dazu sind BCW 67 und BCW 68. Auf Wunsch sind diese Transistoren mit geänderter 
Anschlußfolge (E< und »B« vertrauscht) unter der Bezeichnung BCW 65 R und der 
Bestempelung »ET«, »EU« und »EW«, sowie BCW 66R und der Bestempelung »EX«, »EY« 
und »EZ« lieferbar. 


Stempel |Bestellnummer 


Typ Stempel |Bestellnummer 


BCwW65 12) 062702-C711 BCW 66RF 062702-C928 
BCW65A |EA 062702-C457 BCW 66RG 062702-C929 
BCW65B |EB 062702-C458 BCW 66RH 062702-C918 
BCW65C |EC 062702-C459 

BCWE6SRA |ET 062702-C925 

BCW 65RB | EU 062702-C926 „uonstsons 

BCW 65RC | EW 062702-C927 BE 

Bcwes |2 062702-C712 

BCW66F |EF 062702-C460 ! 

BCW66G |EG 062702-C461 Far 

BCW66H |EH 062702-C462 


0,4200 
3.045 


01.025 Maße in mm 
1,2-0,35 Gewicht etwa 0,02 g 


Grenzdaten BCW 65 BCW 66 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 60 75 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 45 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 800 800 mA 
Kollektor-Spitzenstrom (t <10 ms) Icm 1 1 A 
Basisstrom I 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150| -55 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tsk = 50 °C) Prot 360 360 mW 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s375 s375 K/W 
Kollektorsperrschicht- 

Substratrückseite) Rırssr | 5278 <278 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BCW 65 BCW 66 
BCW65R BCW66R 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Die Transistoren BCW 65 und BCW 66 werden nach der statischen Stromverstärkung B 
gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet. 


B-Gruppe ie Pr, 
für BCW 65 A B c 
fürBCW66 | F E In 
Urcr & B B B 
V mA Ic/Ig Ic/Is Ic/Ig 
10 0,1 >35 >50 >80 
1 10 >75 >110 >180 
1 100 >160 250 350 
(100 bis 250)* (160 bis 400)* (250 bis 630)* 
2 500 >35 >60 >100 
Sättigungsspannungen Ucesat (V) Ußesat (V) 


Ic = 100 mA; RB = 10 mA 
Ic = 500 mA; Ip = 50 mA 


< 0,3 
s0,7 


en | 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces =32V) Ices <20 - nA* 
(Uces = 45 V) Ices = <20 nA* 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces =32V; Tu = 150 °C) Ices <20 = nA 
(Uces =45 V; Ty = 150 °C) Ices Zu) <20 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueso =4V\) Ieso <20 <20 nA* 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Iceo = 10 mA) U(sr)cEO >32 >45 v* 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Eso = 10 yA) U(BR)EBO >6 >5 v. 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =10 uA) U(srjces >60 >75 V 
* AQL = 0,65% 
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BCW 65 BCW 66 
BCW65R BCW66R 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) BCW 65 BCW 66 
— 
Transitfrequenz (Ic = 20 mA; 
Uce = 10 V; f= 100 Mhz) fr >100 >100 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucso = 10 V; f= 1 MHz) Cc8o 8 (<12) 8 (<12) pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso = 0,5 V; f= 1 MHz) CeB0o <80 <80 pF 
Rauschzahl (Ic = 0,2 mA; Ucg = 5 V; 
Rs = 1ka; f= 1 kHz) F 2 (<10) 2 (<10) dB 
Schaltzeiten: 
(Ic = 150 mA; Ipı = -Ip2 = 15 mA; toin <100 <100 ns 
RL = 150.9) Hus <400 <400 ns 
Temperaturabhängigkeit der Impulswiderstand an fit) 
zulässigen Gesamtverlustleistung D = Parameter thJSR 


107 10° 10° 10° 10? 10? 10 10°s 
—-t 
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BCW 65 BCW 66 
BCW65R BCW66R 


"' EEFENEFEIEFR 
“E i 


Stromverstärkung B =f (Ic) 
Uce=1V; T,=Parameter 
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Ausgangskennlinien /c=f (Uce) 
Use = Parameter (Emitterschaltung) 
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BCW 65 BCW 66 
BCW65R BCW66R 


Sättigungsspannung Ucesa = (Ic) Sättigungsspannung Ugesat =f (Ic) 
B=10; T,= Parameter B=10; T,=Parameter 
mA mA 
10° 103 = m 
I 
Is I 
| 10? j 102 = 
0 hl no — =+ 
I 
Mittelwerte —— Mittelwerte 
0 0 R 
. Streubereich bei 25°C 10 — Streubereich 
1" BEN Vera BEN 10" 
0 200 400 600 800 mV 0 2 3 LV 
—m Usesat —— > Upe sat 
Transitfrequenz f- =f (/.) 
MHz Uce = Parameter 


" SESEREESEFERMESSEEI 


0 Ei Ei 
Il 
I] 


294 x 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCW 67_ BCW 68 
BCW 67 R BCW 68R 


BCW 67 und BCW 68 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren mit Plastikumhül- 
lung 23 A 3 DIN 41869 (TO-236) für NF-Treiberstufen und Schalteranwendungen. Sie 
eignen sich besonders für Dick- und Dünnfilmschaltungen. Beide Typen BCW 67 und 
BCW 68 werden durch den Buchstaben »D< gekennzeichnet, der danebenstehende Buch- 
stabe (A, B, C für den Typ BCW 67 und F, G, H für den Typ BCW 68) gibt die jeweilige 
Stromverstärkung des Transistors an. Die Komplementärtransistoren dazu sind BCW 65 
und BCW 66. Auf Wunsch sind diese Transistoren mit geänderter Anschlußfolge bE« und 
»B« vertauscht) unter der Bezeichnung BCW67R (Stempel »DT«, »DU« und »Dw«), sowie 
BCW68R (Stempel »DX«, »DY« und »DZ() lieferbar. 


Typ Stempel |Bestellnummer Typ | Stempel | Bestellnummer 
BCW67 2) 062702-C713 BCWE6SRF |DX 062702-C922 
BCW67A |DA 062702-C463 BCW68RG |DY 062702-C923 
BCW67B |DB 062702-C464 BCW68RH |DZ 062702-C924 
- BCW67C |DC 062702-C465 
BCW67RA |DT 062702-C921 4200512005 
BCW67RB |DU 062702-C919 0120015 
BCW67RC |DW 062702-C1060 
BCW 68 2) 062702-C714 8 
BCW6S8F |DF 062702-C466 S 
BCW68G |DG 062702-C467 Tu 
BCW68H |DH 062702-C468 oa 01.025 Gewicht etwa 0,02 9 
"ka Maße in mm 
3.015 1,2-035 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 45 60 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 32 45 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 800 800 mA 
Kollektorspitzenstrom -IcMm 1000 1000 mA 
Basisstrom -Is 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | -55 bis +150| °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 50 °C) Prot 360 360 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung RtnJu s375 <375 K/W 
Kollektorsperrschicht- 
Substratrückseite!) Rınssr | 3278 <278 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. 
2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am:Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BCW 67 BCW 68 
BCW67R BCW 68R 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren BCW 67 und BCW 68 werden nach der statischen Stromverstärkung B 
gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet. 


B-Gruppe 
tür BCW67| A B c 


für BCW68 | F G H 


260 350 
(160 bis 400)* (250 bis 630)* 


Sättigungsspannung —Ucssat (V) —Ußesat (V) 
-Ic = 100 mA; -Is = 10 mA s 0,3 s1,25 
-Ic = 500 mA; -Is = 50 mA s0,7 <2 

BCW 67 BCW 68 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 32 V) -Ices <20 - nA* 
(-Uces = 45 V) -Ices = <20 nA* 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 32 V; Ty = 150 °C) -IcEs <10 _ nA 
(-Uces = 45 V; Ty = 150 °C) -Ices = <10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ueso =4V) -IEBO <20 <20 nA* 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Iceo = 10 mA) -U(BR)CEO >32 >45 v* 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ieso = 1 1A) -Uerjeso | >5 >5 v 
* AQL = 0,65% 
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BCW 67 BCW 68 
BCW67R BCW638R 


Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ic = 80 mA; 

-Uce = 10 V; f= 100 Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucego = 10 V; f= 1 MHz) 
Emitter-Basis-Kapazität 

(-Ugso = 0,5 V; f= 1 MHz) 
Rauschmaß (-Ic = 0,2 mA; Uce = 5V; 
Ts = 1ka f= 1 kHz; Af = 200 Hz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Pp.=fN 
E35 STEERERELT 
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ILL 
th) thJSR II 
ELDER IM 
200 
ne 
äh te EB BER? 
MH a ER N 
100 - 41 
1 I! 
EBARENEBEHENN 
Baayazeiar 
0 a. 
0 50 100 150 °C 


—eTy,Ta 


BCW 67 


& BCW 68 L 
fr >100 >100 MHz 
Cc8o 12 (<18) 12 (<18) pF 
CeBo <80 <80 pF 
F 2 (<10) 2 (<10) dB 


A Finusa _ 
Impulswiderstand Anısr fit) 


D = Parameter 


1 10 10°s 


10” 10° 10° 10° 10° 
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BCW 67 BCW 68 
BCW67R BCW68R 


Stromverstärkung 3 = F(Ic) 
ce = 1V; Tu = Parameter 
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Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /ces = f (Tu) 
nA für max. zul. Sperrspannung 
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Ausgangskennlinien /. = f (Uc.) 
m. /» = Parameter (Emitterschaltung) 
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Kollektorstrom Ic = / (Use) 
Ms Uce = 1 V; Tu = Parameter 
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Sättigungsspannung U cesat =f (lc) 
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Transitfrequenz fr =f(lc) 
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NPN-Silizium NF-Transistoren BCX 22 
BCX 24 
BCX 94 


BCX 22, BCX 24 und BCX 94 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Metall- 
Gehäuse 18 A 3 DIN 41 876 (TO-18); der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Besonders in NF-Vor- und Treibstufen, sowie für universelle Anwendung bei höheren 
Sperrspannungen geeignet. 


Bestellbezeichnung 60,45 
BCX 22 | 062702-C732 — Et 
BCX 24 | 062702-C750 I 
BCX 94 | 062702-C856 Be 52. 


Gewicht etwa 0,33g Maße in mm 


Grenzdaten (Tj = 25 °C) 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces | 125 100 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 125 100 100 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso | 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 800 800 800 mA 
Kollektor-Spitzenstrom Im |1 1 1 A 
Basisstrom I 100 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T, 200 200 200 °C 
Lagertemperatur I, -65 bis +200 | -65 bis +200 | -65 bis +200 | °C 
Gesamtverlustleistung (\,=25 °C) Piotr | 450 450 450 mW 
Gesamtverlustleistung (, =45 °C) Piot | 1,55 1,55 1,55 W 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu| <390 <390 <390 K/Ww 
Kollektorsperrschicht -— Gehäuse Ar sg| <100 <100 <100 K/w 
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BCX 22 


BCX 24 
BCX 94 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Bcx22 |Bcx24 |Bcx94 | 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung | 
(Ic = 10 mA) Uisrjceo | > 125 > 100 > 100 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) Usrıces | > 125 > 100 > 100 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ig = 100 uA) Uerjeso| > 5 >5 >:5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 300 mA; I = 30 mA) Ucesat 150,9 s0,9 <0,9 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 300 mA; I = 30 mA) Upesat | 51,4 - <1,4 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 100 uA; Ip = 2,5 uA) Upesat | - < 1,5 - V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 100 V) Ices s 100 s 30 s 100 nA 
(Uces = 100 V; Tu = 150 °C) Ices s10 s 10 <s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =4V) IEBo <s 100 s 100 s 100 nA 
Stromverstärkung 
(Ic = 100 mA; Uce = 1V) B >63 >40 >63 - 
(Ic = 200 mA; Uce =1V) B >40 - >40 _ 
(Ic = 10 uA; Uce =1V) B - 2 20 = - 
(Ic = 100 uA; Uce =1V) B _ 2 20 - _ 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 10 mA; Uce =5 V; f= 20 MHz) fr 100 100 100 MHz 
Leerlauf-Ausgangskapazität 
(Ucg = 10V; IE = 0; f=1MHz) Cob 12 12 12 pF 
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BCX 22 


BCX 24 
BCX 94 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung KK ge f(t); » = Parameter 
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BCX 22 
BCX 24 
BCX 94 


Temperaturabhängigkeit des Transitfrequenz fr = f(I.) 
Reststromes Ices = ru) Uce = Parameter; fy = 20 MHz; 7, = 25°C 
nA für maximal zulässige Sperrspannung MHz 
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PNP-Silizium NF-Transistoren BCX 23 
BCX 39 


BCX 23 und BCX 39 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Metall-Gehäuse 
18 A 3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Besonders in NF-Vor- und Treiberstufen, sowie für universelle Anwendung bei höheren 
Sperrspannungen geeignet. 


Bestellbezeichnung ne 
60,45 
BCX 23 | 062702-C733 5 S 
BCX 39 | 062702-C821 [_ - S ra 
F 
3581 52 a 
a 254203 
Gewicht etwa 0,33g Maße in mm 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 

Kollektor-Emitter-Spannung -Uces | 125 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 125 100 V 
Emitter-Basis-Spannung -Ueso | 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 800 800 mA 
Kollektorspitzenstrom -Icm 1 1 A 
Basisstrom -IB 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T, 200 200 sc 
Lagertemperatur Ts -65 bis +200| -65 bis +200| °C 
Gesamtverlustleistung (T, = 25 °C) Prot 450 450 mW 
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Prot 1,55 1,55 Ww 
Wärmewiderstand 

Kollektor-Sperrschicht - Luft Rınyu <390 <390 K/Ww 
Kollektor-Sperrschicht - Gehäuse Ring <100 <100 K/W 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 100 yA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 100 uA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 300 mA; -Is = 30 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 300 mA; -Ip = 30 mA) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uces = 100 V) 

(-Uces = 100 V; Tu = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ues =4V) 
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis 
(-Ic = 100 mA; -Uce = 1V) 

(-Ic = 200 mA; -Uce =1V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 10 mA; -Uce = 5 V; f= 20 MHz) 
Leerlauf-Ausgangskapazität 

(-Uce = 10V; -E = 0; f=1 MHz) 


BCX 23 


-U(BR)cEo > 125 


-Ulßr)cEs 
-U(Br)EBO 
—Ucesat 
—Ußesat 
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fr 


Cop 


> 125 


>5 


100 


12 


BCX 39 
BCX 39 
> 100 V 
> 100 V 
>5 V 
<s0,9 V 
s1,4 V 
< 100 nA 
s10 nA 
s 100 nA 
>63 = 
>40 = 
100 MHz 
12 pF 

305 


Vx 


BCX 23 


BCX 39 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Kruse = flt); » = Parameter 
W Proe = FT); Ren = Parameter W 
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BCX 23 
BCX 39 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ices = f(Tu 
nA für maximal zulässige Sperrspannung 
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Transitfrequenz fr = f(Ic) 
Ucg = Parameter; /y = 20 MHz; Tu = 25°C 
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Sättigungsspannung Ugesar (Ic) 
mA B = 10; Tu = Parameter 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCX 41 
BCX 41 


R 


BCX 41 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 


DIN 41869 (TO-236). 


Dieser Transistor ist besonders für NF-Vor- und Treiberstufen, sowie für universelle Anwen- 
dungen bei höheren Sperrspannungen in Dünn- und Dickfilmschaltungen geeignet. Der 


Transistor wird mit den Codebuchstaben »EK« gekennzeichnet. 


Auf Wunsch wird der Transistor mit geänderter Anschlußfolge (E und B vertauscht) unter 


der Bezeichnung BCX 41 R und der Bestempelung »ES« geliefert. 


Typ | Stempel Bestellnummer 100512005 
BCX 41 EK 062702-C946 ame 
BCX41R ES 062702-C1061 

0,420,03 0,1..0,25 

3.045 1,2-0,35 

Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 

Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 125 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 125 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 800 mA 
Kollektorspitzenstrom (t < 10 ms) Icm 1 A 
Basisstrom IB 100 mA 
Sperrschichttemperatur T 150 °C 
Lagertemperatur Tg -55 bis +125 | °C 
Verlustleistung (Tsp = 50 °C) Prot 350 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung Rensu < 380 K/w 
Kollektorsperrschicht - Substratrückseite) RınysR < 285 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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BCX 41 
BCX41R 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(Ic = 100 uA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =300 mA; Is = 30 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 300 mA; I = 30 mA) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 100 V) 

(Ucgs = 100 V; Ty = 150 °C) 

(Uces = 100V; Ty = 85 °C; Use =0,2 V) 
(Uces = 100V; Tu = 125 °C; Use =0,2 V) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Us =4V) 

Stromverstärkung 

(Ic = 100 yA; Uce =1V) 

(Ic = 100 mA; Uce =1V) 

(Ic = 200 mA; Uce =1V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 10 mA; Uce = 5 V; f = 20 Mhz) 
Leerlauf-Ausgangskapazität 

(Ucg = 10 V; IE =0; f=1MHz) 
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BCX 41 
BCX41R 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Par = rn 
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Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /ces = (7) 
n i für maximal zulässige Sperrspannung 
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BCX 41 


BCX41R 
Kollektorstrom Ic = f(Uae) Transitfrequenz fr = f(Ic.) 
mA Tu = Parameter Uee = Parameter; /y = 20 MHz; Tu = 25°C 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


BCX 42 
BCX42R 


BCX 42 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 


DIN 41 869 (TO-236). 


Dieser Transistor ist besonders für NF-Vor- und Treiberstufen sowie für universelle Anwen- 
dungen bei höheren Sperrspannungen in Dünn- und Dickfilmschaltungen geeignet. Der Tran- 
sistor wird mit den Codebuchstaben »DK« gekennzeichnet. Auf Wunsch wird der Transistor 
mit geänderter Anschlußfolge (E und B vertauscht) unter der Bezeichnung BCX 42 R und der 


Bestempelung »DS: geliefert. 


Typ |Stempel | Bestellnummer 
BCX 42 | DK | 062702-C945 
BCX 42R DS 062702-C1062 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (t <10 ms) 
Basisstrom 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tsp = 50 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Umgebung 
Kollektorsperrschicht - Substratrückseite') 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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Gewicht etwa 0,02 g 


Prot 


Rınsu 
RenJsr 


01+005 
01..0,25 
1,2-0,35 
Maße in mm 
125 V 
125 V 
5 V 
0,8 A 
1 A 
100 mA 
150 u 
-55 bis +125 | °C 
350 mW 
<380 K/W 
<285 K/w 


Vx 


BCX 42 


BCX42R 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) -U(BR)CEO >125 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 100 yA) -U(rjcEs >125 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 100 yA) -U(BR)JEBO >5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 300 mA; -Ig = 30 mA) —Ucesat <0,9 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Uces = 300 mA; -IB = 30 mA) —UÜßesat <1,4 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 100 V) -Ices <100 nA 
(-Uces = 100V; Tu = 150 °C) -Ices <10 nA 
(-Uces = 100 V; Tu = 85 °C; -Uge = 0,2 V) -Icex <10 nA 
(-Uces = 100 V; Tu = 125 °C; -Uge = 0,2 V) -Icex <75 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ueg =4V) -Iego <100 nA 
Stromverstärkung 
(-Ic = 100 yA; -Uce = 1V) B >30 - 
(-Ic = 100 mA; -Uce = 1 V) B >63 - 
(-Ic = 200 mA; -Uce = 1 V) B >40 
Dynamische Kenndaten 
Transitfrequenz 
(-Ic = 10 mA; -Uce = 5 V; f= 20 MHz) fr 100 | MHz 
Leerlauf-Ausgangskapazität 
-(-Ucg = 10 V; IE = 0,f = 1 MHz) Cob 12 pF 
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BCX 42 
BCX42R 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pia =f(T,) 
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Stromverstärkung B=f (lc) 
Ty=Parameter; Uce=1V 
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Impulswiderstand ZUR =fft) 
D = Parameter Ten 
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Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ices = 7 
NA für maximal zulässige perrspannung 
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Kollektorstrom Ic = f(Use) 
Tu = Parameter 


BCX 42 
BCX42R 
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Sättigungsspannung U, =f(I 
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Transitfrequenz fr = f(Ic) 
Uce = Parameter; fu = 20 MHz; Ty = 25°C 


a a Spt Usesat= (Ic) 


mA = 10; Tu = Parameter 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCX 51 
BCX 52 
BCX 53 


BCX 51, BCX 52 und BCX 53 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse (SOT-89). 

Diese Transistoren eignen sich besonders für NF-, Vor- und Treiberstufen kleinerer und 
mittlerer Leistung in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Komplementärtransistoren dazu 
BCX 54, BCX 55 und BCX 56. 


Die Transistoren werden mit den folgenden Codebuchstaben gekennzeichnet: 


Typ Stempel| Bestellnummer 

BCX 51 AA 062702-C951 

BCX 51-6 | AB 062702-C1063 

BCX 51-10 | AC 062702-C1064 

BCX 51-16 | AD 062702-C1065 

BCX 52 AE 062702-C950 

BCX 52-6 | AF 062702-C1066 

BCX 52-10 | AG 062702-C1067 

BCX 53 AH 062702-C952 

BCX 53-6 | AJ 062702-C1068 

BCX 53-10 | AK 062702-C1069 Gewicht etwa 0,1g Maße in mm 
Grenzdaten (T,, = 25 °C) BCX 51 BCX 52 BCX 53 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo | 45 60 100 V 
Emitter-Basis-Spannung -Ueso | 5 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 1 1 1 A 
Kollektorspitzenstrom -Icm 1,5 1,5 1,5 A 
Basisstrom Is 100 100 100 mA 
Basisspitzenstrom -Ism 200 200 200 mA 
Sperrschichttemperatur I; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur -T; -65 bis150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tsp = 60 °C) 

(Keramiksubstrat 

0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) Prot 3 3 3 w 


Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 

(Keramiksubstrat 

0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) Ruusr | S 30 < 30 s 30 K/w 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 

(-Ic = 500 mA; -Is = 50 mA) 
Basis-Emitterspannung 

(-Uce = 2 V; -Ic = 500 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 


(-Ucs = 30 V) 
(-Ucp = 30 V; Tu = 125 °C) 
Stromverstärkung 


(-Uce =2 V; Ic =5 mA) 
(-Uce = 2 V; -Ic = 150 mA) 
—Uce = 2 V; -Ic = 500 mA) 


Dynamische Kenndaten 
Transitfrequenz 

(-Uge = 5 V; -Ic = 10 mA; 
f= 35 MHz) 


BCX 52 
BCX 53 
BCX 51 BCX 52 BCX 53 
Be 1 
—Ucesat | 30,5 s0,5 <0,5 V 
—UBE s1 s1 <1 V 
-Icgo s100 s100 s100 nA 
-Icgo s10 s10 s10 nA 
B >25 >25 >25 - 
B 40 bis 250| 40 bis 160| 40 bis 160| - 
B 25 25 25 - 
fr | 50 50 50 MHz 
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BCX 51 
BCX 52 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pos (Tr) 


hr y = 


Ausgangskennlinien /. =f(Uce) 


A  Is=Parameter 
| T 
nk 
0,9 
Lk mA 
0.8 
0,7 10mA 
I8 7mÄ 
05 
5mA 
0.4 4mA] 
0,3 JmA -| 
02 2mA 
-/pmA 
W) 5 
0 
0 2 3 
—ebe 
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BCX 53 


_K. Zulässige Impulsbelastbarkeit 
W. Fınsa =f (t) v=Parameter 
102 


Ausgangskennlinien /.=f (Use) 
A  Ig=Parameter 


0 7 


!5mA 
nd 
=] 09 
} vnA 
0.8 i 
7mA 
0,7 = 
06 | 5mA 
05 
4mA 
0,4 
j 3mA 
0,3 
2mA 
02 
IgrimA 
0, 
0 
0 10 20 30 40V 
— 


Vx 


BCX 51 


BCX 52 
BCX 53 
mA Kollektorstrom /c =f (Use) mA Sättigungsspannung Ucesa =fllc) 
10 E 2: 7 3; F fıy F 5: E 
= 2: 4 
-/ 
[ 21 h 
no? —- | 0° 
— = T 
a 
' EeeeSjeEE = 
HE 
00 a no 
===s 
ae! [ B 
wo" AB BE 0? l: ei! 
0 2 u 06 08 10 ZN 0 0 02 03 04 05 06 07 08 V 
> Up — lbesat 
Stromverstärkung 3 =f(lc) 
Uce=2V 
1000 u 
SEHEN | 
EHEN il) 
I- Il IBERIN 
mei Hi aan) 
100 | win 
(| IN I 
HN f 
D N N\ 
w Ip o' 2 10m 
—L 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCX 54 
BCX 55 
BCX 56 


BCX 54, BCX 55 und BCX 56 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse (SOT-89). 

Diese Transistoren eignen sich besonders für NF-, Vor- und Treiberstufen kleinerer und 
mittlerer Leistung in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Komplementärtransistoren dazu 
BCX 51, BCX 52 und BCX 53. 


Die Transistoren werden mit den folgenden Codebuchstaben gekennzeichnet: 


Typ Stempel | Bestellnummer 

—— 
BCX 54 BA 062702-C954 
BCX 54-6 | BB 062702-C1070 
BCX 54-10 | BC 062702-C1071 
BCX 54-16 | BD 062702-C1072 
BCX 55 BE 062702-C955 
BCX 55-6 | BF 062702-C1073 
BCX 55-10 | BG 062702-C1074 
BCX 56 BH 062702-C953 
BCX 56-6 | BJ 062702-C1075 
BCX 56-10 | BK 062702-C1076 Gewicht etwa 0,1g Maße in mm 
Grenzdaten (Ty = 25 °C) BCX 54 BCX 55 BCX 56 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uceo | 45 60 100 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 1 1 1 A 
Kollektorspitzenstrom Icm 1,5 1,5 1,5 A 
Basisstrom Is 100 100 100 mA 
Basisspitzenstrom Im 200 200 200 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 60 °C) 
(Keramiksubstrat 
0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) Prot 3 3 3 w 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht- 
Substratrückseite (Keramiksubstrat 
0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) RthusR 


s 30 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 

(Ic = 500 mA; Ig = 50 mA) 
Basis-Emitterspannung 
(Uce = 2 V; Ic = 500 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 


(Ucs = 30 V) 
(Ucg = 30 V; Tu = 125 °C) 
Stromverstärkung 


(Ucg = 2 V; le =5 mA) 
(Uce = 2 V; Ic = 150 mA) 
(Ucg = 2 V; Ic = 500 mA) 


Dynamische Kenndaten 


Transitfrequenz 
(Uge = 5V;k = 10 mA; 
f = 35 MHz) 


Uc Esat 


UgeE 


BCX 55 
BCX 56 
BCX 54 BCX 55 BCX 56 
tt 
s0,5 <s0,5 0,5 V 
sı s1 <1 V 
s100 s100 s100 nA 
s10 s10 s10 nA 
>25 >25 >25 _ 
40 bis 250| 40 bis 160| 40 bis 160| - 
25 25 25 _ 
50 | 50 50 MHz 
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W 
4 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Po=f (Tan) 


Ausgangskennlinien /. =f (Uce) 


Ig=Parameter 


T 
> 


mA 


YmA 


10mA 


le 


BCX 54 
BCX 55 
BCX 56 


_K Zulässige Impulsbelastbarkeit 
W rwssn=f (£); v =Parameter 


02 


01 


10° 19° 10% 


10? 


10? 107 10°s 


—tr 


Ausgangskennlinien /. =f (Uc.) 


Ig=Parameter 


T 
15mA 


un" 


1-17 


nk 


TmA 


20 
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BCX 54 


BCX 55 
BCX 56 
mA Kollektorstrom Ic =f (Use) mA Sättigungsspannung Ucesar =f (Ic) 
10 > r 10? = = = =| 
F = H 
k ke 
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Stromverstärkung 3 =f (I.) 


Uce=2V 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BCX 53 
BCX 59 


BCX 58 und BCX 59 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 10 A3 DIN 41868 (ähnl. TO-92). Die Transistoren sind für den Einsatz in NF-Vor- 
und Treiberstufen, sowie für Schalteranwendungen geeignet. Als Komplementär-Transisto- 
ren dazu sind vorgesehen BCX 78 und BCX 79. 


Typ Bestellnummer 
BCX 58 062702-C715 
BCX 58 VII | 062702-C618 
BCX 58 VIII | 062702-C619 
BCX 58 IX 062702-C620 
BCX 58X 062702-C621 
BCX 59 062702-C716 
BCX 59 VII | 062702-C622 
BCX 59 VIII | 062702-C623 
BCX 59 IX 062702-C624 
BCX 59 X 062702-C625 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty <25 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft 


324 


Gewicht etwa 0,25g 
Montagehinweis: Befestigungsbohrung ® 0,6 


Maße inmm 


“ -55 bis +150 °C 


Prot 450 | 450 mW 
Rınsu | <280 | <280 K/W 


Vx 


BCX 58 


BCX 59 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C): 
Typ BCX 58, BCX 59 BCX 58 
B-Gruppe | VII vn IX x ri BCX 59 
| |, 
Uc k B B B B Use 
(V) (mA) | Ic/Ig Ic/Ig Ic/Ig Ic/Ig (V) 
5 0,01 | 78 | 145 (>20) 220 (>40) 300 (>100) 0,5 
5 2 170 250 350 500 0,62 
(120 bis 220) | (180 bis310) | (250 bis460) | (380 bis 630) (0,55 bis 0,7) 
1 10 190 260 380 550 0,7 
(>80) (120 bis 400) | (160 bis 630) (240 bis 1000) 
1 100 | >40 >45 >60 >60 0,83 
Sättigungs-Spannungen 
(Ic = 100 mA; Ip = 2,5 mA) Ucesat <0,5 <0,5 V 
(Ic = 100 mA; Ig = 2,5 mA) Ugesat <1 <1 V 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) CcBo <4,5 <4,5 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso = 0,5 V; f= 1 Mhz) CeBo <15 <15 pF 


Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 32 V) 

(Uce = 32 V; Tu = 125 °C) 
(Ucg = 32 V; Ty = 100 °C; 
UgeE m 0,2 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 45 V) 

(Uce = 45 V; Tu = 125 °C) 
(Uce = 45 V; Tu = 100 °C; 
Upe = 0,2 V) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Uego =5V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (lego = 1 yA) 


BCX 58 BCX 59 

Ices 0,2 (<10) - nA 
Ices 0,05 (<2,5) _ nA 
Icex <20 - nA 
Ices - 0,2 (<10) nA 
Ices = 0,05 (<2,5) nA 
Icex - <20 nA 
leso <20 <20 nA 
Urjceo | >32 >45 V 

Urjeso | >7 >7 V 
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BCX 53 


BCX 59 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) BCX 58 BCX 59 
Transitfrequenz 
le = 10 mA; Ucg = 5V: 
f= 100 MHz) fr 250 (>125) 250 (>125) MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucg = 10V; f=1 Mhz) CcBo <4,5 <4,5 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ues = 0,5 V; f= 1 MHz) CeB0o <15 <15 pF 
Rauschzahl ° 
(Ic = 0,2 MA; Uce =5V; 
Rs = 2 k9; f= 1 kHz) F 2 (<6) 2 (<6) dB 


Vierpoldaten (Ic = 2 mA; Uce =5 V; f = 1 kHz) 


B-Gruppe 


hie 2,7 (1,6 bis 4,5) 3,6 (2,5 bis 6) 5,4 (3,2 bis 8,5) 7,5 (4,5 bis 12) 
R12e 1,5 2 3 

ha1e 200 260 330 520 

R22e 18 (<30) 24 (<50) 30 (<60) 50 (<100) 


Schaltzeiten: 


Arbeitspunkt: Ic: Ig1:-Ig2; 10:1:1 mA; Rı =5kQ; Ra = 5 kQ; Upg = 3,6 V:RL = 999 Q 


ta 35 ns t; 400 ns 
t, 50 ns tr 80 ns 
tein 85 (<150) ns taus 480 (<800) ns 
Schaltzeiten: 
Ic: Ipı:-Ip2 100 ::10:10 mA; Rı = 500 9; Ra = 700 D; Ups =5 V:!RL =980Q 
tq 5 ns tz 250 ns 
ti. 50 ns tr 200 ns 
kein 55 (<150) ns taus 450 (<800) ns 
Meßschaltung für Schaltzeit: -Yag +10V(Uce) 
1u8 
av 
052. 
En m<5ns 
A=508 Zg2100KQ. 
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BCX 58 
BCX 59 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässige Impulsbelastbarkeit 


Pa=flnN): « finsc = (t); » = Parameter 
mW BCX 58, BCX 59 u BCX 58, BCX 59 
500 10 
5 
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400 - 
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(Emitterschaltung) Uce = 1 V; (Emitterschaltung) 
2 BCX 58 VIII, BCX 59 VIlI ” BCX 58, BCX 59 
u n —= 
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y. Upg=5V ES I — — Streuwerte _ 
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BCX 58 
BCX 59 


Ausgangskennlinien /c = f(Uce); 
Is = Parameter eraieseballing) 
CX 58, BCX 59 


Eingangskennlinie /g = f (Use) 
Uce = 5 V; (Emitterschaltung) 
BCX 58, BCX 59 
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Ausgangskennlinien /c = f (Uce); 
Use = Parameter (Emitterschaltung) 


uA BCX 58, BCX 59 
1000 nn 
Ih 
N 800 
600 
400 
200 R 
0 
Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /cao = f (Tu) 
für maximal zulässige Sperrspannung 
nA BCX 58, BCX 59 
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BCX 58 
BCX 59 


Sargungsspannung Ucesar = f (Ic) 
= 40; T, = Parameter 
(Emitterechaltung) 
BCX 58, BCX 59 
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pF BCX 58, BCX 59 
ar] ni; 


—Urpo (Urso) 


Sättigungsspannung Usesat = f (Ic) 
B = 40; T, = Parameter 


A (Emitterschaltung) 


BCX 58, BCX 59 
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Transitfrequenz /r = f (Ic) 
BCX 58, BCX 59 


Uce = Parameter 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BCX 68 


BCX 68 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststöffgehäuse (SOT-89), 
als Komplementärtyp zum BCX 69. Er eignet sich besonders für universelle Anwendungen 
kleinerer und mittlerer Leistung. Der Transistor wird mit nachfolgenden Codebuchstaben 
gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 

BCX 68 CA 062702-C958 

BCX 68-10| CB 062702-C1077 Ei 
BCX 68-16| CC 062702-C1078 E 
BCX 68-25| CD 062702-C1079 — 


048max 0,53max 
es 
3,0 


Gewicht etwa 0,1 g Maße in mm 
Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 25 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 1 A 
Kollektorspitzenstrom Icm 2 A 
Basisstrom Ig 100 mA 
Basisspitzenstrom Ism 200 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tsp = 60 °C) Prot 3 Ww 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 Cm? Fläche) 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) Runssr | <30 K/W 


330 Vx 


BCX 68 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 1 A; IR = 100 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 25 V) 

(Ucg = 25 V; Tj = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Up =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Uce = 10 V;.Ic = 5 mA) 

(Uce = 1V;Ie=1A) 
Stromverstärkung 

UÜce = 10 V;Ic =5mA 

Uce =1 V;k =0,5A 
Uce=1V;le=1A 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Uce = 5 V; Ic = 10 mA; f = 20 MHz) 


1) unterteilt in die Gruppen 10(B= 63bis 160) 
16 (B = 100 bis 250) 
25 (B = 160 bis 400) 


0,5 


<100 
<10 


<10 


0,6 
<1 


>50 


85 bis 3751) 
>60 


65 


MHz 
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Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung 

W Par=f (Tr) 

ı 


Pot 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes Icao =f (T ) 
Uco =Uca max 


N ERFe= 
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BCX 68 


_K. Zulässige Impulsbelastbarkeit 
W russa=f (t) v=Parameter 
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10° 


10% 10° 10% 103 102 107 1005 


Stromverstärkung 3 =f (I.) 
Uce=1V; Ty=25 °C 


10° 10° 102 10? 1° mA 
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BCX 68 


Kollektorstrom /. = f (Use) 
mA Uce = 1V; Tu = 25°C 


10° 


05 


I 


4 


Sättigungsspannung Ucesat = f lc) 
mA B= 10; 7, =25°C 


10 2 

E 
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10? : 
10 

D— 

10° 1 

0 1 02 03 06 05V 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BCX 69 


BCX 69 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse (SOT-89), 
als Komplementärtyp zum BCX 68. Er eignet sich besonders für universelle Anwendungen 
kleinerer und mittlerer Leistung. Der Transistor wird mit nachfolgenden Codebuchstaben 


gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 
BCX 69 CE 062702-C957 

BCX 69-10 | CF 062702-C1080 
BCX 69-16 | CG 062702-C1081 
BCX 69-25 | CH 062702-C1082 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom 

Basisstrom 

Basisspitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tsp = 60 °C) 


(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 


(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) 
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Gewicht etwa 0,1g 


Renysr 


0,8min 


0,48max 0,53max 
a 
3,0 


Maße in mm 
25 V 
20 V 
5 V 
1 A 
2 A 
100 mA 
200 mA 
150 °C 
-65 bis +150| °C 
3 W 
<30 K/w 


Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 1 A; -B = 100 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucg = 25 V) 

(-Ucg = 25 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ues =5 V) 
Basis-Emitter-Spannung 

(-Uce = 10 V,-Ic = 5 mA) 

(-Uc = 1V,-e=1A) 
Stromverstärkung 

-Uce = 10V, -Ice =5 mA 

—UcE =1 V, Ic - 0,5 A 

—UceE =1 V,e =1A 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Uce = 5 V, -Ic = 10 mA; f = 20 MHz) 


1) unterteilt in die Gruppen 10 (B= 63bis 160) 
100 bis 250) 


B = 
B = 160 bis 400) 


—Ucesat 


-Icgo 
-Icso 


-Ieso 


-Uge 
-UBE 


B 
B 
B 


BCX 69 


<0,5 


<100 
<10 


<10 


0,6 
<1 


>50 


85 bis 3751) 
>60 


65 


MHz 
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Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung 
W Pa=f (Tor) 


4 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cao = f (Tu) 


IM! 
() | 
0 50 100 150 °C 
—>n 
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BCX 69 


_K. Zulässige Impulsbelastbarkeit 
W rmusn = ft) v = Parameter 


10° 
106 105° 10% 10? 102 101 10° 
—-t 


Stromverstärkung 3 = f (Ic) 
Uce=1V; Tu=25 °C 


Vx 


BCX 69 


Kollektorstrom Ic = f (Use) Sättigungsspannung Ucesa = f (lc) 
MA Uce = 1V; Tu =25 °C mA B = 10:7, =25 °C 
10° n ; 1 
EEEESFEFEN Be 
Ic mu \ [1 -Ic 
4 — 
| w | w \ 1 F = = 
F IE 
117 


10 10 u 
iu r 2 = 
- 
1 10 
0 05 10 15 V 0 01 02 0,3 0,4 05V 
— m Use —— > UeeE sat 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BCX 73 
BCX 74 


BCX 73 und BCX 74 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 19 A3 DIN 41868 (ähnlich TO-92). Die Transistoren sind für den Einsatz in NF-Treiber- 
und Endstufen, sowie für Schalteranwendungen geeignet. Als Komplementär-Transistoren 
dazu sind vorgesehen BCX 75 und BCX 76. 


Typ 


Bestellnummer 


BCX 73 

BCX 73-16 
BCX 73-25 
BCX 73-40 
BCX 74 

BCX 74-16 
BCX 74-25 
BCX 74-40 


Grenzdaten: 


062702-C634 

062702-C634-S1 
062702-C634-52 
062702-C634-53 
062702-C635 

062702-C635-S1 
062702-C635-52 
062702-C635-53 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 


Kollektorspitzenstrom 


Basisstrom 


Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung (Ty >25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Luft 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(Uces = 32 V) 
(Uces = 32 V; 


T;= 125 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(Uces = 45 V) 


(Uces = 45 V; T,= 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 


(Ueso =4AV) 
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Montagehinweis: Befestigungsbohrung 
®0,6 


Gewicht etwa 0,259 


Maße inmm 


BCX 73 BCX 74 


Ices 
Ices 


Ices 
Ices 


Ieso 


32 

60 

5 

800 

1000 

100 

150 

-55 bis +150 
625 


s200 
s90 


<20 


<20 


45 

75 

5 

800 

1000 

100 

150 

-55 bis +150 
625 


s200 
s90 


<20 


K/w 
K/W 


Vx 


BCX 73 


BCX 74 
BCX 73 BCX 74 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 21 
(Ic = 10 yA) UlBr)ces >60 >75 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) Usr)ceo >32 >45 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(lego = 10 4A) U(BR)JEBO >5 >5 V 
Bei den unten angeführten Kollektor-Strömen gelten die nachfolgenden Werte: 

>35 

>50 
1 >75 
1 100 bis 630') 
2 >35 <1,5°) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(Ic = 500 mA; Uce = 2 V) UBe <1,4 V 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucso = 10V) CcBo 8 (<12) pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso = 0,5 V) CeBo <80 pF 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C): 
Transitfrequenz (Ic = 20 mA; 
Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr >100 MHz 
Rauschzahl (/c = 0,2 mA; 
Uce =5V; Re = 1ka; f= 1 kHz) F 2 (<10) dB 
Schaltzeiten (Ic = 150 mA; tein <100 ns 
RL = 1509; I = -Ig2 15 mA) taus <400 ns 
1) unterteilt in die Gruppen: 16 (B = 100-250) 

25 (B = 160-400) 
40 (B = 250-630) 
2) /B = 10 mA 
3) [IB =50 mA 
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Vx 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por=f(Tu) 

W BCX 73, BCX 74 


ufgeklebt mit 
\ | UHU-plus 
[ee 


0 50 100 150°C 
—mN 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ices = f (Tu) 
Uces = 32 bzw. 45 V 


Ioes 


0 2% 40 60 80 100 120 140 160°C 


— 
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BCX 73 
BCX 74 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
K rınsu = (t); v = Parameter 
W BCX 73, BCX 74 


er ees 


sl 


Stromverstärkung 3 = / (Ic) 
Ucr = 1 V; Tu = Parameter 
B-Gruppe 25 


Vx 


Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung Ucesar = F (Ic); 
mA B = 20; T, = Parameter 


—-— Streuwerli 
beily=25°C 


0 0 m 03 % 05 06 07 08V 


” Uresat 


Transitfrequenz 
MHz fr = f (Ic) 
10° 


w 


10! LIE lt I EHEN 
0 5 m 5 10° 5 Oma 
BER 


10° 
5 


w 


BCX 73 
BCX 74 


Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung Usesar = f (lc); 
mA B = 20; T, = Parameter 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
U. = 1V; Ty = Parameter 


= 25°C 
50°C 50°C 
me Benin ei 
1 
_ Mittelwerte "" 
—-- Streuwerte 
ı[! bei =25°C 
n " 
HIT | 


0 0204 06 08 iD 12 4 16 18.20 22 2AV 


—> U 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCX 75 
BCX 76 


BCX 75 und BCX 76 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 10 A3 DIN 41 868 (ähnl. TO-92). Die Transistoren sind für NF-Vor- und Treiber- 
stufen sowie für Schalteranwendungen geeignet. Als Komplementär-Transistoren dazu sind 
vorgesehen BCX 73 und BCX 74. 


Typ Bestellnummer 


BCX 75 062702-C636 

BCX 75-16 | 062702-C636-51 
BCX 75-25 | 062702-C636-52 
BCX 75-40 | 062702-C636-53 


BCX 76 062702-C637 Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
M h A 
BCX 76-16 | 062702-C637-51 BefOaaUngSBONMInd 2:0;6 im 


BCX 76-25 | 062702-C637-52 
BCX 76-40 | 062702-C537-53 


Grenzdaten: BCX 75 BCX 76 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 32 45 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 60 75 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 800 800 mA 
Kollektor-Spitzenstrom -IcMm 1000 1000 mA 
Basisstrom -IB 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty < 25 °C) Prot 625 625 mW 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rthyu s200 s200 K/Ww 
Kollektorsperrschicht — Gehäuse RthyG s90 <s90 K/w 


Statische Kenndaten (Tj, = 25 °C): 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(-Uce = 32 V) -Ices <20 _ nA 
(-Uce = 32 V; Ty= 125 °C) -Ices <2 - nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uce = 45 V) -Ices - <20 nA 
(-Uce = 45 V; Ty = 125 °C) -Ices - <2 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ugeo =4V\) -IEBo <20 <20 nA 
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BCX 75 


BCX 76 
BCX 75 14 BCX 76 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =10 uA) -U(srjcEs >60 >75 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) —U(BR)CEO >32 >45 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ieso = 10 uA) -U(BRJEBO >5 >5 V 
Bei den unten angeführten Kollektor-Strömen gelten die nachfolgenden Werte: 
—Uce ec B —Ucesat —Ußesat 
V mA Ic/Ig 
10 0,1 >35 _ - 
1 1 >50 - - 
1 10 >75 - - 
1 100 100 bis 630') <0,252) 
2 500 >35 <0,6 <1,5?) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic = 500 mA; -Uce = 2 V) —UBE <14 V 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucso = 10 V) Cc8o 12 (<18) pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(-Ueso = 0,5 V) Ceso <80 pF 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C): 
Transitfrequenz (-Ic = 20 mA; 
-Uce = 10 V; f= 100 MHz) tz >100 MHz 
Rauschzahl (-Ic = 0,2 mA; 
-Uce =5 V;Rg = 1 ko; f= 1 kHz) F 2 (<10) dB 
Schaltzeiten (-Ic = 150 mA; tein <100 ns 
R, = 150 9; sı -Is2 15 mA) taus <400 ns 
1) unterteilt in die Gruppen: 16 (B = 100-250) 

25 (B = 160-400) 

40 (B = 250-630) 
2) [8 = 10 mA 
3) IB = 50 mA 
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Vx 


BCX 75 
BCX 76 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


tar = (Tu 
W BCX 75, BCX 76 
r i 


1 
aufgeklebt mit 
plus] 


[ 


05 


0 50 100 150°C 


— 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Ices = f (Tu 
en Uces = 32 bzw. 45 V 


2 


0 20 40 60 80 100 120 140 160°C 


—e]j 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Penyu = (ft); » = Parameter 


K 
17 BCX 75, BCX 76 


Anıu 


w' 
Ka Se a u LA u F 


—t 


Stromverstärkung 3 = f (Ic) 
Uce = 1 V; Tu = Parameter 
B-Gruppe 25 


| a 5 ı Be Se u u 7 7 


Vx 


BCX 75 
BCX 76 


Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung Ucesar = f (Ic); 
mA B = 20; Tu = Parameter 


I 


2 03 9% 05 06 07 08V 


—> Üssat 


Transitfrequenz 
MHz fr = f (Ic) 
10° 


Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung Usesat = F (Ic) 
mA 8 = 20; Tu = Parameter 


ke 


= 


ittelwerte 
—-- Streuwerte 
beiy=25T 


——> -Ubesat 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
Uce = 1 V; Tu = Parameter 


-Ie 


0" 
0 0204 06 08 10 12 14 16 18.20 22 24V 


— -ÜpeE 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


BCX 78 
BCX 79 


BCX 78 und BCX 79 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 10 A3 DIN 41 868 (ähnlich TO-92). Die Transistoren sind für den Einsatz 
in NF-Vor- und Treiberstufen, sowie für Schalteranwendungen geeignet. Als Komplementär- 
transistoren dazu sind vorgesehen BCX 58 und BCX 59. 


Typ 


Bestellnummer 


BCX 78 
BCX 78 VII 
BCX 78 VII 
BCX 78 IX 
BCX 78X 
BCX 79 
BCX 79 VII 
BCX 79 VII 
BCX 79 IX 
BCX 79X 


Grenzdaten: 


062702-C717 
062702-C626 
062702-C627 
062702-C628 
062702-C629 
062702-C718 
062702-C630 
062702-C631 
062702-C632 
062702-C633 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
.Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 


Kollektor-Spitzenstrom 


Basisstrom 


Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung (Ty < 25 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft 
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-Uceo 
-Uces 
-UEBo 
-Ic 
—Icm 
-I 

T; 

T; 

Prot 


Rensu 


04x0,4 | 


2,bmax. 


! 


k 1ul.gz a2. 152.02 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung 


Gewicht etwa 0,25 g 


| <280 


-55 bis +150 
| 450 


| <280 


K/w 


Maße in mm 


Vx 


BCX 78 


BCX 79 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C): 
Typ BCX73 BCX79 BCX 78 
B-Gruppe | vı [Mal IX x BCX 79 
-Uce | -Ic B B B B —UBE 
(V) | (mA) | Ic/Is IcHHs __ Hell Ic/g m 
5 0,01 | 140 | 200 (>30) 270 (>40) 340 (>100) 0,55 
5 2 170 250 350 500 0,65 
(120 bis 220) | (180 bis 310) | (250 bis 460) | (380 bis 630) |(0,6 bis 0,7) 
1 10 180 260 360 500 0,68 
(>80) (120 bis 400) | (160 bis 630) | (240 bis 1000) 
1 100 | >40 >45 >60 >60 0,76 (<0,9) 
BCX 78 BCX 79 

Sättigungs-Spannung 
(-Ic = 100 mA; -Is = 2,5 mA) —Ucesat <0,6 <0,6 V 
(-Ic = 100 mA; -Ig = 2,5 mA) —UÜßesat <1 <1 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 32 V) -IcEs 0,2 (<10) = nA 
(-Uces = 32 V; Tu = 125 °C) -Ices 0,05 (<2,5) | - nA 
(-Ucg = 32 V; Tu = 100 °C; 

Upe = 0,2 V) -Icex <20 _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces =45 V) -Ices m 0,2 (<1 0) nA 
(-Uces = 45V; Tu = 125 °C) -Ices _ 0,05 (<2,5) nA 
(-Uce = 45 V; Ty = 100 °C; 

Uge = 0,2 V) -IcEx - <20 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ueso = 4 V) -IEBo <20 <20 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-I = 10 mA) -U(BR)cEO >32 >45 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ieso = 1 A) -Ulerjeso | >5 >5 Y 
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Dynamische Kenndaten (T = 25 °C): 


Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; 

—Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucso = 10 V;f=1MHz Cceo 
Emitter-Basis-Kapazität 

(-Ugso = 0,5 V; f=1 Mhz) CeB0 
Rauschzahl (-/c = 0,2 mA; 

-Uce =5V;Rgs =2ka,f=1kHz) F 


Vierpoldaten (-I- = 2 mA; -Ucr = 5 V;f=1kHz) 


B-Gruppe | VIl vu IX 


Ale 2,7 (1,6bis4,5) | 3,6 (2,5bis6) | 4,5 (3,2 bis 8,5) | 7,5 
I2e 1,5 2 2 3 
ha1e 200 260 330 520 
ha2e 18 (<30) 24 (<50) 30 (<60) 


Schaltzeiten: 


Arbeitspunkt: -Ic: Ip1:—182 10:1:1mA; RR =5kQ; 
Ra =5kQ; Ups = 3,6V;RL=999 9 


tq 35 ns ts 400 
t, 50 ns t 80 
tein 85 (<150) ns taus 480 (<800) 
Arbeitspunkt: -Ic: Ig1:- Isa; 100:10:10 mA; Rı = 500 Q; 

Ra = 700 9; Up =5V; RL = 9809 
tq 5 ns t; 250 
tr 50 ns tr 200 
Tein 55 (<150) ns Taus 450 (<800) 
Meßschaltung für Schaltzeit: 

+Upg -10V (der) 


Osz. 
h<5n 


Zy2100KQ 
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50 (<100) 


ns 


ns 
ns 


ns 


ns 
ns 


Vx 


BCX 78 
BCX 79 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pa«=f(n) 

mW BCX 78, BCX 79 


500 


200 


100 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
A (Uce = 1 V); Tu = Parameter 
n BCX 78, BCX 79 
ii) 


5 


10 
0 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Tiny = F (t); » = Parameter 
BCX 78, BCX 79 


wo? 07 nt ns 
—i 


Eingangskennlinien /, = f (Us:) 
Uce = 5V; Tu = 25°C 


BCX 78, BCX 79 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Ig = Parameter 
UA BCX 78, BCX 79 


9,5 LA—— 
800 


soo Il 


400 


200 


Sättigungsspannung Ucesar = f (Ic) 
B = 40; T, = Parameter 

BCX 78, BCX 79 
fen ma maSER 7 4 mn mn 0 an an mm 


m 
Be aena EY 7 00 Bm Imen r „aE Pe N DE Gm 
Fa ee fee er 


—— Hittelwerte 
— — Streuwerte bei7y-25°C 


[l 
—— 


0 1 2 98 06 06 08V 


— > Üesat 


350 


BCX 78 
BCX 79 


Stromverstärkung 3 = / (Ic) 
Uce = 1 V; Tu = Parameter 


‚Si Bi 
Ei 
-Upg=5V 25°C 


100°C - | 
25°G 
(4 11. TE Sn 
® -50°G HH EHI EHN 
; ZEHN 
ZEHN LEN LEN EIN 
HH} HH 


nl NM u 
no? su 5 5m 


—--s 


Sättigungsspannung Ugesar = F (Ic) 
B = 40; T, = Parameter 
BCX 78, BCX 79 


—— !ittelwerte IF} 
m — Streuwerte 
Ft bei7y«25° 


vx 


BCX 78 
BCX 79 


Stromabhängigkeit 
der N 
PER e Ic = 
ie h, (Ic = 2 mA) fc) 
BCX 78, BCX 79 


0 
SEHE 
Hi 
a I 
ee 
1 116 
10 -Upp5V 
5 zit 
m I 
Rage 
1 
5 Aze 
= 
le 
w" 51° 5 mA 
— 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Ceso = f (Ucao 
Emitter-Basis-Kapazität 
Ceno = f (Ueso) 
f=1 MHz; T, = 25°C 
pF BCX 78, BCX 79 


SEEN 

{11 bl HH 

a a 

0 a LI 
10" 5 nm’ 5 m» 


a Uoap;"Vego 


y 


Transitfrequenz 
fr=f(Ie) 


BCX 78, BCX 79 


Temperaturabhängigkeit 

des Reststromes Icao = f (Tu) 

für maximal zulässige Sperrspannungen 
BCX 78, BCX 79 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCY 58 


BCY 59 


BCY 65 E 


BCY 58, BCY 59 und BCY 65 E sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im 
Gehäuse 18 A 3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Die Transistoren sind besonders für NF-Vor- und Treiberstufen sowie für Schalteranwendung 


geeignet. 


Typ 


BCY 58 


BCY 58 VII 
BCY 58 vll 
BCY 58 IX 
BCY 58 X 
BCY 59 

BCY 59 VII 
BCY 59 VII 
BCY 59 IX 
BCY 59 X 
BCY 65 E 
BCY 65 EVIl 
BCY 65 E VIll 
BCY 65 E IX 


Grenzdaten 


Bestellnummer 


060203-Y58 
060203-Y58-G 
060203-Y58-H 
060203-Y58-J 
060203-Y58-K 
060203-Y59 
060203-Y59-G 
060203-Y59-H 
060203-Y59-J 
060203-Y59-K 
060203-Y65-52 
060203-Y63-E7 
060203-Y63-E8 
060203-Y63-E9 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 


Kollektorstrom 
Basisstrom 


Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung (T5 s45 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse Ring | 3150 s150 s150 K/w 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


#05 
eo 


2 ge 


Gewicht etwa 0,3g Maße in mm 


Prot 1 1 1 W 


Rınsu | s450 s450 s450 K/w 


Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B-äruppiert und mit römi- 
schen Ziffern gekennzeichnet. 


352 


Vx 


BCY 59 
BCY 65E 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Typ BCY 65E __|BCY 65E __| BCY 65E _ BCY 58 
BCY 58/59 | BCY 58/59 | BCY 58/59 BCY 58/59 | BCY 59 
B-Gruppe | VIl [MM IX x BCY 65E 
Ueli |8 B Bar: B u 
V [mA |Icl Ic/Ig (delle _ _e/ls V 
5 001 |78 T145 620) |220(>40) |300(>100) [0,5 
5 |2 170 250 350 500° 0,62 
(120 bis 220) | (180 bis 310) | (250 bis 460) (380 bis 630) | (0,55 bis 0,7)* 
1 10 190 260 380 550 0,7 
(>80) (120 bis 400) | (160 bis 630) | (240 bis 1000) 
1 |50') |>40 >45 >60 - 0,76 
1 | 1002%)| >40 >45 >60 >60 0,76 
Sättigungsspannung: _ Ucesat 
(Ic = 10 mA; Ig = 0,25 mA) 0,12(<0,35) 0,7 (<0,85) V 
(Ic = 10 mA; Ig = 23,5 mA)?), 0,3 (<0,7) 0,9 (<1,2) V 
“(Ic = 50 mA; Is = 1,25 mA)') 0,1 (<0,7) 0,9 (<1,2) V 
BCY 58 BCY 59 BCY 65E 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 32 V) Ices 0,2 (<10) u = nA* 
(Uces = 45 V) Ices ee 0,2 (<10) | - nA* 
(Üces =.60V) Ices -_ = 0,2 (<10) nA” 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 32 V, Tu = 150 °C) Ices 0,2 (<10) | - _ nA 
(Uces = 45 V; Tu = 150 °C) Ices - 0,2 (<10) | - nA 
(Uces = 60 V; Tu = 150 °C) Ices - = 0,2 (<10) [nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 32 V; Uge = 0,2 V; 
Tu = 100 °C) Icex <20 _ - nA 
(Uce =45V; Uge =0,2 V; ' 
Ty = 100 °C) Icex = <20 = nA 
(Uce = 60 V; Uge = 0,2 V; 
? Tu = 100 °C) Icex = = <20 nA 
Emitter-Basis-Reststrom- 
(Ueso =5V) Ieso <10 <10 <10 nA* 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (!cgo = 2 mA) Urjceo| >32 >45 >60 v* 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (/Eso = 1 yA) UgrJeso| >7 >7 >7 v* 


) gilt nur für BCY 65 E 
. gilt nur für a 58, BCY 59 
AQL = 0,65% 
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BCY 58 


BCY 59 
BCY65E 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25°C) | BCY 58 BCY 59 BCY 65E 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 250 (>125) | 250 (>125) | 250 (>125) | MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Uceo = 10 V; f= 1 MHz) CcBo 3,5 (<6) 3,5 (<6) 3,5 (<6) pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ugso = 0,5 V; f= 1 MHz) CeBo 8 (<15) 8(<15) 8 (<15) pF 
Rauschmaß (lc = 0,2 mA; 
Uce =5V; Re =2ko; 
= 1 kHz; Af = 200 Hz) F 2 (<6) 2 (<6) 2 (<6) dB 

Vierpoldaten (Ice = 2 mA; Uce = 5 V; f= 1 kHz) 
B-Gruppe| VII | Vin IX x 
h11e 2,7 (1,6 bis 4,5) | 3,6 (2,5 bis6) | 4,5 (3,2 bis 8,5) | 7,5 (4,5 bis 12) | kQ 
Rı2e 1,5 2 2 3 10* 
Ra1e 200 260 330 520 - 
h22e 18 (<30) 24 (<50) 30 (<60) 50 (<100) uS 
Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: BCY 58; BCY 59; BCY 65 E 
Ic:Isı:-Iga — 10:1:1 mA; Rı =5kKQ; Ra = 5 kKQ; Ups = 3,6 V; R, = 99009 

tq 35 ns tz 400 ns 

t 50 ns t 80 ns 

tein 85 (<150) ns aus 480 (<800) ns 
Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: BCY 58; BCY 59 
Ic: Isı:-Is2 — 100:10:10 mA; Rı = 5009; Ra = 7000 5 Ups =5V; RL =98Q 

ta 5 ns t; 250 ns 

t, 50 ns t 200 ns 

tein 55 (<150) ns taus 450 (<800) ns 


Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: BCY 65 E 
Ic:Igı:-IB2 — 50:5:5 mA; Rı =1 kQ;R2 =1,3k09; Upg =4,7\; RL = 1950 


ta 15 ns tz 300 

t- 50 ns tr 150 

tein 65 (<150) ns taus 450 (<800) 
Meßschaltung für Schaltzeiten -Yg5 +10V(Ueg) 
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P 


Vx 


BCY 58 


BCY 59 
BCY 65 E 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Tnsc = F(t); v = Parameter 
Prot ee; (T); Rın = Parameter; BCY 58, BCY 59, BCY65 E 
w " BEY 58, BCY 59, BCY 65 E WY 
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Vx 


SArHDUngsapännung Uecesar = (Ic) 
= 40; T, = Parameter 
(emiterschanune) 
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Kollektor-Basis-Kapazität 
Cceo = 
Emitter- Basis- Kapazität 
Ceso = f (Urao) 
pF BCY 58, BCY 59, BCY65 E 


—— Vegan s(Urno) 
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BCY 58 
BCY 59 


BCY 65 E 


Sättigungsspannung Ugesart = f(Ic) 
= 40; T, = Parameter 
„(Emiterschatung) 
CY 58, BCY 59, BCY65 E 
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— = Üpesat 


Transitfrequenz f = f (Ic) 
Ucr = Parameter 
BCY 58, BCY 59, BCY65 E 


Vx 


BCY 58 
BCY 59 


Stromabhängigkeit der 
h-Parameter 


Ho= 


he (Ie= 2 mA) 


Be) ae 


BCY 58, BCY 59, BCY 65 E 


Eingangskennlinie /5 = f (Use) 
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BCY 58, BCY 59, BCY 65 E 
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Spannungsabhängigkeit der 
en, ) 
= BEN TENEL CE = “ = 
Hs Ballcr=5V) F(Uee); Ic = 2 mA 
BCY 58, BCY 59, BCY 65 E 


Temperaturabhängigkeit des 

Reststromes Icao = f (Tu) 

für maximal zulässige Sperrspannung 
nA BCY 58, BCY 59, BCY65 E 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor 


BCY 66 


BCY 66 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 18 A3 DIN 41 876 
(TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist für 
besonders rauscharme NF-Vorstufen vorgesehen. (Komplementärtransistor dazu BCY 67). 


Typ | Bestellnummer 
BCY 66 | 060203-y66 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg s45 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Üce Ic B 

V mA Ic/Ip 

5 0,01 >40 

5 2 350 (180 bis 630) 
1 10 120 bis 1000') 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 10 mA; IR = 0,25 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 10 mA; Ip = 0,25 mA) 


1) Die obere Grenze gilt für mindestens 90% aller Transistoren 
*) AQL = 0,65% 


358 


Gewicht etwa 0,39 


Uces 
Uceo 
Ueso 


Ücesat 


Ug Esat 


45 

45 

7 

50 

5 

200 

-65 bis +200 


V 
0,5 


Maße in mm 


0,62 (0,55 bis 0,7)* 


0,7 


0,12 (<0,35) 


0,7 (<0,85) 


Vx 


BCY 66 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom (Uces = 45 V) Ices 0,2 (<10) nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Ucgs = 45 V; Tu = 150 °C) Ices 0,2 (<10) nA 
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 5 V) leBo <10* nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Iceo = 2 mA) Ueryceo | >45* V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(leso = 1 yA) Usrjeso | >7" V 


Dynamische Kennzeichen (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ic = 10 mA; Uce = 5 V; f= 100 MHz) fr 250 (>125) MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) Ccso 3,5 (<6) pF 
Emitter-Basis-Kapazität 

(Ueso = 0,5 V; f= 1 MHz) CeBo 8 (<15) pF 


Rauschzahl (/c = 0,2 mA; Uce = 5 V); 
Rs = 2 ko; f= 1 kHz; Af = 200 Hz) E 1,2. (<2) dB 
Ic = 20 uA; Ucg = 5V; f= 100HZ; Ra = 10kQ F <4 dB 
Ic= 20 yA;Uce =5V;f=1kKHz;Rs=10kQ F <2 dB 
Ic = 20 uA; Uce =5V; f=10kKHzZ; Rs = 10KQ F <2 dB 
Ic = 200 yA; Uce =5 V; Af = 15,7 kHz; 
Rs =2kQ F <3 dB 


Äquivalente auf die Basis 
bezogene Rauschspannung 
(-Ic = 0,2 mA; -Uce = 5V; | 


Reg = 2 kQ; f = 10 bis 50 Hz) En <0,11 | uV 


Meßschaltung Prüfling Verstärker Bandpafl Röhrenvoltmeter 
fürdieRauschspannungsmessung: 


Gegenkopplung (V, =konst.) 
1 


Vierpoldaten (Ic = 2 mA; Uce = 5 V; f= 1 kHz) 


Ale | 4,5 (2,5 bis 12) kQ 
hı2e 2 10* 
ale 330 = 
h22e 30 (<100) „S 

* AQL = 0,65% 
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BCY 66 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pro = FT); Rn = Parameter 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Fenss = Ft); » = Parameter 
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mA Uce = 1 V (Emitterschaltung) 


1e 

h 5 Be Lu 

b — — SITBUWEITE 

ET deine 

j 100° 25°C //-50° 
il I 


Hl 


T 


Vx 


BCY 66 


Ausgangskennlinien /. = f (Uce) 
Ig = Parameter (Emitterschaltung) 
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Transitfrequenz fr = f (I.) Kollektor-Basis-Kapazität 
Uce = Parameter ceo "f(Ucao) 
Emitter-Basis-Kapazität 


pF Ceso = f (Ueso) 
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BCY 66 


Rauschzahl F=f (Ic) 0 Rauschzahl F=f (I) 
dB YceT5V;f=1kH 


dB Ycr=5V; f=120 Hz 
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Vx 


Rauschzahl F=f(U..) 


Ic =0,2mA; Rs =2k0:f=1kHz 


dß 4/= 200 Hz; Tu = 25°C 
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Rauschzahl F=f(f) 
Ucs = 5V; Ic = 0,2 mA 
dd Rs = 2Kk9; Tu, = 25°C 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor | BCY 67 


BCY 67 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 18 A3 DIN 41876 
(TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist be- 
sonders für rauscharme NF-Vorstufen verwendbar (Komplementärtransistor dazu BCY 66). 


Typ Bestellnummer 
BCY 67 062702-C254 

er 

Maße in mm 

Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —UcEs 45 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 45 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBO 5 V 
Kollektorstrom Ic 50 mA 
Basisstrom Is 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Prot 1 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu s450 K/Ww 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse Rınys s150 K/W 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


—Uce -Ic 

mA 
5 0,01 >40 0,5 
5 2 350 (180 bis 630) 0,62 (0,55 bis 0,7) 
1 10 120 bis 1000") 0,7 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung —Ucesat 0,12 (<O,25) V 
(Ic = 10 mA; IB = 0,25 mA) ! 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung —UÜBßEsat 0,7 (<0,85). V 
(Ic = 10 mA; Ip = 0,25 mA) 


1) Die obere Grenze gilt für mindestens 90% der Transistoren 


Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uces = 45 V) -Ices 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uces = 35 V; Ty = 150 °C) -Ices 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugso = 4 V) lego 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(-Iceo = 2 mA) -U 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

("Ices = 10 uA) —UIBRICES 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(-Ieso = 1 yA) —U(BRJEBO 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 

Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; -Uce =5 V) fr 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucgo = 10V; f= 1 MHz) Cc8o 
Emitter-Basis-Kapazität (-Uggo = 0,5 V) CeBo 
Rauschzahl -/c = 0,2 mA; -Uce = 5 V; 

Re = 2 ko; f= 1 kHz; Af = 200 Hz F 
Ic = 20 uA; -Uce =5 V; Re = 10kKQ; f=100Hz F 
Ic = 20 uA; -Uce = 5 V; Ra = 10kQ; f= 1 kHz F 
Ic = 20 yA; -Uce =5V; Rs = 10ka; f=10kHz F 
-Ic = 200 uA; -Uce =5 V; Ra = 2 kQ; Af = 15,7 kHzF 
Äquivalente auf die Basis bezogene 

Rauschspannung (Ic = 0,2 mA; 

Uce =5V;Rs = 2K9; 

f = 10 bis 50 Hz) En 
Meßschaltung Prüfling 


fürdieRauschspannungsmessung: 


ha1e 

h22e | 30 (<100) | us 
* AQL = 0,65% 
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Verstärker 


2 (<10)* 


<10 
<20 


>45* 
>45 


>5* 


180 


4,5 (<7) 
11 (<15) 


1,2 (<2) 
<4 
<2 
<2 
<3 


<0,135 


Bandpan 


BCY 67 


nA 
nA 


uV 


NF- 
Röhrenvoltmeter 


Vx 


BCY 67 


Prot 


—o 


1 


5 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pro = f (T); Rn = Parameter 
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Stromverstärkung B = f (Ic) 
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Iinsc = f (t); » = Parameter 


n- ; = 


X | 
Yin IIRINRGN MEN 


SS, 


n° Be 

5 Br pP 
y= 

Dres 


Ill 
10805 1? at 10 Ws 


—t 


mA Kollektorstrom Ic = f (Up); 
3 Tu = Parameter Uce=1V; 
0 


ee 
= — Mittelwerte Z— 
5 E= —Streuwerte | 
h L dei Ty=25°0 17 
‚L | 
5 ; 
1° 
5 
o" 
05 10V 


Temperaturabhängigkeit 
nA des Reststromes S Ioso =/(T,) 


1° = == 


gi = - 
1 = = 
Zum 
1° B == »2 
= 7 = 
BEE Sees 
0? =—t E er : 
==> == 
Sarz 
10’ Beieseze: Ssessss 
muss =--FFHRrHHH 
0 —— Mittelwert 
L) SEsss — —Streywerf == 
one EDS 
0 50 100 150° 
—- 
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BCY 67 


LESNBI TE uanz Mr=f (Ic) 
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BCY 67 


Ausgangskennlinien Ic = f (Uce) 
UAIß = Parameter 


Rauschzahl F=f(I.) 
dB Mae f=1 kHz; Ty = 25°C 
20 - . 


Rauschzahl F=f (Ic) 
dB Yce=5V; f=120 Hz; Tu = 25°C 
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BCY 67 


Rauschzahl F=/(U..) 
Ic=0,2mA; As =2KkN; f=1kHz 
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Rauschzahl F=f(f) 
Rs = 2KQ; Uce = 5V; Ic = 0,2 mA 
dB Tu = 25°C 
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Spannungsabhängigkeit der 
h-Parameter 
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he (Ver = 5V) 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCY 77 
BCY 78 
BCY 79 


BCY 77:BCY 78 und BCY 79 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 
18 A3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die 
Transistoren sind besonders für rauscharme NF-Vor- und Treiberstufen sowie komplementär 
zu BCY 58; BCY 59 und BCY 65E verwendbar. 


Typ Bestellnummer . 


BCY 77 062702-C327 
BCY 77 VII 062702-C327-V1 


BCY 77 VI | 062702-C327-V2 Bor 

BCY 77 1X 062702-C327-V3 

BCY 78 060203-Y78 RB 

BCY 78 VII | 060203-Y78-G M135#1 ag - 
BCY 78 VII 060203-Y78-H k ” 2,5403 
BCY 78 1X 060203-Y78-J Gewicht etwa 0,39 Maße in mm 
BCY 78X 060203-Y78-K 

BCY 79 060203-Y79 

BCY 79 VII Q060203-Y79-G 

BCY 79 VII 060203-Y79-H 

BCY 79 1X 060203-Y79-J 

Grenzdaten BCY 78 |BCY 79 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 


Basisstrom 

Sperrschichttemperatur T; 

Lagertemperatur Tz -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Prot 1 1 [1 Ww 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu s450 s450 s450 K/w 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse RınyG s150 s150 s150 K/W 


3X 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


BCY 77 
BCY 78 
BCY 79 


BCY 77; BCY 78 und BCY 79 werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und 


mit römischen Ziffern gekennzeichnet. 


Typ BCY 77 BCY 77 BCY 77 
BCY 78 BCY 78 BCY 78 
BCY 79 BCY 79 BCY 79 
B-Gruppe| VII VI IX 
-Uee-Ic | B B B 
Ic/Is 
5 140 200 (>30) 270 (>40) 
5 |2 170 250 350 
(120 bis 220) | (180 bis 310) | (250 bis 460) 
1 10 | 180(>80) | 260 ° 360 
(120 bis 400) | (160 bis 630) 
1')| 100 | >40 >45 >60 
12)150 | >40 >45 >60 
Sättigungsspannungen 
(Ic = 10 mA; I = 0,25 mA) 0,12 (<0,25) 
(Ic = 100 mA; Ip = 2,5 mA)') 0,4 (<0,8) 
Uc = 50 mA; Ig = 1,25 mA)?) 0,4 (<0,8) 


1) gilt nur für BCY 78, BCY 79 
2) gilt nur für BCY 77 
*) AQL = 0,65% 
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- BCY 77 
BCY 78 BCY 78 
- BCY 79 
x 

340 (>100) 0,55 
500 0,65 
(380 bis 630) | (0,6 bis 0,75)* 
500 0,68 
(240 bis 1000) 

>60 0,75 
>60 0,72 


0,85 (<1,2) 
0,85 (<1,2) 


0,7 (<0,85) 


<<< 


Vx 


BCY 78 
BCY 79 

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) A BCY 77 | BCY 78 | BCY 79 
Kollektor-Emitter-Reststrom nn 
(-Uces = 50 V) -Ices 2(<20) | - - nA* 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 25 V) -Ices - 2(<20) | - nA* 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 35 V) —Ices - = 2 (<20) | nA* 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 60 V) —Ices <100 _ _ nA* 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 32 V) -Ices _ <100 _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces =45\V) —Ices - = <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 60 V; Tu = 150 °C) -Ices <10 _ _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uces = 25 V; Tu = 150 °C) -Ices - <10 = nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 


(-Uces = 35 V; Tu = 150 °C) —Ices - - <10 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom ‘ 

(-Uce = 60 V; Uge = 0,2 V; 
Tu = 100 °C) —Icex <20 - = nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 32 V; Upe = 0,2 V; 
Tu = 100 °C) —IcEx - <20 _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce =45 V; Uge = 0,2 V; 


Tu = 100 °C) —Icex - _ <20 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ueso = 4V) -IEBo <20 <20 <20 nA* 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(-Ieso = 1 A) -Urjeso | >5 >5 >5 vr 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(-Iceo = 2 mA) -U(BR)CEO >60 >32 >45 \* 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(-Icss = 10 4A) -Urjyces | >60 >32 >45 V 


* AQL = 0,65% 
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Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz (-Ic = 10 mA; -Uce = 5 V; f = 100 Mhz) 


Kollektor-Basis-Kapazität (-Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) 
Emitter-Basis-Kapazität (-Uggo = 0,5 V; f= 1 MHz) 
Rauschzahl (-/c = 0,2 mA; -Uce =5 V;R&g = 2kK9; 
f= 1 kHz; Af= 200 Hz) 


Vierpolparameter: (-I =2 mA; -Uce =5 V; f= 1 kHz) 


BCY 77 
BCY 78 
BCY 79 


BCY 77,BCY 78, BCY79 


E- 180° 
Cc8o 4,5 (<7) 
CeB0 11 (<15) 


F 2 (<6) 


B-Gruppe | VIl Vın IX 

Ale 2,7 3,6 4,5 7,5 
(1,6-4,5) (2,5-6) (3,2-8,5) 

hı2e 1,5 2 2 3 

ha1e 200 260 330 520 


Schaltzeiten 
BCY 77, BCY 78, BCY 79 Arbeitspunkt: 


Ic:Isı:IBa 10:1:1 mA; Rı =5k9; R2 = 5 kQ; Upps = 3,6 V; RL = 9900 
ta 35 ns te 400 
t 50 ns tr 80 
tein 85 (<150) ns taus 480 (<800) 
BCY 78, BCY 79 Arbeitspunkt: 
Ic: 11:12 = 100:10:10 mA; Rı =500 0; Ra = 7009; Us =5V; RL= 980 
tq 5 ns ts 250 
tr 50 ns t 200 
tein 55 (<150) ns lsüs 450 (<800) 
BCY 77 Arbeitspunkt: 
Ic:Igı:Iß2 = 50:5:5 mA; Rı = 1 kQ; Ra = 1,3 KQ; Use = 4,7 V;RL= 195 Q 
ta 15 ns te 300 
t, 50 ns tr 150 
kein 65 (<150) ns tous 450 (<800) 
Meßschaltung für Schaltzeiten +Upg -10V(dee) 
1us 

av R 

M<öns BZ. 

ein me Won Ezimke 


374 ” 


MHz 
pF 
pF 


dB 


ns 
ns 
ns 


ns 
ns 
ns 


ns 
ns 
ns 


Vx 


BCY 77 
BCY 78 


Temperaturabhängigkeit der 

zulässigen Gesamtverlustleistung 

Pror FT); Rın = Parameter; Uce S Uceo 
W BCY 77, BCY 78, BCY 79 


ie Pr 


Prot 


Kollektorstrom I. = f (Use) 
(Uce =1V) 
Tu = Parameter 
BCY 77, BCY 78, BCY 79 


h 


N Mittelwerte 
ME —— streuen 
I. teinp2s°t 
er 
| 
u u 
UL 
0 05 10V 


BCY 79 


x Amis Impulsbelastbarkeit 
Fense = (t); » = Parameter 
w BCY 77, BCY 78, BCY 79 
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Stromverstärkung 3 = / (Ic) 
Uce = 1 V; Tu = Parameter 
BCY 78 VII, BCY 79 VIll 


BCY 77 


BCY 78 

BCY 79 
Sättigungsspannung U, =f (Ic) Sättigungsspannung U, =f(1 
8 =40; T, = Parameter . B=a% je: Bannund Yanauı = (Ic) 


BCY 77, BCY 78, BCY 79 mA BCY 77,BCY 78, BCY 79 


—— SITELIWERTE 
MH dei Ty=25°6 


. 


25°C, 


—— Hittelwerte 


— Streuwerfe beiTy=25°C 


0 1 02 08 0% 06 08V 


—e Üesat 
Ba ee 
Eingangskennlinien 5 = f (Use) des Reststromes Icao = f (Tu) 
Uce = 5V; Tu = 25°C für maximal zulässige EReRemnUngen 


BOY 77, BCY 78, BCY 79, nA BCY 78, BCY 79 


Sunzene 


—— !ittelwert 
0 
N Se-==e=e __ Streuwert 
1] == 
10° 0" ie 
0 05 10V 0 50 100 150°C 
le —h 
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BCY 77 


BCY 78 
BCY 79 
Stromabhängigkeit Spannungsabhängigkeit 
der Re der . 
en c .. en cE = 
Han ee mA Beam Ya 
R Bey 77, BCY 78, BCY 79 BCY 77, BCY 78, BCY 79 
10 TR 2,0 
EEE EFFECT 
.- r + | iM 
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Kollektor-Basis-Kapazität 
Ceao = f(Ueno 
Emitter- Basis- Kapazität ; 
Ceso = F (Ueno) Transitfrequenz fx = f (Ic) 
f=1MH 2 Tu = 25°C -Uce = 5V; Tu = 25°C 
pF BCY 78, BCY 79 An BCY 78, BCY 79 
5 777 {) 
Bi III Ill] 
c IiE _ ll 5 
[N 
1 | 105 aııı fr 
L zei! 
Echo 
1° 
IR ER ERREGER 
Del eh 
5 -! 6 
| BE BE ER BR BI RN! 
H FH 
il HH 
jBWEN] ji I 
Lee 0 1 nu 
[ u ı 5 mv w! 5 0 5 5 102mA 
—-] 
eg) . 
377 


NPN-Silizium-Transistoren BD 135 
BD 137 
BD 139 


für NF-Treiber- und Endstufen mittlerer Leistung 

BD 135, BD 137 und BD 139 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). Der Kollektor ist mit der metallischen 
Montagefläche des Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders in Ver- 
bindung mit BD 136, BD 138 und BD 140 als komplementäre Transistorpaare für Treiber- 


stufen in NF-Verstärkern mit hohen Ausgangsleistungen verwendbar. 


Typ 


BD 135 

BD 135-6 
BD 135-10 
BD 135-16 
BD 135 gep. 
BD 137 

BD 137-6 
BD 137-10 
BD 137 gep. 
BD 139 

BD 139-6 
BD 139-10 
BD 139 gep. 


BD 135/BD 136 kompl. gep. 
BD 137/BD 138 kompl. gep. 
BD 139/BD 140 kompl. gep. 


Bestellnummer 


062702-D106 
062702-D106-V1 
062702-D106-V2 
062702-D106-V3 
062702-D106-P 
062702-D108 
062702-D108-V1 
062702-D108-V2 
062702-D108-P 
062702-D110 
062702-D110-V1 
062702-D110-V2 
062702-D110-P 
062702-D139-S1 
062702-D140-81 
062702-D141-S1 


Typ Bestellnummer 


Glimmerscheibe | 062902-B62 
Federscheibe 062902-B63 
A3DIN 137 


S 
ET 
a. 
[23 
SQ 
: 
N 
mn 
ön 
Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 


Transistor-Befestigung mit M3-Schraube, An- 

zugsmoment <0,8 Nm. (Unterlagscheibe oder 

Federscheibe verwenden!) 

') Der Wärmewiderstand erhöht sich mit der 
50} starken Glimmerscheibe (ungefettet) 
um 8 K/W; und gefettet um 4 K/W. 


Grenzdaten BD 135 BD 137 BD 139 
Kollektor-Emitter-Spannung 

(Rge s1kKQ) ÜcER - - 100 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 45 60 = V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 45 60 80 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektor-Spitzenstrom IcMm 2,0 2,0 2,0 A 
Kollektorstrom Ic 1,5 1,5 1,5 A 
Basisstrom I 0,2 0,2 0,2 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 12,5 12,5 12,5 w 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht — Luft Rehsu s110 s110 <s110 K/W 
Kollektorsperrschicht — 

Transistorgehäuseboden Ruuc) <10 s10 10 K/W 
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BD 135 
BD 137 
BD 139 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Die Transistoren BD 135, BD 137 und BD 139 werden bei Ucg = 2 V nach der statischen 


Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normenreihe gekennzeichnet. 


B-Gruppe 6 10 16 
) EEE 
Typ BD 135 BD 135 BD 135 BD 135 
BD 137 BD 137 - BD 137 
BD 139 al BD 139 - BD 139 
Ic B B 5 B A Üge 
(mA) Ic/Ig Ic/Is Ic/Is (V) 
1 ie 
5 >25 >25 >25 = 
u EEE 
150 63 (40 bis 100) | 100 (63 bis 160)| 160 (100 bis 250)| - 
500 | >25 >25 >25 1,2 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BD 135 BD 137 BD 139 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 500 mA; 
Is = 50 mA) Ucesat <0,5 <0,5 <0,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom i 
(Ucg = 30 V) Icso <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 30 V; Tu = 125 °C) IcBo s10 s10 s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =5V) IEBo s10 s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Iceo = 50 mA) U(BR)CEO >45 >60 >80 V 
Paarungsbedingung & 
(Ic = 150 mA; Uce = 2 V) E <1,41 <1,41 <1,41 = 
2 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ic = 50 mA; 
Uce£ = 10 V; f = 100 Mhz) fr >50 >50 >50 MHz 
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100 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pox=f (T); Rn = Parameter 


BD135, BD 137, BD139 
| 
( LAN VCH 
+ + 
ohne 
Jsolation 
Ll | 
|| |Rını \ 
Jsolation 
I !gefettet 
Rn; / 
+ Jsolation ungefettet 
Rınju - 
-50 0 50 100 150 °C 
—e?T 
Zulässiger Betriebsbereich 
Ic=f (Uce); Tg =60°C; Y=0 
BD135, BD 137, BD 139 
} SFTE 
Ims 300us 100 us <30us W 
160 
Er 60 
29 
j 19 
Tg =25° II N12,5 
Hi BD 135 
BD 137 
BD 139 
m 
ua 
| | 
0 5 m 5 102V 
—alg 
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BD 135 
BD 137 
BD 139 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
N Ansc=f (t); v=Parameter 
BD 135, BD 137, BD 139 
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Kollektorstrom I.=f (Upe) 
Uce=2 V; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 

mA BD 135, BD 137, BD 139 


0° 


Ie 


Vx 


BD 135 
BD 137 


Stromverstärkung 3=f (Ic) 


0° 


Uce=2 V; T,=Parameter 
BD 135-10, BD 137-10, BD 139-10 
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Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
B=10; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) 

BD 135, BD 137, BD 139 


| —— Mittelwerte BR 
—-— Streuwerte beilj=25°C 
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BD 139 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes Icso=f (Tu) 


nA BD 135, BD 137, BD 139 

u -SZSS2S2 
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== S| 
5 er 
Fi 
7 
a Ess = 
= 

+ — Mittelwert _- 

; —-— Streuwert 
[ ESS == 

au 
5 SEsss 
| 
1° [ 
50 100 150°C 
—, 


Sättigungsspannung Uacsar = f (Ic) 
B=10; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA BD 135, BD 137, BD139 
4 
‚SSH 
5 = 
[ I 
2b. 

ME 100 °C 50°C 

= = LE SZ 
5 zZ 
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BD 135 


BD 137 
BD 139 
Ausgangskennlinien I.c=f (Uc.) ‚ Ausgangskennlinien Ic=f (Uc.) 
I, =Parameter I, = Parameter 
mA BD135, BD 137, BD 139 mA BD135, BD 137, BD139 
110 1—ı 16 —T 
1.0mA 8OmA_ | _\70ma 
100 DmA m 60mA 
50mA 
A OBmA I R Koma 
80 " 35mA 
0,7mA N 
| [| " 30mA 
70 u; ObmA 10 25mA 
a ' Mi: 
05 mA_ 
50 = MH 08 I- mA 
Omi uw = 
40 06 10mA— 
| BmA 
0,3mA ET) 
Eli) 
04 5mA 
20 0,2mA7 || E 4mA 
15 =0,1mA 02 Hr 
"0 — mal 
Ip=05mA 
0 0 [I 1 | 
0 1 2 3V 0 1 2. 3V 
ae Urg U: 
Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) Transitfrequenz f=f (I.) 
I,= Parameter (Uce=10V) 
A BD 135, BD 137, BD 139 MHZ BD 135, BD 137, BD 139 
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PNP-Silizium-Transistoren BD 136 
BD 133 
BD 140 


für NF-Treiber- und Endstufen mittlerer Leistung 

BD 136, BD 138 und BD 140 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). Der Kollektor ist mit der metallischen 
Montagefläche des Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders in Verbin- 
dung mit BD 135, BD 137 und BD 139 als komplementäre Transistorpaare für Treiber- 
stufen in NF-Verstärkern mit hohen Ausgangsleistungen verwendbar. 


Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer 
BD 136 062702-D107 Glimmerscheibe 062902-B62 
BD 136-6 062702-D107-V1 Federscheibe 062902-B63 
BD 136-10 062702-D107-V2 A3DIN 137 
BD 136-16 062702-D107-V3 
BD 136 gep. 062702-D107-P 
BD 138 062702-D109 
BD 133-6 062702-D109-V1 
BD 138-10 062702-D109-V2 
BD 138 gep. 062702-D109-P 
BD 140 062702-D111 
BD 140-6 062702-D111-V1 Er = 
BD 140-10 062702-D111-V2 ge FE 
BD 140 gep. 062702-D111-P ale 
BD 136/135 kompl. gep.| 062702-D1 39-51 ia di naar E 
BD 138/137 kompl. gep.| 062702-D140-S1 ae ZN 
Bd 140/139 kompl. gep.| 062702-D141-S1 Das Anzugsdrehmoment der für die Befestigung 
verwendeten M3-Schraube ist max. 0,8 Nm. 
Unter dem Schraubenkopf ist eine Unterleg- 
scheibe oder Federscheibe vorzusehen. 
'!) Der Wärmewiderstand erhöht sich mit einer 
50 ıı starken Glimmerscheibe ungefettet um 
8 K/W; und mit einer gefetteten um 4K/W. 
Grenzdaten BD 136 BD 138 BD 140 
rn = 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Rge < 1 KQ) —UcER - _ 100 V 
Kollektor-Basis-Spannung —-UcBo 45 60 _ V 
Kollektor-Emitter-Spannung -UcE£o 45 60 80 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 5 5 V 
Kollektor-Spitzenstrom -Icm 2,0 2,0 2,0 A 
Kollektorstrom -Ic 1,5 1,5 1,8 A 
Basisstrom -I 0,2 0,2 0,2 A 
Sperrschichttemperatur T, 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis + 125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 12,5 12,5 12,5 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu s110 <110 <110 K/w 
Kollektorsperrschicht - 
Transistorgehäuseboden Russ) | s10 s10 s10 K/W 
383 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Die Transistoren BD 136, BD 138 und BD 140 werden bei Uc£ = 2 V nach der statischen 
Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normenreihe gekennzeichnet. 


BD 136 
BD 138 
BD 140 


B-Gruppe 6 10 16 

Typ BD 136 BD 136 BD 136 BD 136 
BD 138 BD 138 - BD 138 
BD 140 BD 140 - BD 140 

-Ic B B B —UBeE 

(mA) Ic/Is Ic/Ig Ic/Is (V) 

5 >25 >25 >25 = 

SA ee el 

150 63 (40 bis 100) 100 (63 bis160) | 160 (100 bis 250) | - 

500 >25 >25 >25 1,2 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (-Ic = 500 mA; 
-Ig = 500 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 30 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 30 V; Tu = 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ues =5V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/ceo = 50 mA) 


Paarungsbedingung 
(- «= 150 mA; -Uce = 2 V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 
Transitfrequenz (-/c = 50 mA; 


-Uce = 10 V; f = 100 MHz) 
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BD 136 BD 138 | BD 140 

Fe | a 
—Ucesat <0,5 >0,5 <0,5 V 
-Ic8o <100 <100 <100 nA 
-Icgo 10 s10 <10 nA 
-IEBo s10 <s10 s10 nA 
-Uerjceo | >45 >60 >80 V 
E <1,41 s1,41 s1,41 - 
°C) 
fr >75 >75 >75 MHz 


Vx 


BD 136 
BD 133 
BD 140 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pioxr=f (T); Rn = Parameter 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Krumsc=f (f); v=Parameter 


W BD 136, BD 138, BD 140 W BD136, BD 138, BD 140 
14 10" EFH = 
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ya me— T—e nn 
Kun NISRNIRN 
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Kollektorstrom Ic=f (Une) 
Uce=2 V; Ty= Parameter 


Zulässiger Betriebsbereich 
(Emitterschaltung) 


V 


Ic=f(Uee); (Ts=60 °C); v=0 
BD136, BD 138, BD 140 mA BD136, BD 138, BD 140 
(2 
I _—— 
5 
-Ik 
2° 
/ 5 
er: . 
j B- === 
5 
10? - 
5 
1 — 
—— Mittelwerte | 
U ee -—— Streuwerle — 
beily=25°C 
107 Mi 
0 5 1 5 mv 2 
—o br — a Us 
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Vx 


BD 136 


BD 138 
BD 140 
Stromverstärkung 3=f (Ic) Temperaturabhängigkeit des 
Uce=2 V;T,,= Parameter Reststromes Icno=f (T,) 
j BD 136-10, BD 138-10, BD 140-10 nA BD 136, BD 138, BD 140 
10 En EFF Fr ® 
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Sättigungsspannung Uessar=f (Ic) Sättigungsspannung Uses =f (Ic) 
B=10; T,=Parameter B=10; T,=Parameter 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
mA BD 136, BD138, BD 140 mA BD 136, BD 138, BD 140 
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BD 136 
BD 138 


Ausgangskennlinien Ic =f (Uce) 


Ig = Parameter 


BD 136, BD 138, BD 140 


3V 
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4 — 
<; 9 
j 80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
li 
0 
0 2 
—ale 
Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Ia = Parameter 
A BD 136, BD 138, BD 140 
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Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Iga= Parameter 


BD 140 


BD 136, BD 138, BD 140 


NNANNE 


BUNS SA 


Transitfrequenz fr=/ (Ic) 


-Uce=10V 
BD 136, BD 138, BD 140 
je 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


BD 287 
BD 238 


BD 287 und BD 288 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 


gehäuse 12 A3 DIN 41869 BI. 4 (TO-126). 


Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche des Transistors leitend verbunden. 
Die Transistoren sind besonders für Schaltanwendungen in Blitzlichtgeräten geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BD 287 062702-D900 


BD 288 062702-D901 
Federscheibe 

A3 DIN 137 062902-B63 
Glimmerscheibe | 062902-B62 


Grenzdaten (T = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (t<10 ms) 
Emitterspitzenstrom 

Basisstrom 

Basisspitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Montagefläche 
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Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 


Transistorbefestigung mit M3 Schraube 
Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm 
Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden. 


BD 287 BD 288 
—Uceo 25 45 V 
—Uces 30 45 V 
—UcBo 30 45 V 
Ueo | 5 5 V 
Ic 12 12 A 
—IcMm 15 15 A 
Iem 15 15 A 
-IB 2 2 A 
IBM 5 5 A 
T, 150 150 °G 
T, -50 bis +150 °C 
Prot 36 36 w 
Rırsu s100 <100 K/w 
RthyG <s3,5 <3,5 K/Ww 


Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 30 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 30 V; Tu = 125 °C) 
Stromverstärkung 

(-Ic = 12 A; -Uce = 0,7 V) 
Stromverstärkung 

(-Ic == 0,1 A; -Uce — 0,7 V) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic =12 A; -Uce = 0,7 VW) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic = 0,1 A; -Uce = 0,7 VW) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Uce = 10 V; -Ic = 0,2A) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Uce = 10V) 

Schaltzeiten 

(-Ic = 2A; Ipı = Ip2 = 0,2 A) 


CcB 


tein 
taus 


BD 238 

BD 287 BD 288 
x] <1 nA 
<100 <s100 nA 
225 225 a 
200 200 - 
1,7 <1,7 V 
<0,8 <0,8 V 
250 250 MHz 
130 130 pF 
<0,5 <0,5 uS 
2 <2 uS 
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BD 237 
BD 283 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Por= f(Te) 
WI TTTTTTT Tr 


0 50 100 150 °C 


Stromverstärkung B = f (Ic) 


390 


"Ices 


"EREBEBEEEEFPFFR 


10 


Temperaturabhängigkeit 
nA des Reststromes Ices = f (T«) 


= 


er 


Bi 


a 


=== 


Mittelwert 1 
Streuwert 


I 


Vx 


BD 237 


BD 283 
Kollektorstrom Ic = f (Use) Sättigungsspannung UVecesa = f (Ic) 
A -Uce = 0,7 V; Ta = 25°C A B= 20; Te = 25°C 
£ 
q0' =FFEBE Z—— 10 > F —; 
SSE--FeH Je ESssS=-—= 
Fe H — I mi 


| I 
0 
w HE Ä —4 


“ EEEEESjEEEB 


0 05 10 15V 
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NPN-Silizium-Planar Transistor 


BD 329 


BD 329 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 12 A 3 
DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). Er eignet sich zusammen mit seinem Komplementär Transistor 
BD 330 besonders zur Verwendung in Komplementär-Endstufen mittlerer Leistung 


(z. B. Autosuper). 


Typ Bestellnummer 
BD 329 062702-D394 
BD 329/BD 330 

gepaart 062702-D401 
Federscheibe 

A3DIN 137 062902-B63 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu = 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Montagefläche 


392 


E 
c 
B 


Gewicht etwa 0,5 g 


a 162. ME 


Maße in mm 


Transistorbefestigung mit M3 Schraube 


Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm 


Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden 


Rınsu 
RınyG 


150 
55 bis +150 
15 


<100 
<7 


PR 72 


Vx 


BD 329 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 2A; I = 200 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucs = 32V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 32 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Up =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 
(Uce = 10V; Ic = 5 mA) 
(Uce = 1 V;Ic= 2A) 
Stromverstärkung 

Uce = 10V; Ic =5 mA 
Uce = 1 V;Ic=0,5A 
Uce=1V;Ie=2A 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Uce = 5 V; Ic = 50 mA) 


Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung P,,, =f(Ty) 


Ucesat 
Icso 
IcBo 


Ieso 


0,6 
s1,2 


>50 


85 bis 375 
>40 


130 


mA 


nA 


MHz 


Zulässiger BENTEBSBEREUNN Ic=f(Uer ) 


v=0,T, 


= 45 


BD 329 


Kollektorstrom I. = f (U,.) 
Ucr = 1 V;T,= 25 °C 


SS 


10? 
5 i 
| 
10" + 
5 
H | ARE 
10° KARA U II 1 | 
0 0,5 10 15 V 


StromverstärkungB = f (J.) 
Uce =1V;T, = 25 °C 
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Sättigungsspannung Uc.,., = f (Ic) 
B=10; T,= 25 °C 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /.go= f(T,) 


a Ucg = Ucamax 
N 
Icon? 
10 
5 
va 4 
7 5 T 
Grenzkurve 
10? | = = 
a 
„e 
cn = 
L 
16 — | 
0 50 100 150 °C 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor BD 330 


BD 330 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 12 A 3 
DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). Er eignet sich zusammen mit seinem Komplementär Transistor 
BD 329 besonders zur Verwendung in Komplementär-Endstufen mittlerer Leistung 
(z. B. Autosuper). 


Typ Bestellnummer 
BD 330 062702-D395 
BD 330/BD 329 
gepaart 062702-D4A01 
Federscheibe 
A 3 DIN 137 062902-B63 
Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 
Transistorbefestigung mit M3 Schraube 
Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm 
Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden. 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 32 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 V 
Kollektorstrom -Ic 3 A 
Emitterstrom =JE €) A 
Basisstrom -R 1 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 25 °C) Prot 15 w 
Wärmewiderstand 
Koliektorsperrschicht-Luft Rırsu <s100 K/W 


Kollektorsperrschicht-Montagefläche RthyG s7 K/w 


395 
Vx 


BD 330 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


(-Ic = 2A; —-Ig = 200 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
("Ucs = 32 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 32 V; T, = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
("Us =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Uce = 10 V; -Ic =5 mA) 
(-Uce =1V;-Ic=2A) 
Stromverstärkung 

—UcE = 10 V;-Ic = 5 mA 
—UcE =1V;-Ic= 0,5 A 
—UceE =1 V;=-Ic =2A 


—Ucesat 
—IcBo 
—IcBo 
—IEBo 
—Uge 


—UgE 


B 
B 
B 


Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Uce = 5 V; -Ic = 50 mA) 


fr 


Temperaturabhängigkeit der zulässigen 
Gesamtverlustleistung P,, = f (T,) 


“ei 


10 


396 


200 °C 


>50 


85 bis 375 
>40 


100 


nA 


mA 


MHz 


Zulässiger Betriebsbereich /. = f (U..) 
v=0;7,=45 °C 


Vx 


BD 330 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
mA - Uce =1V; Ty= 25 °C 


StromverstärkungB = f (I.) 
= Ur =1V; Ty= 25 °C 


Sättigungsspannung Ucesa = FI.) 
mA B=10;7,= 25 °C 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /cso = f (T,) 
PA Ucs = Ucamax 


0 50 100 150 °C 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BD 424 


BD 424 ist ein epitaktischer Si-NPN-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse = TO-202. 
Er eignet sich besonders als Treiber-Transistor in Horizontalablenkstufen in Fernsehgeräten, 
sowie für universelle Anwendung bei höheren Sperrspannungen. 


Typ Bestellnummer 
BD 424 | 062702-D1068 


13,2:1 217202 —o| 
Auf Wunsch mit abgebogenem Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 160 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 0,8 A 
Kollektorspitzenstrom Icm 1 A 
Basisstrom I 100 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Tz -55 bis +125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 100 °C) Prot 2,5 W 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Luft Rthuu <70 K/w 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse RinyG <20 K/w 
398 


Vx 


BD 424 


Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uce = 140 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucg = 140 V; Tu = 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Us =5V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 50 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE =1yA) 

Stromverstärkung 

(Ic = 100 mA; Uce = 1V) 

(Ic = 200 mA; Uce =1V) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 

(Ic = 200 mA; Uce =1V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 300 mA; Is = 30 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 300 mA; Ip = 30 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Ic = 10 mA; Uce = 5 V; f= 20 MHz) 


Icso 
Icso 
Icso 
Ular)cEo 
Ulsr)ces 


U(er)EBo 


Uge 
Ucesat 


Us Esat 


fr 


< 100 


<10 


<10 


> 100 


> 160 


>5 


>40 
>20 


< 1,3 


< 1 


<14 


100 


MHz 
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Vx 


BD 424 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Poa=f{N 


ER 


0 50 100 150 °C 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
=f(n) 


ZunyG 


400 


Zulässiger Betriebsbereich 
A Ic=f(Uce); Ts S 100 °C; 


10 
Ic 
10 ms 500 
ms W 
I 28 
003 16 
1 
"0 02 7% 
2 
004 
50 34 
DE. "25 
Im TI 
10? 
10° ı 
10" 10° 10' 102 


or Uc 


10° v 


Vx 


NPN-Silizium-Planar Transistor BD 429 


BD 429 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse = TO-202. 
Er eignet sich zusammen mit seinem Komplementär Transistor BD 430 besonders zur Ver- 
wendung in Kompiementär-Endstufen mittlerer Leistung (z.B. Autosuper). 


Typ Bestellnummer - 
BD 429 062702-D1069 rn 
os 
L 
& 
S 
in 
= 3 
N — ın 
38:02 m *1 21,7:02 er 
Auf Wunsch mit abgebogenem Gewicht etwa 15 g Maße inmm 


Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 32 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 3 A 
Emitterstrom IE 3 A 
Basisstrom I 1 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) Prot 10 W 
(Ty = 25 °C) Prot 2 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu < 62,5 K/W 
Kollektorsperrschicht - Montagefläche RtnyG < 12,5 K/w 
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Vx 


BD 429 


Statische Kenndaten (T, = 25°C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 2A; Is = 200 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 32 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 32 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ues =5V) 
Basis-Emitter-Spannung 
(Uce = 10V; Ic =5 mA) 
(Uc=-1V;I=2A) 
Stromverstärkung 

Uce = 10V; Ic=5mA 
Uce=1V;I=05A 

UcE = 1 V;Ie=2A 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Uce =5 V; Ic = 50 mA) 
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Ucesat 
Icso 


Icso 


fr 


0,6 
s 1,2 


>50 
85 bis 375 
>40 


| 130 


HA 


mA 


MHz 


Vx 


BD 429 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
WPa=fNn 


15 


Prot 


hi M 


Rn su 


0 50 100 150°C 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


Zus Tu 
10' Run a) 


H 


wi EEEEREENE 


/A0°=7 u Au 
a ll Im Il Jul Il Hl 


10°5 10°5° 10% 10? 102 107 10° 10's 


——[1 


Ic 


Zulässiger Betriebsbereich /. = f (Uce) 
D = 0; T5= 25 °C 


10 E F 
m 
DC 003 
01 
02 
10° v 
100 W 
60 
DEN RAN 44 
F # 
44 TI] An 
10 = 10 


StromverstärkungB = f (I.) 
Uce =1V, Ty= 25 °C 


Vx 


'BD429 


Kollektorstrom /c = f (Use) Sättigungsspannung Ucesa = AL) 
MA U. = 1V; Tu = 25 °C mA B=10; Ty= 25 °C 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /cgo = f (T,) 

pA Ucg = Ucamar 

2 


1) 
Icon 
{“ FEREEEIH 
0 
5 
mE 


Grenzkurve 
WH | = 
5 


0 50 100 150 °C 
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PNP-Silizium-Planar Transistor BD 430 


BD 430 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Pianar-Transistor im Kunststoffgehäuse = TO-202. 
Er eignet sich zusarnmen mit seinem Komplementär Transistor BD 429 besonders zur Ver- 
wendung in Komplementär-Endstufen mittierer Leistung (z. B. Autosuper). 


Typ | Bestellnummer 
BD 430 | 062702-D1070 


& 
Ei 
N 
o 


38:02 

Auf Wunsch mit abgebogenem Gewicht etwa 15 g Maße in mm 

Befestigungsblech lieferbar! 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 32 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —UcEo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 5 V 
Kollektorstrom -Ic 3 A 
Emitterstrom -E 3 A 
Basisstrom IB 1 A 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) Prot 10 Ww 

(Tu = 25 °C) Prot 2 W 

‘Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu < 62,5 K/Ww 
Kollektorsperrschicht -— Montagefläche RınyG <s 12,5 K/w 
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BD 430 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 2A; -Ig = 200 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucp = 32 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 32 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ues =5 V) 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Uce = 10V; -Ie =5 mA) 
(-Ucs =1V;-Ic=2A) 
Stromverstärkung 

-Uce = 10V; Ic =5mA 
—Uce =1 V; Ic = 0,5 A 
—Uce =1 V;Ile=2A 


Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Uce = 5 V; -Ic = 50 mA) 


406 


—Ucesat 
-IcBo 
-IcBo 
-IEBo 


-UBE 
-UBE 


uuw 


fr 


0,6 
s1,2 


>50 


85 bis 375 
>40 


| 100 


mA 


pnA 


MHz 


Vx 


BD 430 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässiger Betriebsbereich /..= f (Uce) 
W Po =fN A D=0;T,=25 °C 


15 


0 50 100 150°C 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
StromverstärkungB = f (I.) 


Zus m) = Uge =1V, Tu= 25 °C 
10' EerReE 
ie: 
Ryn 
10° 05 
02 il 
0, AI IH 
0,05 
00 1] ll 
© 
HAIE 
Hupe 
T & N 
1 D= 1 
I Te IHHl| 
ig IIIININIAMIMNTIRINHN)) 


10°° 10°3° 10% 10? 102 107 10° 10's 
—[7 


Vx 


BD 430 


Kollektorstrom I. = f (Upe) Sättigungsspannung Ucesa = f (I) 
mA-U.. =1V;T =25 °C mA B= 10; T,= 25 °C 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /cso = f (T,) 
PA Ucg = Ucgmax 
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Vx 


NPN-Silizium-Epibasis-Transistoren 


BD 433 
BD 435 


BD 437 


BD 439 
BD 441 


BD 433, BD 435, BD 437, BD 439 und BD 441 sind NPN-Silizium-Epibasis-Leistungs- 
transistoren im Kunststoffgehäuse 12A 3 DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). Der Kollektor ist 
mit der metallischen Montagefläche leitend verbunden. Die Transistoren sind vor allem für 
Gegentakt-Endstufen, Treiberstufen sowie für allgemeine NF-Anwendungen geeignet. Als 
Kompfiementärtypen sind die PNP-Transistoren BD 434, BD 436, BD 438, BD 440 und 


BD 442 vorgesehen. 


Typ 


Bestellnummer 


BD 433 


BD 433/BD 434 gep. 


BD 435 


BD 435/BD 436 gep. 


BD 437 


BD 437/BD 438 gep. 


BD 439 


BD 439/BD 440 gep. 


BD441 


BD 441/BD 442 gep. 


062702-D201 
062702-D217 
062702-D203 
062702-D218 
062702-D212 
062702-D219 
062702-D280 
062702-D284 
062702-D285 
062702-D325 


Emil 


iR 


Maße in mm 


Gewicht etwa 0,5g 


Glimmerscheibe 062902-B62 Transistor-Befestigung mit M3-Schraube, 
Federscheibe Anzugsmoment < 0,8Nm. (Unterlagscheibe 
A3DIN 137 062902-B63 oder Federscheibe verwenden!) 
1) Der Wärmewiderstand erhöht sich mit 
der 50 ıı starken Glimmerscheibe (unge- 
fettet) um 8K/W; und gefettet um 4 K/W. 
Grenzdaten BD 433 | BD 435 | BD 437 |BD 439 | BD 441 
—— 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 22 32 45 60 80 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces | 22 32 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucpo | 22 32 45 60 80 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso | 5 5 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 4 4 4 4 4 A 
Koilektor-Spitzenstrom Im |7 7 7 7 7 A 
Emitter-Spitzenstrom Im |7 7 Z 7 7 A 
Basisstrom I 1 1 1 1 1 A 
Sperrschichttemperatur T, 150 150 150 150 150 "G 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 sc 
Gesamtverlustleistung 
(Tg & 25 °C; Uce 12 V) Piot | 36 36 36 36 36 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rr,u|s100 |=100 |=100 |s 100 |s100 |K/W 
Kollektorsperrschicht — 
Montagefläche Rue") < 3,5 3,5 s 3,5 < 3,5 < 3,5 K/W 
409 


ar 


25:02 


Vx 


BD 435 
BD 437 
BD 439 
BD 441 
Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 
BD 433 | BD 435 | BD 437 | BD 439 | BD 441 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 mA) Urjceo| > 22 >32 >45 >60 >80 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 uA) Usrjces | > 22 >32 >45 >60 >80 V 
Koilektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 uA) Urjcso| > 22 >32 >45 >60 >80 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (JE =1 mA) Usrjeso | > 5 >5 >5 >65 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uce =22 V) IcBo < 100 = = = = nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucs = 32 V) IcBo _ <100 |- _ - pA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg =45 V) Icso = > <100 |- = nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 60V) Icso - = u <100 |- nA 
Koliektor-Basis-Reststrom 
(Uce =80V) Icso = = = = < 100 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucs = 10V; Tu = 150 °C) Icso <1 <1 <1 <1 <1 mA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = Ucamax; Tu = 150 °C) Icso <3 <3 <3 <3 <3 mA 
Basis-Emitter- 
Durchlaßspannung 
lc = 2A; Uce=1V) ÜBE <1,1 & 1;1 < 1,2 <1,5 <1,5 V 
Basis-Emitter- 
Durchlaßspannung 
lc = 3A; Ucg =1V) Usesat | - - <13 |<16 |<16 |V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 2A)? Ucesat |<0,8 |<08 |- - - V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic =2A; IB =0,2A) Ucesat | <0,5 <0,5 <0,6 <0,8 <0,8 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic =3A; 15 =0,3A) Ucgsat | - - <0,7 <0,9 <0,9 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 10 mA; Uce =5V) B >40 >40 > 30 > 20 >15 - 
(Ic = 500 mA; UceE =1V)2 B >85 >85 >85 >40 >40 = 
(Ic = 2A; Uce =1V) B >50 > 50 >40 >25 > 15 = 


1) Für die Kennlinie /; = konstant, die durch den Punkt Ic =2,2AundUce =1V geht. 
2) Mit BD 434, BD 436, BD 438, BD 440 und BD 442 gepaart lieferbar. Paarungsbedingung B,/B, < 1,41. 
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BD 433 

BD 435 

BD 437 

BD 439 

Dynamische Kenndaten (Tg = 25°C) BD 441 
| BD433| BDA35| BD437| BD 439| BD441 


Transitfrequenz 
(Ic = 0,25 A; Uce =1V; 


f=1Mhz) fr >3 >3 >3 >83 >3 MHz 
Grenzfrequenz in Emitterschaltung 
(Ic = 0,25 A; Uce =1V) fg >20 >20 >20 >20 >20 kHz 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Pox=flTe); Uce=0 bis 12 V Tunsc =f (f); v= Parameter 
BD 433, BD 435, BD 437, K BD433, BD 435, BD 437, 
W BD 439, BD 441 W BD 439, BD 441 
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BD 433 


BD 435 
BD 437 
BD 439 
BD 441 
Zulässiger Betriebsbereich Zulässiger Betriebsbereich 
le=flUcr); Ta=25°C, v=0 Ic=f(Uce); Ta=25°C, v=0 
BD 433, BD 435, BD 437 A BD 439, BD 441 
1 SENEH FEFFO HH 
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. Temperaturabhängigkeit 
Stromverstärkung 3=f (I.) des Reststromes Icso=f (Ts) 
Uce=1 V; Tg = Parameter Uca =Ueamar 
BD433, BD 435, BD 437, BD433, BD 435, BD 437, 
BD 439, BD 441 mA BD 439, BD 441 
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Kollektorstrom Ic=f (Use) 
Uce=2V; To =25 °C 
BD 433, BD 435, BD 437, 
BD 439, BD 441 
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Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Ig= Parameter (Emitterschaltung) 
BD 433, BD 435, BD 437, 
BD 439, BD 441 


nn 


MHz 
30 


20 


BD 437 
BD 439 
BD 441 


Sättigungsspannung Ucssar=f (Ic) 


B=10 T, =25 °C 


BD 433, BD 435, BD 437, 


BD439, BD 441 


= men | 


— > Vresat 


Transitfrequenz f=f (Ic) 


T,=25°C 


BD433, BD 435, BD 437, 


BD 439, BD 441 
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PNP-Silizium-Epibasis-Transistoren 


BD 434 
BD 436 


Leistungstransistoren für komplementäre NF-Endstufen 


BD 434, BD 436, BD 438, BD 440 und BD 442 sind PNP-Silizium-Epibasis-Leistungs- 
transistoren im Kunststoffgehäuse 12 A 3 DIN 41 869 Bl. 4 (TO-126). Der Kollektor ist mit 
der metallischen Montagefläche leitend verbunden. Die Transistoren sind vor allem für 
Gegentakt-Endstufen, Treiberstufen sowie für allgemeine NF-Anwendungen geeignet. 


Als Komplementärtypen hierzu sind die NPN-Transistoren BD 433, BD 435,BD 437, BD 439 


und BD 441 vorgesehen. 


BD 438 


BD 440 
BD 442 


nmm 


DDP > D<<<< 


o 


ke] 
OO 


z 


2 
z 


2 
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Typ Bestellnummer 

BD 434 | 062702-D202 

BD 434/BD 433 gep. 062702-D217 

BD 436 062702-D204 

BD 436/BD 435 gep. 062702-D218 

BD 438 062702-D213 

BD 438/BD 437 gep. 062702-D219 wi 

BD 440 062702-D281 IE 

BD 440/BD 439 gep. 062702-D284 2 

BD 442 062702-D283 

BD 442/BD 441 gep. 062702-D285 Gewicht etwa 0,5g Maße i 

Glimmerscheibe 062902-B62 Befestigung mit M3-Schraube, Anzugs- 

Federscheibe A 3 DIN 137 | 062902-B63 drehmoment max. 0,8 Nm. (Unterlagschei- 
be oder Federscheibe verwenden!) 

1) Der Wärmewiderstand erhöht sich mit 
der 50 ıı starken Glimmerscheibe (unge- 
fettet) um 8 K/W; und gefettet um AK/W. 

Grenzdaten BD 434 | BD 436 | BD 438 | BD 440 | BD 442 
SEE ES Br ee re Fre 
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo | 22 32 45 60 80 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces | 22 32 45 60 80 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucpo | 22 32 45 60 80 
Emitter-Basis-Spannung —Ueso | 5 5 5 5 5 
Kollektorstrom -Ic 4 4 4 4 4 
Kollektor-Spitzenstrom 
(t < 10. ms) —-IcM 7 7 7 7 7 
Emitter-Spitzenstrom 
(t< 10 ms) -Iem |7 7 7 7 7 
Basisstrom IB 1 1 1 1 1 
Sperrschichttemperatur T, 150 150 150 150 150 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 
Gesamitverlustleistung 
(Tg < 25 °C; Uce 12 V) Prot 36 36 36 36 36 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu |s100 |<s100 |=s100 |=100 |<=100 
Kollektorsperrschicht — 
Montagefläche Rersu | x 3,5 < 3,5 < 3,5 s 3,5 < 3,5 
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Vx 


BD 436 
BD 438 
BD 440 
BD 442 
Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 
BD 434 | BD 436 | BD 438| BD 440 | BD 442 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ic = 100 mA) -Ujerjceo| > 22 >.32 >45 > 60 > 80 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/c = 100 1A) -Uisnrıces| > 22 >32 >45 >60 > 80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-/c = 100 1A) -Uisrjcgol > 22 >32 >45 > 60 >80 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (IE = 1 mA) -U(erjeso| > 5 >5 >5 > >5 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg =22 V) -IcBo < 100 = = = = nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 32 V) -IcBo _ <100 | - - - nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 45V) -IcBo _ _ <100 |- - nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Uc =60V) -IcBo Er = = < 100 - nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs =80V) j -Ic8o = = - = < 100 uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg =10 V; Tu =150 °C) -Icso <1 <1 <1 <1 <1 mA 
Kollektor-Basis-Reststrom 4 
(-Ucg = Ucsmax; Tu =150°C) -Icso <3 8 <3 <3 <3 mA 
Basis-Emitter- 
Durchlaßspannung 
(-Ic = 2A; -Uce =1V) —UBE < 1,1 <'1,1 < 1,2 < 1,5 <1,5 V 
Basis-Emitter- 
Durchlaßspannung 
(-Ic = 3A; -Uce =1V) —Ußesat | - = 1,3 < 1,6 < 1,6 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (-Ic = 2 A)! -Ucesat | < 0,8 <0,8 - - - V 
Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
(-Ic=2A; -B = 0,2A) —Ucesat | < 0,5 < 0,5 <0,6 <0,8 <0,8 V 
Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
(-Ic = 3A; -Is =0,3A) -Ucesat | - 2 <07 |<0,9 |<0,9 |V 
Stromverstärkung 
(-Ic=10mA;-Uce=5V) B >40 >40 > 30 > 20 >15 = 
(-Ic = 500 mA;-Uce=1V)2 B >85 > 85 >85 >40 >40 - 
(-Ic = 2A; -Uce =1V) B >50 >50 >40 >25 >15 = 


1) Für die Kennlinie /, = konstant, die durch den Punkt /ce = 2,2 Aund Uce =1V geht. 


2) Mit BD 433, BD 435, BD 437, BD 439 und BD 441 gepaart lieferbar. Paarungsbedingungen Bı/Ba S 1,4. 
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BD 434 
BD 436 


Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


BD 438 
BD 440 
BD 442 


BD434 | BD436| BD438| BD440| BD442 


Transitfrequenz 
(-Ic = 0,25 A; —Uce =1V; 


f=1Mhz) fr 
Grenzfrequenz in Emitterschaltung 
(-Ic =0,25A,; —Uce =1V) f5 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pox=f (Ta); Uce=Obis 12 V 

BD 434, BD 436, BD 438, 


W BD 440, BD 442 
40 TeTalE 1] 
Urp = 0 bis 12V 
Rot Bi 
15V 
t of 
20VT 
20.7 
10 
0 
0 50 100 150°C 
—- 
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>3 >3 >3 Sig >3 MHz 


>20 >20 >20 >20 >20 kHz 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Aınss = (tl); v = Parameter 
BD 434, BD 436, BD 438, 
W BD440, BD 442 
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BD 434 
BD 436 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic=f(Uce); Ta=25 °C, v=0 


A BD 434, BD 436, BD 438 
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Stromverstärkung 3 =f (Ic) 
Uce =1 V; Ta = Parameter 
BD 434, BD 436, BD 438, 


BD440, 


BD 442 


D'mA 


BD 433 
BD 440 
BD 442 
Zulässiger Betriebsbereich 


Ic=f(Uer): Ta=25 °C, v=0 
BD 440, BD 442 
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Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes -Icao =f (Te) 
-Usn= —Ueomax 
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Kollektorstrom Ic =f (Use) 
-Uee=2 V; 14 =25 °C 


BD434, BD 436, BD 438, 
BD440, BD 442 


—--Lpr 


Ausgangskennlinien I. =f (Uc:) 
In = Parameter (Emitterschaltung) 


15V 


BD 434, BD 436, BD 438, 
BD 440, BD 442 


BD 434 
BD 436 
BD 4383 
BD 440 
BD 442 


Sättigungsspannung Ucesa=f (Ic) 


B=10 


BD 434, BD 436, BD 438, 
BD 440, BD 442 
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Transitfrequenz fr =f (I.) 
T,=25 °C 


BD 434, BD 436, BD 438, 
BD 440, BD 442 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BD 487 
BD 488 


BD 487 und BD 488 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse = TO-202. 

Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche des Transistors leitend verbunden. 
Die Transistoren sind besonders für Schaltanwendungen in Blitzlichtgeräten geeignet. 


Typ | Bestellnummer 


BD 487 | 062702-D929 


BD 488 062702-D930 


45:0) 


38:02 


Auf Wunsch mit abgebogenem Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) BD 487 BD 488 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 25 45 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 30 45 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo | 30 45 V 
Emitter-Basis-Spannung -Ueso | 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 12 12 A 
Kollektorspitzenstrom (t s10 ms) —IcMm 15 15 A 
Emitterspitzenstrom Iem 15 15 A 
Basisstrom -RB 2 2 A 
Basisspitzenstrom Ibm 5 5 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur T; -50 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) Prot 12,5 12,5 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rtnsu s65 <65 K/W 
Kollektorsperrschicht-Montagefläche Ring s10 s10 K/w 
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Vx 


BD 488 

Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD 487 BD 488 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 30 V) -Ices <1 <1 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(=Uce = 30 V; Ty = 125 °C) -Ices <100 <100 nA 
Stromverstärkung 
(-Ic = 12 A; -Uce = 0,7 V) B 225 225 = 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic= 12 A; -Uce = 0,7V) —Uße <1,7 <1,7 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 0,1 A; -Uce = 0,7 V) B 200 200 = 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ice = 0,1 A; -Uce = 0,7\) —UcE <0,8 <0,8 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Uce = 10 V; -Ic = 0,2 A) fr 250 250 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
("Uce = 10V) CcB 130 130 pF 
Schaltzeiten 
(-Ic =2A; Igı = IB2 = 0,2 A) fein <0,5 <0,5 HS 

laus <2 <2 uS 
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BD 487 
BD 483 


15 


Temperaturabhängigket der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pot =fM Ucr =0 -12,5 V 
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150°C 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
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Zulässiger Betriebsbereich 
A %R225°C;D=0 


BD 487 
BD 483 


A Kollektorstrom Ic = f (Use) 
4 -Uce = 0,7 V; Tg = 25°C 
1) 


Ic 


0 05 10 15V 


Stromverstärkung 3 = f (Ic) 
-Uce = 0,7 V; Tg = 25°C 


10 
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Aa Sättigungsspannung Vessa = f (lc) 
0? B = 20; Ta = 25°C 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor 


BD 524 


BD 524 ist ein epitaktischer Si-NPN-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 12 A3 


DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). 


Er eignet sich besonders als Treiber-Transistor in Horizontalablenkstufen in Fernseh- 
geräten, sowie für universelle Anwendung bei höheren Sperrspannungen. 


Typ Bestellnummer 
BD 524 062702-D905 
Federscheibe 

AS DIN 137 062902-B63 


Glimmerscheibe|062902-B62 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg <25 °C) 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


Gewicht etwa 0,5 g 


1,25min 
3 


Maße in mm 


Transistorbefestigung mit M3 Schraube 


Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm 


Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden. 


0,8 

1 

100 

150 

55 bis 125 
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BD 524 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uce = 140 V) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucg = 140 V; Tu = 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Ues =5V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 50 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Je =1uA) 

Stromverstärkung 

(Ic = 100 mA; Uce = 1V) 

(Ic = 200 mA; Uce = 1V) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 

(Ic = 200 mA; Uce = 1 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 300 mA; Ig = 30 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 300 mA; Ig = 30 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Ic = 10 mA; Uce = 5 V; f= 20 MHz) 
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Icso 
Icso 
Ieso 
Ulsr)cEo 
Ulsrjces 
U(8RJEBO 


B 
B 


Uge 
Ucesat 


Ug Esat 


fr 


<100 


<10 


<10 


> 100 


>160 


>5 


>40 
>20 


<1,3 


<1 


<14 


100 


MHz 
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NPN-Silizium-Epibasis-Transistoren 


BD 611 
BD 613 


BD 615 
BD 617 
BD 619 


BD 611, BD 613, BD 615, BD 617 und BD 619 sind NPN-Silizium-Epibasis-Leistungs- 
transistoren im Kunststoffgehäuse = TO-202. Der Kollektor ist mit der metallischen 
Montagefläche leitend verbunden. Die Transistoren sind vor allem für Gegentakt-Endstufen, 
Treiberstufen sowie für allgemeine NF-Anwendungen geeignet. Als Komplementärtypen 
hierzu sind die PNP-Transistoren BD 612, BD 614, BD 616, BD 618 und BD 620 vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 
BD 611 062702-D946 
BD 613 062702-D948 
BD 615 062702-D950 
BD 617 062702-D952 
BD 619 062702-D954 
& 
Ei 


38:02 


Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 

(t<11 ms) 
Emitter-Spitzenstrom 

(t<10 ms) 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 
(Tss25 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht- 
Montagefläche 


Typ 


Bestellnummer 


BD 611/BD 612 gep. 
BD 613/BD 614 gep. 
BD 615/BD 616 gep. 
BD 617/BD 618 gep. 
BD 619/BD 620 gep. 


062702-D1103 
062702-D1104 
062702-D1105 
062702-D1106 
062702-D1107 


217202 
Gewicht etwa 15 g Maße inmm 
BD 611|BD 613|BD 615| BD 617|BD 619 

Ten 007 re, Ta ln 
Uceo 22 32 45 60 80 V 
Uces |22 32 45 60 80 V 

cBo 22 32 45 60 80 V 
Ueso 5 5 5 5 5 V 
Ic 4 4 4 4 4 A 
Icm 7 7 7 7 7 A 
JEM 7 7 7 7 7 A 
Is 1 1 1 1 1 A 
T; 150 150 150 150 150 °C 
Ts -55 bis +150 ie 
Prot 15 15 15 15 18 W 
Rınsu  |362,5 |s62,5 |s62,5 |s62,5 |s62,5 |K/w 
Rınys s8,3 s8,3 s8,3 s8,3 <s8,3 K/w 


Vx 


Statische Kenndaten (7, = 25°C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruch- 

spannung (Ic = 100 mA) Uerjceo V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 

spannung (/c = 100 uA) Usrces|> 22 |>32 |>45 |>60 |>80 |V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 

spannung (/c = 100 uA) Usrcaol> 22 [>32 |>45 |>60 |>80 |V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 

spannung (/e = 1 mA) Uarıeso | > 5 >5 >5 >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 22 V) Icso < 100 |- - = - uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 32 V) Icso - <100 |- _ - nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uca = 45 V) Icso _ - <100 |- - uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 60 V) Icso - ._ < 100 |- A 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 80 V) Icso - - - - < 100 [A 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ua 10V; Tu = 150°C) Icso <1 <1 <1 <1 <1 mA 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = Ucsmax; Tu = 150°C) Icso <3 <3 <8 <,S <3 mA 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 

(Ice= 2A; Uc=1V) Use <1,1 |<1,1 |<1,2 |\<15 |<15 |V 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 

lUe= 3A; Uc-=1V) Use - _ <1,3 |<1,6 |<1,6 |V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 

spannung (/c = 2A)!) Vers |<0,8 |<0,8 |- - - V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 

spannung (/c=2A;1s=0,2A) Ucsa |<0,5 |<0,5 |<0,6 |<0O,8 |<O,8 |V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 

spannung(/c= 3A; 1/3 =0,3A) Ucesa |- _ <0,7 |<0,9 |<0,9 |V 
Stromverstärkung 

le = 10 mA; Uc =5V) B >40 |>40 |>30 |>20 |>15 |- 
(Ic = 500 mA; Ve = 1V) B >85 |>85 |>85 |>40 |>40 |- 
(Ic=2A; Uece=1V) B >50 I>50 |>40 I>25 I>15 |- 


1) Für die Kennlinie /; = konstant, die durch den Punkt I. = 2,2, A und Uce = 1V geht. 
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BD 613 

BD 615 
BD 617 
BD 619 

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 

BD611 | BD613 | BD615 | BD617 | BD619 

Transitfrequenz r 

(Ic = 0,25 A; Uce =1V; 

f = 1 Mhz) fr >3 >3 >3 >3 >3 MHz 

Grenzfrequenz 

in Emitterschaltung 

(Ic = 0,25 A; Uce =1V) fr >20 >20 >20 >20 >20 kHz 
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Vx 


428 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pat) 
20 


10 


0 50 100 150°C 


Zulässiger Betriebsbereich /. = f (U.e); 
Ts225°C;D=0 
BD 611, BD 613, BD 615 


BD 611 
BD 613 
BD 615 
BD 617 
BD 619 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


ZwG = (7) 
JG 


106 10° 10* 10? 102 107 100 A0ls 


——eT 


Zulässiger Betriebsbereich /. = f (U.:) 
Ts 225 °C;D=0 


A BD 617, BD 619 
10 
Ic — 
| 1 =100ms 
W 
— 1 270 
10° ms 
0,001 65 
37 
[9,01 
Im 15 
4 
10 gu 1 
Eee 
10 
400 
10? - 
0" 10 10! 102 V 


Vx 


PNP-Silizium-Epibasis-Transistoren 


BD 612 
BD 614 


BD 616 
BD 618 
BD 620 


BD 612, BD 614, BD 616, BD 618 und BD 620 sind PNP-Silizium-Epibasis-Leistungs- 
transistoren im Kunststoffgehäuse = TO-202. Der Kollektor ist mit der metallischen 
Montagefläche leitend verbunden. Die Transistoren sind vor allem für Gegentakt-Endstufen, 
Treiberstufen sowie für allgemeine NF-Anwendungen geeignet. Als Komplementärtypen 
hierzu sind die NPN-Transistoren BD 611, BD 613, BD 615, BD 617 und BD 619 vorgesehen. 


Typ | Bestellnummer 
BD 612 062702-D947 
BD 614 062702-D949 
BD 616 062702-D951 
BD 618 062702-D953 
BD 620 062702-D955 


Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
(t<11 ms) 
Emitter-Spitzenstrom 

(t<10 ms) 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 
(Tg225 °C; Uces12 V) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht- 
Montagefläche 


Renyu 


RenyG 


Typ 


Bestellnummer 


BD 612/BD 611 gep. 
BD 614/BD 613 gep. 
BD 616/BD 615 gep. 
BD 618/BD 617 gep. 
BD 620/BD 619 gep. 


062702-D1103 
062702-D1104 
062702-D1105 
062702-D1106 
062702-D1107 


45:0) 


217202 


Gewicht etwa 15 g Maße inmm 
BD 612|BD 614| BD 616/BD 618|BD 620 
22 32 45 60 80 V 
22 32 45 60 80 V 
22 32 45 60 80 V 
5 5 5 5 5 V 
4 4 4 4 4 A 
7 7 7 7 7 A 
7 7 7 7 7 A 
1 1 1 1 1 A 
150 150 150 150 150 °C 
-55 bis +150 °C 
15 15 15 15 15 w 
<62,5 62,5 | s62,5 62,5 62,5 |K/W 
<8,3 <s8,3 <s8,3 s8,3 <s8,3 K/Ww 
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Vx 


BD 614 
BD 616 
BD 618 
Statische Kenndaten (7; = 25°C) BD 620 
_|BD612 BD 614 | BD 616 | BD 618 | BD 620 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/c = 100 mA) -Usrcco) >22 >32 |>45 |>60 |>80 |V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/. = 100 uA) -Usnce|> 22 |>32 |>45 |>60 |>80 |V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-/c. = 100 uA) -Usrcac|>22 |>32 |>45 |>60 |>80 |V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ie =1 mA) —U srjEBo >5 >5 >5 >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ues = 22 V) -Icso <100 |- rn = = nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 32 V) —Icso - <100 |- - - uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs =45 V) -Icso ms = < 100 |- = uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 60 V) -Iceo - _ = < 100 |- uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 80 V) —Icso - _ = - < 100 |uA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 10V; Tu = 150°C) -Icso <1 <1 <1 <1 <1 mA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ues = Ucama; Tu = 150°C) -Icso <3 <3 <3 <3 <3 mA 
Basis-Emitter-Durchlaß- 
spannung 
(-Ice = 2A; -Uce = 1V) Use <1,1 |<1,1 |<1,2 |\<15 |<1,5 |V 
Basis-Emitter-Durchlaß- 
spannung 
(-Ice = 3A; -Uce = 1V) Use - - <1,3 I|<16 |<1,6 |V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (-/. = 2 A)!) -UVUessa |< 0,8 |<O0,8 |- - - V 
Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
(-Ic = 2A; -Ig = 0,2 A) -Ucsa |<05 |<0,5 |<0,6 |<0,8 |<O,8 |V 
Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
(-Ic = 3A; -Is = 0,3 A) Ucesa |- - <0,7 |<0,9 |<0,9 |V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 10 mA; -Uxec =5V) B >40 |>40 |>30 |>20 |>15 |- 
(-Ice = 500 mA; -Uee = 1 V)2) B >85 |>85 |>85 |>40 |>40 |- 
(-Ice = 2A; -Ue = 1V) B >50 |>50 |>40 |I>25 |>15 |- 


!) Für die Kennlinie /, = konstant, die durch den Punkt /c = 2,2 A und Uce = 1 V geht. 
2) Mit BD 611, BD 613, BD 615, BD 617 und BD 619 gepaart lieferbar. Paarungsbedingungen 33/5, S 1,41. 
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Vx 


BD 612 
BD 614 


Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Transitfrequenz 


BD 616 
BD 613 
BD 620 


|BD 612|BD 614 |BD 616|BD 618|BD 620] 


(-Ic = 0,25 A; -Uce = 1V; 
f= 1 MHz) 

Grenzfrequenz 

in Emitterschaltung 

(-Ic = 0,25 A; -Uce= 1V) 


e. 


= 


ß 


>3 >3 >3 >3 >3 MHz 


>20 >20 >20 >20 >20 | kHz 
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Vx 


BD 612 


BD 614 
BD 616 
BD 618 
BD 620 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Z 16 = 0) 
W Pr FIN; Uce = 0-12 V R us 
20 ? 


10 
{) 50 100 150°C 106 10° 10* 10? 102 107 10% 70! 
—-7T —- 
Zulässiger Betriebsbereich /. = f (Uc.); Zulässiger Betriebsbereich /. = f (Uc.) 
T,325°C;D=0 T,8225 °C;D=0 


BD 612, BD 614, BD 616 BD 618, BD 620 


Ba\ 

N \ N 
I TAN IN 
AAN RUNN 


\N 
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s 


Vx 


NPN-Silizium-Darlingtontransistoren 


BD 643 
BD 645 


Epibasis-Darlington-Leistungstransistoren (62,5 W) 


BD 643, BD 645, BD 647 und BD 649 sind monolitische NPN-Silizium-Epibasis-Darling- 
ton-Leistungstransistoren mit Diode und Widerständen im Kunststoffgehäuse TO-220AB 
(TOP-66). Die Kollektoren der zwei Transistoren sind mit der metallischen Montagefläche 
verbunden. Diese Darlingtontransistoren für NF-Anwendungen zeichnen sich durch beson- 
ders hohe Stromverstärkung aus und sind speziell für komplementäre NF-Gegentaktend- 
stufen zusammen mit BD 644, BD 646, BD 648 und BD 650 geeignet. 


Typ 


Bestellnummer 


BD 643 

BD 643/BD 644 
BD 645 

BD 645/BD 646 
BD 647 

BD 647/BD 648 
BD 649 

BD 649/BD 650 
Isoliernippel 
Glimmerscheibe 
Federscheibe 
A3DIN 137 


062702-D229 
062702-D235 
062702-D231 
062702-D236 
062702-D233 
062702-D237 
062702-D374 
062702-D376 
062901-B55 

Q62901-B52 


062902-B63 


Maßbildänderung in Vorbereitung! 


Grenzdaten 


BD 647 


BD 649 


Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 


Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Basis-Emitter-Sperrspannung 


Kollektorstrom 


Kollektor-Spitzenstrom (t < 10 ms) 


Basisstrom 


Lagertemperatur 


Maximale Sperrschicht- 


temperatur 


Gesamtverlustleistung 
(Tg < 25 °C, Uce <10 V) 


Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht — Luft 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse‘) 


1) Für isolierte Montage: Bei Verwendung der Glimmerscheibe 
062901-B55 erhöht sich dieser Wert um 4 K/W, bei Verwen 


Gewicht etwa 18 g Ma 
BD 643 |BD 645 | BD 647 | BD 649 
45 60 80 100 
Ucseo |45 60 80 100 
Uso |5 5 5 5 
Ic 8 8 8 8 
Icm 12 12 12 12 
I 150 150 150 150 
Ts -55 bis 150 
T; 150 150 150 150 
Prot 62,5 62,5 62,5 62,5 
Rıyu | = 80 <80 s80 s80 
Russ |=2 <2 <2 <2 


K/W 
K/Ww 


0 62901 - B 52 (50-901m) und des Isoliernippels 
dung von Wärmeleitpaste um 2 K/W. 
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Vx 


BD 643 


BD 645 
BD 647 
BD 649 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
BD 643 | BD 645 | BD 647 | BD 649 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = Ucgmax) Io |<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 mA 
(Ucg = Ucgmax; Ty = 100 °C) Icso <.2 <2 <2 <2 mA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax) Iceo <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 mA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =5V) Iso |<5 <5 <5 <5 mA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 mA) Urjceo | > 45 > 60 <80 >100 |V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (/E = 5 mA) Usrjco | > 45 >60 >80 > 100 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (/E = 2 mA) U:arjcpo | > 5 >.5 >5 >5 V 
Stromverstärkung 
(Ice =0,5A,Uce=3V) B 1500 1500 1500 1500 - 
(Ic = 3A,Uce = 3V) B > 750 |» 750 > 750 >750 |- 
(Ic=6A,Uce=3V) B 750 750 750 750 - 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
UIc=3A,Uce=3V) Use <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(Ice = 3A, Ig = 12 mA) Ucesat |< 2 <2 <2 <2 V 
Durchlaßspannung der 
Schutzdiode bei F = 3A Ur 1,8 1,8 1,8 1,8 V 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 3A, Uce = 3V, f=1Mhz) fr 7(>1) 7(>1) 7(>1) 7(>1) MHz 
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) 
(Ice = 3A; Uce = 3V) fg 60 60 60 60 kHz 


!) t=200 us, Tastverhältnis 1%. 
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Vx 


BD 643 


Aut 


Ir 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 


Pisr=f (Te); Uce = Parameter 


BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 


TT 


UngzD bis 20V 


Zulässiger Betriebsbereich 


Ic=Ff (Uce), Ta =25 °C, v= 0,01 
BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 
III | Ill 
RN 
ms 
0.003 
S FH 
3 \ 0.0 
IN! 
| an N." 
1000 
1 0. 500 
HH er 03 300 
V=00 200 
1,=25°C 
— 0 100 
s 50 
B0645646 nr 
B0647,548 Mn 
80649,550 0 
10’ 0 1 10’v 
—lse 


Anıt 


—u 


BD 645 
BD 647 
BD 649 
Zulässige Impulsbelastbarkeit 
K fmos = f (t); v = Parameter 
Ww BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 
10 FM m FH 
I 
ll [till 
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10 FESEHHN Hl Hi 
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Stromverstärkung 3 =f (Ic) 
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* EEHHEFHHNEFFER 
HH il 
HH ll 
wer HH 1 
ii 1 4 
MEINE 
HH 
1 
10? [| tllıl 
10 10: 0° 10' mA 
sl 
435 


I 


Kollektorstrom I. =f 
Uce=3V;T,=25°C 
mA BD 643, BD 6486, 


(Ure) 
BD 647, BD 649 


j=== 


=; = 
222 
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—olg 


BD 643 
BD 645 
BD 647 
BD 649 


Sättigungsspannung Ucesat = f (Ic) 
B8=250; 7, =25 °C 
mA BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 


a > 


Ic 


Vx 


PNP-Silizium-Darlingtontransistoren BD 644 


BD 646 


BD 648 
BD 650 


Epibasis-Darlington-Leistungstransistoren (62,5 W) 


BD 644, BD 646, BD648 und BD 650 sind monolitische PNP-Silizium-Epibasis-Darlington- 
Leistungstransistoren mit Diode und Widerständen im Kunststoffgehäuse TO-220AB 
(TOP-66). Die Kollektoren der zwei Transistoren sind mit der metallischen Montagefläche 
verbunden. Diese Darlingtontransistoren für NF-Anwendungen zeichnen sich durch beson- 

ders hohe Stromverstärkung aus und sind speziell für komplementäre NF-Gegentaktend- 
stufen zusammen mit BD 643, BD 645, BD 647 und BD 649 geeignet. 


Typ 


— 


Bestellnummer 


BD 644 

BD 644/BD 643 gep. 

BD 646 

BD 646/BD 645 gep. 

BD 648 

BD 648/BD 647 gep. 
“ BD 650 

BD 650/BD 649 gep. 

Isoliernippel 

Glimmerscheibe 

Federscheibe 

A3DIN 137 


Maßbildänderung in Vorbereitung! 


062702-D230 
062702-D235 
062702-D232 
062702-D236 
062702-D234 
062702-D237 
062702-D375 
062702-D376 
062901-B55 

062901-B52 


062902-B63 


Gewicht etwa 18 9 Maße in mm 

Grenzdaten BD 644 | BD 646 |BD648 | BD 650 
N _—- 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo | 45 60 80 100 V 
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucpo | 45 60 80 100 V 
Basis-Emitter-Sperrspannung —Ueso | 5 5 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 8 8 8 8 A 
Kollektor-Spitzenstrom (t<10 ms) -Icm | 12 12 12 12 A 
Basisstrom RB 150 150 150 150 mA 
Lagertemperatur Ts -55 bis 150 °C 
Maximale Sperrschicht- 
temperatur T, 150 150 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Tg < 25 °C, -Uce < 10 V) Prgt 62,5 62,5 62,5 62,5 W 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht — Luft Rınuu | s80 <80 <s80 <80 K/w 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse?) Riss | 82 <2 82 s2 K/Ww 


1) Für isolierte Montage: Bei Verwendung der Glimmerscheibe Q 62901 - B 52 (50-90 um) und des Isoliernippels 
0.62901-B55 erhöht sich dieser Wert um 4 K/W, bei Verwendung von Wärmeleitpaste um 2 K/W. 
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Vx 


BD 644 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = Ucamax) 

(Ucg = Ucamax; Tu = 100 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =5V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch 
spannung (Ic = 100 mA) ) 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (/£ = 5 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (/E =2 mA) 


Stromverstärkung 

(-Ic =05A,; —UceE =3 V) 
(-Ie = 3A; -Uce = 3V) 
(-Ic=6A; -Uce=3V) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic = 3A; -Uce = 3V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 

(-Ic =3A; -Ip = 12'mA) 
Durchlaßspannung der 
Schutzdiode bei F = 3A 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 


Transitfrequenz 

(-Ic = 3A; -Uce = 3V, f=1MHz) 
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) 
(-Ic = 3A; -Uce = 3V) 


1) t= 200 us, Tastverhältnis 1%. 
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-Ic8o 
-Icso 


-Iceo 
-IEBo 
-U(ßr)cEo 
-U(BR)CBO 


-U(BRJEBO 


u u wm 


-UBe 


—Ucesat 


Ur 


°C) 
fr 


fp 


BD 644 


<0,2 
<2 


<0,5 
<5 
>45 
>45 
>5 
1500 
> 750 
750 


2,5 


2 


1,8 


7(>1) 


60 


BD 646 


<0,2 
<2 


<0,5 
<5 
>60 
>60 
>5 
1500 
> 750 
750 


<2,5 


<2 


1,8 


761 


60 


BD 646 

BD 648 

BD 650 
BD 648 | BD 650 
<0,2 <0,2 mA 
<2 <2 mA 
<0,5 <0,5 mA 
<5 <b mA 
>80 >100 |V 
> 80 >100 |V 
>5 >5 V 
1500 1500 = 
>1750.|> 750 |- 
750 750 = 
<2,5 <2,5 V 
<2 <2 V 
1,8 1,8 V 
7(>1) |7(>1) |MHz 
60 60 kHz 


Vx 


BD 644 
BD 646 


Pot 


I 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pix =f (To); Uce = Parameter 


BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 


| Aus 
Urg:0 bis 20V 


Zulässiger Betriebsbereich 


Ic =f (Uce), Ta = 25 °C, v= 0,01 
A BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 
10? SEE = H 
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ms TI 
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BD 650 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


K funse =f (0; v= Parameter 
W BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 
! m 
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Stromverstärkung 3 =f (Ic) 
Ucr=3V; Ta =25°C 
BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 


EHHIE 


m 


1 


in 


I 


III 


= 


10 


BD 644 
BD 646 


Kollektorstrom I. =f (Uge) 
-Uce=3V; T,=25 °C 
mA BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 


"eo Si Ä 


FE: ——: 


440 


BD 648 
BD 650 


Sättigungsspannung Ucesa=f(Ie) 


B=250; 7, =25 °C 


BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 
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Vx 


NPN-Silizium-Darlingtontransistoren BD 675 
BD 677 
BD 679 


Epibasis-Darlington-Leistungstransistoren (40 Ww) 


BD 675, BD 677 und BD 679 sind monolithische NPN-Silizium-Epibasis-Darlington- 
Leistungstransistoren mit Diode und Widerständen im Kunststoffgehäuse 12 A 3 DIN 
41869, Blatt 4 (TO-126). Die Kollektoren der zwei Transistoren sind mit der metallischen 
Montagefläche leitend verbunden. Diese Darlingtontransistoren für NF-Anwendungen 
zeichnen sich durch besonders hohe Stromverstärkung aus und sind speziell für NF- 
Komplementär-Gegentakt-Endstufen zusammen mit BD 676, BD 678 und BD 680 für 
Farbfernseh-Korrekturstufen geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BD 675 062702-D238 
BD 677 062702-D240 
BD 679 062702-D242 


BD 675/BD 676 gep. | 062702-D244 
BD 677/BD 678 gep. | 062702-D245 
BD 679/BD 680 gep. | 062702-D246 


Glimmerscheibe 062902-B62 
Federscheibe 062902-B63 
A3DIB 137 
Si 

Gewicht etwa 0,5g Maße in mm 

Grenzdaten BD 675 BD 677 BD 679 
tt En 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 45 60 80 V 
Basis-Emitter-Sperrspannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom I 4 4 4 A 
Kollektor-Spitzenstrom (t<1ms) Icm 7 7 7 A 
Basisstrom I 0,1 0,1 0,1 A 
Lagertemperatur Ts -55 bis 150 °C 
Maximale Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Te & 25 °C; Uce S 20 V) Prot 40 40 40 W 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht — Luft Rınyu < 100 < 100 < 100 K/w 
Kollektor-Sperrschicht - Gehäuse Rtnug") < 3,12 < 3,12 < 3,12 K/W 


1) Befestigung mit M3-Schraube, Anzugsdrehmoment Ma S 0,5 bis 0,8 Nm. Bei Isolation mit 50 u starker Glimmer- 
scheibe erhöht sich der Wärmewiderstand ungefettet um 8 K/W und gefettet um 4K/W. Unter dem Schrauben- 
kopf ist eine Unterlegscheibe oder Federscheibe vorzusehen. 
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Vx 


BD 675 


BD 677 

BD 679 
Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 

BD 675 | BD 677 BD 679 E 

Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = UcBmax) Icso <0,2 <0,2 <0,2 mA 
(Usc m UcBmax’ Ty = 100 °C) IcBo <2 <2 <2 mA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax) Iceo <.0,5 <0,5 <0,5 mA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =5V) Ieso <5 <5 <5 mA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 mA)?) Uerjceo | > 45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 1mA) Uarjcso | > 45 >60 >80 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (IE = 5 mA) Urjeso | > 5 >5 >5 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 50 mA; Uce = 3 V) B 750 750 750 - 
(Ic =15A;Uce=3V) B > 750 |> 750 (3000) | > 750 (3000) | - 
Ic=4A;Uce=3V) B 1000 1000 1000 - 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(Ic =15A;Uce = 3V) Use <2,5 < 2,5 <2,5 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 1,5 A; Is = 30 mA) Ucesat <2,5 < 2,5 <'2,5 V 
Durchlaßspannung der Schutzdiode 
bei =3A Ur 1,8 1,8 1,8 V 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
le =1,5A;Uce=3V;f=1MHz) fr 7(>1) |7(>1) 7(>1) MHz 
Grenzfrequenz 
(Emitterschaltung) 
(Ic =15A;Uce=3V) fp 60 60 60 kHz 


1) t= 200 us, Tastverhältnis 1%. 
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BD 675 
BD 677 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = (Ta); Uce = Parameter 

BD 675, BD 677 


W 
50 
Pot 
40 
30 
20 
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Zulässiger Betriebsbereich I. =f (Uce) 
v= 0,01; 74 =25 °C 
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BD 679 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Poxr=f (Te); Ucz = Parameter 


W BD 679 
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Zulässiger Betriebsbereich Ic =f (Uce) 
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BD 675 


BD 677 
BD 679 
Impulswärmewiderstand Stromverstärkung 3 =f (I.) 
Funsc = F (t); v= Parameter sure3y 
BD 675, BD 677, BD 679 BD 675, BD 677, BD 679 
Ä 
10 m AH=EEERRHSEREN FE 10° r MH 
Inlimmann| 1 | Il 
K EV=10 ! jEN 
W B L 
[05 B 150°C 
10° ; Hl | | 
R Er 0 
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1 008 3 50°C, 
01 BE: ll 1) 
>77 ie SEN FEFHINSH Hit 
0,005 tk IE Hl 
02 T R— T — 
[= Hi Er tt Hl 
ii ii 
EB = Eli) Bi i u 
il Frl III | mil 
103 | ll oe 1 BRRBLLN all) 
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Kollektorstrom Ic =f (Ua) 
-Uce=3V; T,=25 °C 


mA BD 675, BD 677, BD 679 
108 ST 7 = 
m =E 
I; je ==] 
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10 = = 
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10 = 
10 
0 2 3V 
> Upr 
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Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
8=100; 7, =25 °C 
mA BD 675, BD 677, BD 679 


k 
eat 


10? 


III 


w 


16V 


Vx 


PNP-Silizium-Darlingtontransistoren BD 676 
BD 678 
BD 680 


Epibasis-Darlington-Leistungstransistoren (40 W) 


BD 676, BD 678 und BD 680 sind monbolithische PNP-Silizium-Epibasis-Darlington- 
Leistungstransistoren mit Diode und Widerständen im Kunststoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869, 
Blatt 4 (TO-126). Die Kollektoren der zwei Transistoren sind mit der metallischen Montage- 
fläche leitend verbunden. Diese Darlingtontransistoren für NF-Anwendungen zeichnen sich 
durch besonders hohe Stromverstärkung aus und sind speziell für NF-Komplementär- 
Gegentakt-Endstufen zusammen mit BD 675, BD 677 und BD 679 für Farbfernseh- 
Korrekturstufen geeignet. 


Typ Bestellnummer 

BD 676 062702-D239 

BD 678 062702-D241 

BD 680 062702-D243 

BD 676/BD 675 gep. | 062702-D244 2] 

BD 678/BD 677 gep. | 062702-D245 E Fr } 

BD 680/BD 679 gep. | 062702-D246 A ®; u 

Glimmerscheibe 062902-B62 Se 

Federscheibe 062902-B63 KEN Fe Bel 

A3 DIN 137 Ar iE, 

ae 

Gewicht etwa 0,5g Maße in mm 

Grenzdaten BD 676 |BD 673 BD 680 

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 45 60 80 V 

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 45 60 80 V 

Basis-Emitter-Sperrspannung --UEBo 5 5 5 V 

Kollektorstrom -Ic 4 4 4 A 

Kollektor-Spitzenstrom (t<1ms) - -Icm 7 7 7 A 

Basisstrom I 0,1 0,1 0,1 A 

Lagertemperatur Te -55 bis 150 °C 

Maximale Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 

Gesamtverlustleistung 

(Tg x 25 °C; -Uce & 20 V) Ptot 40 40 40 w 

Wärmewiderstand 

Kollektor-Sperrschicht — Luft Rınsu < 100 < 100 < 100 K/W 

Kollektor-Sperrschicht - Gehäuse Rınyg”) < 3,12 < 3,12 < 3,12 K/W 


1) Befestigung mit M3-Schraube, Anzugsdrehmoment Ma S 0,5 bis 0,8 Nm. Bei Isolation mit 50 u starker Glimmer- 
scheibe erhöht sich der Wärmewiderstand ungefettet um 8 K/W und gefettet um 4 K/W. Unter dem Schrauben- 
kopf ist eine Unterlagscheibe oder Federscheibe vorzusehen. 
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Vx 


BD 676 


BD 678 

BD 680 
Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 

BD 676 | BD 678 BD 680 

Kollektor-Basis-Reststrom I 
(-Ucg = Ucamax) -Icgo <0,2 <0,2 <0,2 mA 
(-Usc = UcBmax, Tu = 100 °C) -IcBo <2 <2 <2 mA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 0,5 Ucemax) -Iceo <0,5 <0,5 <0,5 mA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ugs =5V) -IEBo <5 <b <5 mA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/c = 100 mA) -Urjceg > 45 >60 >80 V 
Koliektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-Ic =1mA) -Uierjcpo| > 45 >60 >80 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (IE = 5 mA) -Uarjeso | > 5 >:5 >5 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 50 mA; -Uce = 3 V) B 750 750 750 - 
(-Ic =1,5 A; -Uce = 3V) B > 750 |< 750(3000) | > 750 (3000) | — 
(-Ic = 4A; -Uce = 3 V) B 1000 1000 1000 - 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ie =1,5 A; -Uce = 3V) —Uße <2,5 <2,5 <2,5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(-Ic = 1,5 A; -Is = 30 mA) -Ucesat |< 2,5 <2,5 < 2,5 V 
Durchiaßspannung der Schutzdiode 
beif=3A Ur 1,8 1,8 1,8 V 
Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ice= 2A; -Uce =3V;f=1MhHz) fr >1 >1 >1 MHz 
Grenzfrequenz 
(Emitterschaltung) 
(-Ic =15 A; -Uce = 3V fg 60 60 60 kHz 


1) t= 200 us, Tastverhältnis 1%. 
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BD 676 


BD 678 
BD 680 
Temperaturabhängigkeit der Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por =F (Te); Uce = Parameter Prior =F (Ta); Uce = Parameter 
W BD 676, BD 678 BD 680 
W 
50 50 
7 r 


Prot R 
Use =0 bis 20V 
| 40 LE 


20 


0 
0 50 100 150°C 0 50 100 150°C 
— ——en, 
Zulässiger Betriebsbereich Ic =f (Uce) Zulässiger Betriebsbereich I. =f (Uce) 
v= 0,01; 7, =25 °C v=0,01; 7, =25 °C 
A BD 676, BD678 1 BD680 
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BD 676 


mA 
10! 


I 
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Impulswärmewiderstand 
Funus = (D); v= Parameter 
BD 676, BD 678, BD 680 


TTH 


ai 


Hi IHN 


T 


Bi 


05 10% 


Kollektorstrom Ic =f (Use) 
-Ucer=3V; T,=25 °C 
BD 676, BD 678, BD 680 


005 


= 


BE 


3V 


BD 678 
BD 680 
Stromverstärkung 3 =f (I.) 
-Uc=3V 
BD676, BD 678, BD 680 
. EFRHESFEFFEH 
8 IL 
150°C 
| | 
25°Cy \\ 
50° 
10° H 
In | H 
Hull 
2 
) En 
I) 0? 0? 0'mA 
It 
Sättigungsspannung Ucesar=f (Ic) 
B=100; T,=25 °C 
mA BD 676, BD 678, BD 680 


Li 
HH 
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08 12 16V 
U sat 


NPN-Silizium-Transistoren 


BD 825 
BD 827 


für NF-Treiber- und Endstufen mittlerer Leistung 


BD 825, BD 827 und BD 829 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im 
Kunststoffgehäuse = TO-202. Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche des 
Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders in Verbindung mit BD 826, 
BD 828 und BD 830 als komplementäre Transistorpaare für Treiberstufen in NF-Verstärkern 
mit hohen Ausgangsleistungen verwendbar. 


Typ | Bestellnummer 
BD 825 062702-D968 
BD 825-6 062702-D932 
BD 825-10 062702-D933 
BD 825-16 062702-D934 
BD 827 062702-D970 
BD 827-6 062702-D938 
BD 827-10 062702-D939 
BD 829 062702-D972 
BD 829-6 062702-D942 
BD 829-10 062702-D943 
BD 825/BD 826 gep. | Q62702-D1110 
BD 827/BD 828 gep. | 062702-D1111 
BD 829/BD 830 gep. | 062702-D1112 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
(Rge 1 kQ) 
Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektor-Spitzenstrom 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg<25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht- 
Transistorgehäuseboden 


BD 829 


Gewicht etwa 15 g 


21,702 


45:0 


Maße inmm 


Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 


BD 825 


38:02 


p% 


En 
N 
o 


BD 827 | BD 829 
tt _ 
= 100 V 
60 = V 
60 80 V 
5 5 V 
2 2 A 
1,5 1,5 A 
0,2 0,2 A 
150 150 °C 
-55 bis +125 °C 
8 8 W 
62,5 s62,5 K/w 
<15 <15 K/w 
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Vx 


BD 825 
BD 827 
BD 829 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Die Transistoren BD 825, BD 827 und BD 829 werden bei Ucg = 2 V nach der statischen 


Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normreihe gekennzeichnet. 


B-Gruppe | 6 10 16 
Typ BD 825 BD 825 BD 825 BD 825 
BD 827 BD 827 = BD 827 
BD 829 BD 829 - BD 829 
(mA) Ic/Is Ic/Ig Ic/Ig (V) 
5 >25 >25 25 = 
150 63 (40 bis 100) 100 (63 bis 160) 160 (100 bis 250) | - 
500 >25 >25 >25 1,2 
— 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD 825 | BD 827 | BD 829 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 500 mA; /3 =50 mA) Ucgsat <0,5 <0,5 <0,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uce = 30V) IcBo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 30 V; Ty = 125 °C) Ic8o s10 s10 s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Up =5V) IEBo s10 s10 s10 uA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Iceo = 50 mA) U(BR)CEO >45 >60 >80 V 
Paarungsbedingungen Bi 
(Ic = 150 mA; Uce = 2V) Ba <1,41 s1,41 <1,41 — 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ic = 50 mA); 
Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr >50 >50 >50 MHz 
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BD 825 
BD 827 


Ic 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pıoı=flTe) 
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Zulässiger Betriebsbereich 
A Ic = fWUee)i Te = 25 °C;D =0 
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BD 829 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


v2 
I) 
106 10° 10* 10? 102 10" 10° A0's 


—-7T 


Kollektorstrom I. = f (Uge) 
U.e = 2 V; T, = Parameter 
mA (Emitterschaltung) 
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Fi — Yitelwerte = 
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Vx 


StromverstärkungB = f (I.) 
Uce = 2 V; T, = Parameter 
BD 825-10, BD 827-10, BD 829-10 


Sättigungsspannung U... =fÜI.) 
B = 10; T,, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA BD 825, BD 827, BD 829 
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BD 825 
BD 827 
BD 829 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /!cg3o = F (Tu) 


nA BD 825, BD 827, BD 829 
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Sättigungsspannung U ge... = f (Ic) 
B = 10; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 


mA BD 825, BD 827, BD 829 
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Vx 


BD 825 
BD 827 


Ausgangskennlinien Ic = f (Uce) 
I,= Parameter 


mA BD 825, BD 827, BD 829 
u 0m 
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Ausgangskennlinien /. = f (U.e) 
Ig = Parameter 


j\ BD 825, BD 827, BD 829 
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BD 829 


Ausgangskennlinien /.=f(Uce) 
I, = Parameter 
mA BD 825, BD 827, BD 829 


80mA 


k 


Transitfrequenz f; =f(I.) 
(Uce =10V) 
MHZ BD 825, BD 827, BD 829 


10° 


10° 5; m 5 1? 5 10° mA 


—ale 
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PNP-Silizium-Transistoren BD 826 
BD 823 
BD 830 


für NF-Treiber- und Endstufen mittlerer Leistung 


BD 826, BD 828 und BD 830 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar- Transistoren im 
Kunststoffgehäuse = TO-202. Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche des 
Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders in Verbindung mit BD 825, 
BD 827 und BD 829 als komplementäre Transistorpaare für Treiberstufen in NF-Verstärkern 
mit hohen Ausganggsleistungen verwendbar. 


Typ Bestellnummer 

BD 826 062702-D969 

BD 826-6 062702-D935 

BD 826-10 062702-D936 

BD 826-16 062702-D937 

BD 828 062702-D971 

BD 828-6 062702-D940 

BD 828-10 062702-D941 

BD 830 062702-D973 

BD 830-6 062702-D944 Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
BD 830-10 062702-D945 & 
BD 826/BD 825 gep. | 062702-D1110 A 
BD 828/BD 827 gep.| 062702-D1111 

BD 830/BD 829 gep. | Q62702-D1112 


38:02 


Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten BD 826 | BD 828 | BD 830 
Kollektor-Emitter-Spannung 

(Rge s1kQ) —Ucer | — = 100 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo | 45 60 = V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 45 60 80 V 
Emitter-Basis-Spannung -Usso |5 5 5 V 
Kollektor-Spitzenstrom =IcM 2 2 2: A 
Kollektorstrom -Ic 1,5 1,5 1,5 A 
Basisstrom -R 0,2 0,2 0,2 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur T, -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 8 8 8 W 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft Rthsu <62,5 s62,5 <s62,5 K/w 
Kollektorsperrschicht- 

Transistorgehäuseboden Rınys s15 s15 <s15 K/Ww 


454 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Die Transistoren BD 826, BD 828 und BD 830 werden bei -Uce = 2 V nach der statischen 
Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normreihe gekennzeichnet. 


BD 826 
BD 828 
BD 830 


B-Gruppe | 6 10 16 

Typ BD 826 BD 826 BD 826 BD 826 
BD 828 BD 823 - BD 828 
BD 830 BD 830 - BD 830 

-Ic B B B -Uge 

(mA) Ic/Ig Ic/Ig Ic/Is (V) 

5 >25 >25 >25 = 

150 63 (40 bis 100) | 100 (63 bis 160) 160 (100 bis 250) = 

500 >25 >25 >25 1,2 

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BD 826 | BD 828 | BD 830 

Kollektor-Emitter-Sättigungs- 

spannung (-Ic=500mA; -/3=50mA) —Ucesat <0,5 <0,5 V 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucg = 30 V) -IcBo <100 <100 <100 nA 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucg = 30 V; Tu = 125 °C) -Icso s10 <s10 nA 

Emitter-Basis-Reststrom 

(-Us=5V) —IEBo s10 <10 nA 

Kollektor-Emitter-Durchbruch- 

spannung (-Icgo = 50 mA) —U(BRICEO >60 >80 V 

Paarungsbedingungen Bı 

(-Ic = 150 mA; -Uce = 2 V) Ba <1,41 <1,41 <1,41 = 

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 

Transitfrequenz (-Ic = 50 mA; 

-Uce = 10 V;f= 100 MHz) fr | >50 >50 MHz 
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Vx 


BD 326 


BD 828 
BD 830 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Z mwıs._ fit 
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Vx 


BD 326 
BD 83283 


1" 


mA 


0 - 


StromverstärkungB = f (I.) 
Uce = 2 V; T,= Parameter 
BD 826-10, BD 828-10, BD 830-10 


Sättigungsspannung Uce... = lc) 
B = 10; T,= Parameter 
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BD 830 


Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /cgo = f{T) 
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Sättigungsspannung Uses. = FÜlc) 
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BD 826 
BD 328 


-I 


Ausgangskennlinien /.=f (U..) 
I,= Parameter 
N BD 826, BD 828, BD 830 
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Ausgangskennlinien /. = UL.) 
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BD 830 


Ausgangskennlinien /.=f(U,.) 
I, = Parameter 
BD 826, BD 828, BD 830 
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NPN-Silizium-Darlingtontransistoren BD 861 
BD 863 
BD 865 


Epibasis-Darlington-Leistungstransistoren (15 W) 


BD 861, BD 863 und BD 865 sind monbolithische NPN-Silizium-Epibasis-Darlington- 
Leistungstransistoren mit Diode und Widerständen im Kunststoffgehäuse = TO-202. 
Die Kollektoren der zwei Transistoren sind mit der metallischen Montagefläche leitend 
verbunden. Diese Darlingtontransistoren für NF-Anwendungen zeichnen sich durch be- 
sonders hohe Stromverstärkung aus und sind speziell für NF-Komplementär-Gegentakt- 
Endstufen zusammen mit BD 862, BD 864 und BD 866 für Farbfernseh-Korrekturstufen 
geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BD 861 062702-D956 
BD 863 062702-D958 
BD 865 062702-D960 
Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
& 
S 
38:02 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 
Grenzdaten BD 861 | BD 863 | BD 865 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 45 60 80 V 
Basis-Emitter-Spannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 4 4 4 A 
Kollektor-Spitzenstrom (t<1 ms) Icm 7 7 7 A 
Basisstrom Is 0,1 0,1 0,1 A 
Lagertemperatur Ts -55 bis 150 °C 
Maximale Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 15 15 15 W 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht-Luft Rınsu 62,5 62,5 62,5 K/w 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse Rınys 8,3 8,3 8,3 K/W 
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BD 861 


BD 863 
BD 865 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD 861 | BD863 | BD 865 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = UcBmax) Icso <0,2 <0,2 <0,2 mA 
(Ugc = UcBmax Ty = 100 °C) IcBo <2 <2 <2 mA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax) Iceo <0,5 <0,5 <0,5 mA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueo =5V) IeBo <5 <5 <5 mA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 mA) UBR)cEO >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 1mA) Urjcro | >45 >60 >80 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (I = 5 mA) Uerjeso | >5 >5 >5 V 
Stromverstärkung 
(Ice =50 mA; Uce = 3V) B 750 750 750 - 
(Ic =15A;Uce=3V) B >750 >750 >750 = 
(3000) (3000) 
(Ic=4A;Uce=3\V) B 1000 1000 1000 - 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(Ice =15A;Uce=3V) ÜBE <2,5 <2,5 <2,5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 1,5 A; IB = 30 mA) Ucesat <2,5 <2,5 <2,5 V 
Durchlaßspannung der Schutzdiode 
bei F=3A Ur 1,8 1,8 1,8 V 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 1,5 A; Uce = 3V; f= 1 Mhz) fr 7(>1) 7(>1) 7(>1) MHz 
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) 
Ic =15A;Uce=3V) fr 60 60 60 kHz 
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BD 861 


BD 863 
BD 865 
Temperaturabhängigkeit der Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pr = FIN; Uc: = Parameter Por = FIN; Uce = Parameter 
BD 861, BD 863 iM) BD 865 


0 50 100 150 °C 
—— T 
Zulässiger Betriebsbereich Zulässiger Betriebsbereich 
Ie= f(Uce); Ts S 25 °C; D = 0,01 Ic = fUce); Tg < 25 °C; D = 0,01 
A BD 861, BD 863 A BD 865 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit 


Zus. =f(T) 
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BD 861 
BD 863 
BD 865 


Vx 


PNP-Silizium-Darlingtontransistoren BD 862 
BD 864 
BD 866 


Epibasis-Darlington-Leistungstransistoren (15 W) 


BD 862, BD 864 und BD 866 sind monbolithische PNP-Silizium-Epibasis-Darlington- 
Leistungstransistoren mit Diode und Widerständen im Kunststoffgehäuse = TO-202. 
Die Kollektoren der zwei Transistoren sind mit der metallischen Montagefläche leitend 
verbunden. Diese Darlingtontransistoren für NF-Anwendungen zeichnen sich durch 'be- 
sonders hohe Stromverstärkung aus und sind speziell für NF-Komplementär-Gegentakt- 
Endstufen zusammen mit BD 861, BD 863 und BD 865 für Farbfernseh-Korrekturstufen 
geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BD 862 062702-D957 
BD 864 062702-D959 
BD 866 062702-D961 
217202 
Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
& 
A 
13,220 8,501 oa 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 
Grenzdaten BD 862 | BD 864 | BD 866 
H ar Zu 

Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucpo | 45 60 80 V 
Basis-Emitter-Spannung -Ueso | 5 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 4 4 4 A 
Kollektor-Spitzenstrom (t<1 ms) -Icm 7 7 7 A 
Basisstrom -R 0,1 0,1 0,1 A 
Laägertemperatur Ts -55 bis 150 °E 
Maximale Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 15 15 15 W 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht-Luft Rthyu 62,5 62,5 62,5 K/W 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse Rırys 8,3 8,3 8,3 K/w 
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Vx 


BD 862 


BD 864 
BD 866 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD 862 | BD 3864 | BD 866 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = Ucamax) -IcBo <0,2 <0,2 <0,2 mA 
(Usc = Ucmax, Tu = 100 °C) —-IcBo <2 <2 <2 mA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 0,5 Ucemax) -IcEo <0,5 <0,5 <0,5 mA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ueso =5V) —IE80o <5 <5 <5 mA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-/c = 100 mA) -Ußsrjceo| >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-/c = 1 mA) -Ußrjcsol >45 >60 >80 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (/£ = 5 mA) -Uerjeso| >5 >5 >) V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 50 mA; -Uce = 3 V) B 750 750 750 - 
(Ic =1,5A; -Uce =3V) B >750 >750 >750 - 
(3000) (3000) 
(-Ice=4A; -Uce = 3V) B 1000 1000 1000 = 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(Ic=1,5A;-Uce=3V) —UBE <2,5 <2,5 <2,5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 1,5 A; Is = 30 mA) —Ucesat | <2,5 <2,5 <2,5 V 
Durchlaßspannung der Schutzdiode 
bei =3A Ur 1,8 1,8 1,8 V 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ic=1,5A; -Uce=3V;f=1MHz) fr 7(>1) 7(>1) 7(>1) MHz 
Grenzfrequenz 
(Emitterschaltung) 
(Ic =1,5A; -Uce = 3V) fg 60 60 60 kHz 
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BD 862 
BD 864 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pıor = F (Ta); Uce = Parameter 

W BD 862, BD 864 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic = f(Uce); Ts 25 °C; D= 0,01 
A BD 862, BD 864 


IN SS 
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INKL 


BD 866 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = f Ta); Uce = Parameter 


W BD 866 


0 50 100 150 °C 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic= f (Uee); Te < 25 °C; D = 0,01 
A BD 866 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit 
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BD 862 
BD 864 
BD 866 


Vx 


NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren BD 875 
BD 877 
BD 879 


BD 875, BD 877 und BD 879 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Darlington-Transisto- 
ren im Kunststoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). 

Diese Darlington-Transistoren sind für Relaistreiber sowie für allgemeine NF-Anwendungen 
geeignet. Als Komplementär-Transistoren dazu sind BD 876, BD 878 und BD 880 vor- 
gesehen. 


1,25min ; 
3 (ir) 


Typ Bestellnummer E 
BD 875 062702-D902 L Ba 
BD 877 062702-D903 a 


BD 879 062702-D904 AN en BR. 


Federscheibe 
A3 DIN 137 062902-B63 
Glimmerscheibe | 062902-B62 


25:02 


| C Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 
B | | Transistorbefestigung mit M3 Schraube 

| | Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm 

| | .Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden 

| E 

RE EIER ® 
Grenzdaten (Ty = 25 °C) BD 875 | BD 877 | BD 879 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 60 80 100 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 1 1 1 A 
Kollektor-Spitzenstrom IcMm 2 2 2 A 
Basisstrom Is 0,1 0,1 0,1 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Is -65 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(T,<25 °C) Prot 1,25 1,25 1,25 W 
(Ts s60 °C) Prot 9 9 9 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınsu <100 < 100 <100 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Renys <10 <10 <10 K/Ww 
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Vx 


BD 877 
BD 879 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BD 875 BD 877 BD 879 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = Ucpmax) Icgo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax) Iceo <500 <500 <500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ues =4\V) Ieso <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 50 mA) Ußrjceo | >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (/c = 100 yA) UlBr)cBo >60 >80 >100 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (IE = 100 KA) U(BR)EBO >5 >5 >5 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 150 mA; Uce = 10V) B > 1000 >1000 > 1000 - 
(Ic = 0,5 A; Uce = 10V) B >2000 >2000 >2000 = 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(Ic = 0,5 A; = 0,5 mA) Ucesat <1,3 <1,3 <1,3 V 
(Ic=1A;R=1mA) Ucesat <1,8 <1,8 <1,8 V 
Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(Ice=1A;R=1mA) Üesat <2,2 <2,2 <2,2 V 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic =0,5A;Uce =5V;f=35MHz) fr 200 200 200 MHz 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Darlington-Transistoren 


BD 876 


BD 878 


BD 830 


BD 876, BD 878 und BD 880 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Darlington-Tran- 
sistoren im Kunststoffgehäuse 12 A3 DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). 


Diese Darlington-Transistoren sind für Relaistreiber sowie für allgemeine NF-Anwendungen 


geeignet. 


Als Komplementär-Transistoren dazu sind BD 875, BD 877 und BD 879 vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 
BD 876 062702-D908 
BD 878 062702-D907 
BD 880 062702-D906 
Federscheibe 

A3DIN 137 062902-B63 


Glimmerscheibad 062902-B62 


Fear “€ 

| zu. 
Bo— | 
| | 
| | 

L = 
a u — 


Grenzdaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 

(Tu z25 °C) 

(Tg s60 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


1,25mın f 
2 3 Q ia 


d } = 
. en 
—62 -10,7:0,2-» 


BR t 


Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 


Transistorbefestigung mit M3 Schraube 
Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm 


Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden. 


BD 876 | BD 878 | BD 880 
RE E 
-Uceo | 45 60 80 V 
-Ucpo | 60 80 100 V 
-Ueo | 5 5 5 V 
-Ic 1 1 1 A 
=Icm 2 2 2 A 
-Ip 0,1 0,1 0,1 A 
T; 150 150 150 °C 
Ts -65 bis 150 °C 
Prot 1,25 1,25 1,25 Ww 
Prot 9 9 W 
Rthsu <100 <100 <100 K/W 
RtnJG <10 <10 <10 K/W 
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Vx 


BD 878 
BD 880 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD 876 BD 878 BD 880 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = Ucgmax) -IcBo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 0,5 Ucemax -Iceo <500 <500 <500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =4V) -IEBo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ic = 50 mA) -Usßrjceol >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-/c = 100 uA) -Uisrjcpol >60 >80 >100 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (leg = 100 uA) -Urjepo! >5 >5 >5 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 150 mA; —Uce = 10V) B > 1000 > 1000 >1000 = 
("Ic = 0,5 A; -Uce = 10V) B >2000 > 2000 >2000 - 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(-Ic = 0,5 A; -Ip = 0,5 mA) —Ueesat | <1,3 EM <1,3 V 
(-Ic=1A;-BR=1mA) Ucesat <1,8 <1,8 <1,8 ve 
Basis-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
(-Ic =1A; -B = 1mA) -Upesat | <2,2 <2,2 <2,2 V 
Dynamische Kenndaten (Tj, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ic=0,5A; -Uce=5V;f=35MHz) fr 200 | 200 | 200 MHz 
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Vx 


NPN-Silizium-Darlingtontransistoren BD 975 
BD 977 
BD 979 


BD 975, BD 977 und BD 979 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Darlingtontransistoren 
im Kunststoffgehäuse = TO-202. Diese Darlingtontransistoren sind für Relaistreiber sowie 
für allgemeine NF-Anwendungen geeignet. 


Als Komplementär-Transistoren sind BD 976, BD 978 und BD 980 vorgesehen. 


Typ | Bestellnummer 
BD 975 062702-D962 
BD 977 062702-D964 
BD 979 062702-D966 
850,1 
13,221 me — 211702 
Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
et A Fe = 
2 Ic & 
B | | = 
| = 
| | [3 
| L0£ 38:02 
IRRE RE AB er: — 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 
Grenzdaten BD 975 | BD 977 | BD 979 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 45 60 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 60 80 100 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 1 1 1 A 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 2 2 2 A 
Basisstrom I 0,1 0,1 0,1 A 
Lagertemperatur Ts -65 bis 150 °C 
Maximale Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °G 
Gesamtverlustleistung 
(T, = 25 °C) Prot 1,6 1,6 1,6 W 
(Ts = 60 °C) Prot 3,6 3,6 3,6 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu 78 78 78 K/W 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Rınys 25 25 25 K/w 
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Vx 


BD 977 
BD 979 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD 975 | BD 977 BD 979 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uc8o ar UcBmax) IcBo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uceo = 0,5 Ucemax) Iceo <500 <500 <500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueo = 4V) IeBo <100 <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (/c = 50 mA) Usrjceo | >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 uA) Uer)cso | >60 >80 >100 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (IE = 100 uA) Uerjeso | >5 >5 >5 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 150 mA; Uce = 10V) B >1000 > 1000 > 1000 = 
(Ic = 0,5 A; Uce = 10V) B >2000 >2000 >2000 = 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ice =0,5A; I = 0,5 mA) Ucesat <1,3 <1,3 <1,3 V 
(c=1A;R=1mA) Ücesat <1,8 <1,8 <1,8 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
lce=1A;R=1mA) ÜBesat <2,2 <2,2 <2,2 V 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 0,5 A; Uce = 5V; f= 35 MHz) fr 200 200 200 MHz 
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Vx 


BD 975 


BD 977 
BD 979 
Temperaturabhängigkeit der Zulässiger Betriebsbereich 
zulässigen Gesamtverlustleistung Ic= fUce); Tg 2100 °C;D = 0 
WPa fin 


Ic 


ms 
0001 160 


1 


Zulässige Gesamtverlustleistung Stromverstärkung B = f (T,) 
Zu=f(r) Uce = 10 V; I. = Parameter 
30000 
B 
:20 000 
10000 + 


BD 975 


BD 977 
BD 979 
Sättigungsspannung Ucesu = f (Ic) Sättigungsspannung Yes. = Flle) 
mA mA 
10° 07 = = 
[ s | u 
Ic de ii! 
I.=0,5mA, 
Streuwert 
10 10 E= B = 1000 
| 
10 90" 
0 0 1 2 3V 
Upe sat 
Kollektorstrom /. = f (Use) StromverstärkungB = f (Ic) 
ma Ye =10V Ucr = 10V 
10° 
Ic 


=—e Ur 
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PNP-Silizium-Darlingtontransistoren 


BD 976 
BD 973 


BD 980 


BD 976, BD 978 und BD 980 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Darlingtontransistoren 


im Kunststoffgehäuse = TO-202. 


Diese Darlingtontransistoren sind für Relaistreiber sowie für allgemeine NF-Anwendungen 


geeignet. 


Als Komplementär-Transistoren dazu sind BD 975, BD 977 und BD 979 vorgesehen. 


Typ Bestellnummer 
BD 976 062702-D963 
BD 978 062702-D965 
BD 980 062702-D967 
Dr Sehen a 
| 7 € 
B | 
| | 
| | 
E 
RBB Dia & 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 

(Ty = 25 °C) 

(Ts = 60 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


—iy& 
+5 
| Sk, 
= mi 
3,8 =- 
21,7:02 — 
Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
& 
Ä 
38+02 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 
BD 976 | BD 978 | BD 980 
Te: 1 
-Uceo | 45 60 80 V 
-Ucpo | 60 80 100 V 
-Ueso | 5 5 5 V 
-Ic 1 1 1 A 
-[ 2 2 2 A 
-R 0,1 0,1 0,1 A 
T; 150 150 150 > 
T, -65 bis150 °C 
Prot 1,6 1,6 1,6 W 
Prot 3,6 3,6 3,6 W 
Rthuu 78 78 78 K/W 
Rune | 25 25 25 K/W 
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BD 978 
BD 980 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BD976 | BD978 | BD 980 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucgo = UcBmax) —IcBo 100 100 100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uceo = 0,5 Ucemax) —Iceo 500 500 500 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ugso =4\) —IeBo 100 100 100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 50 mA) —-Ußrjceo! >45 >60 >80 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 100 uA) -Ularicsq >60 >80 >100 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung i 
(IE = 100 nA) —U(gRJEBO) >5 >5 =5 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 150 mA; -Uce = 10V) B >1000 > 1000 >1000 = 
(-Ic = 0,5 A; -Uce = 10V) B >2000 >2000 >2000 - 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 0,5 A; -I5 = 0,5 mA) —Ucesat | <1,3 <1,3 <1, V 
(-I=1A;-R=1mA) —Ucesat | <1,8 1,8 <1,8 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic=1A;-R=1mA) Upesat | <2,2 <2,2 <2,2 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ic=0,5A; -Uce =5 V; f= 35 MHz) fr 200 200 200 MHz 
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Vx 


BD 976 
BD 978 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
WPa=fn 


[A 


150 °C 


Zulässige Gesamtverlustleistung 
Zun _ 
R. tr) 


Il 


10° 10 


1 


s 


BD 980 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic= f(Uge); Tg £100 'C;D=0O 


Stromverstärkung B = f (T) 
U. = 10 V; I. = Parameter 


30000 PEL-EIERR BEE 
HH BBNEE 


——no 


20000 


10000 


0 I 51 
0 50 100 150 °C 
—-n 
477 


BD 976 
BD 978 
BD 930 


Sättigungsspannung Ucesa: = f (Ic) Sättigungsspannung U;:,., = f(Ic) 


Kollektorstrom I. = f (Use) StromverstärkungB = f (Ic) 
ma Ya 10V — Uce = 10V 
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Vx 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BDW 25 
BDY 12 


BDY 13 


BDW 25, BDY 12 und BDY 13 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Leistungstransistoren 
im Gehäuse 9 A 2 DIN 41875 (SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch ver- 
bunden. Für die isolierte Befestigung der Transistoren auf einem Chassis sind je eine 
Glimmerscheibe und zwei Isoliernippel vorgesehen. Diese sind zusätzlich zu bestellen. 
Die Transistoren sind besonders zur Verwendung in hochwertigen NF-Endstufen und als 


Schalter geeignet. 


Typ Bestellnummer 

BDW 25 062702-D378 

BDW 25-4 062702-D378-V4 #11 

BDW 25-6 062702-D378-V2 

BDW 25-10 062702-D378-V1 

BDY 12 060204-Y12 

BDY 12-6 060204-Y12-B 

BDY 12-10 060204-Y12-C 

BDY 12-16 060204-Y12-D 

BDY 13 060204-Y13 Gewicht etwa 8,39 Maße inmm Glimmerscheibe 

BDY 13-6 060204-Y13-B a 

BDY 13-10 060204-Y13-C 

BDY 13-16 060204-Y13-D 

Glimmerscheibe | 062901-B16-A 

Isoliernippel 062901-B13-C 

Grenzdaten BDW 25| BDY 12 | BDY 13 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 125 40 60 V 

Kollektor-Basis-Spannung Ucso 130 60 80 V 

Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 5 V 

Kollektorstrom Ic 5 5 5 A 

Emitterstrom IE 3,5 - - A 

Emitterspitzenstrom') Iem 6 - - A 

Basisstrom Is 0,5 0,3 0,3 A 

Basisspitzenstrom') Im 1 _ _ A 

Sperrschichttemperatur T; 175 175 175 °C 

Lagertemperatur Ts -65 bis +125 °C 

Gesamtverlustleistung 

(Tg = 45 °C; Uce < 13V) Prot 26 26 26 Ww 

Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınyu 85 <s85 <s85 K/w 

Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse Rn s5 <s5 s5 K/w 
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Vx 


Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Die Transistoren BDW 25, BDY 12 und BDY 13 werden bei /c =1A und Uce = 1 V nach der 
statischen Stromverstärkung gruppiert und mit Zahlen der DIN-R-5-Normenreihe gekenn- 
zeichnet. Für folgende Arbeitspunkte gilt: 


BDW 25 
BDY 12 
BDY 13 


Typ BDW 25 BDW 25 BDW 25 
BDY 12, BDY 13 BDY12,BDY13 | BDY 12 

B-Gruppe 4 6 10 16 BDY 13 

Uce Ic B B B B ÜgE 

V A Ic/I Ic/Ig Ic/Ig Ic/Is V 

1 0,01 | 35 (>15) 55 75 120 

1 1 40 63 100 160 < 1,2* 

(25 bis 60) | (40 bis 100) | (63 bis 160) | (100 bis 250) 
2 3 25 (>10) 40 70 120 <1,4 


Statische Kenndaten (To = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


lIce=3A;R=0,3A) 


Ucesat 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung 


(Ice=3A;R=0,3A) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 80V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 80 V, Ty = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 40 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces =40 V; Ty = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 60 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 60 V; Tu = 125 °C) 


Emitter-Basis-Reststrom (Uzggo = 4 V) 


" AQL = 0,65% 
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Üpesat 
Ices 
Ices 
Ices 
Ices 
Ices 


Ices 
Iso 


BDW 25 


<1 
1 (<1,4) 
<1 


<400 


<1 


BDY 12 | BDY 13 
— 

<1 <1 V 
1 (<1,3) | 1 (<1,3) | V 
e ” yA 
u = nA 
<1 = nA 
<400 - nA 
= <1 nA 
> <400 nA 
<1 <1 nA 


Vx 


BDW 25 


1 nn m 
BDY 13 


Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruch- 

spannung (Ic = 50 mA) Ular)cEo 
(Impulslänge 200 uS; Tastverhältnis 1%) 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 

spannung (Ic = 100 uA) UlBR)CBO 
Emitter-Basis-Durchbruch- 

spannung (Ic = 10 yA) U(BR)EBO 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 200 mA; Uce = 10V; f=20 MHz) fr 
Kollektor-Basiskapazität 


(Uce =10V;E*= 0;f=1 MHz) Ccpo 

Schaltzeiten 

(Ic = 1A; Ipı =-I2 = 50 mA) tein 
taus 

(Ic = 2A; Ipı = -Ie2 = 200 mA) fein 
taus 
ts 


Meßschaltung für Schaltzeiten 


>40 


>60 


>5 


70 (>30) 
35 (<70) 


<0,3 
<1,5 


BDY 12 

>60 V 

>80 V 

>5 V 

70 (>30)| MHz 

35 (<70)| pF 

<0,3 „Ss 

<1,5 uS 
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Vx 


W 
40 
Pot 
. 
20 
li 
0 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Prior =f (Te); Uce = Parameter 


w BDY 12 


0 EN 20°C 
— > 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = (Ta); Uce = Parameter 

BDW 25 


BDW 25 
BDY 12 


BDY 13 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = F (Ta); Uce = Parameter 


BDY 13 


Upg=0 bis 13V 


100 200 °C 
— 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
fnyc = Ft); v = Parameter 


0° a? 10T ls 


—t 


Vx 


BDW 25 
BDY 12 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Kruse = ft); » = Parameter 
BDY 12, BDY 13 


N) H en 
5 Eis Ei 1 N 1 
, HH] 
1no6 mul it 
Ianll TI 
! Am allEN | 
01 
TA H 
0.05 Ft 
0021 Bam] 
wi 
5 
0.005 
IT 
102 
5 
103 I Lull 
TE 1 Ts Lu EB 12 


—on 


—f 


Stromverstärkung B = f (Ic) 
Uce = 1 V; Ta = Parameter 


BDW 25-10, BDY 12-10, BDY 13-10 


FEIN 
L .. LH 
1? Loos 
5 sr | 
BL HH. 
4 | AI [LI 
1 4a Lt} Hl 
1 I 11 {| 
il) iu: Hi Still Ir 
5 F — littelwerte 1 


[I] — — Streuwerte bei7g-25°C Hl! 
ll III il I [III 
0 | [Bill 
Pe Zu a 
—b 


BDY 13 


Stromverstärkung 3 = f (Ic) 
Uce = 1 V; Ts = Parameter 
BDW 25-6, BDY 12-6, BDY 13-6 


100° 


225° | Bull — N 


beiTg-25°C 


N) 
ze 5m 


Stromverstärkung B = f (Ic) 
Uee = 1 V; Te = Parameter 
BDY 12-16, BDY 13-16 


Pre a u 1 u Be) 


—el 


Vx 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Ig = Parameter 
mA (Emitterschaltung) BDY 12 


200 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
In = Parameter Emitterschaltung 
A BDY 12, BDY 13 


484 


BDW 25 
BDY 12 


BDY 13 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Ig = Parameter 
mA (Emitterschaltung) BDY 13 


200 


— 


FAllaKERTcRAR Ie=f (Use) 
Mn BDY 12, BDY 13 
4 2 
10 = 
r— Mittelwerte 
5 7 — Streuwerte, bei 7,-25°C 
Ir 


- 


15V 


Vx 


BDW 25 
BDY 12 


Sättigungsspannung Ucesat " f (lc) 
B = 10; Ts = Parameter 
mA (Emitterschaltung) BDY 12, BDY 13 


ı En 
B:-: === FE 


| 


II I ee ° ° 
[el -25°C| |25°0 | | 100° 


11 
4 fr ini - | 
10 
5 
La Nu 
—— Hittelwerte r. 
— — Streuwerte bei 7g=25° 
PILLEN 
1 EB 
D 01 02 03 04 05 06 07 08V 
—Vgesat 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cao = f (76) 
für maximal zulässige Sperrspannung 


nA BDY 12, BDY 13 
106 
+—t 
(2 
Iso 1 zZ 
105 I! 


Me 
TEN 
nit 


102 : == 
— Mittelwert 
_—— Sireuwert 1 
1. Bil | 
N) 
0 50 100 150°6 


BDY 13 


Sättigungsspannung Ugesar = f (Ic) 
B = 10; T. = Parameter 
mA (Emitterschaltung) BDY 12, BDY 13 


—— Hittelwerte 
— — Streuwerte bei 7g-25°C 
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BDX 27 
BDX 28 
BDX 29 
BDX 30 
BDX 27, BDX 28, BDX 29 und BDX 30 sind epitaktische PNP-Silizium-Leistungstransisto- 
ren im Gehäuse 9 A 2 DIN 41875 (SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch 
verbunden. Die Transistoren sind besonders für hochwertige NF-Endstufen und für Schalter- 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


anwendungen geeignet. 


BDX 27 


Bestellnummer 
062702-D162 


BDX 29 


Bestellnummer 
062702-D160 


BDX 27-6 062702-D162-V6 BDX 29-6 062702-D160-V6 
BDX 27-10 062702-D162-V10 BDX 29-10 062702-D160-V10 
BDX 27-16 062702-D162-V16 BDX 30 062702-D163 
BDX 28 062702-D159 BDX 30-6 062702-D163-V6 
BDX 28-6 062702-D159-V6 BDX 30-10 062702-D163-V10 
BDX 28-10 062702-D159-V10 Glimmerscheibe 062901-B16-A 
BDX 28-16 062702-D159-V16 Isoliernippel 062901-B50 


Gewicht etwa 8,3g Maße inmm 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Koilektor-Basis-Sperrspannung 
Emitter-Basis-Sperrspannung 
Kollektor Spitzenstrom 

(t <1ims) 

Kollektorstrom 

Emitterstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 

(Tg <45 °C; Uce <13V) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Luft 
Kollektorsperrschicht — 
Transistorgehäuse 
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Glimmerscheibe 
trocken: Rtn = 2,5 K/W 
gefettet: Rth = 1 K/W 


Ts -65 bis +200 


|so 


Isoliernippel Maßstab 2:1 


PP>> <<<< 


[e} 


o© 
OO 


[01] 
[o} 
z 


Kyw 
K/w 


Vx 


Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 

(Ic = -50 mA) 
Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 

(Ic = 0,1mA) 
Emitter-Basis- 
Durchbruchspannung 

(IE = -10 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Uce = 40V) 

(-Uce = 40 V; Tg = 150 °C) 
(-Uce = 60V) 

(-Uce = 60 V; Tg = 150 °C) 
(-Uce = 80 V) 

(-Uce = 80 V; Ta = 150 °C) 
(-Uce = 125 V) 

(-Uce = 125 V; Ta = 150 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 40 V; -Uge = 0,2 V; 
Te = 100 °C) 

(-Uce =60 V; —Uße = 0,2 V; 
Tg = 100 °C) 

(-Uce =80V; —UBE =0,2V; 
Tg = 100 °C) 

(-Uce = 100 V; -Uge = 0,2 V; 
Ts = 100 °C) 


BDX 28 
BDX 29 
BDX 30 
___|BDX27|BDX28|BDX29|BDX30| 
-Ujer)ceo | > 40 >60 >80 >125 |V 
-Ugrces | >40 |>60 |>80 |> 125 |V 
-UerjeBo | > 5 >5 >5 >5 V 
-IcBo <1 - - - nA 
-Iceo <100 |- & = nA 
—IcBo - <1 - - kA 
—IcBo - <100 |- e nA 
-Icgo = = <1 - pA 
-Icgo - - <100 |- nA 
-Icso = = - <1 pA 
-Icgo = = - <100 |pA 
—Icex <300 |- - = nA 
—Icex _ <300 |- u nA 
Icex = - <300 |- nA 
-Icex z. = - <300 |pA 
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Vx 


BDX 27 


BDX 28 
BDX 29 
BDX 30 
Statische Kenndaten BDX 27 | BDX 28| BDX 29| BDX 30 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Ues =4V) -IEBo <1 <1 <1 <1 nA 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic =1A; -Uce =1V) —UBE <1,1 < 1,1 < 1,1 < 1,1 V 
(-Ice=5A; -Uce=2V) —Uße <1, <1,7 = 1,7 1,7 V 
Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
(-I=1A;-B =0,1A) —Ucesat | < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 V 
(-Ic = 3A; -R = 0,3 A) —UcEsat < 1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 V 


Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen 
der DIN-R5-Normreihe gekennzeichnet. 


40 (> 30) 


1000 63 (40-100) 
3000 32 (> 20) 
5000 20 (> 10) 


115 (> 55) 180 (> 80) 
100 (63-160) 160 (100-250) 
55 (> 20) 85 (> 20) 

55 (> 20) 85 (> 20) 


70 (> 30) 115 (> 30) 
1000 63 (> 40-100) 100 (63-160) 
3000 32 (> 15) 55 (> 15) 
5000 20 (> 7) 55 (> 7) 

BDX 27 | BDX 28| BDX 29| BDX 30 

Transitfrequenz (-I/c = 200 mA; 
—Uce = 10 V; f= 20 MHz) fr 50 50 50 50 MHz 
Leeriauf-Ausgangskapazität 
(-Ucp = 10 V) Cob 130 130 100 100 pF 
Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt 
(-Ic = 2A; -Ipı = Ig2 = 200 mA) ein <0,5 <0,5 <0,5 <05 us 
(-Ic = 2A; -/pı= Ig2 = 200 mA) taus <2 <2 <2 <2 us 
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Vx 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pror = F (Te); Uce = Parameter 

W BDX 27 


Pot 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pror = F (Te); Uce = Parameter 

W BDX 29 


Rot 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = F (Ta); Uce = Parameter 

W BDX 28 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pror = f (Te); Uce = Parameter 

W BDX 30 


BERN 
Use =0bis10V 7 


20 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic = f(Uce); Ta = 45°C 


[\ BDX 27 
10! 
n® 
W 
100,5 200 
10° 300pS> 100 
5 Ims 50 
zii 10ms.L| 
ed]? 
Tg =45°C » 
107 0 
7 
5 u 
m 
ug BRERE. U) 
100 5 5 mv 
——— le 
Zulässiger RES 
a le=F(Uce); Ta = 45°C 
BDX 29 
10! e 
e 
N sl 
301 
0 l AL 
0 » Na 
5 N 30015120 
tt I 
EEE! ANKURN| 
ABU 1Dms 
T, =45°C 50 
10" DC 
5 EN 20 
; OT (19 
| RN 
7 
10? ai 
100 01 10? 0? v 
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BDX 28 
BDX 29 
BDX 30 
Zulässiger A ee hg 
BDX 28 
10 
5 
W 
v3 300 
10" 
IS 
5 
Ims1 
HH ms 20 
10" D 
5 
102 
5 12V 
— Us 
Zulässiger Betriebsbereich 
Te =F(Uce); Ta = 45°C 
BDX 30 
10 
5 
10us 
30ps!\ 
0 
0 500 
5 re 
0 
ll 
100 
Ims 
10" 1Ims-50 
[ FEEHNDC 
E SAZ0 
% 
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w? o’v 
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BDX 27 


Vx 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


K rensc = F(t); » = Parameter 

W 
1! 

hit 
a? 
5 
j HH [11 
/lRRRIRENEN 
BR AUIILBNL AN) 


105 105 0 02 10T 1005 


—-l 


Stromverstärkung B = f (Ic) 
Ta = Parameter 
r BDX 27-10, BDX 2 
BDX 29-10, BDX 3 


10 
-10 


[I] 


BDX 27 
BDX 28 


BDX 29 
BDX 30 


Stromverstärkung 3 = f (Ic) 

Ta = Parameter 
BDX 27-6, BDX 28-6 
BDX 29-6, BDX 30-6 


Nu 


—— Miltelwerte 
—-- Streuwerte bis 7=25°C 


Sättigungsspannung U =f(I 
B= 10; Ts = Parameter en ) 


NPN-Silizium-HF-Transistor BF 198 


für regelbare FS-ZF-Verstärker 

BF 198 istein NPN-Silizium-Planar-Hochfrequenztransistor im Kunststoffgehäuse 10A 3DIN 
41 868: (TO-92). Der Transistor ist besonders durch kleine Rückwirkungskapazität gekenn- 
zeichnet und eignet sich vor allem für regelbare FS-ZF-Verstärkerstufen in Emitterschaltung. 


Bestellnummer zamax. BEC 
0,4x0,4 e — bs in 
BF 198 062702-F354 m 3 
ee ın 
BE 
ML, By Sn 
Gewicht 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 40 V 
Basis-Emitter-Spannung Ueso 4 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Basisstrom Is 3 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung (Ty s 25 °C) Prot 500 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu s 250 K/w 
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BF 198 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 40V) 
Stromverstärkung 

(Uce = 10 V; Ic =4 mA) 
(Uce = 3V; Ic = 10 mA) 
Basis-Emitter-Spannung 
(Uce = 10V; Ic = 4 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C): 
Transitfrequenz 

(Uce = 10 V; Ic = 4 mA; f = 100 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f= 1 MHz) 

Rauschzahl 

(Uce = 10 V; Ic = 4 mA; f = 35 MHz; Reg = 1000) 
Erzielbare Leistungsverstärkung 

(Uce = 10 V; Ic = 4 mA; f = 35 MHz) 


Vierpolgrößen: (Uce = 10V; Ic = 4 mA; f = 35 MHz) 


-C12e 


a ) 


I11e= 4,5 mS [Yızel = 47 uS [yaıe] = 105 mS 


Cı1e = 40 pF -912e = 95° -921e = 20 


2 
Yon ie 


Ag11e I22e 


o 


<100 nA 
70 (>26) _ 
>10 _ 
750 mV 
400 MHz 
0,22 pF 
3 dB 
42 dB 
9220 = 40 uS 
C22e= 1,3 pF 
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BF 198 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Kollektorstrom I. =f(I5) 
Poa=Ff(Tu) 
W mA 
600 T- 25 


I 


15V 


5V 


2 


TI a 
0 0 


0 50 100 150°C 0 1000 2000 uA 


Eingangskennlinie Ic =f(Us.) Ausgangskennlinien Ic=f (Uce) 
Uce=10V I, = Parameter 
A mA 
1 20 —— 


| a0 A / oT] 


18 1000 + 
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BF 193 


—- 


MHz 
500 


45 


400 


350 
300 


Transitfrequenz /;=/ (Ic) 
Uce = Parameter 


Uhg=2V 


85V 10V _ 15V 


6 8 il) 2mA 
ee I 


Kurven konstanter Verstärkung 


Ic=f (Vee), 
AV,. = Parameter; 
f=36,4 MHz 
mA 
25 r 
AV, .= -60dB - I 
TE La 
-50dB 1 | 
20 FAR y-40dB| | ü 
l -30d8 
77 | -20dB 
IR t 
& -10d8 | 
ger) 
-6dB 
-2dB 
10 7] 0dB 
j 1dB 
5 N Rr+ReaikQ 
Rurk3,IKN 
0; T ja ) 
0 10 20 30V 
— U 


2le 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit ‚Ya1cl=f (I) 


s Uce = Parameter; f=35 MHz 


150 
100 
Ira 5 
0 
50 
Eu 5 
a he Urg=2V - a | 
0 L 
0 5 0 15mA 
—eLl 
Regelbereich der Leistungs- 
verstärkung AV5o=f (Uce) 
Re+Rc=3,9 kQ; 
f= 36,4 MHz; — Ur = 25 V 
U +— 
15V 10 5 0) 
Ibm IM 
— -10 
-20 
I 30 | 
LI 
-40 
-50 
ai -60 
dB 


BF 198 


Regelbereich der Rückwirkungskapazität C,..=f (Uce) 
Leistungsverstärkung A V,. =/(Ie) Ice=1 mA; f=1 MHz 
Re+Rce=1kQ; -Ur=20 V; f=36,4 MHz 


el; 


2 pF 
0 2 46 8m 12 1 16mA 06, 
-[, 
-10 f 
-20 a | 
-30 a 
ı_ + 
-40 a 
Y BER 
LI 
-50 -— - — 01 } - 
= u ' i0 20V 
— le 
1. Fernseh-ZF-Stufe mit automatischer Verstärkungsregelung; /= 36,4 MHz 
rg 
Leistungsverstärkung (Ic=4 mA; 
Urs =25 V; Re+R.=3,9 kKQ) Vp 26 dB 
Regelbereich AVp 60 dB 
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NPN-Silizium-HF-Transistor BF 199 


für FS-ZF-Stufen 


BF 199 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Hochfrequenztransistor im Kunststoffge- 
häuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Der Transistor ist besonders durch kleine Rück- 
wirkungskapazität gekennzeichnet und eignet sich vor allem für den Einsatz in nicht- 
geregelten FS-ZF-Verstärkerstufen in Emitterschaltung. 


Typ Bestellnummer ZamE BEL 
04x04 ru en 
B 062702-F355 r = 
n2 ın 
werner 
ML, BR 5 
Gewicht 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 40 V 
Basis-Emitter-Spannung Ueso 4 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Basisstrom I 2 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °G 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung (Ty s25 °C) Prot 500 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınsu s250 K/W 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C): 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 40 V) IcBo <100 nA 
Stromverstärkung 
(Ucg = 10 V; Ic = 7 mA) B 85 (>38) - 
Basis-Emitterspannung 
(Uce = 10V; Ic= 7 mA) UgE 780 mV 
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BF 199 


Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C): 
Transitfrequenz 


(Ucg = 10 V; Ic = 5 mA; f = 100 MHz) ft 550 MHz 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f = MHz) C12e 0,32 pF 
Erzielbare Leistungsverstärkung 

(Uce = 10 V; Ic = 7 mA; f = 35 MHz) Yorapiı | 48 dB 


Vierpolgrößen: (Ucge = 10 V; Ic = 7 mA; f = 35 MHz) 


I11e= 48 mS [yı2el = 70 4S [y21e = 175 mS 922e = 80 uS 
C11e =45 pF -P12e = 95° -P21e = 25° C22e = 1,7 pF 


Fernseh-ZF-Verstärker mit BF 199 
(Abgleich der Schwingkreise auf 37 MHz) 


1SpF  6BpF 120pF 


Leistungsverstärkung 


(Uce = 16,6 V; Ic = 7,2 mA; f = 36,4 MHz) V 26 dB 
Ausgangsspannung 

(Ucg = 16,6 V; Ic = 752 mA; f = 39,9 MHz) Un?) 7,7 (>6) V 
1) v IYzıe1? 


pe opt = 


2) Spannung am 2,7-kQ-Lastwiderstand bei 30% Synchronimpuls-Stauchung 
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BF 199 


Unterer Streuwert der 


Temperaturabhängigkeit der Kollektor-Emitter- 
zulässigen Gesamtverlustleistung Durchbruchspannung 
Pox=flTu) Upmcen=f (Rs) 
mW 
600 50 
11 15 ‚| 
7 Ill 
Rat Ei || 
| HH | 
30 < 
25 
e lese TITLE 
4 E ill 
1 
HH | {ıl un 
| 1 rl 
; \ „LEN EN il 
0 50 100 150°L Ds een 
FE —-ß 
Kollektorstrom Ic=f (Is) 
Kollektorstrom Ic =f (Use) U. = Parameter 
mA mA 
16 — 30 | 
' 1141 20V, - 
14 hi 154. 
l, L 25 10V 
! 12 
20 5Y 
10 1 
8 5 RR 
6 
10 
[R 
5 
2 
I. 05 1,0V % 100 200 300 400 500 600 700 8001A 
—> Up —eh 
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200 


100 


500 


mA 
25 


Ausgangskennlinien /.=f(Uc:) 


Ig = Parameter 


400 


350 


300 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit 


Yzıol=f (Ic) 


Uce = Parameter; f=35 MHz 


AUBERERE 


24V 


Urs2V 


>=L 


24 mA 


BF 199 


Kurzschluß-Rückwirkungs- 
kapazität -C,2.=f(Uce) 
Ic=1 mA, f=1 MHz 


Transitfrequenz fr =f(Ic) 
Uce = Parameter, /=100 MHz 


MHz 
70 


r 


600 7 —! 


500 


400 


300 aV 


0 10 20 


I, 


26 mA 
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NPN-Silizium-HF-Transistoren BF 240 
BF 241 


für Rundfunkempfängerstufen 
BF 240 und BF 241 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 10A3DIN 41868 (TO-92). Sie sind besonders für den Einsatz in AM- und FM-ZF- 
Stufen geeignet, wobei der BF 240 für geregelte und der BF 241 für ungeregelte Stufen vor- 
gesehen ist. 

2,5max. BEC 


os IT ae ae 

Typ Bestellnummer SS 3 

a = 

BF 240 062702-F302 AE AR Be W 
20 2 


BF 241 062702-F303 

Gewicht 0,25 gq Maße in mm 
Grenzdaten BF 240 BF 241 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 40 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 40 40 V 
Emitter-Basis-Spannung UEso 4 4 V 
Kollektorstrom Ic 25 25 mA 
Basisstrom Is 2 2 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ta -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Ty = 45 °C) Prot 250 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rtnyu <420 <420 K/w 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 20V) Icso <100 <100 nA 
Kollektor-Basis-Sperrspannung 
(Ic = 10 yA) Uc8o >40 >40 V 
Emitter-Basis-Sperrspannung 
(IE = 10 uA) Ueso >4 >4 V 
Basis-Spannung 
(Ic = 1 mA; Uce = 10V) UgeE 700 700 mV 
Basisstrom 
(Ic =1 mA; Uce = 10V) IB 4,5 bis 15 8 bis 28 nA 
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BF 240 


BF 241 

Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) BF 240 BF 241 

Transitfrequenz 

(Ic = 1 mA; Uce = 10V) fr 400 400 MHz 

Rauschmaß /c =1mA 

Uce = 10 V; f= 100 kHz; 

Rg = 300.0) F 1,7. 1,7 dB 

Rückwirkungskapazität j 

(Ic = 1 mA; Ucg = 10V) Ci12e <0,34 <0,34 pF 

Ausgangsleitwerte 

(Ic = 1 mA; Uce = 10V; 

f= 10,7 MHz) 9228 <10,5 <10,5 uS 

(Ic = 1 mA; Uce = 10V; 

f = 0,5 Mhz) g22e <8,3 <8,3 uS 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pa=f Tu) 

mW BF 240, BF 241 
300 
Aaı 
j 200 
100 
0 
0 50 100 150 °C 
—l 
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N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren BF 245 A 
BF 245 B 
BF 245 C 


BF 245 A, BundC sind N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren im Kunststoffgehäuse 
10A 3 DIN 41 868 (-TO-92). Sie sind besonders für Gleichstrom-, NF- und HF-Verstärker 
geeignet. 


Typ | Bestellnummer 2,5max DSG 
BF 245 062702-F236 0.48x0,48 


4,2 max 


BF 245 A 062702-F209 a 
BF 245 B 062702-F182 
BF 245 C 062702-F205 12,7min 

5,2 max 4,8max 
Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung +Ups 30 V 
Drain-Gate-Spannung (Is = 0) +Uos 30 V 
Gate-Source-Spannung (Ip = 0) -Uss 30 V 
Drainstrom Io 25 mA 
Gatestrom Ic 10 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagerungstemperatur Ts -65 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty s 75 °C) ') Prot 300 mW 
Wärmewiderstand 
zwischen Sperrschicht und Umgebung Renyu | s 250 K/w') 


1) bei Befestigung auf Leiterplatte mit Kupferfläche 10 mm x 10 mm für den Drain-Anschluß und 3 mm langen 
Anschlußdrähten ist RtnyJU = 2 K/W, Ptot= max. 300 mW gilt dann bis zu Ty = 90 °C. 
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BF245 A 


Statische Kenndaten )Tj = 25 °C) 


Gate-Reststrom 

(-Ugs = 20 V, Ups = 0) 

(-Uss = 20 V, Uns = 0, T; = 125 °C) 
Gate-Source-Durchbruchspannung 
(-Ig = 1A, Uns = 0) 
Drain-Source-Kurzschlußstrom 
(Ups = 15 V, Uss = 0) 


Gate-Source-Spannung 
(Ups = 15 V, Ip = 200 uA) 


Gate-Source-Abschnürspannung 
(Ups = 15 V, In = 10 nA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Vierpolgrößen 
(Ups = 15 V, Ugs = 0, f=1 kHz) 


(Ups = 15 V, Ugs = 0, f= 200 MHz) 


(Ups = 20 V, -Ugs =1V,f=1MHz) 


Grenzfrequenz der Vorwärtssteilheit') 


(Ups = 15 V, Ugs = 0) 
Rauschzahl 

(Uos "15 V, Uss = 0, Rg = 1 kQ, 
f = 100 MHz, Tu = 25 °C) 


1) Frequenz für Abfall der Vorwärtssteilheit auf 70% des Wertes bei 1 kHz 


BF 245 A: 
BF 245B: 
BF 245C: 


BF 245 A: 
BF 245B: 
BF 245 C: 


2) BF 245 A1: /DS S = 2,0 bis 3,0 mA, -UGs = 0,4 bis 1,0 V 
BF 245 A2: IDS S = 3,0 bis 4,5 mA, -UGS = 0,7 bis 1,4 V 
BF 245 A3: [DS S = 4,5 bis 6,5 mA, -UGs = 1,1 bis 2,2 V 
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-Igcss 
-Iess 


-UBRIGS S 
Ioss 


Ioss 
Ioss 


-Uss 
-Ugs 
-Ugs 


-Up 


BF245B 

BF245C 
sb nA 
s 500 nA 
2 30 V 
2,0 bis 6,5 mA2) 
6 bis 15 mA 
12 bis 25 mA 
0,4bis2,2 | v2) 
1,6bis3,8 | V 
3,2bis7,5 | V 
0,5bis8,0 | V 
3,0 bis 6,5 mS 
25 WS 
250 uS 
6 mS 
40 WS 
4,0 pF 
1,1 pF 
1,6 pF 
700 MHz 
1,5 dB 


Vx 


BF 245 A 
BF 245 B 


Temperaturabhängigkeit 


der zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Pax = FT) 
400 


200 


Übertragungskennline /p = f (-Ugs 
Uos = 15 V;T,= 25°C 
A BF 2 


150 °C 


BF245C 


Ausgangskennlinien Ip = f (Uos) 


gi = 25°C, Uss = Parameter 


Übertragungskennlinie Io = f (-Ugs) 
Uns = 15 V; T,;= 25°C 


mA BF245B 
10 

Ih? 

8 
s 


Übertragungskennlinie /o = f(-Ugs) 
Uns = 15 V, T,= 25°C 
en‘ BF 245 C 


LEITTTEN] 
& 18 TEL Er 
BEE 


14 -1 

nn a Te 

12 nt | 
10 

114 


[3 
2 
0 J 
0 2,5 59 75 V 
mn Uss 
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BF 245 A 
BF245B 
BF245C 


Ausgangskennlinien /5 = f (Ups) 
Ugs = Parameter, T;= 25°C 


mA 


Ip 


Ausgangskennlinien /o = f (Uos) 
Uss = Parameter; T; = 25°C 


Io 


Vx 


BF245 A 


BF 245 B 
BF245C 
Temperaturabhängigkeit Temperaturabhängigkeit 
des Drainstroms In = f (T,) des Drainstroms !, = f (T}) 
Ugs = Parameter, Uns = 15 V Ugs = Parameter, Uns = 15 V 
A BF 245 A mA BF245B 


Au MItTrL 
f EEEREHEHS 


Temperaturabhängigkeit Korelation zwischen U, und /oss 
des Drainstroms Io =! (Tj) Ups = 15 V, m = 10 mA; T, = 25°C 
Ugs = Parameter, Uns = 15 V 
A BF 245 C 


m 
. RT] 
Io LD U, 
Mi | 
U RER 
10 Lt 
md 
| EEeHBEHEEER 
— 
OFFEN FH 
Rz wi „ erzssay tee 
0 50 100 150 °C 0 10 20 30 mA 


BF245 A 


BF 245 B 
BF245 C 
Eingangskapazität Cy1s = f(-Ugs) Rückwirkungskapazität Cj2s = f(-Ugs) 
PF Uns = 20 V;f=1MHz; Ty = 25°C PF Ups = 20 V;f=1MHz; Ty = 25 °C 


1,5 [1 4 


0 L_ 1 1 
0 5 10V 
—etios les 
Temperaturabhängigkeit des Sperrstroms Dynamischer Drain-Source-Widerstand 
nA -Iass = FT); -Ugs = 20 V; Uns = 0 KR ro = fl-Ugs); Uns = O;f=1kKHz; Ty = 25 °C 
10' 10° m -; = 
Igss Z 
rtrr 
10° 
0" 
! E 


0 50 100 150°C 0 1 2 3 4V 
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BF 
BF 


Vorwärtssteilheit yaıs = (In) 
mS Uns =15 V; f=1kHz; Ty = 25°C 
715 


Rauschzahl F=f(f) 


BF 


245 A 
245 B 
245 C 


dB Uns = 15 V; Ugs = O:Rg =1KQ, Tu = 25°C 


Erri 


I 
{| 


10) 10' 
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N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren BF246 A 
BF 246 B 
BF 246 C 


BF 246 A, Bund C sind N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren im Kunststoffgehäuse 
10A 3 DIN 41868 (-TO-92). Sie sind besonders für HF-Verstärker geeignet. 


Typ | Bestellnummer 0,48 x0,48 


wWoOO 


BF 246 062702-F219 ig 

BF 246 A 062702-F393 SR 

BF 246 B 062702-F254 127min 

BF 246C 062702-F250 5,2max 4,2 max 
Gewicht etwa 0,25 g 

Grenzdaten 

Drain-Source-Spannung: +Ups 25 V 

Drain-Gate-Spannung(/s = 0) +UpGo 25 V 

Gate-Source-Spannung (Ip = 0) -Ugso 25 V 

Gatestrom Ic 10 mA 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 

Lagerungstemperatur Ts -65 bis 150 °C 

Gesamtverlustleistung bei (T, s 75 °C) 1 Prot 300 mW 

Wärmewiderstand 

zwischen Sperrschicht und Umgebung!) Rıhyu 250 K/w 


1) bei Befestigung auf Leiterplatte mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten und einer Kupferfläche von 10 mm x 10mm 
für den Drain-Anschluß ist der Wärmewiderstand RthJU<2 K/W, Ptot = max. 300 mW gilt dann bis TU = 90°C. 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Gate-Reststrom 

(-Ugs = 15 V, Uns = 0) 
Gate-Source-Durchbruchspannung 
(-Is = 1A, Uns = 0) 
Drain-Source-Kurzschlußstrom 
(Uos = 15 V, Us = 0) 


Gate-Source-Spannung 
(Uos = 15 V, In = 200 uA) 


Gate-Source-Abschnürspannung 
(Ups = 15 V, Io = 10 nA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Vorwärtssteilheit 

(Ups = 15 V, Io = 10 mA, f=1kHz) 
Grenzfrequenz der Vorwärtssteilheit?) 
(Ups = 15 V, Uss = O) 

Kapazitäten 

(Ups = 15 V, Ip = 10 mA) 

f=1MHz: 


f=1kHz: 


1) Frequenz für Abfall der Vorwärtssteilheit auf 70% des Wertes bei 1 kHz. 


BF 246 A: 
BF 246B: 
BF 246C: 


BF 246 A: 
BF 246B: 
BF 246C: 


-Iess 
-Ulsr) GS$ 


Ioss 
Ioss 
loss 


-Uss 
-Uss 
-Uss 
-Uss 


BF 246 A 


BF246B 
BF246C 
s5 mA 
2 25 V 
30 bis 80 mA 
60 bis 140 mA 
110 bis 250| mA 
0,5 bis 14 V 
1,5 bis 4,0 V 
3,0 bis 7,0 V 
5,5 bis 12 V 
0,6 bis 14,5 | V 
23 (2 8) mS 
450 MHz 
15 pF 
15 pF 
3,5 pF 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa = fh) 


400 
Aa - 
300 11 
200 
2a BEN EB 
100 
u. 
0 
0 50 100 150 °C 
——T 
512 


BF246 A 
BF 246B 
BF246C 


Vx 


NPN-Silizium-HF-Transistoren 


BF 254 
BF 255 


für Anwendungen bis zum VHF-Bereich 


BF 254 und BF 255 sind epitaktische NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistoren in Planar- 
Technik im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). 


BF 254: Zum Einsatz in AM-/FM-ZF-Verstärker sowie für Eingangsstufen im Kurz-, Mittel- und 


Langwellenbereich. 


BF 255: Zum Einsatz in Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis in den UKW-Bereich. 


Typ Bestellnummer 
BF 254 062702-F201 
BF 255 062702-F202 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Basis-Emitterspannung 
(Ucg = 10 V; Ic = 1 mA) 
Basisstrom 

(Uce =10 V; Ic =1 mA) 


Stromverstärkung 
(Uce =10V;Ic= 1 mA) 


2,5max 


0,45 


L_ 35:1 


—t 


u 


a Er 
Zum 52, 


BEC 


25:0,06 


Gewicht 0,25 g Maße in mm 
BF 254 BF 255 

30 30 V 
20 20 V 

5 12) V 
30 30 mA 
125 125 2G: 
-65 bis +125 °C 
220 220 mW 
s450 .s450 K/W 
0,68 0,68 V 
8,7 15 A 
(4,5 bis 15) | (8 bis 28) 

115 67 “ 
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BF 254 


BF 255 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) BF 254 BF 255 
Transitfrequenz 
(Uce = 10V; Ic = 1 mA) fr 260 200 MHz 
Rauschzahl (Ucg = 10 V); 
Ic = 1 mA) 
bei f = 200 kHz, gg, = 2 ms!) F 1.8 _ dB 
bei f= 1 MHz, gg = 1,5 m$)) F 1,2 _ dB 
bei f = 1 MHz, g, = 20 ms!) F - 3,5 dB 
bei f = 100 MHz, gg = 10 mS}) F 4 4 dB 
Mischrauschzahl (Ucg = 10 V; 
Ic = 1 mA) 
bei f = 200 kHz, 9g = 0,6. mS') Fe 3 = dB 
bei f = 1 MHz, 9, = 1,2 mS') FE 2 = dB 
bei f = 200 kHz, 99 = 1,2 mS') F; = 4 dB 
bei f= 1 MHz, gu = 1,5 mS') Fo = 2,5 dB 
Rückwirkungskapazität 
UceE = 10V; Ic =1 mA; 
f= 450 kHz -Cı2e 0,85 0,85 pF 
Dynamische Kenndaten (7, =25°C) BF 254 
Vierpolgrößen 
Arbeitspunkt: (Uce=10 V; Ic=1 mA) 
f=450 kHz: gr1e=0,33mS |yı2.|=284S |yaıe|=36mS gas =64S 
b}1e = 0,065 mS -@2e = 90° -Pa1e =0° Ba2e = 4,5 uS 
Cie = 23 pF Ca2e = 1,6 pF 
f=10,7 MHz: 911. =0,45mS  |yıae|=65 uS Yziel =36mMS Gase = 8,5 uS 
bBire=15mS -Pı2e = -P21e =10° b22e=0,11 mS 
C}1.=22 pF Ca2e = 1,6 pF 
f=100 MHz: 9116 = 36 mS Yı2b =420 uS Y21b =33 mS I220 = 22 uS 
—b11, =3 mS -M2b = #210 = 146° b2»»=1,1 mS 
-C}1» =4,8 pF Ca» = 1,75 pF 


1) 9g = Generatorleitwerk (%) 


G 
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BF 254 
BF 255 
Dynamische Kenndaten (7, =25°C) BF 255 
Vierpolgrößen 
Arbeitspunkt: (Uce=10 V; Ic=1 mA) 
f=450 kHz: Qı1e=0,5 mS |Yı2e | = 2,6 HS |vz1e| = 36 mS 922e= 2,7 4S 
b11e=0,09 mS —(12e =90° —@21e =0° ba2e = 4,5 uS 
C}1e=32 pF C22e =1,6 pF 
f=10,7 MHz: Q11e=0,6 mS |Yıze|=60 uS |yzıe|l =36 MS g22e =4,5 HS 
b11e = 2,0 mS -#ı12e =90° -P21e =10° D22s =0,11 mS 
C}1e=30 pF C22e = 1,6 pF 
f=100 MHz: 911» =38 mS IYız» | =410 uS |yz1v | =34 mS 922» =12 uS 
bp =1 mS —-0P12b =85° —0P21b = 140° bo» = 1.1 mS 
-C9p=1,6 pF Co» = 1,75 pF 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pox=f(Tu) 

W BF 254, BF255 


150°C 


N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren BF256A 
BF 256 B 
BF 256 C 


BF 256 A, B und C sind N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren im Kunststoffgehäuse 
10A 3DIN 41 868 (-TO-92). Sie sind besonders geeignet für HF-Anwendungen. 


2,5max DSG 


Typ | Bestellnummer 0485048 : y 
BF 256 A 068000-A5168 & gr 
BF 256 B 062702-F413 En; ” 
BF 256 C Q068000-A5169 NE 
BF 256 062702-F733 N ee N 
Gewicht etwa 0,25 g 
Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung: +Ups 30 V 
Drain-Gate-Spannung (/s = 0) +Upgo | 30 V 
Gate-Source-Spannung (Ip = 0) -Uss o 30 V 
Gatestrom: Ic 10 mA 
Sperrschichttemperatur: T, 150 °C 
Lagerungstemperatur: Ta -65 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty s 75 °C) | Prot 300 mW 
Wärmewiderstand 
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rınsu <250 K/w') 


1) bei Befestigung auf Leiterplatte mit einer Kupferfläche von 10 mm x 10 mm für den Drain-Anschluß und 3 mm 
langen Anschlußdrähten ist RthyJU = 2 K/W, Ptot = max. 300 mW gilt dann biszu TU = 90 °C. 
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BF 256 A 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Gate-Reststrom 

(-Uss =20 V, Uos = 0) 
Drain-Source-Kurzschlußstrom 
(Ups = 15 V, Uss = 0) 


Gate-Source-Spannung 

(Ups = 15 V, Ip = 200 nA) 
Gate-Source-Durchbruchspannung 
(-Is =1 1A, Uns = 0) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Vorwärtssteilheit 

(Ups =15 V, Us = 0, f=1 kHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Uns = 20 V, -Ugs = 1 V,f=1MHz) 
Ausgangskapazität 

(Ups = 20 V, Uss = 0, =1 MHz) 
Grenzfrequenz der Vorwärtssteilheit?) 
(Ups = 15 V, Uss = 0) 
Leistungsverstärkung 

(Ups =15 V,Rs=47Q, f= 800 MHz) 
Rauschzahl 

(Ups =10V,Rs=47Q,f= 800 MHz) 


1) Frequenz für Abfall der Vorwärtssteilheit auf 70% des Wertes bei 1 kHz 
2) BF 256 B1: [DS S = 6 bis 8 mA, -UGs = 1,4 bis 2,6 V 


BF 256 A: 
BF 256B: 
BF 256C: 


-Iess 


Ioss 
Ioss 
Ioss 


-Uss 


-UBR) GS$S 


BF 256 B 

BF 256 C 
<b nA 
3bis 7 mA 
6 bis 13 mA?) 
11 bis 18 mA 
0,5bis7,5 | v2 
> 30 V 
5 (2 4,5) mS 
0,7 pF 
1,2 pF 
1 GHz 
11 dB 
7,5 dB 
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Vx 


BF 256 A 


BF 256 B 

BF256C 
Temperaturabhängigkeit der Temperaturabhängigkeit des Sperrstroms 
zulässigen Gesamtverlustleistung nA Icss = FT); -Ugs = 20 V; Ups =0 


mWPa=ftt) 


“sTT 7] 


10' 


200 


100 


0 5 100 150 °C 


Dynamischer Drain-Source-Widerstand Vorwärtssteilheit |yz1;| = / (Io) 


mS Uos = 15 V;f=1kHz; Ty = 25°C 


TS 7 SIE 
ansl — 1 Zu I 
5,0 
2) 
25 
0 
20 mA 


—e-Uss 


518 . Vx 


PNP-Silizium-HF-Transistor BF 324 


für großsignalfeste VHF-Stufen 

BF 324 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10A 3 DIN 
41 868 (TO-92). Er zeichnet sich besonders durch kleine Rückwirkungskapazität aus und ist 
vorzugsweise für Anwendungen in Basisschaltung, z.B. in UKW-Tuner-Vorstufen geeignet. 


Typ | Bestellnummer 2,5max. 
BF324 | 062702-F311 


351 bg 

Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 30 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 4 V 
Kollektorstrom -Ic 25 mA 
Basisstrom I 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °G 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rinyu s420 K/Ww 
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Vx 


BF 324 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucs = 30 V; IE = 0) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA; B = 0) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-!E = 10yA; Ic=0) 
Stromverstärkung 

(-Uce = 10 V; -Ic = 1 mA) 

(-Uce = 10 V; -Ic =4 mA) 
Basis-Emitter-Spannung 

(-Uce = 10 V; -Ic =4 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (f = 100 MHz) 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10V) 

(-Ic =4AmA; —Uce = 10V) 

(-Ic =8mA,; —UceE =10V) 
Rückwirkungskapazität 

(-Uce = 10 V; -Uge = 0; f= 1 MHz) 
Rauschzahl (-/c = 2 mA; -Uceg = 10V); 
f = 100 MHz; Rg = 60 Q) 
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-Icso 
-U(8r)cEo 


-U(8RJEBO 


-Uge 


<50 
>30 
>4 


45 
50 (25 bis 160) 


0,76 


nA 


Vx 


BF 324 


% 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


Pow=f(Tu) 
mW 
300 
4 — 
L I 
200 AN 
BE IB 
an IE Tee, NEN En NL EIER | 
100 — — ai w 
- 
OLE 
it, 
ni un 
0 50 10 150°C 
—] 
Ausgangskennlinien I.=f(Uce) 
Ia = Parameter 
mA 
20 r ; 
i rom] 
600 A 5001A 
| 
| 400UAT 
5 | 
| 3001A 
| I 
10 200 1A 
ai 
5 100HA 
-g=50uA 
0 
0 10V 


—- Us 


Stromverstärkung B =f(Ic) 


-Uce=10V 
100 Be 
E et 
B A 
' n Ur ] 
70 ws 3 
T 
60 =] 
50 7 
40H I 
En nn ie u 
a r =) 
11) I — u 
!mA 
—-- 
Eingangskennlinie Ic=f(Use) 
Uer=10 V 
mA 
10' T 
FFHFH 
5 
Kk 
| "Uresl0V 
100 + 
5 
m" 
0 02 04 12V 
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BF 324 


MHz 
500 


400 
hi 
| 300 
200 
100 
0 
0 5 OmA 
—-- 
Ausgangsleitwert Y;,, 
(Basisschaltung) 
f=100 MHz; -U..= 10V 
ms 
15 z za 0 
n re 
f- Urea 10V 
10 m ass 
L PP UNE 
4mA 
= 1mA " 
05 
0 = 
0 50 100,5 
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Transitfrequenz f =/(I.) 
f=100 MHz; U.; = Parameter 


mS 
40 


20 


mS 
150 


Eingangsleitwert Y,,, 
(Basisschaltung) 
f=100 MHz; -Ucr=10 V 


-/c= mA 


140m$ 


Vorwärtssteilheit Ya,,=/(Ic) 


(Basisschaltung) 
-Uce= 10V 


5 — 300° 


50 


100° 


0 
10mS 


Vx 


NPN-Silizium-HF-Transistoren BF 362 
BF 363 


für UHF-Fernsehtuner 


BF 362 und BF 363 sind NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren im Kunststoffgehäuse (50 B3 
DIN 41867 TO-119 ähnl). BF 362 ist besonders für regelbare Vorstufen, BF 363 vor allem 
für selbstschwingende Mischstufen in Fernseh-UHF-Tunern geeignet. 


Typ | Bestellnummer .05 46.02 


BF 362 | 062702-F395 


5 


111 


BF 363 062702-F396 
\0902 005 

Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten BF 362, BF 363 
Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 20 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 V 
Kollektorstrom Ic 20 mA 
Sperrschichttemperatur T; 125 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu s55 °C) Prot 120 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rınyu <s 580 K/Ww 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Basisstrom 
(IE =3 mA; Uca = 10V) Ig <150 nA 
Basisstrom 
(Ie = 12 mA; Up = 7\V) Is <1 mA 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(Ic = 2 mA; Ucg = 10 V) Use 750 mV 
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Vx 


BF 362 


BF 363 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) BF 362 BF 363 
Transitfrequenz 
(Ice = 3 mA; Uce = 10 V; f = 100 MHz) fr 800 600-820 MHz 
Leistungsverstärkung 
(Ic = 3 mA; Ucg = 10 V; f= 900 Mhz; Vn >11 >11 dB 
Rs = 50 0; Rı = 500 Q) 
Rauschzahl (/c = 3 mA; Ucg = 10V) 
bei f = 500 MHz; Y, = 16,7 mS F 4 4 dB 
bei f = 800 MHz; Yy = 16,7 mS F 4,5 5 dB 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ic = 1 mA; Uce = 10 V; f = 1 MHz) -Cı2e | 0,33 0,33 pF 
Kurzschluß-Rückwärtssteilheit 
(Ic = 3 mA; Ucs = 10 V; f = 900 MHz) IYızv! | 0,95 0,95 mS 
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Rauscharme N-Kanal-Sperrschicht- BFA410 A 
Feldeffekt-Transistoren für HF-Anwendungen BF410B 
BFA410C 
BF410D 
BFA10A,B,C, und D sind asymmetrische epitaktische Planar-N-Kanal-Sperrschicht-Feld- 
effekt-Transistoren im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 (-TO-92). Sie eignen sich 
für Anwendungen bis in den VHF-Bereich. 


Typ Bestellnummer 2,5max DSG 

BF 410 068000-A5440 048x048 = 

BFA10A 068000-A5172 S 2 

BF410B 068000-A5173 = 

BF410C 068000-A5174 

BFA10D 068000-A5175 52max 48max 
Gewicht etwa 0,25 g 
BF410A,BF410B 

Grenzdaten BF410C,BF410D 

Drain-Source-Spannung Uos 20 V 

Drain-Gate-Spannung (Is = 0) Uoso 20 V 

Drainstrom: I 30 mA 

Gatestrom: +tIg 10 mA 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 

Lagerungstemperatur Ta -65 bis 150 °C 

Gesamtverlustleistung (Ty s 75 °C) Prot 300 mW 

Wärmewiderstand 

zwischen Sperrschicht und Umgebung Rthyu s250 K/Ww 
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BF 410 A 


BF 410 B 
BF410 C 
BF 410 D 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BF 410 A | BF 410 B|BF 410C | BF410D 
ee 
Drain-Source-Kurzschlußstrom 
(Ubs =5V, Uss =0) Ioss |0,7bis3 | - - _ mA 
(Ups "10V, Ugs = 0) Ioss | - 2,5bis7 |6bis12 |10bis18 | mA 
Gate-Source-Abschnürspannung 
(Uos =5V, m = 10 4A) -Up | 0,7 = = = V 
(Uos = 10V, m = 10 uA) -Up | - 1,5 2,2 3,2 V 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Vorwärtssteilheit (f = 1 kHz) 
(Uns =5 V, Ugs = 0) IYzısl| 22,5 = = = mS 
(Ups = 10 V, Ugs = 0) Iyaıs| 24 27 28 mS 
Ausganggsleitwert (f = 1 kHz) 
(Uns =5 V, Ugs = 0) 9225 | s60 - - - WS 
(Uos = 10 V, Ugs = 0) 922s s60 s100 s120 uS 
Eingangskapazität (f = 1 MHz) 
(Uns =5 V, Us = 0) Cı1s |) s5 = = = pF 
(Uos = 10V, Uss = 0) C41s s5 sb s5 pF 
Ausgangskapazität (f = 1 MHz) 
(Uns =5 V, Ugs = 0) Ca2s | =3 = ee = pF 
(Uos = 10 V, Ugs = 0) Ca2s | - 3 s3 s3 pF 
Rückwirkungskapazität beif=1MHz 
(Ups =5 NE Uss = 0) C, 25 s 0,4 gi er = pF 
(Uns =10 V, Ugs = 0) Cı2s | - s0,4 s0,4 0,4 pF 
Rauschzahl (f = 100 MHz, 
Ra= Rgopt = 1-14 mS) 
(Uos =5V, Uss = 0) F 1,5 7 —e dB 
(Ups =10V, Ugs = 0) F - 1,5 1,5 1,5 dB 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Ra fl) 
400 T een 
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ii | 
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0 —— 


0 50 100 150 °C 


BF410A 
BF410B 
BF410C 
BF410D 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BF 414 


BF 414 ist ein epitaktischer PNP-Si-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 


DIN 41868 (TO-92) 


Der Transistor eignet sich besonders für rauscharme großsignalfeste VHF- und UKW- 


Vorstufen in Basisschaltung. 


Typ | Bestellnummer 
BF414 | 062702-F517 


Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucp = 20 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =2 mA) 

Kollektor-Basis 

(-Ic = 10 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 10 uA) 

Stromverstärkung 

(-Uce = 10 V; -Ic = 1 mA) 
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2,5max. 
un 


04x0,4 4 en 
\ ] € 


| | | 
EA zu 52. 52.02 = 


ELOTIaBENINWEIG: Befestigungsbohrung 


Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
les 30 V 
Meies 40 V 
—UeBo 4 V 
Ic 25 mA 
-R © mA 
T; 150 °C 
Ta -55 bis +150)| °C 
Prot 300 mW 
Renyu <350 K/W 
-Icso 60 nA 
-Uceo >30 V 
—Uc8o >40 V 
—Uego >4 V 
B 80 = 


Vx 


BF 414 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 1 mA; -Uce = 10 V; f = 100 Mhz) 
(-Ic = 5 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(-Ucg = 10 V;f= 1 MHz) 

Rauschzahl 

(-Ic = 5 mA; -Uce = 10 V;f= 100 MHz 
Re = 600) 


400 
560 


MHz 
MHz 


pF 


dB 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BF 420 
BF 422 


BF 420 und BF 422 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Die Transistoren sind mit den Komplementärtypen 
BF 421 und BF 423 besonders für Anwendungen in Video-B-Endstufen von FS-Empfängern 


geeignet. 
2,5max BCE 
Typ | Bestellnummern 04x04 RER m 
5 II 8 
BF 420 | 062702-F531 ui DT a 
BF 422 062702-F495 j I L | | 
gr Fe 
Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten (T, = 25 °C) BF 420 BF 422 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 300 250 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo =: 250 V 
Kollektor-Emitter-Spannung UcER 300 = V 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 25 25 mA 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur T; -65 bis +150 | -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung') Piot 830 830 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft') Rınsu s150 <s150 K/W 


1) Bei Montage der Transistoren mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatte mit 10 x 10 mm? großer 


Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 
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Vx 


BF 422 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BF 420 BF 422 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Yamesı | >300 >250 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ularjceo | — >250 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Usricer | 300 = V 
(Age = 2,7 kQ) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uerjeso | >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 200 V) IcBo s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Rge = 10. KQ, Uce = 200 V, T; = 150 °C) Icer s10 s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Up =5V) Ieso s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 25 mA, T; = 150 °C) Ucesat Hr | 20 20 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 25 mA; Uce = 20 V) B 240 250 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ucg = 10 V; Ic = 10 mA) f- 260 260 MHz 
Rückwirkungskapazität 
(Ucg = 30 V) -Ci2e s1,6 s1,6 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 
(Ucg = 20 V; -Ig = 10 mA; f = 10,7 MHz) fob' Core | S70 s70 ps 
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Vx 


BF 420 


BF 422 
Temperaturabhängigkeit der StromverstärkungB = f (I.) 
zulässigen Gesamtverlustleistung Ur = 10 V; Ts, = 25 °C 
WRAu=fiN . 
10 HH FHrHHE FT A ++ 
HI SE SE 
Il 
Prot 8 Ei 
Ill! a FH HH 
2 
10° —H 


10° 
0 50 100 150 °C 10° 10" 10° 10' 10?mA 
—7 —Pele 
Kollektorstrom /. = f (Up) Transitfrequenz f; =f(k.) 
Ucr = 10V; = 25 °C Ucr = 10 V; Te = 25 °C 


mA 


g-======: 


u== -S= 


u-- 


e=-= 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


BF 421 
BF 423 


BF 421 und BF 423 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Die Transistoren sind mit den Komplementärtypen 
BF 420 und BF 422 besonders für Anwendungen in Video-B-Endstufen von FS-Empfän- 


gern geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BF 421 062702-F532 
BF 423 062702-F496 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung') 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft!) 


1) Bei Montage der Transistoren mit max. 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 


— 141 en 5,2.92 


Montagehinweis: 
Befestigungsbohrung 9 0,6 


Gewicht etwa 0,25 g Maße inmm 
BF 421 BF 423 
—Uc8o 300 250 V 
eg | = 250 V 
ea |5 5 V 
-Ic 25 25 mA 
-Icm 100 100 mA 
T, 150 150 °C 
Ts -65 bis +150 | -65 bis +150 °C 
Prot 830 830 mW 
Rrnsu <150 | s150 K/W 


3 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatten mit 10 x 10 mm 


2 
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großer 


Vx 


(Rge = 2,70) 


(-Ues =5V) 


(-Ucs = 30 V) 


BF 423 

Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BF 421 BF 423 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung -Ulsrjcso | >300 >250 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannug -Ußrjceo | - >250 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung —Ugr)cer | 300 = V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung -UlsrJeso | >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 200 V) -Icso s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Rge = 10. KQ, -Uce = 200 V, T; = 150 °C) -Icer s10 s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 

—IEBo s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 25 mA, T; = 150 °C) —Ucesat Hr | 20 20 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 25 MA; -Uce = 20 V) B 240 250 - 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ucg = 10 V; Ic = 10 mA) fr 260 260 MHz 
Rückwirkungskapazität 

-C12e s1,6 s1,6 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 
(-Ucg = 20 V; IE = 10 mA; f = 10,7 Mhz) Foo‘ Ch’c s70 s70 ps 
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BF 421 
BF 423 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
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StromverstärkungB = f (I.) 
-Ucr = 10V; T, = 25 °C 


10° 


10? 10" 10° 10' 10? mA 


Transitfrequenz f} = f (Ic) 
-Urr = 10 V; Tg = 25 °C 
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PNP-Silizium-HF-Transistoren 


BF 450 
BF 451 


für Rundfunkanwendungen 


BF 450 und BF 451 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Sie sind besonders für den Einsatz in AM- und FM-ZF- 
Verstärkerstufen geeignet, wobei der BF 450 für geregelte Stufen und der BF 451 für 


ungeregelte Stufen vorgesehen ist. 


Typ Bestellnummer 


BF 450 062702-F312 
BF 451 062702-F313 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty =45 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft 
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2,5max 


a ST 5 


—i 
Da uk ae 


Gewicht etwa 0,25 g 


BF 450 


40 

40 

A 

25 

5 

150 

-55 bis +15 
250 


s420 


| 
s 
N 


s420 


-02 


Maße in mm 


K/w 


Vx 


BF 450 


BF 451 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BF 450 BF 451 
Kollektor-Basis-Sperrstrom 
(-Uce = 30 V) Icso <50 <50 nA 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (-Ic = 10 uA) —U(BR)CBO >40 >40 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (-Ic = 2 mA) -U(8R)cEO >40 >40 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10 uA) U(BR)EBO >4 >4 V 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic = 1 mA; -Uce = 10V) —UBE 0,72 0,73 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 1mA; -Uce = 10V) B >60 >30 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (-/c = 1 mA; 
-Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr 375 325 MHz 
Rückwirkungskapazität 
(-Ic = 1 mA; -Uce = 10 V; f=1 MHz) -Ci2e 0,32 0,32 pF 
Rauschzahl 
(-Ic = 1 mA; -Uce = 10 V; f= 100 kHz; 
R, = 300 Q) F 2 2 dB 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 100 kHz; 
Re = 60.0) F 3,4 3,4 dB 
Vierpoldaten (-Ic = 1 mA; -Uce = 10V 
f= 0,45 bis 10 MHz) I11e 0,5 0,8 mS 
[e2 1e 17 19 pF 
ly2iel 35 35 mS 
Ca2e 1,4 1,4 pF 
f = 450 kHz) g22e <8 <8 uS 
f= 10 MHz 922e <10 <10 uS 
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BF 450 
BF 451 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
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Ic 


Eingangskennlinie I. =f (Upe) 
- Uce= 10V 


mA 


+ 


10V 


Kollektorstrom Ic =f(I,) 
Uce = Parameter 
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BF 450 
BF 451 
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BF 450 


BF 451 
Eingangsleitwert y,,. Ausgangsleitwert ya2c 
-Uce=10 V —Uce= 10V 
mS us 
40 w mi = ii 
| H 4 
die bare ITIIT | | 
| EEE 
Eli - 10° : en A 
MHz: 
Marten 
| 35MHz LI! |||! 
es | 
10 -t 1mA HE 
Ei I, = 2mA FH 
3mA 
EA oma Ill 
LE Fe 
) U 
0 H E10MHz m 
FEHHtil@lee 
{iR | u 
0 I) 20 30nS 0? MN Mi I: 
di —N1 


Vorwärtssteilheit |ya:.| 
-Uce=10 V 
—— ziel 


0 50 100 150 200 mS 


540 Vx 


NPN-Silizium-HF-Transistoren BF 457 
BF 458 
BF 459 


für Video- und NF-Endstufen 


BF 457, BF 458 und BF 459 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869 (TO-126). Der Kollektor ist mit der metallischen Montage- 
fläche des Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders für Anwendungen 
in Video-Endstufen von Fernsehempfänger, für NF-Endstufen mit hoher Betriebsspannung 
und als Treibertransistoren in Horizontal-Ablenkschaltungen geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BF 457 062702-F315 
BF 458 062702-F316 B 
BF 459 062702-F317 —E 
Glimmerscheibe 062902-B62 16.2.4 ER BIERER 
Federscheibe 062902-B63 &i 
A3DIN 137 ee u u 
m 
Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 
Grenzdaten BF 457 BF 458 BF 459 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 160 270 300 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 160 250 300 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 100 100 100 mA 
Basisstrom I 50 50 50 mA 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 300 300 300 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Ty s25 °C) Prot 1,2 1,2 1,2 Ww 
(Tg z45 °C) Prot 10 10 10 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Luft Rınyu s104 s104 s104 K/w 
Kollektorsperrschicht — Gehäuse Rınyg 1) s10 s10 <10 K/w 


1) Das Anzugsdrehmoment der für die Befestigung verwendeten M3-Schraube ist max. 0,8 Nm. Wärmewiderstand 
einer 50 „ starken Glimmerscheibe ungefettet 8 K/W; gefettet 4 K/W. Unter dem Schraubenkopf ist eine Unter- 
legscheibe oder eine gewellte Federscheibe A 3 DIN 137 vorzusehen. 
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BF 458 
BF 459 
Statische Kenndaten (Ty= 25 °C) BF 457 BF 458 1 BF 459 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 uA) UBr)cBo >160 >250 >300 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 10 mA) Usr)cEo >160 >250 >300 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (IE = 100 uA) U(BR)EBO >5 >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 100 V) IcBo <50 - - nA 
(Ucs = 200 V) Icso - <50 _ nA 
(Ucp = 250 V) Icso = - <50 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =3V) IeBo <bO <50 <50 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 30 mA; 
IB =6mA) Ucesat <1 <1 <1 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 30 mA; Uce = 10V) B >25 >25 >25 - 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ucg = 10V; 
Ic = 15 mA; f = 20 Mhz) fr 90 90 90 MHz 
Rückwirkungskapazität 
(Ucg = 30 V;f= 1 MHz; 
Ic =1mA) -C128 4,2 4,2 4,2 pF 
Ausgangskapazität (Ucg = 30 V; 
f=1MHzZ; E=0) Ca2e 5,5 5,5 5,5 pF 
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BF 457 
BF 453 
BF 459 


Temperaturabhängigkeit der . 
zulässigen Gesamtverlustleistung Zulässige Impulsbelastbarkeit 
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NPN-Silizium-Planar Transistoren 


BF 469 
BF 471 


BF 469 und BF 471 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 12 A 3 DIN 41869 BI. 4 (TO-126). Der Kollektor ist mit der metallischen Montage- 
fläche des Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind mit dem Komplementärtyp 
BF 470 und BF 472 besonders für Anwendungen in Video-B-Endstufen von FS-Empfängern 


geeignet. 

Typ Bestellnummer 

BF 469 062702-F497 

BF 471 062702-F507 

Federscheibe 062902-B63 

A3 DIN 137 

Glimmerscheibe 062902-B62 msn 2 

a 
Gewicht etwa 0,5 q Maße in mm 

Transistorbefestigung mit M 3 Schraube, 
Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm, 
Unterlegscheibe oder Federscheibe verwenden. 

Grenzdaten BF 469 BF 471 

Kollektor-Basis-Spannung UcBo 250 300 V 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 250 - V 

Kollektor-Emitter-Spannung ÜcER = 300 V 

Emitter-Basis-Spannung UEBo 5 5 V 

Kollektorstrom Ic 30 30 mA 

Kollektor-Spitzenstrom Icm 100 100 mA 

Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 

Lagertemperatur Ts -65 bis +150 | -65 bis +150 | °C 

Gesamtverlustleistung 

(Ts < 110 °C) Prot 2 2 W 

Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft') Rthyu s100 <100 K/W 

Kollektorsperrschicht-Gehäuse RınG s20 s20 K/w 


1) Bei Montage der Transistoren mit max. 4 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatte mit 10 mm x 10 mm großer 


Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 
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BF 471 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) BF469 | BF471 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung UBr)cBo > 250 | >300 V 
(Ic = 10 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung UBRr)cEo > 250 = V 
(Ic =1yA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ÜBRICER = >300 V 
(Rge = 2,7 ka) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung U(Br)EBO >5 >5 V 
(IE =10 A) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 200 V; Reg = 2,7 kQ; Tu = 150 °C) IcER s 10 <10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucg = 200 V) Icso s10 < 10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (Ugs = 5 V) Ieso s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 25 mA; Tj; = 150 °C) Ucesat HF 20 _ V 
(Ic = 25 mA; Tu = 150 °C) - 20 V 
Stromverstärkung (Ic = 25 mA; Uce = 20 V) B 250 2 40 _ 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ucg = 10 V; Ic = 10 mA;) fr 2 60 2 60 MHz 
Rückwirkungskapazität (Ucg = 30 V) -C12e s 1,8 s 1,8 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 
(Ucg = 20 V; -Ie = 10 mA; f = 10,7 MHz) bb» Cbrc <s90 s90 ps 
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BF 469 
BF 471 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
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BF 470 
BF 472 


PNP-Silizium-Planar Transistoren 


BF 470 und BF 472 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 12 A 3 DIN 41 869 Bl. 4 (TO-126). Der Kollektor ist mit der metallischen Montage- 
fläche des Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind mit dem Komplementärtyp 
BF 469 und BF 471 besonders für Anwendungen in Video-B-Endstufen von FS-Empfängern 


eeignet. 
ne 1.25min. zu 


E——— er 
Typ | Bestellnummer : 7 & 
BF 470 062702-F498 # 
BF 472 062702-F506 162. nal 
Federscheibe 062902-B63 S 
AS DIN 137 Rz 
Glimmerscheibe 062902-B62 

Gewicht etwa 0,5 g Maße in mm 
Grenzdaten BF 470 BF 472 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 250 300 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 250 = V 
Kollektor-Emitter-Spannung —UCcER = 300 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 30 30 mA 
Kollektor-Spitzenstrom -Icm 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °G 
Lagertemperatur T; -65 bis +150 -65 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung 
(Ts <s 110 °C) Prot 2 2 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft') Rınsu s100 s100 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RinyG <s20 s20 K/Ww 


1) Bei Montage der Transistoren mit max. 4 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatte mit 10 mm x 10 mm großer 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 
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BF 472 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BF470 | BF472 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung -Uerjcso | > 250 >300 V 
(-Ic =10 yA) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung -Usrjceo | > 250 - V 
(-Ic =1pA) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung -U(BRICER = >300 V 
(Rar = 2,1 kQ) 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung -U(BR)EBO >56 >56 V 
(IE = 10 1A) 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uce = 200 V; Rge = 2,7 kQ; Tu = 150 °C) —IcER 10 10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucg = 200 V) -IcBo 10 s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugg = 5 V) -IEBo <s10 s10 N 

. Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 25 mA; T, = 150 °C) —UcEsat HF 20 =: V 
(-Ic = 25 mA; Tu = 150 °C) = 20 V 
Stromverstärkung (-/c = 25 mA; -Uce = 20V) B 2 50 240 - 
Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) 

Transitfrequenz (Ucg = 10 V; -Ic = 10 mA); fr 2 60 260 MHz 
Rückwirkungskapazität (-Ucg = 30 V) -C12e s 1,8 s 1,8 pF 

“ Rückwirkungszeitkonstante 

(-Ueg = 20 V; IE = 10 mA; f = 10,7 MHz) bb» Cbic <s90 s90 ps 
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BF 470 
BF 472 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 
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NPN-Silizium-HF-Transistor BF 502 


BF 502 ist ein NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 
(TO-92). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwendung in VHF-Verstärkern, 
VHF-Mischern und VHF-Oszillatoren. 


2,5 max BEC 
Typ Bestellnummer or HE kr 


BF502 | 062702-F572 —— 2 
3 N [ See - ü 
1 02 02 


Gewicht 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten (Ty = 25°C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 4 V 
Kollektorstrom Ic 20 mA 
Kollektorspitzenstrom Icm 50 mA 
Basisstrom Iß 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Tu -55 bis +150 :G 
Gesamtverlustleistung Prot 500 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınsu <250 K/Ww 
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BF 502 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 25 V) 
Kolletor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =1mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Ic = 10 A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE =104A) 

Stromverstärkung 

(Ic =1mA; Üce =10V) 

Ic = 5 mA; Uce = 10V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =5 mA; Ip = 0,5 mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 5 mA; Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
Rauschzahl 

(Ic = 3 mA; Uce = 10 V; f= 200 MHz; Rg = 60 Q) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(f=1 Mhz; Ucg = 10V; Use =0 v» 
Ausgangsleitwert 

(Ic = 1 mA; Uce = 10 V; f= 10,7 MHz) 


1) Dritter Anschluß auf Schirmpotential. 
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Icso 
UlBr)cEo 
Ulßr)cBo 


U(8r)EBO 


700 (2350) 
3(<5) 
<0,35 


s10,5 


nA 


pF 


uS 
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NPN-Silizium-HF-Transistor BF 503 


BF 503 ist ein NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 
DIN 41868 (TO-92). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwendung in VHF- 
Verstärkern, VHF-Mischern und VHF-Oszillatoren. 


Typ | Bestellnummer 


2,5max BEC 


BF5068 | 062702-F574 I le 
Fe 
m 52, Pr 


Gewicht etwa 0.25 g Maße in mm 
Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 4 V 
Kollektorstrom Ic 20 mA 
Kollektorspitzenstrom Icm 50 mA 
Basisstrom I 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung Prot 500 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rtnyu <s250 K/W 
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NPN-Silizium-HF-Transistor 


BF 503 


Statische Kenndaten (T, = 25°C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 25 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =1mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(le = 10 1A) 

Stromverstärkung 

(Ic = 1 mA; Uce = 10V) 

(Ic = 5 mA; Uce = 10V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =5 mA; IB = 0,5 mA) 


Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 5 mA; Uce = 10 V; f = 100 MHz) 
Rauschzahl 

(Ic = 3 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz; Rg = 60 Q) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(f =1 MHz; Ucg = 10 V; Uge =O V)) 
Kollektor-Emitter-Kapazität 

(F =1 MHz; Ucg = 10 V; Ugg =0 V)) 
Ausgangsleitwert 

(Ic =1 mA; Uceg = 10 V; f = 10,7 MHz) 


1) Dritter Anschluß auf Schirmpotential 
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Icso 
U(BR)CEO 
UlBr)cBo 


UlBr)EBO 


750 (2400) 
3 (<5) 
0,55 (<0,7) 
<0,65 


s10,5 


nA 
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NPN-Silizium-HF-Transistor 


BF 505 


BF 505 ist ein NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 
DIN 41868 (TO-92). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwendung in VHF- 


Verstärkern in Emitterschaltung, VHF-Mischern und VHF/UHF-Oszillatoren. 


Typ | Bestellnummer 


BF 505 | 062702-F573 u 


—_ 
—, ® 62, - 


Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 30 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 8 
Kollektorstrom Ic 20 
Kollektorspitzenstrom Icm 50 
Basisstrom I 5 
Sperrschichttemperatur T; 150 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 
Gesamtverlustleistung Prot 500 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu <s250 


25:05 


K/Ww 


555 ,x 


NPN-Silizium-HF-Transistor 


BF 505 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 25 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =1mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 nA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10 A) 

Stromverstärkung 

(Ice =1mA; Uce = 10V) 

(Ice = 5 mA; Uce = 10 V) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Ic =5mA; Uce =10V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =5mA; IB= 0,5 mA) 


Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ic =5 mA; Uce = 10 V; f = 100 MHz) 

Rauschzahl 

(Ic = 3 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz; Rg = 60 Q) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(=1MhHz; Uce =10V; Uge =0V 
Kollektor-Emitter-Kapazität 

(f =1 MHz; Ucg = 10 V; Uge =O V") 


1) Dritter Anschluß auf Schirmpotential 


556 


Icso 
UlBr)cEo 
Ulr)cBo 


UlBr)EBO 


Use 


Uc Esat 


fr 


nA 


pF 


pF 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 506 


BF 506 ist ein PNP-Si-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10A3 DIN 41868 (TO 92). 
Der Transistor eignet sich besonders für rauscharme großsignalfeste VHF-Misch- und 
Oszillatorstufen in Basisschaltung. 


Typ | Bestellnummer 2x. 


r 
BF506 | 062702-F534 | N ta 
L ie 
r 14,1 


| | 
1. 52. 52-021= 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung 


Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung -UcEo 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung —UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 4 V 
Kollektor-Strom -Ic 30 mA 
Basis-Strom -IB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 45 °C) Prot 300 mW 
Wärmewviderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu | <350 K/w 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucp = 20 V) -IcBo 100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) -Uceo >35 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 A) -UcBo >40 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 10 uA) —Ueso >4 V 
Stromverstärkung 
(-Uce = 10 V; -Ic =3 mA) B 25 = 


557 
Vx 


BF 506 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 


(-Ice = 2 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) f- 
Rückwirkungskapazität 

(-Uce = 10 V; f= 1 MHz) Cı2b 
Rauschzahl 

(-Ie =2 mA; -Ucg = 10 V; f = 200 MHz; 

Rs = 60.0) F 
558 


550 


MHz 


pF 


dB 


Vx 


NPN-Silizium-HF-Transistor 


BF 507 


BF 507 ist ein NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 
DIN 41868 (TO-92). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwendung im VHF- 


Verstärkern, VHF-Mischern und VHF/U HF-Oszillatoren. 


Typ | Bestellnummer 2,5max 


BF 507 | 062702-F571 I 


a 
u, et 


52, = 


Gewicht 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 30 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 V 
Kollektorstrom Ic 20 mA 
Kollektorspitzenstrom Icm 50 mA 
Basisstrom IB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | °C 
Gesamitverlustleistung Prot 500 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu <s250 K/W 

559 


Vx 


NPN-Silizium-HF-Transistor 


BF 507 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 25 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =1 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 4A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10 4A) 

Stromverstärkung 

(Ic =1mA; Üce =10V) 

(Ic =5mA,; UÜce =10 V) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Ic = 5 mA; Uce = 10 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =5 mA; Is = 0,5 mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 5 mA; Uce = 10 V; f = 100 Mhz) 

Rauschzahl 

(Ic = 3 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz; Rg = 60 0) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(f = 1 MHz; Uge = 0 V)" 
Kollektor-Emitter-Kapazität 

(f=1 MHz; Ucs =10V; UÜge =0 v” 


1) Dritter Anschluß auf Schirmpotential 


560 


Icso 

Uler)cEo 
Ulßr)cBo 
Ulsr)EBo 


B 
B 


Üge 


Uc Esat 


fr 


<0,75 


0,35 bis 0,65 


nA 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 550 


BF 550 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 
DIN 41869 (TO-236). Der Transistor ist besonders geeignet für den Einsatz in AM-Stufen, 
AM-FM-ZF-Stufen, UKW-Tunern und FS-VHF-Mischstufen in Emitterschaltung für Schicht- 
schaltungen. Der Transistor wird mitdem Codebuchstaben »LA« am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 1200512005 
BF 550 LA | 062702-F547 er 
Oheom 
3.045 
Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 40 V 
Kollektor-Basis-Spannung —-UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 4 V 
Kollektorstrom -Ic 25 mA 
Basisstrom IB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 125 °C 
Lagertemperatur Ts 55 bis +125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr < 65 °C) Prot 150 mW 
Wärmewviderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu <530 K/w 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') Rınssr <430 K/W 
1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
561 


Vx 


BF 550 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =2 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(le = 10 1A) 
Kollektor-Basis-Sperrstrom 

(-Ucg = 30 V) 

Stromverstärkung 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10 V) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
(-Ic =1 mA; —UcE =10V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10 V; f= 100 Mhz) 
Rückwirkungskapazität 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10 V; f= 1 MHz) 
Ausgangsleitwert 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10V; 

f = 450 kHz) 

f= 10 MHz 
Rauschzahl 

(-Ic = 1 mA; -Uce 
R« = 300 Ohm) 
(-Ic = 2 mA; -Uce 
Re = 60 Ohm) 


10 V; f= 100 kHz; 


10 V;f= 100 kHz; 


Vierpoldaten 
(-Ic =1 mA; —Uce =10V) 
f= 0,45 bis 10 MHz 


562 


-U(Br)cBo 
-U(BR)CEO 
-U(BrJEBO 
-IcBo 


B 


—Uße 


>40 


>40 


>4 


<50 


>50 


0,72 


375 


0,35 


MHz 


Vx 


BF 550 


% 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa=f{iN 


200 11 T Al 
BA 5 
im 4 It 4 — 
auaER | 
150 
10 
50 
PERF TA 
0 
0 50 100 150 °C 
—— = Tu, Tsr 
Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Ig = Parameter 
mA 
5 


7 
Impulswiderstand "= f (t) 
Rınssr 


D = Parameter 


Kollektorstrom /c =f (Is) 
Uce = Parameter 


0 100 200 300 400 500 600.A 


eh 


563 
Vx 


BF 550 


} 


Transitfrequenz f; =/(/.) 

Uce = Parameter; f = 100 MHz 
MHz 
600 


h 


460 


300 


200 


0 BE: el 
02535 75 10 125 15mA 


—7 


Kurzschlußvorwärtssteilheit (Y1.) =f(/c) 
Uce = Parameter; f=10,7 MHz 


mS$ 
400 


ziel 


300 10 


200 


100 


0 25 5 5 10 125 15mA 
—t 


564 


187 


Ausgangsleitwert 93. =f (lc) 
Uce = 10 V; f=500 kHz 


A 


Ie 


10 7 
/ —— Mittelwert 
— — Streuwert 
SH 1 SBRRREREE LEER 
0 
0 2 3 4 5mA 
—/; 


Vorwärtssteilheit (Yz1.) 
Ve V 


— [ziel 


100 150 200 mS 
4501 


10,7M 


NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 554 


BF 554 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Hochfrequenz-Transistor im Kunststoff- 
gehäuse 23A 3DIN41869 (TO-236). Der Transistoreignetsich für den Einsatz inAM-FM-ZF- 
Verstärkern, sowie in Eingangsstufen im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich und VHF-FS- 
Mischstufen für Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »CC« am 
Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ | Stempel | Bestellnummer 120.05 12005 
010015 

BF 554 | ce 062702-F551 

0,420,03 

3.0 

Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 

Grenzdaten 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 30 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Sperrschichttemperatur T; 125 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125| °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 65°C) Prot 150 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rıhsu 500 K/Ww 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') RınJsr 400 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 


565 
Vx 


BF 554 


Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Basis-Emitterspannung (Uce = 10 V; Ic =1 mA) 


Stromverstärkung (Ucg = 10 V; Ic = 1mA) 


Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ucg = 10 V; Ic = 1 mA, f = 100 MHz) 


Rauschzahl (Ucg = 10 V; Ic =1mA) 

bei f= 200 kHz, gg = 2 mS’?) 

bei f?=1MHz, gg = 1,5 mS’?) 

bei f = 100 MHz, g, = 10 mS?) 
Mischrauschzahl (Ucg = 10 V; Ic = 1 mA) 
bei f = 200 kHz; g, = 0,6 rnS?) 
beif=1MHz; gg = 1,2 mS? 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic =1mA,; f = 450 kHz) 
Ausgangsleitwert 

(Je =1 mA, Uce = 10 V; f = 0,5-10 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
w Ra = fin 


JEAN 


„ PH 
Tai Bug | 


100 


50 


100 150 °C 


Raus > TI 
USC 


1)g = Generatorleitwert (+) 
Rc 


566 


UÜge 0,68 V 
B 115 = 
fr 260 MHz 
F 1:5 dB 
F 1,2 dB 
F 4 dB 
Fc 3 dB 
Fe 2 dB 
-C12e 0,85 pF 
922e 4 (<10) „S 
Impulswiderstand Zn =f{t) 
D = Parameter 
10 EEHH 
Anısr D65 
R tnısr 
02 
10’ „0 
0,02 ll 
00 
2 
10 H HH 
05 t 
r R 
HD=— I 
D=0 7 = 
‚gulli ll Il 


10° 10° 10° 10° 10? 10? 10° 10°s 


—t 


Vx 


NPN-Silizium-HF-Transistor 


BF 562 


BF 562 ist ein NPN-Silizium-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 
(TO-92). Der Transistor ist besonders für regelbare VHF-Vorstufen in Fernsehtunern 


geeignet. 
Typ | Bestellnummer 
BF 562 | 062702-F542 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu s45 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 


2,5 max. 

“| f* t EBC 
04x0,4 = Ye 
a 
L * = 
a ze 52m 52. 


Montagehinweis: Befestigungsbohrung 
20,6 SAN 


Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Uceo 20 V 
UcBo 30 V 
Ueso 3 V 
Ic 20 mA 
T; 150 % 

Ts -55 bis +150 | °C 

Prot 250 mW 

Rthyu s420 K/W 
567 


Vx 


BF 562 


Statitsche Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Basisstrom 

(Ic = 3 mA; Uce = 10V) 

(Ic = 10 mA; Uce =7\) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =1mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 4A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(le = 10 A) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ic = 2,5 mA; Uc£ = 10 V; f = 100 Mhz) 
Leistungsverstärkung 

(Ic = 2,5 mA; Uce = 10 V; f = 200 Mhz; 
Re = 600; RL = 920 Q) 

Rauschzahl 

(Ic = 2,5 MA; Uce = 10 V; f= 200 MHz; 
Re = 609) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic =1mA; Uce = 10 V; f=1MhHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Uge =0; Ucs =10V;f=1 Mhz) 


568 


Is 
Is 


UlBR)CEO 
Uler)cBo 


U(BR)EBO 


fr 


<s150 


600 


pA 
mA 


MHz 


dB 


dB 


pF 


pF 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 568 


BF 568 ist ein PNP-Silizium-Planar-Transistor mit passivierter Oberfläche im Kunststoff- 
gehäuse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwen- 
dung in rauscharmen, geregelten VHF- und UHF-Vorstufen für Schichtschaltungen. Der 
Transistor wird mit den Codebuchstaben „LK” gekennzeichnet. 


Typ er | Bestellnummer 120.05 120.05 
BF 568 LK | 062702-F626 1 


01:0015 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung -UEBo 3 V 
Kollektorstrom -Ic 30 mA 
Basis-Strom I 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 60 °C) Prot 220 mW 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rıhyu < 500 K/W 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite?) RenJsr <410 K/W 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm 2,5 cm? Fläche 


569 
Vx 


BF 568 


Statische Kenndaten (7 = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 15 V) 


Emitter-Basis-Reststrom (-Uepo = 3 V) 


Stromverstärkung (-Uce£ = 10 V; -Ic =1 mA) 


Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) 


Kollektor-Basis-Kapazität (-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) 


Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic =3 mA; -Ucg = 10 V; f= 800 MHz, 
R\ = 500 Ohm) 

Rauschzahl 

(-Ic =3 mA; -Ucg = 10 V; Re = 60 Ohm; 
f= 800 MHz) 

(-Ic =3 mA; -Ucg = 10 V; Re = 60 Ohm; 
f= 200 Mhz) 

Kollektorstrom für Vppmax 

(Vec = 12 V; Rec = 1kOhm; f= 800 MHz; 
Rı = 500 Ohm) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mWPa=f{N 


300 —— - 


4 
Prot Bu 


570 


—IcBo 1 (< 100) nA 
—IEBO <10 nA 
B 60 (> 25) - 

fr 1,1 GHz 
CcBo 0,35 pF 
Vpb 14,5 dB 
F 3(<4) dB 
F 2.5 dB 
Ic 3,5 mA 


FinssR _ 
Ric 


Impulswiderstand 
D = Parameter 


Anısr E05 


"En PRIEEIIEEHBES 
H002 IBBEIERIBELN il 
w HEHE 


2% A e. ı 
D=— HH 
D=0 4 een 
„or ul tl li I ll | I 
10° 10° 10° 10° 10? 10? 10! 10°s 
—t 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 569 


BF 569 ist ein PNP-Si-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 DIN 41 869 
(TO-236). Der Transistor eignet sich besonders in UHF-Misch- und Oszillatorstufen für 
Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben „LH” am Gehäuse 
gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 1200512005 
+0,015 
BF569 | LH | 062702-F548 4 
01..0,25 
1,2-0,35 
Gewicht etwa 0,02 9 Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —UceEo 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 3 Y 
Kollektorstrom -Ic 30 mA 
Basisstrom -IB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis 125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 60 °C) Prot 220 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınyu <500 K/W 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') RthJSR <410 K/W 


2 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm Fläche 


571 
Vx 


BF 569 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucso = 20 V) 
Stromverstärkung 

(-Ic =3mA,; —Uce =10V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V;f=1 MHz) 

Rauschzahl 

(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; Re = 60 Ohm; 
f= 800 MHz) 

Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f= 800 MHz; 
R\ = 500 Ohm) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa =f{N 
300 11 = 


Fa BE IEEBEE 
tot 


200 


100 


572 


-IcBo 


fr 


Ccso 


r 
Impulswiderstand R 


< 100 nA 
50 (> 25) = 
850 MHz 
0,31 pF 
4,5 dB 
12,5 dB. 


IhJSR de it) 
R 


thJSi 


D = Parameter 


10 
An ysR 5 
R ynısr I 
02 5 
10" 1 H 
Ei Hin 
002 HIER) A 
HH HH 
00 
10? =} HE: ie 
[005 tr 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BF 579 


BF 579 ist ein PNP-Si-UHF-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 DIN 41869 
(TO-236). Der Transistor eignet sich besonders für nichtgeregelte kreuzmodulationsarme 
UHF- und VHF-Vorstufen in Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchsta- 


ben »LJ« am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 
BF 579 LJ 062702-F552 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 60 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite' ) 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 


1+0,051 +0,05 


Gewicht etwa 0,02 g 


Rınsu 
RtnJSR 


20 

25 

3 

30 

150 

-55 bis 125 
220 


<500 
<410 


01209015 


Maße in mm 


K/w 


573 


Vx 


BF 579 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 20 V) 
Stromverstärkung (-/c = 10 mA; -Ucg = 10 V) 


Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 10 mA; -Uce = 10 V; f=100 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität (-Ucg = 10 V; f=1 MHz) 
Rauschzahl (-/c = 10 mA; -Ucg = 10 V; Re = 60 Ohm); 
f= 200 MHz; 

Rauschzahl (f = 800 MHz;) 


Leistungsverstärkung 

(-Ic = 10 mA; -Ucg = 10 V; f= 800 Mhz; 
RL = 500 Ohm) 

Störspannung!) 

(-Ic = 10 mA; -Ucg = 10V; fu = 200 MHz; 
Re = 75 Ohm) 


Temperaturabhängigkeit der 
mW Gesamtverlustleistung Pi. = f (N) 


0 50 100 150 °C 


——> Tu Tor 


-IcBo < 100 nA 
B >20 = 
fr 1,6 GHz 
CcBo 0,55 pF 
F 2,9 dB 
F 4,2 dB 
Vob 16 dB 
Ustörıy | 230 mV 
f P Finssr _ 
mpulswiderstand an fit) 


IhJSR 
D = Parameter 


10 
Anısr D5 
Rtnısr 
02 N Al 
10'142 
00 
1002 BBHIRII| 
00 
10? 
05 
dh. 
ba 8 = In 
7a NUNNIINFONRTTERN 


10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°s 


—-t 


1) Us ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehträgers mit Rg= 75 Ohm, der 


auf dem Nutzträger 1% AM verursacht. 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor 


BF 599 


BF 599 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-P 
3DIN 41869 (TO-236). Der Transitor ist durch 
und eignet sich vor allem zum Einsatz in nichtgerege 
schaltung für Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben » 


häuse gekennzeichnet. 


Typ | Stempel | Bestellnummer 
BF 599 NB 062702-F550 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Basis-Emitter-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tsr = 65 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite' ) 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 


1+0,051+0,05 


Gewicht etwa 0,02 g 


lanar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 
kleineRückwirkungskapazitätgekennzeichnet 
Iten VHF-Verstärkerstufen in Emitter- 
NB« am Ge- 


01+0915 


01..0,25 
1,2-0,35 
Maße in mm 
25 V 
40 V 
4 V 
25 mA 
2: mA 
125 °G 
-55 bis +125| °C 
150 mW 
<500 K/w 
<400 K/w 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 599 
Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucs "40 V) IcBo < 100 nA 
Stromverstärkung 
(Uce =10 V; Ic =7 mA) B 85 (> 38) = 
Basis-Emitterspannung 
(Uce "10 V;Ic=7mA) ÜBe 0,78 V 
Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Uce = 10 V; Ic = 5 mA; f = 100 MHz) fr 550 MHz 
Rückwirkungskapazität 
(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; fF=1MhHz) -Ci2e 0,35 pF 
Erzielbare Leistungsverstärkung 
(Uce = 10 V; Ic = 7 mA; f = 35 Mhz) Vpeopt)| 43 dB 
Vorwärtssteilheit 
(Ic = 7 mA, Uce = 10V; f= 35 MHz) | Yare | 200 mS 
Temperaturabhängigkeit der Impulswiderstand we = fit) 
a N Gesamtverlustleistung D = Parameter 
tot ” 
200 10 
BR n H 
thJSR ‚5 
tot 1 Rtnısr 
0,2 1 
150 
10' „2 
0,05 -EH- 
| Inn 
10 H002 I h 
00 
10? 
5 
50 SAD t nal 
p=+ all 
T. 
D=0, 7 = 
Au BA N NRTUANTTNTENKIIR 


Yzol ? 
Ag 11. 922 


)V 


pe opt” 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BF 606 A 


BF 606 A ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 
10 A 3 DIN 41 868 (TO-92). Der Transistor eignet sich für VHF-Oszillatorstufen, speziell 


zur Ansteuerung von MOS-Mischstufen. 


Typ Bestellnummer 
BF 606 A 062702-F535 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Emitterstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu = 45 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft 


1, 


Gewicht 0,25 g 


al, je 


-0,2 


150 
-55 bis 150 
300 


<350 


Maße in mm 


Kyw 
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BF 606 A 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucso = 20 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 2 mA) j 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ie = 10 uA) 

Stromverstärkung 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 5 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(-Uce = 10 V; f = 1 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(-Uce = 10 V; -Ic = 1 mA; f= 1 MHz) 
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—IcBo 

-U(8R)cEO 
-UBr)cBo 
-U(BR)EBO 


B 


fr 
-C12b 


-C12e 


<60 
>30 
>40 
>4 


>30 


650 
0,35 


<0,85 


nA 


pF 


pF 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 622 


BF 622 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse (SOT-89) 
als Komplementärtyp zu BF 623. 


Er eignet sich besonders für Video-B-Endstufen in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Der 
Transistor wird mit dem Codebuchstaben »DA« gekennzeichnet. 


Typ | Stempell Bestellnummer 
BF622 |oA | 062702-F568 


0,8 min 


0,48max 0,53max 
15 
— 3,0 


Gewicht etwa 0,19 Maße in mm 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung Ucso 250 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 250 V 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 5 V 
Kollektorstrom Ic 20 mA 
Kollektorspitzenstrom Icm 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur T; -65 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tar = 60 °C)') Prot 2 w 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 

(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) Rıihy sr 45 K/W 


!) Tgn=die Temperatur der Substratrückseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kühlkörper ist 
Tsa mit der Kühlkörpertemperatur identisch. 
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BF 622 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung U 8r)cBO > 250 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ulgr)cEo > 250 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung U(BR)EBO >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucg = 200 V IcBo < 100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Rge = 10 kOhm, Uce = 200V; T; = 150 °C) IcER <50 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Us =5V) Ieso <10 pA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 25 mA; T; = 150°C) UcesatHr 20 V 
Stromverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce = 20 V) B >50 - 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 


(Uce =10 V; Ic =10 mA) fr >60 MHz 
Rückwirkungskapazität 

(Uce =30 V) -Ci2e < 1,6 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 

(Ucg = 20 V; -Ie = 10 mA; f = 10,7 MHz) fbbr Cbbr <70 ps 


Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit runssn =f (t) 


zulässigen Gesamtverlustleistung 5 v= Parameter 
WPu=f (Ton) R 
2 PT 10 
5 
tot FhISR 


10' 


ll 


2 40° 10°s 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 623 


BF 623 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse (SOT-89) 
als Komplementärtyp zu BF 622. 


Er eignet sich besonders für Video-B-Endstufen in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Der 
Transistor wird mit dem Codebuchstaben »DB« gekennzeichnet. 


Bestellnummer 
062702-F567 


Stempel 
DB 


Typ 
BF 623 


0,8 min 


048max 0,53max 


15 
3,0 
Gewicht etwa 0,19 Maße in mm 
Grenzdaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Spannung —UcBo 250 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 250 V 
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 5 V 
Kollektorstrom -Ic 20 mA 
Kollektorspitzenstrom -IcMm 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tgr = 60 °C) Prot 2 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) RthJSR 45 K/W 


!) Tea=die Temperatur der Substratrückseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kühlkörper ist 
Tgr mit der Kühlkörpertemperatur identisch. 


581 
Vx 


BF 623 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucs = 200 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Rge = 10 kOhm, -Uce = 200 V; T; = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Uge =5 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 25 mA; T; = 150 °C) 
Stromverstärkung 

(-Ic = 25 mA; -Uce = 20 V) 


Dynamische Kenndaten (T = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(-Uce =10V; -Ic =10 mA) 
Rückwirkungskapazität 

(-Ucs = 30 V) 
Rückwirkungszeitkonstante 

(-Uce = 20 V; Ie = 10 mA; f = 10,7 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamitverlustleistung 
% Pox=F (Tr) 
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-Uler)cBo 
-U(BR)CEO 
-U(BR)EBO 
—Icso 
-Icer 
-IEBo 
—UcesatHF 


B 


fr 
-Ci2e 


Fob» Obbr 


> 250 
> 250 
>5 

< 100 
<50 
<10 
20 


> 50 


MHz 
pF 


ps 


Impulsbelastbarkeit runusn =? (£) 


5 v =Parameter 
10 


5 
FEHJSR 
0, 
10' 
1 
5 
0 
10 
Er 
5 
ao [LA IHN I Il Il 
10° 10° 10° 10? 10? 107 10°s 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 660 


BF 660 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 
3 DIN 41 869 (TO-236). Der Transistor eignet sich für VHF-Oszillatorstufen, speziell zur An- 
steuerung von MOS-FET-Mischstufen, sowie für nichtgeregelte VHF-Verstärkerstufen in 
Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »LE< am Gehäuse ge- 
kennzeichnet. 


1+0,05 120,05 


Bestellnummer 
062702-F549 


010015 


Typ Stempel 
BF 660 LE 


Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 4 V 
Kollektorstrom -Ic 25 mA 
Emitterstrom -IE 30 mA 
Sperrschichttemperatur T; 125 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis 125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Task = 65 °C) Prot 150 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rthyu <500 K/Ww 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite' ) Rınssr  |<400 K/W 
1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =2 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 10 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucs =20 V) 

Stromverstärkung 

(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(-Ic = 5 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(-Uce = 10 V; -Ic = 1mA,; f = 1 Mhz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW PR. =fM 
200 


50 
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BF 660 


-U(BR)CBO 
-U(8R)cEO 
—U(BRJEBO 
-IcBo 


B 


fr 


-Ci2e 


>40 


> 30 


>4 


<50 


> 30 


650 


0,65 


nA 


MHz 


pF 


Impulswiderstand gen — fit) 
D = Parameter 


thJSR 


10 
Anısr 05 
R tnısr 
02 I 
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00 
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[| 
00 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 767 


BF 767 ist ein PNP-Silizium-Planar-Transistor mit passivierter Oberfläche im Kunststoff- 
gehäuse 23A 3 DIN 41 869 (TO-236). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwendung 
in rauscharmen, geregelten VHF- und UHF-Vorstufen für Schichtschaltungen. Der Transistor 
wird mit dem Codebuchstaben »LG« am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ | Stempel| Bestellnummer 120.051+005 
BF767 | ı6 | 062702-F553 a 
01..0,25 
1,2-0,35 
Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Uc8o 30 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 3 V 
Kollektorstrom -Ic 20 mA 
Basis-Strom IB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 125 °G 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125| °C 
Gesamtverlustleistung (Tsp = 65 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rtnsu <500 K/Ww 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') Rınssr |<400 K/Ww 
1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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BF 767 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 15 V) -IcBo < 100 nA 
Stromverstärkung (-Uce£ = 10 V; -Ic =3 mA) B 60 (> 15) - 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ic = 0; -Ugg = 3V) -IEBo <10 nA 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(-Ice = 3 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) fr 950 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) CcBo 0,32 pF 


Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic =3 mA; -Ucs = 10 V; f= 800 MHz, 
R\ = 500 Ohm) Vpb 13 dB 
Kollektorstrom für 30 dB Abregelung 

(f = 800 MHz, Ucc = 12 V, Re =1kOhm 


Rg = 60 Ohm, RL = 500 Ohm) Ic 7 mA 
Rauschzahl (-/c = 3mA; -Ucg = 10 V; Ra = 60 Ohm 

f = 800 MHz) F 37 dB 
(f = 200 MHz) F 2,9 dB 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mWPu=fln 
300 


tot 


> 


200 


100 
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PNP-Silizium-HF-Transistoren 


BF 847 
BF 848 


für Video- und NF-Endstufen 


BF 849 


BF 847 BF 848 und BF 849 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunst- 
stoffgehäuse (-T0-202). Der Kollektoristmitder metallischen Montagefläche des Transistors 
leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders für Anwendungen in Video-Endstufen 
von Fernsehempfängern, für NF-Endstufen mit hoher Betriebsspannung und als Treiber- 
transistoren in Horizontal-Ablenkschaltungen geeignet. 


Typ Bestellnummer Re | 
BF 847 062702-F662 372 
BF 848 062702-F663 Z 1273 
BF 849 062702-F664 “5 
13,2 :1 17202 > 
Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
& 
ä 
38:02 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 

Grenzdaten BF 847 BF 848 BF 849 
Kollektor-Basis-Spannung —UcBo 160 270 300 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 160 250 300 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 5 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 100 100 100 mA 
Basisstrom Is 50 50 50 mA 
Kollektor-Spitzenstrom -Icm 300 300 300 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Ty s 25 °C) Prot 1,8 1,8 1,8 W 
(Tg s 100 °C) Prot 2,5 2,5 2,5 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu <70 <s70 <70 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RtnuG s20 <s20 s20 K/w 
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BF 843 
BF 849 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BF 847 BF 848 BF 849 
Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 nA) —U(BRICBO <160 <250 <300 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 10 mA) —U(BR)CEO <160 <250 <300 V 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 yA) —U(BR)EBO >5 >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 100 V) -IcBo <5O _ = nA 
(Ucs = 200 V) -IcBo _ <5O - nA 
(Ucg = 250 V) -IcBo - - <50 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueso =3V) —-IEBo <50 <50 <50 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 30 mA; 
Is =6 mA) —UcEsat <1 <1 <1 V 
Stromverstärkung 
(Ic = 30 mA; Uce = 10V) B >25 >25 >25 - 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ucg = 10V; a 
Ic = 15 mA; f = 20 Mhz) tz 90 90 90 MHz 
Rückwirkungskapazität 
(Uce = 30 V; f= 1 MHz; 
Ic=1mA) -C12e 4,2 4,2 4,2 pF 
Ausgangskapazität (Ucg = 30 V; 
f=1 MHz; E=0) Ca2e 5,5 5,5 5,5 pF 
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BF 847 


BF 848 
BF 849 
Temperaturabhängigkeit der Zulässiger Betriebsbereich 
zulässigen Gesamtverlustleistung Ic = f Uee); Ts = 100 °C; D=0O 
WPa=fiN mA 
377 10 


Ic 


ot 


12 


N) 


0 50 100 150 °C 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 


Zus _ 
Russ ru 


Kurven für: 

Kollektorstrom Ic = f (Use) 
Ausgangskennlinien Ic = f (Uce) 
Basisstrom /g = f (Ic) und 
Transitfrequenz fr = f (Ic) 

| Ill Ill ähnlich denen vom Typ BF 857, 858, 859 
106 105 10° 10% 102 10° 10° 10's 


—>?T 
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NPN-Silizium-HF-Transistoren BF 857 
BF 858 
BF 859 


für Video- und NF-Endstufen 

BF 857, BF 858 und BF 859 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im 
Kunststoffgehäuse (ähnlich TO-202). Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche 
des Transistors leitend verbunden. Die Transistoren sind besonders für Anwendungen in 
Video-Endstufen von Fernsehempfängern, für NF-Endstufen mit hoher Betriebsspannung und 
als Treibertransistoren in Horizontal-Ablenkschaltungen geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BF 857 062702-F623 
BF 858 062702-F624 
BF 859 062702-F625 _ 
17:02 
Gewicht etwa 15 g Maße in mm 
5 
in 
38:02 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 
Grenzdaten BF 857 BF 858 BF 859 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 160 270 300 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 160 250 300 V 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 100 100 100 mA 
Basisstrom I 50 50 50 ‚| mA 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 300 300 300 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 ge 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 TC 
Gesamtverlustleistung 
(Tu z25 °C) Prot 1,8 1,8 1,8 W 
(Tg s100 °C) Prot 2,5 2,5 2,5 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rtnyu s70 s70 <s70 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Reh s20 s20 s20 K/Ww 


590 Vx 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruch- 
spannung (Ic = 100 nA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ic = 10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (le = 100 A) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 100 V) 

(Ucp = 200 V) 

(Ucg = 250 V) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueso = 3 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung (Ic = 30 mA; 

Is = 6 mA) 
Stromverstärkung 

(Ic = 30 mA; Uce = 10V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz (Uce = 10V; 

Ic = 15 mA; f= 20 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Ucg = 30 V; f= 1 MHz; 

Ic = 1 mA) 

Ausgangskapazität (Ucg = 30 V; 
f=1MHz; E=0) 


BF 853 
BF 859 
BF 857 BF 858 BF 859 
e- >| Ve ee 
U(Br)CBO <160 <250 <300 V 
Ular)cEo <160 <250 <300 V 
—U(BRJEBO >5 >5 >5 V 
Icßo <50 - - nA 
Icso - <50 = nA 
Icso = - <50 nA 
IEso <50 <50 <50 nA 
Ucesat <1 <1 <1 V 
B >25 >25 >25 - 
fr 90 90 90 MHz 
-C12e 4,2 4,2 4,2 pF 
C22e 5,5 5,5 5,5 pF 
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BF 857 
BF 858 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
4 Pa=tm 


( 
10° 105 10° 10? 102 10° 10° 10's 


—-rT 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
IhJG 


W Rıns 7 f u) 
3 


0 50 100 150 °C 
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BF 859 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic = f (Uce); = 100 °C;D=0 
mA 


10 
ei HH 
| N 


1) 


Vx 


BF 857 
BF 853 


Kollektorstrom Ic = f (Upe) 

Uce = 10 V; T, = Parameter 
mA BF 857, BF 858, BF 859 
E] 


Ic 


20 


Basisstrom I; = f (I.) 
Uce = 10 V; T, = Parameter 


pA BF 857, BF 858, BF 859 
5007 TI 7 
Tr =’ a | 
400 rt 
Is 
| 
ee 1 
' =] 
R=-10°C 60°C 
200 25°C 
100 uam 
0 
0 0 20 - 30mA 
—-Ll 


BF 859 


Ausgangskennlinie Ic = f (Uce) 
I, = Parameter 
mA BF 857, BF 858, BF 859 


100 3500 w, 
9 30001 


1 


70 


Transitfrequenz fr =f(I.) 
Uce = 10 V; f= 20 MHz 
MHz BF 857, BF 858, BF 859 


150 


00 


Vx 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren BF 869 


BF 871 


BF 869 und BF 871 sind epitaktische NPN-Si-Planar-Transistoren im Kunststoffgehäuse 
(ähnl. TO-202). 

Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche des Transistors leitend verbunden. 
Die Transistoren sind besonders für Anwendungen in Video-B-Endstufen bei Fernseh- 
empfängen und für NF-Endstufen mit hoher Betriebsspannung geeignet. 


Als Komplementär-Typ zu BF 869 ist BF 870 und zu BF 871 der Transistor BF 872 vorge- 
sehen. 


Typ | Bestellnummer 


BF 869 062702-F592 
BF 871 062702-F593 


Gewicht etwa 15 g 


Maße in mm 


3 
ha 
o© 


Auf Wunsch mit abgebogenem 


Befestigungsblech lieferbar! 


Grenzdaten (T, = 25 °C) BF 869 BF 871 
Kollektor-Basis-Spannung Uceo | 250 300 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 250 er V 
Kollektor-Emitter-Spannung Ucer | - 300 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso | 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 30 30 mA 
Kollektor-Spitzenstrom Ic 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 150 °C 
Lagertemperatur T; -65 bis +50 | -65 bis +150 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tg s 110 °C) Prot 1,6 1,6 w 
Gesamtverlustleistung (Tu s 25 °C) Prot 1,6 1,6 w 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht — Luft!) Rınsu | s70 <70 K/W 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse Rınyc | s25 S25 K/w 
1) Bei Montage des Transistors mit max. 4 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatte mit 10 x 10 mm“ großer 


Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 
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Vx 


BF 869 


Temperaturabhängigkeit der 

zulässigen Gesamtverlustleistung 
j Poa=fN 

FT] FH 


BF 871 

BF 869 BF 871 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uerjcso | > 250 > 300 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uerjceo | > 250 - V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CER 
(Rge = 2,7 kQ) - 300 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Urjeso | > 5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucpo = 200 V) Icso s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Rge = 2,7 kOhm, Uce = 200 V, T; = 150 °C) Icer s10 s10 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (Ueso = 5 V) IEBo <s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 25 mA; T; = 150 °C) UeesatHr | 20 20 V 
Stromverstärkung (Ic = 25 mA; Uce = 20 V) B 250 240 _ 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ucg = 10 V; Ic = 10 mA;) fr 2 60 2 60 MHz 
Rückwirkungskapazität (Ucg = 30 V) -C12e & 2 Ss 2 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 
(Ucg = 20 V; -Ie = 10 mA; f = 10,7 MHz) bb Eve | SIO s90 ps 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Zins 
R IhJG 


=f(n; D = Parameter 


10° 10° 10° 


ET EA u Tı u Tu (JE 


—rt 
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BF 869 
BF 871 


Ic 


Zulässiger Betriebsbereich I. = F(LL.) 


1,51 
mA 


10°C, D = 0,01 


10 
= 


Kollektorstrom I. = f (Use) 
A Ur = 


10 V; 7, = 25 °C 


= 


nonws no 
Fear 


_ 
[>23 


10° 


10" 
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StromverstärkungB = f (I.) 
Urg = 10V; Tg = 25 °C 


# FF RHRFH 
MERRIEHTIEER 
= Si Ei SE 
B T m 
Al 4 Hat 
BELLE 
10? F En 
Transitfrequenz f, = f (I.) 
Uce = 10 V; Tg= 25 °C 
MHz 
150 
fr 
100 


50 


10" 10° 10' 10? mA 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


BF 870 
BF 872 


BF 870 und BF 872 sind epitaktische PNP-Si-Planar-Transistoren im Kunststoffgehäuse 


(ähnl. TO-202). 


Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche des Transistors leitend verbunden. 
Die Transistoren sind besonders für Anwendungen in Video-B-Endstufen bei Fernseh- 
empfängern und für NF-Endstufen mit hoher Betriebsspannung geeignet. 


Als Komplementär-Typ zu BF 870 ist BF 869 und zu BF 872 der Transistor BF 871 vorge- 


sehen. 

Typ Bestellnummer 
BF 870 062702-F602 
BF 872 062702-F603 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung (Tg < 110 °C) 
Gesamiverlustleistung (Tu s 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft?) 


Kollektorsperrschicht - Gehäuse 


1) Bei Montage des Transistors mit max. 4 mm langen Anschlußdrähten auf Leiterplatte mit 10 x 10 mm 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 


e *1 


Gewicht etwa 15 g 


85:0 + 
217202 


38:02 


Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 


% 


Ken 
N 
o 


Maße inmm 


| BF 870 BF 872 
-Ucgo| 250 300 V 
-Uses| 250 = V 
Ucer | - 300 V 
-Ueso| 5 5 V 
-Ic 30 30 mA 
-Icm | 100 100 mA 
T; 150 150 °C 
Ts -65 bis +150 -65 bis +150 sc 
Prot 1,6 1,6 W 
Prot 1,6 1,6 W 
Rınsu | = 70 <70 K/Ww 
Rınsa | 225 <25 K/W 
2 großer 
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Vx 


BF 870 


Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Rge = 2,7 kQ) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 


Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 200 V) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(Rge = 2,7 kOhm, -Uce = 200 V, T; = 150 °C) 


Emitter-Basis-Reststrom (-Ugpo = 5 V) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 25 mA, T; = 150 °C) 


Stromverstärkung (-/c = 25 mA; -Uce = 20 V) 


Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Transitfrequenz (-Uceg = 10 V; -Ic = 10 mA ) 


Rückwirkungskapazität (-Ucg = 30 V) 


Rückwirkungszeitkonstante 
(-Ucs = 20 V; Ie = 10 mA; f = 10,7 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


WPu=fin 
2 
Pot Je ]l 1 
N i 
Rrnsu Rınıs 
10 1 
0,5 
I N 
0 I 
0 50 100 150 °C 
N 
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BF 872 
BF 870 BF 872 
-UlBR)CcBo > 250 > 300 V 
-U(BR)CEO > 250 = V 
UlBRICER x 300 V 
-Ußrjeso | > 5 >5 V 
-IcBo s10 s10 nA 
—IcER s10 sı10 nA 
-IEBo <s10 s10 nA 
—UcesatHr | 20 20 V 
250 240 - 
2 60 260 MHz 
-C12e Ss 2 = 2 pF 
Pbbr Cbrc s90 s90 ps 
Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Zwis =f(t);D = Parameter 
1 thJG 
N 
Zın 
Rn 
10° 
10 4 
w | 
10° 10° 10° 19 1% 1 1 As 
—[t 


Vx 


BF 870 


BF 872 
Zulässiger Betriebsbereich StromverstärkungB = f (Ic) 
je = # (Uce); Tg = S110 °C; D = 0,01 -Uce = 10 V; Tg = 25 °C 
— 10° 
1 


10° 10 ji I II 1 LI 
102 10" 10° 10' 10? mA 
—J: 
Kollektorstrom /. = f (Use) Transitfrequenz f = (I.) 
z -Uce = 10 V; Tg = 25 °C Kir -Uge = 10 V; Tg = 25 °C 
z 


PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 926 


BF 926 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 
10 A 3 DIN 41868 (TO-92). Der Transistor eignet sich für VHF-Oszillatorstufen, speziell 
zur Ansteuerung von MOS-Mischstufen. 


Typ | Bestellnummer "> a 1 EB 
BF926 | 0.62702-F 678 le mu. 


Gewicht etwa 0,25 g Maße inmm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung —Uc8o 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 4 V 
Kollektorstrom -Ic 25 mA 
Emitterstrom -IE 30 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Prot 300 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınsu <350 K/w 


600 Vx 


BF 926 


' Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Uca = 20 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic=2 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ie = 10 4A) 
Stromverstärkung 
(-Ic =1mA; -Uce = 10V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 5 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(-Ucg = 10 V; -Ic =5 mA; f=1 Mhz) 
Leerlauf-Ausgangs-Kapazität 

(-Ie =: 0; —Uc =10 V; f=1 MHz) 
Leerlauf-Eingangs-Kapazität 

(-Ugso = 0,15 V; F=1 MHz) 


<60 
>30 
>40 
>4 


80 (> 30) 


600 


nA 


601 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 939 


Der BF 939 ist ein Silizium-HF-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse DIN 41868 (TO-92). 
Der Transistor eignet sich besonders für regelbare VHF-Vorstufen in FS-Tunern. 


Typ | Bestellnummer 2,5max. 
BF 939 | 0.62702-F 528 

Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung —UcBo 30 V 
Basis-Emitter-Spannung —UeBo 3 V 
Kollektorstrom -Ic 20 mA 
Basis-Strom -IB 2 mA 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 *C 
max. Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 60°C) Prot 350 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht-Luft Rınsu <500 K/w 


602 x 


BF 939 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
(-Uce = 20 V; -Uge = 0) 


Stromverstärkung 
(-Ic = 2 mA; -Uce = 10V) 
(-Ic = 7 mA; -Uce = 5V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(-Ic = 1 mA; -Uce = 10V) 

Rauschzahl 

(-Ic = 2 mA; —UceE = 10V; 

f = 200 MHz; Rg = 60 Ohm) 
Leistungsverstärkung 

(-Ic = 2 mA; -Uce = 10 V; f= 200 MHz; 
Rı = 1 kQ; Reg = 60 Ohm) 

Regelbereich der Leistungsverstärkung 
(-Uec = 12 V; Rec = 1 ko; f= 200 MHz; 
Ic s9 mA) 

Störspannungsminimum*) 

(f = 200 MHz; -Ic = 2 mA) 


-Ices 


Ci2e 


Vpb 


Usrı% 


<100 


50 (>30) 
(>10) 


> 35 


nA 


MHz 


pF 
dB 
dB 


dB 


mV 


*) Ust 1% ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehträgers mit RG = 75 Ohm, 


der auf dem Nutzträger 1% AM verursacht. 
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BF 959 


BF 959 ist ein NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 10 A 3 DIN 41868 (TO-92). 
Der Transistor ist besonders geeignet für den Einsatz als ZF-Vorverstärker in Verbindung 
mit einem Oberflächenwellenfilter, als auch für allgemeine Anwendungen in linearen Ver- 
stärkerstufen im VHF-Bereich mit hohen Signalpegeln. 


2,5 max. BEC 


Typ | Bestellnummer 5 
0,4x0,4 A >; 
BF959 | 0.62702-F 640 5 = 
2 ın 
—r h [7 
Ben FEnE Ale ” 


Gewicht 0,25 g Maße in mm 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter Sperrspannung Uceo 20 V 
Kollektor-Emitter Sperrspannung Uces 30 V 
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 30 V 
Basis-Emitter-Sperrspannung Ueso 3 V 
Kollektor-Spitzenstrom Icm 100 mA 
Basisstrom Ibm 30 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur T; -55 bis 150 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 500 mW 
(Tu<s25°C, Uces15 V) 

Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft Rınsu | s250 | K/w 
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Vx 


BF 959 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs =20 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 4A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10,uA) 

Stromverstärkung 

(Ic =5mA; Uce =10V) 

(Ic = 20 mA; Uce = 10V) 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung 

(Ic = 20 mA; Uce = 10V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 30 mA; Ig = 2 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 30 mA; I5 = 2 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) 
Kurzschlußstromverstärkung 

(Ic = 20 mA; Uce = 10V) 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce = 10 V; f= 100 MHz) 
(Ic = 30 mA; Uce = 5 V; f= 100 MHz) 
Leerlauf-Ausgangskapazität 

(Ucg = 10V; E =0; f=1MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic = 1 mA; Uce = 10 V; f=1MhHz) 
Rauschzahl 


(Ic = 5 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz; Rg = 60 Q) 
(Ic =20 mA; Uce =10 V; f= 200 MHz; Re =60 Q) 


Kurzschlußausgangsleitwert 
(Ic = 20 mA; Uceg = 10 V; f = 35 MHz) 


Icso 
U(Br)EcO 
U(Br)cBO 


U(Br)EBO 


Üge 
Ucesat 


Us Esat 


922e 


90 


1100 2700 
2 600 


0,9 


nA 
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BF 959 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Po=F(Tu) 
600 T 


400 


300 


200 


0 50 100 150 °C 


— N 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit 


Iyziel = f Ic, = 35 MHz 
mS 


500 17T 


Yel 


400 A 


300 


200 


100 
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Transitfrequenz fr = f (Ic) 
f = 100 MHz; Uc£ = Parameter 


MHz 
1200 


fr 


1000 


800 


600 


400 


200 


Kurzschluß-Rückwirkungs- 
Kapazität Cı2. = f(Uce) 

pF «=1mA;f=1MHz 

1,5 


Une 


1,0 


0,5 


Vx 


MOS-Feldeffekttransistor BF 960 


BF 960 ist eine ionenimplantierte N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Tetrode vom Verarmungstyp 
mit integrierten Gate-Schutzdioden im Kunststoffgehäuse ähnlich 50 B 4 DIN 41867. 
(TO-120 ähnl.) Der Source-Anschluß ist mit dem Substrat verbunden. 


Die Tetrode BF 960 eignet sich besonders für FS-UHF Vor- und Mischstufen sowie für 
universelle Anwendungen im Frequenzbereich von 200 MHz bis 1 GHz. 


Typ Bestellnummer 


BF 960 062702-F499 
Schaltbild: 


Gewicht etwa 0,35 g 


Grenzdaten 

Drain-Source-Spannung Ubs 20 V 

Drainstrom Io 30 mA 

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom +Igıyasm | 10 mA 

Lagertemperatur Ts -55 bis +150 °C 

Kanaltemperatur Tk 150 °C 

Verlustleistung (Ts 60 °C) Prot 200 mW 

Wärmewiderstand 

Kanal-Umgebung Rınu s450 K/w 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Drain-Source-Durchbruchspannung 
(Io = 10uA; -Ugis = -Ugas =4 V) 
Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
(#Igıs = 10 mA; Ugas = Uns =0) 
Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
(+Ia2s = 10 mA; Ug1s = Uns = 0) 
Gate 1-Reststrom 

(#Usıs = 5 V; Ugas = Uns = 0) 

Gate 2-Reststrom 

(+Ugas = 5 V; Usıs = Uns = 0) 
Drainstrom 

(Uos = 15 V; Ugıs = 0; Ugas = 4 V) 
Gate 1-Source-Abschnürspannung 
(Uns = 15 V; Ugas = 4 V; m = 20 uA) 
Gate 2-Source-Abschnürspannung 
(Uos =15 V; Ugis = 0; Io = 20 nA) 
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BF 960 


Ulsrps 
+U(er)G1ss 
+U(er)G2ss 
tIeıss 

+ Igass 
Ioss 
-Ug1sip) 


-Ugasip) 


220 


6 bis 20 


6 bis 20 


<50 


<50 


nA 


mA 


Vx 


BF 960 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Vorwärtsteilheit 

(Ups = 15 V; m = 7 mA; Ugas "AV; f=1kH 
Gate 1-Eingangskapazität 


(Ups Zi 15 V;Ip =7mA; Ugas = aAV;f= 1 Mhz) 


Gate 2-Eingangskapazität 


(Ups = 15 V; In = 7 mA; Ugas = 4 V; f= 1 MHz) 


Rückwirkungskapazität *) 


(Ups = 15 V; m = 7 mA; Ugas = 4 V; f= 1 MHz) 


Ausgangskapazität 


(Ups = 15V; m = 7 mA; Ugas = 4V; f=1 MHz) 


Leistungsverstärkung 

(Ups = 15V; m = 7 mA) 

bei f = 200 MHz; Gg = 2 mS; GL = 0,5 mS 
bei f = 800 MHz; Gg = 2 mS; G, = 1 mS 
Rauschzahl 

(Ups = 15V; m = 7 mA; ge = 2 mS) 

bei f= 200 MHz 

bei f = 800 MHz 

Regelumfang 

(Ups = 15 V; Uga = 4 bis -2 V; f = 800 MHz) 
Mischverstärkung 

(Ups = 15 V; Usa er AV; f= 800 MHz; 

fzr = 36 MHz; 2Afzr = 5 Mhz; 

Ugsz. = 800 mV) 


*) G1 und S auf Schirmpotential 


Vpsc 


12(9,5 bis 18) 
1,8(1,3 bis 2,3) 
1 

25 (<35) 


0,8 (0,65 bis1,2) 


23 

16,5 (13 bis 20) 
1,6 (<2,8) 
2,8 (<3,9) 


>40 


16 


mS 
pF 
pF 


fF 


pF 


dB 
dB 


dB 
dB 


dB 


dB 
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BF 960 


Temperaturabhängigkeit der zul. 
Gesamtverlustleistung PA... = f(Tu) 


250 = 


ne  T 


Gate 1-Steilheit 9, = f (Usis); 

Ug2s = Parameter; Uns = 15 V 
MS Inss = 7 mA; f= 1 kHz 
SrtTTT77 


Is 


610 


Ausgangskennlinienfeld /o = / (Uos) 
Usıs = Parameter; Ugas = AV 
mA 
20 


| um 
Ve ee 


gg ee TTTTTTTTTT 


Gate 2-Steilheit 91,1 = f (Ucas) 
Usıs = Parameter; Uns = 15V; 
MS Ipss = 7 mA; f= 1 kHz 
15 


Irsı 


BF 960 


Gate 1-Eingangskapazität Gate 2-Eingangskapazität 
Cgiss = FlUcı); Uaas = 4 V Coass = FlUgas); Usis:= 0; 
PF Uns = 15 V; f= 1 MHz PF Uns = 15 V; f= 1 MHz 


20 20 


0,5 


Ausgangskapazität Gate 1-Eingangsleitwert yjıs 
F Cyss = FiUos); Urıs = O; Uns = 15 V; Uaas = AV 
PF Uns =4V; f= 1 MHz mS (Sourceschaltung) 


BF 960 


Gate 1-Steilheit y,,, 
Uns = 15 V; Un = 4V 
m S(Sourceschaltung) 
0 


Das 


Leistungsverstärkung V,, = f (Ugas); 


Uos = 15 V; Ugıs = O 
Ioss = 7 mA; f= 200 MHz 
dB (siehe Abbildung 1) 


Vps 30 
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Ausgangsleitwert y32, 
Uos = 15 V; Un = 4 V 
mS (Sourceschaltung) 


5 IT — 
ELIITIIT] 
Kzl3 7 ıd 15m 
hie—tent 
f=800MHz 
keit, RE UNO LOAD UNBBEN CHF HESS: BRNO 
1 
3 1 | | 
sooMHz| | | 177 
fehl BE LS OR 
1 5 
oz ı IT IT 
zZ 
I EI! al 
| ıs 
1 Feote-o+ 200 MHz-— 1 Te 
h 5 | 
100MHz-+---—- 
0- 


Rauschmaß F = f (Ugas) 

Ups = 15V} Usıs = 0 

Ioss = 7 mA; f= 200 MHz 
dp (siehe Abbildung 1) 
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BF 960 


Vps 


Vpsc 


Leistungsverstärkung V,, = f (Uaas) 

Uns = 15V; Usıs = 0; 

Ioss = 7 mA; f= 800 MHz; As = 0 
dB (siehe Abbildung 2) 
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1 3 2 1 0 =] 2 V 


Ugas 


Mischverstärkung V,,. = f (Rs) 

= 800 MHz; f,,. = 836 MHz 
Uss: = 800 mV; Uns = 15 V 
Ugas = 4 V; Ioss = 7 mA 


dB siehe Abbildung 3) 
“LEIILLT: 
HH 
15 Im) 
ee) 1. + 
1 
10 4—| 
1 IB 
T 
5 — 
bl. 
_ 
0 
0 100 200 300N 


Rauschmaß F = f (Ugas) 
Ups = 15 V; Usıs = 
Ioss = 7 mA; f= 800 MHz; A; = 0 


dB 


siehe Abbildung 2) 


0; 
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et 


Mischverstärkung Vssc = FlUos:) 
800 MHz; fu,, = 836 MHz 


= 
Uos = 15 V; Ugas = 4 V; Ioss = 7 MA; Rs = 


dB (siehe Abbildung 3) 
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0 05 1,0 15V 
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BF 960 


Störspannung für 1% Kreuzmodulation Störspannung für 1% Kreuzmodulation 

U. Fk)”; ma = 100% Us = FLıV,)"; % = 800 MHz; f,, = 700 MHz; 

Uos = 15 V; Up = 4 V; Us = 1 V; Rs = 150 0 Ma = 100%; Uos = 15 V; Us = 1 V; Rs = 150 
mV (siehe Abbildung 2) mV (siehe Abbildung 2) 
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Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 
bei /= 200 MHz (G& = 2 ms; G, = 0,5 mS) 


Abb. 1. 


Usıs Uppst Upbst Uns 


') Usu% ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodulierten 
Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 ©, der auf dem Nutzträger 1% Amplituden- 
Modulation verursacht. 
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BF 960 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f = 800 MHz, G, = 2 mS, G, = 1mS. 


Abb. 2 
Us 


Ausgang 
60N 


Meßschaltung für Mischverstärkung f = 800 / 36 MHz 


Abb. 3 
Ug2 


ran Ausgang 
600 
| ZF = 36 MHz 


Eingang 
Oszillator | 
836 MHz |Dr 
Eingang j | 
N | 
800MHz | | 
Pe 
Un 


615 
Vx 


MOS-Feldeffekttransistor BF 961 


BF 961 ist eine jonenimplantierte N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Tetrode vom Veerarmungstyp 
mit integrierten Gate-Schutzdioden im Kunststoffgehäuse 50 B 4 DIN 41867. (TO-120 
ähnl). Der Source-Anschluß ist mit dem Substrat verbunden. Die Tetrode BF 961 eignet sich 
besonders für FS-VHF- und UKW-Vor- und Mischstufen. 


o 


Typ | Bestellnummer 
BF961 | 062702-F518 


0,2005 
a 
Gewicht etwa 0,35 g Schaltbild: 
2,5202 5 

Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung Ups 20 V 
Drainstrom Ip 30 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom +Ig1/2sM 10 mA 
Lagertemperatur Ts; -55 bis +150 °C 
Kanaltemperatur Tk 150 °C 
Verlustleistung Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kanal-Umgebung Ru | <s450 K/Ww 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Drain-Source-Durchbruchspannung 
Un = 10 yA; -Ugıs = -Ugas = 4 V) UerjDs 220 V 
Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
(£Igıs = 10 mA; Ugas = Ups = 0) +U(erjG1ss 6 bis 20 V 
Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
(£Igas = 10 mA; Usis = Us = 0) +U(ar)G2SS 6 bis 20 V 

- Gate 1-Reststrom 
(#Ugıs = 5 V; Ugas = Uns = 0) Isıss s50 nA 
Gate 2-Reststrom 
(t+Ug2s = 5 V; Usıs = Uns = 0) Icass s50 nA 
Drainstrom 
(Ups = 15 V; Usıs = 0; Ugas =4 V) Ioss 4 bis 20 mA 
Gate 1-Source-Abschnürspannung 
(Uos = 15 V; Ugas = 4 V; Ip = 20 A) -Usısip) 0,2 bis 3,5 V 
Gate 2-Source-Abschnürspannung 
(Ups = 15 V; Ugıis = 0; Io =20 uA) -Ugasip) 0,2 bis 3,5 V 
616 
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BF 961 


Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Vorwärts-Steilheit 

(Ups = 15 V; Io = 10 mA; Ugas = 4 V; 
f=1 kHz) 

Gate 1-Eingangskapazität 

(Uos = 15 V; Io = 10 mA; Ugas = 4 V; 
f= 1 Mhz) 

Gate 2-Eingangskapazität 

(Ups = 15 V; Ip = 10 mA; Ugas = 4 V; 
f=1 Mhz) 

Rückwirkungskapazität*) 

(Ups = 15V; = 10 mA; Ugas =4V; 
f= 1 MHz) 

Ausgangskapazität 

(Ups = 15 V; Io = 10 mA; Ugas = 4 V; 
f= 1 Mhz) 

Leistungsverstärkung 

(Ups = 15 V; Ip = 10 mA; f = 200 MHz; 
2 Af= 12 Mhz) 

Rauschzahl 

(Ups = 15 V; Ip = 10 mA; f = 200 Mhz; 
g6 = 2 mS siehe Meßschaltung 1) 
Regelumfang 

(Ups = 15 V; Uga = 4 bis -2 V;f = 200 Mhz; 
Meßschaltung 1) 


Mischverstärkung (additiv) 

(Up = 15 V; Uga = 6V, Rs = 220 9; 

f = 200 MHz; f;r= 36 MHz; 

2A fzr = 5 MHz; Uosz = 0,5 V,; 
Meßschaltung 2) 

Mischverstärkung (multiplikativ) 

(Up, = 15 V; Usi — 14% V, Usa = 2,5 V 
Rs = 220 Q; f= 200 MHz; fzr = 36 MHz 
2A fzF =5 MHz; Uosz. =2 V; 
Meßschaltung 3) 


*) G2 S auf Schirmpotential 


Its 


Caiss 


Co2ss 


Vpsc 


Vrsc 


15 (12 bis 20) 


3,6 (3 bis 4,5) 


1,6 


25 (s35) 


1,6 (1,2 bis 2,2) 


23 (219) 


1,8 (z2,8) 


50 


16 


18 


mS 


pF 


pF 


fF 


pF 


dB 


dB 


dB 


dB 


dB 


617 
Vx 


BF 961 


Temperaturabhängigkeit der Ausgangskennlinienfeld /, = f (Ups) 
zulässigen Gesamtverlustleistung Ugas = 0,4 V; Ugıs = Parameter 
mw Po =) mA 


Gate 1- Steilheit gisı = f (Ucıs) Gate 2 - Steilheit 9151 = f (Ugas) 


Ugas = Parameter; Ugg = 15 V Ugıs= Parameter; Uns = 15 V 
Ioss = 10 mA; f=1kHz Inss = 10 mA; f=1kHz 
ms ms 
20 
| H HIHI 
Irsı Ugıs=uV 
| 15 [11 ZV 
10 4 2 [ 
2V 
5 
1V 
05V 
0,57 Y 
-1V 
0. 0 
2 -1 0 1V -1 0 1 2 3 [3 5Vv 
—e Usis ——a Ugas 
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BF 961 


Cgiss 


Cass 


Gate 1 - Eingangskapazität 
Cois =f Us); Ugas = 4V; 
probs = 15 V;f=1MHz; Inss = 10 mA 


5 


FTIiT 


Ausgangskapazität 
C ass = f (Ups); Usıs= 0 
Uaas = 4 V, f=1 MHz; Iogs = 10 mA 


pF 


a Ta vu 


1! 11008 


20 V 


bus 


Gate 2 - Eingangskapazität 
Ca2ss = f (Ugas); Usıs = O 
PF Uns = 15 V; f = 1 MHz; Ingg = 10 mA 


5 


Gate 1 - Eingangsleitwert Yııs 
Uns = 15 V; Ugas 4 Vi (Sourceschaltung) 
Ioss = 10 mA 


ms 
20 


Ih rum 
5 


Is I WERE 
Aener Ein Em 
= Ze 5 5 ig ms 
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BF 961 


Gate 1- Steilheit yaı; 
Uns = 15 V; Ugas = 4 V; (Sourceschaltung) 
ms Zoss = 10 mA 


Leistungsverstärkung Vps = f (Ugas); 
Uns = 15 V; Ugıs = 0; Inss= 10 mA; 
f= 200 MHz 

(siehe Abbildung 1) 


40 1 


Vps 30 
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10 


Ausgangsleitwert y32, 


Ups = 15 V; Uga = 4 V; (Sourceschaltung) 
ms Ioss = 10 mA 


FEEEFFEFEFER 


0 1 02 03 04 05 


—-/0os 


Rauschmaß F = f (Ugas) 

Ups =15V; Usis =0; Ioss= 10 mA; 
f= 200 MHz; Rs=0 

(siehe Abbildung 1) 
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BF 961 


Mischverstärkung (additiv) Mischverstärkung (additiv) 
Vnsc = f (Uosz ); Un = 15 V; Usı = 0; Vpsc = f (Ug2); Un = 15 V;Ug=0; 
Ug2 = 6 V; Rs = 220 Q Inss = 10 mA; Rs= 220 Q; Uosz = 0,5 V; 
f= 200 MHz; fzr = 36 MHz; Ioss= 10 mA; f = 200 MHz; 
dB 2A fzr-= 5 MHz; (siehe Abbildung 2) fzr = 36 MHz; 
dB 2A fzr = 5 MHz; (siehe Abbildung 2) 
20 r r 
Vsc 
10 
| | 
0 
-10 
-20 
2 N 0 1 2 ı 56V 
———> Uo2 
Mischverstärkung (additiv) Mischverstärkung (multiplikativ) 
Vpsc = f (Rs); Up = 15 V; Ucı = 0; Vose = f (Ua); Un = 15 V; Ucı = 17V; 
Ug2 = 6 V; Uosz = 0,5 V; f = 200 MHz; Rs= 200 Q; Ipss = 10 mA; 
fzr = 36 MHz; 2A fzr = 5 MHz f = 200 MHz; fzr = 36 MHz; 
dB (siehe Abbildung 2) dB 2Afzr = 5 Mhz (siehe Abbildung 3) 
20 25 
Vosc 20 
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BF 961 


Störspannung für 1% Kreuzmodulation Störspannung für 1% Kreuzmodulation 
Use = flfa); ma = 100%; Us 1%= F(AW)N; f, = 200 MHz; 
fe = 200 MHz; Uns = 15 V; Ugas = 4 V, fa = 221 MHz; mst = 100%; 
V Ugis= 0; Ioss= 10 mA; mV Uos = 15V; Usı =0; Inss= 10 mA; 
m 3 (siehe Abbildung 1) 3 (siehe Abbildung 1) 
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Meßschaltung für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation bei f = 200 MHz 


160 180 200 220 240 MHz 0 


—-fa 


Abb. 1. Ugıs 


Ucıs Uppst Uabst Uns 


') Usua ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodulierten 


Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 Q, der auf dem Nutzträger 1% Amplituden- 
Modulation verursacht. 
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Meßschaltung für Mischverstärkung (additiv) 
f= 200 MHz; fosz = 236 MHz; 2 A fzr = 5 MHz 


Abb. 2 Us2 
1nF 
68N N 
3,3pF 
0Osz.-Eingan 
= gang ) 
ZF-A 
Eingang ) Lnpr 60N aan 
on AnF \ 
Meßschaltung für Mischverstärkung (multiplikativ) 
f= 200 MHz; fogz = 236 MHz; 2 A fzr = 5 MHz 
Abb. 3 Ur 
68 100 k 
Osz-Eingang ) 
son 
ZF-Ausgan 
Eingang ) i 60 ie; 
60N N 
Un 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 967 


für Vorstufen bis 900 MHz. 

BF 967 ist ein PNP-Si-UHF-Planar-Transistor mit passivierter Oberfläche im kapazitäts- 
armen Kunststoffgehäuse 50 B 3 DIN 41 867 (ähnlich TO-1 19). Der Transistor ist besonders 
geeignet zur Verwendung in rauscharmen, geregelten Vorstufen bis 900 MHz in Tunern 
mit Diodenabstimmung. 


Typ | Bestellnummer 200m 
BF967 | 062702-F503 N 
\09x02 +005 Im 
Grenzdaten Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 
Kollektor-Emitter-Spannung —UcEo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 30 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 3 V 
Kollektorstrom -Ic 20 mA 
Basis-Strom -IB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Tg -55 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 160 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Renyu 600 | K/w 
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Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucso = 15 V) 

Stromverstärkung 

(-Uce =10 V; -Ic =1 mA) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ic = 09; -Uss = 1V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V; f = 100 Mhz) 
Rückwirkungskapazität 

(-UcE =1 V;f= 1 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic = 3 mA; -Ucs = 10 V; f = 800 MHz; 
R\ = 500 Ohm) 

Rauschzahl 

(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f = 800 MHz; 
Re = 60 Ohm) 


1 (<100) 
60 (>15) 


<100 


950 


0,42 


nA 


MHz 
fF 


pF 


dB 


dB 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BF 96 


8 


für Vorstufen bis 900 MHz. 


BF 968 ist ein PNP-Si-UHF-Planar-Transistor mit passivierter Oberfläche im kapazitäts- 
armen Kunststoffgehäuse 50 B 3 DIN 41 867 (ähnlich TO-119). Der Transistor ist besonders 
geeignet zur Verwendung in rauscharmen, geregelten Vorstufen bis 900 MHz in Tunern 


mit Diodenabstimmung. 


Typ Bestellnummer 


BF 968 062702-F612 


Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basis-Strom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft 


626 


N 09x02 +005 


Gewicht etwa 0,25 g 


35 

40 

3 

30 

5 

150 

-55 bis +150 
160 


600 


Maße in mm 


K/w 
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BF 968 


Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ueso = 15 V) 

Stromverstärkung 

(-Uce = 10 V; -Ic = 1 mA) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ic = 0; -Uge = 3V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(-Uce = 1 V;f= 1 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V;f= 1 MHz) 
Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f = 800 Mhz; 
Rı = 5000) 

Rauschzahl 

(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f = 800 MHz; 
Reg = 600) 

Kollektorstrom für Vpbmax (Ucc = 12 V; 
Rec =1 kQ; f=800 MHz; RL = 500 Q) 


1 (<100) 
60 (>25) 


<10 


1,1 
0,1 


0,45 


14,5 


3 (<4) 


3,5 


nA 


GHz 


pF 


pF 


dB 


dB 


mA 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 970 


BF 970 ist ein PNP-Si-Planar-Transistor im kapazitätsarmen Kunststoffgehäuse 50 B 3 
DIN 41867 (ähnlich TO-119). 


Der Transistor eignet sich besonders im UHF-Misch- und Oszillatorstufen. 


25:02 

Typ Bestellnummer 
BF970 | 062702-F611 | | 

2 \ 09.02 20.05 \ 

Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 

Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung —Ucso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 3 V 
Kollektor-Strom Ic 30 mA 
Basis-Strom BB 5 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur T; -50 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 160 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu <600 K/w 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucso = 20 V) 

Stromverstärkung 

(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Ic = 3 mA; -Uce = 10 V; f = 100 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(-Uce = 1 V;f= 1 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) 

Rauschzahl 

(-Ic =3 mA; -Ucg = 10 V; Ra = 609, 
f= 800 MHz) 

Leistungsverstärkung in Basisschaltung 
(-Ic = 3 mA; -Ucg = 10 V; f= 800 MHz; 
RL = 5000) 

Kollektorstrom für Vpbmax (Ucc = 12 V; 
R=c = 1 kQ; f= 800 MHz; Rı = 500 Q) 


-Icso 


Ic 


<100 


50 (>25) 


850 
0,1 


0,45 


4,5 


14,5 


4,5 


“ 


dB 


dB 


mA 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 979S 


BF 979 $S ist ein PNP-Si-Planar-Transistor im kapazitätsarmen Kunststoffgehäuse 50 B 3 
DIN 41 867 (ähnlich TO-119). 


Der Transistor eignet sich besonders für nichtgeregelte kreuzmodulationsarme UHF- 
und VHF-Vorstufen. 


Typ Bestellnummer 
BF 979S | 062702-F610 


> | 
TON 09:02 2005 
Gewicht etwa 0,25 g Maße in mm 

Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 25 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Uces 30 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEBo 3 V 
Kollektor-Strom -Ic 50 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -50 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung Prot 160 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınyu <600 K/W 


630 Vx 


BF 9795 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 


(-Uco = 20 V) -IcBo | <100 | nA 
Stromverstärkung 

(-Ic = 10 mA; -Uce = 10V) B >20 _ 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 

Transitfrequenz 

(-Ic = 10 mA; -Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr 1,6 GHz 
Rückwirkungskapazität 

(-Uce = 1 V; f= 1 Mhz) Cı2b 90 fF 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucg = 10 V; f= 1 MHz) -Cc80 0,55 pF 
Rauschzahl 

(-Ic = 10 mA; -Ucg = 10 V; fm = 200 MHz; 

Re = 60 Ohm) F 3 dB 
Rauschzahl 

(-Ic = 10 mA; -Ucg = 10 V; fm = 800 MHz; 

Rg = 60 Ohm) F <4,5 dB 
Leistungsverstärkung 

(-Ic = 10 mA; -Ucg = 10 V; fm = 800 Mhz; 

Rı = 500 Ohm) Vpb 16,5 dB 
Störspannung*) 

(-Ic = 10 mA; -Ucg = 10 V; fm = 200 MHz; 

Re = 75 Ohm) Ustör 1% 230 mV 
Kollektorstrom für Vppmax (-Ucp = 10 V; 

fi = 800 MHz; R, = 500 Ohm) Ic >10 mA 


*) UStör 1% ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinus modulierten Fernsehträgers mit RG = 75 Ohm, 
der auf dem Nutzträger 1% AM verursacht. 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BFN 16 
BFN 18 


BFN 16 und BFN 18 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse (SOT-89) für den Einsatz in Schichtschaltungen. Die Transistoren sind speziell 
für Anwendungen in Videoschaltungen sowie für allgemeine Schaltanwendungen bei hohen 
Strömen, hohen Sperrspannungen und niedrigen Sättigungsspannungen geeignet. 


Die Komplementärtypen hierzu sind BFN 17 und BFN 19. 


1,6mad 


Stempel | Bestellnummer 


BFN 16 DD 062702-F 694 
BFN 18 DE 062702-F696 


Gewicht etwa 0,1 g Maße in mm 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Kollektor-Basis-Sperrspannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (t, < 10 ms) 
Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung 

(Tgr s 60 °C)" 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite") Russr | <45 <45 | K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche. 
2) TSR = die Temperatur der Substratrückseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kühl- 
körper ist TSR mit der Kühlkörpertemperatur identisch. 
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Statische Kenndaten (T = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 100 yA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucg = 200 V) 

(Ucg = 250 V) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Uep =4 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 20 mA; IR = 2 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 20 mA; IB = 2 mA) 
Stromverstärkung 

(Ic =1 mA; Uce =10\V) 

(Ic = 10 mA; Uce = 10V) 

(Ic = 30 mA; Uce = 10V) 


Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Ic = 10 mA; Uce = 10 V; f= 20 Mhz) 


BFN 16 


BFN 18 
BFN 16 | BFN 18 
Uerjceo | >250 >300 V 
Uerjceo | >250 >300 V 
U(Br)EBO >5 >5 V 
Icso <100 - nA 
Icso - <100 nA 
Ieso <100 <100 nA 
Ucesat <0,4 <0,5 V 
Ügesat <0,9 <0,9 V 
B >25 >25 > 
B >40 >40 Bi 
B >40 >30 Be 
fr | >60 >60 MHz 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BFN 17 
BFN 19 


BFN 17 und BFN 19 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff- 
gehäuse (SOT-89) für den Einsatz in Schichtschaltungen. Die Transistoren sind speziell 
für Anwendungen in Videoschaltungen sowie für allgemeine Schaltanwendungen bei hohen 
Strömen, hohen Sperrspannungen und niedrigen Sättigungsspannungen geeignet. 


Die Komplementärtypen hierzu sind BFN 16 und BFN 18. 


Stempel | Bestellnummer 


BFN 17 062702-F695 
BFN 19 062702-F697 

0,48max 0,53max 

Ge 

3,0 
Gewicht etwa 0,1g Maße in mm 

Grenzdaten (T, = 25 °C) BFN 17 | BFN 19 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —Uceo 250 300 V 
Kollektor-Basis-Sperrspannung —UcBo 250 300 V 
Kollektorstrom -Ic 200 200 mA 
Kollektorspitzenstrom (t, <10 ms) -IcM 500 500 mA 
Basisstrom -Iß 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +150 °C 
Gesamiverlustleistung 
(Tsr s 60 °C)?) Prot 2 2 w 
Wärmewiderstand } 
Kollektorsperrsicht-Substratrückseite') Russr | <45 | <45 K/W 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche. 
2) TSR = die Temperatur der Substratrückseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kühl- 
körper ist TSR mit der Kühlkörpertemperatur identisch. 
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BFN 17 


BFN 19 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) Bew] BFN 19 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =10 mA) —U(BR)CcEO >250 >300 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 100 uA) -Ulgr)cBo >250 >300 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 100 nA) -U(BR)EBO >5 >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs = 200 V) -IcBo <100 - nA 
t-Ucp = 250 V) -IcBo = <100 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 
KUs-=4V) -/eBo <100 <100 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 20 mA; -/g =2 mA) -UcEsat <0,4 <0,5 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 20 mA; -Ig = 2 mA) -Üßesat <0,9 <0,9 V 
Stromverstärkung 
(-Ic = 1 mA; -Uce = 10V) B >25 >25 - 
(Ic = 10 mA; -Uce = 10 V) B >40 >40 - 
(Ic = 30 mA; -Uce = 10V) B >40 >30 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Ic = 10 mA; -Uce = 10 V; f = 20 MHz) fr | >60 | >60 MHz 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BFN 20 


BFN 20 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse (SOT-89) 
als Komplementärtyp zu BFN 21 


Er eignet sich besonders für Video-B-Endstufen in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Der 
Transistor wird mit dem Codebuchstaben »DC« gekennzeichnet. 


Typ | Stempel | Bestellnummer 
BFN 20 | DC | 062702-F584 


0,8 min 


048max 0,53max 
DT. 
3,0 


Gewicht etwa 0,1 g Maße in mm 
Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitterspannung (Age = 2,7 KQ) ÜceER 300 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 300 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 300 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 20 mA 
Kollektorspitzenstrom Icm 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis 150 °G 
Gesamtverlustleistung (Ts = 60 °C)') Prot 2 Ww 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) Runssr | 45 | Kıw 


1) TSR = die Temperatur der Substratrückseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kühl- 
körper ist TSR mit der Kühlkörpertemperatur identisch. 
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BFN 20 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Age = 2,7 kQ) Uarjcer >300 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung U8R)CcBO >300 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ugr)cEO >300 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung U(8r)EBO >5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucp = 250 V Icso <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Rge = 2,7 kOhm, Uce = 300 V; T; = 150 °C) Icer <50 nA 
(Rge = 2,7 kOhm, Uce = 300 V; Ty = 25 °C) IcER <1 nA 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Up =5V) Icso <10 pA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 25 mA; T; = 150 °C) UcEsatHF 20 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 10 mA; Ip = 1 mA) Ucesat <0,5 V 
Kollektor-Basis-Sättigungsspannung 

(Ic = 10 mA; RB = 1 mA) Ugesat <1 V 
Stromverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce = 20 V) B >40 _ 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 


(Uce = 10 V; Ic = 10 mA) fr >60 MHz 

Rückwirkungskapazität 

(Ucg = 30 V) -C12e <1,6 pF 

Rückwirkungszeitkonstante 

(Ucp = 20V; -IE = 10 mA; f = 10,7 MHz) bb» Cbb, <70 ps 
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BFN 20 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pa = fin 


Kollektorstrom /. = f (Use) 
„ Yer 10V; To= 25 °C 


10? 


10° 
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Impulsbelastbarkeit r.usr = f(t) 
vV = Parameter 


K 
W 


| 


T 


INNERN 


0° 102 


10° 10°s 


—-t 


StromverstärkungB = f (I.) 
Uce =10V: T,= 25 °C 


Hl 


1 TITIT 
40° {ll ‚| | zul) 
10? 10° 10° 10' 10?mA. 
——=sule 


Vx 


BFN 20 


Transitfrequenz f}=f(I.) 
MHz -Uce = 10V; T, = 25 °C 
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IMBEBILIN 
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+ 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BFN 21 


BFN 21 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse (SOT-89) 


als Komplementärtyp zu BFN 20. 


Er eignet sich besonders für Video-B-Endstufen in Dünn- und Dickfilmschaltungen. 
Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »DF« gekennzeichnet. 


Typ | Stempel | Bestellnummer 
BFN21 | DF | 062702-F585 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rgg = 2,7 kQ) 
Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 

Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 

Lagertemperatur 

Gesamtverlustleistung (Tap = 60 °C)!) 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite 
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche) 


Gewicht etwa 0,1 g 


—UCcER 
-Ucgo 
-Uceo 
-UEBo 
-Ic 
-Icm 
T; 

T; 

Prot 


RihJSR 


300 

300 

300 

5 

20 

100 

150 

-65 bis 150 
2 


45 


| K/w 


1) TsR = die Temperatur der Substratrückseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kühlkörper 


ist TSR mit der Kühlkörpertemperatur identisch. 
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BFN 21 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Rge = 2,7 kQ) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Uce = 250 V) 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Rge = 2,7 kOhm, -Uce = 300 V; T; = 150 °C) 
(Rge = 2,7 kOhm, -Ucg = 300 V; Ty = 25 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Upe =5V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 25 mA; T; = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 10 mA; -Ig = 1 mA) 
Kollektor-Basis-Sättigungsspannung 

(-Ic = 10 mA) 

Stromverstärkung 

(-Ic =25 mA; -UcE =20 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Uce = 10 V; -Ic = 10 mA) 
Rückwirkungskapazität 

(-Ucs = 30V) 
Rückwirkungszeitkonstante 

(-Ucg = 20 V; Ig = 10 mA; f = 10,7 MHz) 


-U(BR)CER 
-U(BR)CBO 
-U(BR)cEO 
-U(8r)EBO 
-Iceo 


—Icer 
—Icer 


—IEBo 
—UcesatHF 


—Ucesat 
—Ußesat 


fr 
-Ci2e 


Pbb,Cbb- 


> 300 
> 300 
> 300 
>5 


< 100 


<50 
<1 


<10 
20 
<1 


< 1 


>40 


>60 


< 1,6 


<70 


MHz 
pF 


ps 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pa=fn 


Kollektorstrom /. = f (Ug:) 
„Ver "10V; T4= 35 °C 
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Impulsbelastbarkeit r,,cr = f{t) 


_K_ v= Parameter 
W 


10° 


BIN UHNARNNENTARNUNN 


0° 10° 10° 10? 10? 10° 1005 


—t 


Stromverstärkung B = f (I.) 
-Uar = 10V; Tg= 25 °C 


Vx 


BFN 21 


Transitfrequenz fr = f(I.) 
MHz -Uce = 10V; T,= 25 °C 


Ds LITT LT 
fr r Bill HH 
EIN 

1 rat rntm 

100 all) 

HH Bi IBRRNNN 
IHRER IMBRREILE 
BE BER ER HU. 
IE BER IRB EL BEER BER RR LK BER 
50 -HHt HH 
[1 1111] Hl 
HH HH aullı 
| rn Bull 
0 bel ll il 11111 
10" 10° 10' 10? mA 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor 


BFN 22 


BFN 22 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 
DIN 41869 (TO-236) als Komplementärtyp zu BFN 23. 


Er eignet sich besonders für Video-B-Endstufen in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Der 


Transistor wird mit dem Codebuchstaben „HB” gekennzeichnet. 


Typ | Stempel | Bestellnummer 


BFN 22 | HB 


Grenzdaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Gesamtverlustleistung Tsr = 50°C 


Wärmewiderstand 


| 062702-F596 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 


Kollektorsperrschicht-Substratrückseite?) 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? 
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Fläche 


1+0,051+0,05 


Gewicht etwa 0,02 g 


Rınsu 
RthJsR 


150 
-65 bis +125 
310 


450 
s320 


0129015 


Maße in mm 


K/w 
K/w 


Vx 


BFN 22 


Statische Kenndaten (Tj = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Rge = 2,7 kQ) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucp = 200 V) 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Rge = 2,7 kOhm, Uce = 250 V; T; = 150 °C) 
(Rge = 2,7 kOhm, Ucg = 250 V; Tu = 25 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Us =5V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 25 mA; T; = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 10 mA; BB =1mA) 
Kollektor-Basis-Sättigungsspannung 

(Ic = 10 mA; Is =1mA) 

Stromverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce = 20 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ucg = 10 V; Ic = 10 mA) 
Rückwirkungskapazität 

(Ucg = 30V) 
Rückwirkungszeitkonstante 

(Ucg = 20 V; -Ig = 10 mA; f = 10,7 MHz) 


UlBR)CER 
U(gR)CBO 
U(BR)CEO 
U(BR)EBO 
Icso 


IcER 
Icer 


Ieso 
UcesatHF 


Uc Esat 
BEsat 


B 


fr 
Ci2e 


Pbb-Cbbr 


> 250 
> 250 
> 250 
>5 


<10 


<50 
<1 


<10 
20 
<0,5 
<1 


>50 


>60 
< 1,6 


<70 


MHz 


pF 


ps 
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BFN 22 


Temperaturabhängigkeit der Impulswiderstand - fi) 
zulässigen Gesamtverlustleistung D = Parameter 

mW Pa=fn 

400 I 


777] 
Rot ER | 
300 as 


200 AL 
[17] 
go III 
4 
IN 
0 Ein 13 
0 59 100 150 °C 10° 10° 10° 10° 10? 10? 10! 10°s 
—— T,Tsr —-t 
Kollektorstrom /. = f(U;:) Transitfrequenz fı = f (I.) 
„ Yer S1OV; T4= 25 °C Uce = 10V; Tg= 25 °C 
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BFN 22 


150 


50 


Transitfrequenz fr =f(I.) 
0, 
c 


MHz Uce = 10V; T4= 25 


47 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BFN 23 


BFN 23 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23A3 
DIN 41869 (TO-236) als Komplementärtyp zu BFN 22. 
Er eignet sich besonders für Video-B-Endstufen in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Der 
Transistor wird mit den Codebuchstaben „HC” gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 


BFN 23 HC | 062702-F597 


Grenzdaten (Tj, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ts = 50 °C)!) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht- 
Substratrückseite') 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. 
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120,05 140,05 


Dia > 


0,4003 
3915" 


01:00 


Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
-Ucso 250 V 
-UcEo 250 V 
-UEBo 5 v 
-Ic 20 mA 
-Icm 50 mA 

T; 150 °C 

T -65 bis+125 | °C 

Prsı 310 mW 
Rthyu <450 K/Ww 
RınysrR < 320 K/W 


Vx 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Rge = 2,7 KQ) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucs = 200 V) 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Rge = 2,7 kOhm, -Uce =250 V; T; = 150 °C) 
(Rge = 2,7 kOhm, -Ucg =250 V; Ty = 25 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Uge =5 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 25 mA; T; = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 10 mA; -Ig =1mA) 
Kollektor-Basis-Sättigungsspannung 

(-Ic = 10 mA) 

Stromverstärkung 

(-Ic = 25 mA; -Uce = 20 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Uce = 10 V; -Ic = 10 mA) 
Rückwirkungskapazität 

(-Ucs = 30V) 
Rückwirkungszeitkonstante 

(-Ucp = 20 V; Ig = 10 mA; f = 10,7 MHz) 


-U(BR)CER 
-U(BR)CBO 
-U(BR)CEO 
-U(BR)JEBO 


-Icso 


-IcEr 
-IcER 


-IEBo 
—UcesatHr 


—Ucesat 
—UBesat 


fr 
Ci2e 


Tbb»Cbbs 


> 250 
> 250 
> 250 
>5 


<10 


<50 
1 


<10 
20 
<0,5 


<1 


>50 


>60 
< 1,6 


<70 


MHz 


pF 


ps 
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BFN 23 


Temperaturabhängigkeit der Impulswiderstand g% = fit) 
zulässigen Gesamtverlustleistung D = Parameter 
mW Pa =fN 
400 1 
AnysR ‚5 
Pu R ynısR 
0,2 
300 
1'428 
0,0 
200 H0.02) 
rm 
00 
10? 
100 
0 e 7 anb an5 an und | 0 
10° 10° 10? 10° 10° 10° 10° 10°s 
—t 
Stromverstärkung B = f (I.) Transitfrequenz f,=f(I.) 
-Uce = 10 V; T,= 25 °C kg -Uce = 10V; Ts = 25 °C 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BFP 22 


BFP 22 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 
DIN 41868 (TO-92). Er ist besonders geeignet als Verstärker- und niederohmiger Schalt- 
transistor bei hohen Betriebsspannungen 


C 
B 
Typ Bestellnummer E 
BFP 22 062702-F621 g: 
Wo. 
Montagehinweis: Maße inmm 
Befestigungsbohrung 9 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 200 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 200 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 6 V 
Kollektorstrom Ic 500 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +150| °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 25 °C) Prot 625 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung') Rthyu <s200 K/w 
Kollektorsperrschicht —- Gehäuse RtnyG s83 K/W 


1) Bei Montage des Transistors mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten auf einer Leiterplatte mit 10 x 10 mm großer 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Ic = 1 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (Ic = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung (IE = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 160 V) 
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 4 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

Ic = 20 mA; IS = 2 mA 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 20 mA; IB = 2 mA) 

Stromverstärkung 

Ic = 1 mA; Uce = 10V 

Ic = 10 mA; Uce = 10V 

Ic = 30 mA; Üce = 10V 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ucg = 10 V, Ic = 10 mA) 
Leerlauf Ausgangskapazität 
(Ucgo = 20 V; f= 1 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pa=flt) 
1,5 
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BFP 22 


-U(BR)CEO 
U(ßr)cBo 
UlBr)EBO 
Icso 

Ieso 


Ucesat 


Us Esat 


Cc8o 


>200 
>200 
>6 

s100 
s100 


<0,4 
<0,9 
>25 


>40 
>50 


>50 


<5b 


nA 
nA. 


MHz 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BFP 23 


BFP 23 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 10 A 3 
DIN 41868 (TO-92). Er ist besonders geeignet als Verstärker- und niederohmiger Schalt- 
transistor bei hohen Betriebsspannungen. 


C 

Typ | Bestellnummer E 
BFP 23 | 062702-F622 

Montagehinweis: 

Befestigungsbohrung 0 0,6 

Gewicht etwa 0,25 g Maße inmm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 200 V 
Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 200 V 
Emitter-Basis-Spannung -Ueso 5 V 
Kollektorstrom -Ic 500 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur de -55 bis +150| °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 625 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung’) Rensu s200 K/W 
Kollektorsperrschicht - Gehäuse Rınsu s83 K/w 


1) Bei Montage des Transistors mit max. 3 mm langen Anschlußdrähten auf einer Leiterplatte mit 10 x 10 mm großer 
Kupferfläche für den Kollektoranschluß. 
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BFP 23 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Ic = 1 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (/c = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung (Ig = 100 „A) 
Kollektor-Basis-Reststrom (-Ucgo = 160 V) 
Emitter-Basis-Reststrom (-Uggo = 4 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

-Ic = 20 mA; -Is = 2 mA 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(-Ic = 20 mA; -I = 2 mA) 

Stromverstärkung 

-Ic =1 mA; —Uce = 10V 

-Ic = 10 mA; —Uce =10V 

-Ic = 30 mA; -Uce = 10 V 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (-Ucg = 10 V, -Ic = 10 mA) 
Leerlauf-Ausgangskapazität 

(Ucgo = 20 V; f =1 Mhz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pu=flh) 


ü HHHHHHH 
Prot 


0 50 100 150 °C 
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-UBRICER 
-U(r)cBo 
-U(BR)EBO 
-IcBo 
-Ieso 
Ucesat 


Ugesat 


B 
B 
B 


fr 


Ccso 


nA 
nA 


| MHz 


Vx 


NPN-Silizium-Planar-HF-Breitband-Transistor 


BFO 17 


BFO 17 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 


(SOT-89) für allgemeine Anwendungen bis in den GHz-Bereich. 


Dieser Transistor ist für Schichtschaltungsanwendungen besonders geeignet. Der Transistor 
wird mit den Codebuchstaben »FA« gekennzeichnet. 


Bestellnummer 
062702-F526 


Typ Stempel 
BFQ.17 FA 


Grenzdaten (T, =25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age s 50 Q) 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 

Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom (f 2 1 MHz) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Gesamtverlustleistung (Tarp?) = 60 °C) 


- Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite?) 


1) Keramik-Substrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Fläche. 
2) TSR = Temperatur Substratrückseite 


Gewicht etwa 0,1 9 


Rınyu 
RthysR 


0,8min 


048max 0, 


gr 


Maße in mm 


150 
-55 bis 125 
1,5 


155 
60 


655 
Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucgo = 20 V; Tu = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 100 mA) 

Stromverstärkung 

(Ic = 50 mA; Uce =5V) 

(Ic = 150 mA; Uce =5V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ic = 150 mA; Uce = 15 V; f = 500 MHz) 
Leistungsverstärkung 

Ic = 70 mA, Uce = 18 V;f= 200 MHz; Ra =60 0 
Ic = 70 mA; Uce = 18 V;f= 800 MHz; Rg = 60 Q 
Rauschzahl 

(Ic = 30 mA; Uce = 15 V; f= 200 MHz; Rg =60 (Q) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 15 V; f=1 Mhz) 

Rückwirkungskapazität 

(Ic = 10 mA; Uce = 15 V; f=1 Mhz) 
Ausgangsspannung ?) 

Ic = 70 mA; Uce =18 V;Rg = RL = 75 9; dim = 60 dB 


225 
2.25 


1) Für die Kennlinie die bei /g = konst. durch den Kennlinienpunkt Ic = 110 mA; UcE = 1V verläuft. 


2) 3-Sendermethode f.- 800 MHz. 
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BFO 17 


pA 


GHz 


Vx 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 50 mA, Z,=500 


f 


0,1 
0,2 
0,3 


Puw=-0 


OOo O0 


BFO 17 


(GHZ)Y ha dan lo | A en 
0,650 -172 Ti 0,25 93 I 0025 | 64 0,246 - 50 
0,659 177 5,26 82 0,045 74 0,205 - 51 
0,673 172 3,53 76 0,066 78 0,215 = 57 
0,685 169 2,64 70 0,085 81 0,233 - 62 
0,693 167 2,09 65 0,105 83 0,249 - 68 
0,693 164 1,78 60 0,126 84 0,276 - 76 
0,684 162 1,51 56 0,148 85 0,311 - 80 
0,701 159 1,32 52 0,171 86 0,336 - 85 
0,701 159 1,18 50 0,195 87 0,368 - 89 
0,701 158 1,07 48 0,221 87 0,389 - 92 
0,691 156 0,98 47 0,257 88 0,419 - 96 
0,674 154 0,90 46 0,285 88 0,439 - 99 
0,650 153 0,84 44 0,315 88 0,467 -102 
0,642 148 0,79 42 0,349 86 0,479 -102 
0,609 145 0,77 42 0,386 84 0,495 -105 
0,583 138 0,74 42 0,427 82 0,517 -108 
0,561 131 0,72 41 0,466 80 0,537 -109 
0,539 121 0,70 41 0,491 77 0,557 -109 
0,517 111 0,68 40 0,525 73 0,551 —111 
0,531 100 0,67 40 0,548 70 0,567 -112 
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Vx 


BFO 17 


Temperaturabhängigkeit der 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung ; 


Funssa =f (t) v =Parameter 
W Pa=fT) 


10° 10° 10% 10? 102 107 100 


—!t 


Transitfrequenz fr =f (Ic) 
Uce= 15 V, f=500 MHz, 7, =25 °C 


GHz 
20 
fr 
| 45 
10 
0,5 
| 
III 
0 50 100 150 mA 
—I. 
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Vx 


NPN-Silizium-Breitband-HF-Transistor 


BFO 19 


BFO 19 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
(SOT-89) zur Anwendung in Breitband- und Antennenverstärkern bis in den GHz-Bereich. 


Dieser Transistor ist besonders für Schichtschaltungsanwendungen geeignet. Der Transistor 
wird mit den Codebuchstaben »FB< gekennzeichnet. 


Typ 1 Stempel a 
BFQO19 FB 062702-F575 


Grenzdaten (T = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom (f 21 MHz) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tsp2) = 100 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') 


1) Keramik-Substrat 0,7 mm stark mit 2,5 cm? Fläche. 


2) TSR = Temperatur Substratrückseite 


Gewicht etwa 0,1 9 


Rınyu 
Rehysr 


0,8 min 


048max (, 


Ei 


Maße in mm 


20 

15 

2. 

75 

150 

150 

-55 bis +125 
550 


K/w 
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BFO 19 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 


(Ucso = 10V) Icso s100 
Stromverstärkung 
(Ic = 50 mA; Uce = 10V) B 50 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 50 mA; Uce = 10 V; f = 500 Mhz) fr 5 
Rauschzahl 
(Ic = 60 mA; Uce = 8 V; f= 800 MHz; Re = 609 F 4,5 
Leistungsverstärkung 
Ic =60 mA; Uce 8V,f= 800 Mhz, Re =60 Q) Vpe 9 
Kollektor-Basis-Kapazıtat 
(Ucso = 10V; f=1 Mhz) Cc8o 1,3 
Rückwirkungskapazität 
(Ice = 1 mA; Uce = 10 V; f= 1 Mhz) C12e 0,9 
Ausgangsspannung!) 
(Ic = 60 mA, Uce =8V; Re = RL =7509; dim = 60 dB) Ua 650 
S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce =8V, Ic = 60 mA; Zu, =50Q 
f S11 | Saı p S12 p S22 
(GHz) 

£ DBEEN —— 
0,1 0,287 -163 19,91 102 0,026 79 0,322 
0,2 0,297 -179 10,32 92 0,052 79 0,203 
0,3 0,314 172 6,92 86 0,076 80 0,165 
0,4 0,327 167 5,25 83 0,101 80 0,162 
0,5 0,334 162 4,22 80 0,125 80 0,180 
0,6 0,347 159 3,53 77 0,148 79 0,173 
0,7 0,352 156 3,06 74 0,172 79 0,161 
0,8 0,360 155 2,68 72 0,193 79 0,163 
0,9 0,346 154 2,40 69 0,214 77 0,179 
1,0 0,354 152 2,20 67 0,233 77 0,172 
1,1 0,347 152 2,05 65 0,260 77 0,191 
1,2 0,331 152 1,91 64 0,280 77 0,202 
1,3 0,286 151 1,77 61 0,299 76 0,220 
1,4 0,273 144 1,66 58 0,321 75 0,241 
1,5 0,231 142 1,60 56 0,341 72 0,255 
1,6 0,205 132 1,54 54 0,366 71 0,299 
1,7 0,167 121 1,48 51 0,390 70 0,316 
1,8 0,162 95 1,43 49 0,408 69 0,370 
1,9 0,167 80 1,36 47 0,421 67 0,377 
2,0 0,191 58 1,30 45 0,435 66 0,423 


1) 3-Sendermethode f= 800 MHz 
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= 


-48 
-50 


-48 
-49 


BFQ 


19 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW P mr (7) 


600 1 1] 
500 - 1 4 
|| | Rinsu Rınssr 
I tt 
PN N IH um 
TITTT kim 
300 44 4 
200 Pet T 1 
\ 
100 KEsmgume 
\ 
0 ya [I | 
0 50 100 150 °C 
—-7T 
Transitfrequenz f =f (Ic) 
Uce = 10 V, f=500 MHz, 7, =25 °C 
Hz 
6 17T T7T7 Tr Zu a u! 
ABEL = el 
S 
han 
4 r | 
u; 
37 
MB 
21-44 1 r 
1 
0 L. 1 
0 50 100mA 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Fussn =f (t) » =Parameter 
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Vx 


Rauscharmer NPN-Silizium BFO. 28 
Mikrowellentransistor bis 4 GHz 


BFO 28 ist ein pipolarer Silizium NPN-Mikrowellentransistor im hermetisch dichten Metall- 
Keramik Bandleitungsgehäuse 2,5 [Ilmm, TO-120 ähnl. (100-Mil). Modernste Herstellungs- 
verfahren wie lonenimplantationstechnik; Titan-Platin-Goldmetallisierung sowie eine glas- 
passivierte Chipoberfläche garantieren höchste Zuverlässigkeit. Der Transistor eignet sich 
besonders für rauscharme Verstärker und Oszillatoren bis 4 GHz. Der Transistortyp wird 
mit der Kurzbezeichnung „28” am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 
BFQ 28 28 062702-F527 


0,50, 


Gewicht etwa 0,05 g 
Grenzdaten (T = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 20 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 1,5 V 
Kollektor-Strom Ic 15 mA 
Kollektor-Spitzenstrom (t < 10 us) Icm 20 mA 
Lagertemperatur T; -65 bis +175 | °C 
Maximale Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 150 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rıhsu s 250 | K/W 


bei Aufbau auf AL O3-Keramik 16x25 x0,6 mm 
oder glasfaserverstärktes Teflon 40x25 x1,5 mm 


662 


Vx 


BFQ 


28 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (Ucso = 10 V) Icbo 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (/c =1mA) U(grjceo 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (/c = 0,1mA) Ujer)cBo 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung(le = 0,1 mA) U(8r)EBO 
Stromverstärkung (Ic = 10 mA; Uce = 10 V) B 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; Uce = 10V; f= 200 MHz) fr 
Kurzschlußstromverstärkung 


(Ic = 10 mA; Uce = 10 V; f=1kHz) Bo 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

Uc =1mA; Uce = 10 V;f=1MHz) Ci2e 
Rauschzahl £ 

(Ic = 3 mA; Uce = 10 V;f=2 GHz; Z = Ze opt) Fin 


Leistungsverstärkung 

(Ic =15 mA; Uce = 10V;f=2GHz;Z\ =ZLopt;ZG =Z6Gopt) Vpe opt 
Einfügungsverstärkung 

(Ic = 10 mA; Uce = 10 V;f=2 GHz; Zg =Zı = 50.0) |Szıel? 


9,5 (> 8) 


dB 


dB 
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Vx 


S-Parameter 


Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic =3 mA, Z,=500Q 


f Sı P: 

(GHz) | 

0,1 0,869 | - 15 

0,2 0,812 | - 31 

0,3 0,807 | - 46 

04 0,784 | - 57 

0,5 0715 | - 71 

0,6 0,673 | - 83 

0,7 0,627 | - 92 

0,8 0,586 | -104 

0,9 0,565 | -113 

1,0 0,533 | -123 

1,1 0,532 | -132 

1,2 0,518 | -137 | 3,80 
1,3 0498 | -146 | 355 
1,4 0496 | -ı51 | 3,34 
1,5 0,464 | -159 | 3,15 
1,6 0475 | -164 | 3,00 
1,7 0470 | -ı68 | 2,83 
1,8 0,481 | -173 | 2,69 
1,9 0468 | -177 | 257 
2,0 0,458 175 | 245 
2,5 0,490 160 | 2,04 
3,0 0,493 145 | 1,75 
3,5 0,534 130 | 1,52 
4,0 0,541 118 | 1,32 
45 0,575 103 | 1,18 
5,0 0,609 95 | 1,01 
5,5 0,635 84 | 0,87 
6,0 0,658 80 | 0,74 
664 


0,049 
0,049 
0,051 
0,043 
0,050 
0,051 
0,053 
0,053 
0,055 
0,061 
0,072 
0,088 
0,105 
0,127 
0,147 
0,169 
0,183 


0,721 
0,728 
0,716 
0,701 
0,704 
0,727 
0,712 
0,694 
0,699 
0,678 
0,686 
0,668 
0,690 
0,678 


0,698 


0,719 
0,737 


BFO 28 


Vx 


BFO 28 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic =5 mA, 2, =500Q 


f 51 p S21 pP S12 p S22 p 

(GHz) | |_ 

0,1 0,809 | — 20 12,28 163 | 0,009 72 0,992 = 6 
0,2 0,760 | - 42 11,55 147 0,018 | 66 0,932: = 12 
0,3 0,710 | - 60 10,43 135 0,022 | 58 0,886 | - 17 
0,4 0,653 | - 76 9,30 | 125 0,026 | 53 0,841 - 19 
0,5 0,602 - 89 824 | 116 0,029 | 48 0,801 - 21 
0,6 0,558 -103 7,52 108 0,031 45 0,774 | - 23 
0,7 0,520 | -112 6,81 101 0,034 | 42 0,781 - 24 
0,8 0,496 | -124 6,23 95 0,036 | 42 0,750 | - 25 
0,9 0,478 -133 5,66 90 0,038 | 42 0,728 - 27 
1,0 0,455 -142 5,14 86 0,038 | 42 0,724 | - 29 
1,1 0,468 -150 4,70 81 0,040 | 40 0,697 - 29 
1,2 0,455 -155 4,35 77 0,040 | 41 0,682 | - 34 
1,3 0,445 -163 4,02 73 0,041 41 0,688 | - 35 
1,4 0,450 | -166 3,75 69 0,044 | 41 0,678 - 36 
1,5 0,421 -175 3,52 65 0,043 | 42 0,669 = 37 
1,6 0,440 | -178 3,35 63 0,045 | 44 0,673 | - 40 
1,7 0,439 176 3,16 60 0,047 | 44 0,698 | - 41 
1,8 0,450 173 2,99 56 0,048 | 44 0,682 - 42 
1,9 0,441 170 2,85 53 0,050 | 45 0,666 | - 44 
2,0 0,449 165 2,71 51 0,052 | 46 0,665 - 46 
2,5 0,476 151 2,24 35 0,063 | 47 0,653 | - 58 
3,0 0,485 139 1,92 ‚22 0,077 |48 0,660 | - 67 
3,5 0,531 125 1,67 7 0,095 | 47 0,644 | - 85 
4,0 0,536 114 1,44 -6 0,111 43 0,668 - 98 
4,5 0,578 100 1,28 | -18 0,134 | 38 0,658 | -113 
5,0 0,611 93 1,11 -32 0,155 | 33 0,681 -131 
5,5 0,632 82 0,96 44 0,177 25 0,702 | -146 
6,0 0,652 78 0,81 -57 0,189 16 0,720 | -167 
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S-Parameter 


Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 10 mA, Z, =50 0 


f Eu p 
(GHz) 

0,1 0,680 - 33 

0,2 0,613 - 64 

0,3 0,550 - 87 

0,4 0,507 -105 

0,5 0,475 -119 

0,6 0,456 -132 

0,7 0,436 —141 

0,8 0,434 —151 

0,9 0,426 -158 

1,0 0,432 -167 5,54 
1,1 0,435 -171 5,01 
142 0,429 -175 4,61 
1,3 0,434 177 4,25 
1,4 0,435 176 3,96 
1,5 0,421 168 3,71 
1,6 0,435 166 3,51 
1, 0,439 162 3,30 
1,8 0,456 160 3,13 
1,9 0,441 157 2,97 
2,0 0,454 154 2,82 
2,5 0,485 143 2,32 
3,0 0,496 132 1,98 
3,5 0,548 120 1,72 
4,0 0,553 109 1,48 
4,5 0,596 96 1,32 
5,0 0,630 89 1,14 
5,5 | 0,653 79 0,98 
60 | 0,671 75 0,83 
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0,031 
0,033 
0,034 
0,036 
0,038 
0,038 
0,041 
0,044 
0,046 
0,048 
0,051 
0,064 
0,079 
0,100 
0,118 
0,142 
0,164 
0,185 
0,198 


$22 


0,971 
0,877 
0,815 
0,774 
0,741 
0,722 
0,734 
0,707 
0,694 
0,693 
0,672 
0,656 
0,671 
0,662 
0,656 
0,659 
0,683 
0,676 
0,655 
0,656 
0,645 
0,656 
0,642 
0,671 
0,660 
0,681 
0,700 
0,720 


BFO 28 


Vx 


BFO. 28 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 15 mA, Z,=50Q 


f 1 p 21 p S12 pP S522 p 
(GHz) .l in: 

0,1 | 0,583 ig 46 23,55 150 0,007 63 0,946 - 9 
0,2 0,527 - 83 18,70 128 0,012 56 0,843 - 14 
0,3 0,487 -109 14,67 115 0,016 51 0,791 - 16 
0,4 0,464 -126 11,71 105 0,016 53 0,756 - 17 
0,5 0,451 -138 9,75 98 0,017 50 0,734 - 18 
0,6 0,442 -149 8,39 92 0,020 49 0,718 - 19 
0,7 0,431 -157 7,41 87 0,022 54 0,738 - 20 
0,8 0,441 -166 6,56 82 0,024 55 0,715 - 21 
0,9 0,436 -171 5,88 79 0,027 58 0,703 - 23 
1,0 0,447 -178 5,26 75 0,028 57 0,705 - 24 
1,1 0,457 178 4,76 71 0,030 57 0,685 - 25 
1,2 0,449 174 4,38 68 0,031 59 0,668 - 30 
1,3 0,457 168 4,02 64 0,033 60 0,685 —..91 
1,4 0,455 168 3,75 61 0,036 58 0,677 = 32 
1,5 0,446 160 3,51 58 0,035 61 0,671 = 38 
1,6 0,464 159 3,32 56 0,039 61 0,674 - 37 
1,7 0,467 155 3,12 53 0,042 62 0,701 - 38 
1,8 0,480 154 2,95 49 0,044 62 0,692 - 39 
1,9 0,468 151 2,80 46 0,046 61 0,673 - 42 
2,0 0,481 149 2,68 44 0,049 62 0,674 - 43 
2,5 0,512 139 2,21 29 0,064 61 0,663 - 56 
3,0 0,521 128 1,87 17 0,081 60 0,677 - 67 
3,5 0,574 117 1,62 3 0,101 56 0,663 - 83 
4,0 0,581 106 1,39 -10 0,121 50 0,687 - 96 
4,5 0,622 94 1,23 -22 0,146 43 0,676 -112 
5,0 0,655 87 1,06 36 0,169 37 0,697 -130 
5,5 0,673 77 0,91 -48 0,191 28 0,716 -146 
6,0 0,690 713 0,77 -60 0,205 19 0,734 -166 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pi =flTu) 
300 


100 


Verstärkung bei Rauschanpassung 
Vz=f (Ic); Fmin=f (Ic) 
dB Vce=10V;f=2 GHz 


277 
Yin, || IscH 
4 
PR 
8 | 
AH 
ji 1 a 
[" EB IN 
Fmin En 
2 444 1 
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0246810 12 1 16 mA 
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BFO 28 


Einfügungsverstärkung 

Sz1ol? =f We); Uce = Parameter; 
dB Za=2,=50 8; f=2 GHz 
12 


|Szıe” 10 


8 


\ 
02 468 1 1 1 16mA 


—k 


Vx 


Extrem rauscharmer NPN-Si-HF-Breitbandtransistor 


BFQ 29 


BFO 29 ist ein extrem rauscharmer, epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im 
Kunststoffgehäuse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236) für ‚Vorstufenanwendungen und Breit- 
bandverstärker. Der Transistor ist für den Einsatz in Schichtschaltungen, bis in den GHz- 


Bereich, besonders geeignet. 


Typenkennzeichnung des Transistors durch Stempelung: »KB«. 


Typ Stempel | Bestellnummer 
BFO.29 KB 062702-F515 


Grenzdaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu s 50 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
: Kollektorsperrschicht-Substratrückseite") 


1} Keramiksubstrat 0,7 mm, 2,5 cm? Fläche 


1:0,051+0,05 


0,420,03 


3.045 


Gewicht etwa 0,02 g 


150 
-65 bis +125 
200 


<s 500 
s 400 


0410015 


Maße in mm 


Kyw 
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Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Icgo = 500 1A) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (/cgo = 100 uA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung (Ieso = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) 
Stromverstärkung (Ic = 10 mA; Ucg = 6 V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ic = 10 mA; Uce = 6 V; f=1kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce = 6 V; f= 200 Mhz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic =1mA; Uce = 6V; f=1 Mhz) 

Rauschzahl 

(Ice =3 mA; Uce = 6V; f=10 MHz; Rs = 750) 
(Ic = 4 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; Rg = 60. Q) 
Ausgangsspannung") 

(Ice = 20 mA; Uce =6V; Rs =RL = 750; dm = 60 dB) 


1) 3-Sendermethode f= 800 MHz 
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Ular)cEo 
Ulsr)cEs 
U(Br)EBO 
Icso 

B 


BFO 29 


70 (> 30) 


4>3,6 


GHz 
pF 


dB 
dB 


mV 


Vx 


BFO 29 


S-Parameter: 
Arbeitspunkt: Uce = 10 V; Ic = 3 mA; Z, = 500 


f 11 p S21 p 912 pP S22 p 
(GHz) IR 
0,2 lo 778 = 49 6,991 "1 138 0,048 | 61 0,875 gi -19 
0,4 0,590 - 89 5,210 112 0,071 49 0,740 -26 
0,6 0,468 —117 3,971 96 0,082 47 0,637 -28 
0,8 0,405 -137 3,114 82 0,091 45 0,601 -30 
1 0,361 -155 2,619 73 0,102 47 0,572 -33 
1,2 0,336 -172 2,266 67 0,111 51 0,564 -35 
1,4 0,331 169 1,983 56 0,125 51 0,537 -37 
1,6 0,345 156 1,844 50 0,144 53 0,545 42 
1,8 0,347 145 1,604 43 0,158 53 0,543 46 
2 0,377 136 1,454 36 0,179 52 0,552 -52 
Arbeitspunkt: Uce = 10 V; Ic = 10 mA; Z, =50.Q 
0,2 0,485 - 84 13,703 116 0,035 58 0,670 -25 
0,4 0,313 -125 7,122 94 0,052 60 0,555 24 
0,6 0,264 -150 5,302 84 0,070 63 0,495 24 
0,8 0,239 -167 3,997 74 0,088 62 0,491 -26 
1 0,224 176 3,278 67 0,108 61 0,472 -28 
1,2 0,229 163 2,778 62 0,126 63 0,475 -31 
1,4 0,233 148 2,426 54 0,145 60 0,452 -33 
1,6 0,258 138 2,216 48 0,170 58 0,462 -39 
1,8 0,266 130 1,959 42 0,186 57 0,455 43 
2 0,294 124 1,745 36 0,209 53 0,459 49 
nu a eioan Gesamfvorlustleistung Pu: =1(T) Impulsiwätmassidniesang ° na = FfO 
= LLE EL 
| 71 + 
tot 1 
LER 
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Rauschzahl F =f (R.) RauschZahl Fn=f (Ic) 
Uce=6 V: f=10 MHz Uce=6V; Ra op f= 10 MHz 
dB dB 


Fmin 


0 100 200 300 


—>R 


Transitfrequenz fr =f (I.) 
Uce=6 V;f=200 MHz 
GHz 
5777 IT] 


1144-11 


0 10 20 30 mA 
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NPN-Si-Mikrowellentransistor für Anwendung bis 4GHz BFQ57 


BFQ 57 ist ein bibolarer Silizium NPN-Mikrowellentransistor im hermetisch dichten Metall- 
Keramik Bandleitungsgehäuse 2,5 D] mm, TO-120 ähnl. (100-Mil). Modernste Herstellungs- 
verfahren wie lonenimplantationstechnik, Titan-Platin-Goldmetallisierung sowie eine glas- 
passivierte Chipoberfläche garantieren höchste Zuverlässigkeit. Der Transistor eignet sich 
besonders für rauscharme Verstärker und Oszillatoren bis 4 GHz. Der Transistortyp wird mit 
der Kurzbezeichnung „57" am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 
BFQ 57 57 062702-F652 = 5 
> D 
1,3-03 
de 
Gewicht ca 0,05 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 16 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 0) Uces 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 25 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 1 V 
Kollektor-Strom Ic 35 mA 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Tu < 87 °C) Prot 450 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s250 | K/w 


(bei Aufbau AL5O3 Kerämik- oder glasfaser- 
verstärktes Teflon 40 x 25 x 1,5 mm) 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 „A) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uceo = 15 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uceo = 15 V) 

Stromverstärkung 

(Uce = 15 V; Ic = 15 mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Uce = 15 V; Ic = 25 mA) 
Leistungsverstärkung 

(Uce = 10 V; Ic = 25 mA, f =4 Ghz) 
Ausgansleistung (Vpopt — 1 dB) 

(Uce = 15 V; Ic = 25 mA; f = 4GHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f = 1. MHz) 
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Ulßr)ces 
Icso 
Iceo 


B 


10,5 


18,5 


0,33 


nA 


nA 


Vx 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 3 mA, Z, =50 0 


f 11 p $21 p S12 p $22 {0} 
(GHz) 
I _- 

0,1 0,830 - 20 a7 „| 164 ar) 0,01 6 | 74 0,994 - 8 
0,2 0,793 - 42 8,24 149 0,031 66 0,931 - 15 
0,3 0,758 - 60 7,57 137 0,041 57 0,877 - 21 
0,4 0,720 - 78 6,87 127 0,049 49 0,821 - 23 
0,5 0,675 - 92 6,15 118 0,055 43 0,768 - 28 
0,6 0,641 -106 5,71 109 0,060 37 0,727 - 32 
0,7 0,609 -117 5,24 103 0,065 34 0,723 - 34 
0,8 0,589 -130 4,77 96 0,066 32 0,684 - 35 
0,9 0,574 -140 4,37 91 0,068 30 0,654 - 37 
1,0 0,559 -150 3,98 86 0,068 28 0,641 - 38 
1,1 0,570 -158 3,65 81 0,069 27 0,609 - 39 
1,2 0,560 -164 3,38 76 0,068 27 0,598 - 43 
1,3 0,552 -173 3,13 72 0,069 26 0,599 - 43 
1,4 0,553 -177 2,93 67 0,070 24 0,582 - 45 
1,5 0,534 174 2,75 63 0,067 25 0,575 - 45 
1,6 0,553 169 2,61 60 0,069 25 0,575 - 49 
1,7 0,555 163 2,44 57 0,071 26 0,594 - 49 
1,8 0,567 160 2,32 53 0,073 27 0,575 - 49 
1,9 0,548 155 2,20 49 0,072 28 0,559 - 52 
2,0 0,560 149 2,10 46 0,074 28 0,565 - 55 
2,5 0,597 162 1,80 36 0,079 27 0,531 - 77 
3,0 0,594 150 1,57 23 0,091 31 0,541 - 90 
3,5 0,616 137 1,35 9 0,107 32 0,528 -110 
4,0 0,611 127 1,17 -3 0,127 30 0,558 -123 
4,5 0,628 112 1,05 -16 0,149 26 0,557 -141 
5,0 0,659 104 0,91 -28 0,170 22 0,587 -158 
5,5 0,672 93 0,80 -40 0,188 16 0,620 -175 
6,0 0,694 87 0,67 -52 0,200 6 0,654 166 
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S-Parameter 


Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic =5 mA, Z, =50Q 


BFO 57 


f S1 p $21 p 12 pP S22 p 
(GHz) 

0,1 0,766 | - 26 T1263 160 0,015 74 0,979 - 10 
0,2 0,721 - 52 11,66 144 0,028 61 0,892 = 19 
0,3 0,672 = 93 10,32 131 0,036 54 0,816 =..25 
0,4 0,630 = 92 9,04 120 0,042 46 0,747 = 29 
0,5 0,594 -106 7,91 111 0,046 41 0,689 — 831 
0,6 0,564 -121 7,11 103 0,051 38 0,650 - 34 
0,7 0,539 -132 6,42 97 0,053 37 0,643 = 35 
0,8 0,529 -144 5,79 91 0,056 36 0,603 - 35 
0,9 0,516 -153 5,23 86 0,058 35 0,576 = 38 
1,0 0,519 -163 4,73 82 0,059 34 0,565 39 
1,1 0,525 -169 4,31 77 0,061 34 0,538 - 39 
1,2 0,515 -175 3,97 73 0,061 33 0,530 - 44 
1,3 0,515 176 3,66 69 0,062 32 0,531 - 43 
1,4 0,514 174 3,42 65 0,064 32 0,517 - 45 
1,5 0,498 165 3,21 61 0,063 35 0,506 - 45 
1,6 0,517 160 3,03 59 0,066 35 0,511 - 49 
1,7 0,520 156 2,84 56 0,069 36 0,531 - 49 
1,8 0,533 153 2,69 52 0,071 35 0,517 - 49 
1,9 0,519 148 2,55 48 0,073 37 0,498 - 51 
2,0 0,531 143 2,42 45 0,076 36 0,501 =} 55 
2,5 0,569 156 2,13 36 0,086 37 0,458 - 76 
3,0 0,560 146 1,84 24 0,102 38 0,469 - 89 
3,5 0,592 134 1,60 10 0,119 36 0,455 -108 
4,0 0,579 123 1,39 2 0,139 32 0,483 =122 
4,5 0,609 110 1,25 -14 0,162 27 0,484 -139 
5,0 0,628 101 1,08 -27 0,181 22 0,526 -157 
5,5 0,656 91 0,96 -39 0,202 16 0,563 -172 
6,0 0,663 85 0,83 -51 | 0,211 7 0,603 168 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 10 mA, Z, =500Q 


f Sı pP S21 p 912 pP $22 p 
(GHz) | 

0,1 0,630 T- 20 21,76 153 0,013 69 0,933 - 15 
0,2 0,576 - 175 18,26 133 0,023 55 0,795 — 25 
0,3 0,529 -100 14,93 120 0,028 52 0,690 - 30 
0,4 0,504 —-119 12,19 110 0,032 47 0,617 - 33 
0,5 0,485 -133 10,27 101 0,035 44 0,564 - 34 
0,6 0,474 -146 8,92 95 0,037 45 0,532 - 35 
0,7 0,461 -156 7,89 89 0,042 45 0,526 - 36 
0,8 0,469 -166 6,96 84 0,045 46 0,495 =::85 
0,9 0,463 -173. 6,24 80 0,048 47 0,475 =',37 
1,0 0,474 178 5,61 77 0,049 48 0,467 - 38 
1,1 0,480 173 5,07 73 0,052 46 0,446 - 38 
1,2 0,473 169 4,68 69 0,055 47 0,441 - 43 
1,3 0,481 162 4,30 65 0,058 46 0,446 - 42 
1,4 0,475 160 4,00 62 0,061 46 0,433 - 44 
1,5 0,465 152 3,75 59 0,063 49 0,428 - 44 
1,6 0,487 149 3,53 57 0,067 49 0,434 - 48 
1,7 0,490 145 3,29 54 0,070 48 0,453 —- 48 
1,8 0,500 143 312 50 0,073 47 0,443 - 48 
1,9 0,489 139 2,96 47 0,077 47 0,426 - 50 
2,0 0,503 134 2,80 44 0,082 47 0,425 - 54 
2,5 0,542 150 2,45 36 0,091 45 0,383 -.15 
3,0 0,529 140 2,11 25 0,112 43 0,391 - 88 
3,5 0,574 130 1,84 12 0,131 39 0,376 -107 
4,0 0,554 119 1,61 [0] 0,151 33 0,409 —121 
4,5 0,598 107 1,46 14 0,173 27 0,410 -139 
5,0 0,608 98 1,28 -23 0,191 21 0,454 -157 
5,5 0,637 90 1,14 -35 0,211 14 0,492 -172 
6,0 0,643 82 0,97 -48 0,218 6 0,540 168 
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S-Parameter 
Arbeitsgebiet: Ucg = 10 V, Ic =15 mA, Z, =500Q 


f S1 p 21 p $12 p 922 p 
(GHz) 

0,1 0,544 - '52 27,77 148 0,012 67 0,896 - 17 
0,2 0,502 -'92 22,07 126 0,020 55 0,729 - 28 
0,3 0,478 -118 16,87 114 0,025 52 0,623 =.82 
0,4 0,461 -135 13,38 104 0,028 50 0,553 - 833 
0,5 0,452 148 11,10 97 0,030 49 0,506 -'33 
0,6 0,450 -159 9,53 91 0,034 51 0,483 - 34 
0,7 0,442 167 8,35 86 0,038 50 0,482 =''35 
0,8 0,455 -176 7,35 82 0,041 52 0,456 - 34 
0,9 0,454 177 6,57 78 0,044 53 0,441 - 36 
1,0 0,465 170 5,88 74 0,048 53 0,438 =. 37 
1,1 0,473 166 5,31 71 0,050 53 0,415 =, 37 
1,2 0,468 162 4,90 67 0,054 54 0,414 - 42 
1,3 0,478 156 4,50 64 0,057 52 0,421 - 41 
1,4 0,469 155 4,19 60 0,061 52 0,407 - 43 
1,5 0,461 147 3,91 58 0,062 54 0,401 - 43 
1,6 0,482 145 3,68 56 0,067 54 0,410 - 47 
1,7 0,487 141 3,44 53 0,071 53 0,429 - 47 
1,8 0,499 138 3,24 49 0,075 52 0,419 - 47 
1,9 0,486 135 3,08 47 0,078 52 0,402 - 49 
2,0 0,518 156 3,10 49 0,077 52 0,372 - 59 
2,5 0,538 148 2,54 36 0,095 48 0,359 - 74 
3,0 0,536 139 2,21 25 0,115 45 0,368 - 87 
8:5 0,570 128 1,91 12 0,135 40 0,354 -107 
4,0 0,565 119 1,69 10) 0,154 34 0,391 -121 
4,5 0,596 106 1,53 -11 0,177 28 0,385 -140 
5,0 0,622 99 1,35 22 0,196 22 0,434 -157 
5,5 0,636 89 1,20 -33 0,214 15 0,472 -172 
6,0 0,659 84 1,03 -46 0,222 6 0,515 168 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Por = FlTu) 


800 7 
Rot 700 
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j 600 


Transitfrequenz fr = f(Ic) 
Uce 10V 
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Rauscharmer-NPN-Si-Mikrowellen-Transistor bis 4 GHz BFO. 583 


BFOQ 58 ist ein bipolarer Silizium NPN-Mikrowellentransistor im hermetisch dichten Metall- 
Keramik Bandleitungsgehäuse 2,5 D mm, TO-120 ähnl. (100-Mil). Modernste Herstellungs- 
verfahren wie lonenimplantationstechnik, Titan-Platin-Goldmetallisierung sowie eine glas- 
passivierte Chipoberfläche garantieren höchste Zuverlässigkeit. Der Transistor eignet sich 
besonders für rauscharme Verstärker und Oszillatoren bis 4 GHz. Der Transistortyp wird 
mit der Kurzbezeichnung „58” am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ . Stempel | Bestellnummer 
BFO58 | 58 | 062702-F653 


0,520, 


Gewicht etwa 0,05g 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 16 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 0) Uces 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uceo 25 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 1 V 
Kollektor-Strom c 30 mA . 
Lagertemperatur T, -65 bis +175 °C 
Sperrschichttemperatur T, 200 °C 
Gesamitverlustleistung (T,, s 87 °C) Prot 450 mW 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht - Umgebung Runsu | =s250 K/w 


(Bei Aufbau auf AL O3- Keramik- oder glasfaser- 
verstärktes Teflon 40x 25 x1,5 mm.) 
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Statische Grenzdaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Ic = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 15 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucgo = 15 V) 
Stromverstärkung (Uce£ = 15 V; Ic = 15 mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (Uce = 15 V; Ic = 25 mA) 


Rauschzahl 


(Uce = 15 V; Ic = 15 mA; f=4 GHz) 
(Uce = 15 V; Ic = 15 mA; f = 1,5 GHz) 
Verstärkung bei Rauschanpassung 
(Uce = 15 V; Ic = 15 mA; f=4 GHz) 
(Uce = 15 V; Ic = 15 mA; f = 1,5 GHz) 
Ausgangsleistung (Vpopt "1 dB) 

(Uce = 15 V; Ic = 15 mA; f=4 GHz) 


Rauschzahl(gemessen)") 


(Uce = 15 V; Ic = 15 mA; f = 4 Ghz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ucg = 10 V; Ic =1mA; f=1MhHz) 


Fmin -1 
1) Fmin =10 ar a - 


VGP 


) 


Ulsrjces 
IcBo 


Iceo 
B 


fr 


Fin 


Fmin 


Var 
Ver 


Pı dB 
F min 


Ci2e 


30 

100 
500 
120 


0,33 


nA 
nA 


GHz 
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S-Parameter: 


Arbeitspunkt: Uce = 15 V, Ic = 15 mA, Z,=500 


f S11 M S21 p S12 p S22 PP | Gmax 
(GHz).| (dB). 
0,1 0,615 |- a2 | 25,67 153 0,013 |67 0,913 |- 17 | 38,0 
0,2 0,591 - 81 21,93 |134 0,022 |52 0,743 |- 29 | 32,2 
0,3 0,568 |-106 18,07 121 0,028 |48 0,673 |- 36 |29,5 
0,4 0,583 |-123 14,90 |113 0,030 |45 0,588 |- 37',27,1 
0,5 0,582 |-133 12,51 104 0,033 |42 0,538 |- 40 | 25,2 
0,6 0,558 |-142 10,81 98 0,036 |40 0,496 |- 39 | 23,5 
0,7 0,538 |-152 9,41 92 0,037 141 0,464 |- 40 | 22,0 
0,8 0,550 |[-160 8,36 88 0,039 |42 0,424 |- 40 | 20,9 
0,9 0,546 |-166 7,47 84 0,041 43 0,403 |- 44 | 19,8 
1 0,550 |-170 6,75 81 0,044 |43 0,407 |- 44 |19,0 
1,1 0,552 |-175 6,10 78 0,046 |43 0,379 |- 46 |18,0 
1,2 0,563 |-177 5,60 74 0,048 |43 0,390 |- 48 [174 
1,3 0,545 178 5,18 71 0,050 144 0,367 |- 48 | 16,4 
1,4 0,562 174 4,87 68 0,054 |42 0,389 |- 53 | 16,1 
1,5 0,562 172 4,55 66 0,055 |45 0,370 |- 47 | 15,4 
1,6 0,548 168 4,28 64 0,058 |46 0,377 |- 56 | 14,9 
1,7 0,557 164 3,97 61 0,059 |46 0,387 |- 50 | 14,3 
1,8 0,564 165 3,73 58 0,062 |46 0,359 |- 57 [13,7 
1,9 0,532 160 3,56 57 0,065 |47 0,403 |- 55 |13,2 
2 0,534 158 3,40 56 0,069 |45 0,366 |- 58 | 12,7 
2,5 0,558 151 2,79 42 0,083 |43 0,371 - 72 |11,2 
g 0,532 140 2,33 31 0,097 |41 0,388 |- 79 9,5 
3,5 0,556 132 2,02 22 0,111 39 0,380 |- 92 8,4 
4 0,521 121 1,78 9 0,128 |33 0,423 |-100 7,3 
4,5 0,546 110 1,63 {6} 0,146 |28 0,418 |-109 6,6 
5 0,538 97 1,51 -11 0,164 |24 0,451 -119 6,1 
5,5 0,568 86 1,37 |-21 0,181 21 0,442 |-129 5,4 
6 0,590 76 1,23 |-33 0,194 |10 0,442 |-144 4,6 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Por=FlTu) 


800 El 


Ra ei iin — 
Ta 


500 


0 100 200 °C 


Rauschzahl F=f (Ic) 
dBZy = Zyapı: Uce = 10 V;f=2GHz 


5 
RER | ——t 
AR a I DIOR 
er Ei 
3 ei 1 
Zn m gi 
Zr 2 una Kaas (a 
m =} 
IH 4 ee 
Ei BEE | Bi! . 
0 kn ln 
0 1% 20 30 40 mA 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Uce =10V 
GHz 
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Rauscharmer NPN-Si-Mikrowellen-Transistor bis 2 GHz BFO 59 


BFQ 59 ist ein bipolarer Silizium NPN-Mikrowellentransistor im hermetisch dichten Metall- 
Keramik Bandleitungsgehäuse, TO-120 ähnl. (200-Mil). Modernste Herstellungsverfahren 
wie lonenimplantationstechnik, Titan-Platin-Goldmetallisierung sowie eine glaspassivierte 
Chipoberfläche garantieren höchste Zuverlässigkeit. Der Transistor eignet sich besonders für 
rauscharme breitbandige lineare Verstärker bis 2 GHz. Der Transistortyp wird mit der 
Kurzbezeichnung „59" am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 
k U] Emitter 
BFQ 59 59 062702-F654 
n5 2 
N 
VR Kotfektor Basis 


0,512 1,08 


‚Emitter 
0,0635 2013 
1,52 
0,25 
Gewicht etwa 0,08g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 20 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age = 0) Uces 27 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 27 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 1,5 V 
Kollektor-Strom Ic 35 mA 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Sperrschichttemperatur T, 200 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Tg z 150 °C) Prot 700 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Ren | s70 | K/w 


684 


Vx 


BFO 59 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 15 V) 

Stromverstärkung 

(Uce = 15 V; Ic = 15 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Uce = 10 V; Ic = 25 mA) 
Rauschzahl 

(Uce = 10 V; Ic =3 mA; f = 10 MHz) 
(Uce =10V; Ic = 8mA;f= 2 GHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic= 1 mA; f =1 MHz) 
Leistungsverstärkung 

(Uce = 10 V; Ic = 15 mA; f= 2 GHz) 


Ular)cEs 


Icso 


nA 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce =6V, Ic =3mA,Z, =500Q 


BFO 59 


f S11 P | 21 p S12 P S22 p Gmax 
(GHz) I | | |tdB) 
 MEERREREN, 
0,1 0,871 - 31 6,86 156 0,031 70 0,993 | -12 41,7 
0,2 0,848 |- 58 6,37 140 0,054 |54 0,872 |-21 27,8 
0,3 0,791 - 81 5,68 126 0,068 |44 0,774 |-28 23,3 
0,4 0,769 |- 99 5,00 116 0,075 36 0,694 |-35 20,7 
0,5 0,732 | -114 4,36 108 0,080 |31 0,681 -36 18,8 
0,6 0,722 |-126 3,86 100 0,084 |27 0,616 |-38 17,0 
0,7 0,693 | -136 3,44 93 0,087 24 0,618 |-41 15,7 
0,8 0,691 144 3,11 87 0,087 21 0,587 40 14,5 
0,9 0,662 154 2,82 81 0,087 19 0,537 |-46 13,0 
1 0,691 -158 2,59 76 0,089 18 0,594 |-48 13,0 
1,1 0,662 -166 2,40 72 0,089 17 0,534 |-46 11,6 
1,2 0,695 -169 2,22 68 0,089 17 0,534 |-55 11,3 
1,3 0,657 -174 2,05 64 0,088 17 0,535 |-54 10,2 
1,4 0,719 -176 1,90 60 0,088 16 0,543 |-59 10,3 
1,5 0,651 -179 1,78 56 0,086 17 0,532 |-56 89 
1,6 0,673 176 1,70 53 0,086 19 0,544 |-63 88 
1,7 0,646 172 1,58 50 0,086 19 0,551 -61 7,9 
1,8 0,676 168 1,51 46 0,086 |20 0,549 -66 7,8 
1,9 0,658 166 1,45 43 0,087 21 0,548 |-64 2,3 
2 ' 0,662 162 1,40 40 0,089 |23 0,543 |-71 7,0 
Arbeitspunkt: Uce = 6 V, Ic = 10 mA, Z, =509 
f S11 p 521 p S12 p $22 p Gmax 
(GHz) u (dB) 
0,1 0,718 - 58 18,56 144 0,024 |56 0,853 |-26 34,2 
0,2 0,673 -103 15,08 121 0,035 |43 0,616 |-38 28,3 
0,3 0,650 |-128 11,48 108 0,040 |39 0,487 —41 24,8 
0,4 0,636 -142 9,13 99 0,043 |38 0,420 |-47 22,83 
0,5 0,625 -154 7,47 93 0,045 37 0,413 |-45 20,4 
0,6 0,635 -160 6,27 88 0,048 |38 0,359 45 18,8 
0,7 0,620 -167 5,47 83 0,052 |40 0,369 |-47 17,5 
0,8 0,613 -171 4,83 78 0,055 |41 0,341 42 16,3 
0,9 0,611 -179 4,28 74 0,058 |41 0,302 |-52 15,1 
1 0,632 179 3,90 70 0,061 42 0,365 -52 14,7 
1,1 0,607 173 3,57 67 0,064 |43 0,314 |-47 13,5 
1,2 0,636 172 3,29 64 0,069 |44 0,323 |-59 13,1 
1,3 0,606 167 3,03 61 0,072 |44 0,326 -56 12,1 
1,4 0,664 167 2,84 58 0,075 |45 0,339 -52 12.1 
1,5 0,597 164 2,63 55 0,078 |46 0,331 -56 10,8 
1,6 0,621 161 2,49 52 0,082 147 0,339 |-66 10,6 
1,7 0,594 158 2,33 50 0,086 |47 0,349 -61 9,8 
1,8 0,628 156 2,21 47 0,091 47 0,353 |-68 9,7 
1,9 0,607 154 2,12 44 0,095 147 0,352 |-64 9,1 
2 0,610 150 2,04 41 0,101 47 0,352 -73 8,8 
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Parameter 
Arbeitspunkt: Uce = 6 V, Ic = 20 mA, Z, =50 0 


f S11 » S21 R S12 p S22 p Gmax 
(GHz) (dB) 

0,1 0,612 |- 89 E 28,27 133 0,018 |51 0,724 | -34 34,3 
0,2 0,617 | -133 18,89 | 116 0,024 |42 0,475 |-43 28,7 
0,3 0,619 | -151 13,37 100 0,028 |45 0,367 |-43 25,2 
0,4 0,616 | -160 10,31 93 0,032 |46 0,319 | -49 22,8 
0,5 0,614 |-169 8,31 88 0,035 |49 0,324 | -44 20,9 
0,6 0,625 |-172 6,90 84 0,040 |50 0,278 |-44 19,3 
0,7 0,611 -177 5,99 79 0,044 |52 0,296 |-46 18,0 
0,8 0,604 179 5,26 75 0,048 |53 0,272 |-40 16,7 
0,9 0,610 172 4,65 72 0,052 |53 0,236 |-51 15,6 
1 0,626 172 4,24 68 0,057 54 0,301 51 15,1 
1,1 0,606 166 3,88 65 0,062 |54 0,257 |-45 14,1 
1,2 0,633 166 3,57 62 0,066 |54 0,265 |-59 13,6 
1,3 0,603 161 327 59 0,070 |55 0,268 | -54 12,6 
1,4 0,658 162 3,04 57 0,074 |54 0,282 |-61 12,5 
1,5 0,594 159 2,84 53 0,079 |55 0,279 |-54 11,3 
1,6 0,616 157 2,69 51 0,084 |55 0,285 |-65 11,0 
1,2 0,591 154 2,53 48 0,089 |55 0,299 |-59 10,3 
1,8 0,625 152 2,40 46 0,094 |54 0,301 -67 10,2 
1,9 0,602 150 2,29 43 0,099 |53 0,302 |-62 9,6 
2 0,606 147 2,20 41 0,105 |53 0,301 71 9,3 
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BFO 59 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Uce =10V 
GHz 


a7 
1ER} vu m m au 


1% 


— 


Vx 


Rauscharmer NPN-Si-Mikrowellen-Transistor bis 2 GHz 


BFQ 60 


BFO 60 ist ein bipolarer Silizium NPN-Mikrowellentransistor im hemmetisch dichtem Metall- 
Keramik Bandleitungsgehäuse 2,5 D mm, TO-120 ähnl. (100-Mil). Modernste Herstellungs- 
verfahren wie lonenimplantationstechnik, Titan-Platin-Goldmetallisierung, sowie eine glas- 
passivierte Chipoberfläche garantieren höchste Zuverlässigkeit. Der Transistor eignet sich 
besonders für rauscharme breitbandige lineare Verstärker. Der Transistortyp wird mit der 
Kurzbezeichnung „60” am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ [etemen | Bestellnummer 
BFQ 60 60 | 062702-F655 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 0) 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektor-Strom 

Lagertemperatur 
Sperrschichttemperatur 
Gesamtverlustleistung 

(Tu < 25 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung 

(Bei Aufbau auf Keramik- oder Glasfasersubstrat 
40x25 x 1,5 mm) 


0,5°0,1 


Gewicht ca. 0,05. 9 


-65 bis +175 
200 


700 


s250 


Maße in mm 
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Vx 


BFO 60 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 15 V) 

Stromverstärung 

(Uce = 15 V; Ic = 15 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Uce = 10 V; Ic = 25 mA) 

Rauschzahl 

(Uce = 10 V; Ic = 3 mA; f = 10 MHz) 
(Uce = 10 V; Ic = 8 mA; f=2 GHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f =1 MHz) 
Leistungsverstärkung 

(Uce = 10 V; Ic = 15 mA; f=2 GHz) 
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Ulsrjces 


Icso 


100 


nA 


Vx 


BFO 60 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce = 6 V, Ic = 3 mA, Z,=500Q 


f S11 2 21 P S12 p $22 p Gmax 
(GHz) B 28 (dB) 

0,1 0,836 |- 32 |6,77 156 0,030 |69 0,995 |-11 41,7 
0,2 0,819 |- 60 | 6,25 140 0,052 |55 0,872 |-19 |26,9 
0,3 0,7559 |- 84 |5,54 125 0,067 |44 0,747 |-27 |22,1 
0,4 0,739 |-103 | 4,85 115 0,074 |36 0,686 |-36 |19,9 
0,5 0,708 |-119 |4,24 106 0,079 |31 0,708 |-34 |18,6 
0,6 0,702 |-132 | 3,77 99 0,083 |27 0,605 |-34 |16,4 
0,7 0,674 |-143 | 3,37 91 0,086 |24 0,611 |-40 | 15,2 
0,8 0,671 | -153 3,04 84 0,086 |20 0,595 |-37 14,2 
0,9 0,659 |-163 | 2,76 78 0,086 |18 0,517 |-43 |12,7 
1 0,673 |-167 2,52, 73 0,088 |17 0,587 |-46 |12,5 
1,1 0,654 |-177 2,34 68 0,088 |16 0,526 |-42 |11,2 
12 0,698 |-179 2,17 64 0,088 |16 0,507 \-53 |10,9 
1,3 0,652 173 | 2,00 59 0,086 |15 0,516 |-52 9,8 
1,4 0,715 170 1,85 55 0,087 |15 0,516 |-57 9,8 
1,5 0,661 167 1,74 51 0,084 |15 0,502 |-54 8,6 
1,6 0,682 163 1,65 48 0,085 |17 0,509 |-62 84 
1,7 0,656 158 1,55 44 0,086 |18 0,511 |-60 7,6 
1,8 0,690 154 1,47 40 0,087 |19 0,509 |-67 7,5 
1,9 0,686 151 1,41 37 0,088 |20 0,500 |-65 7,0 
2 0,678 147 1,35 33 0,089 |22 0,492 |-73 6,5 
Arbeitspunkt: Uce = 6 V, Ic = 10 mA, 20 50u 

0,1 0,662 |- 60 18,44 |143 0,024 |56 0,858 |-24 |33,6 
0,2 0,643 |-106 14,78 |121 0,034 |44 0,619 |-36 | 27,8 
0,3 0,618 |-131 11,23 |107 0,039 |38 0,467 |-41 24,2 
0,4 0,615 |-147 8,90 98 0,042 |39 0,422 |-50 |21,9 
0,5 0,612 |-159 7,32 92 0,045 |38 0,440 |-42 | 20,3 
0,6 0,620 |-165 ‚6,16 87 0,048 |39 0,346 |-40 | 18,5 
0,7 0,607 |-173 5,36 81 0,052 |40 0,361 |-47 17,2 
0,8 0,604 |-179 4,73 76 0,055 |41 0,343 |-38 | 16,0 
0,9 0,616 173 4,20 71 0,058 |41 0,276 |-48 | 14,9 
1 0,621 172 3,81 67 0,062 |41 0,353 |-51 14,3 
1,1 0,611 163 3,49 63 0,066 |42 0,298 |-43 | 13,3 
1,2 0,646 163 3,21 60 0,070 |43 0,286 |-58 12,9 
1,3 0,610 157 2,95 57 0,073 |42 0,296 |-54 |11,8 
1,4 0,671 157 2,74 53 0,076 |42 0,297 |-60 | 11,8 
1,5 0,616 153 2,55 50 0,081 |43 0,288 |-54 | 10,6 
1,6 0,636 151 2,42 47 0,085 |44 0,291 |-66 |10,3 
1,7 0,616 146 2,27 44 0,089 |44 0,296 |-60 9,6 
1,8 0,655 144 2,15 41 0,094 |44 0,293 |-69 9,5 
1.9 0,645 141 2,05 38 0,099 |43 0,285 |-64 9,0 
2 0,642 138 1,96 35 0,104 |43 0,282 |-76 8,5 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucge = 6 V, Ic = 20 mA, 2, =500Q 


f 
(GHz) 


0,1 


0,2 
0,3 


N a a a a 
oosouPpwum— 
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S11 


0,568 
0,597 
0,595 
0,597 
0,601 
0,610 
0,598 
0,596 
0,612 
0,617 
0,610 
0,640 
0,608 
0,668 
0,614 
0,633 
0,614 
0,650 
0,643 
0,647 


521 P S12 
27,40 133 0,018 
18,41 111 0,024 
13,11 99 0,028 
10,06 92 0,032 
8,14 87 0,036 
6,75 82 0,041 
5,86 77 0,046 
5,16 1:3 0,050 
4,56 69 0,054 
4,15 65 0,059 
3,80 62 0,064 
3,41 59 0,069 
3,19 55 0,073 
2,95 52 0,077 
2,76 49 0,082 
2,61 47 0,087 
2,46 43 0,092 
2,32 40 0,097 
2,22 37 0,103 
2,12 35 0,109 


$22 P Gmax 
(dB) 
0,735 |-32 33,8 
0,481 |-40 |284 
0,349 |-43 24,8 
0,323 |-53 22,4 
0,349 |-42 20,7 
0,265 |-38 18,9 
0,284 |-46 17,7 
0,273 |-35 16,5 
0,208 |-47 15,4 
0,287 |-51 14,8 
0,238 |-39 13,9 
0,224 |-57 13,4 
0,235 |-52 12,3 
0,238 |-59 12,2 
0,229 |-51 11,1 
0,233 |-65 10,8 
0,238 |-58 10,1 
0,237 |-68 10,0 
0,231 |-61 9,5 
0,225 |-76 9,1 


Vx 
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800 T Tr 


Rauschzahl F=f(Ic) 
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NPN-Si-Mikrowellen-Transistor bis 2 GHz BFR 14A 


BFR 14 A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Mikrowellentransistor, im hermetisch 
dichtem Metall-Keramik Bandleitungsgehäuse 3,5 DO) mm, TO-120 ähnl. (140-Mil.). Der 
Transistor eignet sich durch seine kleine Rauschzahl, hohe Verstärkung und geringe Ver- 
zerrung für rauscharme Vorstufen, Breitband-, ZF- und Radarverstärker bis 4 GHz, sowie 
für Oszillatorschaltungen kleiner Leistung. 

Das Keramik-Bandleitungsgehäuse ist der Dünn- und Dickschichttechnik besonders ange- 
paßt und erlaubt den Einsatz in der Raumfahrttechnik. Der Emitteranschluß ist mit dem 
Gehäuse verbunden. Der Transistortyp wird mit der vollen Typenbezeichnung am Gehäuse 
gekennzeichnet. 


Typ Bestellnummer [_]initter 
BFR 14A | 062702-F416 


07: 


dbzm 
- 
035015 


\ 
Kollektor 15 


Ae 
A) a 


Gewicht etwa 0,05 g Maße in mm 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 12 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge s 50 Ohm) ÜcER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Basisstrom IR 4 mA 
max. Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu < 137 °C) Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rehyu s250 | K/w 


bei Aufbau auf AL5O3-Keramik 16x25x0,6 mm bzw. 
glasfaserverstärktes Teflon 40 x 25 x 1,5 mm 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 500 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icer = 10 mA; Rge = 50 OHm) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(lego = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) 
(Ucpo = 10V; T= 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 20 V; Uge = 0) 
Stromverstärkung 

(Ic =5 mA; Uce=6V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ic =5 mA; Uce=6V;f=1 kHz) 

(Ic = 20 mA; Uce = 6 V; f= 1 kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce = 6 V; f =200 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic = 1 mA; Uce = 6 V; f= 1 MHz) 


Rauschzahl 

(Ice=2 mA; Uce=6V; 
f= 200 MHz; Rg = 75 Q) 
(Ic =3mA; Uce =10V; 
f=2 GHz; Ze = Zg opt) 


Leistungsverstärkung bei Anpassung 
(Ic = 15 mA; Uce = 10 V;f=2 Ghz) 


UlBr)cEo 
UlBRICER 
U(BR)EBO 
Icso 
Icso 


Ices 


B 


Vpe opt 


75 (240) 
75 (240) 


5 


0,45 
(<O,65) 


2 


3,8 (s5) 


12 (210) 


GHz 


dB 


dB 
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BFR14A 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg =8V, Ic =3mA, Z, =50Q 


f Sn p 8 p Sn p Bus p 
(GHz) 

0,1 0867 |- 25 | 847 160 0,018 74 0,987 | - 10 
0,2 0,839 |-50 | 7,91 144 0,033 59 0,916 | - 20 
0,3 0,809 | - 70 | 7,06 131 0,043 48 0,857 | - 28 
0,4 0,775 |- 86 | 6,23 120 0,049 39 0,801 | - 33 
0,5 0,750 |- 99 | 5,49 110 0,055 32 0,7558 | - 37 
0,6 0,725 | -111 | 5,00 102 0,059 26 0,730. | = 41 
0,7 0,704 | -119 |451 95 0,063 23 0,734 | - 44 
0,8 0,695 | -ı28 | 4,07 88 0,064 21 0,697 | - 47 
0,9 0,684 | -ı35 | 3,69 83 0,065 17 0,682 | - 52 
1,0 0,667 | -ı41 | 3,33 78 0,064 15 0,679 | - 54 
41 0,684 | -145 | 3,03 73 0,065 13 0,662 | - 57 
12 0,672 | -148 | 2,80 68 0,064 11 0,663 | - 62 
1,3 0,664 | -ı53 | 2,59 64 0,066 8 0,664 | - 64 
1,4 0,660 | -155 | 2,43 59 0,067 7 0,662 | - 66 
1,5 0,636 | -ı60 | 2,28 55 0,063 6 0,656 | - 69 
1,6 0,652 | -162 | 2,16 53 0,063 5 0,685 | - 73 
1,7 0,642 | -165 | 2,02 49 0,065 5 0,705 | - 74 
1,8 0,649 | -167 | 1,97 44 0,065 5 0,688 | - 76 
1,9 0,623 | -ı68 | 1,87 40 0,065 4 0,678 | - 79 
2,0 0,604 | -172 | 1,78 36 0,066 3 0,699 | - 83 
2,5 0,637 159 | 1,60 22 0,080 [) 0,587 | - 86 
3,0 0,611 149 | 1,38 7 0,086 -2 0,610 | - 99 
3,5 0,602 135 | 1,20 -9 0,095 -5 0,618 | -117 
4,0 0,564 125 | 1,06 -25 0103 | -ı2 0,657 | -128 
4,5 0,544 110 | 0,97 -40 0,112 | -ı8 0,661 | -142 
5,0 0,517 101 | 0,86 -55 0,120 | -24 0,700 | -156 
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S-Parameter 


Arbeitspunkt: Ucg =8 V, Ic =5 mA, Z, =50 0 


f S1 p S21 p S12 p 922 p 
(GHz) 

0,1 0,801 =: 32 13,05 156 0,017 67 | 0,968 = 18 
0,2 0,762 =: 62 11,28 137 0,030 54 0,861 = 25 
0,3 0,731 - 84 10,03 124 0,038 44 0,779 - 33 
04 0,706 -102 8,53 112 0,042 36 0,717 - 38 
0,5 0,681 -114 7,31 103 0,045 30 0,669 - 42 
0,6 0,660 -125 6,45 95 0,049 25 0,646 — 46 
0,7 0,644 — 133 5,78 88 0,050 24 0,650 — 49 
0,8 0,639 141 5,14 82 0,052 22 0,616 - 51 
0,9 0,629 -146 4,62 17 0,052 20 0,605 — 56 
1,0 0,619 -152 4,14 713 0,053 19 0,603 —- 58 
1,1 0,633 155 3,76 68 0,054 17 0,590 - 61 
1,2 0,617 -158 3,46 63 0,054 16 0,606 - 66 
18 0,611 -162 3,19 59 0,055 14 0,605 —- 67 
1,4 0,609 -163 2,98 55 0,057 13 0,608 - 70 
1,5 0,583 -167 2,79 51 0,056 13 0,603 - 72 
1,6 0,598 -169 2,63 48 0,056 14 0,630 - 76 
1,7 0,588 -171 2,46 44 0,058 13 0,653 - 77 
1,8 0,596 —-172 2,34 40 0,060 12 0,640 - 79 
1,9 0,549 -174 2,20 37 0,060 12 0,637 - 83 
2,0 0,553 -177 2,10 32 0,062 11 0,660 —- 86 
2,5 0,605 155 1,94 22 0,078 11 0,511 - 84 
3,0 0,570 144 1,65 7 0,090 7 0,542 - 97 
3,5 0,573 132 1,45 -9 0,100 [6) 0,551 -114 
4,0 0,523 121 1,28 24 0,111 -6 0,597 —-126 
4,5 0,512 107 1,18 -39 0,123 -14 0,607 140 
5,0 0,475 97 1,04 -55 0,131 -21 0,653 -153 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce =8V, Ic = 10 mA, Z, =500Q 


f Sn p p 
(GHz) 

0,1 0,674 | - 47 - 19 
0,2 0,647 | - 85 - 32 
0,3 0,623 | -110 - 39 
04 |0814 | -125 - 43 
0,5 0,604 | -135 - 45 
0,6 0,593 | -144 - 48 
0,7 0,583 | -150 - 50 
0,8 0,587 | -157 - 52 
0,9 0,575 | -161 - 56 
1,0 0,570 | -165 - 58 
1,9 0,583 | -167 - 61 
1,2 0,564 | -170 - 65 
1,3 0,563 | -173 3,90 55 0,049 27 0,517 | - 66 
14 | 0,560 | -172 3,64 52 0,051 26 0,524 | - 69 
1,5 0,534 | -177 3,41 48 0,051 28 0,523 | - 71 
1,6 0,547 | -178 3,20 46 0,054 27 0,554 | - 75 
1,7 0,534 179 3,00 42 0,055 26 0,576 | - 75 
1,8 0,540 179 2,85 38 0,058 24 0,568 | - 77 
1,9 0,514 178 2,68 34 0,059 24 0,567 | - 81 
20 | 0,499 174 2,54 30 0,063 22 0,595 | - 84 
2,5 0,583 149 2,26 21 0,080 20 0,435 | - 83 
3,0 0,551 139 1,94 6 0,094 14 0472 | - 94 
3,5 0,554 128 1,70 -9 0,106 6 0,493 | -113 
4,0 0,501 117 1,50 | -24 0,119 -1 0,538 | -123 
4,5 0,489 103 1,38 | -39 0,132 | -10 0,552 | -138 
5,0 0,447 93 1,21 | -55 0,142 | -19 0,604 | -151 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 8 V, Ic = 15 mA, 2, =50Q 


f S1 p 521 p S12 p $22 p 
(GHz) 

0,1 0,588 ven 61 28,31 | 144 0,013 N 62 0,874 ® 22 
0,2 0,586 -102 21,63 121 0,021 47 0,691 - 35 
0,3 0,582 -125 16,07 108 0,024 41 0,582 —- 40 
0,4 0,583 -138 12,63 99 0,026 40 0,529 - 43 
0,5 0,580 —-146 10,44 91 0,028 36 0,499 - 45 
0,6 0,573 -154 8,87 85 0,031 37 0,477 - 47 
0,7 0,565 -159 7,18 79 0,033 36 0,486 - 49 
0,8 0,568 -164 6,82 74 0,036 38 0,466 - 50 
0,9 0,559 -168 6,09 70 0,039 37 0,466 — 55 
1,0 0,557 -172 5,45 66 0,041 37 0,475 —- 56 
1,1 0,569 -173 4,93 62 0,042 36 0,462 - 59 
1,2 0,552 -175 4,52 58 0,044 36 0,483 - 64 
1,3 0,550 -178 4,14 54 0,046 34 0,489 - 65 
1,4 0,542 -177 3,88 50 0,049 33 0,494 - 67 
1,5 0,516 177 3,62 47 0,049 34 0,501 - 69 
1,6 0,528 176 3,39 44 0,052 34 0,528 —- 73 
1,2 0,518 175 3,18 40 0,055 32 0,554 - 74 
1,8 0,525 174 3,01 36 0,059 30 0,545 =.'/6 
1,9 0,497 174 2,84 33 0,060 29 0,545 - 79 
2,0 0,487 170 2,70 29 0,063 27 0,574 - 83 
2,5 0,578 146 2,37 20 0,080 26 0,418 - 80 
3,0 0,550 138 2,04 6 0,094 19 0,455 - 93 
3,5 0,551 126 1,77 -9 0,107 10 0,469 -110 
4,0 0,504 115 1,57 -25 0,120 1 0,525 —121 
4,5 0,489 101 1,43 -39 0,135 7 0,539 -135 
5,0 0,445 91 1,27 -55 0,146 -16 0,595 —149 
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BFR 14A 


mW 
300 


100 


700 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Po = Fl) 


m. ER 


Ausgangsleistung P, =f (Ic) 
bei 1 dB Verstärkungskompression 
ENVen =10V;f=2GHz 


Maximale Verstärkung 
Vpeopı =F lc) 


dB U.e=10V;f=2GHz 
1 — nn =: 
Vpe opt 
10 
5 
| 
0 
0 5 il) 15 20 25mA 
—el 


Oszillatorausgangsleistung 
Posz=F Ic); Uce= 10V; 
mWf=4 GHz; Y, =20 mS 


30 - a 
Asz 
20 
10 
0 
0 1 20mA 


Vx 


Fmin 


JBopt 


Minimale Rauschzahl 
Fin =F Ic) bei Yg= Yon 
Uce= 10V; f=2 Ghz 


- dB 


10 


5 0 15 20mA 


—ı 


Optimale Generatoradmittanz 

Yo =f (le) für A =F min 

Vop =Gopı + Bopti Uce = 10V; 
m5$ f=2GHz; Y,=20 mS 


10 — 


32 34 36 38 40. mS 


—> Gopt 


BFR 14A 


— 


dım 


2 
30 


di 
WU 


50 


40 


Aquivalenter Rauschwiderstand 


Ru=Fflle) 
F Se R, Ya Von 1? 
R,(Y.) 


Uce=10V;f=2GHz 


et) BB BE ER IE —_ 
L % A 
\_ el [8 | m 
N) 5 10 15 
u: 


Intermodulationsdämpfung 
dm=fllc); Uce= 10V; 
fi =2 GHz; f, =2,003 GHz; 


Y.=Yı =20 mS; P,, =P 2 = 0,23 mW 


+ 


20mA 
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Transitfrequenz fr =f (Ic) 


6H2 Uce = 10 V; f=200 MHz 


fh 
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NPN-Si-Mikrowellen-Transistor bis 2 GHz BFR 14 B 


BFR 14 B ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Mikrowellentransistor, im hermetisch 
dichtem Metall-Keramik Bandleitungsgehäuse 2,5 ED] mm, TO-120 ähnl. (100-Mil.). Der 
Transistor eignet sich durch seine kleine Rauschzahl, hohe Verstärkung und geringe Ver- 
zerrung für rauscharme Vorstufen, Breitband-, ZF- und Radarverstärker bis 4 GHz, sowie 
für Oszillatorschaltungen kleiner Leistung bis 6 GHz. 


Das Keramik-Bandleitungsgehäuse ist der Dünn- und Dickschichttechnik besonders an- 
gepaßt und erlaubt den Einsatz in der Raumfahrttechnik. Der Emitteranschluß ist mit dem 
Gehäuse verbunden. Der Transistortyp wird mit der Kurzbezeichnung »14 B< am Gehäuse 
gekennzeichnet. 


‚Emitter 
Typ | Stempel | Bestellnummer beos ” 
at | ri3 \ 2, 
BFR 14 B | 14B 062702-F494 Bm (+) — > S 
| Basis Kollektor ! 
Emitter I13-0; 
en rin 
"-003 
Gewicht ca. 0,05 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 20 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge < 50 Ohm) ÜcER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Basisstrom Is 4 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu < 137 °C) Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s250 K/Ww 
bei Aufbau auf AlyO3-Keramik 
16 x 25 x 0,6 mm bzw. glasfaserverstärktes 
Teflon 40 x 25 x 1,5 mm 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


(Iceo = 500 yA Ußrjceo | 212 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(IcER = 10 mA; Re =50 Ohm) UBR)CER 220 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(leso = 100 A) Uerjeso | 22,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso =10V) IcBo <50 nA 
(Uceo = 10 V; Ty = 150 °C) CBO <50 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 20 V; Uge = 0) Ices <100 nA 
Stromverstärkung 

(Ice =5 mA; Uce = 6V) B >30 - 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 


(Ic = 20 mA; Uce = 6 V; f= 1 kHz) Bo 75 (235) - 
(Ic = 20 mA; Uce = 6 V; f= 1 kHz) Bo 75 (235) - 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce =6 V; f = 200 Mhz) fr 6 GHz 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic = 1 mA; Uce = 6 V; f = 1 Mhz) Ci2e 0,45 (s0,65) pF 
Rauschzahl 

(Ic =2mA; UceE = 10V; 

f= 200 MHz; Ra = 100 Ohm) F 1,5 (z2) dB 
tUc = 3 MA; Uce = 10V; 

f=2 GHz; Zg = Z& opt) F 3,2 (s4) dB 
Leistungsverstärkung bei Anpassung 

(Ic = 15 mA; Uce = 10V; 

f= 2 GHz) Vpe opt 12,5 (211) dB 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 3 mA, Zo = 5009 


f S11 P S21 ® S12 2. S22 P Gmax 
(GHz) | | | ar | (dB) 
0,1 0,859 |- 18 | 6,96 164 0,018 | 76 1,018 |- 7 |- 
0,2 0,855 |- 34 |6,90 153 0,032 | 66 0,946 |-14 |32,2 
0,3 0,796 |- 49 | 6,53 141 0,045 |57 0,879 |-21 |27,1 
0,4 0,7167 |- 65 1|6,17 131 0,054 |51 0,806 |-28 |24,2 
0,5 0,726 |- 77 |\5,68 124 0,061 |45 0,800 |-31 | 22,8 
0,6 0,700 |- 92 | 5,36 116 0,067 |40 0,721 |-33 | 20,7 
0,7 0,650 |-104 | 5,00 108 0,071 |35 0,721 |-37 |19,5 
0,8 0,644 |-116 | 4,66 101 0,074 | 31 0,677 |-36 |184 
0,9 0,602 |-128 |4,42 94 0,076 |28 0,602 |-42 | 16,8 
1,0 0,610 |-136 |4,11 88 0,078 |26 0,653 |-44 |16,7 
1,1 0,568 |-147 |3,89 83 0,080 |24 0,586 |-42 | 15,3 
1,2 0,610 |-153 | 3,61 78 0,080 |23 0,566 |-50 | 14,9 
1,3 0,553 |-160 | 3,37 74 0,081 |21 0,563 |-49 |13,8 
1,4 0,605 |-167 |3,16 70 0,082 |19 0,558 |-53 113,6 
1,5 0,552 |-170 |2,94 65 0,081 |19 0,542 |-49 | 12,5 
1,6 0,569 |-176 |2,83 62 0,081 |19 0,537 |-56 |12,2 
1,7 0,542 179 | 2,63 58 0,082 |19 0,543 |-54 [11,4 
1,8 0,568 172 | 2,51 54 0,082 |19 0,534 |-59 |11,2 
1,9 0,565 168 |2,42 51 0,084 |18 0,530 |-57 110,8 
2,0 0,562 163 | 2,33 47 0,085 |19 0,512 |-64 110,3 
Arbeitspunkt: Uce = 10 V, Ic = 10 mA, Z, =50Q 
0,1 0,647 |- 35 |18,73 |155 0,014 |69 0,959 |-14 | 38,7 
0,2 0,604 |- 69 |17,15 |137 0,023 |55 0,800 |-25 |31,1 
0,3 0,551 |- 97 |14,60 |122 0,029 |49 0,680 |-31 |27,6 
0,4 0,535 |-116 |12,38 |111 0,033 |45 0,589 |-37 |25,2 
0,5 0,509 |-132 |10,52 |104 0,036 |44 0,578 |-37 | 23,5 
0,6 0,512 |-143 9,06 97 0,039 |44 0,509 |-37 | 21,8 
0,7 0,492 |-154 7,98 90 0,042 |43 0,512 |-39 |20,6 
0,8 0,497 |-162 7,11 85 0,044 |43 0,473 |-35 |194 
0,9 0,492 |-172 6,36 80 0,047 |43 0,414 |-41 18,1 
1,0 0,509 |-175 5,82 76 0,050 |43 0,478 |-43 |17,7 
1,1 0,493 175 5,34 72 0,053 |43 0,422 |-38 | 16,6 
1,2 0,527 174 4,91 68 0,056 |43 0,410 |-48 | 16,0 
1,3 0,489 167 4,50 65 0,058 |43 0,412 |-46 |15,1 
1,4 0,546 165 4,17 62 0,061 |42 0,414 |-51 14,8 
1,5 0,494 161 3,88 58 0,063 |43 0,405 |-46 | 13,8 
1,6 0,517 158 3,69 56 0,066 |43 0,399 |-54 1134 
1,7 0,494 154 3,46 53 0,070 |45 0,413 |-50 |12,8 
1,8 0,531 150 3,26 49 0,073 |44 0,401 |-56 | 12,5 
1,9 0,523 148 3,14 46 0,076 |43 0,404 |-53 |12,1 
2,0 0,525 144 3,00 44 0,080 |43 0,388 |-61 11,6 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce = 10V, Ic = 20 mA, Z, =50Q 


f S11 p S21 p 912 p S22 r Gmax 
(GHz) (dB) 
0,1 0,478 |- 62 27,67 |146 0,011 |65 0,897 |-18 |37,0 
0,2 0,491 |-108 21,99 |123 0,018 |53 0,699 |-26 |31,0 
0,3 0,492 | -133 16,91 110 0,021 |51 0,585 |-29 | 27,6 
0,4 0,495 |-148 13,37 | 101 0,024 |50 0,514 |-33 |25,1 
0,5 0,495 |-160 10,97 95 0,027 |51 0,521 |-31 23,4 
0,6 0,508 |-166 9,20 90 0,030 |52 0,470 |-31 21,7 
0,7 0,498 |-174 8,01 84 0,033 |53 0,485 |-33 | 20,5 
0,8 0,503 |-179 7,08 79 0,036 |54 0,462 |-28 19,3 
0,9 0,510 172 6,30 75 0,039 |53 0,405 |-35 18,1 
1,0 0,520 171 5,74 7 0,043 |54 0,472 |-37 17,6 
1,1 0,514 163 5,26 68 0,047 )54 0,427 |-32 16,6 
1,2 0,542 163 4,83 65 0,050 |53 0,410 |-42 16,0 
1,3 0,512 156 4,41 61 0,053 154 0,419 |-40 15,1 
1,4 0,565 157 4,07 58 0,055 154 0,422 |-46 14,7 
1,5 0,515 152 3,80 55 0,058 |53 0,421 |-41 13,8 
1,6 0,536 150 3,60 52 0,063 154 0,411 |-49 13,4 
1,7 0,515 146 3,38 49 0,066 |54 0,430 |-46 12,8 
1,8 0,552 143 3,20 46 0,071 |52 0,418 |-52 12,5 
1,9 0,545 141 3,06 43 0,074 |52 0,422 |-49 12,1 
2,0 0,548 138 2,93 41 0,078 52 0,404 -57 11,7 
Minimale Rauschzahl F„, = f (Ic) Maximale Verstärkung Vpeopt = f (Ic) 
dB Uce =10V;f=2 GHz dB Uce = 10 V;f=2 GHz 
10 - nr - = 
[- Ir, P} 1] 
Fnin Ir opt LLEFTERBR 
| H 
| N) g 
1 BEN | ı WERE 
5 
5 u! 
— 
rm ze | 
© 
0 { D 
D 5 li B 20 mA 0 5 » 20 25mA 
—— I. —oh 
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Sperrspannung Ucer =f (Rae) 


N I.=10 mA 
25 EI TUN TI 
a a an, 
Ücer 
| 20 all I) 
BAR {ll HH 
15 HH HN 
KHI 
0-4 A 11T IN 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa = fm) 
300 


Transitfraquenz fr =f (Ic) 
Uce = 10 V; f=200 MHz 
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NPN-Si-Mikrowellen-Transistor bis 2 GHz BFR 14 C 


BFR 14. C ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Mikrowellentransistor, im hermetisch 
dichtem Metall-Keramik Bandleitungsgehäuse TO-120 ähnl. (200-Mil.), Er zeichnet sich 
besonders aus durch geringes Rauschen, große Verstärkung und niedrigen Klirrfaktor, er 
findet Verwendung in rauscharmen HF-Vorstufen, Breitband-Zwischenfrequenz- und Radar- 
Verstärkern bis 4 GHz und für kleinere Oszillatorschaltungen bis 6 GHz. 

Das Keramik-Bandgehäuse (200-Mil) eignet sich besonders für Dünn- und Dickfilmschaltun- 
gen in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Emitter ist elektrisch verbunden mit dem 
Gehäuse. Der Transistortyp wird mit der Kurzbezeichnung >14 C« am Gehäuse gekenn- 
zeichnet. 


0,512 1,08 
ea 


Typ Stempel Bestellnummer 
BFR 14C | 14C 062702-F543 


‚Emitter 
Be 0,0635 #013 
a 


1,52 
0,25 

Gewicht etwa 0,08 g Maße in mm 
Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 27 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age < 50 Q) Ücer 27 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 1,5 V 
Kollektorstrom Ic 35 mA 
Basisstrom Is 4 mA 
Sperrschichttemperatur T, 200 °C 
Lagertemperatur Tg -65 bis +175 °C 
Verlustleistung (Ty < 150 °C) Prot 700 mW 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Gehäuse RthyG s70 K/Ww 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


(Iceco = 1 mA) UBr)cEo 220 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Icer = 10 mA; Rge = 5009) UBRICER 227 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(Ieso = 100 yA) Usrjeso | 21,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uceo = 10V) IcBo <50 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uceo = 10V; Tu = 150 °C) IcBo <5O0 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uc8o =25V) Ices <100 nA 
Stromverstärkung 

(Ic = 15 mA; Uce = 10V) B >30 - 


Dynamischer Kenndaten (Tu = 25 °C) 
Kurzschlußstromverstärkung 


(Ic = 15 mA; Ucg = 10 V; f= 1 kHz) Bo 75 _ 

Transitfrequenz 

(Ic = 15 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz) fr 4,3 GHz 

Rückwirkungskapazität 

(Ic = 1 mA; Uce = 10 V; f= 1 MHz) Ci2e 0,45 (s0,65) pF 

Rauschzahl 

(Ic = 2 mA; Uce = 10 V; f = 10 MHz; Re = 75 9) 1a 1,5 (z2) dB 

(Ic = 5 mA; Uce = 10 V;f=2 GHz; Zg = Zg opt.) F 3,6 (<4,5) dB 

Leistungsverstärkung bei Anpassung 

(Ic = 15 mA; Uce = 10 V; f=2 GHz) Vpe opt. 11 dB 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce = 10 V, Ic =3 mA, Z, =50Q 


f S11 P S21 p S12 p S22 ? Gmax 
(GHz) | ie (dB) 
0,1 0,884 | - 18 6,93 163 0,017 77 1,018 |- 7 - 
0,2 0,872 | - 34 6,78 151 0,030 | 66 0,943 | -13 32,4 
0,3 0,806 | - 48 6,36 140 0,042 |57 0,865 |-19 26,6 
0,4 0,767 |- 63 5,97 130 0,050 |52 0,805 |-27 23,9 
0,5 0,718 |- 75 5,43 123 0,056 |46 0,823 |-27 22,8 
0,6 0,685 |- 88 5,09 115 0,061 42 0,732 |-28 20,2 
0,7 0,624 |- 99 4,71 107 0,066 |38 0,740 |-33 19,0 
0,8 0,611 -109 4,38 100 0,069 |36 0,711 -31 17,9 
0,9 0,562 | -121 4,13 94 0,072 |33 0,634 |-36 16,2 
1,0 0,567 | -127 3,82 89 0,074 |32 0,702 |-39 16,3 
1,1 0,508 | -138 3,60 84 0,076 |31 0,647 |-35 14,8 
1,2 0,559 | -144 3,33 79 0,077 |30 0,617 |-44 14,2 
1,3 0,491 -148 3,11 76 0,078 |28 0,631 —43 13,3 
1,4 0,533 | -157 2,91 42 0,080 |27 0,627 |-46 12,9 
1,5 0,481 -158 2,71 67 0,079 |27 0,618 |-44 11,9 
1,6 0,494 | -166 2,61 64 0,081 27 0,608 |-50 11,5 
1,2 0,464 |-168 2,44 61 0,082 |27 0,621 -48 10,9 
1,8 0,475 |-176 2,33 57 0,084 |28 0,616 |-52 10,5 
1,9 0,477 |-179 2,24 54 0,086 |27 0,619 |-50 10,2 
2,0 0,467 176 2,16 51 0,089 |28 0,599 |-56 9,7 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic =10 mA, Z, =50Q 

0,1 0,703 |- 38 18,63 | 152 0,013 69 0,947 |-14 38,2 
0,2 0,631 - 73 16,57 132 0,022 |53 0,787 |-21 30,8 
0,3 0,554 |- 99 13,71 117 0,027 |49 0,671 -25 26,9 
0,4 0,520 |-118 11,28 |107 0,030 |48 0,610 |-31 24,4 
0,5 0,490 |-133 9,42 |100 0,032 |46 0,628 |-28 22,9 
0,6 0,484 |-143 8,01 94 0,035 |47 0,561 -26 20,9 
0,7 0,458 |-153 7,00 88 0,039 |48 0,579 |-31 19,7 
0,8 0,459 |-160 6,27 83 0,042 |48 0,574 |-26 18,7 
0,9 0,453 |-169 5,60 79 0,044 |48 0,502 |-31 17,2 
1,0 0,464 |-170 5,10 75 0,048 |48 0,580 |-35 17,0 
1,1 0,441 179 4,68 71 0,051 49 0,537 |-29 15,8 
1,2 0,481 179 4,29 68 0,054 |49 0,510 |-39 15,1 
1,3 0,430 172 3,94 65 0,057 |49 0,531 -38 14,2 
1,4 0,489 171 3,64 62 0,059 |49 0,532 |-42 13,9 
1,5 0,434 167 3,39 59 0,062 [48 0,533 |-39 13,0 
1,6 0,457 164 3,22 56 0,066 |49 0,528 |-45 12,6 
1,7 0,425 161 3,02 53 0,069 |50 0,547 |-43 12,0 
1,8 0,454 156 2,87 50 0,073 |49 0,540 |-48 11,6 
1,9 0,450 154 2,74 47 0,076 |49 0,548 |-45 11,3 
2,0 0,444 151 2,64 45 0,080 |49 0,529 |-51 10,8 
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S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 10 V, Ic = 20 mA, Zo = 500 


f S11 P S21 @ S12 2 S22 P Gmax 
(GHz) | (dB) 

0,1 0,536 |- 69 26,19 | 141 0,010 |61 0,879 |-15 | 36,3 
0,2 0,517 |-155 19,25 117 0,016 |49 0,709 |-19 30,1 
0,3 0,496 |-137 14,19 105 0,019 52 0,624 |-20 26,4 
0,4 0,494 |-151 11,05 97 0,021 52 0,584 |-24 23,9 
0,5 0,489 |-161 8,96 92 0,024 |54 0,625 |-22 22,4 
0,6 0,495 |-166 7,48 87 0,027 56 0,571 21 20,4 
0,7 0,481 -173 6,53 82 0,031 58 0,595 |-26 19,3 
0,8 0,484 |-178 5,79 78 0,033 157 0,603 |-22 18,4 
0,9 0,490 174 5,13 74 0,036 |58 0,535 |-26 16,9 
1,0 0,495 175 4,66 70 0,040 |58 0,613 |-31 16,6 
1,1 0,482 165 4,27 67 0,043 |59 0,575 |-26 15,5 
1,2 0,516 167 3,91 64 0,047 |58 0,546 |-35 14,7 
1,8 0,473 161 3,59 61 0,050 |59 0,569 |-35 13,9 
1,4 0,532 161 3,31 58 0,053 |59 0,573 |-38 13,6 
1,5 0,478 157 3,08 54 0,055 |58 0,577 |-36 12,7 
1,6 0,499 155 2,93 52 0,059 |59 0,565 |-42 12,2 
1,7 0,471 152 2,74 49 0,063 |59 0,586 |-41 11,7 
1,8 0,498 148 2,60 47 0,067 58 0,583 |-46 11,3 
1,9 0,497 .146 2,50 44 0,071 58 0,594 | -43 11,1 
2,0 0,492 144 2,39 41 0,076 58 0,572 -49 10,5 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pia = (Tu) 


800 


R,, 700 


600 


500 


400 


300 


Maximale Verstärkung V; max. = f (Uc) 
Verstärkung bei Rauschanpassung Vy/Fop 
dB Rauschkurve F = f (Ic) 
15 = 
I 


Bi 


MB 
Sal? max.Leistungsverstärkung 


| 10 Vp max 


Leistungsverstörkung 
Pr] bei Rauschanpassung | 


7} / Fopt 


Rauschkurv 


NPN-Si-Transistor für rauscharme BFR 15 A 
HF-Breitbandverstärker 


BFR 15 A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehäuse 18A4 
DIN 41876 (TO-72) für allgemeine Verwendung bis in den GHz-Bereich, z.B. fürrauscharme 
Breitband- und Antennenverstärker. 


Die Anschlüsse E, B, C sind vom Gehäuse isoliert. 


Typ | Bestellnummer 8045 
BFR 15A | 062702-F460 

u 52.03 

Gewicht etwa 0,4g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge <S 50 Q) Ucer 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Uepo 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Basisstrom I 4 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur T, -65 bis +175 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu s 60 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s700 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RınyG s400 K/Ww 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 500 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icer = 10 mA; Rge = 50 92) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(lego = 100 nA) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) 


Stromverstärkung 
(Ic = 5 bis 20 mA; Uce = 6 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ic = 5 mA; Uce = 6V; f=1kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 10 mA; Uce = 6 V; f= 200 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic = 1 mA; Uce = 6 V; f=1 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 10 V; f=1 MHz) 

Rauschzahl 

(Ic = 2 mA; Ucg = 6 V; f= 10 MHz; Rg = 7509) 
(Ice =2 mA; Uce = 6 V; f= 200 MHz; Rg = 75 Q) 
(Ic =2 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; Re = 60 9) 
Leistungsverstärkung 

(Ic = 10 mA; Uce = 6 V; f = 800 MHz; 

Rs = 600) 

Ausgangsspannung 

(3-Sendermeßmethode f = 800 MHz) 

(Ic = 15 mA; Uce =5V; dim =60 dB 

RL=Re = 75 Q) 


Ulßr)cEo 
UlBR)cER 


UlBr)EBo 
IcBo 


B 


Bo 
fr 
Ci2e 


Ccso 


UA 


140 


nA 
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S-Parameter 


Arbeitspunkt: Uce = 6 V, Ic = 12 mA, Z, =500Q 


BFR 15 A 


f S11 P $21 p S12 # S22 u Gmax 
(GHz) (dB) 
0,1 0,565 |-27 16,71 134 0,022 | 74 0,804 |-12 30,64 
0,2 0,383 | -31 11,36 | 118 0,039 |79 0,696 |-13 24,68 
0,3 0,273 |-30 8,22 | 109 0,056 |80 0,628 | -11 20,81 
0,4 0,214 |-25 6,32 | 104 0,071 83 0,567 |-10 17,90 
0,5 0,160 | -19 5,21 100 0,088 | 84 0,562 |-13 16,10 
0,6 0,127 | -18 4,45 97 0,107 |84 0,566 |-13 14,72 
0,7 0,117 | -18 3,78 95 0,119 |85 0,562 |-11 13,27 
0,8 0,127 | -12 3,36 92 0,136 |85 0,531 -10 12,00 
0,9 0,140 |- 7 2,91 90 0,148 |85 0,533 |-16 10,82 
1,0 0,173 |-1 2,62 87 0,162 |83 0,577 |-17 10,27 
1,1 0,204 |- 1 2,35 84 0,173 |81 0,628 |-17 9,78 
1,2 0,275 (6) 2,06 82 0,179 |80 0,601 -19 8,57 
1,3 0,344 4 1,80 78 0,183 |76 0,667 |-23 8,24 
1,4 0,412 5 1,58 74 0,187 |70 0,714 |-26 7,88 
1,5 0,483 6 1,38 72 0,191 68 0,735 |-25 7,33 
714 


Vx 


BFR 15 A 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 


Par=fIT 
mW 
300 T 
Pot m ST 
| ‚ 
200 
Rınsu Rınss 
100 
— N REN | T 
ol 
0 100 200 °C 
— [7 
Rauschzahl # = f(I.) 
Uce = 6 V; f=800 MHz; Rs =600 
dB 
5 Tr 
F 
[A En = zer, nn 


—| 
20 mA 


Tranatgreguiane fr = „(lc 
Uce =6V; f=200 MH 


6Hz 
5 


f 
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NPN-Si-Transistor für rauscharme 


HF-Breitband-Verstärker 


BFR 34 A 
2 N 6620 


BFR 34 A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
50B3DIN41 867 (TO-119ähnl.) zur Verwendung im HF-Verstärkern bis inden GHz-Bereich, 
z. B. rauscharme Vorstufen, Breitbandantennenverstärker und Oszillatoren. Auf Wunsch 
wird der BFR 34 A auch als JEDEC-Typ mit der Bezeichnung 2 N 6620 geliefert. 


Typ | Bestellnummer 


BFR34A | 062702-F346-51 
2N 6620 068000-A4668 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age & 50 Q) 
Emitter-Basis-Spannung 

Kollektorstrom 

Basisstrom 

Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Gesamtverlustleistung (Ty= 50°C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Umgebung 
befestigt auf Glasfaser-Epoxid-Leiterplatte 
40x25 x1,5mm) 
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2,5*0,2 


0,9x0,2 005 
Gewicht etwa 0,25g Maße in mm 
BFR 34 A 
2 N 6620 
Uceo 12 V 
UcerR 20 V 
Uego 2,5 V 
Ic 30 mA 
I 4 mA 
T, 150 °C 
Ts -55 bis +125 °C 
Prot 200 mW 
Rmsu | 5500 K/w 


Vx 


BFR 34 A 


2 N 6620 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BFR 34 A 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ea an — 
Uceo = 500 yA) UlBrjcEo >12 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icer = 10 mA; Age = 509) ÜlBRICER > 20 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(lego = 100 „A) U(BRJEBO > 2,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uceo =10V) Icseo <50 nA 
Stromverstärkung 
(Ic =5bis 25 mA;Uce=6V) B > 25 - 
Dynamische Kenndaten (Tj = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 
(Ic =5 mA; Uce = 6V; f=1kHz) Bo 70 - 
Transitfrequenz 
(Ic = 200 mA; Uce = 10 V; f= 200 MHz) fr 5 GHz 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ic =1mA; Uce = 6V; f=1 MHz) Ci2e 0,4 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucso = 10 V,f=1 MHz) CcBo 0,75 pF 
Rauschzahl 
(Ic = 2 mA; Uce = 6 V; f= 10 MHz; Re = 75.0) F 1,8 dB 
(Ic = 2 mA; Uce = 6V;f=200MHz; Ra =750) F 2 dB 
(Ic = 2 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; Rg = 60. Q) F 2 dB 
(Ic = 3 mA; Uce = 10 V; f= 2 GHz; Zg = Zg opt) F 4 dB 
Leistungsverstärkung 
(Ic = 15 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; 
Rs = 600) Vpe 14 dB 
Ausgangsspannung: 
(3-Sendermeßmethode f-- 800 MHz) 
(Ic = 15 mA, Uce = 6V; dm = 60 dB; 
Rs =RıR=759) UA 140 mV 
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Vx 


BFR 34 A 
2 N 6620 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce =6V, Ic =5 mA, Z, =500 


f S11 p S21 

(GHz) 

0,1 0,794 - 27 13,08 

0,2 0,663 - 52 11,38 

0,3 0,535 - 7 9,11 121 0,047 58 0,697 -27 
0,4 0,420 - 89 7,70 110 0,054 57 0,691 -27 
0,5 0,385 -103 6,50 103 0,062 58 0,595 -26 
0,6 0,306 -113 5,57 97 0,068 58 0,577 -30 
0,7 0,287 -131 4,95 91 0,076 58 0,546 -31 
0,8 0,272 -138 4,35 86 0,084 58 0,539 -33 
0,9 0,254 -153 3,96 83 0,089 60 0,543 -34 
1,0 0,264 -158 3,51 79 0,095 60 0,520 -33 
1,1 0,256 -169 3,29 75 0,104 60 0,502 -37 
1,2 0,268 -175 3,03 72 0,111 61 0,504 -38 
1,3 0,271 177 2,82 69 0,120 61 0,488 -42 
1,4 0,280 171 2,60 66 -| 0,125 60 0,508 42 
1,5 0,236 158 2,30 62 0,121 53 0,439 46 
1,6 0,314 165 2,36 60 0,139 62 0,467 -46 
1.2 0,328 161 2,21 59 0,148 64 0,469 46 
1,8 0,345 157 2,07 54 0,154 61 0,439 -50 
1,9 0,354 156 1,99 52 0,162 "62 0,452 -53 
2,0 0,374 153 1,90 49 0,169 60 0,435 -55 
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BFR 34 A 
2 N 6620 


Temperaturabhängigkeit der 


zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Pi = Tu) 


300 11 


Rauschzahl F = f (Ic) 
dB Uce = 6 V; f= 800 MHz; Rs = 600 


BSERznl 
£ 
h el nl Io. B 
— 
Jh 1 
(OR | 
T 
—| Bern; 
Ir 
ZA 
ol ol | 
0 5 10 5 20 mA 
—LI 


fh 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Ucg = 10 V; f = 200 MHz 


Ghz 
6 


g | 


1 


Rauschzahl F=f (f) 


15 20mA 


10? 10° MHz 


Vx 


NPN-Si-Transistor für rauscharme HF-Breitband- BFR 35 A 


Verstärker und schnelle Schalteranwendungen BFR 35 AR 


2 N 6619 


BFR 35 A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
23A 3DIN 41869 (TO-236) für den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den GHz-Bereich, 
z. B. für Breitbandverstärker und ultraschnelle ungesättigte Logikschaltungen. Kennzeich- 
nung des Transistors BFR 35 A durch Stempel »GB«. Der Transistor ist auf Wunsch mit 
geänderter Anschlußfolge (Ex und »B« vertauscht) unter der Bezeichnung BFR 35 AR 
(Stempel »GZ«) lieferbar. Auf Wunsch wird der BFR 35 A als JEDEC-Typ mit der Bezeichnung 
2 N 6619 geliefert. 


Typ Stempel Bestellnummer 1200512005 
0120015 
BFR35A IGB 062702-F347-S1 = 
BFR 35 AR |GZ 062702-F500 
2N 6619 |GB 06800-A4667 
Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
BFR 35 A 
Grenzdaten 1.2 N669 | 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age s 50 Q) ÜceER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Basisstrom I 4 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Ty, s 50 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung Rthyu < 500 K/w 
Kollektorsperrschicht — Substratrückseite RthJsR <400 K/Ww 


(Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche) 
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Vx 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 500 yA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icer = 10 mA; Rge = 50 9) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
UIeso = 100 nA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 10V) 

Stromverstärkung 

(Ic = 5 bis 20 mA; Uce =6V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ic =5 mA; Uce = 6 V; f=1kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce = 10 V; f = 200 Mhz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic =1 mA; Uce = 6V; f=1MhHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 10 V; f=1 MHz) 

Rauschzahl 


(Ic = 2 mA; Uce = 6 V; f= 200 MHz; Rg = 75.0) 
(Ic = 2 mA; Uce = 6 V; f = 800 MHz; Ra = 60.0) 
(Ic = 3 mA; Uce =10 V;f=2 GHz; Rg = Ra opt) 


Leistungsverstärkung 

(Ic = 15 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; 
Rs = 600) 

Ausgangsspannung: 
(3-Sendermeßmethode f= 800 MHz) 
(Ic = 15 mA; UÜceE =6V; dm =60 dB; 
Re = RL =750) 


BFR 35 A 


BFR 35 AR 
2 N 6619 
BFR 35 A 
2 N 6619 

— 
Ulsr)cEo >12 V 
UlBR)CER > 20 V 
U(BR)EBO > 2,5 V 
IcBo <50 nA 
B >25 _ 
Bo 70 u 
fr 5 GHz 
Ci2e 0,4 pr 
CcBo 0,7 pF 
F 2 dB 
F 2 dB 
F 4 dB 
Vbe 14 dB 
UA 140 mV 
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Vx 


BFR 35 A 


BFR 35 AR 

2 N 6619 
S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce =6V, Ice =5 mA, Zu =500Q 
f S11 p S21 p Sı2 p S22 p 
(GHz) IN 
0,1 0,771 - 29 12,75 150 0,025 73 0,971 -14 
0,2 .| 0,639 - 55 10,70 130 0,041 63 0,807 -21 
0,3 0,486 - 72 8,34 115 0,052 57 0,697 -27 
0,4 0,400 - 87 6,92 104 0,063 57 0,650 -26 
0,5 0,326 - 97 5,78 97 0,071 57 0,582 -29 
0,6 0,289 -105 4,88 91 0,079 57 0,591 -31 
0,7 0,232 -112 4,30 85 0,089 56 0,585 -25 
0,8 0,206 -123 3,79 80 0,098 56 0,501 -27 
0,9 0,180 -129 3,47 76 0,109 57 0,527 -34 
1,0 0,168 -142 312 73 0,116 57 0,560 -31 
1,1 0,151 -146 2,88 68 0,125 56 0,505 -29 
1,2 0,124 -163 2,65 64 0,136 55 0,512 -39 
1,3 0,131 -174 2,50 60 0,147 54 0,541 -35 
1,4 0,124 173 2,34 57 0,157 54 0,474 -36 
1,5 0,128 164 2,20 53 0,167 53 0,521 45 
1,6 0,132 148 2,08 49 0,174 51 0,539 -38 
1,7 0,160 142 1,98 47 0,188 51 0,425 40 
1,8 0,158 140 1,83 43 0,192 49 0,460 -60 
1,9 0,160 131 1,81 40 0,207 47 0,586 -51 
2,0 0,180 123 1,73 37 0,216 47 0,480 43 
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BFR 35 A 


BFR 35 AR 
2 N 6619 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa=fiNn 
300 7 TT TTT 
414 Bun 11 
Rot rt m 1 IT| 
IT tl 
RE U I a u u u 
Transitfrequenz f- = f (I.) Rauschzahl F = f (I.) 
U. = 10 V; f = 200 MHz Re= 60 0; U.r = 6 V; f= 800 MHz 
GHz dB 
ST werten 1-0 5 FT TT pop 
a jul 
fh F 
i 4 BA BER BB A = EL 
3 3 | 
2 2 [Fe A 
41 Inne 10 
1 IE m zu + - 
as 4— — 
. 1 Br 
0 5 0 ii") 20 mA 
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NPN-Si-Transistor für rauscharme BFR 90 
HF-Breitband-Verstärkeranwendungen 


BFR 90 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
50 B 3 DIN 41 867 (TO-119 ähnl.) zur Verwendung in HF-Verstärkern bis in den GHz-Be- 
reich, z.B. rauscharme Vorstufen, Breitbandantennenverstärker und Oszillatoren. 


Typ | Bestellnummer 
BFR 90 | 062702-F560 

Gewicht ca. 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge <S 50 Q) UceER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Basisstrom I 4 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty, s 60 °C) Prot 200 mW 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
befestigt auf Glasfaser-Epoxid-Leiterplatte 
40 x 25 x 1,5 mm Renyu | s500 | Kyw 
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Vx 


BFR 90 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 500 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icer = 10 mA; Rge = 500) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(lIeso = 100 uA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 10V) 

Stromverstärkung 

(Ic = 5 bis 25 mA; Uce = 6V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ice =5 mA; Uce = 6V; f=1 kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ic = 1 mA; Uce = 6V; f= 1 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) 


Rauschzahl 

(Ice =2 mA; Uce = 6V; 

f= 200 MHz; Rg = 100 Q) 
(ce =2 mA; Uce = 6 V; 

f = 800 MHz; Rg = 60 Q) 
(Ice =3 mA; Uce = 10V; 
f= 2 GHz; Z, = Zg opt) 


Leistungsverstärkung 
(Ic = 15 mA; Uce = 6 V; f= 800 Mhz; 
Re = 60 Q) 


UlBr)cEO 
UlBRICER 
U(Br)EBO 
Icso 


B 


Vpe 


Ausgangsspannung: (3-Sendermethode f - 800 MHz) 


(Ic = 15 mA; Uce =6V; dim = 60 dB; 
RL=Re = 7509) 


Ua 


140 


nA 


dB 


mV 
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BFR 90 


S-Parameter 


Arbeitspunkt: Uce = 6 V, Ic = 15 mA, Z, =50Q 


f 11 p S21 p S12 p S22 p 
(GHz) 

0,1 0,300 - 35 19,93 146 0,015 78 0,894 -16 
0,2 0,201 - 65 14,93 123 0,027 73 0,695 -21 
0,3 0,139 - 89 11,26 110 0,038 72 0,558 -29 
0,4 0,103 -109 8,90 102 0,047 76 0,584 -33 
0,5 0,077 -131 7,23 97 0,058 76 0,599 -25 
0,6 0,074 -160 6,14 92 0,068 75 0,492 -21 
0,7 0,068 177 5,39 87 0,079 75 0,476 -32 
0,8 0,063 162 4,67 34 0,091 73 0,531 -33 
0,9 0,113 160 4,31 31 0,101 76 0,487 -23 
1,0 0,114 153 3,88 78 0,111 74 0,467 -33 
1,1 0,123 143 3,55 75 0,120 74 0,472 -34 
1,2 0,143 137 3,27 72 0,131 72 0,451 -36 
1,3 0,161 133 2,35 70 0,142 72 0,445 -36 
1,4 0,187 131 2,36 63 0,154 72 0,440 -42 
1,5 0,195 130 2,66 65 0,161 71 0,444 -42 
1,6 0,213 127 2,53 63 0,173 70 0,433 -43 
1,7 0,214 127 2,38 61 0,182 69 0,427 44 
1,8 0,244 123 2,25 58 0,191 69 0,337 -50 
1,9 0,265 123 2,15 56 0,200 67 0,494 -53 
2,0 0,253 126 2,08 53 0,212 65 0,394 -51 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Por = AT) 


” 


100 


726 


Vx 


Rauscharmer NPN-Si-HF-Breitband-Transistor BFR 91 


BFR 91 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
50 B 3,DIN 41867 (TO-119ähnl.) zur Verwendung in Treiberstufen bei Antennenverstärkern 
bis in den GHz-Bereich, z.B. in rauscharmen Vorstufen und Treiberstufen von Antennen- 
verstärkern. 


Typ | Bestellnummer re 25°02 
-0,2 

BFR 91 | 062702-F559 

| u 

| 
0,9x 0,2 *005 | 
1 
Gewicht ca. 0,25 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge S 50 Q) ÜcER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung UEBo 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 50 mA 
Basisstrom Is 10 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 G 
Lagertemperatur Ta -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu < 50 °C) Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung 
befestigt auf Glasfaser-Epoxid-Leiterplatte 
40 x 25 x 1,5 mm Rthyu | s400 | K/w 
727 


Vx 


BFR 91 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Ice = 0,5 mA; BB =0) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Ic = 10 mA; Age = 50 Ohm) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(E=0,1mA; Ic =0) 
Kollektor-Basis-Reststrom (U. = 10 V; IE = 0) 


Uler)ceo 
Ulsr)cER 


UlBr)EBO 
Icso 


Gleichstromverstärkung (Ic = 25 mA; Ucg = 8 V) B 


(Ic = 50 mA; Uce =5V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ice = 25 mA; Uce = 8 V; f= 1 kHz) 
Transitfrequenz 

(f = 200 MHz; Ic = 25 mA; Uce = 8 V) 
Rückwirkungskapazität 

(f=1 Mhz; Ic = 1 MA; Uce =8V) 
Ausgangskapazität ( = 1 MHz; Ucgo = 8 V) 
Rauschzahl 

(Ice =2 mA; UceE = 8V; 

f = 500 MHz; Rg = Rg opt.) 
Leistungsverstärkung 

(Ic = 30 mA; Uce =5V; 

f= 500 MHz; Rg = 60 Ohm) 
Ausgangsspannung: (3-Sendermeßmethode 
f— 800 MHz; Ic = 25 mA; Uce = 8V; 

Re = RL = 75 Ohm; din = 60 dB) 


S-Parameter Arbeitspunkt: Ucg = 5 V, Ic = 30 mA, Zo=50Q 


f S11 p S21 p 


(GHz) | 
0,1 0,353 | -107 27,43 |120 
0,2 0,329 | -144 15,97 | 103 
0,3 0,329 |-160 10,79 95 
0,4 0,335 | -169 8,25 88 
0,5 0,338 |-176 6,65 84 
0,6 0,345 176 5,61 81 
0,7 0,356 171 4,81 78 
0,8 0,364 168 4,18 74 
0,9 0,370 165 3,74 71 
1,0 0,378 162 3,35 67 
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B 


Un 


0,020 |61 
0,033 |68 
0,044 |69 
0,057 |69 
0,070 |70 
0,084 |72 
0,0985 |71 
0,107 |70 
0,119 |69 
0,131 |68 


>15 V 

>20 V 

>2,5 V 

<5O nA 

>30 - 

>30 - 

80 _ 

5 GHz 

0,65 pF 

0,85 pF 

1,9 dB 

17 dB 

350 mV 

S22 pP Gmax. 
(dB) 

0,553 |-42 30,93 

0,385 |-46 25,26 

0,296 |-41 21,56 

0,241 42 19,11 

0,220 |-48 17,20 

0,234 |-50 15,78 

0,221 43 14,45 

0,176 |-48 13,18 

0,193 |-63 12,27 

0,213 |-58 11,38 


Vx 


BFR 91 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa=flnm) 
300 
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NPN-Si-Planar-Transistoren BFR 92 
für rauscharme HF-Breitband-Verstärker BFR 93 


BFR 92 und BFR 93 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren im Kunst- 

stoffgehäuse 23 A 3 DIN 41 869 (TO-236) für den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den 

GHz-Bereich. BFR 93 z. B. für Breitbandverstärker. Kennzeichnung des Transistor durch 

Stempelung »R\k. 

BFR 92 z. B. für rauscharme Vor- und Zwischenstufen in hochwertigen Antennen- und 
. Breitbandverstärkern Kennzeichnung des Transistors durch Stempelung »P\k. 


1200512005 


Bestellnummer 


Stempel 


01+0015 


BFR 92 068000-A1103 
BFR 93 062702-F561 
0,420, 
3.015 
Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age s50.Q) Ucer 


Emitter-Basis-Spannung Ueso V 
Kollektorstrom Ic mA 
Basisstrom Is mA 
Sperrschichttemperatur T, °C 
Lagertemperatur Ts -55bis +125 | -55bis+125 | °C 


Gesamtverlustleistung (T, s50 °C) Prot 200 200 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Umgebung Rtnsu <s 500 s 500 K/Ww 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite” Ryınısr | s 400 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. 
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BFR 92 


BFR 93 
Statische Kenndaten(T, = 25 °C) BFR 92 | BFR 93 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
UIceo = 500 uA) Uerjceo| > 15 = V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icer = 10 mA; Rge = 50 0) Usrjcer | > 20 - V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung e 
(lego = 100 uA) UlerjeBo| > 2,5 _ V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucso = 10V) IcBo s50 s50 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 20V; Ug = 0) Ices > s 100 nA 
Stromverstärkung(/c = 5 bis 20 MA; Uce = 6V) B 225 - _ 
(Ic = 50 mA; Uce =5V) B 2 30 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 
(Ic =5 mA; Uce = 6V; f=1 kHz) Bo 70 - - 
(Ic = 25 mA; Uce = 8V; f=1khHz) Bo - 80 - 
Transitfrequenz 
(Ic = 20 mA; Uce = 10 V; f= 200 MHz) fr 5 _ GHz 
(Ic = 50 mA; Uce = 5 V; f= 200 MHz) fr - 4,5 GHz 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ic =1 mA; Uce = 6 V; f=1 MHz) Ci2e 0,4 - pF 
(Ic =1mA; Uce = 8V; f=1MHz) Ci2e _ 0,65 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Uego = 10 V; f=1 MHz) Cc8o 0,7 - pF 
Rauschzahl 
(Ic = 2 mA; Uce = 6 V; f= 200 MHz; Rg = 75.9) F 2 - dB 
(Ic = 3 mA; Ucg = 8 V; f= 500 MHz; Rg = Rg opt.) Fopt - 1,9 dB 
(Ic = 2 mA; Uce = 6V; f= 800 MHz; Re = 60 Q) F 2 - dB 
(Ic = 10 mA; Uce = 8V; f= 800 MHz; Rg = 60 Q) F - 2,8 dB 
(Ic = 3 mA; Uce = 10 V; f= 2 GHz; Rg = R& opt) F 4 - dB 
Leistungsverstärkung 
(Ic = 15 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; Rg = 60.0) Vpe 14 - dB 
(Ic = 25 mA; Uce = 8 V; f = 800 MHz; Rg = 60 Q) Vpe - 13 dB 
Ausgangsspannung: (3-Sendermethode f-= 800 MHz) 
(Ic = 15 mA; Uce =6V; dm =60 dB; RL = Ra = 750) Ua 140 - mV 
(Ic = 25 mA; Uce =8V; dm =60dB; RL =Rg = 750) Ua - 350 mV 
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Vx 


BFR 92 
BFR 93 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pu=fn 


300 


0 50 100 150 °C 


——= Ty Tor 
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T {hJSR 


Impulswärmewiderstand ay,sn = fi) 


D = Parameter 


Vx 


NPN-Si-HF-Breitband-Transistor BFR 96 


BFR 96 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Hochfrequenztransistor im Kunststoff- 
gehäuse 50 B 3 DIN 41867 (TO-119 ähnl.) zur Verwendung in Breitband- und Antennen- 
verstärkern hoher Ausgangsleistung bis in den GHz-Bereich. 


Typ nr ei 
BFR 96 062702-F516 sh 
1 
Gewicht etwa 0,3g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 V 
Kollektorstrom Ic 90 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 50 °C) Prot 500 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung 
befestigt auf Glasfaser-Epoxid-Leiterplatte 
40x25 x 1,5 mm Rthuu s200 K/w 
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Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


(Iceo = 1 mA) U(Br)cEO 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

(Icso = 100 A) U(gr)cBo 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

Ueso = 100 A) U(8r)EBO 
Gleichstromverstärkung 

(Ic = 60 mA; Uce = 8 V) B 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 

Transitfrequenz 

(Uce = 8 V; Ic = 60 mA; f = 200 MHz) fr 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucso =8V;f= 1 MHz) CcBo 
Rückwirkungskapazität 

(Ice = 1 mA; Uce = 10V; f=1 Mhz) Ci2e 
Leistungsverstärkung 


(Ic = 60 mA; Uce = 8 V; f= 800 MHz; Rg = 60.0) Vpe 
Rauschzahl 

(Ic = 60 mA; Uce = 8 V; f= 800 MHz; Ra =60Q) F 
Ausgangsspannung; (3-Sendermethode f =800 MHz) 
(Ic = 60 mA, Uce = 8 V; din = 60 dB; 

RL = Re =75 Q) UA 
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50 (>25) 


650 


BFR 96 


dB 


mV 


Vx 


BFR 96 


S-Parameter: 


Arbeitspunkt: Uce = 8 V, Ic = 60 mA, Zu = 500 


f 11 p S21 p S12 p S22 Pp 
(GHz) 
u; gr a; 
0,1 0,343 -150 23,71 1,04 0,022 68 0,299 -61 
0,2 0,354 -169 12,48 0,92 0,042 73 0,140 -68 
0,3 0,365 -179 8,35 0,85 0,061 74 0,122 -100 
0,4 0,383 177 6,27 0,81 0,079 75 0,164 -85 
0,5 0,385 174 4,99 0,75 0,098 74 0,131 -54 
0,6 0,392 169 4,20 0,74 0,115 73 0,045 -91 
0,7 0,399 165 3,67 0,70 0,135 71 0,130 -108 
0,8 0,407 161 3,22 0,68 0,155 70 0,135 -83 
0,9 0,437 161 2,38 0,65 0,169 69 0,074 -96 
1,0 0,431 160 2,60 0,61 0,185 67 0,113 -118 
1,1 0,422 155 2,39 0,58 0,201 66 0,115 -113 
1,2 0,441 150 2,20 0,55 0,215 63 0,115 -123 
1,3 0,460 146 2,06 0,52 0,234 63 0,124 -126 
1,4 0,485 147 1,93 0,50 0,250 61 0,126 134 
1,8 0,475 147 1,30 0,47 0,261 61 0,129 -135 
1,6 0,490 143 1,72 0,44 0,277 59 0,125 144 
1,7 0,498 142 1,63 0,43 0,290 58 0,129 154 
1,8 0,523 140 1,52 0,40 0,296 57 0,156 -163 
1,9 0,531 141 1,45 0,37 0,303 54 0,164 -159 
2,0 0,522 130 1,41 0,34 0,322 52 0,163 -169 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mw Pi =) 
750 
tot 
500 
250 I 
0 
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NPN-Silizium-HF-Breitbandtransistor 


BFS 17 
BFS 17 R 


BFS 17 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A3 
DIN 41 869 (TO-236) für den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den GHz-Bereich. 

Kennzeichnung des Transistors BFS 17 durch Stempel »MA«. Der Transistor ist auf Wunsch 
mit geänderter Anschlußfolge (Emitter- und Basisanschluß vertauscht) unter der Bezeich- 


nung BFS 17 R (Stempel »MZ«) lieferbar. 


Typ | Stempel Bestellnummer 

BFS 17 | MA 062702-F337 

BFS 17R | MZ 062702-F586 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Kollektor-Basis-Spannung Ucbo 
Emitter-Basis-Spannung UEBo 
Kollektorstrom Ic 
Kollektorspitzenstrom Icm 
Lagertemperatur Ts 
Sperrschichttemperatur T; 
Gesamtverlustleistung (T, < 50 °C) Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektor-Sperrschicht-Umgebung Rthyu 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite RthJSR 


(Keramiksubstrat 0.7 mm mit 2,5 cm? Fläche) 
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1200512005 


0120015 


0,4+0,03 


01..0,25 


3.045 1,2-0,35 


Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
15 V 
25 V 
2,5 V 
25 mA 
50 mA 
-55 bis +125 °C 
150 °C 
200 mW 
<500 K/w 
<400 K/Ww 


Vx 


BFS 17 


BFS 17 R 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) Icso <50 nA 
(Ucgo = 10 V; T; = 100 °C) IcBo <10 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
Iceo = 10 mA) Ußrjceo | >15 V 
Stromverstärkung 
(Ice =2 mA; Uc = 1V) B 20 bis 150 - 
(Ic = 25 mA; Uce = 1V) B 220 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 2 mA; Uce = 5 V; f = 200 MHz) fr 1,3 GHz 
Rückwirkungskapazität 
(Ic = 2 mA; Uce =5 V; f= 1 MHz) C12e 0,65 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucgo = 10 V; f= 1 MHz) Cc8o 1 pF 
Rauschzahl 
(Ic =2 mA; Uce =5V; 
Re =60 Q; f = 800 MHz) F 4 dB 
Leistungsverstärkung 
(Uce = 5 V; Ice = 10 mA; f = 800 MHz; Rg = 60. Q) Vpe 11 dB 
(Uce = 5 V; Ice = 10 mA; f = 200 MHz; Rg = 60 Q) Vpe 23 dB 
Ausgangsspannung: (3-Sendermethode f = 800 MHz 
(Uce =5V; Ic =14 mA, dm =60dB; RG = RL = 75 Q) Ua 150 mV 
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BFS 17 
BFS 17 R 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce = 5 V, Ic = 14 mA, Zo = 50 


f 11 p $21 p S12 p S22 p 


(GHz) 
0,1 0,451 - 77 16,77 125 0,022 |63 0,798 |-20 


0,2 0,335 |-113 10,26 |105 0,032 |60 0,641 |-19 
0,3 0,290 |-139 7,01 93 0,045 |65 0,556 |-23 
0,4 0,272 |-148 5,44 85 0,055 165 0,593 |-21 
0,5 0,261 |-166 4,40 60 0,066 |66 0,537 |-22 
0,6 0,267 |-167 3,63 74 0,076 |67 0,554 |-27 
0,7 0,242 179 3,19 70 0,088 |67 0,579 |-23 
0,8 0,261 177 2,76 65 0,097 \66 0,512 |-25 
0,9 0,234 168 2,51 61 0,111 |66 0,535 |-33 


1,0 0,283 158 2,26 57 0,122 167 0,576 |-31 
1,1 0,257 161 2,10 53 0,133 |67 0,517 |-32 
1,2 0,270 145 1,91 49 0,143 |66 0,549 |-41 
1,3 0,287 144 1,77 45 0,156 |64 0,571 -40 
1,4 0,307 135 1,68 41 0,171 63 0,513 |-41 
1,5 0,310 136 1,59 38 0,184 |63 0,570 |-51 
1,6 0,315 125 1,48 34 0,192 |62 0,574 |-46 
1.7 0,363 123 1,40 31 0,205 |62 0,473 |-50 
1,8 0,350 124 1,29 26 0,214 |59 0,543 |-70 
1,9 0,353 114 1,28 23 0,238 |58 0,645 |-60 
2,0 0,378 112 1,23 22 0,253 |58 0,536 |-57 
Temperaturabhängigkeit der Transitfrequenz fı = f (I.) 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mw Pa=fin GHz 


300 tn 


f 


200 


100 


0 5 1 15 20 25 mA 


—l 
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NPN-Silizium-HF-Transistoren 


BFS 13 
BFS 18 R 


Typ | Stempel | Bestellnummer 
BFS 18 CA 062702-F348 
BFS 19 CB 062702-F349 
BFS 18R | CY 062702-F587 
BFS 19R | CZ 062702-F588 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tsr < 65 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite' ) 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 


BFS 19 


BFS 19 R 
BFS 18, und BFS 19 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 23 A3 
DIN 41869 (TO-236). Die Transistoren wurden speziell für HF-Schaltungen in Dick- und 
Dünnfilmtechnik geschaffen. Zur Kennzeichnung des Typs werden die Transistoren wie 
folgt bestempelt: BFS 18 = »CA«; BFS 19 = »CB«. Die Transistoren sind auf Wunsch mit 
geänderter Anschlußfolge (Emitter- und Basisanschluß vertauscht) unter der Bezeichnung 
BFS 18R (Stempel »CY«) und BFS 19R (Stempel »CZ«) lieferbar. 


1+0,05 120,05 


0,40, 


3.045 


Gewicht etwa 0,02 g 


01 +0015 


Maße in mm 


BFS 183 
BFS 19 

— 
20 V 
30 V 
5 V 
30 mA 
125 °C 
-65 bis +125 °C 
150 mW 
520 K/Ww 
410 K/Ww 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C): 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 2 mA) 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 20 V) 

(Ucgo = 20 V; Tj = 100 °C) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Uce =10 V: Ic =1 mA) 
-Stromverstärkung (Uce = 10 V; Ic =1mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

{Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f = 100 Mhz) 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic =1mA; f= 1 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucg = 10 V; f=1 Mhz) 

Rauschmaß 

(Uce = 10V; Ic = 1 mA; 

Re = 100 9; f = 100 MHz) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pa =f{N 


100 


740 


U(Br)CcEO 


Icso 
Icso 


Üge 


BFS 18 R 
BFS 19 
BFS 19 R 
BFS 19 
>20 >20 V 
< 100 < 100 nA 
<10 <10 pA 
650 bis 740 | 650 bis 740 | mV 
35 bis 125 65 bis 225 - 
200 260 MHz 
0,85 0,85 pF 
1 1 pF 
4 4 dB 


NPN-Silizium -HF-Transistor 


BFS 20 
BFS 20R 


BFS 20 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A3 


DIN 41869 (TO-236), für den Einsatz in Schichtschaltungen. 


Kennzeichnung des Transistors BFS 20 durch Stempel »NA«. Der Transistor ist auf Wunsch 
mit geänderter Anschlußfolge (Emitter- und Basisanschluß vertauscht) unter der Bezeichnung 


BFS 20 R (Stempel »NZ«) lieferbar. 


Typ | Stempel Bestellnummer 

BFS 20 | NA 062702-F350 

BFS20R | NZ Q62702-F589 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 
Kollektorstrom Ic 
Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur Ts 
Gesamtverlustleistung (Tsp < 65 °C) Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite' ) RthySR 


1.) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche‘ 


1+0,05 120,05 


01:0015 


Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 


20 V 
30 V 

4 V 

25 mA 
125 °C 
-65 bis +125 °C 
150 mW 
520 K/w 
410 K/W 
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Vx 


BFS 20 


BFS 20R 
Statische Kenndaten (7, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
UIceo = 2 mA) U(BR)cEo 220 V 
Kollektor-Basis-Reststrom IcBo < 100 nA 
(Ucgo = 20 V; T; = 100 °C) IcBo <10 nA 
Basis-Emitter-Spannung 
(Uce "10V; Ic =7 mA) Uge 740 (s 900) mV 
Stromverstärkung (Uc£ = 10 V; Ic = 7 mA) B 85 (> 40) - 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Uce = 10 V; Ic = 5 mA; f = 100 MHz) fr 450 (> 275) | MHz 
Rückwirkungskapazität 
(Uce = 10V; Ic =1mA; f=1MHz) C12e 0,35 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucß =10 V;f=1Mhz) Cc8o 0,8 pF 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Pa =f{N 
20 OITIITTTT Ber 
a em HI 
HH 
150 an N | 
Ei L..l 
CL | MDB. 
en ra 
1% 11 TI 
50 Mi 1 
H | 
Ür al! [ 
0 50 100 150 °C 
——— Tu,Tor 
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NPN-Silizium-HF-Breitbandtransistor BFS55 A 


BFS 55 A ist ein NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehäuse 18 A4 DIN41876 (TO-72). 
Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Transistor ist besonders für HF-An- 
wendungen bis in den GHz-Bereich geeignet, z.B. in Antennenverstärkern sowie für Radar-ZF- 
Verstärker und Satellitentechnik. 


Typ Bestellnummer 
BFS 55 A 062702-F454 


Gewicht etwa 0,3 9 


Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Rge 50 0) UcER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 50 mA 
Basisstrom Is 10 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 G 
Gesamtverlustleistung (Ty s 25 °C) Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s700 K/W 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RınyG s400 K/W 
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Statische Kenndaten (T = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Ice =05 mA; RB =0) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Ic =10 mA; RbeE =50 Q) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

(Ic = 100 HA; Uge =0) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(IE = 0,1 mA; Ic = 0) 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 10V) 

Gleichstromverstärkung (Ic = 25 MA; Uce = 8 V) 
Gleichstromverstärkung (Ic =50 mA; Uce =5 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kleinsignal-Kurzschluß-Stromverstärkung 
(Ic = 25 mA; Uce = 8 V; f= 1 kHz) 
Transitfrequenz 

(f = 200 MHz; Ic = 25 mA;Uce = 8V) 
Rückwirkungskapazität 

(f = 1 MHz; Ic = 1 mA; Uce =8V) 


Ausgangskapazität 

(f = 1 MHz; Ucso =8 V) 

Rauschzahl 

(Ic = 10 mA; Uce = 8 V; f= 800 Mhz; 
Re = 60.0) 


Leistungsverstärkung 
(Ic = 25 mA; Uce = 8 V; f = 800 Mhz; 
Reg =60 Q) 


U(8R)cEO 
U(BRICER 
Urjces 
U(BR)EBO 


Ico 
B 
B 


Ve 


Ausgangsspannung: (3-Sendermethode f- 800 MHz) 


(Ice = 25 mA; UcE =8V; 
Rs = Ru = 758; dm = 60 dB) 
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UA 


>15 
>20 
>20 
>2,5 
<50 


>30 
>30 


80 
4,5 
0,65 


0,85 


2,9 


10 


350 


BFS55 A 


dB 


dB 


mV 


Vx 


BFS 55 A 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 8 V, Ic = 25 mA, Z, = 500 


f S11 oa 521 a 912 P $22 P Gmax 
(GHz) | (dB) 
| zu ii 
0,1 0,322 |- 47 18,51 119 0,025 75 0,658 |-18 28,29 
0,2 0,175 - 57 10,74 107 0,045 77 0,552 |-16 22,34 
0,3 0,099 - 69 7,47 100 0,066 |81 0,491 -14 18,71 
0,4 0,053 |- 89 5,69 96 0,084 |83 0,439 |-15 16,05 
0,5 0,041 -139 4,61 93 0,103 |84 0,445 -19 14,24 
0,6 0,061 -161 3,92 91 0,125 84 0,453 |-18 12,28 
0,7 0,062 |-164 3,32 89 0,140 |85 0,441 -17 11,38 
0,8 0,051 -169 2,95 87 0,159 |85 0,418 |-17 10,24 
0,9 0,033 |-179 2,55 85 0,174 |85 0,430 |-24 9,04 
1,0 0,009 114 2,32 82 0,192 |83 0,472 |-25 8,42 
1,1 0,041 19 2,09 79 0,207 82 0,528 |-25 7,85 
1,2 0,104 12 1,87 78 0,218 81 0,520 |-26 6,84 
1,3 0,182 14 1,67 74 0,224 |78 0,577 -29 6,36 
1,4 0,255 15 1,48 70 0,233 |73 0,621 -32 5,84 
1,5 0,335 15 1,33 68 0,244 |71 0,662 |-32 5,53 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pi = F{N); (Rn = Parameter) 


300 I u 


100 


Rauschzahl f = f(Ic) 
Uce = 8 V; f= 800 MHz; 


ap 96 = 600 

8 etz ag 
FI —| -—— 
Maus 

5 

[A 
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BFS55 A 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Uc: = 8V; f= 200 MHz 


6Hz 
AT 
5 
RR) 
f2 
3 Tree 
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NPN-Silizium-HF-Breitbandtransistor BFT 12 


BFT 12 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 50 B3 
DIN 41 867 (ähnl. TO-1 19) fürallgemeine Verwendung in Verstärkern bis in den GHz-Bereich, 
z.B. für Breitbandantennenverstärker hoher Ausgangsleistung und Linearität sowie für Os- 
zillatoren. 


Typ Bestellnummer 
BFT 12 062702-F390 

Gewicht etwa 0,3 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 25 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 3,5 V 
Kollektorstrom Ic 150 mA 
Kollektorspitzenstrom (f > 1 MHz) Icm 300 mA 
Basisstrom Is 50 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 66 °C) Prot 700 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung') Rrnsu <120 K/W 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse Rınys s90 K/Ww 
1) bei Montage auf Glasfaser Epoxid-Leiterplatte 40 x 25 x 1 mm 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


BFT 12 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung UlBr)cBO >25 V 

UIcso = 100 yA) 

Stromverstärkung 

(Ic =50 mA; Uce =5V) B 225 - 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 

Transitfrequenz 

(Ic = 80 mA; Uce = 5 V; f = 200 Mhz) fr 1,9 GHz 
Rückwirkungskapazität 

(Ic =5 mA; Uce = 10 V; f= 1 MHz) Ci2e 2,4 pF 
Leerlauf-Ausgangs-Kapazität 

(Ucgo = 10 V; f= 1 Mhz) CcBo 3 pF 
Leistungsverstärkung 

(Ic=40 mA; Uce = 7,5V;f=800MHz;Rg = 600) Vpe 7,5 dB 

(Ic =40 mA; Uce = 7,5 V;f=800MHz; Rs =600) Vpe 8 dB 
Rauschzahl 

(Rs =609; Ic = 40.mA; Uce = 75v; 

f= 800 MHz) F 6,5 dB 
Ausgangspannung') 

(Ic = 80 mA; Uce = 7,5 V; f= 800 MHz; 

dm =60dB, Rs =Rı = 750) Ua 1000 mV 
S-Parameter bei Uceg = 7,5 V; Ic = 60 mA; Z, =500 

f Sile p S2le p S12e P S22e P 
(GHz) 

0,1 0,691 -170 14,199 | 94 0,022 55 0,208 -115 
0,2 0,701 -177 7,261 | 85 0,038 68 0,160 -135 
0,3 0,717 177 4,860 | 78 0,053 70 0,151 -147 
0,4 0,722 175 3,666 | 73 0,069 71 0,159 -148 
0,5 0,715 173 2,909 | 67 0,083 72 0,168 -149 
0,6 0,726 169 2,458 | 63 0,101 73 0,179 -148 
0,7 0,738 167 2,102 | 59 0,115 72 0,192 -149 
0,8 0,736 165 1,823 | 53 0,130 72 0,214 -149 
0,9 0,740 163 1,619 | 49 0,146 71 0,240 -147 
1 0,752 161 1,458 | 44 0,159 70 0,244 -148 


1) 3-Sendermethode f:= 800 MHz 
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Schaltbeispiel: Breitband-HF-Verstärker 


OUrgloatav) 


RL=602 


Arbeitspunkt (eingestellt mit R}): 
Ic = 80 mA: UceE = 7,5V. 


Bei f = 800 MHz und einer Intermodulationsdämpfung dM = 60 dB!) werden gemessen: 


Ausgangsspannung Ua = 700 mV 
Leistungsverstärkung Vp=8dB. 
(s. a. Kurve Vp = r(f)) 


1) Zweisendermethode; fi = 800 MHz; f2 = 804 MHz. 


Oszillatorschaltung 


f=1 GHz; L = 15 mm Streifenleitung 
Zo=500 


BFT 12 


749 


Vx 


BFT 12 


Temperaturabhängigkeit der: 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Per = F (Tu) 
800 


R., 700 


' 600 


500 


400 


300 


0 50 100 150 °C 
—Nn 


Leistungsverstärkung V, = f (f) 

Ic =8B0 mA; Uc = 7, 
dB Fernsehband IV-V (siehe Schaltbeispiel) 
12 


0 
300 400 500 600 700 800 900 1000MHz 


—f 


750 


Transitfrequenz fr = f (I.) 
Uce =5V; f= 200 MHz 

6Hz 

25 T 11 


0 20 40 60 80 100 120 140mA 
—l 


Oszillatorausgangsleistung 
wer =f(Uca)i Ic = 75 mA; f=1 GHz 
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Rauscharmer NPN-Breitbandtransistor BFT 65 


BFT 65 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
50 B3, DIN41 867 (TO-119 ähn!.) zur Verwendung in HF-Verstärkern bis in den GHz-Bereich, 
z.B. in rauscharmen Vorstufen und Treiberstufen von Antennenverstärkern. 


Typ | Bestellnummer . 25%02 
9-02 
BFT65 | 062702-F451 
0,9x0,2 2005 

1 
Grenzdaten Gewicht ca. 0,39 Maße in mm 
Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge S 50.0) ÜcER 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 50 mA 
Basisstrom Is 10 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Gesamtverlustleistung (T, s 50 °C) Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rthyu s700 K/w 
befestigt auf Glasfaser-Epoxid-Leiterplatte Rınyu s400 K/W 
40x25x 1,5 mm 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 0,5 mA; IE = 0) U(BR)CEO >15 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA; Rge = 50 Ohm) ÜBRICER >20 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(E=0,1mA;c=0) U(BR)EBO >2,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uc = 10V; =0) Icso <50 nA 
Stromverstärkung (Ic = 25 mA; Uce = 8V) B >30 - 
Stromverstärkung (/c = 50 mA; Uce =5 V) B >30 = 
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Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kleinsignal-Kurzschluß-Stromverstärkung 


(Ic = 25 mA; Uce = 8V; f= 1 kHz) Bo 
Transitfrequenz (f = 200 MHz, 

Ic = 25 mA; Uce =8 V) ft 
Rückwirkungskapazität (f = 1 MHz, 

Ic =1 mA; Uce =8 V) Ci2e 
Ausgangskapazität (/ = 1 MHz, 

Ucso =8V) Ccso 
Rauschzahl 

(Ic = 10 mA; Uce = 8V; f = 800 Mhz) 

(Rs = 60 Ohm) F 


Leistungsverstärkung 
(Ic = 25 mA; Uce = 8 V; f= 800 MHz, 


Re = 60 Ohm) Voe 
Ausgangsspannung’) 

(Ic = 25 mA; Uce = 8V; 

Re = RL = 75 Ohm; dım = 60 dB) UA 


S-Parameter (Ic = 25 mA; Uce = 8 V; Z, = 50 Ohm) 


0,5 0,343 -174 6,311 85 0,058 
0,6 0,347 179 5,236 80 0,068 
0,7 0,347 174 4,604 76 0,081 
0,8 0,351 168 3,994 74 0,093 
0,9 0,392 169 3,629 71 0,099 
1,0 0,386 168 3,254 67 0,109 
1,1 0,377 161 2,969 64 0,118 
1,2 0,410 157 2,125 61 0,127 
1,3 0,415 156 2,538 59 0,133 
1,4 0,438 152 2,383 57 0,151 
1,5 0,439 153 2,212 54 0,157 
1,6 0,458 150 2,083 51 0,163 
1,7 0,461 149 1,963 49 0,175 
1,8 0,492 146 1,832 47 0,162 
1,9 0,502 147 1,749 44 0,191 
2,0 0,503 146 1,683 41 0,202 


1) 3-Sendermethode f=800 MHz 
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350 


0,441 
0,340 
0,346 
0,403 
0,362 
0,340 
0,355 
0,332 
0,346 
0,327 
0,345 
0,326 
0,312 
0,284 
0,317 
0,295 


BFT 65 


dB 


dB 


48 


mW 
300 


tot 


200 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pa=Fm) 


4 H 


50 100 150 °C 


Minimale Rauschzahl Fyın = f(Ic) 
Uce = 8V; Ra = Roopt 


IR 
| 
2 | 5 Il 20 nk 


——I: 


BFT 65 


fh 


Transitfrequenz fr = f(Ic) 


6Hhz 
6 


Uce = 8V; f= 200 MHz 


7 
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Extrem rauscharme NPN-Si-Breitbandtransistoren 


BFT 66 und BFT 67 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren im Gehäuse 
18 AA DIN 41876 (TO-72) für Vorstufenanwendungen in extrem rauscharmen Breitband- 


verstärkern bis 1 GHz. 


Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. 


Typ Bestellnummern 
BFT 66 062702-F456 
BFT 67 062702-F457 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty s 60 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


754 


8045 


h\ 


Fe 
Br Er 


Gewicht etwa 0,4 g 
Maße in mm 


200 
-65 bis +175 
200 


s700 
s400 


BFT 66 
BFT 67 


K/W 
K/w 


Vx 


BFT 66 


BFT 67 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) | BFT 66 BFT 67 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 500 HA) Usr)cEo >15 >15 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icso = 100 yA) Ußrjces | > 20 >20 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Jeso = 100 uA) Uryeso | > 2,5 > 2,5 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uceo =10V) Icso <50 <50 nA 
Stromverstärkung 
(Ic =10 mA; Uce =6V) B 2 30 2 30 - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 
‚(Ic = 10 mA; Uce = 6 V; f=1kHz) Bo 70 (> 30) | 70 (> 30) | - 
Transitfrequenz 
(Ic = 20 mA; Uce = 6 V; f= 200 MHz) fr 3,8 (>3,6) | 3,8 (>3,6) | GHz 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ic =1 mA; Uce = 6V; f=1 MHz) Ci2e 0,65 0,65 pF 
Rauschzahl 
(Ic = 3 mA; Uce = 6V; f=10 MHz; Re = 75.9) F s1 s1,5 dB 
(Ic = 3 mA; Uce = 6V;f=800MHz; Rs =60Q) F 2,1 2,5 dB 
Ausgangsspannung? 
(Ic = 20 mA; Uce =6 V; Re =RR=7509; 
dnu = 60 dB) UA 240 240 mV 
S-Parameter 
Arbeitspunkt: Uce =5 V, Ic = 3mA, Z,=500Q 
f Sn p $21 p 912 p $22 p Gmax 
(GHz) Bu (dB) 
0,1 0,62 - 38 | 18,0 134 0,03 68 0,90 -15 27,32 
0,2 0,62 - 49 | 16,4 133 0,06 77 0,80 -11 22,94 
0,4 0,35 - 87 | 12,3 102 0,09 70 0,68 -14 15,56 
0,6 0,24 -138 9,1 86 0,11 68 0,61 -18 11,38 
0,8 0,18 -162 42 70 0,13 65 0,60 -27 9,28 
1,0 0,05 141 5,5 l- 52 0,18 57 | 9,65 -35 7,30 
1) 3-Sendermethode f = 800 MHz 
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Schaltbeispiele 


Rauscharmer Vorverstärker für den Frequenzbereich 1-300 MHz 


Schaltung 1 
05 
*12V/5,5mA 
B2X97 
cov2 © hök il O,1uF 
| - 
| 22nF 
vl g 6OnH 


BFT 66 (BFT 67) 


Zweistufiger Breitbandverstärker für den Frequenzbereich 25-1000 MHz 


Schaltung 2 m 
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BFT 66 
BFT 67 


Vx 


BFT 66 


BFT 67 
Temperaturabhängigkeit der Transitfrequenz fr = f (Ic) 
zulässigen Gesamtverlustleistung Uce = 6 V; f= 200 MHz 
mW Por =f(T)Rm = Parameter 6Hz 
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1758 


Rauschzahl F,n = f (Ic) 
Uce=6V;Rs= 600 


BFT 66 


800 MHz 
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Rauschzahl F= f(Ro) 
Uce=6V; 
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NPN-Silizium-HF-Breitbandtransistor BFT 75 


BFT 75 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 23 A3 DIN 
41 869 (TO-236), für rauscharme Vor- und Zwischenstufen in HF-Verstärkern bis in den 
GHz-Bereich, besonders für hochwertige Antennen und Breitbandverstärker in Schicht- 
schaltungstechnik. Kennzeichnung des Transistors durch Stempel »KA«. 


Typ 4 Stempel | Bestellnummer 1400512005 
BFT75 | KA 062702-F513 | 01+0015 


0,4003 
3.045 

Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rpe S& 50 Q) UcER 20 V. 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20 V 
Basis-Emitter-Spannung UEBo 2,5 V 
Kollektor-Strom Ic 50 mA 
Basis-Strom I 10 mA 
Lagertemperatur Ts -55 bis 125 °G 
maximale Sperrschichttemperatur T; 150 P le 
Gesamtverlustleistung (Ty s 25 °C) Prot 250 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rthyu s500 K/W 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') RthJsR s400 K/Ww 
1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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BFT 75 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (Ucg = 10 V) 

(Ucg = 10 V; Tu = 60 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucg = 20 V; Uge = 0) 
Emitter-Basis-Reststrom (Ueg = 2 V) 
Stromverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce = 8V) 

(Ic = 50 mA; Uce =5V) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kurzschlußstromverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce = 8 V; f= 1 kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 25 mA; Uce = 8 V; f = 200 Mhz) 

(Ic = 50 mA; Uc£ = 5 V; f = 200 Mhz) 
Leerlauf-Ausgangskapazität 

(Us -8V;E=0) 

Leerlauf-Eingangskapazität 

(U = 0,5 V; IE = 0) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 

(Ice = 1 mA; Uce = 8V) 

Rauschzahl 

(Ic = 10 mA; Uce = 8 V; f = 800 MHz; Re = 60 Q) 
Uc = 3 mA; Uce = 8 V; f = 500 MHz; Reopt) 
Optimale Leistungsverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce =8V; f=800 MHz, Rg = 60 Q) 
Ausgangsspannung!) 

(Ice = 25 mA; Uce =8V;dm=60dB;RL=Rg = 750) 


1) 3-Sendermethode f=800 MHz 
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s50 
s0,5 
s100 
s10 


230 
230 


Vx 


BFT 75 


S-Parameter: 
Arbeitspunkt: Uce = 5 V; Ic = 30 mA, 2, =500 


f 


S11e ? 
(GHz) 


S21e P 


Do oo ao oo of 
OOONDOIT RPwWND—O 


mW 
300 


0,316 |-110 [25,317 
0,260 |-141 14,120 | 99 
0,262 |-164 9,469 | 90 
0,246 |-166 7,250 | 84 
0,241 176 5,848 | 80 
0,251 178 4,855 | 76 
0,227 167 4,253 | 72 
0,246 166 3,673 | 67 
0,217 159 3,346 | 64 
0,266 150 3,008 | 61 
0,241 155 2,782 | 57 
0,249 139 2,540 | 54 
0,262 139 2,365 | 50 
0,282 131 2,221 | 47 
0,277 134 2,120 | 44 
0,283 122 1,992 | 40 
0,327 121 1,863 | 38 
0,311 122 1,737 | 33 
0,312 114 1,719 | 30 
0,330 112 1,662 | 29 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pa = tn) 


Sı12e 


0,036 
0,051 

0,067 
0,082 
0,096 
0,112 
0,126 
0,143 
0,156 
0,171 

0,185 
0,199 
0,215 
0,229 
0,238 
0,251 


0,259 


0,281 
0,295 


$22e 


0,386 
0,305 
0,332 
0,278 
0,304 
0,314 
0,247 
0,278 
0,322 
0,254 
0,281 
0,291 
0,246 
0,312 
0,308 
0,181 
0,286 
0,361 
0,251 


p 


-32 
-37 
-31 
-31 
-37 
-27 
-31 
-44 
-37 
-35 
-49 
-46 
-50 
-62 
-49 
-54 
-92 
-68 
-56 
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Extrem rauscharmer NPN-Si-HF-Breitbandtransistor 


BFT 97 


BFT 97 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehäuse 50 B3 DIN 
41 867 (TO-119 ähnl.) für Vorstufenanwendungen in extrem rauscharmen Breitbandverstär- 


kern bis 1 GHz. 


Typ Bestellnummer 
BFT 97 062702-F514 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektor-Strom 

Basis-Strom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu < 70 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung') 


1) befestigt auf Glasfaser-Epoxid Leiterplatte 40 x 25 x 1,5 mm 
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0,9x.0,2 2005 


Gewicht ca. 0,25 g 


15 

20 

2,5 

30 

4 

150 

-55 bis +125 
200 


s400 


Maße in mm 


Vx 


BFT 97 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Icgo = 500 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ices = 100 yA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Iego = 100 1A) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 10V) 

Stromverstärkung 

(Ic = 10 mA; Uce = 6 V) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ic = 5 mA; Uce = 6 V; f = 1 kHz) 
Transitfrequenz 

(Ic = 20 mA; Uce =6V; f= 200 Mhz) 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ice >=1 mA; Uce = 6 V; f= 1 MHz) 
Rauschzahl 


(Ic = 3 mA; Uce = 6 V; f= 10 MHz; Rg = 75 0) 
(Ice =3mA; Uce = 6 V; f= 200 MHz; Rg = 75 9) 
(Ic = 4 mA; Uce = 6 V; f= 800 MHz; Rg = 60 0) 


Ausgangsspannung!) 


(Ic = 20 mA; Uce =6V; Re =RL = 7509; 


dım = 60 dB 


1) 3-Sendermethode f=800 MHz 


Ulgrjceo 
UlsrjcEs 
UlBr)EBO 
Icso 


B 


Bo 
fr 


Ci12e 


nnMmn 


UA 


4 (>3,6) 
0,6 
0,9 


1,2 
2,1 


240 


nA 


GHz 
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BFT 97 


S-Parameter 


Arbeitspunkt: Uce =6V; Ic =3mA;Z, =500 


f S11e p S21e ? S12e P S22e p Gmax 
(GHz) Ak (dB) 
0,1 0,890 |- 24 7,257 155 0,028 69 0,970 -12 Er 
0,2 0,789 - 49 6,688 138 0,049 59 0,873 -20 27,0 
0,3 0,685 - 72 6,056 124 0,063 52 0,760 24 22,1 
0,4 0,591 - 91 5,317 114 0,070 |48 0,683 -27 19,1 
0,5 0,539 | -108 4,535 105 0,075 47 0,650 -31 17,0 
0,6 0,483 -123 4,030 97 0,082 |45 0,634 -31 15,5 
0,7 0,470 |-135 3,610 91 0,086 |46 0,583 -33 14,0 
0,8 0,445 144 3,232 86 0,090 |49 0,586 -36 13,0 
0,9 0,430 | -154 2,899 82 0,093 |49 0,561 -37 11,8 
1,0 0,423 |-163 2,620 77 0,097 51 0,555 -39 10,8 
1,1 0,436 | -171 2,407 72 0,102 |52 0,536 40 10,0 
1,2 0,429 | -177 2,245 68 0,108 53 0,535 43 94 
1,3 0,445 176 2,092 66 0,113 56 0,524 45 8,8 
1,4 0,422 168 1,907 62 0,120 |54 0,526 |-49 79 
1,5 0,478 170 1,816 60 0,120 61 0,525 —49 7,7 
1,6 0,467 166 1,716 56 0,129 61 0,521 -50 7,1 
1,7 0,494 161 1,630 53 0,137 62 0,500 -55 6,7 
1,8 0,490 158 1,538 51 0,143 164 0,524 |-57 6,3 
1,9 0,515 154 1,454 48 0,151 64 0,490 |-59 5,8 
2,0 0,519 153 1,395 45 0,159 64 0,511 -62 5,6 
Arbeitspunkt: Uce = 6 V; Ic = 15 mA, 2, =50Q 
0,1 0,555 |- 58 22,728 | 134 0,020 [62 0,765 -26 32,6 
0,2 0,378 |-102 15,810 | 111 0,030 |61 0,581 -28 26,4 
0,3 0,312 -127 11,338 | 100 0,040 63 0,488 27 22,7 
0,4 0,281 -146 8,824 | 94 0,049 66 0,439 |-27 20,2 
0,5 0,286 | -158 : 7,086 | 89 0,058 68 0429 |-30 18,3 
0,6 0,281 -167 5,960 | 84 0,068 68 0,428 -28 16,7 
0,7 0,292 | -174 5,194 | 81 0,080 |69 0,394 |-31 15,4 
0,8 0,288 178 4,586 | 78 0,089 70 0,409 -33 14,4 
0,9 0,298 172 4,039 | 75 0,097 70 0,390 34 13,2 
1,0 0,301 167 3,634 | 72 0,107 70 0,389 -37 12,3 
1,1 0,317 163 3,318 | 68 0,117 69 0,377 -38 11,5 
1,2 0,320 158 3,076 | 66 0,127 |68 0,377 |-42 10,9 
1,3 0,343 155 2,850 | 64 0,138 68 0,371 44 10,3 
1,4 0,324 148 2,593 | 61 0,147 66 0,368 49 94 
1,5 0,374 154 2,475 60 0,151 70 0,360 |-47 9,1 
1,6 0,367 151 2,333 | 57 0,163 |68 0,356 |-49 8,6 
1,7 0,396 148 2,204 | 55 0,173 |67 0,335 -54 8,1 
1,8 0,395 146 2,079 | 52 0,182 67 0,358 -56 7,7 
1,9 0,427 144 1,983 | 49 0,190 |65 0,322 |-57 7,3 
2,0 0,427 144 1,902 | 47 0,199 65 0,338 |-62 70 
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BFT 97 


mW 
300 


Rot 


100 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = Tu) 


0 50 100 150 °C 
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Vx 


NPN-Si-HF-Breitband-Leistungstransistoren BFT 98 
BFT 99 


BFT 98 und BFT 99 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-HF-Leistungstransistoren mit inte- 
grierten Emitterstabilisierungswiderständen. 

Die Anwendungsgebiete sind verzerrungsarme Breitbandverstärkerendstufen, vorzugsweise 
in Antennenverstärkern bis 1 GHz. 

Das Leistungsgehäuse ist ähnlich TO 117 mit Gewindestutzen versehen, die Transistoran- 
schlüsse sind vom Gewindestutzen isoliert. j 


Typ Bestellnummer 


BFT 98 062702-F523 
BFT 99 062702-F524 


Gewicht etwa1,9g Maße inmm 
Grenzdaten BFT 98 | BFT 99 


Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Age = 0) 
Basis-Emitter-Sperrspannung 
Kollektorstrom (Uce s 10 V) 
Kollektor-Spitzenstrom (t < 100 us) 
Basisstrom 

Sperrschichttemperatur : 
Lagertemperatur T; -65 bis +175 | -65 bis +175 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 70 °C) Pot 2,25 4 Ww 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht und Gehäuseboden Rırss | s 35 s20 | K/W 
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Vx 


BFT 99 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BFT 98| BFT 99 
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucgo = 30 V) Ices s1 s1 mA 
Stromverstärkung (!c = 120 mA; Uce =5 V) B 225 225 - 
Dynamische Kenndaten 
Transitfrequenz (Ic = 120 mA; Uce =5 V;f=200 MHz) fr 3 3 GHz 
Rückwirkungskapazität 
(Ic = 1 mA; Ucg = 15 V; f=1 MHz) Ci2e 1 1,9 pF 
Kollektor-Gehäuse-Kapazität Cs 0,8 0,8 pF 
Leistungsverstärkung 
(Ic = 120 mA; Uce = 15 V; f= 800 MHz; Zg = Zopt.) Veeopt. | 15 - dB 
(Ic = 200 mA; Rs =60Q peopt. | - 12 dB 
Ausgangsspannung!) 
(Ic = 120 mA; Uce = 15 V;dim = 60 dB; Ra = RL = 75 Q) UA 1,2 V 
(Ic = 200 mA; Uce = 15 V;dim = 60 dB; Rs = RL = 75 Q) UA - 1,5 V 
1) 3-Sendermethode f= 800 MHz 
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Vx 


BFT 93 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: Ucg = 15 V, Ic = 90 mA, Z, =500Q 


f S1 p 21 p 912 p $22 p 
Sl —_— — Ze 
0,1 0,615 -147 25,02 115 0,014 | 41 0,578 - 44 
0,2 0,697 -171 13,92 94 0,017 37 0,385 — 52 
0,3 0,723 176 9,52 83 0,022 38 0,323 - 55 
0,4 0,738 167 7,17 74 0,024 |42 0,293 - 58 
0,5 0,749 160 5,69 67 0,027 42 0,273 - 64 
0,6 0,757 154 4,72 60 0,032 43 0,266 - 73 
0,7 0,748 148 4,00 53 0,035 44 0,276 - 80 
0,8 0,763 141 3,46 46 0,039 | 44 0,281 - 86 
0,9 0,781 137 3,06 40 0,043 |42 0,290 - 94 
1,0 0,782 133 2,72 35 0,047 42 0,308 -101 
1,1 0,792 128 2,45 30 0,052 | 41 0,328 107 
1,2 0,783 124 2,20 23 0,056 40 0,347 -114 
1,3 0,775 120 1,98 17 0,057 38 0,370 -118 
1,4 0,779 117 1,81 10 0,059 36 0,382 -124 
1,5 0,771 114 1,68 6 0,063 34 0,402 -131 
1,6 0,780 111 1,93- ; 2 0,066 40 0,413 -135 
1,7 0,811 105 1,47 1 0,077 38 0,424 -138 
1,8 0,812 101 1,40 -6 0,083 34 0,435 -142 
1,9 0,811 97 1,30 -10 0,091 32 0,448 -145 
2,0 0,804 91 1,19 -15 0,097 30 0,449 -150 
Arbeitspunkt: Uce = 15 V, Ic = 120 mA, Zu, =500Q 
0,1 | 0,628 -148 25,00 115 0,015 45 0,574 - 44 
0,2 0,700 -171 13,88 94 0,018 38 0,382 - 52 
0,3 0,727 176 9,48 83 0,021 36 0,321 - 55 
0,4 0,740 167 7,14 74 0,023 | 41 0,295 - 58 
0,5 0,750 160 5,67 67 0,028 40 0,273 - 64 
0,6 0,757 154 4,70 59 0,032 | 43 0,266 - 73 
0,7 0,748 148 3,97 53 0,035 43 0,278 - 79 
0,8 0,765 141 3,43 46 0,039 44 0,284 - 86 
"0,9 0,778 137 3,04 40 0,044 | 43 0,291 - 94 
1,0 0,782 132 2,71 34 0,047 42 0,308 -101 
1,1 0,794 128 2,44 29 0,052 | 41 0,329 -107 
1,2 0,784 124 2,18 23 0,056 40 0,349 -114 
1,3 0,775 121 1,97 17 0,057 38 0,370 -119 
1,4 0,775 117 1,79 10 0,057 35 0,385 -124 
1,5 0,771 114 1,67 5 0,063 34 0,401 -131 
1,6 0,782 112 1,53 2 0,065 39 0,414 -134 
1,7 0,811 105 1,47 -2 0,077 38 0,425 -138 
1,8 0,814 101 1,40 -6 0,084 34 0,436 142 
1,9 0,812 97 1,29 -10 0,090 32 0,449 -146 
2,0 0,803 91 1,18 -15 0,096 30 0,448 -150 


BFT 99 


S-Parameter 


Arbeitspunkt: Ucg = 15 V, Ic = 160 mA, Z, =500 


f Sn pP S21 pP 912 pP S22 p 
(GHz) |_ 

0,1 0,787 -167 21,44 102 0,016 34 0,359 - 96 
0,2 0,817 179 11,07 87 0,017 37 0,247 -124 
0,3 0,830 172 7,45 78 0,023 | 42 0,215 -140 
0,4 0,837 166 5,59 71 0,026 | 46 0,207 -152 
0,5 0,842 162 4,41 64 0,031 45 0,213 -159 
0,6 0,847 157 3,66 57 0,036 | 46 0,233 -165 
0,7 0,829 152 3,09 51 0,041 45 0,248 -168 
0,8 0,847 147 2,69 45 0,046 | 44 0,259 -173 
0,9 0,859 144 2,38 39 0,053 | 43 0,285 -176 
1,0 0,856 141 2,12 34 0,056 42 0,305 -178 
1,1 0,867 137 1,91 29 0,063 39 0,318 178 
1,2 0,853 134 1,76 22 0,068 37 0,345 174 
1,3 0,849 131 1,60 17 0,072 35 0,361 173 
1,4 0,841 128 1,44 10 0,077 32 0,373 172 
1,5 0,840 126 1,34 6 0,079 30 0,386 168 
1,6 0,838 124 1,22 2 0,086 29 0,413 165 
1,7 0,859 118 1,17 -2 0,092 27 0,432 161 
1,8 0,860 114 1,13 -7 0,100 24 0,441 157 
1,9 0,851 111 1,05 -10 0,110 24 0,450 154 
2,0 0,842 106 0,97 -15 0,115 20 0,451 150 
Arbeitspunkt: Ucg = 15 V, Ic = 200 mA, Z, = 

0,1 0,786 -167 21,58 101 0,015 34 0,345 - 99 
0,2 0,818 178 11,11 86 0,017 39 0,238 -127 
0,3 0,829 172 7,47 78 0,022 | 40 0,213 -142 
0,4 0,838 166 5,60 71 0,027 48 0,204 -153 
0,5 0,843 161 4,42 64 0,032 | 46 0,212 -160 
0,6 0,843 157 3,66 57 0,037 47 0,232 -166 
0,7 0,830 152 3,10 51 0,041 46 0,245 -169 
0,8 0,845 147 2,69 45 0,046 | 44 0,258 -174 
0,9 0,859 144 2,39 39 0,053 | 43 0,282 -177 
1,0 0,855 140 2,13 34 0,057 42 0,303 -178 
1,1 0,868 137 1,92 29 0,063 40 0,316 178 
1,2 0,853 134 1,76 23 0,068 38 0,342 174 
1,3 0,851 131 1,60 17 0,073 35 0,360 173 
1,4 0,843 128 1,44 10 0,076 30 0,372 172 
1,5 0,839 126 1,33 6 0,081 27 0,384 168 
1,6 0,839 123 1,23 2 0,080 26 0,410 165 
1,7 0,858 118 1,18 -2 0,091 20: 0,429 161 
1,8 0,858 114 1,13 -7 0,099 24 0,438 157 
1,9 0,851 111 1,06 -10 0,108 22 0,448 154 
2,0 0,841 106 0,98 -15 0,115 20 0,444 150 
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Vx 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por=flTu) 

W BFT 98 


0 Er) 100 150 °C 


Zulässiger Betriebsbereich /c = f (Uce) 
Tg = 70°C; Rus = 35 K/W 
mA 


I 


l S 


10 
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Pat 


BFT 98 
BFT 99 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = F(Tu) 

BFT 99 


° — — 


Zulässiger Betriebsbereich /c = f (Uce) 
Tg = 70°C; Run 5 20 K/W 
mA BFT 99 


10° 


1] 
N 


10 


I 
& 
== 
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Vx 


NPN-Si-HF-Breitbandtransistor 


BFW 16 A 


BFW 16 A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehäuse 5 C3 
DIN 41873 (TO-39) für allgemeine Verwendung bis in den GHz-Bereich z.B. für Treiber- und 
Endstufen von Kanal- und Bereichsantennenverstärkern bis Bereich V, sowie für Vertikal- 
verstärker-Endstufen in Breitband-Oszillografen. Der Kollektor ist mit dern Gehäuse leitend 


verbunden. 

Typ | Bestellnummer 
BFW 16A | 062702-F319 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge S 50 Q) 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 

Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom (f 2 1 MHz) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Gesamtverlustleistung (Tg = 125 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


Gewicht etwa 1,69 


-65 bis +200 
1,5 


s250 
s50 


Maße in mm 


771 


Vx 


BFW 16 A 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 


(Uc8o =20V; Ty = 125 °C) IcBo s20 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic = 100 mA) Ucesat!) s0,75 V 
Stromverstärkung 

(Ice =50 mA; Uce =5V) B 225 - 
(Ic = 150 mA; Uce =5 V) B 225 - 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 

Transitfrequenz 

(Ic = 150 mA; Uce = 15 V; f= 200 Mhz) fr 1,2 GHz 
Rückwirkungskapazität 

(Ic = 10 mA; Uce = 15 V; f= 1 Mhz) C12e 1,7 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität . 

(Uceo = 15 V; f= 1 MHz) Cco s4 pF 
Leistungsverstärkung 

(lc = 70 mA; Uce = 18 V; f= 200 MHz; Rg =60.Q) Vpe 16 dB 
(Ic = 70 mA; Uce = 18 V; f = 800 MHz; Rg = 60. Q) Vpe 6,5 dB 
Rauschzahl 

(Ic = 30 mA; Uce = 15V; 

f = 200 MHz; Rg = 750 F s6 dB 
Ausgangsspannung?) UA 600 mV 
(Ic = 70 mA; Uce = 18V; AL=Ro = 75 Q;dım = 60 dB) 


S-Parameter: 
Arbeitspunkt Ic = 70 mA, Ucg = 18 V;Z, =50Q 


f S11 P S21 S12 


1) Für die Kennlinie, die bei /B = const. durch den Kennlinienpunkt /C = 110 mA; Uce = 1V verläuft. 
2) 3-Sendermethode: f = 800 MHz 
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BFW 16 A 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Prix = F(T); Rn = Parameter 


0 100 200°C 
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Vx 


Nicht für Neuentwicklung 


| 


NPN-Si-HF-Breitbandtransistor 


BFW 30 


BFW 30 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehäuse 18 A 4 
DIN 41876 (TO-72) für allgemeine Verwendung bis in den GHz-Bereich, z.B. für Vertikal- 
verstärker in Breitband-Oszillografen und für Breitband-Antennenverstärker. Die Anschlüsse 


E, B, C sind vom Gehäuse isoliert. 


Typ | Bestellnummer 
BFW 30 | 062702-F320 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (f 2 1 MHz) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty s 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 
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@0,45 


oa 
MR | 
Bez, 


Gewicht etwa 0,4g 


Ucso 
Uceo 
Ueso 
Ic 
Icm 
T; 

T; 
Prot 


Renyu 
RtnyG 


200 
-65 bis 175 
250 


s700 
s400 


Maße in mm 


Vx 


BFW 30 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) 


Stromverstärkung 
(Ic = 25 mA; Uce =5V) 
(Ic =50 mA; Uce=5V) 


Dynamische Kenndaten (Tj = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 50 mA; Uce = 5 V; f= 200 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Ic =2 mA; Uce = 5 V; f=1MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität (Ucgo = 5 V; f=1MHz) 
Leistungsverstärkung 

(Ic = 30 mA; Uce = 5 V; f= 200 MHz; Rg = 60 Q) 
(Ic = 30 mA; Uce = 5 V; f= 800 MHz; Rg = 60 0) 
Rauschzahl 

(Ic = 2 mA; Uce = 5 V; f = 500 MHz; Rg =60. 0 
Ausgangsspannung’) 


Icso 


(Ic = 30 mA, Uce = 5V; dım =60 dB; Rs = Rı =75Q) UA 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pax= (Tu) 


300 ——— BER 


1) 3-Sendermethode f= 800 MHz 


21 (219) 
7,5 


s5 


350 


nA 


dB 


mV 
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Vx 


S-Parameter 


Arbeitspunkt: Uc£ = 5 V, Ic = 30 mA, Z,=500 


f 
(GHz) 


Pwonm—o 


DD u a a a a 


OODNO 0 


776: 


BFW 30 


p S21 p 912 p (üien p 

-89 11,49 107 0,036 74 0,580 -17 
-126 6,20 94 0,064 80 0,494 -13 
—148 4,26 89 0,093 82 0,465 -11 
-160 3,27 84 0,122 84 0,450 -10 
-165 2,67 80 0,150 85 0,417 11 
-168 2,28 77 0,178 86 0,402 -15 
-171 1,98 73 0,201 87 0,399 -17 
-172 1,84 69 0,229 88 0,399 -20 
-170 1,69 68 0,260 89 0,406 24 
-172 1,54 66 0,286 89 0,419 -27 
-173 1,42 63 0,309 90 0,447 -28 
-172 1,33 59 0,332 89 0,465 -31 
-168 1,26 57 0,355 88 0,501 -32 
-168 1,17 53 0,372 87 0,515 -32 
-162 1,11 49 0,390 83 0,534 -35 
-127 1,05 45 0,409 80 0,564 -37 
-80 0,99 40 0,416 77 0,605 -41 
-83 0,87 31 0,393 71 0,650 -49 
-97 0,69 17 0,321 61 0,734 -60 
-124 0,32 4 0,161 62 0,786 -81 


Vx 


NPN-Si-HF-Breitbandtransistoren BFW 92 
2 N 6621 


BFW 92 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehäuse 
50 B 3 DIN 41867 (ähnlich TO-119), für Verwendung als HF-Verstärker bis in den 
GHz-Bereich, z. B. für Breitbandantennenverstärker. Auf Wunsch ist dieser Transistor in 
JEDEC-Ausführung als Typ 2 N 6621 lieferbar. 


Typ Bestellnummer 


BFW92 | 062702-F321 ie 
2N 6621 | 068000-A4669 


0,9x0,2 005 
Gewicht etwa 0,3 g Maße in mm 
BFW 92 
Grenzdaten 2 N 6621 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 25 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Kollektorspitzenstrom (f > 1 MHz) Icm 50 mA 
Sperrschichttemperatur T, . | 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tu = 70 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung Rtnsu 400 | K/w 
(befestigt auf Glasfaser-Epoxyd-Leiterplatte 
40x25x1 mm) 
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Vx 


BFW 92 


2 N 6621 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) Icso s50 nA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 20 mA) Uczsat') | 0,75 v 
Stromverstärkung 
(Ice =2mA;Uce=1V) B 20 bis 150 - 
‚Uc = 25 mA; Uce =1V) B 220 u 
Dynamische Kenndaten (T,, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ic = 14 mA; Uce = 5 V; f = 200 Mhz) fr 1,9 GHz 
Rückwirkungskapazität 
(Ic =2 mA; Uce =5 V; f= 1 MHz) C12e 0,6 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucso = 10V; f= 1 Mhz) CcBo 0,7 pF 
Leistungsverstärkung 
Ic = 14 mA; Uce =5 V;f=800 MHz; Rs =60. 0) Vpe 11 dB 
Rauschzahl 
(Ice =2 mA; Uce=5V; 
f= 800 MHz; Rg = 60 Ohm) F 4 dB 
Ausgangsspannung?) Ua 150 mV 


(Ic = 14 mA; Uce = 5 V; FREE ERBEN 


S-Parameter 
Arbeitspunkt: /c = 14 MA; Uce =5 V;Z, =600Q 


f 11 p S21 p 12 p $22 p 
(Ghz) 

0,1 0,445 - 73 16,307 131 0,017 58 0,810 14 
0,2 0,345 -118 10,622 | 109 0,027 62 0,678 -19 
0,3 0,313 -142 7,400 98 0,034 64 0,646 -19 
0,4 0,309 -157 5,750 90 0,043 65 0,611 -19 
0,5 0,311 -169 4,628 84 0,051 69 0,594 -22 
0,6 0,315 -178 3,919 80 0,059 72 0,617 24 
0,7 0,326 173 3,362 76 0,067 72 0,601 -23 
0,8 0,337 168 2,926 71 0,077 73 0,572 -26 
0,9 0,349 164 2,622 68 0,085 73 0,576 -31 
1,0 0,357 159 2,344 63 0,094 74 0,602 -33 


1) Für die Kennlinie, die bei /B = const. durch den Kennlinienpunkt /C = 22 mA; UcE =1V verläuft. 
2) 3-Sendermethode f = 800 MHz 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustlelstung 


mW Por fl) 
300 17 


0 50 100 150 °C 


BFW 92 
2 N 6621 
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Vx 


Nicht für Neuentwicklung 


| 


NPN-Si-HF-Breitbandtransistor 


BFW 93 


BFW 93 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor in einem kapazitätsarmen 
Kunststoffgehäuse 50 B3 DIN 41 867 (ähnlich TO-1 19). Der Transistor eignet sich besonders 


für HF-Verstärker bis in den GHz-Bereich. 


Typ Bestellnummer 
BFW 93 062702-F365 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (f > 1 MHz) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty < 70 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
befestigt auf Glasfaser-Epoxid- 
Leiterplatte 40x25 x 1 mm 


780 


0,9x0,2 2095 


Gewicht etwa 0,3 g 
Maßeinmm 


150 
-55 bis +125 
200 


| s400 


K/w 


BFW 93 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 10 V) Icso s50 nA 
Stromverstärkung 

(Ic = 25 mA; Uce =5V) B 225 - 
(Ic = 50 mA; Uce =5V) B 225 - 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 


(Ic = 50 mA; Uce = 5 V; f = 200 Mhz) fr 1,6 GHz 
Rückwirkungskapazität 

(Ic =2mA; Uce =5V;f=1 MHz) C12e 0,6 pF 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Uceo = 5 V; f= 1 MHz) Ccso 1,5 pF 
Leistungsverstärkung 

(Ic = 30 mA; Uce =5 V; f= 200 MHz; Ra = 600) Ve 23 dB 
(Ic = 30 mA; Uce = 5 V;f= 800 MHz; Re = 600) Vpe 11 dB 
Rauschmaß 

(lc =2 mA; Uce=5V; 

f = 500 MHz); Rg = 60 Ohm) F sb dB 
Ausgangsspannung') Un 350 mV 
(Ic = 30 mA; Uce =5 V; dım = 60 dB; RG = RL = 750) 


S-Parameter: 1 
Arbeitspunkt Ic = 30 mA, Ucg = 5 V,Z,=500Q 


f S11 p S21 P S12 p $22 o Gmax 
(GHz) 


Ze ge 
0,1 0,346 |-134 |17,385 |115 0,015 |60 0,680 |-20 |28,1 
0,2 0,372 |-158 9,549 | 97 0,024 |68 0596 |-17 |22,2 
0,3 0,384 |-168 6,519 | 88 0,034 |69 0,555 |-15 [186 
04 |0,396 |-175 5,001 | 83 0,044 |72 0,528 |-17 |16,1 
05 0,422 |-179 3,978 | 79 0,053 |73 0,540 |-22 [14,3 
0,6 |0,431 177 3,322 | 73 0,062 |73 0,556 |-23 [12,9 
0,7 10,445 173 2,888 | 70 0,072 |74 0,527 |-26 | 11,6 
08 10,447 169 2,534 | 66 0,081 |75 0,547 |-31 |10,6 
0,9 |0,466 166 2,222 | 63 0,088 |76 0,537 |-33 9,5 
0,468 163 1,981 | 59 0,098 |75 0,542 |-37 8,5 
0,484 160 1,818 | 55 0,107 |75 0,532 |-40 7,8 
0,491 156 1,681 | 52 0,117 |75 0,534 |-44 7,2 
0,515 154 1,560 | 50 0,128 |76 0,533 |-48 6,6 
0,521 152 1,443 | 47 0,138 |77 0,531 |-53 6,0 
0,541 151 1,333 | 45 0,147 |78 0,544 |-54 5,5 
0,534 149 1,260 | 41 0,157 |77 0,538 |-57 5,0 
0,560 146 1,192 | 39 0,170 |76 0,526 |-64 4,6 
0,559 145 1,120 | 36 0,181 |76 0,546 |-67 4,1 
0,580 143 1,058 | 34 0,192 |75 0,518 |-71 3,6 
0,583 142 1,013 | 32 0,206 |74 0,537 |-75 3,4 


oo NnmDuPwnm-0 


D--2-2-.2.-.-..-.-.0+ 


1) 3-Sendermethode f =800 MHz 
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BFW 93 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


mW Pa = flo) 

300 
Pot 

200 

100 

0 
0 50 100 150 °C 
— T, 
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NPN-Si-Transistor für VHF-Endstufen BFX 55 
in Breitbandverstärkern 


BFX 55 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 5 C 3 DIN 41873 
(TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor BFX 55 
ist besonders für den Einsatz in VHF-Endstufen in Antennenkanal- und Breitbandverstärkern 


geeignet. cEB 


Typ | Bestellnummer 
BFX55 | 060206-X55 

Gewicht etwa 1,59 Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 60 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3,5 V 
Kollektorstrom Ic 400 mA 
Basisstrom I 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 68 °C) Prot 2,2 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung Rınsu s220 K/W 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse RınyG s60 K/Ww 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung f = 200 MHz 


Rj=600 R= 500 


(Kühlung des Transistors durch aufgesteckten Radiator mit Rın = 30 K/W) 


Li 1Wdg 0,5 CuLS 

La 3 Wdg 6,5 ® Windungsabstand 1,5 mm 1® vers. Cu 

L3 20 Wdg 0,5 CuLS auf Siferritkern B63310-A3004-X025 
transformierter Lastwiderstand R| = 450 Ohm 
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Vx 


BFX 55 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 40 V) Icgo s50 nA 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

(Icss = 100 uA) Uerıces | > 60 V 
Stromverstärkung (/c = 50 mA; Uce =5 V) B 30 bis 160 - 


Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ic = 50 mA; Ucg = 15 V) fr 700 MHz 
Kurzschluß-Rückwirkungs-Kapazität 
(Ic =1mA; Uce = 10 V;f=1MHz) C12e 2,5 (< 3,5) pF 


Leistungsverstärkung in Emitterschaltung 
(f = 200-MHz; R| = 450 Q; siehe Meßschaltung) 


Uc = 40 mA; Ucp = 25 V) Ya 16 dB 
Ausgangsspannung 
(Ic = 40 mA; Ucg = 25 V; dm = 30 dB; RL=60Q) Uheif 2,4 V 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Par = F(T); Rın = Parameter 


4 
IB | 
Rot 
SE REN 
2 je | 
oh m 
Rınsa aa IE 
L 
1 
| ER 
R 
m thau 
0 =, 
0 100 200 °C 
— T 
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BFX 55 


S-Parameter 


Arbeitspunkt: Ucg = 15 V, Ic = 50 mA, Z, =500 


f Sn p 21 p 12 pP S22 p 
(GHz) | I 

0,1 0,470 |-172 6,25 | 85 0,042 ir 77 0,455 -13 
0,2 0,505 176 3,18 73 0,078 84 0,444 -17 
0,3 0,540 171 2.183 65 0,114 90 0,447 -24 
0,4 0,577 165 1,66 56 0,158 94 0,452 -33 
0,5 0,604 161 1,36 51 0,209 97 0,451 -45 
0,6 0,634 157 1,12 47 0,272 98 0,464 -58 
0,7 0,637 153 0,95 44 0,332 97 0,478 -70 
0,8 0,644 148 0,84 43 0,398 95 0,498 -82 
0,9 0,650 143 0,76 45 0,471 93 0,526 -92 
1,0 0,639 139 0,69 46 0,532 90 0,535 -99 
1,1 0,620 134 0,65 49 0,586 87 0,524 -106 
1,2 0,599 128 0,64 51 0,630 83 0,526 -113 
1,3 0,574 121 0,64 53 0,673 79 0,505 -117 
1,4 0,559 116 0,65 54 0,705 76 0,480 -121 
1,5 0,549 110 0,65 54 0,722 72 0,442 -129 
1,6 0,557 105 0,66 54 0,741 68 0,439 -137 
1,7 0,580 104 0,67 54 0,761 66 0,439 -144 
1,8 0,585 105 0,66 53 0,742 63 0,453 -156 
1,9 0,593 102 0,65 51 0,723 59 0,473 -165 
2,0 0,647 103 0,64 50 0,706 56 0,505 -174 
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Kollektorstrom Ic = f (Ug:) 
MA Uce = 2 V; Tu = Parameter 


03 


1 
I 


5 


Ausgangskennlinien /c = f (Uc:) 


ma Is = Parameter 


10 ri: oT 
016 
I 
| 8 01% 
FE 072 
6 ) 
010 
0.08 
14 
0,06 
0,04 
2 
Ip= 0,02mA 
0 
0 05 10V 
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mA 
100 


mA 
50 


20 


BFX 55 


Ausgangskennlinien /. = f (Uce) 
Ia = Parameter 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Use = Parameter 


ri 
BO 079 
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BFX 55 


MHz Yce = Parameter 


800 
fr 700 
500 
500 
100 
900 


200 


Sättigungsspannung Ucesat 
Sättigungsspannung Upesat 


ig 
. 
an 
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a 
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Transitfrequenz fr =/ (Ic) 


T 1 u 
1 | 
+7 7 1 
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0 
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Temperaturabhängigkeit des 
Reststromes /cao = f (Tu) 


mA 
m nn, 
= 
3 
sS = = =, 
= = 
is 
o | L I 
== 
1° 
1" | Feen —ı 
0 100 200°0 
—n 


Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
PF Cı2e = f (Uca) 


3 


I1ze 
, 


BFX 59 
BFX 59F 


NPN-Si-Transistoren für Treiber- und Endstufen 
in Breitbandverstärkern 


BFX 59 und BFX 59F sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren im Gehäuse 
18A4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Die Tran- 
sistoren eignen sich zur Verwendung in Treiber- und Endstufen kleiner Leistung bis in den 


UHF-Bereich. 


Typ Bestellnummer 
BFX 59 060206-X59 
BFX 59F 060206-X59-S5 


Gewicht etwa 0,4g Maße in mm 
BFX 59 

Grenzdaten BFX 59F 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 30 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 V 
Kollektorstrom Ic 100 mA 
Basisstrom R 30 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Gesamtverlustleistung (Ts 70 °C) Prot 370 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rensu s650 K/w 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse Rehys s350 K/w 
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BFX 59 


BFX 59 F 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BFX 59 | BFX 59 F 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucgo = 20 V) Icso 0,3 (s10) 0,3 (s10) nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Iceo = 10 mA) Ugr)cEo >20 >20 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(lego = 10 uA) U(gr)EBO >3 >3 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 
(Ic = 10 mA; Uce = 10V; f=1 kHz) Bo 30 bis 200 30 bis 200 - 
Transitfrequenz 
(Ic =8 mA; Uce = 10V; ; 
f= 100 MHz) fr 900 (>600) 900 (>600) MHz 
(Ic = 20 mA; Uce = 10V; 
f= 100 MHz) fz 1000 (>700) | 1050 (>700) MHz 
(Ic = 35 mA; Uce =10V; 
f= 100 MHz) fr - 1000 (>700) MHz 
Kurzschluß-Rückwirkungskapazität 
(Ic = 1 mA; Ucg = 10V; f= 1 MHz) Cı2e 0,4 bis 0,8 0,6 bis 0,9 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 
(Ic = 10 mA; Ucg = 10 V; f=30 MHz) r5p-Cpc | 4 4 ps 
Rauschzahl . 
(Ic =3 mA; Uce = 10V); 
f= 200 MHz; Rg = 60 Q) F 3,4 (<4,5) 3,4 (<4,5) dB 
(Ic =3 mA; Uce = 10V; 
f= 300 kHz; Rg = 300 Q) F 2,6 2,6 dB 
S-Parameter 
Arbeitspunkt Uce = 8 V; Ic = 30 mA, Z, =50. 0 
f S11e 0) S21e p S12e p S22e [0) Gmax 
(GHz) AN I. | I . | _ 108) 
0,1 0,337 |-122 10,562 | 98 0,016 |61 0,780 |- 9 |25,1 
0,2 0,312 |-150 5,702 | 83 0,028 |68 0,762 |-12 |19,3 
0,3 0,315 |-166 3,807 | 74 0,038 |72 0,767 |-17 15,9 
0,4 0,330 |-179 2,779 |65 0,048 |74 0,769 |-22 |13,3 
0,5 0,351 171 2,210 | 58 0,058 |76 0,768 |-26 11,3 
0,6 0,372 163 1,839 | 50 0,068 |78 0,783 |-31 10,1 
0,7 0,382 156 1,619 | 42 0,079 |78 0,799 |-36 9,3 
0,8 0,509 144 1,451 | 29 0,147 |83 0,720 |-56 141 
0,9 0,397 134 1,300 | 26 0,120 |73 0,804 |-51 7,5 
1,0 0,406 123 1,135 | 19 0,130 |74 0,815 |-57 6,6 
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BFX 59 
BFX59F 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


y Pror = F(T); Rn = Parameter 


400 


200 


100 


pF 
15 


BFX 59, BFX59F 


] 


Kurzschluß- 
Rückwirkungskapazität 
C120 =f(Uca); IE = 1 mA; f= 1 MHz 


BFX 59 


er 


Bank Io 1mA 


0 ii) 20V 
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Ausgangskennlinien /c = f(Uce) 
Ig = Parameter 
mA BFX 59, BFX59F 


Transitfrequenz fr =f (I 
Sera 

MHZ BFX 59 
1200 


1000 


200 


0 10 20 30mA 
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BFX59F 


Era 


Kurzschluß-Rückwirkungs- Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Kapazität Cı2. = f (Uce) f=100 MHz 
Ie=1mA; f=1 MHz 
BFX59F MHZ BFX59 F 
1200 
[—! 
00 —- 
f 


600 L 
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eu 
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| Nicht für Neuentwicklung 


NPN-Si-Transistor für HF-Verstärkerstufen 


BFX 60 


BFX 60 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Gehäuse 18 A 4 DIN 
41876 (TO-72), jedoch mit abweichender Anschlußfolge. Die Anschlüsse sind vom Gehäuse 


elektrisch isoliert. 


Der Transistor ist besonders für HF-Verstärkerstufen in Emitterschaltung geeignet. 


Typ | Bestellnummer 
BFX 60 | 060206-x60 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg s 70 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung 


“ Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse 


792 


SS 
2 52 


Gewicht etwa 0,4 g 
Ucso 40 
Uceo 25 
Ueso 4 
Ic 25 
T, 200 
Ts -65 bis +175 
Prot 370 
Bin <650 
RtnyG s350 


Maße in mm 


K/w 


Vx 


BFX 60 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Stromverstärkung (Ic = 7 MA; Uce =10 V) B 100(> 50) _ 
Basis-Emttterspannung (Ic = 7 MA; Uce = 10V) Uge 0,74(< 0,9) V 
Basisstrom (Ucg = 2 V; -Ie = 20 mA) Is <1,3 mA 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgs = 40 V) Icss <100 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Iceo =2 mA) UlBr)cEO >25 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(leso = 1 uA) Uerieso | >4 V 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Uce = 10 V; Ic = 5 mA; f = 100 Mhz) fr 550 (> 400) MHz 
Rückwirkungskapazität 

(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f=1 MHz) C12e 0,26 (< 0,3) pF 
Rauschzahl 

(Ic = 2 mA; Uce = 10 V; f= 200 MHz; Rg = 60.0) F 5 dB 


Vorwärtssteilheit Y31 e 


Ic = 2 mA; Uce = 10 V Ic = 7 mA; Uce = 10 V 


f= 35MHz Yaıe = 67 mS; 9210 = -10° Y21e = 140 mS; 921 & = -30° 
f= 100 MHz Y2ıe = 63 mS; P21e = -37° Yz1e = 100 mS; p21 e = -60° 
f = 200 MHz Y21 e = 60 mS; 21. = -60° Yzıe= 80 mS$; pzıe = -90° 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Kollektorstrom Ic = f (Is) 
mW ‚Pror = F(T); Rın = Parameter maUce = 10 
400 BE ac Van Ta ug a 0 —— — 
Si a er 
I | 1 UV 
Aut ii HH | 
300 —- Rene 1 
I" 
Rın su 
200 
4 
100 
[= 
0 
0 100 200 °C 0 02 04 06 mA 
—e:T — 
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BFX 60 


Ei lini =f(U Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
ua Far Inte.la = FilSfon] mA /s = Parameter (Emitterschaltung) 
500 


s £ 8 
,„ HH Ze: + 


| m = ul | 1 
- 
| 
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200 


100 


Ausgangskennlinien Ic = f (Ue;) Durchbruchspannung Usarjcer = f (Rp 
Is = Parameter (Emitterschaltung) Grenzkurve Ic. =2 mA; Res1kQ 
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NPN-Si-Transistor für HF-Breitbandverstärker 


BFX 89 


BFX 89 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-HF-Transistor im Gehäuse 18 A 4 DIN 41876 
(TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Transistor ist für allgemeine 
Anwendungen bis in den GHz-Bereich geeignet, z. B. für Antennen- und Hochfrequenz- 


verstärker 


Typ Bestellnummer 
BFX 89 062702-F296 


Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge s 50 Q) 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 

Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom (t < 1 us) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 

Gesamtverlustleistung (Tu < 60 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


90,45 


N} 
|. 52. 


Gewicht etwa 0,4 9 


200 
-65 bis +175 
200 


s700 
s400 


Maße in mm 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


- Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 15 V) IcBo 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 20 mA) Ucesat 
Stromverstärkung 
(Ic =2 mA; Uce = 1V) B 
(Ic =25 mA; Uce=1V) B 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 


(Ic = 2 mA; Uce = 5 V; f= 200 MHz) fr 
Rückwirkungskapazität 

(Ie =2 mA; Uce =5V; f= 1 Mhz) Ci2e 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucg = 10V; E = 0; f= 1 Mhz) Ccso 


Rauschzahl (Ic =2 mA; Uce =5 V) 
(f = 200 MHz; Rg = 100 Q) F 
(f = 500 MHz; Rg = 60 Q) F 
(f = 800 MHz; Re = 60 0) F 
Leistungsverstärkung 7 
(Ic =14 mA, Uce = 10 V;f= 200 MHz; Rs = 60.0) 
Ausgangsspannung!) UA 
(Ic = 14 mA; Uce =5V; RL = 75 9; dm = 60 dB) 


1) gemessen mit 3-Sendermethode f=800 MHz 


796 


s10 
s0,75 


20 bis 150 
20 bis 125 


BFX 89 


nA 


GHz 


Vx 


BFX 89 


Arbeitspunkt /c = 12 mA; Uce =5 V;Z, -50 9 


f S11 P S21 P S12e p S22e p Gmax 
(GHz) (aB) 
0,2 0,258 |- 78 7,249 |107 0,058 |76 0,592 |-14 19,38 
0,3 0,160 |-100 5,095 97 0,080 |80 0,529 |-12 15,68 
0,4 0,132 |-122 3,918 90 0,104 |83 0,514 |-10 13,27 
0,5 0,130 | -140 3,229 86 0,125 [86 0465 |- 9 11,31 
0,6 0,143 |-151 2,788 83 0,149 |88 0,463 |-12 10,04 
0,7 0,150 |-155 2,410 80 0,171 89 0,455 |-13 8,75 
0,8 0,160 |-159 2,137 76 0,190 |90 0,456 |-15 7,72 
0,9 0,160 |-158 2,009 43 0,214 190 0,467 |-17 7,24 
1,0 0,152 |-157 1,837 71 0,233 |91 0,473 |-20 6,48 
1,1 0,136 |-153 1,684 69 0,252 192 0,508 |-21 5,90 
1,2 0,117 |-146 1,573 66 0,269 |93 0,522 |-22 5,38 
1,3 0,092 |-135 1,466 63 0,275 194 0,563 |-24 5,02 
1,4 0,074 |-114 1,371 60 0,287 |93 0,595 |-25 4,66 
1,5 0,070 |- 89 1,267 56 0,298 |92 0,637 |-26 4,34 
Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Poa= ft) 
300 
Pot 
200 
100 
f) h 
0 100 200 °C 
—e7T 
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NPN-Si-Transistor für HF-Breitbandverstärker BFY 90 


BFY 90 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-HF-Transistor im Gehäuse 18 A 4 DIN 41876 
(TO-72). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Transistor ist für allgemeine 
Anwendungen bis in den GHz-Bereich geeignet, z.B. für Antennen- und Hochfrequenz- 
verstärker. 


Typ | Bestellnummer 0h5 


BFY 90 | 062702-F297 Br 
Mi S23 

Gewicht etwa 0,4 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 30 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Age S 50 Q) ÜceER 30 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 2,5 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Kollektorspitzenstrom (t < 1 us) Icm 50 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu < 60 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rınsu s700 K/w 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse RınyG s400 K/W 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 15 V; E=0) 

Stromverstärkung 

(Ic =2mA;Uce=1V) 

(Ic = 25 mA; Uce= 1V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung') 
(Ic = 20 mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ice =2 mA; Uce = 5 V; f = 200 MHz) 
Rückwirkungskapazität 

(Ice =2 mA; Uce =5 V; f= 1 Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucg = 10V; E = 0; f= 1 Mhz) 
Rauschzahl (/c = 2 mA; Uce =5 V) 
(f = 100 kHz; Rg = Rg opt) 

(f = 200 Mhz; Rs = Re opt) 

(f = 500 MHz; Rg = 50 Q) 

(f = 800 MHz; Rg = 50 Q) 
Leistungsverstärkung 


(Ic = 14 mA; Uce = 10 V; f = 200 MHz; Rg = 60 Q) Hi 


Ausgangsspannung!) 


(Ic = 14 mA; Uce =5 V; Re = RL = 75 Q; din = 60 dB) 


1) gemessen mit 3-Sendermethode f=800 MHz 


s10 


20 bis 150 
20 bis 125 


s0,75 


21,2 

0,6 (z0,8) 
s1,5 

s4 

2,5 (s3,5) 
s5 

5,5 (s6,5) 


23 
150 


2) Für die Kennlinie, die bei /, = const. durch den Punkt /. = 22 mA; Uce = 1 V verläuft. 


BFY 90 


nA 


GHz 
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BFY 90 


S-Parameter: 


Arbeitspunkt Uce =5 V; Ic = 12 mA; Z, =500 


f Sie P S21 P S12e P $22e p Gmax 

(GHz) (dB) 

0,2 0,252 - 77 7,354 107 0,056 177 0,596 -13 19,52 
0,3 0,156 - 97 5,142 97 0,078 |81 0,535 -12 15,79 
0,4 0,127 -119 3,970 91 0,102 |85 0,524 -9 13,44 
0,5 0,125 -136 3,287 86 0,123 |87 0,483 -9 11,56 
0,6 0,136 147 2,821 83 0,146 |88 0,477 —11 10,21 
0,7 0,144 -152 2,434 81 0,168 90 0,469 -13 8,90 
0,8 0,155 -156 2,155 76 0,187 91 0,472 -15 7,87 
0,9 0,156 -155 2,026 74 0,210 |91 0,483 -17 7,39 
1,0 0,149 -153 1,850 72 0,229 93 0,490 -20 6,63 
1,1 0,135 -148 1,692 70 0,249 94 0,525 -21 6,05 
1,2 0,117 141 1,578 68 0,267 96 0,537 21 5,50 
1,3 0,095 -130 1,468 65 0,273 96 0,575 -23 5,12 
1,4 0,077 —111 1,373 62 0,286 95 0,608 -24 4,78 
1,5 0,072 - 87 1,275 58 0,300 95 0,644 -25 4,46 


Temperaturabhängigkeit der. 


zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Pia = FM; Ru, = Parameter 


300 177 


800 


Vx 


Silizium-Kleinstthyristor 


BR 103 


BR 103 ist ein Silizium-Planar-Thyristor im Plastikgehäuse 10 A3 DIN 41868 (TO-92). 
Dieser Thyristor ist für die verschiedensten Anwendungen, wie Steuerungen und Regelungen, 
Zähler, Schalter usw. für kleinere Leistungen geeignet. 


Typ | Bestellnummer 
BR 103 | 068000-A729 


0,4x0,& 


Er _ 


Montagehinweis: 


52 L. 


ten 
fi 
nu 
N. 
f 


-02 


Befestigungsbohrung 2 0,6 
Gewicht etwa 0,25 g 


Grenzdaten (T; =-40bis +125 °C; Rex = 1000 Q) 


neg. und pos. periodische Spitzensperrspannung 
effektiver Thyristorstrom 
Thyristor-Stoßstrom sinusförmiger Impuls 
(td < 10 ms) 

periodischer Stoßstrom 

bei ty =6,usundf=40 kHz Sinus 
Gate-Durchlaß-Spitzenstrom 

periodische Gatesperrspannung 
Lagertemperatur 

Sperrschichttemperatur 

mittlere Gateverlustleistung 
Gate-Spitzenverlustleistung 


Urr/Uor 
Ir(eff) 


Irs 


0,5 

6 

—40 bis +125 
—40 bis +125 
0,01 

0,1 


ssö65 <>r> > DP< 
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Vx 


BR 103 


Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


neg. und pos. Sperrstrom (Rek = 1 KQ) 
(T; = 125 °C) 
Haltestrom (Rgk = 1 kQ) 

(T; = -40 °C) 
Durchlaßspannung 
(ıs=1A;to =1 ms) 
Gate Triggerstrom 
(Uak = 6V; RL = 100.0) 
(T, = 0°C) 
Gate Triggerspannung 
(Uak = EV, RL= 1009, 
Rer =1k9,T,= 0°C) 
Gate-Vorwärtsspannung ohne Zündung 
(Up = Uor; Rex = 1 kQ; Tj = 125 °C) 
Kritische Spannungssteilheit 
(Re = 1 kK9; T, = 125 °C; Ua = 10V) 


Freiwerdezeit 


Irs(Rechteck) = 1 A; tp = 50 us; 

Ur = 20 V; Upk = Upr; Tauydt = 5 us) 
Einschaltzeit . 

(Uo - Upr; RL =100 09; Rex =1k9; 
Icts = 1,4 mA, to = 5 us; tr = 40 ns) 
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Ir/Io 
Ir/Io 


<2 
<50 
<3 
<4 


<1,5 
<200 
<250 
<0,8 


<0,9 


>0,1 


10 


V/us 


Ss 


Vx 


Dauergrenzstrom (Sinus) /7av = f(T,) 
f= 50 bis 400 Hz 


) mi T | 
BER © Ai 
N 
| 0,6 = 


0,5 F-6leichstrom TTıTı 


0 20 40 60 80 WO 10 10°C 


— 7, 


Dauergrenzstrom (Sinus) /7av = f (Te) 
f= 50 bis 400 Hz 


Gleichs 


=; 
0 |.p [ne 


$ = Phasenwinkel 


0 20 40 60 80 100 120 140°C 


BR 103 


Durchlaßkennlinie (Kurzzeitleistung) 
Its = (Ur) 


Verlustleistung (Sinus) Ptoı = f (ITav) 
f=50bis400 Hz; T =125°C 


Is 
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Stoßstrom 
Its = f (Überlastungen bei 50 Hz) 


Ms: 


TTTTTM 
Einzelüberlastungen 


10 10! ln 
——oAnz.d.lberl. 


BR 103 


Vx 


Silizium-Kleinstthyristor BR 303 


BR 303 ist ein Si-Planar-Thyristor im Kunststoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869 Bl. 4 (TO-126). 
Der Thyristor ist besonders für den Einsatz in Schaltnetzteilen sowie für universelle. An- 
wendungen bei kleiner und mittlerer Leistung geeignet. 


Typ Bestell-Nr. 
BR 303 068000-A3436 


Grenzdaten (T; = 40 bis 125 °C, Rgk = 1000 Ohm) Gewicht etwa 1,59 Maße in mm 

neg. u. pos. periodische 

Spitzensperrspannung Urr/Udr 30 ; V 

Effektiver Thyristorstrom Irleff) 0,8 A 

Thyristor-Stoßstrom 

(nach DIN 41787 sinusförmiger 

Impuls t, < 1 ms) Irsm 6 A 

Periodischer Spitzenstrom 

(td =5 us; v<0,1) IrRMm 4 A 

periodische Gatespannung Ukaıp 8 V 

Lagertemperatur Ts -55 bis 125 °C 

Sperrschichttemperatur T; 125 °C 

mittlere Gateverlustleistung Paıav) 0,1 W 

Gate-Spitzenverlustleistung Pas 2. W 

Wärmewiderstand 

Thermischer Widerstand 

(Sperrschicht-Umgebung) Rthyu s125 K/w 

Thermischer Widerstand 

(Sperrschicht-Gehäuse) RtnJG z25 K/w 
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Vx 


BR 303 


Statische Kenndaten (Tg; = 25 °C) 

neg. und pos. Sperrstrom 

(Rek = 1 kOhm) 

(Rgk = 1 kOhm; T; = 125 °C) 

Haltestrom (Rex = 1 kOhm) 

neg. Gatestrom (t„ = 10 us) 
Durchlaß-Spannung gepulst (Fr = 3A; t, = Bus) 
Gate-Triggerstrom 

(Uak =6V; RL = 100 Ohm) 
Gate-Triggerspannung 

(Uak =6V; RL = 100 Ohm; Rex = 1 Ohm) 
Gate Vorwärtsspannung ohne Zündung 
(Up = Uor, Rex =1 kQ) 

Kritische Spannungssteilheit 

(Rak = 1 kOhm, Uak = 20 V). 
Freiwerdezeit 

(Irs(Rechteck)= 0,8 A, tp = 50 us: 

Up = 20V; Uak = Upr; du/dt = 20 V/us) 
Einschaltzeit 

(Up = Uor; RL = 100 Ohm; Rex = 1 kOhm 
Icts = 1,4 mA; I, = 5 us;t, =40 ns) 
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tein 


<2. 
<s50 
<5 
0,05 
<2,0 


s200 


<0,8 
20,1 


V/us 


HS 


uS 


Vx 


Silizium-Kleinstthyristor 


BR 403 


BR 403 ist ein Si-Planar-Thyristor im Kunststoffgehäuse -TO 202. Der Tyristor ist besonders 
für den Einsatz in Schaltnetzteilen sowie für universelle Anwendungen bei kleiner und 


mittlerer Leistung geeignet. 


is 
Typ | Bestellnummer Fa = 
BR 403 | 0 62702-R306 3 
| FH, 
ni [ = zii 4 2 
S 38 -- 
13,2*1 21,720, —i 
Gewicht etwa 15 g Maße jnmm 
38:02 
Auf Wunsch mit abgebogenem 
Befestigungsblech lieferbar! 
Grenzdaten (T; = -40 bis 125 °C, Rex = 1000 Ohm) 
neg. u. pos. periodische 
Spitzensperrspannung Urr/UorR 30 V 
Effektiver Thyristorstrom Irleff) 0,8 A 
Thyristor-Stoßstrom 
(nach DIN 41787 sinusförmiger 
Impuls tu < 1 ms) Irssm 6 A 
Periodischer Spitzenstrom 
(p =5us S 0,1) ITRM 4 A 
periodische Gatespannung UkG)P 8 V 
mittlere Gateverlustleistung Paav) 0,1 W 
Gate-Spitzenverlustleistung Pas 2 W 
Lagertemperatur Ts 55 bis +125 TC 
Sperrschichttemperatur T; 125 °C 
Wärmewiderstand 
Thermischer Widerstand 
(Sperrschicht-Umgebung) Rthyu s80 K/w 
Thermischer Widerstand 
(Sperrschicht-Gehäuse) RtnyG s30 K/W 
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Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


neg. und pos. Sperrstrom 

(Rgk = 1 kOhm) 

(Rek = 1 kOhm; T; = 125 °C) 
Haltestrom (Rgk = 1 kOhm) 

neg. Gatestrom (t„ = 10 us) 
Durchlaßspannung gepulst 

(H=3A;t, =5 us) 

Gate-Triggerstrom 

(Uak = 6 V; R. = 100 Ohm) 
Gate-Triggerspannung 

(Uak =6 V; RL = 100 Ohm; Rek =1 kOhm) 
Gate-Vorwärtsspannung ohne Zündung 
(Uo = UDR- Rek =1 kOhm) 

Kritische Spannungssteilheit 

(Rak = 1 kOhm, Ua = 20 V) 
Freiwerdezeit 

(Irs(Rechteck) = 0,8 A; tp = 50 us; 

Ur = 20 V; Uak = Uor; du/dt = 20 V/us) 
Einschaltzeit 

(Up =) Upr ;RL= 100 Ohm; Rek = 1 kOhm 
Ists = 1,4 mA; t, = 5 us; t, = 40 ns) 
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BR 403 


tein 


V/us 


us 


x 


PNPN-Thyristor-Tetrode BRY 20 


BRY 20 ist eine ausschaltbare PNPN-Silizium-Thyristor-Tetrode in Planartechnik im Gehäuse 
5 CA DIN 41873 (TO-12). Das Anodentor (G,) ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Die Thyristor-Tetrode BRY 20 ist besonders für den Einsatz als mittelschneller Schalter 
geeignet. 


Typ | Bestellnummer 
BRY 20 | 060217-y20 

Gewicht etwa 1 g Maße in mm 
Grenzdaten 
Anodentorsperrspannung UGAR 40 V 
Negative Sperrspannung —UR 40 V 
Negative Steuerspannung UßKR 5 V 
Spitzenstrom [siehe Diagramm Irrm = fit)] Irsm 5 A 
Dauergleichstrom : I 500 mA 
kathodenseitiger Steuerstrom Ick 100 mA 
anodenseitiger Steuerstrom Isa 300 mA 
Ersatzsperrschichttemperatur T; -55 bis +125 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg s45 °C) Prot 1,3 W 
Wärmewiderstand' 
Gesamt-Wärmewiderstand Rtnyu s220 K/w 
Innerer Wärmewiderstand RtnyG s60 K/w 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Positiver Sperrstrom 
(Up = 40 V; Rek = 5 kQ; Ica = 0) Io 3 (<200) nA 
(Up = 30 V; Rex 5 kQ; Ica = 0) Io 2 (<200) nA 
Nagativer Sperrstrom 
(Ur =40V; Rek =5k9; Isa" 0) IR <200 nA 
(Up = 40 V; Rex = 5 KQ; Tu = 125 °C) IR <25 nA 
Kathodentor-Sperrstrom 
(Us =5V; ak = 0) -IGKR <10 nA 
Anodentor-Sperrstrom 
Usa =40V IGAR <200 nA 
Durchlaßspannung 
(IF = 100 mA; Rex = 5 kKQ; Ica = 0) Ur <1,3 V 
Nullkippspannung (-55 bis + 125 °C) 
Rek =5 K9; Ica = 0) Uso <40 V 
Haltestrom (Rex = 5 kQ) IA 2 (0,3 bis 6,5) | mA?) 
1) engere Toleranz auf Wunsch möglich 
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Arbeitspunkt: Ugatt = 15 V;RL=1kQ9; Iga = 0 
Kathodentor-Zündstrom 

Kathodentor-Löschstrom 

Zündspannung 

Arbeitspunkt: Ugatt = 15 V; RL = 500 9; Galg = 0 
Kathoden-Zündstrom 

Kathoden-Löschstrom 

Arbeitspunkt: Ugat = 15 V; RL = 0,5 KQ; Reck =5 kQ 
Anoden-Zündstrom 

Anodentor-Zündspannung 


Dynamische Kenndaten 


Arbeitspunkt: Ugat =15 V; RL =1kQ9; 

Rek = 5 k8; Ickr = Icka = 5 mA 

Zündzeit 

Abschaltzeit 

Sperrschichtkapazität (Uak = 20 V) 
Freiwerdezeit (Uaa = 15 V;RL=1kQ; Rak =5 kQ) 
Kritische Spannungssteilheit 

(Una = 40 V; Rex = 100 ka)? 


Meßschaltung für Schaltzeiten 


BRY 20 


50 (< 100) 
2,5 (<5) 
0,4(bis 0,8) 


50(< 100) 
10(< 15) 


<3 
0,4 bis 0,8 


100 (< 300) 
<5 i 
3,5 

7 


>5 


Zulässiger Anodenstrom 


F 
% Ir max 


100 


= f(T); Run = Parameter 


mA 


A) 


50 100 


ef 


150 °C 


1) Wenn das Anodentor über einen Widerstand (z. B. 200 kQ) an die positive Versorgungsspannung gelegt wird, 


ist der zulässige Spannungsanstieg unbegrenzt an der Anode. 
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Vx 


BRY 20 


Zulässiger Anodenstrom in Ab- 
hängigkeit von Impulsbreite und 
Tastverhältnis 

A Irrnm = f(t); v = Parameter 


EHEN 


Schaltverhalten Iy/Icka = f (I) 


S 
Li 


an LLuME Lalılit Kahl Lille Lu Lil 3 BE BE EU 
a u cu a a Bu 0 50 100mA 
—n 
Anodenstrom I, = f(T,) Durchlaßspannung U- = f (T,) 

nA Mittel- und Streuwerte y Durchlaßstrom Ir = Parameter 

10° 1 

5 

Iuc/a Ur 
! 102} 

5 10 

10 

5 
05 

10° = 

5 ; A 

—— Mittelwerte 
I 1 ——Streuwert | __| 
407 = | | Lil 0 
20 40 60 80 100 120° 
EUBEREE=® | 


BRY 20 


Zündstrom Icxr = f (T,) 
Zündspannung Ugxkr = / (Tu) 
V Us = 15V; AL=IKkN 
10 


BREUBEE SR 
BERBBRRES TIER 
SEzsBrRBaAnn 
PR I DE DE I a 
-20 0 20 40 60 80 100 120° 


—>n 


Abschaltstrom I/gxa = f (Tu) 
ma Ir = Parameter 


Dezauz 


1 
aizemmmE 
44H HI 


SE 
= 
I 
| 
1 
u 
— 
1 
u 
u 
| 
u 
1 
21 
— 


0 0 20 4 60 80 100 120° 


—-n 
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Anodensteuerstrom /gar = f (Tu) 
Rex = Parameter 
mA Usa = 15V; AL =1KQ 


5 
“RELERLETEISTTEE] 
NARRMASSEDZRRE 


1 
FAT BI I Te DE BE ER 
Per ae | 

5 


En 
Kr} 
2 

8 


i 
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B 
RS 
a 
S 
E 
M 
J 
Bin 
B 
E 


Je See] 
ei Be er 
BEE BER PA BE Da DZ RO a a EI! 


 PFRREERRBEBER| 
0 0 20 4 60 80 100 120°6 


——-n 


Haltestrom /;u = f (Tu) 
Mittel- und Streuwerte 
ma Ask =5Kn 
1 


Br een 
27a 


Tl 
= 


-20 0 20 40 60 80 100 120°C 


— M 


Vx 


PNPN-Thyristor-Tetrode BRY 21 


BRY 21 ist eine ausschaltbare PNPN-Silizium-Thyristor-Tetrode in Planartechnik im Gehäuse 
5 CA DIN 41873 (TO-12). Das Anodentor (G,) ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Die Thyristor-Tetrode BRY 21 ist besonders für den Einsatz als mittelschneller Schalter 
geeignet. 


Typ Bestellnummer 005 


BRY 21 062702-R81 er |. 
er 


51 


Gewicht etwa 19 


Grenzdaten 

Anodentorsperrspannung UGAR 80 V 
Negative Sperrspannung —UR 80 V 
Negative Steuerspannung UsKr 5 V 
Durchlaßstrom') Ir 500 mA 
Spitzenstrom IrsMm 5 A 
kathodenseitiger Steuerstrom Ick 100 mA 
anodenseitiger Steuerstrom Ica 300 mA 
Ersatzsperrschichttemperatur T; -55 bis +125 °C 
Lagertemperatur Tg -55 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg s 45 °C) Prot 1,3 W 
Wärmewiderstand 

Innerer Wärmewiderstand RtnyG s60 K/w 
Gesamt-Wärmewiderstand Rınsu s220 K/W 
Statische Kenndaten(Ty = 25 °C) 

Nullkippspannung 

(Rex = 5 kKQ; Tu s 125 °C) Uso 80 V 
Positiver Sperrstrom 

(Up = 80 V; Rak = 5 kQ) Io <200 nA 
(Up = 80 V;Rek =5 kQ) Io <25 nA 
Negativer Sperrstrom 

(Ur = 80 V; Rek =5 kQ) IR <200 nA 
(Ur = 80 V; Rek = 5KkQ) IR <25 nA 
Kathodentorsperrstrom 

(Ugkr =5 V) Tu = 25 °C) —IGKR <10 nA 
Anodentorsperrstrom 

(Usar = 80V) IGAR <200 nA 


1) di/dt ist nicht begrenzt 


813 


Durchlaßspannung 

(IF = 100 mA; Rex =5 ka) 
(IF = 300 mA; Rex =5 kQ) 
Haltestrom (Rex = 5 KQ) 
Kathodentor-Zündstrom 
(Ua=15V;RL=1ko; 
tiskr > 50 us) 


Abschaltstrom 

(Una = 15 V; Rı = 500 9; tyeka >50 us;) 
Kathodentor-Zündspannung 

(Ua = 15V; RR=1kQ) 
Anodentor-Zündstrom 

(Uaa = 15V; RL = 1kKQ) 
Anodentor-Zündspannung 

(Ua = 15V; RL =1k0O; 

Rex =5kKa) j 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Anoden-Kathodenkapazität 
(Uc = 20 V; f= 1 MHz) 


Schaltzeiten 

Zündzeit (Ug = +5 V; Una = 15V) 
Abschaltzeit Rsk = 5 kQ; Re = 500 Q) 
Freiwerdezeit 

(Una =: 15 V;RL = 1 kQ; Rek =5ko) 
Kritische Spannungssteilheit') 

(Ua = 80 V; Rek = 100 kQ) 


Meßschaltungen für Schaltzeiten 


1) Wenn das Anodentor über einen Widerstand (z.B. 220 kQ) an die positive Versorgungsspannung gelegt wird, 
ist der zulässige Spannungsanstieg an der Anode unbegrenzt. 
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BRY 21 


<1,3 

<1,7 

2 (0,3 bis 6,5) 
50(< 100) 
10 (< 15) 
0,4 bis 0,8 
<3 

0,4 bis 0,8 
3,5 

0,1 (<O,3) 
<5 

7 

>5 


mA 


mA 


mA 


V/us 


Vx 


Silizium Kleinstthyristoren BRY 55/30... 
BRY 55/300 


Diese diffundierten Silizium-Thyristoren im Kunststoffgehäuse 10 A 3 DIN 41868 TO-92 
sind für die verschiedensten Anwendungen, wie Steuerungen und Regelungen, Zähler, 
Schalter usw., für kleinere Leistungen geeignet. Besonders empfehlenswert sind diese 
Thyristoren für die Entertainment- und Konsumelektronik. 


Typ Bestellnummer is Samap: N 

BRY 55/30 | Q0.68000-A 114-F10 ee 

BRY 55/60 | 0.68000-A 183-F10 = Fr 

BRY 55/100 | 0 68000-A 184-F10 | | 

BRY 55/200 | 0. 68000-A 520-F10 u, — Aa 

BRY 55/300 | 0 68000-A 185-F10 Knie hing 
Befestigungsbohrung 2 0,6 


Gewicht etwa 0,25 g 


ARAAEN: 
s|is|s|s|® 
Grenzdaten (T; = -40 bis +125 °C; > > > > = 
Rax = 1000 Q) sa as 5|5 
neg. und pos. periodische 
Spitzensperrspannung Urr/Upr |30 |60 |100 [200 | 300 |V 
effektiver Thyristorstrom Ir(eft) 0,8 |o,8 |0,8 [0,8 10,8 |A 
Thyristor Stoßstrom 
sinusförmiger Impuls 
tp < ms Irs 8 8 8 8 8 JA 
tp < 100 us ITs 20 |20 |20 |20 |20 |A 
Gate Durchlaß-Spitzenstrom Iers 0,5 |0,5 [0,5 10,5 |0,5 IA 
periodische Gatesperrspannung UK) R 6 6 6 6 6 V 
Kritische Stromsteilheit di/dt 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A/us 
Is” 20 A; t, < 10 HS 
Icr= 1A;tı <0,2s 
fmax = 50 Hz 
Lagertemperatur Ts -40 bis +125 °C 
Sperrschichttemperatur T, —40 bis +125 °C 
mittlere Gateverlustleistung Patav) 0,01|0,01| 0,01|0,01|0,01|W 
Gate-Spitzenverlustleistung Pes 0,1 |0;1 |0,1 10,1 10,1 IW 
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BRY 55/30... 
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BRY 55/300 
BRY 55/30 ... 
Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) BRY 55/300 
neg. und pos. Sperrstrom (Rex = 1 KQ) Ir/Io <1 nA 
(T; = 125 °C) Ir/Io <50 „A 
Haltestrom (Rex = 1 KQ) Ih <5 mA 
(T; = -40 °C) Ju <10 mA 
Durchlaßspannung (Irs- 1 A; fo = 1 ms) Ur <1,5 V 
Gate-Triggerstrom (Uax = 6 V; Rı = 100 Q) Ist <200 nA 
(T; = -40 °C) It <500 nA 
Gate-Triggerspannung (Uak = 6 V; RL = 1000) Ugr <0,8 V 
(T; = -40 °C) Ugr <1 V 
Gate-Vorwärtsspannung ohne Zündung 
(Up = Upr; Rek = 1 KO; T; = 125 °C) Usgr >0,1 V 
Kritische Spannunggssteilheit 
(Rex = 1 kQ; U = 0,67 Upw: Tj =. 125 °C) du/dt 10 V/us 
Freiwerdezeit (Rak = 1 kQ; Tg = 125 °C; 
ITS (Rechteck) = 1 A; tp = 50 us; Ur = 20V; 
Uak = 0,67 Upr; du/dt = 5 V/us ta 30 HS 
Einschaltzeit 
(Uo = Upr; Rı =1009; Rek =1k9; 
Igts = 1,5 mA; t, = 2 us; tr, = 40 ns) tein 2 uS 
. Thermischer Widerstand 
Sperrschicht-Gehäuse RthyG <125 K/w 
Sperrschicht-Umgebung Rınyu <230 K/w 


Vx 


BRY 55/30... 
BRY 55/300 


Dauergrenzstrom (Sinus) Irav = f (Tu) 


f = 50 bis 400 Hz 


+ 


71 


| | 
3a BR RNEN DENE SER 
+ Gleichstrom — — 


Dauergrenzstrom (Sinus) Irav = f (Ts) 
f= 50 bis 400 Hz 


0 


Gr} 


100° | 


% =Phasenwinkel 
En mama u 


0 20 40 60 80 100 


— Tr 


120 


140°C 


Durchlaßkennlinie (Kurzzeitleistung) 
h Its =f(Un) 


Verlustleistung (Sinus) Ptot = f (ITav) 
f= 50 bis 400 Hz; T = 125 °C 


W 
2 IT TTTT Tr 
I IT 1 
Piot 1... 1. len 
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Stoßstrom 


Its = f (Überlastungen bei 50 Hz) 
A 
10 TIITIT 
Einzelüberlastungen 
ll 
) 4 
u 


BRY 55/30... 
BRY 55/300 


Vx 


Programmierbarer Unijunction-Transistor 


BRY 56 


Programmierbarer Silizium-Planar-Unijunction-Transistor im Kunststoffgehäuse 10A3 


DIN 41868 (TO-92). 


Typ Bestellbezeichnung 
BRY 562) 068000-A803 
BRY56A 068000-A803-5S1 
BRY 56 B 068000-A803-52 
BRY56C Q68000-A803-53 
Grenzdaten 


Spannung Steueranschluß-Kathode 
Spannung Steueranschluß-Anode 
Anodenstrom, Mittelwert 

(Tu < 25 °C) 

(Tg s 85 °C) 

Anodenstrom, Spitzenwert 

(t = 10 us; Vr= 0,01) 

Stromanstieg auf /a = 2,5 A 
Überlastungs-Stromstoß 

(t = 10 us; Tj= 150 °C) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tu s 75 °C)') 


Wärmewiderstand 


zwischen Sperrschicht und Umgebung') 


> 


Kunststoffgehäuse 
Maße in mm 


Ugk 
Usa 


IA Av 
IAav 


Jam 
dln/dt 


ia stoß 


BRYS56A 
BRY 56B 
BRY56C 


150 
-65 bis +150 
300 


s250 


A 6 


K/w 


1) bei Befestigung auf Leiterplatte mit max. 3mm langen Anschlußdrähten und einer Kupferfläche von min. 10x 10mm 
für den Anodenanschluß ist Rthyu s 200 K/W, die Verlustleistung von 300 mW ist dann bis zu Ty = 90 °C 


zugelassen. 


2) Bei Bestellung ohne genaue Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 


Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Vx 


BRY 56 


Statische Kenndaten (Ty = 25°C) 


BRY 56 A| 


Höckerstrom 

bei Us = 10V, Rs = 10kQ Ip 
Talstrom 

bei Us = 10 V,Rg = 10kQ Is 
Höckerstrom 

bei Us = 10 V; Rs = 100 ka Ip 
Talstrom 

bei Us = 10 V; Rg = 100 kQ Is 
Durchlaßspannung (/a=100mA) Uak 
Reststrom Steueranschluß-Anode 

(Us = 70V; k =) Icao 


Reststrom Steueranschluß-Kathode 
(Us = 70 V; Unk = 0) 
Offsetspannung 


Temperaturabhängigkeit 

der zulässigen 

Gesamtverlustleistung 

Aa =) 
mW 


U 
400 


2—— 


Plot 


50 


100 150 


—] 
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Icks 
Ur 


200°C 


BRY 56 B BRY56C 

<220 180 bis 1100 | 900 bis 5000 | nA 
22 >10 250 uA 
22 >22 22 nA 
25 25 25 A 
21,4 21,4 21,4 V 
s10 s10 s10 nA 
s100 <100 s100 nA 
Up-Us = - V 


Spitzenwert der Ausgangsspannung 
Uom = f (U); Parameter =C 


00nF. 


00nF 


I! 
=, 


40 V 


Vx 


BRY 56 


Höckerstrom I, = f (Us) 
Tu= 25°C 


Talstrom /,= f(T,) 
Us= 10V 


Höckerstrom !p= f(T,) 
Us=10V 


Talstrom /,=f (Us) 
Tu = 25°C 


0 ı 20 30V 
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Ip 
— 
U 
Ry Rg 
R Un e 
Us 
e Rı' Ra Us Rı 
GER+R, STRER 
Offsetspannung Ur= f (Tu) 
Us=10V 
U; 
” | 
Igao bs 
Ixs 
BL 
EB 
Us 
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BRY 56 


Anstiegszeit der Ausgangsspannung bei U.= 20V, c 
Spitzenwert der Ausgangsspannung bei U =20V,C 


Meßschaltung 


10 nF: tr s80 ns 
0,2 uF: UOM 26 V 
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PNP-Silizium-Planar-Transistor 


BSS 63 


BSS 63 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 
DIN 41869 (TO-236) für NF-Anwendungen in Dünn- und Dickfilmschaltungen mittlerer 


Leistung. 


Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »BM« gekennzeichnet. 


Typ Stempel 


BSS 63 BM 062702-5401 


Grenzdaten (Ty = 25 °) 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (t <10 ms) 
Basisspitzenstrom (t < 10 ms) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Task = 50 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Umgebung 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite!) 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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Bestellnummer 


10,05 120,05 


0120015 


0,4:0,03 


3.045 


Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 
100 V 
110 V 
6 V 
100 mA 
200 mA 
100 mA 
150 °C 
-55 bis +125 °G 
200 mW 
<620 K/w 
<500 K/w 


Vx 


BSS 63 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10 4A) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 uA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 25 mA; -Ip = 2,5 mA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 75 mA; -Ip = 7,5 mA) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uce = 110 V; Tu = 70 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(-Uce = 100 V; Rge = 10 kQ 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Use =6V) 

Stromverstärkung 

(-Uce = 5 V; -Ic = 10 mA) 

(-Uce = 5 V; -Ic = 20 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(-Ic = 25 mA; -Uce = 5 V; f = 35 Mhz) 


-U(BRICEO 
-U(BR)EBO 
-U(BR)CBO 
—Ucesat 
—Ucesat 
-Ices 
-IcER 
Ieso 


B 
B 


fr 


>100 


>6 


>110 


<0,25 


<0,9 


<10 


<10 


<10 


>30 
>30 


>50 


nA 


pA 


MHz 
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BSS 63 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mW Por=f (Tu) 


307 = 
Prot 
1 
200 
| 
100 ı- 
0 | 
0 100 200°C 
—n 
Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cso =f (Tu) 
NA Yen = 100 V 
1} 
Icao mi I 
l Ees= 
== 


826 


150°C 


Anısr E65 


FinysR 
R thJSR 


Impulswiderstand = fit) 
D = Parameter 


10 IT 


10? 


@H 
10° 10° 10° 10° 10? 10? 10" 10°s 


Stromverstärkung 3 =f (I. 
Uce=5V; T,=25 °C 


100 771 11T 


50 
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BSS 63 


Kollektor-Basis-Kapazität 


pF Co=f (Ucao) 


10 


cs 


| 


Transitfrequenz fr =f (Ic) 


MHz U..=5V; f=35 MHz; Ty=25 °C 
I} 1 
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 64 


BSS 64 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehäuse 23 A 3 
DIN 41869 (TO-236) für NF-Anwendungen in Dünn- und Dickfilmschaltungen mittlerer 
Leistung. 


Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »AMk gekennzeichnet. 


Typ Stempel Bestellnummer 1+0,05 1 +0,05 
BSS 64 AM 062702-5394 " 010015 


0,4:0,03 01..0,25 
3.015 1,2-035 
Gewicht etwa 0,02 g Maße in mm 

Grenzdaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 V 
Kollektor-Basis-Spannung Uceo 120 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 100 mA 
Kollektorspitzenstrom (t < 10 ms) Icm 250 mA 
Basisspitzenstrom (t < 10 ms) Ism 100 mA 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis + 125 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tsp = 50 °C) Prot 200 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Umgebung Rınuu <620 K/w 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite') RthJSR <500 K/w 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche 
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Vx 


BSS 64 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic =4mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 „A) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 yA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =4 mA; Ip = 400 uA) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 50 mA; Is = 15 mA) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Ucg = 80 V; Tu = 70 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Us =4V) 

Stromverstärkung 

(Uce = 1V; Ic =1mA) 
(Uc-1V;Ie=4 mA) 

(Uce = 1 V; Ic = 10 mA) 

(Uce = 1 V; Ic = 20 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Transitfrequenz 
(Ic = 4 mA; Uce = 10 V; f = 35 Mhz) 


Uler)cEO 
U(Br)EBO 
U(sr)cBo 
Ucesat 
Ucesat 


Ices 


>80 


>50 


nA 


nA 


| MHz 
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BSS 64 


Temperaturabhängigkeit der 
Gesamtverlustleistung 
mW Pr =f (Tu) 


300 —1 T zu 


Prot | 


'„ERFEER 


200 r 


100 


Temperaturabhängigkeit 
nA des Reststromes /cao =f (Tu) 


10 E = =: 
2 
10 
0 50 100 150 °C 
830 


FiJSR 


Impulswiderstand =f{t) 


R ins 


D = Parameter 


10? 


10 - Se 
10° 10° 10° 10° 10? 102 10" 10°s 


Stromverstärkung 3 =f (Ic) 
Uce=5V; Ty=25 °C 


100 1 Im 


10? 10" 10° 10' 102 mA 
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BSS 64 


pr Ce =F (Uoso) 


10 

ca 
5 
0 


Kollektor-Basis-Kapazität 


Transitfrequenz fr =f (Ic) 
MHz Yce=5 V;f=35 MHz; T,=25 °C 


nor OT III TTMT 
f Mn RI 
| Ir 
F ai 
mal 
50 [= [HH 
Ru] 
a BBBELN| 
| [| Il 
PT Tem 
0 | BEER ER ER BE IL BE 1 pl 
10" 10° 0 10? mA 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BSS 79 
BSS 31 


BSS 79 und BSS 81 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236). 


Diese Transistoren eignen sich besonders für schnelle Schalt- und allgemeine NF-Anwen- 
dungen mittlerer Leistung in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Die Transistoren werden mit 
folgenden Codebuchstaben (Stempel) gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 120,5 12005 
Bss79 | 2 062702-5421 wir "u 
BSS 79B| CE 062702-5403 i; = 
BSS 79C.| CF 062702-5402 = 
BSS 81 2) 062702-5422 le 
BSS81B | CD 062702-5420 0,2008 1. 
BSS81C | CG 062702-5419 36 12-005 
Gewich etwa 0,02g Maße in mm 
Grenzdaten (7, = 25 °C) BSS 79 | BSS 81 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 75 75 V 
Emitter-Basis-Spannung UEso 6 6 V 
Kollektorstrom Ic 800 800 mA 
Basisstrom I 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur 5 T; 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Verlustleistung (Tsk = 60 °C) Prot 350 350 mW 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Umgebung Rensu 


<360 | <360 | K/W 
Kollektorsperrschicht — Substratrückseite') RthJSR 


<260 | <260 | K/W 


1) Keramiksubstrat 0,7 mm; 2,5 cm? Fläche. 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Uc = 10 4A) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ig = 10 A) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ip = 15 mA; Ic = 150 mA) 

(Ip = 50 mA; Ic = 500 mA) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Up = 3V) 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucs = 60 V) 

(Ucg = 60 V; Tu = 150 °C) 
Stromverstärkung 

(Ic = 150 mA; Uce = 10 V) Gruppe B: 
(Ic = 150 mA; Uce = 10 V) Gruppe C; 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ucg = 20 V; Ic = 20 mA; f = 100 MHz) 
Kollektorkapazität 

(Ucg =10 V;.f= 1 MHz) 

Schaltzeiten: 

(Uec = 30V; Ic = 150 mA; Ipı = IB2 = 15 mA) 
Verzögerungszeit 

Anstiegszeit 

Speicherzeit 

Abfallzeit 


Meßschaltung für Schaltzeitenmessung 


30V 


052.: 

R>100k 
C<12pF 
k< 5ns 


BSS 81 
BSS 79 | BSS 31 
a3] m. 

U(BR)CBO >75 >75 V 
UlBR)CEO >40 >35 V 
UlBR)JEBO >6 >6 V 
Ucesat <0,3 <0,3 | V 
Ucesat <1,0 <1,0 V 
IEBo 10 10 nA 
IcBo <10 <10 nA 
IcBo <10 <10 nA 
B 40 bis 120 _ 

B 100 bis 300 _ 

fr >250 >250 | MHz 
Ccso <8 <8 pF 
tq <10 <10 ns 
tr <10 <10 ns 
ts <225 | <225 | ns 

tz <60 <60 ns 
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BSS 79 


BSS 81 
Temperaturabhängigkeit der Ri FihssR _ 
zulässigen Gesamtverlustleistung Impulswiderstand Ay =) 
mW Por “FIN D = Parameter 
in w me 
Anısr 605 
Pot Rtnssr 44 
02 l 
300 F- 
[1 1’ He 
00 
Rınu RınısR 
200 =] 1 


Eun 
100 


0 VE Ve a N LA 
0 50 100 150°C 
> Ty:Tor 
Sättigungsspannungen 
Stromverstärkung 3 =f(l.) Usesaı =Flle), Ucesa =Flle) 
Uce=1 V, Uce=10 V; Ty =25°C mA 8=10; Ty=25°C 
o w 


B HM — ugs tv HN Ic 


En wre 
| ul 10 


175 °C 
= Il 
25°C \ 
10 Mm 
T 
- 55°C ]j) Il] 
I LI NN w 
I AR N 
10" l | 40" | 
10" 100 10' 102 10? mA 0 02 04 06 08 410 12V 
—elIe — > ÜgesatrÜce sat 
834 


Vx 


BSS 79 
BSS 31 


Speicherzeit t,=f/I.) 


Einschaltzeit tn =f(/c) 
Abfallzeit t,=f(Ic); Tu=25°C 


B=10; Tu =25°C; Ucc =30 V 
NS U,.=Parameter 12 
u FE ULLI 


HE 
Bl [ 
fa Ill FE KT em 
TTvee-30l || | | 
en HH T 1 


B=10 


fr fa a 


| 
= 


t4 B-10 
> HAHN 
Uge= OV 
10 ul 40" | EOS DEE PB N Ma EL TEI KANLD 
10° 10" 10? 10’ mA 10' 10? 10? mA 
—oLl —- Il 


Transitfrequenz fr =f(!.) Kollektor-Basis-Kapazität 
7 Uce=20 V,Tu=25°C „ Cea=f Wen); Tu=25 °C 


10 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BSS 80 
BSS 82 


BSS 80 und BSS 82 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoffge- 
häuse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236). 

Diese Transistoren eignen sich besonders für schnelle Schalt- und allgemeine NF-Anwen- 
dungen mittlerer Leistung in Dünn- und Dickfilmschaltungen. Die Transistoren werden mit 
folgenden Codebuchstaben (Stempel) gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 1200512005 

BSsSs80 |2 062702-5424 en 
BSS80B | CH 062702-5398 

BSS80C | CJ 062702-5399 

BSS82 | 2. 062702-5423 

BSS82B | CL 062702-5409 

BSS82C | CM 062702-5408 


Gewicht etwa 0,02g Maße in mm 


Grenzdaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo | 40 60 V 

, Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 60 60 V 
Emitter-Basis-Spannung -UEBo 5 5 V 
Kollektorstrom -Ic 800 800 mA 
Basisstrom IB 100 100 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 150 °C 
Lagertemperatur Te -55 bis +125 | -55 bis +125 | °C 
Verlustleistung (Tsk = 60 °C) Prot 350 350 mW 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht - Umgebung Rınsu < 360 < 360 K/W 
Kollektorsperrschicht-Substratrückseite Rınysr < 260 < 260 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Vx 


BSS 80 


BSS 82 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BSS 80 BSS 82 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 A) -Urjcso | >60 >60 v 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) —U(BR)CEO >40 >60 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10,uA) —U(BR)EBO >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ip = 15 mA; -Ic = 150 mA) —UcEsat <0,4 <0,4 V 
(-Ip = 50 mA; -Ic = 500 mA) —UcEsat <1,6 <1,6 V 
Emitter-Basis-Reststrom 
(-Uge =3 V) —IEBo <10 <10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucs =50 V) -Icbo <10 <10 nA 
(-Ucs = 50 V); Tu = 150 °C) -IcBo <10 <10 nA 
Stromverstärkung 
(-Ic = 150 mA; -Uce = 10V) GruppeB: B 40 bis 120| 40 bis 120| - 
(-Ic = 150 mA; -Uce = 10V) GruppeC: B 100 bis 300|100 bis 300| - 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(-Uce = 20 V; -Ic = 50 mA; f = 100 MHz) fr >200 >200 MHz 
Kollektorkapazität 
(Ucg = 10 V; f= 1 MHz) Cco <8 <8 pF 
Schaltzeiten: 
(Ucc = 30 V; Ic = 150 mA; Igı:= Iß2-= 15 mA) 
Verzögerungszeit ta <10 <10 ns 
Anstiegszeit t <40 <40 ns 
Speicherzeit t, <80 <80 ns 
Abfallzeit tr <30 <30 ns 


Meßschaltung für Schaltzeitenmessung 


Eingang Eingang 

2,=509 Zu=500 

tr <2ns h, <2ns 
0 0 

200 ns 200ns 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung Kollektor-Basis-Kapazität 
mw Por = FM Pf Cen=flUcn); Tu=25°C 


400 10° CEH 


Ei ji 
Be a 
iii 


200 


0 50 100 150°C 10" 10 10" 


Sättigungsspannungen 


Stromverstärkung 3 =f(l.) Usesa =Fllc), Ucesa =Fllc) 

} Uce=1V, Uce=10 V; Ty=25°C B=10; T,=25°C 

10 
B I 
10 
I 55T Ill) 
tt 

„" u 1 - 

Fe a 0 02 04 06 08 10 12 14 16V 

BI —— em ÜpesatrÜcE sat 
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BSS 80 
BSS 82 


Einschaltzeit t.ın =f(lc) Speicherzeit ts=f(l.) 
B=10, Ty=25°C, Ucc=30 V Ty=25 °C 
NS Uge = Parameter 
3 


10 LI 1 Lu 
10° 10' 102 10? mA 
—: 
Abfallzeit t,=f(l.) Transitfrequenz f- =f(/.) 


NS Ucc =30 V; B =Parameter MHZ U.e=20 V: Tu=25 °C 


; N ES 
» er FEIERN SEHEREER 
k u I III) fr 
Ucc=30V 
| NENNT 


Ne] I) 


B=0N\ |\ 


Sl 
10° Il 
10 10' 10? 10’ mA 
—eIe 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BSV 15 
BSV 16 
BSV 17 


Die Transistoren BSV 15, BSV 16 und BSV 17 sind epitaktische PNP-Silizium-Transistoren 
in Planartechnik im Gehäuse 5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse 
elektrisch verbunden. Die Transistoren BSV 15, BSV 16 und BSV 17 sind für NF-Verstärker 
und NF-Schalteranwendungen geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BSV 15 2) 062702-5425 
BSV 15-6 062702-5207 


BSV 15-10 | 062702-5208 
BSV 15-16 | 062702-5209 
BSV 16 2 062702-S426 
BSV 16-6 062702-5210 
BSV 16-10 | 062702-5211 
BSV 16-16 | 062702-5212 


BSV 17 2 062702-5427 

BSV 17-6 062702-5213 

BSV 17-10 062702-5214 Gewicht etwa 1,5g Maße in mm 
Grenzdaten BSV 15 |BSV16 
Kollektor-Emitter-Spannung 40 V 
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces | 40 V 
Emitter-Basis-Spannung -Usso |5 V 
Kollektorstrom -Ic 1 A 
Basisstrom -Ig 0,2 A 
Sperrschichttemperatur T 200 je 
Lagertemperatur Tg -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Pot 5 |5 5 Ww 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht — Luft Rınsu | s 200 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse Rınyg | = 35 


<s 200 s 200 K/w 
s 35 s 35 K/w 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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BSV 15 
BSV 16 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


BSV 17 


Die Transistoren BSV 15, BSV 16 und BSV 17 werden bei -/c=100 mA nach der stati- 
schen Stromverstärkung gruppiert und mit Zahlen der DIN-R 5-Normreihe gekennzeichnet. 
Die folgenden Werte gelten bei einer Spannung von Uce =1V 


Typ BSV 15, BSV 15, T sv ıs, BSV 15 

BSV 16, BSV 16, BSV 16 BSV 16 

BSV 17 BSV 17 BSV 17 
B-Gruppe | 6 10 | 16 

1 - 1 
Ic B B B Uge 
mA Ic/I Ic/Is Ic/Bs V 
0,1 44 (>15) 75 (>20) 120 (>30) - 
100 63 (40 bis 100) | 100 (63 bis 160) | 160 (100 bis 250)| <1 
500 40 (>20) 55 (>25) 85 (>35) 0,85 (0,7 bis 1,4) 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BSV 15 | BSV 16 | BSV 17 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 500 mA; Is = 25 mA) -Ucesat | <1 <1 <1 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 40 V) -Ices <100 - _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 40 V; Tu = 150 °C) -Ices <50 - - nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 60 V) -Ices zu <100 - nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 60 V; Tu = 150 °C) -Ices _ <50 _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 80 V) -Ices > = <100 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(-Uce = 80 V; Tu = 150 °C) -Ices - - <50 nA 
Emitter-Basis-Reststrom (-Ugg = 4 V) -IEBo <bO <50 <50 nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uce = 40 V; 
-Uge = 0,2 V; Ty = 100 °C) —Icex <50 - - nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uce = 60V; 
-Uge = 0,2 V; Tu = 100 °C) —IcEx _ <50 _ nA 
Kollektor-Emitter-Reststrom (-Uce = 80 V; 
—Uge = 0,2 V; Tu = 100 °C) Icex = = <50 nA 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 
(-Ice = 50 mA; Imp. = 200 us; 1%) —Uceo >40 >60 >80 V 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(-Ice = 10 A) —Uces >40 >60 >90 V 
Emitter-Basis-Sperrspannung 
(-Ieso = 10 uA) -UEBo >5 >5 >5 V 
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Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ic =50 mA; Uce =10 V,‚f= 20 Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucso = 10V; IE = 0; f= 1 Mhz) 
Emitter-Basis-Kapazität 

(Ueso = 0,5 V; Ic = 0; f = 1 MHz) 
Kurzschluß-Stromverstärkung 

(Ic = 1 mA; Uce = 5 V; f= 1 kHz) 


Schaltzeiten: 

Einschaltzeit 

(Ic = 100 mA; Ipı = -Ip2:= 5 mA) 
Speicherzeit 

(Ic = 100 mA; Ipı = -Ip2-= 5 mA) 
Abfallzeit 

(Ic = 100 mA; Isı = -IB2 = 5 mA) 
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BSV 15 


BSV 16 
BSV 17 
BSV 15 
BSV 16 BSV 17 
fr >50 >50 MHz 
Ccao | 20 (<30) 15 (<25) | pF 
Ceo | 180 180 pF 
ß >20 >20 - 
tein <500 <500 ns 
ts <500 <500 ns 
tr <150 <150 ns 
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BSV 15 
BSV 16 


Meßschaltung für Schaltzeiten 
Testschaltung für /c = 100 mA 


u (Upp) 20V (be) 
| kooe 
Wuset 
"Em 
Im jene 
hen Z2100R0. 


Temperaturabhängigkeit der 
zungen a 
= R = Parameter 
tot cE BSV 16 


BSV 17 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por= (N; Uce*t Karatetar 


V 15 


0 100 200°C 


—.T 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por FT); Uce = FOrODISBGT 


V 17 


Piot 


BSV 15 
BSV 16 


Zulässige Kup EBBlAREKATKBIE 
& russ = Flt); » = Paramet 
BSV 15, BSV 16, BSV 17 


vo 0 ot wm m: m n% 


—r 


Stromverstärkung 3 = f (I.) 
Use = 1 V; Tu = Parameter 
BSV 15- 10, BSV 16-10, BSV 17-10 
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1’ 


BSV 17 


PErATINDEREAT ENG B=f(I.) 
-Uce = 1 V; T, = Parameter 
BSV 15- 6, BSV 16-6, BSV 17-6 


Ei Si 


0’ 1 10! 1° : 10°mA 


Stromverstärkung 3 = “ (Ic) 
-Uc-=1V; “ = Paramet: 
BSV 15- 16. Bsv 16- 16 


10° 


5 


10! Seien ötreuwerte bei7y-26°C 
5 HH Ei . 


MINI] 


| 
| I Il) 
100 | | 
10? 10? 10 1 10° mA 


—- 


Vx 


BSV 15 


BSV 16 
Zulässiger Betriebsbereich Zulässiger Betriebsbereich 
Ic = f (Uee); Ta = 60°C Ic=f(Üce); Ta = 125°C 
A BSV 15 A BSV 15 
10 N 
BEHI=>SHH = 
EN IH Is j 
ms ms 
! 10 02 | 100 101 
0,3 
5 w je: OK w 
1 40 j 40 
3.0]? 1 
20 um ! 22 
ION IN14 ON. 
w" S0oDhN 5 0 VENIUS 
Tg = 60°C DENN cp 100 75 
5 5; pot]] > 
PT et . 
all | 2 MT fa} 
1? 1? [LI ll 
10 5 m 5 nv 10 5 m 5 18V 
— > Use —-l 
Zulässiger Betriebsbereich Zulässiger Betriebsbereich 
Ic = f(Uce); Ta = 60°C Ic=f(Uce); Ta = 125°C 
i BSV 16 A BSV 16 
10 10 
—+H- FFHH 
= S =———H 
5 5 = 
BEE | 
I u 
z 6. \ ms 
10 1 10,03 
01, 
5 5 ART 
H 22 
107 10? L H- IN 
4 N 15 
5 5 Tg =125°C m 00) 5 
Dos 3 
2) 
10? 0? 1 
100 5 m 5 nv 10° 5 m 5 1v 
—e ig —e le 


Zulässige Betriebsbereiche gelten für Einzelimpulse (V= 0). Für Impulsfolgen ist die Verlustleistung gemäß Diagramm 
„Zulässige Impulsbelastbarkeit” zu reduzieren. 
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BSV 15 
BSV 16 


f Ic=F(Uce); Ta = 


Zulässiger ig ee 
0°C 


, BSV 17 
ver zer 
= [I Ines 
ne SEHE maus 
| ! LE} 
| N | | L 
Ic N | ms 
m .0,03 
= iX Di 
M===2::: 60 
Ba 03 0 
| 
Nr 20 
P 3% 14 
1) Ir 
= III 0 3 
5 "= 60° I 00 56 
{| 1 
4 06 4 
1 ERBEN NEO} 2 
102 Il 
10° 5 m 5 10dv 
—e lee 


Kollektorstrom Ic = f (Use) 
-Uce = 1 V; Tu, = Paramet 
BSV 15, BSV- 16, BSV 17 
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15V 


BSV 17 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic=Ff(Uce); Ta = 125°C 


A BSV 17 
10) z 
SEHE 
5 ' E 1 I 
I MER 
N Ä MS 
100 0,03 
Er BR ai I ER. IB, w 
; 0780 
B "44 
u 03 
L 22 
1 
Al | | 
N) m nn 115 
ee ae gen ne 10 15 
liche: 
06 3 
1 | 2 
10? 
10" 5 m 5 10v 


Ausgangskennlinien /c = (Uce) 
Is = Parameter 
mA BSV 15, BSV 16, BSV 17 


NOT zoma 75m 40 mA 
-f 35 mA 


4 30 ae 


ar 
“ mA 


15 mA 


500 


m: 


2 3V 
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BSV 15 
BSV 16 


- Ih 


Kollektor-Emitter- 

Sättigungsspannung 

-Ucesat = F (Ic); B = 20, T, = Parameter 
BSV 15, BSV 16, BSV 17 


ittelwerte — 
treuwert beiy=25°C 


0 _\ 
o = } 
1} 
een 
101 | 
0 05 10V 
ÜbEsat 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cso = f a 


—Uca =40V V15 

-Uca = 60V BSV 16 
MA-Uce = 80 V BSV 17 
"EEE 

EEB1 
Bi 

4 

(Lee = 
= 1 Zr 
za 

a 7 

% Z —| 
E-FEHRGE 

2 Bd el 

gesen le 
—— Hittelwert 
— — SIreuwen 

I Senne 
100 

D 50 100 150°6 

nn 


BSV 17 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Ugesar "F (Ic); B = 20; T,, = Parameter 
A BSV 15, BSV 16, BSV 17 


w m: H = ; 


05 10 15V 
en ÜBEsat 


Transitfrequenz fr =/ (Ic); 


-Uce S 10V (Mittelwert) 
MHZ BSV 15, BSV 16, BSV 17 


VERF 
EHI 
bi (IE 
il) HH! 
I tt Il) 
I 
HIERHIN 8 
10° 
—ı-) H 
5 INH 
IH Lil 
o! 
100 5 m 5 1 5 10°mA 
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NPN-Transistor für Schalteranwendungen BSV 65 


BSV 65 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Schalt-Transistor im Gehäuse 23 A 3 
DIN 41869 (TO-236) für Dick- und Dünnfilmschaltungen. 

Er eignet sich besonders für Logikanwendungen bei räumlich gedrängtem Aufbau von 
mikroelektronischen Schaltungen und in Hybrid-Baugruppen. 

Der Typ BSV 65 wird durch den Buchstaben »F« gekennzeichnet. Die danebenstehenden 
Buchstaben (A und B) geben die Stromverstärkungsgruppe an. Der Transistor ist auf Wunsch 
mit geänderter Anschlußfolge (Emitter- und Basisanschluß vertauscht) unter der Bezeich- 
nung BSV 65 R (Stempel »FY« und »FZ«) lieferbar. 


120,05 120,05 


Typ Stempel | Bestellnummer his 
BSV 65 2) 062702-5355 
BSV 65 A FA 062702-5347 

BSV 65 B FB 062702-5348 

BSV65R 2) 062702-5428 

BSV65RA | FY 062702-5407 

BSV65RB | FZ 062702-5406 


Gewicht etwa 0,02g Maße in mm 


Grenzdaten (T,, = 25 °C) 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 V 
Kollektorstrom Ic 150 mA 
Basisstrom I 30 mA 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur T; -55 bis +125 °G 
Gesamtverlustleistung (Ty, = 45 °C) 

auf Glassubstrat (7x7 ximm) Prot 150 mW 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf: 

Glassubstrat (7x7 x1 mm) Rthyu s 700 K/w 
Keramiksubstrat (30x12 x1 mm) Rınsu s450 K/w 
Glasfasersubstrat (30x12 x1,5 mm) Renyu s450 K/w 


1) Die zulässige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweiligen, einbaubedingten Wärmewiderstand gegeben, mit 
T ‚max Tu 
Pzu = Ka TE 
thJuU 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Vx 


BSV 65 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Stromverstärkung 
(Uce = 0,35 V; Ic = 10 mA) Gruppe A (FA) B 40 bis 300 
(Uce = 0,35 V; Ic = 10 mA) Gruppe B (FB) B 75 bis 300 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 10 mA; Ip = 1 mA) Ucesat <0,3 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 10 mA; IB = 1 mA) Uesat <0,9 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 15 V) Ic8o <500 
(Ucso = 15 V, Tu = 125 °C) IcBo <30 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (I/cgo = 10 mA) Urjceo | > 15 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (Icgo = 1A) UlrjcBo | > 20 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung (/gso = 10 yA) Uerjeso | > 5 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Uce = 10 V; Ic = 10 mA; f = 100 Mhz) fr > 280 
Kollektor-Basiskapazität (Ucgo = 5 V) CcBo <5 
Schaltzeiten (Ic = 10 mA; Ipı = 3 mA; tein <20 
-IB2 = 1,5 mA; Rı = 2709) taus <40 
Speicherzeit (Ic = Igı = 10 mA; Rec =1KQ) tz <20 
Meßschaltung zur Messung der Aus- und Einschaltzeit Tastverhältnis <2% 
>300ns 2202 Our 
A-33k ls a tt Anl 
PB — Sampling-052. 
Rg=508 ;* 500 
/r<ins 509 Ra Uge 502 
Ur 
| Us8 T E Uec-10 T T 


MHz 
pF 
ns 
ns 
ns 
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Meßschaltung zur Messung der Speicherzeit (t5) Tastverhältnis <2% 


Olur 
er 8g0n ur 71kQ n 


Sampling- 05z. 
50% 


>300n5 
Ur=10V Our 5002 


Rg=500 


M<ins 569 5002 12 


Up —® 1uF Ueg=10V 


Temperaturabhängigkeit der Stromverstärkung 3 =f(I.) 
zulässigen Gesamtverlustleistung Uce=1V; T,=Parameter 
mW Pa=flTu) (Emitterschaltung) 
200 | 60 180 
1-6lassubstrat 7*7«Imm 11 
I 7 2=Keramiksubstrat 30x12xImm 
3 = Glasfasersubstrat 30x12x1,5mm 7] r 
150 
Prof 
40 120 
{m 
88 
100 
{112.3 on 
am 
| 20 60 
50 \ 
Bi“ 
D a 00 
0 50 100 150°C 10°’mA 
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BSV 65 


Ausgangskennlinien /. =f(Uce) 
mA /a = Parameter (Emitterschaltung) 
150 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Ueesa =f Uch 
mA B=10; Tu=Parameter 


10° 


-50°CE 254100°C 
= == 


0 01 0,2 0,3 0,4 05V 


—a Ver sat 


Ausgangskennlinien /. =f(Uce) 
MA /s = Parameter (Emitterschaltung) 
20 


20V 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Ugesaı =F (Ic), 

mA 3 = 10; Tu= Parameter 

10° 


5 Er ee ER a 
k 
| 10? 
5 
1 
or 
all 
10° 100° Ezsj=e50°C = 
, =E — =. 
1 
10" 
0 05 10 15V 
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BSV 65 


10" 


mA 
40° 
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Kollektor-Basis-Kapazität C,=f(Ucso) 


Kollektorstrom /. =f(Us:) 
Uce =1 V (Emitterschaltung) 


10°V 


[ll 


—£100°CE25£50°C 
SSH 


12 


Temperaturabhängigkeit 


nA des Reststromes /cao =f (Tu); Ucno =25 V 


=== = 


u 


() 100 


—N 


Transitfrequenz f =f(I.) 


MHz Uce = 10 V; f= 100 MHz; T,=25°C 
6 


200°C 


Vx 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren BSX 45 
BSX 46 
BSX 47 


BSX 45, BSX46 undBSX 47 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 
5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit. dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die 
Transistoren sind besonders für NF-Verstärker- und NF-Schalteranwendung bis 1 A geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BSX 45?) 060218-X45 
BSX 45-6 060218-X45-V6 


BSX 45-10 060218-X45-V10 
BSX 45-16 060218-X45-V16 


BSX 46?) 060218-X46 

BSX 46-6 Q060218-X46-V6 

BSX 46-10 060218-X46-V10 Gewicht etwa 1,5g Maße in mm 

BSX 46-16 060218-X46-V16 

BSX 472) 060218-X47 

BSX 47-6 060218-X47-V6 

BSX 47-10 060218-X47-V10 

Grenzdaten BSX45 |BSX 46 |BSX47 

) BEER 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 60 80 V 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 80 100 120 V 

Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 7 7 V 

Kollektorstrom Ic 1 1 1 A 

Basisstrom I 0,2 0,2 0,2 A 

Sperrschichttemperatur T; 200 200 200 °C 

Lagertemperatur Ts -65 bis +200 °C 

Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 5 5 5 W 

Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Luft Rıhyu <s200 s200 <s200 K/Ww 
 Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse Rıny s35 s35 <35 K/Ww 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 

Die Transistoren BSX 45, BSX 46, BSX 47 werden bei Ic = 100 mA und Uce = 1 V 
nach der statischen Stromverstärkung „B” gruppiert und mit Zahlen der DIN-R5-Norm- 
reihe gekennzeichnet. 


Typ BSX 45 BSX 45 BSX 45 BSX 45 
BSX 46 BSX 46 : BSX 46 BSX 46 
BSX 47 BSX 47 - BSX 47 
BE 
B-Gruppe |. 6 = 10 ll 16 
Ic B B B Uge 
mA Ic/Is Ic/Ig Ic/Is | V 
- je 
0,1 28 (>10) 40 (>15) 90 (>25) - 
100 63 (40 bis 100) 100 (63 bis160) | 160 (100 bis 250) | <1 
500 25 (>15) 40 (>25) 60 (>35) 0,75 bis 1,5 
1000 15 20 30 1,3 (<2) 


2) Bei Bestellung ohne genauen Stromverstärkungswunsch wird ein Transistor mit der jeweils am Lager vorrätigen 
Stromverstärkungsgruppe geliefert. 
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Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannug 


(Ice = 1.A;B = 10) 


Ucesat 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


(Ic = 0,5 A; B = 20) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 60 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 60 V; Ty = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 80 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 80 V; Ty = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 60V; Use =0,.2 V; 
Ty = 100 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uce = 80 V; Uge = 0,2 V; 
Tu = 100 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ueso =5 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ice = 50 mA; 
Impulslänge = 200 usec 
Tastverhältnis 1%) 
Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung (Ices = 100 1A) 
Emitter-Basis-Durchbruch- 
spannung (Igso = 100 uA) 


Ücesat 
Ices 
Ices 
Ices 


Ices 
Icex 
Icex 


Ieso 


Urjceo 
Ulerjces 


Ulr)EBO 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ic = 50 mA; 
Uce = 10 V; f= 20 Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Uceo = 10V; f = 1 Mhz) 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso = 0,5 V; f=1 MHz) 
Rauschzahl 

(Ic = 100 nA; Uce ze; 10V; 
f=1 kHz;A f = 200 Hz; 


Rs =1ko) 
Schaltzeiten 
Ic = 100 mA; 


Igı:= -Ip2 = 5 mA 
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BSX 46 
BSX 47 
BSX 45 BSX46 | BSX47 
0,7 (<1) 0,7(<1) | - | V 
- = 0,5 (<0,9) |V 
1 (<30) 1 (<30) - nA 
1 (<10) 1 (<10) - nA 
- = <30 nA 
= - <10 nA 
<50 <50 - nA 
2. u <50 nA 
<10 <10 <10 nA 
>40 >60 >80 V 
>80 >100 >120 V 
>7 >7 >7 V 
>50 >50 >50 MHz 
<25 <20 <15 pF 
<80 <80 <80 pF 
3,5 3,5 3,5 dB 
<200 <200 <200 ns 
<850 <850 <850 ns 


Vx 


BSX 45 
BSX 46 


Meßschaltung für Schaltzeiten 


+20V (Upg) 


-5V (Ups) 


us 
"How 
052. 
ee M<1bns 
> 
R-508 Zg=100K2 
Temperaturabhängigkeit der 
zulegen ea LADE ARD 
Pax = ' = Parameter 
Win er BSX 46 
5 CES 


BSX 47 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = F (T); Uce = Parameter 

BSX 45 


— 


0 100 200° 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Prior FT); Uce = Parameter 

BSX 47 


Uses 
g ES 


Prot 


0 100 200°C 


er 
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BSX 45 


BSX 46 
BSX 47 
Zulässige Impulsbelastbarkeit Stromverstärkung B = (I.) 
& Tnuc = (kt); » = Parameter Uce=1V 
” BSX 45, BSX 46, BSX 47 : BSX 45-6, BSX 46-6, BSX 47-6 
10 = N) 
EHEFHESSIEB] EFFEHESFFH 
EHEN OFEN 
A 5 Fi Tre HH! 
[05 nl | |— Hineiwerte : 
] — — Streuwerte bei7y=25° 
en se aan 
r 
1nJ6 5 01 | | 
j 0,05 Il Ill 
10° 10.02 
L 1) HH Ei 
Ei H 
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Y V-r Il 
107 N a T—->| 3 
5 
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08 0° 0o* 0? m? 10T 1005 


> t 
ER SONEFEERKONG B=f(I.) a Sarkung B=f(Ic) 
BSX 45-10, BSX 46-10, BSX 47-10 en BSX 45-16, BSX 46-16 
1° 1 e 
FH Hi] FHHIEFFHN EFF 
[1 Ill Bull BL RREEIN| 
B- HH tet IH HH 
—— Hiftelwerte i [ [ff] || I 
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| N el 
|| Ii| 25°C N 
IN \ 
50°C Ill \ 
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nu I Ei l 
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BSX 46 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic=F(Uce); (Ts = 60°C) 


BSX 45 
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Zulässiger Betriebsbereich 
Ic=Ff(Uce); (Tg = 125°C) 


A, BSX 45 
ii) a 
= 
Fa SSL 
ms 
Ik 01 
u S KOSKH| w 
m 40 
rn 1 
2 22 
w ons 
100 75 
= ee 3 
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Zulässiger Betriebsbereich 
i Tc® f(Uce); (Ts = 125°C) 


100 5 m 5 nv 


—> ler 


Zulässige Betriebsbereiche gelten für Einzelimpulse (» = 0). Für Impulsfolgen ist die Verlustleistung gemäß Dia- 


gramm „zulässige Impulsbelastbarkeit” zu reduzieren! 
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Zulässiger Betriebsbereich 
Ic=f (Uce); (Ts = 60°C) 


Kollektorstrom /. = f (Use) 
ce =1V; Ty = Parameter 
(Emitterschaltung) 
mA BSX 45, BSX 46, BSX 47 


BSX 45 
BSX 46 
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Zulässiger Betriebsbereich 
Ie=f (Üce): (Ta = 125°C) 


BSX 47 
mW i 
5 
I gi [| 
ms 
Im 0,03 
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Ausgangskennlinien /c = / (Uce) 
Ia = Parameter; (Emitterschaltung) 


A BSX 45, BSX 46, BSX 47 
LEYSASPSTIRRER 
08 zmt444 
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BSX 45 
BSX 46 


I 


Ausgangskennlinien /c = f (Uc:) 
Ig = Parameter (Emitterschaltung) 
BSX 45, BSX 46, BSX 47 
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Sättigungsspannung Ucesar = f (Ic) 
B = 10; Tu = Parameter 
BSX 45, BSX 46, BSX 47 
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Ausgangskennlinien /. =/ (Uce) 
Ia = Parameter (Emitterschaltung) 
mA BSX 45, BSX 46, BSX 47 


SREHDUDESSPEN IND Usesar = f (Ic) 
0; Uce = 1 V; Tu = Parameter 
ei BSX 45, BSX 46, BSX 47 


860 


Mittelwert 
Streuwert 


BSX 46 
BSX 47 
Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cao = f (Tu) Transitfrequenz /r = / (Ic) 
Ucs = 60V BSX 45, BSX 46 Uce S 10V 
MA Uca = 80V BSX 47 


MHz BSX 45, BSX 46, BSX 47 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BSX 48 
BSX 49 


Die Transistoren BSX 48 und BSX 49 sind doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-Tran- 
sistoren in Planar-Technik im Gehäuse 18 A3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem 
Gehäuse elektrisch verbunden. 

Die Transistoren sind für den Einsatz als schnelle Schalter und besonders als Kerntreiber ge- 
eignet. 

Angaben über das Schaltverhalten der Transistoren: Siehe Kurven der Vergleichstypen 
BSY 34 und BSY 58. 


Typ | Bestellnummer 
BSX 48 | 060218-X48 045 h 
BSX 49 060218-X49 eH A 
[\ 

-135411-—ie A 

Gewicht etwa 0,3 g 
Grenzdaten BSX 48 BSX 49 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25 40 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 50 60 V 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 50 60 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 600 600 mA 
Basisstrom I 200 200 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 200 ec 
Lagertemperatur Ts -65 bis +200 | -65 bis +200 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tg <45 °C) Prot 1 1 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rthsu s500 <s500 K/w 
Kollektorsperrschicht- 
Transistorgehäuse RınyG s150 s150 K/w 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Bei einer Kollektorspannung Ucg = 1V und nachstehenden Kollektorströmen gelten 
folgende Werte: 


Typ BSX 48 | BSX 49 
TcmA|B=Ic/Is |UsesatV"  TUcesV) IB=I0/ls |Unesst VW? | Ueesar?) 

1 23 0,62 = 23 0,62 _ 

10 37 0,70 _ 37 0,70 _ 

100 |42 (>17)* |0,85 0,17 42 (>25)* | 0,85 0,17 

500 |25 1,2 (<1,5)* | 0,6 (<1,5)* 125 (>10) 1,2 (<1,5)* 0,6 (<1,0)* 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 10 abge- 
sunken ist. 
* AQL = 0,65% 
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BSX 48 
BSX 49 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucso = 50 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 10 mA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Ucso = 100 A) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ieso = 100 uA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ic = 30 mA; 

Uce = 10 V; f= 100 Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucso = 10V) 

Emitter-Basis-Kapazität (Uggo = 1 V) 


“ Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: 
de = 150 mA; Ipı = 15 mA; 
-Ig2 = 15 mA; RL = 1509 
Arbeitspunkt: 
Ic = 500 mA; Igı 50 mA; 
-I»” 25 mA; Ue =15V 
RL = 80 Q für BSX 49 (Ucc = 40 V) 
Rı = 50 9 für BSX 48 (Ucc = 25 V) 


il 


Meßschaltung für Schaltzeiten 


>200ns 


RK Rg=508 
r,K<ins 


* AQL = 0,65% 


862 


BSX 48 BSX 49 


Icso 
Ulßr)cEo 
Ur)cBo 


U(BR)EBO 


<120* 

>25 

>50 

>5 

400 (>250) 

4,5 (<6) 

22 

35 

60 

35 (<65) 

65 (<110) 
ur 1KQ 


<70* 
>40 
>60 


>5 


400 (>250) 


4,5 (<6) 
22 


30 


30 (<50) 
65 (<95) 


B°E 
Sampling-052. 
502 


508 


nA 


V 


V 


V 


MHz 


ns 
ns 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = F(T); Rın = Parameter 

W BSX 48, BSX 49 
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Prot 


10 


En = 


Rau —! an 


0 100 200°C 


Ausgangskennlinien /. = f (Uce) 
Ig = Parameter (Emitterschaltung) 
BSX 48 


mA 
600 


Ic 


500 


400 


300 


200 


100 


BSX 48 
BSX 49 


Daaknjatroi Ic=f (I) 


(Emitterschaltung) 
mA BSX 48, BSX 49 


10°} 


[; 


Ausgangskennlinien Ic = f (Uce) 
Is = Parameter (Emitterschaltung) 
mA n BSX 49 


0 0 @© 0 40V 


BSX 48 
BSX 49 


Eingangskennlinie /5 = f (U;.) 


ge = 
(Emitterschaltung) 


mA BSX 48, BSX 49 
102 
5 
15 
| 10! 
5 
10° 
5 
10-1 
5 
1 2 ag I DB BE DM IN 
0 02 04 06 08 10 12 14 16V 
—-Üpe 
Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cso = f (Tu) 
Ucao = 50V < 
uA BSX 48, BSX 49 
10? 
5 


pi 
1 7 
10° 
s = t 
1 Miltelwert 
__—- Sireuwert 
10-2 | 
0 100 200°C 
—— 7, 
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Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Verse = Flle); B=10 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Usesar = F (Ic); B = 10 
mA BSX 48, BSX 49 


-1 
0 02 04 06 08 10 12 14 18V 
—> Üpesat; ÜcEsat 


Kollektor-Basis-Kapazität 
cao =f(Ucao Ce 
Emitter-Basis-Kapazität 
m Ceso =f(Ueso) BSX 48, BSX 49 


5 11 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


BSX 62 
BSX 63 


BSX 62 und BSX 63 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 5 C3 
DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor istmitdem Gehäuse elektrisch verbunden. Die Transistoren 
sind besonders geeignet für NF-Endstufen und als Schalter mittlerer Leistung. 


Typ Bestellnummer 

BSX 62 060218-X62 

BSX 62-6 060218-X62-B 

BSX 62-10 060218-X62-C 

BSX 62-16 060218-X62-D 

BSX 63 060218-X63 

BSX 63-6 060218-X63-B 

BSX 63-10 060218-X63-C 
Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 
Emitter-Basis-Spannung Ueso, 
Kollektorstrom Ic 
Basisstrom I 
Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur Tg 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht- 

Transistorgehäuse RtnyG 
Kollektorsperrschicht-Luft Rtnsu 


Statische Kenndaten (Tg 3 25 °C) ° 
Die Transistoren BSX 62 und BSX 63 werden bei Ic = 1A und Uce£ = 1 V nach der stati- 
schen Stromverstärkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-R5-Normreihe gekennzeichnet. 

Für folgende Arbeitspunkte gilt: 


BBh-g, 


135*1 66-94 

Gewicht etwa 1,59 Maße in mm 
BSX 62 BSX 63 
40 60 V 
60 80 V 
5 5 V 
3 3 A 
500 500 mA 
200 200 °C 
-65 bis +200 | -65 bis +200| °C 
5 5 Ww 
<35 <35 K/W 
s200 s200 K/w 


Typ BSX 62 BSX 62 BSX 62 
BSX 63 BSX 63 - BSX 62, BSX 63 
B-Gruppe | 6 10 16 
BER UBER 
Uce/c |B B B Üge Ucesat") Upesat"! 
VJA Ic/Ig Ic/Iß II V V V 
1 0,1 70 (>30) 110 180 0,72 (<1) - _ 
1 1 63 100 180 0,9 (<1,2) | - _ 
(40 bis (63 bis (100 bis 
100)* 160)* 250)* 
5 2 40 (>25) |70 120 1,0 (<1,3) | - _ 
97 & = 4 = _ 0,4 (<0,8) 1,0 (<1,3) 
2 _ _ - - 0,2 (<0,7) 0,9 (<1,2) 


1)Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B= 10 abge- 


sunken ist. 
* AQL = 0,65% 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(Uces = 40V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces =60 v) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 40V; Tg = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 60 V; Tg = 150 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ice = 100 mA; Impulslänge 200 us; 
Tastverhältnis 1%) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(les = 10 uA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(cs = 100 uA). 


Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Transitfrequenz 

(Ic = 200 mA; Uce = 10 V) 
Kollektor-Basis-Kapazität (Ucg = 10 V) 
Schaltzeiten: 

(Ic= 1A; Isı = -Ig2 = 50 mA) 


Meßschaltung für Schaltzeiten . 


us 


° AQL = 0,65% 
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Ices 
Ices 
Ices 


Ices 


Ul8R)CEO 
U(BR)EBO 


U(8R)CBO 


BSX 62 


BSX 63 
BSX 62 BSX 63 
10 (<100)* | - nA 
- 10 (<100)* | nA 
10 (< 100) _ nA 
- 10 (< 100) nA 
>40 >60 V 
>65 >5 V 
>60 >60 V 
70 (> 30) 70 (> 30) MHz 
35 (< 70) 35 (< 70) pF 
< 0,3 < 0,3 us 
< 1,5 < 1,5 4S 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


W Pror = F(T); An = Parameter 


6 
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BSX 62 
BSX 63 


Stromverstärkung B = f (I.) 


k Zulässige Impulsbelastbarkeit e=1V; T, = Parameter 


c 
russ = f(t); » = Parameter (Emitterschaltung) 
w BSX 62, BSX 63 


BSX 62-6, BSX 63-6 


EEE 


10 zu 
"dt m m 1 Se ee u 17 


—-t 


Stromverstärkung 3 = f (I.) Stromverstärkung 3 = f (I.) 
eg = 1V; Tu = Parameter 


CE’ i Uce = 1 V; Ty = Parameter 
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung) 
BSX 62-10, BSX 63-10 BSX 62-16 


w HH HH —EHHN 
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BSX 62 
BSX 63 


I; 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Is = Parameter (Emitterschaltung) 
mA BSX 


200 au 
| 20m =] 


180 18mA 


160 


140 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Is = Parameter (Emitterschaltung) 


A BSX 62, BSX 63 
20 
de FT Issma | 
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Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 


63 


Is = Parameter (Emitterschaltung) 
BSX 


Vx 


BSX 62 
BSX 63 


u 
= zer: 


Sättigungsspannung Ucesat = F (Ic) 
B = 10; T, = Parameter 
(Emitterschaltung) 

BSX 62, BSX 63 


=H 


j ia —— Nittelwerte 1 
T — — Streuwerte bei 7g-25°C 


0 0 02 08 04 05 08 07 08V 
— a Vgesat 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cso = f (Tu) 


BSX 62, BSX 63 


=== -Sezogs 
> — Mittelwert "==; 
Io — Sireuwert LI 
1 = 
0 50 100 10°C 


—Ty 


SREgUnDSSBaRnUng Usesat = F (Ic) 


= Parameter 


Ferner chaltane 


BSX 62, 


BSX 63 


raH i 


| 


—— !ittelwerte 
— — Sireuwerte bei 7g-25°C 
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| 
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NPN-Transistoren für Schalteranwendungen BSY 17 
BSY 18 
BSY 62 
BSY 63 
BSY 17, BSY 18, BSY 62 und BSY 63 sind doppeltdiffundierte epitaktische NPN-Silizium-HF- 
Planar-Transistoren im Gehäuse 18 A3 DIN 41 876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem 
Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor BSY 17 entspricht dem Typ 2 N 743, 
BSY 18 entspricht dem Typ 2 N 744, BSY 62, Gruppe A entspricht dem Typ 2 N 706 A 
und BSY 63 entspricht dem Typ 2 N 708. Die Transistoren sind besonders zur Verwendung 
als schnelle Logikschalter geeignet. 


Typ Bestellnummer 
BSY 17 060218-Y17 
BSY 18 060218-Y18 


BSY62 A 060218-Y62-A 
BSY 62 B 060218-Y62-B 


BSY 63 060218-Y63 Gewicht etwa 0,39 Maße in mm 
Grenzdaten BSY 17 

BSY 18 BSY 62 | BSY 63 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 15 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucpo | 20 25 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Uso | 5 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 200 200 200 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 200 200 °C 
Lagertemperatur Te -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Prot 1 1 1 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht - Luft Rınu | s500 s500 s500 K/w 
Kollektorsperrschicht- 
Transistorgehäuse Runyg | s150 s150 s150 K/W 

BSY 17 

Statische Kenndaten Ty | 170 25 °C 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 20 V) IcBo <100 1” nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
UIceo = 10. mA) Usriceo | — >12 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ieso = 10 4A) UBrjeBo | — >5* V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Iceo = 1uA) UßrjcBo | — >20 V 
* AQL = 0,65% 
870 
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BSY 18 
BSY 62 
BSY 63 
Statische Kenndaten BSY 18 
Tu 170 25 °G 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucso = 20 V) Icso <100 <1* nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


(Iceo = 10 mA) Ußrjceo |- >12 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(leso = 10 1A) Ulereso |- >5* V 
1 
BSY 62 
Tu | 50 25 °%G 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucgo = 15 V) Icso <30 <O,5* nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 10 mA) Usrjceo |- >15 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Jeso = 10 1A) Urjeso |- >5* V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Icso = 1 A) Usrjceo  |- >25 V 
a — 
BSY 63 
Tu 150 25 °C 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucso = 20 V) Icgo «15 0,003 nA 


Kollektor-Emitter-Reststrom 


(Uce = 20 V; Uge = 0,25 V; (<0,025)* „A 


Tu = 125 °C) IcEv <10 - nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

(Icgo = 10 mA) Ugr)cEo _ >15 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(leso = 10 A) Ußrjeso |- >5* V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 

(Icso = 1 A) UßrjcBo |- >40 V 
* AQL = 0,65% 


Meßschaltung zur Messung der Aus- und Einschaltzeit Tastverhältnis <2% 


>300ns 2202 oiur 
Ar33k —hı Fear 
Sampling-05Z. 
502 
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BSY 17 


BSY 18 
BSY 62 
BSY 63 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
BSY 17 
Uce Is Ic B Ugesat') Ucesat ) 
V mA mA Ic/Is V V 
—- hl nn 
0,25 <0O,1 1 >10* 0,65 _ 
0,35 0,167 bis 0,5 10 20 bis 60* 0,7 (<0,85) <0,28* 
1,0 <10 100 >10* <1,5 - 
BSY 18 
Uce Is Ic B Ugesat) Ucesat") 
v mi, mA In sat CEsat 
0,25 <0,05 1 >20* 0,66 - 
0,35 0,083 bis 0,25 10 40 bis 120* 0,7 (<0,85) <0,28* 
1,0 <5,0 100 >20* <1,5 - 


BSY 62 Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstärkung B gruppiert und 
mit den Buchstaben „A” oder „B" gekennzeichnet. 
Is 
mA 
0,17 bis 0,5 
0,033 bis 0,33 
Sättigungsspannung (Ic = 10 mA; Is = 10 mA) Upesat) = < 0,9 V 
Ucgsat! = <0,6* V 


Uce Ic B 


20 bis 60* 
30 bis 300* 


BSV 63 


Uce B 


>15* 
30 bis 120* 


0,083 bis 0,33 


Sättigungsspannung (Ic = 10 mA; Ig = 1 mA) Ugesat) = 0,72(<0,8) V 
Ucesat ) = <0,4* V 
Meßschaltung zur Messung der Speicherzeit (t,) Tastverhältnis <2% 


8900 Our IKQ 
>300n5 —elp 


ge Up-aov AUF 500R Sampling- 0sz. 
502 

Rg-50R2 

eins 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 10 abge- 
sunken ist. 
* AQL = 0,65% 
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BSY 17 


BSY 13 
BSY 62 
BSY 63 
Dynamische Kenndaten 
(Ty, = 25 °C) BSY17 |BSY18 |BSY62 |BSY63 
Transitfrequenz (Ic = 10 mA; 
Uce = 10 V; f= 100 MHz) fr > 280 > 280 > 280 >300 MHz 


Kollektor-Basis-Kapazität 


(Ucso =5V) 


Schaltzeiten: 
Arbeitspunkt: 


Ic= 10 mA; Ipı = 3 mA; 
-Ip2 = 1,5 mA; RL = 27009 


Arbeitspunkt: 


Ic = 100 mA; Igı = 40 mA; 
-Ip2 = 20 mA; RL =500Q 
Ic = Isı = -Ina = 10 mA; 
RR=1kQ 


Ccso | 2,7 (< 5) 


tein <16 
aus <24 
tein 7 
taus 25 

ts <14 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 


200° 


Pror =F (T); Rın = Parameter 
ww BSV 17, BSY'is, BSY 62, BSY 63 
dr 
Prot 
ey 
RL 
Rınas 
05 
nn 
Rnau 
I 
ser [are 
0 100 
—’T 


2,7(<5) | 2,7(<5) |23,7(<6) |pF 


<16 <40 <40 ns 
<24 <75 <75 ns 
7 _ _ ns 
25 - - ns 
<18 <25 <25 ns 


Stromverstärkung 3 = f (Ic) 
Uce = 1 V; Ty = Parameter 
(Emitterschaltung) 

BSY.18, BSY 62A, BSY 62B 


10 — 1m mem TTTMm 


fer} 
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{BSYBZA) 
(BSYBZB) 
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[> 
— 
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BSY 18 
BSY 62 


Ausgangskennlinien /c = f (Uc.e) 
Is = Parameter (Emitterschaltung) 
mA BSY 18, BSY 62 


150 [ 


50 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Versace = F(I);B = 10; 
T, = Parameter 

mA BSY 18, BSY 62 


0 0,1 0,2 0,3 0,4 05V 
—— m Use sat 
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Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
Ig = Parameter (Emitterschaltung) 


mA BSY 18, BSY 62 
20 
I; 
s 
10 
5 
0 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Usesar = F (Ic); B= 10; 
Ty = Parameter 
mA BSY 18, BSY 62 


Vx 


BSY 17 
BSY 13 


Kollektorstrom Ic = f (Uae) 


ce 1 
(Emitterschaltung) 


mA BSY 18, BSY 62 
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BSY 62 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Uce = 10V; f= 100 MHz; Tu = 25°C 


MHZ BSY 18, BSY 62 
6 ni 
TITITT “r 
ne | 
5 =. |& Hl 
Het 
4 4m FerrH 
en an! 
3 — nr 
2 
1 tt 
0 [tt 
10° 5m 5 10?mA 
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Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes 
Icso =f (Tu); Ucao = 25 V 
nA BSY 62 


BSY 18 


10" 


ns 
50 


Taus 
30 


20 


10 
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Kollektor-Basis-Kapazität 
Cn=F(Ucao) 
BSY 18, BSY 62 


Ausschaltzeit tus = f (Isı) 
—/g2 = Parameter 
Ic = 10 mA; Tu = 25°C BSY 18 


el 


0 5 10mA 


BSY 62 
Einschaltzeit ein = f der 
Ic = 10 mA; T, = 25 
Uga = -3V; Br _ 1 BSY 18 
Rı 
N5 
30 
fein 


Speicherzeit t, = (Ipı) 
-Ig2 = Parameter 
ns Je = 10mA; Tu =25 °C BSY 18 


30 


0 5 10mA 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BSY 34 
BSY 58 


BSY 34 und BSY 58 sind doppeltdiffundierte epitaktische NPN-Silizium-Transistoren in 
Planartechnik im Gehäuse 5 C3 DIN 41 873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse 
elektrisch verbunden. 

Die Transistoren BSY 34 und BSY 58 sind für den Einsatz als schnelle Schalter und besonders 
als Kerntreiber geeignet. 


Typ | Bestellnummer 
BSY 34 | 060218-Y34 
BSY 58 060218-Y58 

Gewicht etwa 1,59 Maße in mm 
Grenzdaten BSY 34 BSY 58 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 25 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 60 50 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucßo 60 50 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 V 
Kollektorstrom Ic 600 600 mA 
Basisstrom Is 200 200 mA 
Sperrschichttemperatur T; 200 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +200 | -65 bis +200 | °C 
Gesamtverlustleistung (Tg s45 °C) Prot 2,6 2,6 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rınsu s220 s220 K/Ww 
Kollektorsperrschicht- 
Transistorgehäuse Rıinys <60 s60 K/W 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C; Uce =1V) 
Typ BSY 34 | BSY 58 
Ic B Upesat" ) Ucesat B Upesat") Ucesat') 
mA Ic/Is V V Icls V 
1 23 0,62 - 23 0,62 - 
10 37 0,7 - 37 0,7 - 
100 |42(>25)* |0,85 0,17 42 (>17)* |0,85 0,17 
500 | 25 (>10) 1,2 (<1,5)* | 0,6 (<1)* 25 1,2 (<1,5)* | 0,6 (<1,5)* 


1) Der Transistor ist so weit übersteuert, daß die statische Stromverstärkung auf einen Wert von B = 10 abge- 
sunken ist. 
* AQL = 0,65% 
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Statische Kenndaten | 


Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucgo = 50 V) Icso 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 10’mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ices = 10 uA) 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Icso = 100 yA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(leso = 100 A) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz (Ic = 30 mA; 


Uce = 10 V; f= 100 Mhz) 
Kollektor-Basis-Kapazität (Ucgo = 10 V) 
Emitter-Basis-Kapazität (Ueso = 1 V) 


Schaltzeiten 

Arbeitspunkt: 

Ic = 150 mA; Igı = 15 mA 
-Ig2 = 15 mA; RL = 1509 


Arbeitspunkt: 

Ic = 500 mA; I5ı = 50 mA; 

-Iß2 = 25 mA; Le = 15 V 

RL = 80.9 für BSY 34 (Ucce = 40 V) 
Rı = 50.9 für BSY 58 (Ucc = 25 V) 


* AQL = 0,65% 


Meßschaltungen für Schaltzeiten 


>200ns 


—-/ 
1uf 202 > 


RRg=508 
Mm; <ins 


y 98 
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1 
& 
GE 


<7-10* 


UBr)cEo 


‚Usrjces 


Uler)cBo 


Ulsr)EBO 


tein 
taus 


BSY 58 


<70* 
>40 
>60 
>60 


>5 


400 (>250) 
4,5 (<6) 
22 


| 30 
50 


30 (<50) 
65 (<95) 


5082 


<120* nA 
>25 V 
>50 V 
>50 V 
>5 V 
400 (>250) | MHz 
4,5 (<6) pF 
22 pF 
35 ns 
60 ns 
35 (<65) ns 
65 (<110) ns 


Sampling-052. 
502 


BSY 34 
BSY 58 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = FT); Ren = Parameter 

BSY 34 


F Ugg=0bis36V 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
K_rumsc = ft); » = Parameter 
w BSY 34, BSY 58 


6 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pror =F(T); Rın = Parameter 

BSY 58 


>= 


Pot 


0 100 200°C 


Ausgangskennlinien /c = f (Uce) 
T, = Parameter (Emitterschaltung) 
BSY 34, BSY 58 


mA 3022 
600 ro amAT Hr — 
‚16mA Ri) 
T4mA 
500 z12mA I 
1 Oma 
! 1400 EmA-| 
I |) | bmA_|_ 
300 
T 
kma 
200 I 
H 
il) I in 
I /g=1mA | 
0 
N) IN) 20 30V 
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Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cao = f (Tu) 
WA Ucao = 60 V BSY 34 


1? : a2 
E Keen =, 
je 


11 
Icgo 


10 


101 


—— Mittelwert 
_—- Streuwert 


kl 23 
0 100 200°C 


= 


Kollektorstrom Ic = f (I); Uce = 1V 
(Emitterschaltung) 


mA BSY 34, BSY 58 
1° Ss 
1 IR 
I m TOT 
— HR 


! Pin I Bor za 


17 /Kmmım 


vr mem 
—. 
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BSY 34 
BSY 58 


Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes /cso = f (In 
WA Ucao = 50V BSY 58 


102 
E 


Eingangskennlinien /; = f (U;.) 
Uce=1V SEINES RATE ND 


BSY 34, BSY 58 
12 = 
Is 5 Ig500mA 
4 150mA 
ILL 
-50°6 
25°C 
40000 
100 
90-1 1mA 
imA| | 
2 
0 02 04 06 08 10 12 14 16V 
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BSY 34 
BSY 58 


Sättigungsspannungen 


Kollektor-Basis-Kapazität C =f(Ucao) U =f(I.);B=1 
Emitter-Basis-Kapazität Coon ee Bien =f B= 5 
BSY 34, BSY 58 mA Tu = Parameter BSY 34, BSY 58 


" 
10" 100 1 10? Y 0 04 0B 12 16V 
— Yrpo; Veo —> Ipesat; ÜeEsat 


Verzögerungszeit 4 Anstiegzeit t, 
Ic = 150 mA; Uce = 40 V Ucc = 40V 
B mA BSY 34 


BSY 34 


Speicherzeit t, 
Ic = 50 mA; Uce = 40 V 
mA BSY 34 
2 — 
Shell 
a er 
! 8° - > je) 
7 C 
RI > 
ira 
8 > 
N 
[A 
I /g=50mA, Ung=40V 
dsl e) sl 
8 2 9% 20mA 


Abfallzeit t; 
Ic =50 mA; Ucc = 40V 
BSY 34 


mA 
20 


H/e=50mA, Upg=40V - 


Abfallzeit t; 
Ic = 150 mA; Uce = 40V 
BSY 34 


mA 
FnamE® 
H/e=150mA, Upgs40V I | 


Speicherzeit t, 
Ic =150 mA; Ucc =40V . 
mA BSY 34 
50 
-/B2 /R2 
40 | 4 
30 30 
20 20 
10 0 
— 0V- 
0 In 0- 
0 10 20 30 40 50mA 0 10 20 30 40 
—-/ —- 
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BSY 34 


Speicherzeit t, 
Ic = 500 mA; Ucc = 40V 


10 
ii ke20ns: 


BSY 34 


0 20 40 60 80 100mA 


Schaltzeiten in Abhängigkeit 
von der Gehäusetemperatur 


t=f(Te) 
ns BSY 34 
80 T— 
/e =150mA, Upg=40V 
1 /e:/g17/g2=10:1:1 __| 
ts 
t 1 
60 m 
ee | 
e| | 
f 
2 - 
0 rn 
ta | 
0 
-50 0 50 100 150°C 


PR 76 


— 


Abfallzeit t; 


Ic = 500 mA; Ucc = 40 V 
mA BSY 34 
10r T ine] — 
f=7ons 
FE y » 


Schaltzeiten in Abhängigkeit 
vom Kollektorstrom t=f (Ic) 
Uec = 40 V 


ns BSY 34 
60 
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NPN-Silizium-Leistungstransistor BU 205 


BU 205 ist ein dreifach-diffundierter Silizium-NPN-Leistungs-Schalttransistor im 
Gehäuse 3 B2 DIN 41 872 (TO-3). Er zeichnet sich aus durch kurze Schaltzeiten und 
hohe Spannungsfestigkeit und ist besonders zur Verwendung in Horizontal-Ablenkend- 
stufen für Farbfernsehempfänger geeignet. 


ö P . f E ®42max B 
Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden. 


Typ Bestellnummer 
BU 205 068000-A751 ie 

12,8 t9,5 | 26,6max 

max max 

Gewicht etwa 189g Maße in mm 

Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uces 1500 vn 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge < 1000) Ucer 1500 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 700 V 
Kollektorstrom Ic 2,5 A 
Kollektorspitzenstrom Icm 3 A2) 
Basisspitzenstrom Ism 2,5 A 
neg. Basisstrom -RB 0,1 A 
neg. Basisspitzenstrom Im 1,5 A 
Sperrschichttemperatur T; 115 °C 
Lagertemperatur T; -65 bis +115 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg < 90 °C) Prot 10 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse Rınus s2,5 | K/w 


1) Bei Bildröhren-Überschlägen sind max. 1650 V erlaubt. 
2) Bei Bildröhren-Überschlägen sind max. 5 A erlaubt. 
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BU 205 


Statische Kenndaten 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 1500 V; [872 =0) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10 mA; Ic = 0) 

(IE = 100 mA; Ic = 0) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 mA; Ip = 0; L = 25 mH) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic=2A; B=1 A) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(lc=2A;R=1A) 
Stromverstärkung 
(Uc-5V;Ie=2A) 


Dynamische Kenndaten 
Transitfrequenz 

(Uce =5 V; Ic = 0,1 A;f = 5 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucg = 10V; E = 0A; f= 1 MHz) 
Schaltzeiten: 

(c=2A;B=1A) 


Ices 


U(BR)EBO 
U(gr)EBO 


U(sr)cEO 
Ucesat 


Us Esat 


B 


Ccso 


0,75 


zig © << 


MHz 


pF 


„Ss 
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BU 203 
BU 208 A 


BU 208 und BU 208 A sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungs-Schalttransistoren 
im Gehäuse 3 B 2 DIN 41872 (TO-3). Sie zeichnen sich aus durch kurze Schaltzeiten 
und hohe Spannungsfestigkeit und sind besonders zur Verwendung in Horizontal-Ablenkend- 
stufen für Farbfernsehempfänger geeignet. Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend 
verbunden. E P42max B 


Bestellnummer 


Typ 


BU 208 068000-A494 
BU 208 A Q068000-A5163 E 
nn 10,9 - | 
26,6max M— 
Gewicht etwa 18 g Maße inmm 
Grenzdaten BU 208 A 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Uge = 0) Ucesm vN 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 700 V 
Kollektorstrom Ic 5 Am 
Kollektorspitzenstrom Icm 7,5 A 
Basisspitzenstrom Ipm 4 A 
neg. Basisstrom -RB 0,1 A 
neg. Basisstrom beim Abschalten IBM 2,5 A 
Sperrschichttemperatur T; 115 °C 
Lagertemperatur Ts bis +115 6 
Gesamtverlustleistung (Tg s 95 °C) Prot 12,5 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse ARenyc | s1,6 s1,6 K/w 


1) Bei Bildröhren-Überschlägen sind max. 1650 V erlaubt 
2) Bei Bildröhren-Überschlägen sind max. 10 A erlaubt 
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Statische Kenndaten 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 1500 V; UgeE =0) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(I£ = 10 mA; Ic = 0) 

(IE = 100 mA, Ic = 0) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


(Ic = 100 mA, Is = 0,L = 25 mH) 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 


(lc=45A,ß=2A) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(c=45A;B=2A) 
Stromverstärkung 
(Uce=5V,Ic=45A) 


Dynamische Kenndaten 
Transitfrequenz 
(Uc=5V;Ie=0,1A) 

(Uc =5V, ec =01A,f=5 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucg = 10V, IE = 0,f= 1 MHz) 
Schaltzeiten: 
(Ic=45A,Ie 
(ce =45A, Is 


1,8 A, Lg = 10 yH) 
1,8 A, Lg = 10 4H) 


BU 208 


BU 208 A 
BU 208 BU 208 A 
—— I 
Ices s1 s1 mA 
Uerjeso | 25 >5 V 
Urjeso | 27 >7 V 
UlBRICEO 2700 2700 V 
Ucesat s5 s1 V 
Veen. | #15 1,5 V 
B 22,25 22,25 = 
fr 1 - MHz 
fr - ; MHz 
Cceo 150 125 pF 
t 0,7 0,7 uS 
ts 10 10 HS 
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BU 203 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Por = FITe) 


W 


15 


Pot 


888 


i 


gl 
0 


25 50 


Stromverstärkung 2 = f (Ic) 
T; = Parameter 


125°C 


Ill 
[ IN 
IMMMIN 
i 
LILIEL Lu 
10? 5 10" 5 0 5 wa 
— Je 


BU 208A 
Zulässiger Betriebsbereich /c = f (Uce) 
75 = 95°C 
A 
10' 
5 f=15,75 kHz 
Ic | ET, =95°C 
0 
10 EH m 
5 I 
10" H D£ 
5 wi 
SEE 
10? 
5 =S 
10? JERBERRL — 11 IE 
10° 5 1! 5 102 5 10V 


Ausgangskennlinien Ic = f (Uce) 
Ig = Parameter 


IL 
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BU 208 
BU 208 A 


Sättigungsspannung Ucesa: = f(Ic) 
A B=3; Tg = Parameter 
10' h 
ESSFESFFEFEES 
5 7,2225 °C 


Ic 


0 0,5 10 15V 


Sättigungsspannung Ucesat = f(Ie) 
A Te = 25°C; Ic = Parameter 


2,0 Tr TI 


Is 


Sättigungsspannung Usssa: = F (Ic) 
A B=3; Tg = Parameter 


10 4 Fr ' 
=: BFH 
Ic + 
10 
5 
| a HEN 
| 7-15 | 
25°C 
40" P25'°C 
5 Kl 
ae a DE RR | ———1 
10? 
0 0,5 10 15V 
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NPN-Silizium-Leistungstransistor BU 326 A 


BU 326 A ist ein dreifach-diffundierter Silizium-NPN-Leistungs-Schalttransistor im 
Gehäuse 3 B2 DIN 41 872 (TO-3). Er zeichnet sich durch kurze Schaltzeiten und hohe 
Spannungsfestigkeit aus und ist besonders zur Verwendung. in Fernsehempfänger-Netz- 
teilen geeignet. Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden. 


E ®42max B 


Typ | Bestellnummer 
BU 326A | 062702-U268 


— 109 K- | 
26,6max 1 


max max 


Gewicht etwa 189g Maße in mm 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 900 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 V 
Kollektorstrom Ic 6 A 
Kollektorspitzenstrom (t, S1 ms) Icm 8 A 
Basisstrom I 2. A 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Ts 65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung 

(Tg s 50 °C; Uce = 18 V) Prot 50 w 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse RınyG 82, K/w 
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Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 100 mA; Impulsdauer t, = 200 us) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 

(lego = 5 mA) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uces = 900 V) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic =4A;Uce=5V) 

Stromverstärkung 

Ic =4A;Uce=5V) 


Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic = 0,2 A; Uce = 10V) 

Schaltzeit: 

Fallzeit (Ic = 3A; Igı = Isa = 1 A; Uce = 250 V) 


BU 326 A 


UjBR)CEO 
U(Br)EBO 
Ices 


Ügesat 


B 


>400 
>7 

<1 
<1,5 


3,5 bis 12 


<0,5 


MHz 


„Ss 
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BU 326 A 


Temperaturabhängigkeit 
der zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pia: (Te) 


Pıot max 


kr i Ucg=0 bis 18V 


04 


0° 50 100 150 200 °C 


—r 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
m = f(t); % = Parameter 


10 


5 


2| \v=0 
0,005 
5 0,01 


Al 
= 


„Lk m 


„or ul Kl 
10:5. 105 10% 703 102 101 1005 
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Spannungsabhängigkeit 
der zulässigen Gesamtverlustleistung 
us Por u) 


Pıot max 


Zulässiger Betriebsbereich /. = f (Uce) 
a’ T, = 75°C 
1 


10 
e® 
ms 
02 
INII| \y 
0 [0005 
10 EAN 57R1000 
5 ‚02500 


30 
Il 20 
De [ho 
10° [l zu 


10° 5 10 5 10? 5 10°V 
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren 


BU 426 
BU 426 A 


BU 426 und BU 426 A sind dreifach-diffundierte Silizium-Leistungs-Schalttransistoren, 
im Gehäuse TOP 3; (SOT-93). Sie zeichnen sich durch kurze Schaltzeiten und hohe 
Spannungsfestigkeit aus und sind besonders zur Verwendung in Fernsehempfänger-Netz- 
teilen geeignet. Der Kollektor ist mit dem metallischen Montageflansch leitend verbunden. 


Bestellnummer 
068000-A5164 


Typ 


BU 426 A 068000-A5165 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung UcesMm 
Koilektor-Emitter-Spannung cEo 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 
Koliektorstrom a Ic 
Kollektorspitzenstrom (t, s 2 ms) Icm 
Basisstrom Is 
Basisspitzenstrom Ism 
neg. Basisstrom (t < 20 ms) -IB 


neg. Basisspitzenstrom beim Abschalten -/sm 


Emitterspitzenstrom Ie 
Emitterspitzenstrom Iem 
Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur Ts 
Gesamtverlustleistung (Tg s 73 °C) Prot 
Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht — Ring 


Transistorgehäuse 


Gewicht etwa 20g Maße in mm 


PP>>>>r>P<<< 


oo 
DO 


E 


= ArBERBRBN ; EDSAR Se. , 
800 900 
375 400 
7 7 
6 6 
8 8 
2 2 
3 3 
0,1 0,1 
3 3 
6 6 
8 8 
150 150 
-65 bis +150 
70 70 
s1,1 | s1,1 


K/w 
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BU 426 


Statische Kenndaten (T; = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Use = [0R Uce = 800 V) 

(Use = 0, Uce = 800 V, T; = 125 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Ic =0(, Ues =7\) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Is = 0, Ic = 100 mA, L = 25 mH) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(k=25A,RB=05A,) 

(Ic = 40 A, RB = 1,25 A) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(«=235A; IB = 0,5A) 

(Ic =40A, Is = 1,25 A) 
Stromverstärkung 

(Uce =5V, Ic = 0,6 A) 


Dynamische Kenndaten 


Transitfrequenz 
(Uce = 10V, Ic = 0,2 A, f = 1 MHz) 
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BU 426 A 
BU 426 BU 426 A 

Ices <1 <1 mA 
Ices <2 s2 mA 
Ieso s10 s10 mA 
Ur)ceo 2375 2400 V 
Ucesat s1,5 s1,5 V 
Ucesat s3 <3 V 
UBesat s1,4 <1,4 V 
Ugesat s1,6 s1,6 V 

B 30 30 - 

fr 6 6 MHz 
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NPN-Silizium-Leistungstransistor BU 626 A 


BU 626 A ist ein dreifach-diffundierter Silizium-NPN-Leistungs-Schalttransistor im 
Gehäuse 3 B2 DIN 41872 (TO-3). Er zeichnet sich durch kurze Schaltzeiten und hohe 
Spannungsfestigkeit aus und ist besonders zur Verwendung in Fernsehempfänger- 
Netzteilen geeignet. Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden. 


E $42max B 


Typ | Bestellnummer 
BU 626A | 068000-A4984 


ri | 
12,8 Eh bel R— 


max max 
Gewichtetwaldg Maße inmm 


Gewicht etwa 18 g Maße in mm 


Grenzdaten 

Kollektor-Basis-Spannung Ucs 1000 V 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 V 

Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 V 

Kollektorstrom Ic 10 A 

Kollektorspitzenstrom Icm 15 A 

Sperrschichttemperatur T; 175 ie 

Lagertemperatur Ts -65 bis +175 °C 

Gesamtverlustleistung 

(Tg 5 25 °C; Uce = 20 V) Prot 100 Ww 

Wärmewiderstand 

Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse RthyG s1,5 | K/W 
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Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Iceo = 50 mA; Impulsdauer = 200 us) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(leso = 10 mA) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 1000 V) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ie=8A;R=25A) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(8A; R=235A) 
Stromverstärkung 

(Ic = 10 A; Uce = 1,5 V) 

(Ic = 2,5 A; Uce = 10V) 


Dynamische Kenndaten (Tg; = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(Ic =01A,; Uce =10 V) 

Schaltzeit: 

Fallzeit (Ic = 8A; Igı = -Ip2 = 2,5 A) 
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U(sr)cEo 
U(lBrJEBO 
-Ices 
ÜBesat 


Ucesat 


B 
B 


fr 


Li; 


>400 


<1 


BU 626 A 


| MHz 


us 
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BU 626 A 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Pix = F(Te) 


0 50 100 150 200 °C 


—%i 


Stromverstärkung B = f (lc) 
Ucr = 5 V; Tg = 25°C 


10? 5 10" 5 10 5 1'A 


—> I 


Zulässiger Betriebsbereich I. = f (Uce) 
Ts = 25°C; für Einzelimpuls (” = 0) 


LT yE 


ae 
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BUW 70 
BUW 71 
BUW 72 


BUW 71, BUW 72 und BUW 73 sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungs-Schalt- 
transistoren im Gehäuse 3 A 2 DIN 41 872 (TO-3). Sie zeichnen sich durch kurze Schalt- 
zeiten und hohe Spannungsfestigkeit aus und sind besonders zur Verwendung in getakteten 
Spannungswandlern geeignet. Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden. 


Typ Bestellnummer E 64 B 

BUW 70 062702-U295 

BUW 71 062702-U296 7 
BUW 72 062702-U297 x 
Glimmerscheibe | 062901-B11-A a 
Isoliernippel 062901-B50 m 


26,2 max 


Gewicht etwa 18g 
Glimmerscheibe 

Zusätzlicher Wärmewiderstand 
trocken: Rth = 1,25 K/W 


0,05 »004 gefettet: Rth = 0,35 K/W 
Grenzdaten BUW 70 BUW 71 BUW 72 
Kollektor-Basis-Spannung Ucso | 150 450 450 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo | 100 400 400 V 
Emitter-Basis-Spannung Uso |7 7 7. V 
Kollektorstrom Ic 10 5 10 A 
Basisstrom Is x 1,5 3 A 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +150 °C 
Gesamtverlustleistung 
(Tg s 25 °C) Prot 80 100 100 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht- 
Transistorgehäuse Riss | 21,5 <1,25 <1,25 K/W 
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Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) BUW 70 | BUW 71 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung _ 

(Iceo = 10 mA) U(BRICEO 

Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucgo = 450 V) Icso - mA 

(Ucso = 150 V) Icso 0,1 mA 

Emitter-Basis-Reststrom 

(Ugeo = 7 V) Ieso 0,1 mA 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

Ic=4A,RB=0,8A) Ucesat 0,8 V 

(Ic=2A, IB =0,4A) Ucesat |- V 

Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic=-4AR=038A) ; Üpesat 1,5 V 

lc=2A, IB =04A) Usesat | - V 

Stromverstärkung 

(Ic = 4A; Uce=5V) B >40 = 

(ce =2A, Uc=5V) B - - 

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 

Schaltzeiten: 

(Ie=5A lBı=-I2=0,5A, RR =100) H 1 - 1,2 uS 
ton 1 - 2 uS 
tstg 3 - 4 HS 

(Ic=3A, I = -Ip2=0,3A,RL=200) = 1,3 = HS 
ton - 1,5 _ uS 
tstg mr 4 ” HS 
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Nicht für Neuentwicklung 
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NPN-Silizium-Darlington-Leistungstransistor 


BUX 28 


BUX 28 ist ein dreifachdiffundierter monolithischer NPN-Darlington-Leistungstransistor im 
Gehäuse 3A 2 DIN 41 872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Der Widerstand zwischen Basis und Emitter sowie die Inversdiode sind integriert. 
BUX 28 ist besonders geeignet für die Anwendung in Kfz-Zündschaltungen und für all- 
gemeine Schalteranwendungen bei hohen Spannungen. 


Typ Bestellnummer 
BUX 28 062702-U258 
Glimmerscheibe 062901-B11-A 
Isoliernippel Q062901-B50 

E ®42max B 


Ft 1% 
| —/6203maxi+- | 
395 max —a 


[777 
> 
3 
{=} 
x 


A dub 
12,8 19,5 a— 26,6max — 


max max 
Gewicht etwalßg Maße inmm 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (t, < 1 ms) 
Strom der Inversdiode 

Basisstrom 
Sperrschichttemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg s 55 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Gehäuse 


900 


Glimmerscheibe trocken: 
gefettet 


Rth = 1,25 K/W 
: Rth = 0,35 K/W 


350 
350 
8 
12 
8 
1,5 
175 
80 


| <1,2 


Isoliernippel 
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BUX 23 


Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


(le = 100 mA; L = 25 mH) Usr)ceo > 350 \v* 
Kollektor-Emitter-Reststrom Iceo <1 mA 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 350 V) Iceo <1 mA 
(Uce = 350 V, Te = 125 °C; tu < 200 us) Ices <10 mA 
Stromverstärkung 

Uc = 7A; Uce = 1,5 V) B >10 - 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

Uc = 10A; Ig = 0,25 A) Ucesat <2 vr 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

(Ic=10A; RB =0,25A) Ugesat <24 v* 
Flußspannung der Inversstromdiode 

(-Ic= 7A; I =0) -UcE 1,5 V 


* AQL = 0,65% 


Temperaturabhängigkeit der Zulässiger Betriebsbereich /c = f(Uce) 
zulässigen Gesamtverlustleistung Ts = 55°C; v=0 
Pot = ft Te) Br 
W Uce = Parameter K u, % %, %,%, 
100 z' 10 ms 
m DE 
er [& + 5 4 ® INN HD mE 
t Ic LE 
| 0.05 
eh ll 
100 IL — OH 
BUX 28: 
ee BUX 29 
I T7e = Allee) 02111 
1, 55°C 
0 - HH 0, 
. EH Mi ii 
| T 
IL! 5 
| 
2 N all 
200 °C N) 5 102 5 10° Y 


BUX 28 


Impulsbelastbarkeit 
(Spannungsmultiplikator) 
Mu=ftt) 


AT TTTTT 
naja \UHIEBN] 
lin INN | 
ITILN 
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10° IT 


0% 05 10% 10? 102 Fr a 
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Impulswärmewiderstand 
Fenss = ft) 
v = Parameter 


S=- 


Ansc 


108 105 10* 10? 102 101 1005 
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Impulsbelastbarkeit 
(Strommultiplikator) 
; in rd) 
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BUX 80 
BUX 81 


BUX 80 und BUX 81 sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren im 
Gehäuse ähnlich 3 A 2 DIN 41 872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch 
verbunden. Die Transistoren eignen sich besonders als schnelle Leistungsschalter bei hohen 
Spannungen. BUX 80 gilt als Nachfolgetyp für BUW 77 (ev. BUW 76). 


Typ Bestellnummer 
BUX 80 068000-A4634 
BUX 81 068000-A4675 
Glimmerscheibe | 062901-B11-A 7 
Isoliernippel 062901-B50 r 
45201: 
E ®42max B 
! BR 
2 LE: 
E dt 
005 “004 
EcH 2onas 
Gewichtetwa18g Maße inmm 
Grenzdaten BUX 80 BUX 81 
Tr 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 800 1000 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 450 V 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Rge =50 Q) Ucer 500 500 V 
Kollektorstrom Ic 10 10 A 
Kollektor-Spitzenstrom (t<2 ms) IcM 15 15 A 
Basisstrom I 4 4 A 
Basisspitzenstrom (t <2 ms) Igm 6 6 A 
neg. Basisspitzenstrom 
beim Ausschalten Ibm 6 6 A 
Lagertemperatur Ts -65 bis +150 °C 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg s40 °C) Prot 100 100 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht- 
Transistorgehäuse RthJG s1,1 1,1 K/w 
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BUX 80 


BUX 81 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BUX 80 BUX 81 I 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 mA; IB = 0; L = 25 mH) Ußrjceo | >400 >450 V 
(Ic = 100 mA; Rge = 50 0; L= 15 mH) Ugsrjcer | >500 >500 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 800 V) Ices <1 - mA 
(Uces = 800 V; T; = 125 °C) Ices <3 > mA 
(Uces = 1000 V) Ices = <1 mA 
(Uces = 1000 V; T; = 125 °C) Ices - <3 mA 
Emitter-Basis-Reststrom (Ueso = 10 V) IEBo <10 <10 mA 
Stromverstärkung (Ic = 1,2 A; Uce =5V) B 30 30 = 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ie=-8A;BßR=-25A) Ucesat <3 <3 V 
(e=5A;R=1A) Ucesat <1,5 <1,5 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic=-8A;BßR=-25A) Üpesat <1,8 <1,8 V 
(e=-5A;R=-1A) Üßesat <14 <1,4 V 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Ice = 0,2 A; Uce = 10 V; f= 1 MHz) fr 6 6 MHz 
Schaltzeiten 
(Ucc = 250 V; Ic =5 A; I =1A; -R = 2A) 
Einschaltzeit tein 0,35 (<0,5) | 0,35 (<0,5) | us 
Speicherzeit tz 2,5 (<3,5) 2,5 (<3,5) KS 
Abfallzeit') tr 0,3 0,3 us 


1) bei Tg = 95°C istt,<0,8 us 
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BUX 80 


BUX 81 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung K Zus = ft); v= Parameter 

W Por = f(Te) W 
150 Tan Da a vo ST 10 CHEF -FIRFIHT 
I! H ei DA RE = 


10° 
ur’ A 
RY au Ai ! 
| NL sr Ze zul 
„Lu DET 
0 50 100 150 °C 0 1 0 1 As 
—>T —-t 
Zulässiger Betriebsbereich Zulässiger Betriebsbereich 
Ic = f(Uee); Te = 25°C Ic = f(Uce); Tu < 40°C 
BUX 80 A BUX 81 
2 
10 5: u. P—ee SE ! E un as m " 
Ic Ic 
10 ms 
0 
002 
m N 
r h 
2 
10 
re 1 
L 1 2 
Ts 2l n 
m = G 1 
[L | 
10° =. 
10° 10' 10? 10? v 


BUX 80 
BUX 81 


Stromverstärkung B = f(lc) 
Uce = 5V: Tg = 25°C 


NEEEHESFR 


je 


Oszillator - Spannungsverlauf 


min min 
Urariceo Ularıcen 


— el: 


906 


Schaltzeitdiagramm 
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BUX 80 


BUX 81 
Meßschaltungen für Durchbruchspannungen 
für Urarıceo für Ujarı ceR 
+50V +50 V 
100 bis200N 100bis 200 N 
L L 
REES REAIRE | © 
hor. Bye hor. 
—O Oszillograph Oszillograph 
ke 2000 } use 
Rn + vert. de 26 vert. 
30bis6oH2 Ton 1Q 30 bis60Hz L > 10 


Meßschaltung für Schaltzeiten 
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BUX 32 
BUX 83 


BUX 82 und BUX 83 sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren im 
Gehäuse ähnlich 3 A 2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch 
verbunden. Die Transistoren eignen sich besonders als schnelle Leistungsschalter bei hohen 
Spannungen. BUX 82 gilt als Nachfolgetyp für BUX 26, BUX 27 (ev. BUY 79). 


Typ Bestellnummer 
BUX 82 068000-A4676 
BUX 83 Q68000-A4677 
Glimmerscheibe | 062901-B11-A 
Isoliernippel 062901-B20 

E ®42max B 


I 


Ri: ! Sr 
910 Fe & 3 
Su -e. 
N ih 4 | 
Ba \ 0,05 “004 
- 109 .. “ 
12,8 9,5 26,6max er 
max max 

Gewichtetwalög Maße inmm 
Grenzdaten BUX 82 BUX 83 
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 800 1000 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 450 V 
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 509) Ucer 500 500 V 
Kollektorstrom Ic 6 6 A 
Kollektor-Spitzenstrom (t < 2 ms) Icm 8 8 A 
Basisstrom Is 2 2 A 
Basisspitzenstrom (t <2 ms) Im 3 3 A 
neg. Basisspitzenstrom IBM 3 13 A 
Lagertemperatur Ts 65 bis +150 °C 
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg <25 °C) Prot 75 75 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse Riınyc s1,65 <s1,65 K/Ww 
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BUX 82 


BUX 83 
Statische Kenndaten (T, = 25 °C) BUX 82 BUX 83 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 mA; I = 0; L = 25 mH) Upßrjceo | >400 >450 V 
(Ic = 100 mA; Rge = 100 Q; L= 15 mH) Ujarjcer >500 >500 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 800 V) Ices <1 - mA 
(Uces = 800 V; T; = 125 °C) Ices <2 - mA 
(Uces = 1000 V) Ices - <1 mA 
(Uces = 1000 V; T; = 125 °C) Ices = <2 mA 
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 10 V) Ieso <10 <10 mA 
Stromverstärkung (Ic = 1,2 A; Uce=5V) B 30 30 = 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =4AA; RB= 1,25 A) Ucesat <3 ‚6 V 
(Ic =25A; I = 0,5A) Ucesat <1,5 1,4 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic=4A; RB = 1,25 A) Ugesat <1,6 <1,6 V 
(Ic=235A;RB=05A) Ugesat <1,4 <14 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C). 
Transitfrequenz 
(Ic = 0,2 A; Uce = 10 V; f= 1 MHz) ft 6 6 MHz 
Schaltzeiten 
(Ucc = 250 V; Ic = 23,5 A; Inı = 0,5 A, 
-Is2 =1A) 
Einschaltzeit tein 0,3 (<0,5) 0,3 (<0,5) HS 
Speicherzeit te 2 (<3,5) 2 (<3,5) uS 
Abfallzeit?) tr 0,3 0,3 uS 


1) bei TG = 95°C isttfsi us 
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BUX 82 


BUX 83 
Temperaturabhängigkeit der Zulässige Impulsbelastbarkeit 
zulässigen Gesamtverlustleistung Zwss = f(t); v= Parameter 
W Por =) £ 
o' 
Zins 


10 


“a 4 
zent | Hr 


BANN DANN" INN 
0 50 100 150 °C 10° 10° 10° 10? 10? 10" 
—r —t 
Zulässiger Betriebsbereich Zulässiger Betriebsbereich 
Ic= FUge); TS 25 °C Ic = f(Ugeli Tus 50°C 
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BUX 82 
BUX 83 


Stromverstärkung 8 = f(Ikc) 
Uce = 5V; Tg = 25°C 


a = 


B = 
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Oszillator - Spannungsverlauf 


min min 
Ularıceo Uharıcen 
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Schaltzeitdiagramm 
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BUX 82 


BUX 83 
Meßschaltungen für Durchbruchspannungen 
für Uarıceo für Uran cer 
+50V —0+50V 
100 bis200N 100bis 200 N 
i 1 
nn () 
j hor. Rot hor. 
Oszillograph Oszillograph 
200 
u Ey vert. as % Be: vert. 
30bis60Hz | 1Q 30 bis60Hz 192 
300N 


Meßschaltung für Schaltzeiten 
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren 


BUX 84 
BUX 85 


BUX 84 und BUX 85 sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren im 
Gehäuse TO-220. Sie zeichnen sich durch ihre kurzen Schaltzeiten und hohe Spannungs- 
festigkeit aus und eignen sich besonders für Schaltnetzteile in Fernsehgeräten. Der Kollektor 
ist mit der metallischen Montagefläche elektrisch leitend verbunden. 


Typ Bestellnummer 
BUX 84 068000-A3869 
BUX 85 068000-A5166 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektorspitzenstrom (t, <1 ms) 
Basisstrom 

Basisspitzenstrom 

neg. Basisspitzenstrom 

beim Abschalten 
Lagertemperatur 
Sperrschichttemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg s 50 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Montageflansch 


RınyG 


BCE 


Auswerfemarke 


15:1 15,4:03 


Gewicht etwa 18.9 Maße in mm 
BUX 84 BUX 85 
800 1000 V 
400 450 V 
10 10 V 
2 2 A 
3 3 A 
0,75 0,75 A 
1 1 A 
1 i) A 
-65 bis +150 °C 
150 150 °C 
40 40 W 
s2,5 s2,5 K/W 
913 
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BUX 84 


BUX 85 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BUX 84 BUX 85 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 mA; IR = 0; L = 25 mH) Ugr)cEo 2400 2450 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 800 V) Ices s1 _ mA 
(Uces = 800 V; T, = 125 °C) Ices s1,5 - mA 
(Uces = 1000 V) Ices _ s0,2 mA 
(Uces = 1000 V; T; = 125 °C) Ices - 1,5 mA 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Uso =5V) IeBo s1 s1 mA 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic =0,3A; I = 0,03 A) Ucesat s1,5 s1,5 V 
(Ic=1A;R=0,2A) Ucesat s3 s3 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic=1A;RB=0,2A) ÜBesat s1,1 1,1 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Uce = 10 V; Ic = 0,2 A; f = 1 MHz) fr 20 20 MHz 
Schaltzeiten: 
(Ucce = 250 V; Ic=1A;B=0,2A; -IR =0,AA) 
Einschaltzeit tein 0,2 (<0,5) | 0,2 (<0,5) uS 
Speicherzeit ta 0,2 (<3,5) |2 (<3,5) uS 
Abfallzeit') tr 0,4 0,4 us 


1) bei TG = 95°C ist tf sus 
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BUX 84 
BUX 85 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Por = f (Te) 


— 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic= lUce); Ts 5 50 °C 


10" 


Ic 


107 + 


A BUX 84 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
SR. =f(t); v = Parameter 
W 


K Z mu 
10' 


Zulässiger Betriebsbereich 
Ic= flUge); Tg 5 50 °C 
[N BUX 85 


BUX 84 
BUX 85 


Stromverstärkung B = f(Ic) 
Uce = 5V; Tg = 25°C 


10 Hi 
E 
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Meßschaltung für Durchbruchspannung Ujar)ceo 
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BUX 84 
BUX 85 


Meßschaltung für Schaltzeiten 
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NPN-Silizium-Hochvolt-Schalttransistoren 


BUX 86 
BUX 87 


BUX 86 und BUX 87 sind NPN-Silizium-Epibasis-Leistungsschalttransistoren im Kunst- 
stoffgehäuse 12 A 3 DIN 41869, Blatt 4 (TO-126). Sie zeichnen sich durch ihre kurzen 
Schaltzeiten und hohe Spannungsfestigkeit aus und eignen sich besonders für Schaltnetzteile 
in Farbfernsehgeräten. Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche elektrisch 
leitend verbunden. 


Typ Bestellnummer 
BUX 86 068000-A3870 
BUX 87 068000-A5167 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektorstrom 
Kollektor-Spitzenstrom (t, < 2 ms) 
Basisstrom 

Basisspitzenstrom 

neg. Basisspitzenstrom 

beim Abschalten 

Lagertemperatur 
Sperrschichttemperatur 
Gesamtverlustleistung (Tg s 60 °C) 


Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Montagefläche 
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E 
c 
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BEER: 


1,25min 


Gewicht etwa 0,5 g 


BUX 86 BUX 87 
800 1000 
400 450 
0,5 0,5 
1,0 1,0 
0,2 0,2 
0,3 0,3 
0,3 0,3 
-65 bis +150 
150 150 
20 20 
s4,5 s4,5 


10,7: ns 


Be 
IR 
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Maße in mm 
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BUX 86 


BUX 87 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BUX 86 BUX 87 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 mA; IR= O;L= 25 mH) Ugr)cEo 2400 2450 V 
Kollektor-Emitter-Reststrom 
(Uces = 800 V) Ices <0,1 - mA 
(Uces = 800 V; T; = 150 °C) Ices <1 _ mA 
(Uces = 1000 V) Ices = <O,1 mA 
(Ucgs = 1000 V; T;= 150 °C) Ices = <1 mA 
Emitter-Basis-Reststrom (Ugso = 5 V) IEBo <1 <1 mA 
Stromverstärkung (Uce=5V;/c=50mA) B 50 50 - 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 100 mA; Is = 10 mA) Ucesat <1,5 <1,5 V 
(Ic = 200 mA; Is = 20 mA) Ucesat <3 <3 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 200 mA; Ip = 20 mA) Üßesat <1 <1 V 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 
(Uceg = 10 V; Ic = 50 mA; f = 1 MHz) fr 20 20 MHz 
Schaltzeiten 
(Ucc = 250 V; Ic = 200 mA; Ip = 20 mA; 
-Ig = 40 mA) 
Einschaltzeit tein 0,25 (<0,5) | 0,25 (<0,5) | us 
Speicherzeit te 2 (<3,5) 2 (<3,5) uS 
Abfallzeit') tr 0,4 0,4 us 


1) bei Tg = 95 °C isttp s 1,4 us 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Po = m) 


BUX 86 
BUX 87 


Zulässiger Betriebsbereich 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit 
K Zune = ft); v = Parameter 
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Zulässiger Betriebsbereich 
mA Ic = FlUce); Tas 60 °C 
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Stromverstärkung B = f (I.) 
Uc=5V;Tu= 25 °C 
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Meßschaltung für Durchbruchspannung U(erjcEo 
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Meßschaltung für Schaltzeiten 
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BUX 87 
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Regelbaustein BZW 20 


Dieses Bauelement, ein Transistor mit integriertem Basis-Emitterwiderstand und Z-Diode, 
im Gehäuse 24 A 3 DIN 41 869 (TO-236) ist besonders als Regelbaustein für die verschie- 
densten professionellen und industriellen Elektronikschaltungen geeignet. Bei räumlich 
gedrängten Aufbau von mikroelektronischen Schaltungen besonders für die Hybrid-Bau- 
gruppen der Dick- und Dünnschichttechnik geeignet. 


Der Typ wird durch die Buchstaben »TZ« am Gehäuse gekennzeichnet. 


Typ Stempel | Bestellnummer 120,05 120.05 
fr 0,1 20,015 
BZW 20 TZ 062702-21387 | 


1.025 

Schaltbild 0 Not 

Gewicht etwa 0,02 g 

Maße in mm 

öE 

Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 V 
Basis-Emitter-Spannung Uze 8,4 bis 9,5 V 
Kollektorstrom Ic 100 mA 
Basisstrom L 10 mA 
Lagertemperatur Ts -55 bis +125 °C 
Sperrschichttemperatur T; 115 °C 
Gesamtverlustleistung (Tu s 45 °C) Prot 150 mW 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft bei Montage auf: 
Glassubstrat (7 x 7x 1 mm) Rtnsu <700 K/w 
Glasfasersubstrat (30 x 12 x 1,5 mm) Rınyu <450 K/w 
Keramiksubstrat (30 x 12 x 1 mm) Rınyu <450 K/W 
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BZW 20 


Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Reststrom 

(Uce = 20 V) 

(Uce = 20 V; Tu = 125 °C) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 uA) 

Stromverstärkung 

(Ic = 50 mA; Uce = 1,5 V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 18 mA; Z = 2 mA) 

Differentielle Stromverstärkung 

(Ic =16 mA; Uce = 1,5 V) 

Differentielle Steilheit 

(Ic = 18 mA; Üce =1,5V) 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
mw Pa=flTu) 


AFTTT, 1 
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2=Keramiksubstrat 30x12xImm 11 
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IcEeo < 100 nA 
Iceo <30 nA 
UlBR)CEO > 20 V 
B >15 _ 
Ucesat <0,4 V 
„Ale 
PL 250 e 
S= Ale 
Ale 700 mS 
Abhängigkeit des Wärmewider- 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit für 
K_ Keramiksubstrat 30 x 12 x 1,5 mm 
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Differentielle Stromverstärkung 
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= Al, = fl.) 
Uce= 15V; f=1 kHz 
300 77 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
K. für Glassubstrat 7x 7x I mm 
W runs =flt); v =Parameter 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


2N 2218 
2N 2219 


2N 2213 A 
2N 2219 A 


2 N 2218, 2 N 2219, 2 N 2218 A und 2 N 2219 A sind epitaktische NPN-Silizium- 
Planar-Transistoren im Gehäuse 5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem 
Gehäuse elektrisch verbunden. Die Transistoren eignen sich besonders zum Einsatz als 


schnelle Schalter mittlerer Leistung. 


Typ Bestellnummer 
2N 2218 062702-F109 
2N 2219 062702-F133 
2N2218A | 062702-529 
2N2219A | 062702-F59 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
 Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (T, < 25 °C) 
Gesamtverlustleistung (Tg < 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse 
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Gewicht etwa 1,5g Maße in mm 
2 N 2218 2N 2218 A 
2 N 2219 2N 2219 A 
60 75 V 
30 40 V 
5 6 V 
0,8 0,8 A 
175 175 °G 
-65 bis +200 °C 
0,8 0,8 W 
3 3 W 
s188 <s188 K/W 
s50 s50 K/W 


Vx 


2 N 2213 
2 N 2219 

Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 2 N 2218 2 N 2219 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung | u 
(Ic = 150 mA; Ig = 15 mA) Ucesat s0,4 <0,4 V 
(Ic = 500 mA; Ig = 50 mA) Ucesat <1,6 s1,6 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA; Ip = 15 mA) Üßesat 0,6 bis 2 0,6 bis 2 V 
(Ic = 500 mA; Ig = 50 mA) Ugesat <2,6 <2,6 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucgo = 50 V) IcBo <0,01 <0,01 nA 
(Ucso = 50 V; Ty = 150 °C) Icso s10 <s10 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA.Ig = 0) Uerjceo | 30 30 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic =10 uA; IE = 0) Ugr)cBo 60 60 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE = 10yuA; Ic =0) Uerjeso | 5 5 V 
Stromverstärkung 
(Ucg = 10 V; Ic = 0,1 mA) B >20 >35 - 
(Uce = 10V; Ic =1 mA) B >25 >50 = 
(Uce = 10 V; Ic = 10 mA) B >35 >75 
(Uce = 10 V; Ic = 150 mA) B 40 bis 1,20 100 bis 300 | - 
Uce = 10 V; Ic = 500 mA) B >20 >30 = 
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2N 2213 A 
2N 2219 A 
Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 2N2218A | 2N2219A 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA; Ip = 15 mA) Ucesat s0,3 0,3 V 
(Ic = 500 mA; I = 50 mA) Ucesat s1 <1 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA; 15 = 15 mA) Üpesat 0,6 bis 1,2 0,6bis 1,2 | V 
(Ic = 500 mA; Is = 50 mA) ÜBesat s2 2 V 
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 3 V) Ieso s10 s10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 60V) Icso <0,01 s0,01 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 60 V; 
Tu = 150 °C) Icso s10 s10 nA 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA; I= 0) U(BR)CEO >40 >40 V 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10yuA; = 0) Ußerjcso | >75 >75 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(e = 10 4A; Ic = 0) Uerjeso | >6 >6 V 
Stromverstärkung 
(Uce = 10 V; Ic = 0,1 mA) B >20 >35 - 
(Uce = 10 V; Ic = 1 mA) B >25 >50 - 
(Uce = 10 V; Ic = 10 mA) B >35 >75 - 
(Uce = 10V; Ic = 10 mA; Ty=-55 °C) B >15 >35 - 
(Uce = 10 V; Ic = 150 mA) B 40 bis 120 100 bis 300 | - 
(Uce = 1 V; Ic = 150 mA) B >20 >50 - 
(Uce = 10 V; Ic = 500 mA) B >20 >40 - 
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2 N 2218 
2 N 2219 
2N 2213 A 
2 N 2219 A 
Dynamische Kenndaten (Tu = 25 °C) 2 N 2218 2 N 2219 
Transitfrequenz Ma 1 
(Ucg = 20 V; Ic = 20 mA; f= 100 MHz) fr >250 >250 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucgo = 10 V; f = 100 kHz) CcBo s8 s8 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso = 0,5 V; f = 100 kHz) CeBo <30 <30 pF 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 2N2218A | 2N2219A 
Transitfrequenz 11. 
(Uce = 20 V; Ic = 20 mA; f= 100 MHz) fr >250 >300 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucso = 10 V; f = 100 kHz) CcBo <8 <8 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(Ueso = 0,5 V; f = 100 kHz) Ceso <25 <25 pF 
Rückwirkungszeitkonstante 
(Ucg = 20 V; Ic = 20 mA; 
f= 31,8 MHz) FbB:Ch’c <150 <150 ps 
Rauschzahl 
(Uce =10 V; Ic = 100 nA 
f=1kHz; Rs = 1 ka) F - <4 dB 
Schaltzeit 
(Ic = 150 mA; Ipı = -Ip2 = 15 mA, Uce = 30 V 
Verzögerungszeit j tq s10 s10 ns 
Anstiegszeit t; <s25 s25 ns 
Speicherzeit te s225 <s225 ns 
Abfallzeit [7 <s60 <60 ns 
Vierpol-Daten 
(Uce = 10 V; Ic = 1 mA; f= 1 kHz) hie 1 bis 3,5 2 bis 8 kQ 
h12e <5 - 10% <8 - 10* - 
ha1e 30 bis 150 50 bis 300 | - 
ha2e 3 bis 15 5 bis 35 uS 
(Uce = 10 V; Ic = 10 mA; f= 1 kHz) hie 0,2 bis 1 0,25 bis1,25| kQ 
N2e 2,5 - 10* 4.10% = 
ha1e 50 bis 300 75 bis 375 | - 
ha22e 10 bis 100 25 bis 200 | uS 
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2 N 2218 
2 N 2219 
2N 2213 A 
2N 2219 A 
Temperaturabhängigkeit der Impulsbelastbarkeit rs = f(t) 
zulässigen Gesamtverlustleistung K v = Parameter 
Wra=tMm; W 
al 


Ks IH 


Prot 


0 100 200 °C 
—e7rT 
Stromverstärkung B = f (Ic) Sättigungsspannungen 
Uce = 1V, Ucg = 10 V; Tu = 25 °C Upesar = FÜlc), Ucesar = FÜlc) 
mA B= 10; T, = 25°C 
10 I NEHM 
I 11 


HH 
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— Uge sat Üce sat 
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2 N 2213 
2 N 2219 
2N 2218 A 
2N 2219 A 
Einschaltzeit ten = f (Ic) Speicherzeit t; = f (Ic) 
B = 10; Ty = 25 °C; Uce = 30 V Abfallzeitt,= (Ic); Tu = 25 C 


NS Upe = Parameter 


10° E 


Maul 


| 


10 


Kollektor-Basis-Kapazität Transitfrequenz fr = f (Ic) 
„Ca-t (Uca); Tu = 25°C MHZ Uce = 20 V, Tu = 25°C 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


2 N 2220 
2 N 2221 


2 N 2222 


2 N 2220; 2 N 2221 und 2 N 2222 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren 
im Gehäuse 18 A 3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden. 
Diese Transistoren eignen sich besonders zum Einsatz als schnelle Schalter. 


Typ Bestellnummer 
2 N 2220 068000-A4573 
2 N 2221 062702-F134 


2 N 2222 062702-F135 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektor-Sperrschicht-Luft 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse 
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Gewicht etwa 0,33 g 


Maße in mm 


2 N 2220 
2 N 2221 
2 N 2222 
Uceo 30 V 
Uceo 60 V 
UEBo 5 V 
Ic 0,8 A 
T; 175 ze 
Ts -65 bis 200 °C 
Prot 0,5 w 
Prot 1,8 w 
Rınsu s 300 K/w 
thJG s83 K/w 


Vx 


2 N 2220 


2 N 2221 
2 N 2222 
Statische Kenndaten (Tu = 25 °C) | 2 N 2220 | 2N 2221 | 2N 2222 | 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 nA) UBr)cBO > 60 > 60 > 60 V 
Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) UlBR)CEO >30 >30 >30 V 
Emitter-Basis- 
Durchbruchspannung 
(IE =10 uA) U(Br)EBO >5 >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Is = 15 mA; Ic = 150 mA) Ucesat <0,A4 <0,4 <0,4 V 
(Iß = 50 mA; Ic = 500 mA) Ucesat = <1,6 <1,6 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA; Ig = 15 mA) ÜBesat <1,3 1,3 <1,3 V 
(Ic = 500 mA; Ip = 50 mA) UBesat = <2,6 <2,6 V 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Us =3V) 2:16) <10 <10 <10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Uce = 50V) IcBo <10 <10 <10 nA 
(Ucg = 50 V; Tu = 150 °C) IcBo <10 <10 <10 nA 
Stromverstärkung 
(Uce = 10V; Ic =0,1mA) B e >20 >35 = 
(Uce = 10V; Ic =1mA) B >12 >25 >50 = 
(Uce = 10V; Ic = 10 mA) B >17 >35 >75 = 
(Uce = 10 V; Ic = 150 mA) B 20 bis60 | 40bis120 | 100 bis 300 | - 
(Ucg = 10 V; Ic = 500 mA) B = >20 >30 > 
(Uce = 1 V; Ic = 150 mA) B >10 >20 >50 _ 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektorkapazität 
(Ucg =. 10V; f= 1 MHz) Cc8o <8 <8 <8 pF 
Transitfrequenz 
(Uce = 20 V; Ic = 20 mA; 
f= 100 MHz) fr >250 >250 >250 MHz 
Schaltzeiten 
(Ucc = 20 V; Ic = 150 mA; 
Isı= Ig2= 150 mA 
Verzögerungszeit ta 5 5 5 ns 
Anstiegszeit t 15 15 15 ns 
Speicherzeit ts 190 190 190 ns 
Abfallzeit tr 23 23 23 ns 
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren 


2 N 2221 A und 2 N 2222 A sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im 
Gehäuse 18 A 3 DIN 41 876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch 
verbunden. Die Transistoren eignen sich besonders für den Einsatz als schnelle Schalter. 


Typ Bestellnummer 
2N2221A | 062702-F414 a 
2N 2222 A 062702-5122 n 

RATEN er 

Gewicht etwa 0,3g Maße in mm 
Grenzdaten 2N 2221 A 

2N 2222 A 

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 V 
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 75 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 6 V 
Kollektorstrom. Ic 0,8 A 
Sperrschichttemperatur T; 175 °C 
Lagertemperatur Ti; -65 bis 200 ge 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 0,5 Ww 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) Prot 1,8 W 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht-Luft Rensu <s300 K/W 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse Ring <s83 K/w 
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2N2221 A 
2N 2222 A 

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) BR 2N2221A | 2N 2222A 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung r 
(Ic = 10 nA) U(gr)cBo >75 >75 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 10 mA) UBr)cEo >40 >40 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(le = 10 1A) Uerjeso | >6 >6 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Is = 15 mA; Ic = 150 mA) Ucesat <0,3 <0,3 V 
(Ip = 50 mA; Ic = 500 mA) Ucesat <1 <1 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA; Ig = 15 mA) ÜBesat <1,2 <1,2 V 
(Ic = 500 mA; I5 = 50 mA) ÜBEsat <2 <2 V 
Emitter-Basis-Reststrom 
(Ur =3V) IEso <10 <10 nA 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(Ucg = 60 V) Icso <10 <10 nA 
(Ucg = 60 V; Ty = 150 °C) Icso <10 <10 nA 
Stromverstärkung 
(Uce = 10V; Ic =0,1mA) B >20 >35 u 
(Uce = 10V; Ic =1mA) B >25 >50 = 
(Uce = 10 V; Ic = 10 mA) B >35 >75 = 
(Uce = 10 V; Ic = 150 mA) B 40 bis 120 | 100 bis 300| — 
(Uce = 10 V; Ic = 500 mA) B >25 >40 = 
(Uce= 1V; Ic = 150 mA) B >20 >50 = 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Kollektor-Basiskapazität 
(Ucg = 10 V; f= 100 kHz) Ccso <8 <8 pF 
Transitfrequenz 
(Uce = 20 V; Ic = 20 mA; f = 100 Mhz) fr >250 >300 MHz 
Schaltzeiten 
(Ucc = 20 V; Ic = 150 mA; Igı = Is2:= 15 mA) 
Verzögerungszeit ta <10 <10 ns 
Anstiegszeit tr <25 <25 ns 
Speicherzeit tz <225 <225 ns 
Abfallzeit tr <60 <60 ns 
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2222 
2N 2221 A 
2N 2222A 
Temperaturabhängigkeit der r Impulsbelastbarkeit runs = ft) 
zulässigen Gesamtverlustleistung K v= Parameter 
WPa=tMm ; W 
2 
3 | TT 10 FEF 


05 ] I 
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„MT 


10° 10° 10° 10? 10? 10" 10°s 
et 
Stromverstärkung B = f (Ic) Sättigungsspannungen 
Uce =1V, Uce = 10 V; Ty = 25 °C Upesar = Uc), Ueesar = Fllc) 
mA B=10; 7, = 25°C 
B 
08 10 12V 
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Einschaltzeit ten = f (Ic) 
B = 10; Ty = 25°C; Ucc = 30 V 
NS Up: = Parameter 


vo 
Bil =) 


Kollektor-Basis-Kapazität 
PT Ccp = f (Uea); Tu = 25°C 


Speicherzeit t, = flc) 
Abfallzeit tı = f Ic); Tu = 25°C 


ns 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
MHZ Uce = 20 V, Tu = 25°C 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


2N2904 und 2N 2905 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 
5C3DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die 
Transistoren eignen sind besonders für den Einsatz als schnelle Schalter. 


Typ | Bestellnummer 
2N 2904 | 062702-F65 
2N 2905 | 062702-F66 
Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (T, s25 °C) 
Gesamtverlustleistung (Tg <25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektor-Sperrschicht-Luft 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse 
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135#1 


Gewicht etwa 1,5 g 


Maße in mm 


"92.07 


2 N 2904 
2 N 2905 


60 

40 

5 

0,6 

200 

-65 bis +200 
0,6 
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Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10yA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic =10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 10 1A) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA, Ig = 15 mA) 

(-Ic = 500 mA, Ig = 50 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA, Ig = 15 mA) 

(-Ic = 500 mA, Ig = 50 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Ucp =50 V) 

(-Ucg =50V, Ty = 150 °C) 
Stromverstärkung 

(-Uce = 10V, -Ic = 0,1 mA) 

(-Uce = 10V, -Ic = 1 mA) 

(-Uce = 10 V, -Ic = 10 mA) 

(-Uce = 10 V, -Ic = 150 mA) 

(-Uce = 10 V, -Ic = 500 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 
Transitfrequenz 


(-Uce = 20 V, -Ic = 50 mA, f = 100 MHz) 


Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Ucg = 10 V, f= 100 kHz) 
Emitter-Basis-Kapazität 
(-Ugg = 2 V, f= 100 kHz) 
Schaltzeiten: 
Verzögerungszeit 
Anstiegszeit 

Einschaltzeit 
Speicherzeit 

Abfallzeit 

Ausschalten 


—UlBR)CBO 
UBR)cEO 
—U(8R)EBO 


—Ucesat 
Ucesat 


—UÜBesat 
—UÜBesat 


—IcBo 
=IcBo 


um u u 


fr 
Ccso 
Cceo 


tq 
tı 
tei n 
ts 
t 


taus 


>60 


>40 


<20 
<20 


>20 
>25 
>35 
AO bis 120 
>20 


> 200 


<8 


<30 


<10 
<40 
<45 
<80 
<30 
<100 


>60 


<20 
<20 


>35 
>50 
>75 
100 bis 300 
> 30 


>200 


<8 


<30 


<10 
<40 
<45 
<80 
<30 
<100 


V 


V 


V 


V 
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren 2 N 2904 A 
2N 2905 A 


2N 2904 A und 2 N 2905 A sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 
5C3DIN41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Die 
Transistoren eignen sich besonders für den Einsatz als schnelle Schalter. 


Typ Bestellnummer 


2N 2904 | 062702-F91 
2N 2905 | 062702-F92 


195*1 66-4 


Gewicht etwa 1,5 g Maße in mm 


Grenzdaten 2 N 2904 A 

2N 2905 A 
Kollektor-Basis-Spannung 60 V 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 60 V 
Emitter-Basis-Spannung —UEso 5 V 
Kollektorstrom -Ic 0,6 A 
Sperrschichttemperatur T, 200 °C 
Lagertemperatur Ts -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (T, <25 °C) Prot 0,6 W 
Gesamtverlustleistung (Tg s 25 °C) Prot €) Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht-Luft Rınyu <188 K/w 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse RthyG <50 K/w 
940 


Vx 


2 N 2904 A 
2N 2905 A 


Statische Kenndaten (Ty = 25°C) 


HR N 2904A|ı 2 N 2905A 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 yuA) » -Ulerjceo | > 60 >60 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) -Ujsrjceo | >60 >60 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ie = 10 ,A) -Ußrjeso | >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA, I = 15 mA) —Ucesat <0,4 <0,4 V 
(-Ic = 500 mA, Ig = 50 mA) —Ucesat <1,6 < 1,6 V 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA, Is = 15 mA) —UBesat 1,8 <1,3 V 
(-Ic = 500 mA, Ig = 50 mA) —Ußesat <2,6 <2,6 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 50V) —IcBo <10 <10 nA 
(-Ucp = 50 V, Ty = 150 °C) -Icso <10 <10 nA 
Stromverstärkung 
(-Uce = 10V, -Ic =0,1 mA) B >40 >75 = 
(-Uce = 10V, -Ic = 1 mA) B >40 > 100 = 
(-Uce = 10V, -Ic = 10 mA) B >40 > 100 = 
(-Uce = 10 V, -Ic = 150 mA) B 40 bis 120 | 100 bis 300 = 
(-Uce = 10V, -Ic = 500 mA) B >40 >50 = 
Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) 
Transitfrequenz 
(-Uce£ = 20 V, -Ic = 50 mA, f = 100 Mhz) fr > 200 > 200 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(-Uca = 10 V, f= 100 kHz) Ccso <8 <8 pF 
Emitter-Basis-Kapazität 
(-Ugs = 2 V, f= 100 kHz) Cceo <30 <30 pF 
Schaltzeiten: 
Verzögerungszeit ta <10 <10 ns 
Anstiegszeit te <40 <40 ns 
Einschaltzeit tein <45 <45 ns 
Speicherzeit ts <80 <80 ns 
Abfallzeit tr <30 <30 ns 
Ausschalten aus <100 <100 ns 
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Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
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Impulsbelastbarkeit ruus = f (tl) 
V = Parameter 


Sättigungsspannungen 
Ugesar = Ic), Ucesar = FÜIc) 
B=10;T, = 25°C 
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Einschaltzeit te. = f (Ic) 
B = 10, Ty = 25 °C, Uce = 30 V 
ns Uge = Parameter 
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Abfallzeit t; = f (Ic) 
NS Ucc = 30 V; B = Parameter 
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2 N 2904 
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2 N 2904 A 
2 N 2905 A 
Speicherzeit t5 = f (Ic) 
Tu = 25°C 
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Zulässiger Betriebsbereich 
MHz Ic = f Uce); (Ts = 125 °C) 
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Kollektor-Basis-Kapazität 
Pf Cca = flUca): Tu = 25 °C 
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Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren 


2 N 2906 und 2 N 2907 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Gehäuse 
18 A 3 DIN 41876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. 
Die Transistoren eignen sich besonders für den Einsatz als schnelle Schalter. 


Typ Bestellnummer 


2 N 2906 062702-F137 
2 N 2907 062702-5111 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektor-Sperrschicht-Luft 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse 


Pr 2 
135 +1 “al 52 A 


Gewicht etwa 0,3g Maße in mm 
2 N 2906 
2 N 2907 
-UcEeo 40 V 
-Uc8o 60 V 
—UeBo 5 V 
-Ic 0,6 A 
T; 200 je 
Ts -65 bis 200 °C 
Prot 0,4 w 
Prot 1,8 Ww 
Rthyu <438 K/Ww 
Rınyu <97 K/W 
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Vx 


Statische Kenndaten (T, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10yuA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE =5V) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(= Is = 15 mA; -Ic = 150 mA) 

(-Is = 50 mA; -Ic = 500 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA; - 15 = 15 mA) 

(-Ic = 500 mA; -/5 = 50 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(=Ucg = 50 V) 

(-Ucs = 50 V; Ty = 150 °C) 
Stromverstärkung 

(-Uce = 10V; -Ic = 100 yA) 

(-Uce =10 V; Ic =1 mA) 

(-Uce = 10V; -Ic = 10 mA) 

(-Uce =10 V; Ic = 150 mA) 

(-Uce = 10V; u (oa 500 mA) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Ucs = 10 V; f= 100 kHz) 
Transitfrequenz 

(-Uce = 20 V; -Ic =50 mA; f= 100 MHz) 


Schaltzeiten 


(-Ucce = 30 V; -Ic = 150 mA; Igı = Ip2:= 15 mA) 


Verzögerungszeit 
Anstiegszeit 
Speicherzeit 
Abfallzeit 
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2 N 2906 
2 N 2907 
2 N 2906 2 N 2907 

-Uerycpo) >60 >60 V 
-U(BR)CEO >40 >40 V 
—U(BR)JEBO >5 >5 V 
—Ucesat <0,4 <0,4 V 
—Ucesat <1,6 <1,6 V 
-Ußesat | <1,3 <1,3 V 
-Usesat | <2,6 <2,6 V 
-IcBo <20 <20 nA 
-IcBo <20 <20 nA 
B >20 >35 _ 

B >25 >50 _ 

B >35 >75 - 

B 40 bis 120 100 bis 300| - 

B >20 >30 _ 
Ccso <8 <8 pF 
fr >200 >200 MHz 
ta <10 <10 ns 

t- <40 <40 ns 
ta <80 <80 ns 

t <30 <30 ns 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistoren 2N 2906 A 
2N 2907 A 


2 N 2906 A und 2 N 2907 A sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im 
Gehäuse 18 A 3 DIN 41 876 (TO-18). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch 
verbunden. Die Transistoren eignen sich besonders für den Einsatz als schnelle Schalter. 


Typ Bestellnummer 


2N 2906 A | 062702-F408 
2N2907A | 062702-5170 


B0,5 
— 


® et | 


Gewicht etwa 0,39 Maße in mm 
Grenzdaten 2 N 2906 A 
2N 2907 A 
RER | 2 na Se 
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 60 V 
Kollektor-Basis-Spannung -Uc8o 60 V 
Emitter-Basis-Spannung —UeBo 5 V 
Kollektorstrom -I 0,6 A 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Te -65 bis 200 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 0,4 w 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) Prot 1,8 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektor-Sperrschicht-Luft Rınsu <438 K/w 
Kollektor-Sperrschicht-Gehäuse Rınys <97 K/w 
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2N 2906 A 
2N 2907 A 
Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 2N2906A| 2N 2907 A 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic =1 OyuA) —U(BR)CBO >60 >60 V 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) -Ujsrjceo| >60 >60 V 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(IE =10 nA) —U(BR)EBo >5 >5 V 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(IB = 15 mA; -Ic = 150 mA) —Ucesat <0,4 <0,4 V 
(-Ig = 50 mA; -Ic = 500 mA) —Ucesat <1,6 <1,6 V 
Basis-Emitter-Spannung 
(-Ic = 150 mA; -I5 = 15 mA) —UÜßesat <1,3 <1,3 V 
(-Ic = 500 mA; -I5 = 50 mA) —UÜpesat <2,6 <2,6 V 
Kollektor-Basis-Reststrom 
(-Ucg = 50V) —IcBo <10 <10 nA 
(-Uce =50V; Ty = 150 6) —IcBo <10 <10 nA 
Stromverstärkung 
(-Uce = 10 V; -Ic = 100,.A) B >40 >75 = 
(-Uce = 10V; -Ic=1mA) B >40 >100 = 
(-Uce = 10V; -Ic = 10 mA) B >40 >100 = 
(-Uee = 10 V; -Ic = 150 mA) B 40 bis120 | 100 bis 300 | - 
(-Uce = 10 V; -Ic = 500 mA) B >40 >50 = 
Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Kollektor-Basis-Kapazität 
(Ucg = 10 V; f = 100 kHz) Ccso <8 <8 pF 
Transitfrequenz 
(-Uce = 20 V; -Ic = 50 mA; f= 100 MHz) fr >200 >200 MHz 
Schaltzeiten 
(-Ucc = 30 V; -Ic = 150 mA; 
Isı = "Ig2 = 15 mA 
Verzögerungszeit iq <10 <10 ns 
Anstiegszeit t, <40 <40 ns 
Speicherzeit tz <80 <80 ns 
Abfallzeit tr <30 <30 ns 
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N 2907 
2 N 2906 A 
2N 2907 A 
Temperaturabhängigkeit der Impulsbelastung russ = ft) 
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Einschaltzeit tn = f (Ic) 
B = 10; Ty = 25 °C; Ucc = 30 V 
NS Uge = Parameter 
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Abfallzeit i,=f(/.) 
NS Use =30 V; B=Parameter 
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2 N 2906 
2 N 2907 
2 N 2906 A 
2N 2907 A 


Speicherzeit t; = f (Ic) 
Abfallzeit ; = f (Ic); Tu, = 25 °C 
ns 
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Transitfrequenz f = f (Ic) 
MHZ Uce = 20 V, Tu = 25°C 


Vx 


2 N 2906 
2 N 2907 
2 N 2906 A 
2 N 2907 A 
Kollektor-Basis-Kapazität 
pf Cep = f (Uca); Tu = 25 °C 
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Vx 


NPN-Silizium-Planar-Transistoren 2 N 3019 


2 N 3019 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 5 C3 DIN 41873 
(TO-39). Der Kollektor istmit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist besonders 
für NF-Verstärker- und NF-Schalteranwendung geeignet. 


Typ Bestellnummer 
2N 3019 Q 68000-A 627 


Gewicht etwa 1,5g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Basis-Spannung UcBo 140 V 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 V 
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 V 
Kollektorstrom Ic 1 A 
Sperrschichttemperatur T; 200 °C 
Lagertemperatur Te -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 0,8 w 
Gesamtverlustleistung (Tg s 25 °C) Prot 5 W 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht-Luft Rtnyu s218 K/w 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse RthyG s35 K/Ww 
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2 N 3019 


Statische Kenndaten (Ty = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 yA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(IE = 30 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(Ig = 100 „A) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA, Ig = 15 mA) 

(Ic = 500 mA, I = 50 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(Ic = 150 mA, I5 = 15 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(Ucgo = 90 V) 

(Ucgo = 90 V, Tu = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Ueso =5V) 

Stromverstärkung 

(Uce = 10V, Ic = 0,1 mA) 

(Uce = 10V, Ic = 10 mA) 

(Uce = 10V, Ic = 150 mA) 

(Uce = 10V, Ic = 500 mA) 

(Uce = 10V, Ic = 1A) 

(Uce = 10V; Ic = 150 mA; Ty = -55 °C) 


Dynamische Kenndaten (Ty = 25°C) 
Transitfrequenz 

(Uceg = 10V, Ic = 50 mA, f = 20 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(Ucgo = 10 V, f= 1 MHz) 
Emitter-Basis-Kapazität 

(Ueso = 0,5 V, f=1 Mhz) 
Kurzschlußstromverstärkung 

(Ic =1mA, Uce =5 V,f=1kHz) 
Rückwirkungs-Zeitkonstante 

(Ucg = 10V, Ic = 10 mA, f = 4 MHz) 
Rauschzahl 


(Ic = 100 uA, Ucg = 10 V,f=1kHz, Rg =1kQ) 


Schaltzeiten 

(Ic = 500 mA; Ipı = Ig2 = 50 mA) 
Einschaltzeit 

Ausschaltzeit 


U(Br)cBO 
U(Br)CEO 
U(Br)EBO 


Uc Esat 
Ucesat 


Ug Esat 


> 140 
>80 
>7 


<0.2 
<0,5 


<1,1 


<10 
<10 


<10 


>50 
>90 
100 bis 300 
>50 
>15 
>40 


> 100 
<12 

<60 

80 bis 400 
<400 

<4 


<100 
<500 
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2 N 3019 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
Piot = FM; Uce = Parameter 


Prot 


0 100 200°C 


Zulässiger Betriebsbereich 
A Ic” FlUce); (Ts = 60°C) 
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Zulässige Impulsbelastbarkeit 
funys = Fl); v = Parameter 
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Zulässiger Betriebsbereich 
A Ic = F(Uce); (Tg = 125 °C) 


Vx 


2 N 3019 


Ic 


StromverstärkungB =f (Ic 
Uce = 10 V; Ty = Parameter 
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Sättigungsspannung Ucssar = F (Ic) 
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Temperaturabhängigkeit 
des Reststromes -/cso = f (Tu) 
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Sättigungsspannung Ugesa = F (Ic) 
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2 N 3019 


mA 
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Kollektorstrom Ic = f (Up) 
Uce=1V 
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Meßschaltung für Schaltzeiten 
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Ugg Use 
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NPN-Transistor für leistungsstarke NF-Endstufen 2 N 3055 


2 N 3055 ist ein einfachdiffundierter NPN-Silizium-Transistor im Gehäuse 3A 2 DIN 41872 
(TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist beson- 
ders für den Einsatz in leistungsstarken NF-Endstufen und in stabilisierten Netzgeräten 
geeignet. Für die isolierte Befestigung dieses Transistors auf einem Chassis sind 1 Glim- 
merscheibe und 2 Isoliernippel vorgesehen; diese sind zusätzlich zu bestellen. 

E 3850.25 8 


Typ Bestellnummer 
2 N 3055 062702-U58 


26,2max 

Gewicht etwa 18g Maße in mm 
Grenzdaten 
Kollektor-Basis-Spannung Uc8o 100 V 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Uge = -1,5 V; Ic = 10 mA) Ucev 90 V 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Rge = 100 9; Ic = 200 mA) UceER 70 V 
Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 60 V 
Emitter-Basis-Spannung UeBo 7 V 
Kollektorstrom Ic 15 A 
Basisstrom I 7 A 
Sperrschichttemperatur T; 200 ce 
Lagertemperatur Ts -65 bis +200 °C 
Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C) Prot 115 Ww 
Wärmewiderstand 
Kollektorsperrschicht — Transistorgehäuse RtnyG | <1,5 I K/W 
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2 N 3055 


Statische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Uce = 30 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom 

(Ucev = 100 V; Use = -1,5 V) 
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucey = 100 V; 
Uge = -1,5 V; Tg = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(Ueso = 7 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 200 mA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 100 mA; Use = -1,5 V) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(Ic = 200 mA; Rge = 100 Q) 
Basis-Emitter-Spannung 

(Ic =4AA; UceE =4\V\) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(c=4A;B=04AA) 

(Ic =10A; RB = 33A) 

Statische Stromverstärkung 

le =4A;Uce=4V) 


Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C) 


Transitfrequenz (Ic = 1 A) 
Grenzfrequenz (Ic = 1 A; Uce =4V) 
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Iceo 
Icev 
Icev 
Ießo 
UBr)cEo 
Ucev 
UceER 
Use 


Uc Esat 
Ucesat 


<0,7 
<5 

<30 
<5b 

>60 
>90 
>70 


<1,8 


4 


<8 


20 bis 70 


>0,8 
>10 
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2 N 3055 


Zulässiger Betriebsbereich Temperaturabhängigkeit der 
Ic = f(Uce):; Ta = 25°C; v=0O zulässigen Gesamtverlustleistung 
Pa = FlTe) 
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2 N 3055 


file) 


Transitfrequenz fr 


Uce=4V 


960 


Vx 


PNP-Silizium-Planar-Transistor 


2 N 4033 


2 N 4033 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Gehäuse 5 C3 DIN 41 873 
(TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist besonders 
für NF-Verstärker- und NF- Schalteranwendung bis 1 A geeignet. 


Typ | Bestellnummer 
2 N 4033 | 0 62702-S154 


Grenzdaten 


Kollektor-Basis-Spannung 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 
Gesamtverlustleistung (Ty <s 25 °C) 
Gesamitverlustleistung (Tg s 25 °C) 


Wärmewiderstand 


Kollektorsperrschicht-Luft 
Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse 


1351 


-Ucso 


9Bh.g] 


65-94 


Gewicht etwa 1,59 


Maße in mm 
"80 V 
80 V 
5 V 
1 A 
200 °C 
-65 bis +200 °C 
0,8 Ww 
4 Ww 
s220 K/w 
s44 K/Ww 
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Statische Kenndaten (T,, = 25 °C) 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 uA) 
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
(-Ic = 10 mA) 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
(-IE = 10 A) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA, -I5 = 15 mA) 

(-Ic = 500 mA, -I> 50 mA) 
Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
(-Ic = 150 mA; - Ip = 15 mA) 

(-Ic = 500 mA, - Ip = 50 mA) 
Kollektor-Basis-Reststrom 

(-Uceo =60 V) R 

(-Ucgo = 60 V, Ty = 150 °C) 
Emitter-Basis-Reststrom 

(-Ueso =5 V) 

Stromverstärkung 

(-Uce = 5 V, -Ic = 100 uA) 
(-Uce=5V,-Ic= 1mA) 

(-Uce =5V, Ic” 100 mA) 

(-Uce = 5 V, -Ic = 100 mA, Tu = 55 °C) 
(-Uce =5V, -c > 500 mA) 


Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) 
Transitfrequenz 

(-Uce = 10V, -Ic = 50 mA, f = 100 MHz) 
Kollektor-Basis-Kapazität 

(-Uceo = 10 V,f=1MhHz) 
Emitter-Basis-Kapazität 

(-Ugso = 0,5 V,f=1MhHz) 

Schaltzeiten: 

(-Vec = 30 V, -Ic = 500 mA, -Ipı = Ip2 = 50 mA) 
Einschaltzeit 

Speicherzeit 

Abfallzeit 


962 


—UBR)cBO 
—UlsR)cEO 
—U(8r)EBo 


—Ucesat 
—Ucesat 


"Ugesat 
—Üpesat 


—IcBo 
Icso 


IEBo 


Dom mm 


2 N 4033 


>80 


>75 
>25 
100 bis 300 
>40 
>70 


> 150 


<20 


<110 


<100 


<350 
<50 


Vx 


Temperaturabhängigkeit der 
zulässigen Gesamtverlustleistung 
W Piot = F(T); Uce = Parameter 
Us 


Zulässiger Betriebsbereich 


A, Ic = f(Uce); (Tg = 60°C) 
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2 N 4033 


Zulässige Impulsbelastbarkeit 
Aue = Ft); v = Parameter 


0? 1? 


51 


10% 


Zulässiger Betriebsbereich 
A Ic = f(Uee); (Tg = 125 °C) 
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2 N 4033 


Temperaturabhängigkeit 


/ 


Stromverstärkung B = f (Ic) 
Uce = 5 V; Ty = Paramter 


des Reststromes /cao = f (Tu) 


> 
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100 150°C 


—] 


50 


Sättigungsspannung Ugesa = Flle) 


mAB= 10; Uce=1V 


—Üsksat 


05 


Sättigungsspannung Ucesa = f (Ic) 
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2 N 4033 


Kollektorstrom Ic = f (Uge) 
MA Ucc=1V 


-1 kl ll 
En 05 w 


——Ut 


Meßschaltung für Schaltzeiten 
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UL 
m<lons 
A<lons 
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15V 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
MHz Yce = 10 V 
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4. Anschriften unserer Geschäftsstellen 
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Unsere Geschäftsstellen 


Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) 


Siemens AG 

Salzufer 6-8 

Postfach 1105 60 

1000 Berlin 11 

© (030) 39 39-1, @ 183 766 


Siemens AG ' 
Contrescarpe 72 
Postfach 10 78 27 
2800 Bremen 1 
© (0421) 364-1, m 245451 


Siemens AG 

Lahnweg 10 

Postfach 1115 

4000 Düsseldorf 1 

© (0211) 30 30-1, II 8 581 301 


Siemens AG 

Gutleutstraße 31 

Postfach 4183 

6000 Frankfurt 1 

© (0611) 262-1, I) 4 14 131 


Siemens AG 

Lindenplatz 2, 

Postfach 10 56 09 

2000 Hamburg 1 

© (040) 2 82-1, W 2162 721 


Siemens AG 

Am Maschpark 1 

Postfach 53 29 

3000 Hannover 1 

& (0511) 1 99-1, m 9 22 333 


Siemens AG 

N 7, 18 (Siemenshaus) 
Postfach 20 24 

6800 Mannheim 1 _ 

© (0621) 2 96-1, I 4 62 261 


Siemens AG 
Richard-Strauss-Straße 76 
Postfach 20 2109 

8000 München 2 

© (089) 92 21-1,W 529421 


Europa 

Belgien 

Siemens S.A. 

chauss&e de Charleroi 116 
B-1060 Bruxelles 

© (02) 5 37 3100, id 21347 


Bulgarien 

RUEN, 

Technisches Beratungsbüro 
der Siemens Aktiengesellschaft 
uliza Nikolai Gogol 5, 

agal Boulevard Lenin 

BG-1504 Sofia 

© 45 7082, WM 22 763 


Dänemark 
Siemens A/S 
Borupvang 3 
DK- 2750 Ballerup 
© (02) 656565, a 35 313 


Finnland 

Siemens Osakeyhtiö 
Mikonkatu 8 

Fach 8 

SF-00101 Helsinki 10 

& (90) 16 26-1, 5] 12465 


Frankreich 

Siemens Societ& Anonyme 
39-47, boulevard Ornano 

B.P. 109 

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1 
© (16-1) 820 6120, is) 620 853 


Griechenland 

Siemens Hellas E.A.E. 

Voulis 7 

P.O.B. 601 

Athen 125 

© (021) 32 93-1, W 216 291 


Großbritannien 

Siemens Limited 

Siemens House 

Windmill Road 
Sunbury-on-Thames 

Middlesex TW 16 7HS 

© (09327) 85 691, I) 89 51091 


Irland 
Siemens Limited 
8 Raps Road 
Dublin 4 
© (01) 6847 27, W 5341 


Island 

Smith & Norland H/F 
Nöatün 4 

P.O.B. 519 
Reykjavik 

© 28322, m 2055 


Italien 

Siemens Elettra S.p.A. 
Via Fabio Filzi, 25/A 
Casella Postale 4183 
1-20124 Milano 

© (02) 6248, DJ 36 261 


Jugoslawien 
Generalexport 

Masarikova 5/XV 

Po$tanski fah 223 
YU-11001 Beograd 

© (011) 6848 66, II 11287 


Luxemburg 

Siemens Soci&te Anonyme 
17, rue Glesener 

B.P. 1701 

Luxembourg 

& 497 11-1, U) 3430 


Siemens AG 
Von-der-Tann-Straße 30 
Postfach 48 44 

8500 Nürnberg 1 

© (0911) 654-1, W 6 22 251 


Siemens AG 
Martin-Luther-Straße 25 
Postfach 359 

6600 Saarbrücken 3 

© (0681) 30 08-1,10 4 421 43° 


Siemens AG 
Geschwister-Scholl-Straße 24 
Postfach 1 20 

7000 Stuttgart 1 

© (0711) 20 76-1, W 723941 


Siemens Bauteile Service 
Gründlacher Straße 260 
Postfach 146 
8510 Fürth-Bislohe 

© (0911) 30 01-1, EI 623 81: 


Niederlande 

Siemens Nederland N.V. 
Wilhelmina van Pruisenweg 26 
Postbus 16068 

Den Haag 2500 

© (070) 782782, MI 31 373 


Norwegen 

Siemens A/S 

@stre Aker vei 90 

Postboks 10, Veitvet 
N-Oslo 5 

© (02) 15 30 90, I 18477 


Österreich 

Siemens Aktiengesellschaft 
Österreich 

Apostelgasse 12 

Postfach 326 

A-1031 Wien 

© (0222) 7293-0, El 11866 


Polen 

PHZ Transactor S.A. 

ul. Stawki 2 

P.O.B. 276 

PL-00-950 Warszawa 

© 39 89 10, m) 8132 288 


Portugal 

Siemens S.A.R.L. 

Avenida Almirante Reis, 65 
Apartado 1380 

Lisboa 1 

& (019) 5388 05, I) 12 563 


Rumänien 
Siemens birou 

de consultatii tehnice 
Strada Edgar-Quinet 1 
R-7 Bucuresti 1 


& 151825, I 11473 
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Schweden 


Siemens Aktiebolag 

Avd. elektronikkomponenter 
Norra Stationsgatan 69 
Stockholm 

(Fack, S-104 35 Stockholm) 
© (08) 24 17 00, I 116 72 


Schweiz 
Siemens-Albis AG 
Freilagerstraße 28 
Postfach 

CH-8047 Zürich 

© (01) 247 3111, W 52 131 


Spanien 

Siemens S.A. 

Sede Central 

Orense, 2 

Apartado 155 

Madrid 20 

© (91) 455 2500, I 27 769 


Tschechoslowakei 
EFEKTIM, 

Technisches Büro Siemens AG 
Anglickä ulice 22 

P.O.B. 1087 

CS-120000 Praha 2 

© 25 84 17, m 122 389 


Türkei 

Elektrik Tesiat ve Mühendislik A.S. 
Meclisi Mebusan Caddesi, 

55/35, Findikli 

P.K. 64, Tophane 

Istanbul 

© 45 2090, I 22 290 


Ungarn 

Intercooperation AG, 
Siemens Kooperationsbüro 
Böszörmenyi üt 9-11 

P.O.B. 1525 

H-1126 Budapest 

& (01) 154970, 1 224 133 


Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken 
Vertretung der Siemens AG 
Kurssowoj Pereulok, Dom 1/1, 
Kwartira 4, 

Wchod Sojmonowskij Projezd 
Postf. 77, Internationales Postamt 
SU-Moskau G 34 

& 2027711, 7413 


Afrika 
Ägypten 


Siemens Resident Engineers 

6, Salah EI Din Street, Zamalek 
P.O.B. 775 

Cairo 

© 817228, 1] 321 


Algerien 

Siemens Algerie S.A.R.L. 
3, Viaduc du Duc des Cars 
B.P. 224, Alger-Gare 
Alger 

© 63 95 47/51, 19 52 817 
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Athiopien 

Siemens Ethiopia Ltd. 

Ras Bitwoded Makonen Building 
P.O.B. 5505 

Addis Ababa 

© 151599, WI 21052 


Libyen 

Assem Azzabi 

17, 1st September Street, 
Tariq Building 

P.O.B. 2583 

Tripoli 

© 415 34, u) 20029 


Marokko 

SETEL S.A. v 
km 1, Route de Rabat 
Casablanca-Ain Sebäa 

© 351025, I 21 914 


Nigeria 

Siemens Nigeria Limited 
Industrial Estate 3 f, 
Block A 

P.O.B. 304 

Lagos (Oshodi) 

© 41920, EI 21357 


Südafrika 

Siemens Limited 

Siemens House, 

Corner Wolmarans and 

Biccard Streets, Braamfontein 
P.O.B. 45 83 

Johannesburg 2000 

& (011) 71591 11, 58-7721 


Sudan 


National Electrical 

& Commercial Company 
Murad Sons Building, 
Barlaman Street 

P.O.B. 1202 

Khartoum 

© 80818, m 642 


Tunesien 

Sitelec S.A., 

Societe d’Importation 

et de Travaux d’Electricite 
26, Avenue Farhat Hached 
Tunis 

© 242860, I 12 326 


Zaire 

Siemens Zaire S.P.R.L. 
1222, Avenue Tombalbaye 
B.P. 98 97 

Kinshasa 1 

© 22608, WI 21 377 


Amerika 


Argentinien 

Siemens Sociedad Anönima 
Avenida Pte. Julio A. Roca 516 
Casilla Correo Central 12 32 
RA-1067 Buenos Aires 

© 30 04 11,.] 121812 


Bolivien 

Sociedad Comercial & Industrial 
Hansa Limitada 

Calle Mercado esquina Yanacocha 
Cajön Postal 14 02 

La Paz 

© 54425, m 5261 


Brasilien 

ICOTRON S.A., Indüstria de 
Componentes Electrönicos 
Avenida Mutinga, 3716 
Caixa Postal 1375 
BR-05110 Säo Paulo 1 

© (011) 2610211 

7] 11-23 633, 11-23 641 


Chile 


Gildemeister S.A.C., 

Area Siemens 

Amunätegui 178 

Casilla 99-D 

Santiago de Chile 

© 825 23 

%] TRA SGO 392, TDE 40 588 


Ecuador 

Siemens S.A. 

Avenida Am&rica y 
Hernändez Girön s/n., 
Sector 28 

Casilla 35 80 

Quito 

© 245363, m 22190 


Kolumbien 
Siemens S.A. 

Carrera 65, No. 11-83 
Apartado A&reo 8 0150 
Bogotä 6 

® 6104 77, W 44 750 


Mexico 

Siemens S.A. 

Poniente 116, No. 590 
Apartado Postal 150 64 
Mexico 15, D.F. 
© 5670722, mM 1772 700 


Uruguay 

Conatel S.A. 

Ejido 1690 

Casilla de Correo 13 71 
Montevideo 

—* 917331, I 934 


Venezuela 

Siemens S.A. 

Avenida Principal, 
Urbanizaciön Los Ruices 
Apartado 36 16 

Caracas 101 

© (02) 34 85 31, WM 25 131 


Asien 


Afghanistan 

Afghan Electrical Engineering 
and Equipment Limited 
Alaudin, Karte 3 

P.O.B. 7 

Kabul 1 

© 40446, El 35 
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Asien 


Afghanistan 

Afghan Electrical Engineering 
and Equipment Limited 
Alaudin, Karte 3 

P.O.B. 7 

Kabul 1 

& 40446, m] 35 


Bangladesch 

Siemens Bangladesh Ltd. 

74, Dilkusha Commercial Area 
P.O.B. 33 

Dacca 2 

© 244381, I) 824 


Hongkong 

Jebsen & Co., Ltd. 

Prince’s Building, 23rd floor 
P.O.B. 97 

Hong Kong 

© 5225111, m 73 221 


Indien 

Siemens India Ltd. 

134A, Dr. Annie Besant Road, Worli 
P.O.B. 65 97 

Bombay 400018 

© 37 99 06? 112 373 


Indonesien 

P.T. Siemens Indonesia 
Kebon Sirih 4 

P.O.B. 24 69 

Jakarta 

© 51051, m 46 222 


Irak 

Samhiry Bros. Co. (W.L.L.) 
Abu Nawas Street 

P.O.B. 300 ' 
Baghdad 

© 90021, WI 2255 


Iran 

Siemens Sherkate S. (K.) 
Khiabane Takhte Djamshid 32, 
Siemenshaus 

Teheran 15 

© (021) 614-1, I) 212 351 


Japan 

Nippon Siemens K.K. 

Furukawa Sogo Building, 

6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku 

Central P.O.B. 1619 

Tokyo 100-91 

& 0081 3284-01 73, u 27 441 


Jemen (Arab. Republik) 
Tihama Tractors 

& Engineering Co. Ltd. 

P.O.B. 49 

Sanaa 

© 2462, m 217 


Korea (Republik) 
Siemens Electrical 
Engineering Co., Ltd. 

Daehan Building, 8th floor, 
75, Susomun-dong, Chung-ku 
C.P.O.B. 30 01 


Seoul 
© 7777558, m 23229 


Kuwait 

Abdul Aziz M. T. Alghanim Co. 
& Partners ü 
Abdulla Fahad Al-Mishan Building 
Al-Sour Street 

P.O.B. 32 04 

Kuwait, Arabia 

© 42 3336, WI 2131 


u 


Libanon 

Ets. F. A. Kettaneh S.A. 
(Kettaneh Fröres) 

Rue du Port, Immeuble Fattal 
P.B. 110242 

Beyrouth 

© 221180, El 20 614 


Malaysia 

Guthrie Engineering (Malaysia) 
Sdn. Bhd., 

Electrical & 

Communications Division 

17, Jalan Semangat 

P.O.B.30 . 

Petaling Jaya 

© 773344, W 37573 


Pakistan 

Siemens Pakistan Engineering 

Co. Ltd. 

Ilaco House, Abdullah Haroon Road 
P.O.B. 7158 

Karachi 3 

= 516061, 2820 


Philippinen 

Engineering Equipment, Inc. 
Machinery Division, 

Siemens Department 

E. Rodriguez Avenue 
Murphy, Quezon City 
Philippines 

P.O.Box 7160 

Airmail Exchange Office 
Manila International Airport 
Philippines 3120 

& 773011, 

%] RCA 722 2382, EEC 3695 
Telegramme: Engcomach Manila 


Saudi-Arabien 

E. A. Juffali & Bros. 
Head Office 

King Abdul-Aziz-Street 
P.O.B. 1049 

Jeddah 

© 22222, m 40 130 


Singapur 

Siemens Components PTe. Ltd. 
Promotion Office 

19B - 45B, Jalan Tenteram 
Singapore 12 

© 550811, m 21000 


Syrien 

Syrian Import Export & Distribution 
Co., S.A.S. SIEDCO 

Port Said Street 

P.O.B. 363 

Damas 

© 134 31, W 11267 


Taiwan 

Delta Engineering Ltd. 

42, Hsu Chang Street, 8th floor 
P.O.B. 5 84 97 

Taipei 

© 31147 31, m 21826 


Thailand 

B. Grimm & Co., R.O.P. 

1643/4, Petchburi Road (Extension) 
P.O.B. 66 

Bangkok 10 

© 2524081, EI 26 14 


Australien 


Australien 


Siemens Industries Limited 
Melbourne Office 

544 Church Street 
Richmond, Vic. 3121 

© (03) 429 7111, WU 30 425 
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